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Предисловие 


Коренным вопросом экономической стратегии партии на современном этапе является, как 
отмечалось на ХХУП съезде КПСС, ускорение научно-технического прогресса. Задачей первосте- 
пенной важности является полное удовлетворение возрастающего спроса населения на разнооб- 
разные высококачественные товары народного потребления, в том числе предметы культурно-бы- 
тового назначения. | 

Успешно решить эту задачу невозможно без широкого внедрения электроники и особенно 
микроэлектроники, которая обеспечивает разработку разнообразной радиоэлектронной аппара- 
туры, отвечающей взыскательным требованиям современного потребителя. 

Применение микросхем облегчает расчет и проектирование функциональных узлов и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры, ускоряет процесс создания принципиально новых аппаратов и 
внедрения их в серийное производство. Широкое использование полупроводниковых интегральных 
микросхем в бытовой аппаратуре позволяет повысить ее технические характеристики и надежность, 
значительно улучшить потребительские качества. Поэтому интерес к микросхемам неизменно 
возрастает. 

Отечественной электронной промышленностью освоен выпуск широкой номенклатуры 
микросхем, ежегодно создаются десятки и сотни типов новых приборов для перспективной 
бытовой радиоаппаратуры. В поисках и выборе элементной базы и схемотехнических решений при 
создании аппаратуры существенную помощь может оказать систематизированная информация о 
существующих микросхемах. 

Цель настоящего справочника — ознакомить широкий круг специалистов и радиолюбителей 
лишь с теми микросхемами, которые нашли наибольшее применение в различных видах бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры или являются перспективными для новых разработок, а также дать 
читателю некоторые сведения по построению узлов аппаратуры на этих микросхемах. 

Справочные сведения о микросхемах составлены на основе данных, зафиксированных в 
государственных стандартах и технических условиях на отдельные типы приборов, а также данных, 
полученных авторами в ходе проведения дополнительных испытаний или накопленных в процессе 
работы. Необходимые для нормального функционирования микросхем внешние элементы 
приведены на типовых схемах включения, в которых производится также измерение их 
электрических параметров. 

Наряду с электрическими параметрами в справочнике приведены предельно допустимые 
режимы эксплуатации микросхем. Предельно допустимый режим, как правило, превышает режим 
работы микросхемы, при котором измеряются ее параметры. При работе микросхемы в предельно 
допустимом режиме не возникает необратимых физических изменений, но электрические параметры 
в этом режиме документом на поставку не нормируются. Превышение предельно допустимого 
режима может вызвать отказ микросхемы, ускоренную деградацию ее параметров или нарушение _ 
функционирования. 

Ввиду ограниченного объема справочника описание работы микросхем и типовых схем 
включения приводится только в необходимых случаях, например, для сложных многофункцио- 
нальных или ранее неопубликованных схем. После описания каждой микросхемы в качестве 
дополнительной информации даются ссылки на литературу, в с содержатся сведения о 
других вариантах применения данной микросхемы. 

В нашей стране находится в эксплуатации. значительный ‘ассортимент импортной радио- 
электронной аппаратуры. При ее ремонте иногда требуется замена микросхем. С этой целью в. 
справочнике приводятся сведения об отечественных микросхемах и их зарубежных аналогах. 
Наряду с полными аналогами, которые могут быть ‘заменены без каких-либо изменений схемы и 
режимов или нарушения качества работы, есть также однотипные, отличающиеся цоколевкой, 
конструктивным оформлением или некоторыми параметрами. Замена таких микросхем потребует 
переделок в аппаратуре, например перепайки выводов, замены навесных элементов ит. п. 
Подобные микросхемы называют функциональными аналогами, и в справочнике они помечены 
звездочкой. 

Справочник не заменяет официальных документов (паспортов, технических условий, указаний 
по применению), но позволяет потребителю рассмотреть большую совокупность микросхем, 
выпускаемых отечественной промышленностью, их параметры в условиях эксплуатации, сопоста- 
вить их с требованиями, предъявляемыми к аппаратуре, и осуществить правильный выбор как 
серии, так и отдельных типономиналов микросхем. 
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АМ —амплитудная модуляция 


АПФ — автоматическая подстройка 
фазы 
АПЧ — автоматическая подстройка 
частоты 
АПЧГ — автоматическая подстройка 
частоты гетеродина 
АПЧФ — автоматическая подстройка 
частоты и. фазы ; 
-~ АРУ — автоматическая регулировка 
усиления 
АРУЗ — автоматическая регулировка 


усиления в канале записи 
АЦП — аналого-цифровой преобразова- 


тель 

АЧХ — амплитудно-частотная характе- 
ристика 

БИС —большая интегральная микро- 
схема T 


‚БУ —6nok управления 
БШН — бесшумная настройка 
ВЧ — высокая частота; высокочастот- 
НЫЙ 
ВУ — видеоусилитель 
ГСП — генератор стирания и подмаг- 
| ничивания 
ГУН — генератор, управляемый напря- 
жением 
ДМВ — дециметровые волны 
ДУ — дифференциальный усилитель 
ЗГ —задающий генератор 
ЗУ —запоминающее устройство 
_ ИМСр— интегральная микросхема 
КИ — кадровый импульс 
KCH —-кадровый синхроимпульс 
KCC — комплексный стереосигнал 
МВ — метровые волны 
МЗР — младший значащий разряд 
МР— младший разряд 
НЧ — низкая частота 
ОС-- отклоняющая система 
ООС — отрицательная обратная связь 
ОУ — операционный усилитель 
ОХ — обратный ход 
ПАВ — поверхностная 
‚ волна 


ПАЛ — система цветного телевидения 
со строчно-переменной фазой от 
РАГ. — Phase Alternating Line 

: ПОС — положительная обратная связь 
ПФ — полосовой фильтр 
MH — промежуточная частота 

ПЦТС— полный цветовой телевизион- 

ный сигнал 


акустическая 


СБИС — сверхбольшая 
схема 
СВ — средние волны 
СД — синхронный детектор 
CEKAM -—-система цветного телевидения с 
последовательной передачей и 
памятью от SEKAM — Systeme 
Sequentiel Couleurs a Memoire 
СК — селектор каналов 
СК — Д— селектор каналов дециметровых 
BOJIH 
CK — М — селектор каналов . метровых 
BOJIH 
СЗР —crapună значащий разряд 
СР — старший разряд 
CCH —строчный — синхронизирующий 
импульс | 
СФ — синхронный фильтр 
CLIC — схема цветовой синхронизации 
СИП — строчный импульс привязки 
СИ ОХ — строчный импульс обратного 
хода 
УВЧ — усилитель высокой частоты 
УВХ — устройство выборки — хранения 
УЛЗ — ультразвуковая линия задержки 
УНЧ — усилитель низкой частоты 
УПЧ — усилитель промежуточной час- 
тоты 
УПТ — усилитель постоянного тока 
УПЧЗ — усилитель промежуточной yac- 
тоты звука 
УПЧИ — усилитель промежуточной час- 
тоты изображения 


интегральная 


УКВ — ЧМ — ультракороткие волны с час- 


тотной модуляцией 
ФАПЧ — фазовая автоматическая TON- 
стройка частоты 
ФВЧ — фильтр верхних частот 
ФД — фазовый дискриминатор 
ФНЧ — фильтр нижних частот 
ФПЧ — фильтр промежуточной uac- 
тоты 
ФСС — фильтр  сосредоточенной ce- 
лекции 
ЦАП — цифро-аналоговый преобразова- 
тель 
ЧД — частотный детектор 
ЧМ — частотная модуляция 
ШИМ — широтно-импульсная моду- 
ляция 
ЭДС — электродвижущая сила 
ЭК — электронный коммутатор 
ЭП —эмиттерный повторитель 
УН$ — формат кассеты в бытовой BH- 
деозаписи от Video Home System 


Раздел первый 


Общие сведения об интегральных микросхемах 


1.1. Термины и определения 


Микроэлектроника —одно из ведущих, 
быстроразвивающихся направлений cospe- 
менной электроники. Ее зарождение и высо- 
кие темпы развития были предопределены 
резким увеличением в 50—60-х годах функ- 


ций, выполняемых радиоэлектронной аппа- 
ратурой, и повышением требований к ее 
надежности. 


Первые попытки упорядочить вопросы тер- 
минологии в микроэлектронике как в оте- 
чественной, так и в международной прак- 
тике были сделаны во второй половине 60-х 
годов, В настоящее время в нашей стра- 
не действует ГОСТ 19480—89 «Микросхемы 
интегральные. Термины и определения». В 
соответствии с этим ГОСТ, а также от- 
раслевыми стандартами ниже приведены тер- 


мины и их определения, широко применяе- 
мые в областях, связанных с микроэлек- 
троникой. 


Интегральная микросхема (ИМО) -- микро- 
электронное изделие, выполняющее определен- 
ную функцию преобразования, обработки сиг- 
нала и имеющее высокую плотность упаковки 
электрически соединенных элементов (или эле- 
ментов и компонентов и (или) кристаллов), 
которос с точки зрения требований к испыта- 
ниям, приемке, поставке и эксплуатации рас- 
сматривается как единое целое. 

Элемент интегральной микросхемы — часть 
интегральной микросхемы, реализующая функ- 
цию какого-либо электрорадиоэлемента, кото- 
рая выполнена нераздельно от кристалла или 
подложки и не может быть выделена как 
самостоятельное изделие с точки зрения требо- 
ваний к испытаниям, приемке, поставке и 
эксплуатации. 

Компонент интегральной микросхемы — часть 
интегральной микросхемы, реализующая функ- 
ции какого-либо электрорадиоэлемента, кото- 
‘рая может быть выделена как самостоятельное 


изделие с точки зрения требований к испыта-_ 


ниям, приемке, поставке и эксплуатации, 
Кристалл интегральной микросхемы —- часть 
полупроводниковой пластины, в объеме и на 
поверхности которой сформированы элементы 
полупроводниковой микросхемы, межэлемент- 
ные соединения и контактные площадки. 
Подложка интегральной микросхемы — заго- 


товка, предназначенная для нанесения на нее 
‚элементов гибридных ‘и пленочных. интеграль- 
ных микросхем, межэлементных и (или) меж- 
компонентных соединений, а также контактных 
площадок. 

Плата интегральной — микросхемы — часть 
подложки (подложка) гибридной (пленочной) 
интегральной микросхемы, на поверхности ко- 
торой нанесены пленочные элементы микро- 
схемы, межэлементные и межкомпонейтные COC- 
динения и контактные площадки. 

Контактная площадка интегральной микро- 
схемы — металлизированный участок на плате 
или на кристалле, служащий для присоединения 
выводов компонентов и интегральных микро- 
схем, перемычек, à также для контроля ее 
электрических параметров и режимов. 

Корпус интегральной “микросхемы — часть 
конструкции интегральной микросхемы, пред- 
назначенная для защиты микросхемы от внеш- 
них воздействий и для соединения с внешними 
электрическими цепями посредством выводов. 

Позиция вывода — одно из нескольких рав-. 
ноотстоящих друг’ от друга местоположений 
выводов на выходе из тела корпуса, располо- 
женных по окружности и в ряду, которое может 
быть занято или не занято выводом. Каждая 
позиция вывода обозначается порядковым но- 
мером. 

Шаг позиций выводов — расстояние между 
номинальным положением осей (плоскостей 
симметрии) позиций выводов. 

Установочная плоскость — плоскость, на ко- 
торую устанавливается интегральная микро- 
схема. | 
Ключ — конструктивная особенность, позво- 
ляющая определить вывод под номером один, 

Бескорпусная интегральная микросхема — не 
имеет собственного корпуса, широко применя- 
ется при создании микросборок и микроблоков 


_(гостированного определения не имеет). Для 


соединения с внешними электрическими цепями 
бескорпусная ИМС имеет собственные выводы, 
а ее полная защита обеспечивается корпусом 
устройства, в которое эта ИМС установлена. 

Вывод бескорпусной интегральной микросхе- 
мы — проводник, соединенный с контактной 
площадкой кристалла интегральной микросхе- 
мы и предназначенный для электрического 
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соединения и механического крепления бескор- 
пусной интегральной микросхемы при ее сое- 
динении с внешними электрическими цепями. 

Плотность упаковки интегральной микросхе- 
мы — отношение числа элементов и компонен- 
тов интегральной микросхемы к ее объему 
(объем выводов не учитывается). 

Степень интеграции интегральной микросхе- 
мы — показатель степени сложности микросхе- 
мы, характеризуемый числом содержащихся 
в ней элементов и компонентов (степень интег- 
рации ИМС определяется по формуле К=18М, 
где К— коэффициент, определяющий степень 
интеграции, значение которого: округляется до 
ближайшего целого числа; М — число элементов 
и компонентов интегральной микросхемы, 
в том числе содержащихся в составе компонен- 
тов, входящих в интегральную микросхему). 
В соответствии с этой формулой различают 
интегральные микросхемы: 

первой степени интеграции до 10 элементов 
и компонентов включительно; 

второй степени интеграции от 11 до 100 
элементов и компонентов; 
| третьей степени интеграции от 101 до 1000 
‚ элементов и компонентов; 

_ четвертой степени интеграции от 1001 до 
10000 элементов и компонентов; 
_ пятой степени интеграции от 
100000 элементов и компонентов. 

Серия интегральных микросхем — совокуп- 
ность типов интегральных микросхем, которые 
‚ могут выполнять различные функции, имеют 
единое технологическое исполнение и предназ- 
_начены для совместного применения. 


10001 до 


Большая интегральная микросхема (БИС) — 


‘интегральная микросхема, содержащая 500 
и более элементов, изготовленных по биполяр- 
ной технологии, или 1000 и более элементов, 
изготовленных по МДП-технологии. 

Сверхскоростная интегральная микросхема — 
интегральная микросхема, имеющая время ус- 
тановления для цифровых сигналов менее 
2,5 нс/ЛЭ (ЛЭ— логический элемент) или HHX- 
нюю границу рабочего диапазона частот не 
менее 300 МГц. 


1.2. Классификация и условные 
обозначения микросхем 


По принятой системе классификации [2] все 
- выпускаемые отечественные MMC подразделя- 
ются на группы, подгруппы и виды. 
Классификационным признаком существую- 
щих трех групп микросхем является их конст- 
руктивно-технологическое исполнение, в зави- 
симости от которого различают [1]: , 
полупроводниковые — ИМСр— интегральные 
_ микросхемы, все элементы и межэлементные 
соединения которых выполнены в объеме и на 


поверхности 
материала; 

гибридные ИМС — интегральные микросхе- 
мы, содержащие кроме элементов компоненты 
и (или) кристаллы; 

прочие ИМС (пленочные, 
рамические ит. п.). . 

Принадлежность конкретной микросхемы 
к соответствующей группе отражает первая 
цифра условных обозначений ИМС: 

1, 5, 6, 7— полупроводниковые; 

2, 4, 8— гибридные; 

3 — прочие. 

Классификационным признаком деления 
ИМС на. подгруппы и виды является характер 
выполняемых ими функций в радиоэлектронной 
аппаратуре (например, подгруппы: генераторы, 
усилители, коммутаторы и ключи, преобразо- 
ватели; виды: коммутаторы тока, напряжения 
ит. п.); деление ИМС на подгруппы, их виды 
и условные обозначения приведены в табл. 1.1. 


исходного полупроводникового 


вакуумные, ке- 


Таблица 1.1 


Портрутпа Буквенное 
ИМС обозначе- 
ние под- 
группы и 


BHIA 


Генера- |Гармонических сигналов 

торы | Прямоугольных сигналов 
(мультивибраторы, = бло- 
кинг-генераторы и др.) ГГ 
Линейно — изменяющихся га 


специальной 


Амплитудные 


торы Частотные 
Фазовые МФ 
Импульсные МИ 
Прочие МП 


- |Импульсов прямоугольной 
рователи | формы (ждущие мульти- 
- | вибраторы,  блокинг-гене- 


р и др.) АГ 
и специальной 

АФ 

ое токов АА 

ных токов АР 

Прочие АП 


Высокой частоты 
Промежуточной частоты 
Низкой частоты 


ори 


Фильтры 


Преоб- 
разова- 
тели 
сигна- 
лов 


Детекто- 
ры 


Комму- 
таторы 


Наборы 
элемен- 
тов 


Много- 
функцио- 
нальные 


Продолжение табл. 1.1 


Широкополосные 
Импульсных сигналов 
Повторители 

Считывания и воспроизве- 
дения 

Индикации 

Постоянного тока 


Напряжения (тока) 
Мощности 
Уровня (согласователи) 


Аналого-цифровые 
Цифроаналоговые 

Код— код 

Синтезаторы частоты 
Делители частоты анало- 
говые 

Умножители частоты ана- 


Амплитудные 
Импульсные 
Частотные 
Фазовые 
Прочие 


Тока 
Напряжения 
Прочие 


Диодов 
Транзисторов 
Резисторов 
Конденсаторов 
Комбинированные 


Аналоговые 
Цифровые 
Комбинированные 


Продолжение табл. ` 1.1 


Схемы |Амплитудные (уровня сиг- 
сравне- |налов) 
НИЯ ромниро 
астотные | 
Компараторы напряжения 
Прочие 
Тригге- | Универсальные (типа JK) 
„ры С раздельным запуском 


т RS) 
задержкой (типа D) 
Счетные (типа 


ен (eana 
ит. п.) 


источни- | Преобразователи 
ков BTO- | Стабилизаторы — напряже 
ричного |ния непрерывные 
электро- | Стабилизаторы 
питания 
ми напряжения 
Схемы источников вторич- 
ного электропитания 
` | Прочие 
Логичес- | Элемент И 
кие эле- | Элемент, НЕ 
менты |Элемент ИЛИ 


Элемент И—НЕ 
Элемент ИЛИ—НЕ 
Элемент И— ИЛИ 


Схемы 
цифро- 
вых уст- 
ройств 


Схемы 
запоми- 
нающих 
уст- 
ройств 


Схемы 
вычисли- 
тельных 
средств 


Продолжение табл. 1.1 


Вид ИМС 


Элемент И—НЕ/ИЛИ— 
НЕ 


Элемет И—ИЛИ—НЕ 

Элемет И—ИЛИ—НЕ/ 
И—ИЛИ 

Элемент ИЛИ—НЕ/ИЛИ 

Расширители 

Прочие 


Регистры 
Сумматоры 

олусумматоры 
т 

ифраторы 
Дешифраторы 
Комбинированные ` 
Арифметико-логические 
а 

рочие 


Матрицы оперативных 34- 


поминающих устройств 
Матрицы постоянных за- 
поминающих устройств 
Оперативные запоминаю- 
щие устройства 
Постоянные — запоминаю- 
щие устройства с возмож- 
ностью однократного про- 
граммирования 
Запоминающие устройства 
на 


Постоянные — запоминаю- 


щие устройства с’ возмож- 


ностью многократного 
электрического  перепрог- 
аммирования 
остоянные — запоминаю- 
щие устройства с ультра- 
фиолетовым стиранием и 
электрической записью ин- 
ормации 

ссоциативные запоми- 
нающие устройства 
Прочие 


МикроЭВМ 
Микропроцессоры 
Микропроцессорные секции 
Схемы микропрограммно- 
го управления 
Функциональные расшири- 
тели 

Схемы синхронизации 
Схемы управления преры- 
ванием 


Буквенное 
обозначе- 
ние под- 
группы и 
вида 


ЛБ 
ЛР 


РМ 
РВ 
РУ 


PT 
PH 


FE 


табл. 1.1 


Буквенное 
обозначе- 
ние под- 
группы и 
вида 


а 


Схемы |Схемы управления BBO- 


вычисли- | дом — выводом (схемы HH- 
тельных ВВ 
средств управления na- 
MATÞbIO BT 
Функциональные преобра- 
зователи информации 
(арифметические, тригоно- 
метрические, —логариф\ии- 
ческие, быстрого преобри- 
зования Фурье и др.) ВФ 
Схемы сопряжения с ма- 
:|гистралью ВА 
Времязадающие схемы ВИ 
икрокалькуляторы ВХ 
Контроллеры ВГ 
Комбинированные схемы, ВК 
Специализированные схемы| ВЖ 
Прочие ВП. 


х 


Интегральные микросхемы, кроме того, в 
зависимости от вида обрабатываемого сигнала 
делятся на аналоговые и цифровые. 

К аналоговым относятся С, предназна- 
ченные для преобразования и обработки сигна- 
лов, изменяющихся по закону непрерывной 
функции. Частным случаем аналоговой ИМС 
является микросхема с линейной характеристи- 
кой (линейная микросхема). | 

К цифровым относятся ИМС, с помощью 
которых преобразуются сигналы, изменяющие- 
ся по законам дискретной функции и выражен- 
ные в цифровом коде. Частным случаем цифро- 
вой микросхемы является логическая микро- 
схема. 

Следуст иметь в виду, что такое строгое 
разделение не всегда имеет место, так как 
появился ряд схем, работа которых основана на 
использовании смешанных сигналов. В первую 
очередь это относится к аналого-цифровым и 
цифро-аналоговым преобразователям. | 

фо ИМС, в свою очередь, класси- 
фицируются по трем дополнительным приз- 
накам: 

виду компонентов логической схемы; на 
которых выполняются логические операции над 
входными операциями; 

способу соединения полупроводниковых при- 


‘боров в логическую схему, 


виду связи между логическими схемами. 
В соответствии с перечисленными признака- 
ми логические ИМС можно классифицировать 
следующим образом: 
ТЛ-схемы, входная логика которых выпол- 
няется на диодах; 
Л-схемы, входная логика которых выпол- 
няется на многоэмиттерном транзисторе; 
ЭСЛ-схемы со связанными эмиттерами; 


Таблица 1.2 


Наименование 
Информацион- | Обозначает груп- | Обозначает no- 


ная составляю- |пу ИМС 


IAA элемента 


Обозначает номер серии 


Условное обо-|1, 5, 6, 7—-полу- | Две (00...99) или | Две буквы 
три (000... 999) 


значение эле- 


аа 
мента MC; 


цифры 
2, 4, 8 — гибрид- 

ные ИМС; 

3 — прочие ИМС 


рядковый номер 
paapa orin серии |вид ИМС ` 


Порядковый номер элемента условного обозначения 


Четвертый элемент 


Обозначает условный номер 
разработки ИМС по функ- 
циональному признаку в 
данной серии 


Обозначает 
подгруппу и 


в | Одна (0...9) или 
соответствии |две (00...99) цифры 


с табл. 1.1 


Примечание, Для микросхем. используемых в устройствах широкого применения (в том числе в бытовой аннаратуре). в начале 
условного обозначения (перед первым элементом) добавляется буква «К». 


РТЛ-схемы, входная логика которых Bbl- 
полняется на резисторных цепях; 

РЕТЛ-схемы с резисторно-емкостными свя- 
3AMH. 

О системе условных обозначений микросхем 
в целом можно судить по данным, представ- 
ленным в табл. 1.2. 

Приведем пример условного обозначения 
полупроводниковой микросхемы — амплитудно- 
го детектора с порядковым номером разработ- 
ки серии 175, порядковым номером разработки 
микросхемы в данной серии по функциональ- 
ному признаку 1: 


И ET Y LT, 


Yenobnaud помер 
разрадотки микро- 
схемы 6 данной ce- 
puu no Фуйицио- 
нальному признаку 


Вид (no фуиициеналь- 
Hony назначению) 


Подгруппа 
йомер разработки 
серии 


Группа (по конструктивно -технолози- 
ческому исполнению) 


Микросхема широкого ПРИМЕНЕНИЯ 


Иногда в конце условного обозначения до- 
бавляются буквы, 
микросхем одного типа по электрическим пара- 
метрам (технологический разброс электрических 
параметров данного типономинала). Конечная 
буква при маркировке может быть заменена 
цветной точкой. Цвет маркировочной точки 
указывается в технических условиях на микро- 
схемы конкретных типов. 


характеризующие отличие . 


Кроме того, в некоторых сериях перед 
условным обозначением указываются различ- 
ныс буквы, характсризующие особенности KOH- 
структивного исполнения: 

—- для бескорпусных микросхем; 

М — в керамических корпусах: 

Н— в миниатюрных металлокерамических 
корпусах; 

_ Р— в пластмассовых корпусах: 

Ф— в миниатюрных пластмассовых корпу- 
сах. 
Причем для бескорпусных микросхем кроме 
буквы «Б» перед номером серии в конце 
условного обозначения микросхемы через дефис 
указывают цифру, характеризующую модифика- 
ЦИЮ ринге исполнения: 

| —с гибкими. выводами; 

2—-с ленточными (паучковыми) выводами (в 
том числе на полиимидной пленке); 

3 —с жесткими выводами; 

4 — на общей пластине (неразделенные): 

5 — разделенные без потери ориентировки 
(например, наклеенные на пленку); 

6 —с контактными площадками без выводов 
(кристалл). 

Приведем пример условного обозначения 
полупроводниковой бескорпусной микросхемы 
операционного усилителя серии КБ574 с гиб- 
кими выводами: 


5 374941- 1 


Модификация 
г гибкими 
дебобами 


Бескорпусная микросхема 


м 


Пример условного обозначения полупровод- 1.3. Электрические параметры 
никовой микросхемы в пластмассовом корпусе: ; микросхем 


м У ото Основные термины, определения и буквен- 
ные обозначения электрических параметров ин- 

Различие MUK- — тегральных микросхем, применяемые в науке и 
вет технике, регламентируются ГОСТ 19480—74 
трическим - «Микросхемы интегральные. Термины, опреде- 
параметрам ления и буквенные обозначения электрических 
параметров». Специальные термины и опреде- 

нь Вок 247 ления приводятся в отраслевых стандартах и 
технических условиях на интегральные микро- 

Вид (no фуннционль- — схемы. Ниже приводятся сведения по электри- 
ному назначению) ‚ческим параметрам интегральных микросхем, 
помещенных в данном справочнике и класси- 


Подзрутта фицированным по размерностям. 
Порядковый номер разработки Для условных обозначений производных 
данной Микросхемы параметров используется следующий способ 
записи: 


Группа (no конструктивио-технологи- e 
уескому исполнению) Хуа), 


Х — буквенное обозначение параметра; 
У, 2 — подстрочные индексы буквенных обо- 
значений входных и выходных сигналов; i, 


Пластмассовый корпус 


Микросхема широкого применения 


Таблица 1.3. Электрические параметры микросхем и их буквенные обозначения 


Условное Определение 


Термин 
обозначение 


Параметры, имеющие размерность напряжения 


Входное напряжение О Значение напряжения на входе интегральной микросхемы 
e в заданном режиме 
Чувствительность 5 Наименьшее значение входного напряжения, при кото- 


ом электрические параметры интегральной микросхемы 
оответствуют заданным значениям 


Диапазон входных напря- | АО», Интервал значений напряжений от минимального вход- 
жений ного напряжения до максимального 
Входное напряжение покоя | Оо вх Значение напряжения постоянного. тока на входе интег- 


ральной микросхемы с невключенным входом или с ну- 
левым входным сигналом 
Выходное напряжение Uod Значение напряжения постоянного тока на выходе интег- 
ральной микросхемы с невключенным входом или нуле- 
|вым входным сигналом 


Входное напряжение огра- | Охгр, вх Наименьшее значение входного напряжения интеграль- 

ничения ной микросхемы, при котором наступает ограничение 
выходного напряжения 

Напряжение смещения нуля | (см Значение напряжения постоянного тока, которое должно 


быть приложено ко входу интегральной микросхемы, 
| чтобы выходное напряжение было равно нулю или дру- 
гому заданному значению 


Синфазные входные напря- | И, вх Значения напряжений ме каждым из входов HH- 
жения тегральной микросхемы и общим выводом, амплитуды, 
к и временное распределение которых совпадают 
Максимальные синфазные |0. вх, тах начения синфазных входных напряжений, при которых 
входные напряжения параметры-интегральной микросхемы изменяются на за- 
| данное значение . 
Выходное напряжение Сы Значение напряжения на выходе интегральной микро- 
схемы в заданном режиме 
Максимальное выходное Они Наибольшее значение выходного напряжения, при кото- 
напряжение i m ром изменения параметров интегральной микросхемы 
_|соответствуют заданным значениям 
Минимальное выходное на- | U pux, min Наименьшее значение выходного.напряжения, при KOTO- 


пряжение ром изменения параметров не ний микросхемы 
соответствуют заданным значениям ': 
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Термин 


Выходное напряжение ба- 
ланса 


Приведенное ко входу на- 
пряжение шумов 


Остаточное напряжение 


Напряжение срабатывания 
Напряжение отпускания 


Минимальное прямое на- 
пряжение 


Максимальное обратное на- 
пряжение 


Напряжение питания 


Максимальная амплитуда 
импульсов входного напря- 
жения 


Максимальная амплитуда 
импульсов выходного на- 
пряжения 


Входное напряжение высо- 
кого уровня 

Входное напряжение низко- 
го уровня 

Пороговое напряжение вы- 
сокого уровня 


Пороговое напряжение низ- 
кого уровня 


Амплитуда выбросов на- 
пряжения на аналоговом 
выходе 


Напряжение АРУ 


Напряжение задержки АРУ 


Напряжение пульсаций ис- 
точника питания 


Входной ток 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное 
обозначение 


Unii бл 
О, вх 


Сост 
Usps 


Ura 


От», min 


Оъвр, тах 
Un 


О», А, тах 


U вых, А, пах 


О» 
Ui 
тор 


о 


Uiu A 


U apy 
Ui APY 


Un, n 


Определение 


Значение напряжения постоянного тока на каждом 
выходе интегральной микросхемы относительно общего 
вывода, когда напряжение между выходами равно нулю 
Отношение напряжения собственных шумов на выходе 
интегральной микросхемы при заданных условиях к 
коэффициенту усиления напряжения 
Падение напряжения на выходе пороговой схемы в. 
открытом состоянии 
Наименьшее значение напряжения постоянного тока на 
входе, при котором происходит переход интегральной 
микросхемы из одного устойчивого состояния в другое 
Наибольшее значение напряжения постоянного тока на 
входе, при котором происходит переход интегральной 
микросхемы из одного устойчивого состояния в другое 
Наименьшее значение падения напряжения на переходах 
интегральной микросхемы, при котором обеспечиваются 
заданные значения электрических параметров интеграль- 
ной микросхемы 
Наибольшее значение падения напряжения на переходах 
интегральной микросхемы при протекании обратного 
тока | 
Значение напряжения источника питания,  обеспечиваю- 
щего работу интегральной микросхемы в заданном 

жиме 

аибольшее амплитудное значение импульсов напря- 
жения на входе интегральной микросхемы, при кото- 
ром искажение формы импульсов выходного напряжения 
не вышает заданного значения 
Наибольшее амплитудное значение импульсов напряже- 
ния на выходе интегральной микросхемы, при котором 
искажение формы импульсов выходного напряжения не 
превышает заданного значения 
Значение напряжения высокого уровня на входе интег- 
альной микросхемы 

начение напряжения низкого уровня на входе интег- 
paoe микросхемы 

аименьшее значение напряжения высокого уровня на 
входе интегральной микросхемы, при котором происхо- 
дит переход интегральной микросхемы из одного устой- 
чивого состояния в другое 
Наибольшее значение напряжения низкого уровня на 
входе интегральной микросхемы, при котором проис- 
ходит переход интегральной микросхемы из одного 
ния состояния в другое 

аксимальная амплитуда выбросов напряжения на ана- 
логовом выходе ключа (коммутатора), работающего в 
режиме переключения при отсутствии коммутируемого 
напряжения 
Значение напряжения на регулирующем входе интег- 
ральной микросхемы, обеспечивающее регулировку ко- 
жк усиления в заданных пределах 

аибольшее абсолютное значение напряжения на уп- 
равляющем входе интегральной микросхемы, при кото- 
[ата ее коэффициент усиления остается неизменным 
начение переменной составляющей напряжения источ- 
ника питания на выводах питания интегральной микро- 
схемы 


Параметры, имеющие размерность тока 


Inx 


Значение тока, протекающего во входной цепи интег- 
ральной микросхемы в заданном режиме 
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Продолжение табл. 1.3. 


Термин 


Разность входных токов |А/,, 
Выходной ток ‚| ых 


Максимальный выходной 
ток 


ых, max 


___ Минимальный выходной TOK | Гьых, min 


Ток утечки на входе Гл. ва 
Ток утечки на выходе вы 
Входной ток покоя вх, 0 
Выходной ток покоя fays, 0 
Ток потребления iis 
‘Средний ток потребления |Znor ep 


Ток короткого замыкания |y; 


Ток холостого хода ii 
Ток АРУ | [АРУ 
Ток утечки аналогового = |1. ax 
ВХОДЕ 

Ток утечки аналогового Ра 
ВЫХОДА | 


Входной ток низкого уровня | Zax, u 
управляющего напряжения 


Входной ток высокого уров- | sx,» 
ня управляющего напряже- 
НИЯ 


Параметры, 
Потребляемая мощность Ps 


Максимальная потребля- 
емая мощность 

Средняя потребляемая мощ- | Рио, вр 
ность 


Риот ‚пах 


Выходная мощность j AN 


Рассеиваемая мощность | Ppao 


Условное — 
обозначение 


` Определение 


Разность значений токов, протекающих через входы ин- 
тегральной микросхемы в заданном режиме 
Значение тока, протекающего в цепи нагрузки интег- 
р микросхемы в заданном режиме 

аибольшее значение выходного тока, при котором 
обеспечиваются заданные параметры интегральной мик- 
осхемы 

вименьшее значение выходного тока, при котором 
обеспечиваются заданные параметры интегральной мик- 
осхемы 

начение тока во входной цепи интегральной микро- 
схемы при закрытом состоянии входа и заданных режи- 
мах на остальных выводах | 
Значение тока в выходной цепи интегральной микро- 


_|схемы при закрытом состоянии выхода и заданных 


ежимах на остальных выводах 

начение тока, протекающего во входной цепи интег- 
альной микросхемы при отсутствии входного сигнала 
начение тока, протекающего в выходной цепи интег- 
альной микросхемы при отсутствии входного сигнала 
начение тока, потребляемого интегральной , микросхе- 
мой от источников питания в заданном режиме 
Значение тока, равное полусумме токов, потребляемых 
логической интегральной микросхемой от источников 
питания в двух различных устойчивых состояниях 
Значение выходного тока при закороченном выходе 
Значение тока, потребляемого интегральной микросхе- 
мой при отключенной нагрузке 
Значение тока, протекающего через регулирующий вход 
интегральной микросхемы и обеспечивающего регули- 
an коэффициента усиления в заданных пределах 
остоянный ток, протекающий через иналоговый вход 
(asoan) при закрытом канале (каналах) 

остоянный ток, протекающий через аналоговый выход 
мода, при закрытом канале (каналах) 

остоянный ток, протекающий через управляющий вход 
(входы) при подаче на него уе низкого уровня 
рот напряжения 

остоянный ток, протекающий через управляющий вход 
(входы) при подаче на него (них) высокого уровня 
управляющего напряжения 


имеющие размерность мощности 


Значение мощности, потребляемой интегральной микро- 
схемой, работающей в заданном режиме, от источников 
питания 

Значение потребляемой мощности интегральной микро- 
схемой при максимальном напряжении питания 
Значение мощности, равное полусумме мощностей, по- 
требляемых логической интегральной микросхемой от 
источников питания в двух различных устойчивых 
состояниях 

Значение мощности сигнала, выделяемой на нагрузке 
интегральной микросхемы в заданном режиме 
Значение мощности, риссеиваемой интегральной микро- 
схемой, работающей в заданном режиме 


Параметры, имеющие размерность частоты 


Jax 


Частота входного сигнала 
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Значение частоты входного сигнала, на которой произ- 
водят измерение параметров интегральной микросхемы 
или ее эксплуатацию 


Термин 
Нижняя граничная частота 
Верхняя граничная частота 


Полоса пропускания 


Центральная частота 
Частота единичного усиле- 


HHA 
Частота резонанса 


Частота квазирезонанса 
Нижняя частота полосы за- 


держивания 


Верхняя частота полосы за- 
держивания. 


Полоса задерживания 
Частота среза 
Частота генерирования 


Частота следования - TAKTO- 
вых сигналов 


Продолжение табл. “ha. 


Условное 
обозначение 


Sa 


k 
Af 


Определение - 


Наименьшее значение частоты, на которой коэффи- 

циент умы интегральной микросхемы уменьшается 

на З дБ от значения на заданной частоте 

Наибольшее значение частоты, на которой коэффициент 

ENA интегральной микросхемы уменьшается на 
дБ от значения на заданной частоте 

Диапазон частот, в пределах которого коэффициент 


и интегральной микросхемы не падает ниже 


Л 
Л 
Л 


fo 


дБ по сравнению с усилением на заданной частоте 
внутри этого диапазона 
Значение частоты, равное полусумме нижней и верхней 
граничных частот полосы пропускания 
Значение частоты, на которой коэффициент усиления 
интегральной микросхемы равен единице 
Значение частоты, на которой коэффициент усиления 
интегральной микросхемы принимает максимальное зна- 
чение 
Значение частоты, на которой коэффициент усиления 
интегральной микросхемы принимает минимальное зна- 
чение 
Наименьшее значение частоты, на которой коэффициент 
усиления интегральной микросхемы уменьшается в за- 
данное число раз от значения на заданной частоте 
Наибольшее значение частоты, на которой коэффициент 
усиления интегральной микросхемы уменьшается в 34- 
данное число раз от значения на заданной частоте 
Диапазон частот между верхней и нижней частотами 
полосы задерживания интегральной микросхемы 
Значение частоты амплитудно-частотной характеристики, 
на которой коэффициент усиления интегральной микро- 
схемы равен 0 дБ 


= 


Параметры, имеющие размерность времени 


Время задержки 


ban 


Время нарастания выходно- | (нар 


го напряжения 


Время установления выход- 
ного напряжения 


Время установления часто- 
ты выходного напряжения 
частоты генерирования) 
ериод запускающих HM- 
пульсов 


Время перехода при вклю 
чении 


Время перехода из состоя- 
ния низкого урбвня в CO- 
стояние высокого уровня 


lyer 


lyet, Л 


Интервал времени между фронтами входного и Bbi- 
ходного импульсов интегральной микросхемы, измерен- 
ный на заданных уровнях напряжения или тока | 
Интервал времени, в течение которого выходное напря- 
жение интегральной микросхемы изменяется с первого 
достижения уровня 0,1 до первого достижения уровня 
0,9 установившегося значения 
Интервал времени, в течение которого выходное напря- 
жение интегральной микросхемы изменяется с первого 
достижения уровня 0,1 до последнего достижения уров- 
ня 0,9 установившегося значения * 
Интервал времени с момента включения, в течение ко- 
торого частота выходного напряжения (частота гене- 
ине) достигнет установленного значения 
нтервал времени между оговоренной точкой запус- 
кающего импульса и такой же точкой последующего 
запускающего импульса 
Интервал времени, в течение которого выходное напря- 
жение интегральной микросхемы переходит от напряже- 
ния высокого уровня к напряжению низкого уровня, 
измеренной на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных 
значениях напряжения | 
Интервал времени, в течение которого напряжение на 
выходе интегральной микросхемы переходит от HANDA- 
жения низкого уровня к напряжению высокого уровня, 
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Термин 


Время задержки включения 


Время задержки выключения 


Время задержки распрост- 
ранения при включении 


Время задержки распрост- 


ранения при выключении 


Среднее время задержки 
распространения 


Время выборки 
Время хранения информации 


Время цикла 


рн сигнала 
‚Период следования импуль- 
сов тактовых сигналов 


Коэффициент усиления на- 
яжения 
оэффициент усиления тока 


Коэффициент усиления 
мощности 
‚ Коэффициент усиления син- 
pova входных напряжений 
оэффициент ослабления 
синфазных входных напря- 
жений | 
Коэффициент нелинейности 
амплитудной характеристи- 
KH 


Коэффициент прямоуголь- 
ности 

Коэффициент умножения 
частоты 
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Продолжение табл. 1.3. 


Условное 
обозначение 


1,0 
зл 
ро 


1,0 
15, р 


0,1 
{д.р 


‘нию высокого уровня, измеренный на уровне 0, 


д, р, op 


l, 


Определение 


измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных 
значениях напряжения 


|Интервал времени между входным и выходным HM- 


пульсами при переходе напряжения на выходе интег- 
ральной микросхемы от напряжения высокого уровня к 
напряжению низкого уровня, измеренный на уровне 0,1 
или на заданных значениях напряжения 

Интервал времени между входным и выходным импуль- 
сами при переходе напряжения на выходе интегральной 
микросхемы от напряжения низкого уровня к напря- 
жению высокого уровня,  измеренный на уровне 0,9 
или на заданных значениях напряжения j 
Интервал времени между входным и выходным импуль-, 
сами при переходе напряжения на выходе интегральной 
микросхемы от напряжения высокого уровня к напря- 
жению низкого уровня, измеренный на уровне 0,5 или 
на заданных значениях напряжения 

Интервал времени между входным и выходным импуль- 
сами при переходе напряжения на выходе интегральной 
микросхемы от напряжения низкого уровня к напряже- 
или 
на заданных значениях напряжения 

Интервал времени, равный полусумме времени задержки 
распространения сигнала при включении и выключении 
логической интегральной микросхемы 

Интервал времени между подачей на вход интеграль- 
ной микросхемы заданного сигнала и получением на вы- 
ходе сигналов информации при услозии, что все осталь- 
ные необходимые сигналы поданы 

Интервал времени с момента отключения источника 
питания интегральной микросхемы, в течение которого 
записанная информация сохраняется с заданными пара- 
метрами то 

Длительность периода сигналов на одном из управляю- 
щих входов, в течение которого интегральная микросхе- 
ма выполняет одну из функций 

Интервал времени между началами или окончаниями 
следующих друг за другом импульсов тактовых сигна-. 
лов, измеренный на заданном уровне напряжения 


Относительные параметры 


Отношение выходного напряжения интегральной микро- 
схемы к входному напряжению 
Отношение выходного тока интегральной микросхемы 
к входному току 
Отношение выходной мощности интегральной микросхе- 
мы к входной мощности 
Отношение выходного напряжения интегральной микро- 
схемы к синфазному входному напряжению 
Отношение коэффициента усиления напряжения интег- 
ральной микросхемы к коэффициенту усиления син- 
gna входных напряжений 

аибольшее. отклонение значения крутизны амплитуд-. 
ной характеристики интегральной микросхемы от зна- 
чения крутизны амплитудной характеристики, изменяю- 
щейся по линейному закону 
Отношение полосы частот интегральной микросхемы на 


.| уровне 0,01 или 0,001 к полосе пропускания на уровне 0,7 


_ |Отношение частоты выходного сигнала интегральной 


микросхемы к частоте входного сигнала 


Термин 


Коэффициент деления час- 
тоты 

Коэффициент влияния не- 
стабильности источников пи- 
тания на входной ток 


Динамический диапазон по 
напряжению 


Динамический диапазон по 
мощности 


Диапазон АРУ 


Коэффициент полезного 
действия 

Нестабильность коэффици- 
ента усиления напряжения 
(от температуры, времени, 
напряжения питания 

‚ Нестабильность коэффици- 
ента усиления тока (от тем- 
пературы, времени, напря- 
жения питания) 
Нестабильность коэффици- 
ента усиления мощности (от 
температуры, времени, на- 
пряжения питания) 

_ Коэффициент рай 
ционных искажени 


Скважность импульсов вы- 
ходного напряжения 
Коэффициент гармоник 


Коэффициент нестабиль- 
ности по напряжению 


Коэффициент нестабиль- 
ности по току 


Коэффициент пульсаций 


Коэффициент сглаживания 
пульсаций 


Коэффициент ослабления на 
нижней граничной частоте 


Относительная нестабиль- 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное 
обозначение 


K aës, f 
Кьл,п 


Ker 


Кос, n 


AU ii. А, отн» 


Определение 


Отношение частоты входного сигнала интегральной мик- 
росхемы к частоте выходного сигнала 

Отношение приращения входного тока интегральной 
микросхемы к вызвавшему его приращению напряжения 
источника питания. Аналогично определяется коэффи- 
циент влияния нестабильности источника питания на 
разность входных токов, ЭДС смещения и напряжение 
смещения 

Отношение максимального выходного напряжения ин- 
тегральной микросхемы к минимальному выходному 
напряжению, выраженное в децибелах 

Отношение максимальной выходной мощности интег- 
ральной микросхемы к минимальной выходной мощ- 
ности, выраженное в децибелах 

Отношение наибольшего значения коэффициента уси- 
ления напряжения к 'аименьшему его значению 
при изменении входного напряжения в заданных пре- 
делах 

Отношение выходной мощности интегральной микросхе-_ 
мы к потребляемой мощности | 

Отношение изменения нь пери усиления напряже- 
ния от воздействия дестабилизирующего фактора к 
коэффициенту усиления напряжения до воздействия 
этого фактора’ 

Отношение изменения коэффициента усиления тока от 
воздействия дестабилизирующего фактора к коэффици- 
енту усиления тока до воздействия этого фактора 


Отношение изменения коэффициента усиления мощности 
от воздействия дестабилизирующего фактора к коэффи- 
циенту усиления мощности до воздействия этого фактора 


Отношение среднеквадратической амплитуды колебаний 
боковых частот к амплитуде высокочастотного коле- 
бания на выходе интегральной микросхемы, выраженное 
в процентах | 
Отношение периода повторения к длительности импуль- 
са выходного напряжения 

Отношение среднеквадратического напряжения суммы 
всех, кроме первой, гармоник сигнала интегральной 
микросхемы к среднеквадратическому напряжению пер- 
вой гармоники 

Отношение относительного изменения выходного напря- 
жения (выходного тока) интегральной микросхемы к 
вызвавшему его относительному изменению входного 
напряжения | 
Отношение относительного изменения выходного напря- 
жения (выходного тока) интегральной микросхемы к 
вызвавшему его относительному изменению тока нагруз- 
ки (сопротивления нагрузки) | - 
Отношение амплитудного’ значения напряжения пу - 
ций интегральной микросхемы к значению постоянной 
составляющей напряжения | 
Отношение амплитудного значения пульсаций входного 
напряжения заданной частоты интегральной микросхемы 
к амплитудному значению пульсаций выходного напря- 
жения 

Отношение коэффициента усиления, измеренного на ниж- 
ней граничной частоте интегральной микросхемы, к 
коэффициенту усиления на заданной частоте полосы про- 
пускания 

Отношение изменения амплитуды импульсов выходного 


| | 17 
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Термин 


ность амплитуды импуль- 
сов выходного напряжения 
(частоты генерирования, 
скважности импульсов, вы- 
ходного напряжения, дли- 
тельности импульсов выход- 
ного напряжения) 


Коэффициент подавления 
сигнала разомкнутым клю- 
чом 

Коэффициент подавления 
сигнала между каналами 


Коэффициент передачи по 
напряжению 


Коэффициент ослабления на 
верхней граничной частоте 


Коэффициент неравномер- 
ности АЧХ j Á 


Коэффициент ограничения 
выходного напряжения 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное | 
обозначение 


Mj 


la, OTH 


Код, K 


Кпод 


Kn, U 


Koe, B 


Kap, АЧХ 


Korp 


Определение 


напряжения (частоты генерирования, скважности MM- 


| пульсов выходного напряжения, длительности импуль- 


сов выходного напряжения) от воздействия дестаби- 
лизирующих факторов, оговоренных в НТД, к амплиту- 
де импульсов выходного напряжения (частоте генериро- 
вания, скважности импульсов выходного напряжения, 
длительности импульсов выходного нанряжения) до воз- 
действия этих дестабилизирующих факторов 

Отношение переменной составляющей выходного напря- 
жения закрытого канала к переменной составляющей 


коммутируемого напряжения 


Отношение переменной составляющей коммутируемого 
напряжения открытого канала к переменной составляю- 
щей выходного напряжения на любом другом закрытом 
канале микросхемы при отсутствии на нем коммути- 

емого напряжения i 
тношение напряжения на выходе к заданному зна- 
чению коммутируемого напряжения при открытом 
включенном) канале 

тношение коэффициента усиления, измеренного на 
верхней граничной частоте интегральной микросхемы, 
к коэффициенту усиления на заданной частоте полосы 
пропускания 
Отношение максимального значения выходного напря- 
жения интегральной микросхемы к минимальному зна- 
чению в заданном диапазоне частот полосы пропуска- 
ния, выраженное в децибелах 
Отношение оноств значений выходного напряжения 
интегральной микросхемы в режиме ограничения к 
соответствующей разности значений входного напря- 
жения 


Параметры, имеющие размерность сопротивления 


Входное сопротивление 
Выходное сопротивление 


Сопротивление нагрузки 


Rax 


Величина, равная отношению приращения входного Ha- 
пряжения интегральной микросхемы к приращению ак- 


| тивной составляющей входного тока при заданном 


Кых 


| Ra 


Сопротивление в открытом | Rork 


состоянии 


Сопротивление источника 
сигнала 


Ко 


значении частоты сигнала 
Величина, равная отношению приращения выходного Hä- 
пряжения интегральной микросхемы к вызвавшему его 
приращению активной составляющей выходного тока 
при заданном значении частоты сигнала 

уммарное активное сопротивление внешних цепей, под- 
ключенных к выходу интегральной микросхемы 
Отношение падения напряжения между вналоговым Bbl- 
ходом и аналоговым входом к вызвавшему его току при 
открытом (включенном) канале 
Величина суммарного активного сопротивления в цепи 
источника сигнала 


Параметры, имеющие размерность емкости 


Входная емкость 


Выходная емкость 
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Сы 


Caux 


Величина, р отношению емкостной реактивной со- 
ставляющей входного тока интегральной микросхемы к 
произведению круговой частоты на синусоидальное 
входное напряжение микросхемы при заданном значе- 
нии частоты сигнала 

Величина, pa отношению емкостной реактивной CO- 
ставляющей выходного тока интегральной микросхемы 
к произведению круговой частоты на вызванное им 
выходное напряжение при заданном значении частоты 
сигнала 


Окончание табл. 1.3. 


Условное i 
обозначение 


Емкость управляющего вхо- | Car, ynps Величина, penaa отношению емкостной реактивной CO- 

да (аналогового входа, ana- | Cur ans ставляющей тока, протекающего через управляющий 

логового выхода, между вход (аналоговый вход, аналоговый выход, между ана- 

аналоговым выходом и AHA- | Сьых-вк ан |ЛОГОВЫМ выходом и аналоговым входом), к произве- 

логовым. входом) дению синусоидального напряжения, вызвавшего этот 
1ток, и его круговой частоты при закрытом канале 
(каналах) 


Термин Определение 


Прочие параметры _ 


Скорость изменения выходного. напряжения интеграль- 
ной микросхемы при воздействии импульса максималь- 
ного входного напряжения прямоугольной формы 
Отношение выходного тока смесителя к вызвавшему его 
приращению входного напряжения при заданном напря- 
жении гетеродина 
Разность между фазами выходного и входного сигна- 
лов интегральной микросхемы 
Число входов интегральной микросхемы, по которым 

ализуется логическая функция 

исло единичных нагрузок, которое можно одновре- 
менно подключить к выходу интегральной микросхемы, 
(Единичной нагрузкой является один вход основного 
т элемента данной серии интегральных микро- 
схем 
Отношение выходного тока к вызвавшему его входно- 
му напряжению в заданном электрическом режиме 
Отношение изменения крутизны проходной характерис- 
тики от воздействия дестабилизирующего: фактора к 
крутизне проходной характеристики до воздействия 
этого фактора 
Отношение изменения частоты генерирования (длитель- 
ности импульсов выходного напряжения) к вызвавше- 
му его изменению окружающей температуры 


Скорость нарастания вы. 
ходного напряжения 


Крутизна преобразования 


Фазовый сдвиг 


Коэффициент объединения 
по входу 
Коэффициент разветвления 
по выходу 


Крутизна проходной харак- 
теристики 

Нестабильность крутизны 

проходной характеристики 


Относительная нестабиль- 
ность частоты генерирова- 
ния (длительности импуль- 
сов выходного напряжения) 


Afr. OTH?) 


H, OTH 


]==цифровые индексы соответствующих входов 
и выходов, равные 0, 1, 2,...,; и-- число входов 
H выходов, 

Ниже приводится перечень специальных про- 
изводных параметров, используемых в настоя- 
щем справочнике. 


U JB. тах —= максимально допустимое постоян- 
ное напряжение эмиттер — база 

Оси —= напряжение сток -—= исток 

Un — напряжение затвор — исток 

Unn — напряжение исток — подложка 

Оси. тах — Максимально допустимое напряже- 


Условные обозначения электрических ние сток исток 


параметров 


(ли, тах —= Максимально допустимое напряже- 
Окэо — постоянное напряжение коллектор — (эс, тах —= Максимально допустимое напряже- 


эмиттер при токе базы, равном нулю 
Ок», max == Максимально допустимое постоян- 
ное напряжение коллектор —— эмиттер 
Икь—постоянное напряжение коллектор —- база 
Uki, тах — максимально допустимое постоян- 
ное напряжение коллектор — база 
Изв —=- постоянное напряжение эмиттер — база 
АИ-ь — падение напряжения на участке 6a- 


ние затвор — сток 
Ucr, тах —— максимально допустимое напряже- 
ние сток — подложка 
(ип, пах — Максимально допустимое напряже- 
ние исток — подложка 


(зп, тих — Максимально допустимое напряже- 
ние затвор подложка 


за — эмиттер 


AU m12 — разность падений напряжений на. 


участках база—-эмиттер транзисторов диффе- 
ренциальной пары 


(И; — постоянное напряжение на .-м выводе 
интегральной микросхемы 


АИ, -— изменение постоянного напряжения на 


м выводе интегральной микросхемы при изме- 
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нении управляющих сигналов в заданных пре- 
делах. 

AUsux. ij — изменение выходного напряжения 
между выводами Ги j интегральной микросхе- 
мы при изменении управляющих сигналов в 
заданных пределах 

О„.—опорное напряжение 


О»„о.х:—входДНное напряжение импульса об- 
ратного хода на {м выводе интегральной 
микросхемы 


U sux, нч— выходное напряжение низкой часто- 
ты многофункциональной ин микро- 
схемы 

В ии Ано-модулированиое напряже- 
ние сигнала 

Ui max — максимально допустимое напряжение 
на {-м выводе интегральной микросхемы 

Оъых. стрб, и, ‹() —— амплитуда напряжения выход- 
ного стробирующего импульса цветовой син- 
хронизации на {-м выводё интегральной микро- 
схемы 

U swx стр -—ВыХОоДНОое напряжение строчного 
синхроимпульса на {-м выводе интегральной 
микросхемы 

+ И, — напряжение положительного источни- 
ка питания 

— U, — напряжение отрицательного источника 
питания | 

АИ:— падение напряжения на регулирую- 
щем транзисторе положительного плеча стаби- 
лизатора напряжения 

Опр, аш. прямое напряжение защитного AM- 
ода 

AU —падение напряжения на регулирую- 
щем транзисторе отрицательного плеча стаби- 
лизатора ‘напряжения 

И, —напряжение переноса заряда 

О, р— управляющее напряжение 

U. — напряжение стабилизации 

О„-— напряжение отпускания 

[|‹— постоянный ток коллектора 

|, —постоянный ток эмиттера 

|; — постоянный ток базы 


Ik нас — постоянный ток коллектора в режиме 

насыщения = 
о 1 ав Постоянный ток базы в режиме насы- 

щения > 

[к.тах— Максимально допустимый постоян- 
ный ток коллектора | 

5. тах— Максимально ‘допустимый постоян- 
ный ток эмиттера 

[5.тах— Максимально допустимый постоян- 
ный ток базы 

[с maxr Максимально допустимый постоян- 


ный ток стока 
l; — постоянный ток по {-му выводу. интег- 
ральной микросхемы 
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li, max — Максимально допустимый постоянный 
ток по {-му выводу интегральной микросхемы 

li ^—амплитудное значение переменного TO- 
ка по iMY выводу интегральной микросхемы 

[-—ток стабилизации 

Тьых, ст. ном — Номинальный выходной ток CTA- 
билизатора 

| ие 
затора 

I} —BXOIHO ток высокого уровня 

[°,—входной ток низкого уровня 


изменение выходного тока стабили- 


„к—выходной ток высокого уровня 

I pia — выходной ток низкого уровня 

18. nor TOK потребления в состоянии высокого 
уровня 

1‘ „—ток потребления в состоянии низкого 
уровня _ 

`[ют(+)— TOK потребления от источника поло- 


жительного напряжения 

Глот(-)-—Тток потребления от источника отри- 
цательного напряжения 

lyram, a TOK утечки защитного диода 

/— частота 

/.— частота генерирования 

lp — длительность фронта 

‹р— длительность среза 

[стрё — длительность стробирующего импульса 

.«—Время обратного хода 

Т— температура окружающей среды 

Т, — температура корпуса 

Т,—температура p-n перехода 

Т,›— температура кристалла 

С„‚-—входная емкость 

С,— емкость источника сигнала 


б,‹—комплексное (полное) входное сопро- 
тивление 


7„— комплексное (полное) сопротивление Ha- 
грузки 

т— индекс модуляции сигнала 

Фо— начальная фаза сигнала 

Аф — изменение (девиация) фазы сигнала 

А/,„— полоса. частот удержания 


1.4. Общие сведения о корпусах 
микросхем 


Интегральные микросхемы выпускаются в 
корпусах и бескорпусном варианте. Корпус 
обеспечивает: 

защиту элементов ИМС от ВЛИЯНИЯ внешней 
среды; 

нормальную работу ИМС в течение гаранти- 
рованного срока службы; 

надежное механическое и электрическое сое- 
динения платы или кристалла с другими эле- 
ментами электронного блока; 

необходимую электрическую связь между 
элементами схемы и выводами; 


отвод теплоты от кристалла ИМС, обеспе- 
чивающий требуемый тепловой режим ее функ- 
ционирования. 

В настоящее время наибольшее распростра- 
нение получили четыре вида конструктивно-тех- 
нологического исполнения корпусов ИМС: 

металлостеклянный корпус имеет металли- 


ческую крышку и стеклянное (или металли- . 


ческое) основание с изоляцией и креплением 
выводов стеклом, крышка присоединяется к 
основанию сваркой или пайкой; 

металлокерамический корпус имеет метал- 
лическую крышку и керамическое основание, 
крышка соединяется с основанием при помощи 
сварки или пайки; | 

стеклокерамический корпус имеет керами- 
ческую крышку и основание, крышка соединяет- 
ся с основанием пайкой стеклом; 

пластмассовый корпус (наиболее дешевый) 
имеет пластмассовое тело определенной формы, 
полученное путем опрессовки кристалла и рам- 
КИ ВЫВОДОВ. 

В соответствии с ГОСТ 17467—79 [4] 
корпуса ИМС делятся на пять типов и подти- 
пов, основные классификационные признаки 
которых (форма проекции тела корпуса ИМС 


на плоскость основания и расположение выво- | 


дов корпуса) указаны в табл. 1.3. 

По габаритным и присоединительным раз- 
мерам сходные по конструкции корпуса под- 
разделяются на типоразмеры, каждому из кото- 
рых присваивается шифр, состоящий из обо- 
значения подтипа корпуса в соответствии C 
табл. 1.4 и двухзначного числа, обозначающего 
порядковый. номер типоразмера. 

Условное обозначение корпуса состоит из 


шифра типоразмера корпуса (включающего под- 
тип корпуса и двухзначное число, обозначаю- 
щее порядковый номер типоразмера), цифр, 
указывающих число выводов, и порядкового 
и иен номера (номер модифика- 
ции). Приведем пример условного обозначения 
прямоугольного корпуса подтипа 21 с порядко- 
вым номером 23, с выводами, первой 
модификации (2123.40-1): 


Шифр типоразмера 
21 29 40 1 


| Номер модирикации 


Число 680908 


Горядковий номер типоразмера 


Aomun корпуса 


До введения ГОСТ 17467—79 действовал. 
ГОСТ 17467—72, который классифицировал кор- 
пуса только по четырем типам (1, 2, 3, 4). 
Условное обозначение корпусов состояло из 
шифра типоразмера корпуса (включающего тип 
корпуса и двухзначное число, обозначающее 
порядковый номер типоразмера), цифр, указы- 
вающих число выводов и номер модификации. 
Например, корпус 209.24—3 — прямоугольный, 
типа 2, порядковый номер типоразмера 09, с 24 
выводами, третьей модификации. 

Конструкции корпусов микросхем с указа- 
нием их габаритно-присоединительных разме- 
ров приведены в составе данных по конкретным 
сериям ИМС 


Таблица 1.4 


Форма проекции тела 
корпуса на плоскость 
основания 


1 Прямоугольная |тела корпуса 
За пределами проекции 
Прямоугольная 


тела корпуса 


(S) r 
U U9 VN рых lainh фей 


Круглая В пределах проекции 
3 Овальная. |тела корпуса 
33 Круглая За пределами проекции 


тела корпуса 


Прямоугольная 
тела корпуса 


Прямоугольная В 
тела корпуса 


Расположение проекции выводов 
(выводных площадок) на 
плоскость основания 


В пределах проекции 


За пределами проекции 


Расположение выводов (выводных площадок) 
относительно плоскости основания 


Перпендикулярное, в один ряд 
Перпендикулярное, в два ряда 
Перпендикулярное, в три ряда и. более 
Перпендикулярное, по контуру прямо- 
угольника ` 


Перпендикулярное, в два ряда 
Перпендикулярное, в четыре ряда `B 
шахматном ‘порядке 


Перпендикулярное, по одной окружности 


Параллельное, по двум противополож- 
ным сторонам 
Параллельное, по четырем сторонам 


пределах проекции | Перпендикулярное для боковых вывод- 


ных площадок, в плоскости основания 
для нижних выводных площадок 
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Раздел второй 
Справочные данные полупроводниковых микросхем 


2.1. Микросхемы серии K118 


Серия К118 — набор интегральных микро- 
схем универсального назначения, выполненных 
по планарно-эпитаксиальной технологии с изо- 
ляцией элементов р-п переходом. Предназначе- 
ны для применения в бытовой радиоэлектрон- 
ной аппаратуре различного назначения. 

В состав серии входят: 

K118Y 01A, K118Y 015, К!18УД1В — одно- 
каскадные дифференциальные усилители посто- 


янного тока; | 
К118УНТА, К118УНЦБ, К118УН1В, 
К118УН1Г, К!!8УН1Д — двухкаскадные усили- 
тели постоянного тока; 
К118УН2А, К!18УН2Б, К!18УН2В — кас- 
кадные усилители. 


К118УДЛА, K118Y 015, К118УД1В 


Микросхемы представляют собой дифеерен- 
циальные усилители постоянного тока. Принци- 
пиальная электрическая схема состоит из диф- 
_ ференциальной пары транзисторов VTI, VT4 с 
коллекторными нагрузками R1, R5, генератора 
стабильного тока, выполненного на транзисторе 
VT2, цепи смещения, состоящей из резисторов 
R3, R4, R6 и транзистора VT3 в диодном 
включении. Цепь смещения служит для задания 
режима работы генератора стабильного тока и 
температурной стабилизации этого режима, 
Корпус типа 238.14-4. Масса не более 1,2 г. 
Назначение выводов: 2— вывод эмиттера ге- 
нератора стабильного тока (УТ3); 3— вход l; 
5—-выход |; 7— питание (+U); 8--вывод цепи 
смещения; 9— выход 2; /0— вход 2; 1|1—об- 
щий; /2— вывод базы транзистора генератора 
стабильного тока; /4— питание (— U). 


298, 14-4 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания (двухполяр- 
ное): 
К!18УД1А 
KITSAID; КИЗУДТВ- и зллннныь + 6,3 В 
Ток потребления при И„=0, Т=+25° С, не 
более: 
от положительного источника: 
при +И,=4В для КИЗУДПА ........... 1 мА 
при +0, =6,3 В для K118Y 01B, 
К!18УД1В 
от отрицательного источника: | 
при —U,=4 B для КПИЗУДПА ........ 1,8 мА 
при, —U,=6,3 В для К118УДБ, 


ВД нина 2,4 мА 
Выходное напряжение покоя при Ua =0, И, = 
= лом: 

при Т= +25°С для 

КИБА. epinome 2,5...3,3 В 

К!18УД1Б, К118УД1В ........ иены, 4... 4,9 В 

при Т= +70°С для 

УР, ИЯ МарТ 2,4... 3,4 В 

K118Y 015, КПЗУД1В ................ 3,8... 4,7 В 

при Т=-10°С для 

Че: К ИИА УИ 2,4... 3,4 В 

К118УД1Б, КПЗУДВ ................ 4,1...5,1 В 


Напряжение смещения при Up= Unon О. -9< 
<12 мВ, Т=+25° С: | 
K118Y DIA, К!18УД1Б .............. —5... +5 мВ 
ПОРА зарина vijent —10... +10 мВ 


КИВУД! (A-B) 


Задание 
режина 


ГОТ 


Температурный дрейф напряжения смещения в 
диапазоне температур —10... +70°С при И, = 
= Ом» Uis 5-9<12 МВ: 

К118УД1А, К!18УД1Б. —30... +30 mkB/°C 

КИЗУДВ ана —50... +50 мкВ/°С 
Входной ток при И =ИОы Us, s-9 <12 мВ, не 
более: 

при Т=+25°С для 


КИ18УД1А, КТВУДВ, NEETER . 10 мкА 


КВ Зеркал 20 мкА 
при Т= +70°С для 
КНУЖА. ЮУ. Сын 6 мкА 
бра о АЕ EAN а М EREA N 12 мкА 
при Т= -10°С для 

КИНУЛА... ЕП Krssinisessoerseostsh 25 мкА 
КНЕУ: лол N TAEAE 50 мкА 

Разность входных токов 


при И =Ошь, 
Ux, 5-9 <12 мВ: 
при T= +25.. +70°С для 
К118УД1А, K118Y 1B .......... —2... +2 мкА 
KHOV ола —4... +4 мкА 
при Т= -—10°С для 
К!18УД1А, КПЗУДЬ ..... —5$,5... -+5,5 мкА 
К118УД1В 


= Ом, Ок=10 мВ, T= +25° С, не менее: 
при /=12 кГц для 


КНУ ВА оная 15 
KIYOD,- KIISY AID oons 22 
при /=5 МГц для 

КИА орлами нию 5 
К118УД1Б, КПЗУД1В ............ еее 8 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при Un= Unom Un =! В, /=12 кГц, 
Тэ +25° С, не менее TEENE AST 60 дБ 
Коэффициент гармоник при И. = лом, T= 
= +25° C, не более: 

при О,ы„=0,3 В для 


| Им, мВ 


Гот, МА 


J 4 


Зависимости тока потребле- 
ния от напряжения питания 


ПВОЗОЗОЗАЗОВОВО у оовооооооо» —11 aer +11 МКА . 
Коэффициент усиления напряжения при U,= . 


2 6 
-20 0 20 9 9:5 


Зависимости напряжения 
смещения и входного тока 
от температуры окружаю- 

щей среды 


КПЗУДТА, КИЗУДЬ sosiensnsenuus 8% 
при П,ы,=0,4 В для 
КИЗ: уе веньый 5% 
Входное сопротивление при И‚=Оы, [= 
=12 кГц, Т=+25°С, не менее: 
К!18УД1А, КИЗУДЦЬ neseser 6 кОм 
ВОЗ... олень 3 кОм 
Выходное сопротивление при. U= О, f= 
m12 ER, Teti Carinina {3..7 KOM 


Предельные ти ‘данные: 


Напряжения питания! 
источника положительного напряжения: 
KIY ATIA анна 2,7... 4,4 B 
К118УД1Б, KII8YAIB Е нее 257, 6,9 B 
источника отрицательного напряжения: 
KIITA удельная —4,4...—2,7 B 
K118Y 015, К!18УД1В........... — 6,9 .. —2,7 B- 
Напряжение, подаваемое на любой вход при 
заземленном‘ другом ?: 
ВАНА оочень _2... +1 В 
К118УД1Б, К!П8УД1В............... _3... +1В 
Максимальное синфазное входное напряжение: 


КИВУДА: авы +2 В 
К!118УД1Б, K118Y JIB ее E +3 В. 
Максимальный ток по выводу 14: Sy 
KHOV AIN iiiosiiieasssisi peiiini 2 мА 
K118Y 015, K118Y 1B oeseri 25 МА 
Температура окружающей | 
R обоин лени —10.., +70° С _ 
e 


! Первым подключается +U, вторым — U, (если нельзя 
обеспечить одновременное подключение источников), а затем 
подаются входные сигналы. Выключение следует производить в 
обратной последовательности или одновременно. 

3 При 0,<И„„„-10% входные напряжения должны быть 
уменьшены пропорционально поняжению пятающего напря. 
жения, 


ДТ, MKA 


-W 0 2040 81° ' 


Зависимости разности вход- 

ных токов и выходного со- 

противления от температуры 
окружающей среды 


№ 


172227277 | 
а t 


20 0 20 ня 60 80r, t 


Зависимости коэффициента 
усиления от температуры 
окружающей среды при раз- 
личных режимах генератора 


Uss, МВ | 


Kna | МАК 


102 10° 10% Аи 


Амплитудно-частотные 
характеристики при раз- 
личных значениях темпе- 

ратуры окружающей 


107" 10° 107 10? 10° 10* F nių 
Зависимости входного 
сопротивления от частоты 
входного сигнала при раз- 
личных значениях темпера- 


стабильного тока: среды туры окружающей среды 
АА 
заземлен 
в 

$, граб | 

wll #22777] ур 

т CASSIM J mwan 

аи 

102 103 Га 2 16 R, rûn 


Фазочастотная характеристика 


Зависимости а усиления от сопро- 


тивления нагрузки при различных значениях 


напряжений питания 


Схемы включения 
-ngi 


knaygi 


Типовая схема включения микросхемы 
К118УД] 


Принципиальная схема преобразователя часто- 
ты супергетеродинного радиоприемника 
(СТ и R] подключаются к выводу 3 микросхе- 
мы, С2—к выводу 2) 


К118УНЛА, К118УНЛБ, 
К118УНЛВ, К118УНТГ, 
К118УН1Д 


Микросхемы представляют собой двухкас- 
кадные усилители постоянного тока. 
Корпус типа 238.14-1. Масса не более 1,2 г. 


Дополнительная литература 


1. я хемы серий K122 
- K118/C. Bats, В. B. Ду бовис, Г. RET 
Л. а I/I Panno — 1975. —№ 7— 

2. [8, с. 17—21 ] y 
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нп 9дв 


6.9220 


КИВУНТ(А-Д) 


Назначение выводов; 2 — вывод эмиттера nep- 
вого каскада; 3—вход; 5— вывод для подклю- 
чения конденсатора му?) ры 7— питание (+ U); 
9 — резистор нагрузки; 10— выход; 1]1— вывод 
резистивного делителя для подключения кон- 
денсатора фильтра; 12— вывод для подключе- 
ния конденсатора фильтра; 14— общий (— U). 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


КИЗУША, КИЗУНИЕ .....1... бе ооороны 6,3 В 


К118УН1В, K118YHIT, 

ов: ОАО АТОР iai ..... 12,6 В 
Ток потребления при О,=О»»м, T= +25° С, не 
более: 


КИЗУНЛА, K118YH15 РЕ И 3,5 мА 
K118YH1B, КИЗУНИГ, 
КИВУЕТД ионнаедитиеннесьоийя DL 5 МА 


Выходное напряжение покоя при. (= Unom 
0: =0, Т=25° С: 

К!18УНА, КЫЗУЕЬ. „дн 2,4...3,8 В 
К118УН1В, К118УНИГ, 

КНЗУНИЕ Зла ианьаьназиньй 7... 9,6 В 


Коэффициент усиления напряжения при И, = 


= Ом» бы =! мВ, /=12 кГц, T= +25° С, не 


менее: 
КУН: sarane aan 250 
НУВ iinn i nA 400 
KHSYHIB akancing 350 
KNSYHU инь лемАл нь p. 500 
KERLI ioiak rniii io ЭРО 800 
Приведенное ко входу напряжение шумов при 
U= Uw А/=20...20000 Гц, Т=+25°С, не 
БОЕ ние 4 мкВ 
Коэффициент гармоник при И =0О„»„, J= 
=12 кГц, T= +25° С, не более: 
при ПО,„‚=0,3 В для КИ!8УНЛА ............... 5% 
при Ux=0,5 В для К118УНЦБ, 
КОНТ уроки а ое 5% 
при П,„„,=1 В для К!18УНТ В А 5% 
при ПО,ы‚=0,8 В для КПИЗУНПД.............. 5% 


Верхняя граничная частота при И =U now Un = 
=] мВ, T= +25° С, не менее: 

К118УН1А, K118YH1B, 

К118УН1В, КПЗУН!Г................ а 100 кГц 

К118УН1Д 
Входное сопротивление при U, = U now U= 
=] MB, f=12 кГц, не менее: 


при E aala rO E E EN E 2 кОм _ 

ре О д СХ Оу 1,5 кОм 
Выходное сопротивление при И =, {= 
ва 12 КГЦ, = + 245> С. арене, 0,8...3 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


K118YH1A, K118YH1B .................. 5,7... 6,9 B 
K118YH1B, K118YHIT, 
ВОВ нь ак 11,4... 13,9 В 
Максимальная частота входного 
сигнала 
Температура ася 
среды .............. зо иеь ео ооо ооо оон ооооовоье 


0O 4 8 12 Рин 


0 4 8 %2 № № ин 
Зависимости коэффициента 


Зависимости коэффициента 
усиления от сопротивления ‚ усиления от сопротивления 
нагрузки нагрузки 


[бы — 
тие 


1000 

1300 
HERRES go 

Fp oee 600 г 
ем РР” DPED боны DORRE 
RAAME MAT TAN 
со етим ба в Th м № от 
Зависимости коэффициен- Зависимости коэффициента _ Амплитудно-частотные 
‚та усиления от сопротив- усиления от сопротивления в ‚ характеристики 

ления нагрузки цепи обратной связи 


T) [49-4 | 
e e 


2 = 
0 04 098 12 16,8 0 
Зависимости коэффициен- 


81.1 №. № RNU 


ПРОЛИВ: 

Фазочастотная характеристика Зависимости тока потребле- 

° та гармоник от выход- ния от напряжения источ- 
ного напряжения ника питания 


Схемы включения 


Типовая схема включёния мик- 


росхемы К118УН! Принципиальная схема рефлексного приемника: [1 — 65... 75 


bağ витков провода ПЭВ-! диаметром 0,1 
(Usus ВЫВЕЛО AERpOPRUMS!) вом стержне ФбООНН диаметром 8 мм и длиной 60.. 


. 0,15 мм на фе 


100 


HTO- 
MM; 


L2—3...5 витков поверх катушки [1; [3—80 витков, L4—70 
витков провода ПЭВ-| диаметром 0,1 мм на ферритовом 
кольце ФбООНН диаметром 8мм [5] 


7 
Kne 
7 


Принципиальная схема (а) и амплитудно-частотная 


=. $ СОВЕСТЬ 
TOPS RETT а авиа 


характеристика (6) усилителя-корректора для 29460025 
электромагнитного звукоснимателя [6] 


Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы серии K122 и 
К118 /С. Бать, В. Дубовис, Г. Зубарева, JI. He- 
чаев // Радио.— 1975.— № 7.— С. 55, 56. 

‚ Львов В, Двухдорожечный стереомагни- 
тофон.— Лучшие конструкции 27-Й выставки 
ых - радиолюбителей —М.: ДОСААФ.— 
1977.— 287 с. 

3. Горошков Б, И. Радиоэлектронные yorpol: 
ства: Справочник.— M.: Радио и связь, 1984.— 
400 с.— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1076). 

4. [8. с. 77—81], Eii 


К118УН2А, K118YH25, 
K118YH2B 


Микросхемы представляют собой каскодный 
усилитель. Корпус типа 238.14-1 [см. К118УН1 
(А—Д)]. Масса не более 1,2 г. 

Назначение выводов: |— вход каскада; 3— 
вход второго каскада; 7— питание (+0,); 9— 


__ ИУ (A-B) 


щи 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: | 
КИЗУН2А .......... уефа речь 4B 


_ K118YH25, K118YH2B 


осо со тоссоов осо с оооооооое 


ры ротора нагрузки; /0— выход; 14 — об- 


Aao коэффициента уси- 


Ток потребления при Т=+25° С, не более: 


при О =4В для К118УН?2А .............. 2,5 мА 
при ПИ, =6,3 В для К118УН>Б, 
маи A 3 мА 


Выходное напряжение покоя при U, == Т= 
=+25° С: 

при О, =4В для K118YH2A ....... 2,4...3,8 В 

при И. =6,3 В для К8УН?Б, 

ВНЕ ление 3,8... 5,5 В 
Коэффициент усиления напряжения при U= 
=] мВ, /=12 кГц, Т=+25° С, не менее: - 


при U =4В для K118YH2A ..................... 15 
при (И, =6,3 В для K118YH2B .................. 25 
при 0. =6,3 В для K118YH2B .................. 40 


Приведенное ко входу напряжение шумов в 


диапазоне частот 20...20 000 Гц при Un= Unom 
271425 С. ие более. уладидныи 10 мкВ 
Коэффициент гармоник при U =О„„, Ом= 


= (0,1 В, T= -425° С, не более ............иъньььь 5% 


6 U, 8 0 


Зависимости тока потребле- 
ния от напряжения питания 


ЕН . 2 


0 
16 R, nOn 1% 10° 


ления напряжения от сопротив- 
ления нагрузки 


24608 00,18 
Амплитудные характеристики 


Kyu RT KNOINZE 


0$ 05 що Ш 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от частоты 
при подаче входного сигнала на 


Верхняя граничная частота при U = Unom Un =. 
=1 MB, T= +25° C, не менее ................ 90 кГц 
Входное сопротивление при U ,=Unw Unx= 

= MB, f=12 кГц, Т=+25°С; He ме 

o B ЕВЕ: АННЕ o BAE A IE ET 1 кОм 

Выходное сопротивление при U =U S= 

= 12 кГц, 


а g OAE EIA 1,2...3 KOM 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания. 


КИБА: и 2,7... 4,4 В 
К118УН2Б, K118YH2B „osses. 2,7 ...6,9 B 
Максимальное входное напряжение: 
К!18УН2А, K118YH2B ......... линии 01 B 
ром. ОЛ РАНЕ АНИ 0,05 В 
Температура окружающей 


среды ооо ооо ооо о ооо о ооо ро о сов ооо во оо ооо во возоовоо ав 10 вое +70° С 


10! 10° 10! 10° А 


Амплитудно-частотные 
характеристики 


400 600 Ù, ив 


Зависимости коэффициен- 
та гармоник выход- 
ного напряжения 


вывод / 


28 


Схемы включения 


100,0 


Типовая схема включения микросхемы 
К118УН2 _ 


№2 960 
EPR 


Принципиальная схема генератора с кварцевой 
стабилизацией частоты 


Дополнительная литература 


Интег гральные микросхемы серии K122 и 
к!18 С Бать, В. Дубовис, Г. Зубарева, Л. Не- 
чаев // Радио. 1975.— № 7.—С. a n бе: 

. [8, с. 81—83]. 


2.2. Микросхемы серий К142 и КР142 


Микросхемы серий K142 и КР142 — стабили- 
заторы напряжения, выполненные методом по- 
лупроводниковой технологии на основе бипо- 
лярных транзисторов с изоляцией элементов р-п 
переходом и диэлектриком. Предназначены для 
построения источников вторичного электропи- 
тания. 

В состав серий входят: 

К142ЕН1А —К142ЕНИГ, КР142ЕН1А — 
КР142ЕН1Г — стабилизаторы напряжения C Bbl- 
ходным напряжением, регулируемым в преде- 
лах 3...12 В, и током нагрузки до 150 мА; 

К142ЕН2А — К142ЕН2Г, КР142ЕН2А — 
KP142EH2F — стабилизаторы напряжения с вы- 
ходным напряжением, регулируемым в 2 сделах 
12...30 В, и током ii зки до 150 

`К142ЕНЗА, 14 ЕНЗБ, K142ÈH4A, 
К142ЕН4Б — а напряжения повы- 
шенной мощности с регулируемым выходным 
напряжением в пределах 3...30 В и максималь- 


ным током нагрузки 0,75...1 А, системой 3a- 
щиты от перегрева и перегрузки по ток 

НА KI42EH5F. КР!42ЕНА — 
КР142ЕН5Г — — стабилизаторы , напряжения C 
фиксированным выходным напряжением +5 и 
+6 В, током нагрузки до ЗА; 

K142EH6A — К142ЕНбЕ — двухполярный 
стабилизатор напряжения с фиксированным 
выходным напряжением +15 В и током нагруз- 
ки до 200 мА на каждом выходе; 

К142ЕН8А — K142EH8E — стабилизаторы , 
напряжения с фиксированным выходным kanpa- 
жением +9, +12 и +15 B и током нагрузки 


1,5 A; 

K142EH9A — К!142ЕН9Г — стабилизаторы 
напряжения с фиксированным выходным напря- 
жением +20, +24 и +27 Ви током нагрузки | 


1,5 А; 

К142ЕПА, К142ЕП1Б — устройства управ- 
ления импульсными А иде ао напря- 
жения. 


К142ЕНЛА, 
К142ЕН1В, 
КР142ЕНЛА, 
KP142EH1B, 
K142EH2A, 
K142EH2B, 
KP142EH2A, 
KP142EH2B, 


K142EH15, 
К142ЕНТГ, 
КР142ЕНЗБ, 
КР142ЕНТГ, 
К142ЕН2Б, 
К142ЕН2Г, 
КР142ЕН2Б, 
КР142ЕН2Г 


Микросхемы представляют собой регули- 
руемые стабилизаторы напряжения. Микро- 
схемы — К142ЕНЛА—К142ЕН1Г, K142EH2A — 
К142ЕН2Г имеют корпуса типов 402.16-7 и 
4112.16-15; КР142ЕН1А — КР142ЕНТГ, 
КР142ЕН2А — КР142ЕН2Г — типа 2102.14-1. Muk- 
росхемы в корпусах 402.16-7, 4112.16-15 пред- 
назначены только для экспериментальных ра- 
бот, в корпусах 2102.14-1— для применения в 
серийной аппаратуре. Обозначение типов 
микросхем в корпусе 2102.14-1 приводится 
на корпусе; на микросхемы в корпусе 402.16-7 


наносится сокращенное обозначение: 
К142ЕНЛА, К142ЕН2А — КЕНЛА, КЕН2А; 
К142ЕН1Б, К142ЕН2Б — KEH15, KEH25; 
K142EH1B, K142EH2B — KEH1B, KEH2B; 


K142EH1r, К142ЕН2Г —КЕНТГ, КЕН2Г; Ha mnk- 
росхемы в корпусе 4112.16-15 наносится yng- 
ровой двухзначный код с буквой «К»: 
К142ЕН1А— К0б; К142ЕН1Б —КО7; K142EH1B — 
К27; К142ЕН1ЛГ—К28; К142ЕН2А — K08; 
K142EH25 — ко9; К142ЕН2В — К29; К142ЕН2Г — 
K30. 

Масса микросхем B ‘корпусах 402.16-7 и 


-.4112.16-15 не более 1,4 г, в корпусе 2102.14-1 


не более 1,2 г. 
29 


402. 16-7 


Назначение выводов: 
в корпусах 402.16-7 и 4112.16-15: 2— фильт- 
auns; 4-—вход 2; б—опорное. напряжение; 
в— общий (— U); 9— выключатель; 10, 11 —за- 
щита по току; 12 — регулировка выходов; 13 — 
выход /; 14— выход 2; [6—вход l; 
в корпусе 2102.14-1: 1, 2— защита по току; 
3— обратная связь; 4— вход длифференциаль- 
ного усилителя; 5— опорное напряжение; Ó, 


30 


ны 
НА 

ПШ Ц 
ПЕ 


05 (1 ды додов) 


9— не используются; 7— общий (—И.); 8—вы- 
ход /; 10-— выход 2; 11 —вход 2; 12-— вход l; 
13 -= коррекция; /4-—— выключатель. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при 0О„,=10В, Z= 
=50 мА, T= —45... +85° С: 


КР142ЕН1А — КР142ЕНПТ, 


К142ЕН1А — К142ЕН1Г ...... линь 3... 12 В 
КР142ЕН2А —КР142ЕН2Г, 
К142ЕН2А —К142ЕН2Г .................. 12...30 В 


Ток потребления при U, =20 В, U u= 12 В для 
К142ЕН1А — К142ЕН1Г, КР142ЕН1А — 
КР142ЕН1Г и 0,,=40 В, 0,„,=30В для 
К142ЕН2А — К142ЕН2Г, КР142ЕН2А — 
КР142ЕН2Г, Т=+25° С, не более .......... 4 мА 
Дрейф напряжения за 24 ч при ПО„=20 В для 
К142ЕН1А-—К142ЕН1Г, U„=40 B для 
К142ЕН2А — К142ЕН2Г, 1[„.=50мА, T= 
но а ЗАВ: М... БЕРИ 0,5% 
Минимальное падение напряжения при pur = 
=150 мА, Т= —45° С, не более: 
схемы с совместным питанием ............ 4,5 В 
схемы с раздельным питанием ............ 2,5 В 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при U =20 B, О0,,=12В‹ для K142EH1 
и U, =40 B, Umu =30 В для K142EH2, не более: 
при Т=+25°С ([ы,=50 MA): 
KP142EH1A, KP142EH2A, К142ЕНПА, 
КРЕНА: анналы 0,3% /В 
КР142ЕНЦБ, КР142ЕН2Б, К142ЕНБ, 
КЕ НОЬ. сдаем нньйаиь 0,1%/В 
KP142EH1B, КР142ЕН1Г, KP142EH2B, 
KP142EH2T, K142EH1B, К142ЕН1Г, 
K142EH2B, К142ЕН2Г essre 0,5%/B 
при Т= +85 и —45° C (1ы,=35 мА при 
Т= +35°`С, [ы=50 мА при Т=-45° C): 


KP142EH1A, КР142ЕН2А, К142ЕНЛА, 
К142ЕН2А 
КР142ЕН1Б, КР142ЕН2Б, К142ЕН1Б, 
KIsZEH2D д ыы 0,2% /В 
KP142EH1B, КР142ЕН1Г, КР142ЕНЗВ, 
КР142ЕН2Г, К]42ЕН1В, К142ЕН1Г, 
К142ЕН2В, K142EH2F nsss 0,8%/B 
Коэффициент нестабильности по току при Up= 
= 16,5 В, ПИ, =12 В, Т=+25° С, не более: 

' KP142EH1A, КР142ЕН2А, К142ЕН1А, — 
KERIA iira siisi 11,1%/A 
KP142EH15, КР142ЕН2Б, K142EH1B, 
КМЕНВ sinnini _ 4,4% [А 
KP142EH1B, КР142ЕН2В, К142ЕН\В, 
К142ЕН2В niuniu anni 44,4% [А 
КР!42ЕН1Г, КР142ЕН2Г, К142ЕН1Г, 
КЫЗЕНМ" олени 22,2% [А 

Температурный коэффициент напряжения при 

О, =12 В, Т= —45... +85° С, не более: 
КР!42ЕН1А, КР142ЕН1Б, КР142ЕН2А, 
КР142ЕН2Б, К142ЕНПА, К142ЕН1Б, 
К142ЕН2А, К142ЕН2Б, КР142ЕН1В, 
КР142ЕН1Г, КР142ЕН2В, КР142ЕНФГ, 
К142ЕН1В, К142ЕН1Г, К142ЕН2В, 
KISER  ръьериневазььиьи 0,05%/2С 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при Т=-45... +85° C: 
КР142ЕН1А —КР142ЕН1Г, К142ЕН1А— 


KISEHIT нло 20В 
КР142ЕН2А —КР142ЕН2Г, К142ЕН2А — 
KIERRE оли hlahisa uei 40 B 


Минимальное входное напряжение npu Ts 
=—45... +85°С для КР142ЕН1А — 


U, 
borx 


n TMR |||. 
MET |. 


GO 01 1 0 10° л, и 


Зависимость относительной Зависимость выходного на- 

нестабильности по напряже- пряжения от выходного тока 

нию от частоты пульсаций. при включении схемы защи- 
ты от перегрузок 


ее иди 0,5% /В 


Ts m Г ЧЕН, ЧЕН? 
о ЗВ И ВЕ Я 


КР!142ЕН1Г, К142ЕН1А—К142ЕНИГ .......... 9B 
Выходной ток (с учетом внешнего делителя) во 
всем диапазоне входных и выходных напря- 


о А НС 150 мА 
Рассеиваемая мощность !: - 
при Ге -—45...+55° С. лее 0,8 Вт 
В ЛВ леса ция 0,55 Вт 
Импульсная рассеиваемая мощность при {= 
с ати и 3Poac, max 
Температура окружающей среды ..... 48° и 


1 При Т= +55... +85°С Poum ИЗМеняется линейно, 


Примечания: 1. Допускается соединение с 
общим выводом аппаратуры как положитель- 
ного, так и отрицательного выходного напряже- 


‚ния микросхемы: при этом «+» и «-» вход- 


ного напряжения (аккумулятора, выпрямителя, 
фильтра и т. д.) должны быть изолированы от 
общего вывода аппаратуры. 

2. Разрешается производить монтаж микро- 
схемы 2 раза, демонтаж | раз. 

3. При эксплуатации минимальный ток де- 
лителя 1,5 MA. ] 

4. Разрешается использовать микросхемы 
К142ЕН1А —К142ЕН1Г при Um ть=5,5 В в 
схеме с дополнительным источником питающе- 
го напряжения, превышающим 9 В. Разрешает- 
ся использовать микросхемы К142ЕН2А— 
К142ЕН2Г при U, min =9 В; при этом электри- 
ческие параметры остаются в пределах, указан- 
ных для диапазона U= 12...30 В. 


Ри Юня т 


Зависимость максимальной. 
рассеиваемой мощности 
микросхем с дополнитель- 
ным теплоотводом от тем- 
пературы корпуса‘ 
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-20 0 20 40 60 80 1, °С АВ: ВЕ. E. 


20 (U h) b 


Зависимость тока потреб- Зависимости тока нагрузки от па- 
ления от температуры ок- дения напряжения на микросхеме: 


[—при T= +45... +55°С; 2—при 
Т=+85° С 


‘ружающей среды 


$, tz, MKC 


02 w? 10 


12, nP 


Зависимости времени установления выходного 
напряжения микросхем от емкости С2 в 
типовой схеме включения при импульсном 
изменении тока нагрузки 


Iiu 


I boix, maz 


1х, mos 


80 

60 h ее 

40 ! 

y ь` 

РР О OTTE 
тя ПЕ 
ЕТ. 

0 7 0 Nah 


Зависимости коэффициента 
сглаживания пульсаций от час- 
_тоты пульсаций 


_ КЧЗЕНТ ; 
КЕНО | 


Фи = 19 ne 


Форма напряжения на выходе стабилизатора 


(типовая схема включения) при импульсном 


К, t3, "KC 


а 

СЕ 

РРР 

ВЫ AA Е 

|8 | | | KIRENI 
НЯ 


KIEN? 


102 10? 10% C2 n® t 


Зависимости времени уста- Формы тока и напряжения на 

новления выходного напря- выходе стабилизатора при 

жения от емкости С2 в типо- включении и выключении ста- 
вой схеме включения билизатора 
К142ЕН1, К142ЕН2 


à 


.100 
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изменении тока нагрузки 


Ur Tu = 15 МАС 


бы 


0 t 


Форма напряжения на выходе 
стабилизатора при импульсном 
изменении входного 
напряжения: 


а — импульс напряжения на входе; Ő — HM- 
пульс напряжения на выходе при 
С2= 100 пФ; в — импульс напряжения на 
‚ выходе при УС2> 10: пФ 


А,/а; Azja | a, nA; t, мис 


| | | 7777 H gE: 

ГГ | | | № | | | 77 А 
| Ее 
Ск 


RE 


(AOS O S} 

103 10% C2, nP 10? 10° 10* €2,n? 0 -O1 10 Ime. 
Зависимости выброса Ha- Зависимости броска тока на- Зависимость напряжения шу- 
пряжения на выходе ста- грузки и времени установле- мов на выходе стабилизатора 

билизатора в типовой ния выходного напряжения от емкостей конденсаторов 
схеме включения при им- и тока при включении и вы- С2 и C3 в типовой схеме 
пульсном изменении тока ‚ ключении стабилизатора: включения К142ЕН1.К142ЕН2 
нагрузки от емкости C3 —— кан: 


Зависимость относительной нестабильности по току от Кг 
сопротивления резистора-датчика схемы защиты (K; — He- Ато 
стабильность по току при сопротивлении резистора-датчика, 
равном нулю) ‚И142ЕН 

142 ЕН? 


Я 


Типовая схема включения микросхем К142ЕН1 и Схема включения К142ЕН1 и К!42ЕН2 в состав 
К142ЕН2 стабилизатора напряжения с источником опор- 
ного напряжения, питающегося от внешнего 

стабилизированного источника напряжения 
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Схема включения К142ЕН1 и К!42ЕН2 в 
_ состав стабилизатора с исгользованием 

внутренней схемы защиты ст коротких за- 
мыканий в цепи нагрузки (R1, К2— делитель 
в цепи базы транзистора защиты; RS— pe- 


Е схемы защиты; К1=2 кОм, 
E +0,5 PD, 3 MA, кОм; 
sag B/I op A, Ом). 


Принципиальная схема стабилизатора с 
улучшенными характеристиками 


та oe K142ENI 
ai 


væ 
Д814А 


и схема стабилизатора напряже- 
ния отрицательной полярности. Напряжение 
стабилизации стабилитрона ИР! выбирается: 
для K142EH1 от 7 до 17 В; для К142ЕН2 от 7 
до 37 В. Ток, протекающий через резисторы Кб, 
R7, R8, должен быть не менее 1,5 мА. Среднее 
значение нестабильности по напряжению стаби- 
лизатора 0,015%, по току 0,025% 


_ 34 


Схема включения K142EH1 и K142EH2 в состав 
стабилизатора напряжения с дистанционным вклю- 
чением — выключением. Для дистанционного 
включения стабилизатора на вывод 9 микросхемы 
необходимо подать напряжение положительной 
полярности; при этом. резистор Кб должен быть 
выбран таким, 


чтобы ток выключения был в 
пределах 0,5...3 мА 


ИТ2 КТВОЗА R4 


Принципиальная схема стабилизатора напряже- 
ния с повышенной нагрузочной способностью. 
При указанных номиналах резисторов и токе 
нагрузки 0,5 А напряжение между` выводами 10 
и [1 равно 0,04 В. Устройство защиты устой- 
4HBO срабатывает при /Г„р=1,15 А; в этот 


‚ момент выходное напряжение ст абилизатора 


скачком уменьшается до 3 B и уже при токе 
нагрузки /,=1,1 А стабилизатор автоматически 
возвращается в рабочий режим ([,,=70мА, 
нестабильность по напряжению 0, 2% при 
I =0,5 А) 


Принципиальная схема параллельного ст абили- 
затора напряжения 


И? 


1 
klainei 2 p 
(201 


Дополнительная литература 


1. Крылов B., Бызеев B. Стабилизаторы Ha- 
пряжения на К142ЕН // Радио.— 1978.— № 10— 
С. 31—33. 

2. Успенский Б. Стабилизаторы напряжения 
и тока на ИМС.—В помощь радиолюбите- 
лю.-М.: ДОСААФ, 1985.— Вып. 91.— C. 39— 
23 | 

3. [7, с. 377—380 ]. 

4. [8, с. 144—159]. _ 


К142ЕНЗА, К142ЕНЗБ, 
К142ЕН4А, К142ЕН4Б 


Микросхемы представляют собой регули- 
руемые стабилизаторы напряжения с систе- 
мой защиты от перегрева и перегрузки по 
току. Они допускают выключение внешним 
управляющим сигналом. При срабатывании 
системы защиты от перегрузки по току вы- 
ходное напряжение уменыпается почти до нуля. 


Принципиальная схема стабилизатора напряжения 
с регулируемым выходным напряжением в широ- 
ких пределах (обеспечивает регулировку выходного 
напряжения от нуля до максимального значения, 


установленного для данных микросхем) 


В случае срабатывания системы тепловой за- 


‘щиты повторное включение стабилизатора воз- 


можно только после остывания микросхемы. 
Корпус типа 4116.8-2. Масса не более 3 г. 
Назначение выводов: 2— вход системы за- 
щиты; 4— вход сигнала обратной связи; б— 
цепь выключения; 8— общий вывод, электри- 
чески соединен с фланцем; 11, 1 7 Ворона 
13 —выход; 15— вход. 


4116. 8-2 


№142 Е ИЗ (А,Б), Г] 5) 
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Электрические параметры 
Выходное напряжение при Т= +25° С: 
при П0.,=25 В, [„,=10 мА для К!42ЕНЗА, 
К142ЕН4А ый 3... 30 В 
при О„,=40 В, Г[,„,=10мА для К142ЕНЗБ, 
К142ЕН4Б 


Дрейф напряжения (за сутки) при Ta” +40° К: 


не более: 
при U, =45 В, U, =30+AU В, Г. =10 мА 
для К142ЕНЗА, К142ЕНАА ................. 0,15% 
при U =40 B, Umx=30AU B, 1[,„,=10 мА 
для K142EH35, K142EH485 .......... Mena 0,15% 
Минимальное падение напряжения при T= 
=+25° C, не более: | 
при U„=19 B, ПО ,=16 В для К!142ЕНЗА, 
К142ЕН4А 
при ПО„=19В, 0П,„„,=15В для К142ЕНЗБ, 
ет i SARET ОРЛЕ E 4B 
Коэффициент. нестабильности по напряжению, 
не более: 


=12 B, U 


при май B; Ua = 30 Bı U ú= 
о ORA DEE AE, ‚. 0,05% /В 
при 0,„,=40 В, 0,„„=30В и 0,,=12,5 В, 
=10 мА для К142ЕНЗБ, 
К142ЕНАБ я 0,05% /В 
Т= +85 и —45° С: | 
при ПО„,=45 В, Ux =30AU B, Lu = 10 мА 
для К142ЕНЗА, К142ЕНАА ............... 0,1% /В 
при 0,,=40 В, 0:„=30+Л0В, 1„.=10 мА 
для К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ................ 0,1%/В 
Коэффициент нестабильности по току при U, = 


| ... 0,25% [А 

К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ .................... 0,33%/А 
Температурный коэффициент напряжения при 
0, =208В, ПО. =5+А0В, ТТ =ЮмА, T= 


485. . —45° С, не более: 
К142ЕНЗА, KISEH4A -ilek 0,01% /°C 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ..................... 0,02% /°C 


Ток потребления при T= +25° С, не более: 
при ПО,„,=45 В, Umx=30 B для KIAZEH3A, 
K142EH4A 
при U, =40 B, U„=30 B для K142EH3B, 
Винни ры 10 мА 


Примечание. ДИ определяется значением 
опорного напряжения микросхемы и парамет- 
рами делителя выходного напряжения. 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при Т,= —45... +85° С: 
К142ЕНЗА, К142ЕНАА ........................... 45 В 
K142EH35, K142EH48 .......... лы. 40 В 

Минимальное входное напряжение при T,= 

= —45... +85° C: 
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K142EH3A, .K142EH4A ............................ 9B 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ .......................... 9,5 В 
Выходной ток (с учетом тока делителя): 
при Т.=-—45... +85° С. | 


К142ЕНЗА, К142ЕНАА .................... нь. 1А 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ........................ 0,75 А 
при Т,= +100°С и 0,.<30 В: 
К142ЕНЗА, К142ЕН4А......................... 0,5 А 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ .......................... 0,4 А 

при Т,= +100° С и 0,,>30 В: 
К142ЕНЗА, К142ЕНАА ........................ 0,25 А 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАЬБ .......................... 0,2 А 


Рассеиваемая мощность: 
при Т,.=-—45... +85° С: 


Рима 6 Вт 
ее ВЕЛИ ИВ ИИ Ь 4 Вт 
при T,= +100° С 
ИЯ. КР АА ВОНИ 2,5 Вт 
о Е оны 1,5 ВТ 
Температура окружающей среды... —45° С... T,= 
= +100° C 


Примечания: 1. Допускается соединение с 
общим выводом аппаратуры «+» или «—» 
выходного напряжения микроскемы; при этом 
корпус микросхемы должен быть изолирован от 
общего вывода аппаратуры. 

2. При выборе делителя выходного напряже- 


_ния следует руководствоваться следующим: ми- 


нимальный ток делителя 1,5 мА; сопротивления 
ро RI и R2 выбираются из условия 

Оьых = И (К1+ Е2)/Е2, где И..=2,6 В— напря- 
жение нс связи на выводе 4. 

3. Разрешается производить монтаж микро- 
схем в аппаратуре 2 раза, демонтаж l раз. 

4. Разрешается эксплуатация микросхем при 
О, mn =8,5 В; при этом К,<0,15%/В. 

мкость входного конденсатора С, > 
>2,2 мкФ, а расстояние от конденсатора до 
микросхемы не более 70 мм. 

При эксплуатации микросхем с включенной 
внутренней защитой от перегрузок по току 
допускается не включать резистор А5; при этом 
О,,.<20 В и Т,< +100° С. Допускается также не 
включать резисторы RS и R7; при этом („< 
<15В и Г.<+100°С 

6. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 


ых ‚8 : 
При Зы +78 


0 T,= 70.. 20 нй РГУ Iy, MA 


Нагрузочные характеристики стабилизаторов 


Kr/Kg 


K142EN3 (4,5) | 
ЕВ 
К И 


Зависимость - относительной 
нестабильности по току от 
температуры корпуса 


Kr /Krtsora 


O 200 400 600 lyy,A 


Зависимость относительной 
нестабильности по току от 
тока нагрузки 


900 1000 1500 2000 КГ 


Зависимость . относительной 
нестабильности по току от. 
частоты 


U, 


И, 45 пд. пил» В 


K142EH3 (А,Б) 
K142EH4 (A, 5) 


40 


107$ 1073-101071: 1 МГ 


Частотная характеристика 
коэффициента сглаживания 
пульсаций стабилизаторов 


Зависимость минимального 
падения напряжения на ста- 
билизаторах от выходного 
тока. Заштрихована область 


_ 200 400 600 ° бк, MA 


Зависимость минимального 
падения напряжения на ста- 
билизаторах от выходного 
тока. Заштрихована область 


разброса значений парамет- 

ров для 95% микросхем. . 

Сплошной линией обозначе- 
на типовая зависимость 


разброса значений парамет- 

ров для 95% хем. 

Сплошной линией обозначе- 
на типовая зависимость 


а А 
НЫ, G SA 
>. 


S 
> 
JN 
= 
м 
> 
<^ 
5 
8 
g 


Зависимости рассеиваемой мощности от. темпе- 
ратуры корпуса 
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Схемы включения 


А142ЕИЗ(А, В) 
КЧ2ЕНУА, B) 


Типовая схема включения мик в К142ЕНЗ 
(А, B), К142ЕН4 (А, 


R1, R2— делитель выходного напряжения; =. — входной KOH- 

денсатор емкостью не менее 2,2 мкФ; С2— корректирующий 

конденсатор емкостью 0,01 мкФ; СЗ выхолвой конденсатор. 
емкостью не менее 0,68 мкФ 


Принципиальная схема стабилизатора напряже- 
-. HAA C E от внешнего сигнала: 
4 [кОм] рассчитывается из условия 
анк U suxa — ЕЗ (1 8 +5K,R3) _ 
EET ENT A TENTA NA 
R3(1+4K,R3) K, Uun — R3 (1 #2K, R3). 
ИК, КЗ (0,6 +0,7K, R3) : 


К, =0,1 кОм 1; K;=1 B~}; 0,9<0„„<45 В; потребляемый ток 
’от источника выключения 3 м 


<R4< 


Схема включения микросхем К142ЕНЗ (А, B) и 
К142ЕН4 (А. B) с использованием внутренней 
схемы защиты от. перегрузок по току: 


К4 > 5,4 кОм — ограничительный резистор регулировки тепло- 
вой защиты; 3 — ограничительный резистор регулировки 
ин защиты: 
M-— N—0,023 (U, 


- RB ‚ где M=1,25 B; N= ‚>: 288 


Fas S1251 


nop œS вых, тах 


R3 [Ом] = 
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| 4142 ЕДА, 6) 
KISENA, 5) 


Схема включения микросхем K142EH3 (A, B), 
K142EH4 (A, B) с использованием внутренней 
схемы тепловой защиты: 


КЗ — ограничительный резистор для регулирования пофога 
срабатывания тепловой защиты в диапазоне температур кор- 
(Е +65... + 100° С; 


1—0,42КТ./’ 


Схема включения микросхем K142EH3 (A, B) и 
K142EH4 (A, B) с дополнительным транзисто- 
ром для увеличения выходного тока 


Дополнительная литература 


К142ЕНЗ и 
№ 4—С. 61, № 5.— 


1. Игнатьев Ю. Микросхемы 
К142ЕН4//Радио.— 1986.— 
С. 59, 60, № 6.—С. 61. 

2. [7, с. 381—382 ]. 


К142ЕН5А, К142ЕН$Б, 
К142ЕНЗВ, К142ЕН$Г, 
КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б, 
КР142ЕНЗВ, КР142ЕНЗГ 


Микросхемы представляют собой стабилиза- 
торы напряжения с фиксированным выходным 
напряжением и защитой от перегрузок по току. 
Корпус микросхем К142ЕН5А — К142ЕН5Г TH- 
па 4116.4-2, КР142ЕН5А — КР142ЕН5Г \типа 
КТ-28-2. Микросхемы в металлокерамическом 
корпусе (4116.4-2) предназначены только для 
экспериментальных работ, в металлополимер- | 
ном (КТ-28-2)— для применения в серийной 
радиоаппаратуре. 

- Масса микросхем в корпусе 4116.4-2 не более 
3r, в корпусе КТ-28-2 не более 2,5г. 


4116. 4-2 


K 


ту 


"Е 


Назначение выводов: 2— выход; .8 — общий; 
17— вход. 


Электрические параметры _ 


Выходное напряжение при U =10В, u= 


=10 MA, Т=+25° С: > 


К142ЕН5А, КР142ЕНЗА .................... 5+0,1 В. 
К142ЕН5Б, КР142ЕН5Б ................... 6+0,12 В 
К142ЕН5В, КР142ЕНЗВ ................... 5+0,18 В 
К142ЕН5Г, КР142ЕНЗГ ................... 60,21 В 
Ток потребления при U„=15 В, Т=+25° С, 
НЕ ОО ранний 10 мА 
Дрейф напряжения (за 500 ч) при 0, =15 В, 
Гы, =0,5 А, Т,= +100°С, не более ......... 1,5% 


Коэффициент ‘нестабильности ‘по напряжению 
при U, =10 В, 1 „=10 мА, T= —45 С... +85° С, 
не более ................ еее иииитьииининиь. 0,05% /В 


Коэффициент нестабильности по току при Т= 
= +25° С, не более: 
при U„=8,3 В для. К142ЕН$А, К142ЕНЗВ, 


KP142EH5A; КР142ЕНЗВ\.................... 1%[А 
при U, =9,3 В для КР142ЕН5Б, K142EH5T, - 
КР142ЕН55, КРИЗЕНУТ..................:... 1%/[А, 


Температурный коэффициент напряжения при 


О. =10В, Г„.=10мА, Т=—45... +85° C, не 
более: 


К142ЕН°А, — К!42ЕН5Б, KP142EH5A, 
КР142ЕН5Б................... и 0,02%/° С 
K142EH5B, ` К!42ЕН5Г, — КР!142ЕНЗВ, 
КРЕНЫ дааа, 0,03%/ С 


Предельные эксплу атационные данные 


Входное напряжение se 
+ 100° Се Е СИЛЕ, 15 В 
Минимальное входное напряжение при T,= 


К142ЕН5А, — К142ЕН5В, — КР142ЕНЗА, 
КРАЗЕНОВ: оды она 7,5 В 
К142ЕН5Б, К142ЕНЪГ, КР142ЕН5$Б, 
КРЫЗВЫ jirani ieran В 
Выходной ток!: 
при T,=—45 и +100° C: 
К142ЕНЗА, К142ЕН5$Б, КР142ЕН5А, 
аа сев) Ноа ..2 А 
К142ЕНЗВ, КР142ЕН5Г, KP142EH5B, 
КР ее СХ 1,5 А 
при Т,=—20... +40° С: 
K142EH5A, К142ЕН5Б, KP142EH5A, 
ЗЕ ooe nne riais a 3A 
K142EH5B, K142EH5T, KP142EH5B, 
‚ КРМЕНОЕ sinia eira 2 A 
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Рассеиваемая мощность" (с теплоотводом): 


при T,= 45... +70” С.................4.4... №9 Вт. 
при T,= +100°С.................. В akan 5 Вт 
Температура окружающей 
нее, —4$5... +100°С 


среды 


1 При T,= +40...+100°C и +70...+100°С Гьых. пах и Ppac,max 
изменяются линейно. 


Примечания: 1. Разрешается производить 

монтаж микросхем 2 раза, демонтаж 1 раз. 
2. Допускается подача напряжения на выход 
микросхемы до 8 В при отсутствии напряжения 
i 


pac, тах › 97 


KIZEHS(A-T) | | 


2,0 |- без пе де 


-60 -20 20 60 101% f1 


Зависимость 
рассеиваемой мощности 
от температуры окружа- 

ющей среды 


(ых ’ В 


Sha A 0 1 


Выходные характеристики 
стабилизаторов ‘напряжения. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией обозначена типо- 

вая зависимость 
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102 10° 10% 10° 1081 


Частотные характеристики ко- 
эффициента сглаживания. 
штрихована область разброса 
значений параметров для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая 
зависимость 


KIENS (E Г) 2 


Выходные характеристики 
стабилизаторов напряжения. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией обозначена типо- 

‚ вая зависимость 


на входе. Допускается увеличение входного 
напряжения до 20 В при условии, что разность 


напряжений между входом и выходом микро- 
схемы находится: в пределах 2,5...10 B, а Р„.< 
< F pac, max’ 


3. Емкость входного конденсатора должна 
быть не менее 2,2 мкФ, а расстояние от 


конденсатора до микросхемы не более 70 мм. В 
этих условиях гарантируется отсутствие генера- 
ции на входе с амплитудой, превышающей 
Ui: max’ 


4. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 


Ky, A/B 


НИР M 
ZZA 
7 


Зависимость 
коэффициента пульсаций 
выходного напряжения 
от выходного тока. За- 
штрихована область раз- 
броса значений парамет- 
ров для 95% микросхем. 
Сплошной линией 
обозначена типовая зави- 
симость 


За- 


U bx, ти ‚ В 
| и -Г) 


2- iaa; A 0 1 2 


Ionix, А 


Зависимости минимального 
входного напряжения стабили- 
заторов напряжения от выход- 

ного тока 


Схемы включения 


К142ЕНУ(А-Г) 
KPISLENS(A-T) 
| 8 


Типовая схема включения микросхем К142ЕН5 
‘(А—Г) и KP142EH5 (А—Г) 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубов- 
ский, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. 
и доп.—М.: Радио и связь, 1984.—С. 381, 382. 


| К142ЕНбА, К142ЕНБбБ, | 
К142ЕН6В, К142ЕНБГ, К142ЕНБД, 
К142ЕНбЕ 


Микросхемы представляют собой двуполяр- 
ный стабилизатор напряжения с фиксирован- 
ным выходным напряжением. 


Ri 


К142 ЕНВ (A-E) 


KIENS (A-T) 


Схема включения микросхем К142ЕН5 (А— Г) 
и КР!142ЕН5 (А — Г) для повышения выходного 

i напряжения: 
R1=300 Ом; Е2=(0„-— Usur) R1/(U +181) 


Корпус типа 4116.8-2 [см. К142ЕНЗ (А, Б)]. 
Масса не более 3 г. | 

Назначение выводов: 2— регулировка; 4— 
выход (—); б—вход (—); $— общий; 11— кор- 
рекция (+); 13— выход (+); 15—вход (+); - 
]7— коррекция (—). 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при +0,.=20 В, +1„„= 
=5 МА, Т= + 25° С: 


К142ЕНбА, К142ЕН6Б................ +15+0,3 B 
К142ЕН6бВ, К142ЕН6Г................. +15+0,5 В 
К142ЕН6Д, К142ЕН6Е................... +15+18В 


Ток потребления по положительному и отрица- 
тельному выходу при 0,„,=30 В, Гы.=0, T,= 
a +25: А. Не’ GORCE irpreni 18 мА 


— 5 
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Дрейф напряжения (за 500 4) при +0,, = +30 В, 
+ =75 мА и +О0,,= +25 В, о МА, 
Т,=+85° С, не более ео A PPA AAE 1% 
Минимальное падение напряжения при T,= 


=+25° С, не более: 


на положительном входе при +U вх = 
ее ры: 1 аа Uia. min? | 
—U,„=-—20 B, +1. =5МА: 
K1 42EH6A, K142EH6b, К142ЕН6Д, 
а МЗ ко E N 2,5 В 
C KIREHOB, К142ЕНФГ,;........................... 2,7 B 


на отрицательном входе при +U,= +20 В, 


es z see к а Uik. min? + a = =5 МА: 
К142ЕН6А, К142ЕН6бБ, К142ЕН6Д, 
Oog PATEL, БАЖЕНОВО 3 B 
К142ЕН6бВ, KIM2EHOL.c.isisnissericitgosisnosh 3,2 B 


Коэффициент нестабильности по напряжению 
при +U,„=20 B, —U„=—20 B, +1, =5 MA, 


не более: | 

при Т=+25° С: 
DIADHA оне . 0,0015% /В 
К142ЕНбБ, К142ЕН6Д, 
а: p O АХ РИВА 0,005% /В 
а Е: АЕ Рае ОИ 0,0025% /В 
ое ри СОН 0,0075% /В 

при Т=—45 и +85° С: 
EPEHA о ЗОН 0,003% /В 
К142ЕНбБ, К142ЕНбД, 
ооо, VERE GENEE AEIR LEOA 0,01%/B 
OES L aL AOR ENE STENA ЧАНИГ 0,005% /В 
я i DEENA Ee E RA S, 0,015%/B 


Коэффициент нестабильности по току при 


+U„=20 B, —U„=—20 B, Imu =5 MA, T= 
= +25° C, не более: 
К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, 
ВР Ул 1 АЕ ре ЗЕЕ ЕВА СС ПО 0,2%/А 
ЕНЕНоВ. К142ЕНОГ........................ 0,3% /А 


Температурный коэффициент напряжения при 


+И„=20 В, —U„=—20 B, +1,,=5мА, T= 
= — 45... +85° С: 
К142ЕН6А, К142ЕН6бБ, К142ЕН6Д, 
K142EH6E, не. более...............учььнь. 0,01%/С 
типовое значение................ченененьнии 0,003%/С 
К142ЕНбВ, К142ЕН6ФГ, не более... 0,03%/С 
ТИПОВОе ЗНЧЕНИе............... „и еииииотьие 0,01%/С 
Коэффициент сглаживания пульсаций при 
+И„=20 B, —(0, ‚= —20 В, +1,..=5 мА, T= 
=+25° С, не менее... ИВ Поль T 30 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение на каждом входе при 
Т.=—45.:. +85° С: 


К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, 
В анк пааропороржовьеени 40 В 
K142EH6B, К142ЕНОГ......... НЕ СВУ: 30 В 


Напряжение между входами при Т,=—45... 
+85° С: 
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K142EH6A, K142EH6B, К142ЕН6Д, 
R EROE ана 60 B 
К142ЕН6бВ, К142ЕНбГ............................. 50 В 
Выходной ток на каждом выходе при T,= 
не д. НВ К лень 200 мА 
Рассеиваемая мощность': 
при Т,=—45... +70° С: 
К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, 
бе: АВЕ Жи ИИА 5 Вт 
К142ЕН6бВ, К142ЕНОГ............................. 4 Вт 
ПРИ оО дааа. 2,5 Вт 
Температура окружающей 
UT EE DARE SE TRE 9 EE E —45°С... T,= 
= +85° С 


1 При Т,= +70...+85°С P 


рас, тах 


изменяется линейно. 


Примечания: 1. При эксплуатации микро- 
схем допускается подключение нагрузки к одно- 
му любому каналу или к двум каналам 
одновременно. Общие шины источника вход- 
ного напряжения должны быть подключены к 
выводу 8. 

При подключении нагрузки только к поло- 
жительному каналу входное напряжение на 
Ом. канале должно быть |-И„|> 
>| -— Вы Uki вых, min 

При подключении нагрузки только к отрица- 
тельному каналу входное напряжение на положи- 
тельном канале должно быть уменьшено до 10 В. 

При подключении нагрузки одновременно к 
двум каналам допускается эксплуатация микро- 
схем как при несимметричном входном напря- 


‚ жении на каналах, так и при их несимметричной 


нагрузке выходным током; при этом макси- 
мальные значения входного напряжения, выход- 
ного тока и рассеиваемой мощности не должны 
превышать предельно допустимых, а О», min = 
г О, вых a Uii вых, 

sA Разрешается. производить монтаж микро- 
схем 2 раза, демонтаж | раз. 

3. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 


Кг, ДБ 


peo] ТТ 
praza | | ||| 


РЕНН | 
А ПИ 


ЩИ 


10? 10° 10ÎF fù 


Частотные характеристики НЫ сгла- 

живания пульсаций выходного напряжения по- 

ложительного плеча стабилизаторов. Заштрихо- 

вана область разброса значений параметров для 

95% микросхем. Сплошной линией обозначена 
типовая зависимость 


90 


40 


90. 
20 


Ker ? 4E 
522) ев 
` 
v, 


ОР т > ИНаЕИА-Е) 
нА 
S A 
Hehe ВЫ 2 
< 
BANARI RDI. Q 


10? 103 10° хщ w? 


Частотные характеристики коэффициента сгла- 

живания пульсаций выходного напряжения от- 

рицательного плеча стабилизаторов. Заштрихо- 

вана область разброса значений параметров для 

95% микросхем. Сплошной линией обозначена 
типовая зависимость 


АТ, %/А 


р 
=. 


ея Z4 
A 
И | 
Не 

BAA 
Ар 


00 
-60 -20 20 60 100°C 


Зависимости коэффициента стабилизации по 
току от температуры окружающей среды. За- 
штрихована область разброса значений napa- - 
метров для 95% микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая зависимость 


K 


O04 


Ат, %/А 


K142EH6 (A-E) 


apar mra 


0O 50 100 150 lyx, MA 


Зависимость коэффициента 
стабилизации по току от 
тока нагрузки для‘ положи- 
тельного канала. Заштрихо- 
вана область разброса значе- 
ний параметров для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
‚ ей обозначена типовая за- 
висимость 


Зависимости коэффициента стабилизации по 
току от температуры окружающей среды. За- 
штрихована область разброса значений пара- 
метров для 95% микросхем. Сплошной линией 


Kr, %/А 


ие 


08 капал 


O` 60 100 150 мА 


Зависимость коэффициента 
стабилизации по току от 
тока нагрузки для отрица- 
тельного канала. Заштрихо- 
вана'область разброса значе- 
ний параметров для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
ей обозначена типовая зави- 
симость 


обозначена типовая зависимость 


а: 8 


praean 


ő L 
0 s0 


100 150 Ityx, МА 


Зависимость минимального 
падения напряжения 
положительного плеча от 
выходного тока. Заштрихо- 


` вана область разброса значе-` 


ний параметров для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
ей ‘обозначена типовая за- 
BHCHMOCTb 
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д mini В Ung, min» В Unn, тп, 8 


ca K142ENE(B,T) E КИЗЕНЕ(В Г) 


и 


TA 
Ep778 
777 
JRA 
E АИ 


3 47 
O S0 100 150 lwm, "A O Я Ш 150 lyx, "A O SO Ш 150 lyy, "A 


Зависимость минимального па- Зависимость минимального Зависимость минимального 
дения напряжения положитель- падения напряжения отрица- падения напряжения отрица- 
ного плеча стабилизаторов от тельного плеча стабилизато- тельного плеча стабилизато- 
выходного тока. Заштрихована ров от выходного тока. За- ров от выходного тока. За- 
область разброса значений па- штрихована область разбро- штрихована область разбро- 
раметров для 95% микросхем. са значений параметров для са значений параметров для 
Сплошной линией обозначена 95% микросхем. Сплошной 95% микросхем. Сплошной 

типовая зависимость линией обозначена типовая линией обозначена типовая 

зависимость зависимость 


Схемы включения 


S| K142EH6(MA-E) 


Типовые схемы включения микросхем K142EH6 (A— E): 
a—Cl=C2=C5=C6=0,01...15 мкФ; C3=C4=0,01...0,1 мкФ; 6—С1, С2>1 мкФ; C5, Сб>2 мкФ; C3=C4=0,01...0,1 мкФ 


Принципиальные схемы регулируемых стабилизаторов напряжения. Диапазон рот 
+15... +25 В для К142ЕНб (А, b, Д, Е) и +15... +20В для К142ЕН6В, AEH: 
a—Cl=C2=C5=(6=0,01...15 мкФ; C3=C4=0,001 ...0,2 мкФ; 6-—С1= =C2>1 мкФ; C5=C6>2 мкФ; C3=C4=0,01...0,1 мкФ 
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K142Eh6 (A-E) 
JE 
Q 


Принципиальные схемы регулируемых стабилизаторов напряжения Ha микросхемах К142ЕНб 
(А— Е). Диапазон регулировки +5... +15 В: | | 
а— К > 6,8 кОм; б—В=2... 700 кОм 


Дополнительная литература 


е 


Аналоговые и цифровые интегральные MHK- 


росхемы: Справочное 
ский, Н. А. Барканов, 


пособие/С. В. Якубов- 


Л. И. Ниссельсон и др.; 


Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. 
и доп.—М.: Радио и связь, 1984.— 384 с. 


К142ЕН8А, 
К142ЕНЗВ, 
К142ЕНЗД, 
КР142ЕН8А, 
КР142ЕНЗВ, 
КР142ЕН8Д, 


К142ЕНЗБ, 
К142ЕНВГ, 
К142ЕНВЕ, 
КР142ЕНЗБ, 
КР142ЕНВГ, 
КР142ЕНЗЕ 


Микросхемы представляют собой стабилиза- 
торы напряжения с фиксированным выходным 
напряжением и.защитой от перегрузок по току. 


Корпус 


микросхем К142ЕН8А — К142ЕНЗЕ 


К142ЕНВ (A-E), КРАЗЕНВ(А-Е), КАЗЕНЯ(А-Е) 


НЫ Е 


при О„=20 В, Z 


типа 4116.4-2 [см. К142ЕН5  (А-—Г)}|, 
КР142ЕН8А — КР142ЕНЗЕ типа КТ-28-2 [см. 
КР142ЕН5 (А—Г)]. Микросхемы в металло- 
керамическом корпусе (4116.4-2) предназначены 
только для экспериментальных работ, в метал- 
лополимерном (КТ-28-2)— для применения в 
серийной аппаратуре. 

Масса микросхем в корпусе 4116.4-2 не более 
3r, в корпусе КТ-28-2 не более 2,5 г. 


Назначение выводов: 2— выход; 8 — общий; 
17 — вход. 


Электрические параметры 


_ Выходное напряжение при U =20 B, I= 
=10 MA, Т=+25° С: 
К142ЕН8А, КР142ЕН8А ................ 9+0,27 Е 
К142ЕН8Б, КР142ЕНЗБ ............... 12 +0,36 В 
K142EH8B, KP142BH8B ............... 15 + 0,45 B 
К142ЕН8Г, КР142ЕНЗГ ................. 9 +0,36 В 
К142ЕН8Д, КР142ЕНЗ8Д .............. 12+ 0,48 В 
К142ЕН8Е, КР142ЕНЕЁЕ ................. 15+ 0,6 В 
Ток потребления при О. =35 В - для 


К142ЕН8 А —К142ЕН8В и О0,,=30В для 
К142ЕН8Г — К142ЕН8Е, 
ет ВЯ Кю НЧ ИТ ит 10 мА 
Дрейф напряжения (за 500ч) при Iu =0,5 А, 
T,= +100° С, не более: 


при ‚ U, = 18,6 В для 'К142ЕН8А, 
КР ЕНАА. ii iinis ariar Вы Ва 1% 
при О,‚=21,6 В длЯ К142ЕНЗБ, 
КРЕМЕНЬ: оный 1% 
при U= 24,5 В длЯ K142EH8B, 
KPRI ri aO A 1% 
при U= 18,6 В для К142ЕНЗ8Г, 
КРНОЕНЯЕ ад роиченр ен 1,5%. 
при _ 0,,=21,6 В длЯ К142ЕН8Д, 
КРАЗЕИЗД ие. а AET аи 1,5% 
‚ при 0.,=24,5 В для К142ЕН8Е, 
КРЫЛЕ арен ыы 1,5% 


Коэффициент нестабильности по напряжению 
вых = 10`МА, не более: 
при T= +25...85° С: 


К142ЕН8 А — К142ЕНЗВ, КР142ЕН8А — 
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` 


КР142ЕН8В ......... нь Е Е 0,05% /В 
К142ЕН8Г —К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г — 


о А а реа ЭВА 0,1% /В 

_ при Т= —45° С: is 
K142EH8A — K142EH8B, KP142EH8A — 

oe atada SAn E] А A Se EN EE aT 0,1%/B 
К142ЕН8Г — K142EH8E, КР142ЕН8Г — 

SATAA i РО NDI oA E OR E и 0,2% /В 


Минимальное падение напряжения при U= 
=U „= +2,5 В, T= +25° С, не более .......; 2,5 В 
Температурный коэффициент напряжения при 


О. =208В, 1..=10мА;' Т= —45...85° С, не 
более: ^ 
К142ЕНЗ8А — K142EH8B, КР142ЕНЗА — 
о ар ви РОН 0,02% /°С 
К142ЕН8Г — К142ЕНЗ8Е, КР142ЕН8Г — 
НЕ Е 0,03% /°C 


Коэффициент сглаживания пульсаций при („= 
=20 B, 1.,,.=10мА, Т=+25°С, не ме- 
о PEU AR и ева ОЗОНЕ A E РОИА 30 дБ 
Коэффициент нестабильности по току при 
Т= +25° С, не более: 
при U, =12 В для К142ЕН8А, 


КРЫЗЕНАА. ............... Ни РИА 0,67% [ГА 
при И„„=15 В для К142ЕН8Б, ` 
ВЕН ен пи 0,67% /А 
при ПО,,=18 В для K142EH8B, 

В а ENEE E NET 0,67% [А 
при 0, = 12 В для К142ЕНЗ8Г, 
ЕЕ арены 1,5%/А 
при ПО,,=15 В для К142ЕН8Д, 
ааа арк свинья ИИ 1,5%/А 
при О„„=18 В для К142ЕН8Е, 
ВЕ, EIS AAEE TA 1,5% [А 
Вых / Вых, ном (ых / U бых, ном 


А142ЕНВ(А-Е) КРАЗЕНВАЗЕ 


[инете KA 
7= 25°© АМ 
РА 


и 


15 А 0 


Выходные характеристики мик- 
росхем. Заштрихована область 
разброса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая за- 
BHCHMOCTb | 
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KIL2EHB (A-E), K142EH9(A-E 
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Выходные характеристики MHK- 
росхем. Заштрихована область 
разброса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая за- 
BHCHMOCTb 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при T,= —45...100° С: 
К142ЕН8А — K142EH8B, КР142ЕН8А — 


РЕНО Уклонение». 35 В 
К142ЕН8Г — К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г — 
КРУАЗЕНЕЕ. ина, 30 В 


Выходной ток: 
при Т,=-—25...+ 70° С: 


К142ЕН8А — K142EH8B ....................1... 1,5 А 
К142ЕН8Г —К142ЕНЕ8Е ..........,.. +... льнььь. 1А 
при Т.= —45 и +100°С ......... р нЬЙе 0,5 А 

Рассеиваемая мощность': 
При AA E doa o E i aE ESPN OPE E E E V 8 BT 
ПО E AE E A Lil a DAVNE OAAS TAPA A 5 Вт 
Температура окружающей среды . —45° С...Т, = 
= +100° С 


' При T,= +70... + 100° С P ac. шах изменяется линейно. 


Примечания: 1. В. качестве вывода «Об- 
щий» рекомендуется использовать (наряду с вы- 
водом 8) корпус микросхемы. 

2. Допускается подача напряжения на выход 
микросхемы до 15 В при отсутствии напряже- 
ния на входе. | 

3. Разрешается производить монтаж микро- 
схем 2 раза, демонтаж 1 раз. | 

4. Емкость входного конденсатора должна 
быть не менее 0,33 мкФ, а расстояние от 
конденсатора до микросхемы не более 50- MM. 
При этом гарантируется отсутствие генерации 
на входе с амплитудой, превышающей U 


вх, тах * 


U вых j (ых, ном 
` |АЧОЕНВЦА-Е) НИЗЕНЯ НЕ) 


ETZAN 
PAT 


2 


р. 


Al 
Al 


kE 
WAN 
BE M iA 


‘Выходные характеристики мик- 
росхем. Заштрихована область 
разброса ‘значений параметров 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая за- 
BHCHMOCTb 


102 10° 10° 10° 1087 
Частотные характеристики коэффициента сгла- 
живания пульсаций выходного напряжения. 
Заштрихована область разброса значений пара- 
метров для 95% микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая зависимость 


1 j 


Схема включения 


_ К/42ЕИВ (4-Е) 
KP142EH6(A-E) 
K142EH9 (A-E) 


Типовая схема включения микросхем 
К142ЕН8, КР142ЕН8, K142EH9 
(С1>0,33 мкФ, С2=1 мкФ) 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие/С. В. Якубов- 
ский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского — 2-е изд.; перераб. 
и доп.—М.: Радио и связь, 1984.— 384 с. 


К142ЕН9А, К142ЕНУБ, 
K142EH9B, К142ЕНОГ, 
К142ЕН9Д, К142ЕНЭЕ 


Микросхемы представляют собой стабили- 
заторы напряжения с фиксированным выход- 
ным напряжением. Принципиальная схема со- 
ответствует приборам К142ЕНЗА — К142ЕН&8Е. 

Корпус типа 4116.4-2 [см.К142ЕН5 (А—Г)]. 
Масса не более 3 г. 

Назначение выводов: 2— выход; 8 — общий; 
]7— вход. 


Электрические параметры 


0. =35 В ДлЯ 
О. =30В для 


Выходное напряжение при 
К142ЕНЭА — K142EH9B и 


К142ЕНЭГ —К142ЕНЭЕ, La =10 MA, . T= 


=+25°.С: Сы 
КЫРЕНЭА innnan о ЗВ 
КЫРЕНУБ уныние 24 +0,48 В 
СНОВ рая 27 +0,54 В 
У А pipina 20+0,6 В 
KIREHII иль. СО .. 24+0,72 В 
KIERS E цена ео e 27 +0,81 B 
Tok потребления при О. =40В mia 


K142EH9A —K142EH9B и U„=35B для. 


_ К142ЕН9ЭГ —K142EH9E, Iu=0, T= +25° C, в | 


более: | и. 
К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ ....................... 1 мА 
K142EH9T —К142ЕНЭЕ ............ 4... 1,5 мА 


Дрейф напряжения (за 500 4) при U, =40 В для 
К142ЕНЭА — К142ЕН9В и U„=35B для 
К142ЕН9Г—К142ЕНЭЕ, Т,=100° С, не более: 
_ K142EH9A — K142EH9B .........................ь. 1% 

К142ЕН9Г — K142EH9E .............. „лини, 1,5% 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при U „=35 В для K142EH9A — К142ЕНЭВ и 
О, =30 В для К142ЕН9Г— К142ЕНЭЕ, Бы = 
== "10 мА, не более: 

npu ТГ=-25...+85°С:. 


К142ЕН9А—К142ЕНЭВ ......... ........ 0,05% ГВ 


К142ЕНЭГ —К142ЕН9Е ....................: 01% 18. 
при Т=-—45° С: 

К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ .................... 0,1%/B _ 

К142ЕНЭГ —К142ЕНУЕ ................ ..... 0,2% ГВ 


Минимальное падение напряжения при U= 
=О = +2,5 В, Т=+25° С; не более .... 2,5 В 


‚Температурный коэффициент напряжения при’ 


0„„=35 В для К142ЕН9А —К142ЕНЭВ и U„= 


=30В для К!142ЕНЭГ—К142ЕНЭЕ, T= 
—45...+85° С, не более: 
К142ЕНЭА — К142ЕНУЭВ .................. 0,02% /°С 
К142ЕН9ЭГ — К142ЕНУЕ .................. 0,03%/2С 
Коэффициент сглаживания пульсаций при 


О,.=35 В для К142ЕНЭА —К142ЕНЭВ и U= 
=30В для К!42ЕН9Г—К142ЕНЭЕ, I= | 
=10 MA, Т=+25°С, не менее ............... 30 дБ 
Коэффициент нестабильности по току при 
О,,=23 В для К142ЕНЭА, K142EH9T, 0,„,=27 В 
для К142ЕНУБ, К142ЕН9Д и 0, =30В для 
К142ЕНЭВ, K142EH9E, Т=+25° С, не более: 

К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ ............. ...... 067%[А 

К142ЕНЭГ —К142ЕН9Е...................... 1,5% [А 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при T,= L45... +100° C: 


K142EH9A — K142EH9B .....................нььь. 40 B 
К142ЕНЭГ — а И S T A 35 B 
Выходной ток'!: _ 
при T,= —20.. .+70° С: 
К142ЕН9ЭА — К142ЕНУВ.... Додьдыли. 15 А 
К142ЕНЭГ — НВ: а щь ТА 


CEPR 1. = —45` С uuair E RER 0,5 A 


ПРЕ 2 FIE E aR hrii iari 0,5 A 
Рассеиваемая мощность!: 

№, = -—45...-- 70° С... диана 6 Вт 

а ана 3 Вт 

При Т,= +70...+100° С Inus, ma И Рис, вах ИЗМеняются 


линейно. 


Примечания: 1. В качестве вывода «Об- 
щий» рекомендуется использовать (наряду с 
выводом 8) корпус микросхемы. 

2. Допускается подача напряжения на выход 
‘микросхемы до 27 В при отсутствии напряже- 
ния на входе. | | 

3. Разрешается производить монтаж микро- 
схем 2 раза, демонтаж 1 раз. 

4. Емкость входного конденсатора должна 
быть не менее 0,33 мкФ, а расстояние от 
конденсатора до микросхемы не более 50 мм. 
При этом гарантируется отсутствие генерации 
на входе с амплитудой Ux, max- 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 

хемы: Справочное понес. В. Якубов- 
ский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского — 2-е изд., их 
и доп.—М.: Радио H связь, 1984.— 384 с 


К142ЕП1А, К142ЕПТБ 


Микросхемы представляют собой устройст- 
ва управления импульсными `стабилизаторами 
напряжения. 

Корпус типа 402.16-7 [см. К142ЕН1 (А—Г)]. 
Масса не более 1,4 г. 


Назначение выводов: 1 — база VTI; 2—кол- 
лектор VT2; 3— коллектор ГТЗ; 4— база ГТЗ; 
5— питание (+U); б—эмиттер VTI; 7— 
база VTI; 8— общий; 9— опорное напряжение; 


ога МЕРИ, В) 

и 
RI № : 
40K > 
7с > mE gi 
= RA W 
-dezl r? 
ИХ 

RI Е | т 

Y2 7 

8 91$ 


10— питание (+0,2); 11—выход порогового 
устройства; n- — входы управления; 14, 
15 — входы синхронизации; 16 — эмиттер ИТ2. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


ан оби AEN E ET S $ -7 B 
Ток закрытой микросхемы при Un 1 =40 B, 
Uom =40 B, не более: 

пря Tat, A arerivmeriiscisssvedash 100 мкА 

ПО ЕВ аи 200 мкА 


Ток потребления узла опорного напряжения при 

О! =40 В, T= +25° С, не более: 
`К142Е А ВИ И есь 2 мА 
KIIBID древа ЗмА 

Ток потребления узла порогового устройства 


при U,„ı=40 В, f=50 Гц, T= +25° С, не более: 
ол. САИ, р ООД АЕ RT A 9 мА 
ВН ин Aa 12 мА 
Опорное напряжение при U „ı =40 В, Uson =40 В, 
Т= +25° С: 
а ьв aiii okii aAa, 1,7 ... 2,2 B 
КАВЕЛЬ дали, 1,65 ... 2,3 В 


Напряжение гистерезиса при Ui =40 В, Uron = 


=40 В, [„,=50мА, Т=+25° С, не более: 
тя ЗЕЕ, CER EEN У к НИ 5 MB 
КО лен TEE ER e 6 MB 
Остаточное напряжение при Up =40 В, не 
более: 
при T= +25° С, [,=200 мА: 
т. св, ЕСА КОНЕ 1,8 В 
ЕЕ НА ИАС 1,9 В 
при Т=-—45° С, Ix =200 МА: 
НЕ неочень 2,2 В 
КН анны 2,3 В 
при T= +85° С, la МА: 
речи SBEAN ДИР 1,8 В 
I AE TEE ани нае TN TY 2 B 


Температурный коэффициент опорного напря- 
жения при U,ı=40 В, не более ....... 0,05% /°С 
Коэффициент нестабильности опорного напря- 
жения по напряжению питания при U, =40 В, 
U aa =40:В, ие более: ыыы, 0,03% /В 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при работе в режимё широтно-импульсной 
модуляции: 
при T= +25° С: 


О,.=208В, О„.=58, АО, =+5В; = 

== (),5 "А IRIRE PANNE ЕИЬ  TEF SNS AA 0,02...0,29%/B 

О„,=40.В, Ux=30 B, AU„=ż+Ł5B, [= 

mS AO rrira "o, 001.. .0,03%/В 
при Т=—45° С: 

0..=20 В, 0П„.=12В, AU =+58В, L= 

=0,2 "A а EEE OE A E P S 0,01...0,02%/B 


при T= +85° C: 


0, -=20 В, и В,. АО. =#58В; = 
0,2. Ал. не’более iirinn daoseere sree issn 0, 03%/B 
Коэффициент нестабильности по току при рабо- 
те в режиме широтно-импульсной модуляции: 


при Т=+25° С: 
0. =20 Bi UL =S 7 =05А, AL = 
+0,5 La aar ohia SDE 0,002...0,016%/A 
U =408В, U= 30.B, Г=0,5.А,... A= 
ARE EIE S EE E ON EST POR 0,001...0,003%/A 

при T= —45° С: 
U =208, ПО =128, 1.=02А, . М = 


А E E 0,05...0,09%/A 


(,:=208, U aR В, LARA Al 
05 Li ai aipa У 0,08...0,14%/A 
Длительность фронта импульса выходного тока 
пр 0. =40В, Imn =50 MA, /=100 кГц, 
Т==--25°. С; ве более о enaA 0,2 мкс 
Длительность среза импульса выходного тока 


при 0, =40 B, Т,„,=50мА, f=100 кГц, 
Те 25 C. ие бое... пене 0,2 мкс 
Предельные эксплуатационные данные 

Входное коммутируемое напряжение ....... 40 В 
Напряжение питания: 

узла опорного напряжения ............. 10...40 В 

узла порогового устройства ................ 5...7 В 
Амплитуда импульсов синхронизирующего на- 
ПРЯЖОНИЯ кинь икон EE E A S 2...4 B 
Выходной ТОК. дельные 200 мА 


Рассеиваемая мощность!: 
‘при р=6,7 10*—3.10? Н/м?: 
при Т= —45.:255° С ди AOE D SAE 0,8 Вт 


(ых , B 


11% 2h MA 


). Rev 


Выходные характеристики 
стабилизатора напряжения 
на микросхемах К142ЕП] 
(А, Б) при температуре окру- 
жающей среды +85° С. 3a- 
штрихована область разбро- 
са ‘значений параметров для 
95% микросхем. 


-60 -20 20 50 


Зависимость коэффициента 
нестабильности опорного 
напряжения от температуры 
окружающей среды. 
хована область разброса 
значений параметров для 
95% микросхем... 


Mm Fais O oraaa ...... 0,55 Вт 
при p=6,7:10? H/m? ao 'Т=-—45...4+ 
О N 0,2 Br 

Частота коммутации .............. 1... лени 100 кГц 


Температура окружающей среды —45...+85° С 


' При Т= +55...+85°С Ри, max Изменяется линейно. 


Примечания: 1. Не допускается контакт 
корпуса микросхемы ‘с’ токопроводящими и за- 
земленными элементами аппаратуры. | 

2. Разрешается производить монтаж микро- 
схемы 2 раза, демонтаж 1 раз. 

3. Не допускается отсутствие напряжения на | 
выводе 5 при поданном напряжении питания 
порогового устройства и соединительных выво- 
дах 6 и 10; при этом напряжение на’ выводе 
5 должно быть равно или больше напряжения 
на выводе 70, но не выше 40 В. 

4. Запрещается подведение каких-либо элект- 
рических сигналов и в том числе шин «Пита- 
ние», «Общий» к незадействованным выводам 
корпуса. микросхемы: 

5. Ток внешнего резистивного делителя не 
менее 1,5 мА. ыы 

6. Входное управляющее напряжение, при- 
кладываемое между выводами [2—8 или 13— 
8 микросхемы, не должно превышать 2,8 В. | 

7. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 


100 1°б 0 10. 20 30 408,8 
Зависимость необходимого. 
сопротивления резистора RI 
от входного занрижения. 
штри- 


49. 


быка быки) 
| |KIZENI(A,5) 


O 10 20 30 904,8 


Зависимость выходного Ha- 
пряжения на выводе Ó MHK- 
‚ росхем К142ЕП1 (A, B) от 
входного при, ПО,„‚=40 B 
и Т= +45° С. Заштрихована 
область  разброса значений 
параметров для 95% мик- 
росхем 


Мых(6) / бых (0) 
1 


РУ 296-47 


Лых (5) / вых (408) 


U вых (6) / (Лых (0) 


0 0 20 9 404,8 


Зависимость выходного на- 
пряжения на выводе б мик- 
росхем К142ЕН1 (А, B) от 
входного при Upu =40 B 
и T= +85° С. Заштрихована 
область разброса значений 
параметров для 95% мик- 
росхем 


7.4 ВЕ 


Зависимость напряжения на 
выводе 6 микросхем 
К142ЕП1 (А, B) от тока Ha- 
грузки Pa (ры. =0 H 
T= +85° С. Заштрихована + 
область разброса значений 
параметров для 95% мик- 
росхем 


Зависимость напряжения на выводе 6 микро- 


схем К142ЕП1 
Dai 


схем 
*—- 


м 


— 


(A,B) от тока нагрузки при 
=0 и Т= —45° С. Заштрихована область 
‘разброса значений параметров для 95% микро-_ 


УТ? КТ90З 


Rò 300 
Gh 


100-1000 (33K 


не] 


— 


< © м+м — 
КЗЕДИА-Б) 


Схема включения микросхем К142ЕП] (А, B) в 
состав стабилизатора напряжения, работающе- 
го в режиме широтно-импульсной модуляции с 

внешней синхронизацией 


Схема включения микросхем К142ЕП1] (А, B) в 
состав устройств защиты для контроля напря- 
жения по верхнему и нижнему предельным 


значениям: 


_ 81240 кОм при 0, >20 В; при U, <20В 
‚резистор не включается; Р— реле постоянного 


тока 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие/С. В. Якубов- 
ский, Н.А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., рае 
H доп.— М.: Радио и связь, 1984.—с. 384, 385. 


2.3. Микросхемы серий К143 и КР143 


K143KT1, КР14ЗКТ1 


‚ Микросхемы представляют собой аналого- 

вые : переключатели. Выполнены на основе 
МОП-транзисторов. Микросхемы КР14ЗКТ1 
предназначены для применения в серийной 
аппаратуре, К143КТ1 — только для эксперимен- 
тальных работ. 

"Корпус KP143KT1. типа 201.14-1, K143KT1 
типа .401.14-4. Масса микросхемы | ‚в корпусе 
201.14-1’не более 1,1] г, в корпусе `401.14-4 
Hé более 0,4 г. 
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‚ Назначение выводов:`2 — выход 2; 4— вход 2; 
5 — вход. 1; 7— корпус; 8 — выход 1; '9— питание | 
(+ Unz); 10— подложка; 11—1-й вход управ- 


ляющий; 12— 2-й вход управляющий; 14— 
питание’ (— U). 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 
НН ВНЕ Е — 21,6 В 
Uor неа оне +5 В 
Ток потребления от источника U,„ı в закрытом 
состоянии при U =-—26,4В, 0. =5,5 В, 
Ох упр = 0,45 В, = $,5 В: 
пра TE +85 Сиенна 1,2...4,5 мА 
при Т=—45”С aaasta ioiai 1,2... 6,5 мА 


Ток потребления от источника U nı В ОТКрытом 
состоянии при Un e — 26,4 B, Ол? =5,5 В, Unon = 


= 5,5 В: 
при EET i l SE S E 0,3...2 MA 
при -Fe С 0,3...3 мА 


a 
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Ток потребления от источника Uz в закрытом 


состоянии при И. =-—26,4В, 0.,=5,5 В, 

(р =0,45 В, Una = 5,5: В: 
НИИ ad] 0,3...2 мА 
при. T= -=45° Сода. 0,3...3 мА 


Ток потребления от источника U, в открытом 
состоянии при U; = —26,4 В, U,2=5,5 В, О = 
=5,5 В: | 

В РОС ен нь, 0,3... 

При, Т=—45 A O NE E 0,3...3 мА 
Управляющее напряжение высокого уровня при 
[„ь=0, Ua =—21,6 В, 0..=5,5 В, О =5,5 В, 
Т=+25... +85°С,. не более ...... лы 5,5 В 
Управляющее напряжение высокого уровня при 
[,..ь < 100 мкА, U„ı = 26,4 В, U 2=4,5 В, О. = 
=4,5 В, T= +25... +85°С, не менее ....... 2,6 В 
Амплитуда помехи при ПИ! =—26,4 В, U= 


=5,5 В, Us км=0, Ид=5,5 В, T= +85° С, не 
ВВ анна +1 B 
Ток утечки аналогового входа при U= 


= — 26,4 В, U2 =5,5 В, Ч. =0,75 В, U sx, ком = 


упр 


=—5 В, Usuxxom = 5 В, Ошд=6,6 В, не более: 
ПО = 2 С... В ие Haue 50 нА 
ПИ ВК, ен 500 нА 


Ток утечки аналогового выхода при 
=—26,4 В, И. ,=5,5 В, И. „=2,6 В, U 


вх, ком _ 


Un EN 


=5 B, Оьых км=5 В, 566 В, не более: 
Аи 50 нА. 
При Ты ВА, 500 нА 


при Т=-—45° С, не более ...................... ЗмА 
Время выключения при И! =—21,6 В, ПО. = 
=4,5 В, Us.xom = — 5 B, О.=4,5 В, не более: 


ом. м ООО Я 3 мкс 


100 7, °С -60 
Зависимость тока утечки Bbl- 
хода от температуры окру- 

жающей среды 


-60 -20 20 60 


-20 20 60 


Зависимость входного тока 
управления микросхем от 
температуры окружающей 


Время включения. при г —21,6 В, О„.= 


=4,5 В, О„м=-—5 В, О=4,5 В, не более: 
а м ОНА 2,5 мкс 
ПРИ. E Beon i Синь 2 Mke 
Длительность помехи при U „= — 26,4 B, U= 
= 5,5 B, U sx, xom = 0, Unoa = 5,5 B, T= —45... +85° C, 
В ОО лено A AN N 1,5 мкс _ 
Сопротивление в открытом состоянии при 
U„ı = —21,6 В, U,„2=4,5 B, U sx, ynp = 2:6 В, 
Ох. ком = —5 B, Lon = | МА, Unoa = 6,6 B, не более: 
при Т=-45..; +25° Oihan, . 150 Ом 
При 1= a E DEPOA HIRTEN EE NA 200 Om 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 

ОЕ В ааа нома 5,5 В 
ОТрИНАТСЛЬНОв еде ia —26,4 В 

Положительное напряжение на подложке 6,6 В 

Напряжение между входом и выходом в закры- 


ТОМ. СОСТОЯ. ео даььнье 10 B 
Напряжение между входом, выходом и под- 
ЛОЖКОЙ. iranat hiiest ИАН 10 B 
Постоянный коммутируемый ток .......... 10 мА 
Импульсный коммутируемый ток при {< 30 мс, 
Ро нк A МВТ орел тениня 50 мА 
Частота переключения ........................... 250 кГц 


Мощность, рассеиваемая одним ключом 15 мВт 
Температура окружающей среды —4$... +85° С 


Примечания: 1. Допустимое ° значение 
статического потенциала 30 В. 
2. При распайке, лакировке, измерениях все 


‘металлическое оборудование, а также инстру- 


менты должны быть заземлены. 

3. При ремонте аппаратуры замену микро- 
схем необходимо производить только при от- 
ключенных источниках питания. 


KIGIRTI, KPIIKTI 


100 1, °С -60 -20 20: 60 1001,55 


Зависимость сопротивления 
канала открытого ключа 
микросхем от температуры 


среды окружающей среды 
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a Aa AE E.. i 


Зависимость тока утечки входа от температуры 
окружающей среды 


7100 7,°6 


Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы: Справочник 
Б. В. Тарабрин, Л. Ф. Лунин, Ю. Н. Смирнов и 
др.; Под ред. B. В. Тарабрина.—М.: Радио и 
связь, 1984.— 528 с. 

2:^[7, с. 371—372 |. 


2.4. Микросхемы серии К157 


Микросхемы серии К157 предназначены для 
применения в стереофонической аппаратуре 
магнитной записи первого и второго классов со 
сквозным‘ или универсальным каналом записи- 
воспроизведения. Выполнены по планарно-эпи- 
таксиальной технологии с разделением эле- 
ментов p-n переходом. Конструктивно оформле- 
ны в пластмассовых корпусах с двухрядным 
расположением жестких выводов. 

В состав серии входят: 

К157ДА1 — двухканальный двухполупериод- 
ный выпрямитель среднего значения сигналов; 

К157УД1 — операционный усилитель сред- 
ней мощности; 

К157УД2 — двухканальный 

силитель; 

К157УЛТА, К157УЛ1Б — двухканальные 
предварительные усилители воспроизведения; 

К157УНПА, К157УН1Б — трехкаскадные 
предварительные усилители низкой частоты; 

К157УТТА, К157УП1Б — двухканальные MH- 
крофонные усилители и двухканальные предва- 
рительные усилители записи; 

К157УП2А, К157УП2Б — двухканальные 
‘микрофонные усилители и двухканальные пред- 
варительные усилители записи; 

К157ХАПА, К157ХА1Б — универсальные Bbl- 
сокочастотные усилители-преобразователи; 

К157ХА2 — усилитель промежуточной часто- 
ты с АРУ и амплитудным детектором; 

К157ХП1 — двухканальное пороговое уст- 
ройство управления приборами индикации пи- 


операционный 


КовВыЫХ уровней записи C выпрямителем для. 


системы АРУЗ; и 


К157ХП2 — стабилизатор напряжения с элек- 
тронным управлением и элементы генератора 
токов стирания и подмагничивания; 

К157ХИЗ — адаптивный противошумный 
процессор, действующий по принципу динами- 
ческой фильтрации. _ 


`К157ДА1 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
ный двухполупериодный выпрямитель среднего 
значения сигналов для управления приборами _ 
индикации средних уровней записываемого сиг- 
нала в стереофонических магнитофонах. Может. 
быть использована в различных устройствах в 
качестве преобразователя напряжения в полосе 
рабочих частот до 100 кГц. Выходные напряже- 
ния на нагрузке каждого канала микросхемы 
имеют положительную полярность. Уровни вы- 


° ходных напряжений соответствуют с высокой 


степенью точности средним выпрямленным зна- 
чениям входных сигналов в диапазоне входных 
напряжений не менее 50 дБ. 

орпус типа. 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 
Функциональный состав: I— буферный усили- 
тель; ПП — преобразователь двухполярного CHT- 
нала; 1//—стабилизатор рабочих режимов 


20.141. 


07 


dona Ключа 
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KISTLAT 


z ы 
e Е) [и [| 
"Я. 


aiia 


fa m 


a NQ «< 
с aa e ARG с U = 


_ Назначение выводов: [— обратная связь, пер- 
вый канал; 2— вход буферного усилителя пер- 
вого канала; 3— вход сигнала обратной связи 
первого канала; 4— питание (— U); 5— вход 
_ сигнала обратной связи второго канала; б— 
вход буферного усилителя второго канала; 
7— обратная связь, второй канал; 8— выход 
делителя обратной связи второго канала; 9— 
вывод детектора второго канала; 10— выход 
второго канала; 1/— питание (+U), 12— Bhi- 
ход первого канала; 13 — вывод детектора nep- 
вого канала; 14— выход делителя обратной 


‚’ связи первого канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания......... +15 В 
Ток потребления в отсутствие сигнала (по двум 
каналам) при И:= +15 В, Т=+25° С, не 6o- 
ИИ А а ИИ СНЕ 1,6 мА 
Коэффициент усиления напряжения при U, = 


= +3 В... +15 В, U= +100 мВ, 0, =0,7... 
ПЕЙ Вх о и ИН Pai 
Выходное напряжение при U,=+15 B, ПО = 
= +1500 мВ, Т=+25° С, не менее ............ 9B 
Выходное напряжение покоя npu U, „= +15 B, 
U *0; Т= +25° Cone t6oiee оо 50'мВ 
Входной ток каждого канала при U, = +15 В, 
ПИ А. M бо ее. 200 нА 


Выходной ток каждого канала при („= +15 В, 
U= +500 мВ, T= +25° С, не менее 2,5...6 мА 
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10. 


Верхняя граничная частота при И = 15 В, 
U =1В, ‘О =4;5...108, Т=+25> Ç; ве 
с И AD ИАА IA PAE ИЕ 100 кГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...................... +3... +18 В 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ-` 
ность при T= —25... +25° С, не более 500 мВт 
Температура окружающей среды —25... {70° С 


Схемы включения 


CI,C4-10,0x 15B 
r R3 05,06-100,0x158 
и] 10K 


Принципиальные схемы индикаторов уровня 
записи для ст ереофонического магнитофона: 


а—с двухполярным питанием [10]; б6—с однополярным пита- 
нием [9] [С3, С4— 10,0х15 В, C5, C6— 100, 0х15 В, P1, 
Р2 — М4761) 


Дополнительная литература 


1. Андрианов B., Апреленко T., Курганский В. 
Интегральные микросхемы для аппаратуры 
магнитной записи // Радио.— 1981.—№ 5, 6.— 
С. 73—76. д 

2. Лукьянов Д. Измерители уровня сигнала 
3 ИС  K1570A1 //Радио.— 1985.— № 12.— 

. 31—33. | 


Вход ЛК 


Принципиальная схема индикатора уровня записи стереофонического магнитофона с газоразряд- 
’ ным индикатором [9] 


Вход ПК 


R2 Г 
22E 


Bxod ЛК 


DAI KIISTAA 
DA2-DA4 K157442 


K ломпараторам 
левого ranana 


(3-06 22n? 


R20 100 +(15..22)8 
RN p 


VD1-VDE КД! 
VD7; V08 NOIE- 
VD9-VD14 ANIO? 


VDS (18 А 


> ESS 


A fa ma 


y 
N VDE =E R21 100 -(15...22)B 
27 БЕ 


Принципиальная схема’ индикатора уровня записи стереофонического магнитофона с полупровод- 
никовым индикатором | 


К157УД1 


Микросхема представляет собой универсаль- 
ный операционный усилитель средней мощно- 
сти с максимальным выходным током до 


300 мА. Предназначена для применения в amma- - 


ратуре магнитной записи и воспроизведения 
звука. Микросхема имеет ограничители пико- 
вых значений выходного тока, предотвращаю- 
щие выход усилителя из строя при переходных 
процессах или кратковременных замыканиях на 
выходе. 

Корпус типа 201.9-1. Масса не более 1,5 г. 


ыы 


Зона ключа 


#95 - 


Назначение выводов: 1, 4, 5— коррекция; 
2— питание (— U); 3 — подложка-теплоотвод; 


б—выход усилителя; 7— питание (+U); 8— 


инвертирующий вход (—); 9 — неинвертирую- 


щий вход (+). 
Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания........... +15 В 
"Tox потребления при К,„=0,2 кОм, не более: 
при И, = +15 В, T= +25 и +70°С ........ 9 мА 


Ты — 25° popes 11 мА 
при И, = +18 В, Т=+25°С..........4 ине 10 мА 
при. Ц. =-3.3В; Т=+25° С идеи... 8 мА 


Коэффициент ‘усиления напряжения при R,= 
_ =0,2 кОм, /=0... 50 Гц, не менее: 
при U= +15 В, Т=+25 и -25°С...... 5. 10* 


СЕ. 3.10* 
при U= +18 B, T +2590 ihaniin i. 5 .10* 
при НИ ВТО 104 


Выходное напряжение при К„=0,2 кОм, не 
менее: 

при И, = +15 B, T= +25 и +70°С..... +12 В 

Esti я +11,5 В 


56 . 


2отб $ 17 


9 
AR 


ие 


К1579Д1 


PLEATA 
ran, 
Pha gh 


=. 


2 
4 
Г Gwt IE B К О +15 В 
при. И. = 3 B, Т= +25 Сао... +1,2 В 


Напряжение смещения нуля при К,=0,2 кОм, не 
более: 


при. О. = 15 В, Т=+25°С................. +5 мВ 

Т= +70 и —25°С.... +8 мВ 

При-с = ВТ С иены. +8 мВ 

при. 0’. = +3 В, Т=--25° Суры +6 мВ 
Входной ток при К, =0,2 кОм, не более: _ 

при 0, =! 15 В; Г=+25°С ;;............... 500 нА 

Tet 70? С пдд ... 600 HA 

| T — 25° С}... 1500 нА 

при. (= +18 `В, Т=+25°С ‹.........-дььь. 500 нА 

при Е: 3+3. В, Т=--25° Сиды. 600 нА 


Разность входных токов при К„=0,2 кОм, не 
более: 


при 0. = +15 В, .Г=+25° С. ч.л 150 нА 
Tat Cenei 200 нА 
Tas — 257 GAEE iaurti 500 нА 
при (= +18 В, Т=+25°С............... 200 нА 
при. П.= 3.8, -1=+25> С уда 300 нА 


Ток короткого замыкания.при U ,= +5 В, К, = 
O: Tapa С еды 400...1000 мА 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при И, = +15 В, К,=0,2 кОм, T= 
= + 25°.С. це Memet Samea aaan 70 дБ 
Частота среза АЧХ при (0, =+15В, В, = 
=0,2 кОм, T= +25° С, не менее ........ 0,5 МГк 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при И. = +15 В, К, =0,2 кОм, Т=+25° С, не 
МО нь AAR: a, 0,5 В/мкс 
Температурный дрейф напряжения смещения 
нуля при И, = +15 В, А, =0,2 KOM, T= —25... 
atO ие болели Пень: +50 мкВ/° С 
Температурный дрейф разности входных токов 
при И, = +15 В, К,„=0,2 кОм, T= —25... +70°С, 
НЕ БОЕ ил воины + 10 нА С 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................... +3... +20 В 
Максимально допустимые синфазные напря- 


А i 
о. 


` 
Е 
10 n AET S 107 F. lų 


Зависимость коэффициента усиления напряже- 
ния от частоты при различных значениях 
емкости коррекции 


60 
05 0 #4 0 5 10 1530,8 


Зависимость тока Зависимость входного 
потребления от напря- тока от напряжения _ 
жения питания питания 


40 
оп 


усиления напряжения 
от температуры OKpy- 


о. О УИ, ... +20 B 
Максимально допустимый выходной ток 300 мА 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
ность винтервале температур T= —25... +25° С, 


не более ............. чер моя 0,5 Вт*, 1 Вт** 
"Температура окружающей сре- 
р ТЫ ПРИВЕТ т а РАН —25... +70 С*** 


* Без внешнего теплоотвода. 

** С внешним теплоотводом площадью по- 
верхности не менее 18 cm?. | 

*** ‘При. Т> +25°С  рассеиваемая MOW- 
ность, Вт, рассчитывается по формулам _ 


125° С-Т 
Р pac — 300° C/BT (без теплоотвода); 
р Инны (с теплоотводом) 
pae —750° C/Br 150° CBr ` mE 


(= 4,7-33 nP 
7100n? 


10° ffu 


Зависимость выходного напряжения от частоты 
при различных значениях емкости коррекции 


Ав, НА 


60 
0.20 40 60 1,°6 


` Зависимость разности 
входных TOKOB OT 
температуры 
окружающей среды 


60 7, °б 


Зависимость 
коэффициента 


жающей среды 
Bg: 


Схемы включения 


А T C 7/20 
Rin Rote {+ R6 m0 


ES AN : ESS 


RI 220w 

maar 
Типовая схема включения (9 200 напряжения 

побмагничивания 


микросхемы К157УД] 


hi z 
+ 63 
T 5010 


Принципиальная схема генератора стирания и подмагничивания 


магнитофона с автономным питанием [11] 


c1 
1000416 9+8 


LNN 
- Macrord RG, Кб’ = 20 


Принципиальная схема генератора низкой yac- 
тоты с мощным выходом [13] 


Параметры 
‚5%. 
Диапазоны рабочих частот генератора низ- 
кой частоты и’ соответствующие им значения 
емкостей СЗ и C9: | 


схемы: И. =4В; К.=0,12... 


ен 0,68 мкФ 
ИЕ бе именье 0,068 мкФ 
De o Пса 6800 пФ 
10000... 100000 Гц ..............еиильниь 680 иФ 


KISTI 


Принципиальная схема усилителя для стереофо- 
нических телефонов: К, y=R3/RI [12] 


Дополнительная литература 


1. Горшков Б. И. Радиоэлектронные устрой- 
ства: Справочник. M.: Радио и связь, 1984.— 
400 с. 

` 2. Алексенко А. Г., Коломбет Е. А. Crapo- 
дуб Г. И. Применение прецизионных аналого- 
вых ИС.—М.: Радио ‹и связь, 1984.—224 с. 

3. Морозов И. Генераторы стирания — под- 
магничивания на операционном усилителе // Ра- 
дио.— 1984.— № 6.—С. 36, 37 

4. [7, с. 306, 307]. 


К157УД2 


Микросхема представляет собой двухка- 
нальный операционный усилитель универсаль- 
ного назначения, обладающий низким уровнем 
собственных шумов, большим диапазоном 
входных дифференциальных напряжений; имеет 
защиту от коротких замыканий на выходе. 
Большой коэф ициент усиления операционных 
усилителей во всем диапазоне звуковых частот 
и линейность амплитудной характеристики в 
широком диапазоне выходных напряжений 
позволяют использовать эту микросхему в 
самых разнообразных устройствах стереофо- 
нической аппаратуры 

Корпус типа 201. 14-1 (см. К157ДА!). Масса 
не более 1,2 г 


KISTIN 1 


o fi 
2 o р 
до y 
24 
5o 
бо z 


Назначение выводов: 1, 14— коррекция nep- 
вого канала; 2— вход неинвертирующий перво- 
го канала (+); 3— вход инвертирующий пер- 
вого канала (—); 4— питание (— U); 5— вход 
инвертирующий второго канала (—); б— вход 
неинвертирующий второго канала (+); 7, 
коррекция второго канала; 9— выход второго 
канала; 1/— питание (+0,); 13— выход nep- 
вого канала. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ....... + 15 В 
Ток потребления при К,„=2 кОм, не более: 


при И, = +15 В, Т=+25 и +70°С....7 мА 
npa 0, = +153. Т==25С „един. 9 мА 
при. 0. = £18 B, Т=+25°С..... (д 9 мА 
при ие KIR TEER Си 7 мА 


Коэффициент усиления напряжения при R,= 
=2 кОм, не менее: ea 


при U,= +15 B, T= +25 и —25° C ........ 5.10% 


npa U= +15 B, Fe 106 2-104 
при U,= +18 B, T= +25° C ........ л.н, 5.10* 
ini O =43 B, Tá FiO E. 3-104 
Выходное напряжение при R,=2 кОм, не менее: 
при О = tIS B, T= 425 GO aeiae +13 B 
при U,= +15 B, Т=—25 и +70° C ... +12,5 B 
при U = +188 T= 425C aises +15,5 B 
при U, = 3 B, T= +2570 uehun +1 B 


Напряжение смещения нуля при R,=2 KOM, не 
более: 


при О. = +15 В, Т=+25°С............... +10 mB 
при И, = +15 B, T= —25 и +70° C .... +12 мВ 
при И, = t18 B, T= +425 Селен +12 мВ 
при U= £3 B, Т=+25°С........ ESA d +10 мВ 


Входной ток при R,=2 KOM, не более: >: 
при U= +15 В, T= +25 и +70°С...... 500 нА. 


при U= +15 В, Т=-—25°С ................ 1000 вА 
при U = +18 В, Т= +25°С .................. 500 нА 
nipa U= t3 В; Te 425° оны 800 нА 


Разность входных токов при R,=2 кОм, не 
более: 
‚ при О = +15 В, T= +25 и +70°С ...... 150 нА 


при И, = +15 В, Т=-25°С .................. 300 нА 
при И. = +18 В, T= +25°С ........ инь, 150 нА 
при И. = +3В, Т=+25°С.................. 300 нА 
Ток короткого замыкания при Ч, = +15. B, 
К„=0, T= +25° С, не более................. ‚...... 48 МА 


Коэффициент ослабления синфазных входных. 
напряжений при О,„= +15 В, R,=2 кОм, T= 


= 25” С, ие менее: {дли ныаьа 70 дБ 
Частота среза АЧХ при И. = +15 B. R,=2 кОм, 
Т== +257 C; незменое ..... оо ..... L МГц 


Скорость нарастания выходного напряжения 
при О. =+15В, В: = 2 кОм, Т=+25° С, не 
МЕНОВ "ее аня ны 0,5 В/мкс_ 
Температурный дрейф. напряжения смещения 
нуля при И, = +15 В, R,=2 кОм, Т=-25.. 

„ОС aa ее ая +50 мкВ/°С 
Температурный дрейф разности входных токов 
при О, = +15 В, К,„=2 кОм, T= —25... +70° С, 
не более A E A EE E E EA AARE ИИ 
Коэффициент ослабления сигнала соседнего ка- 
нала при О, = +15 В, R,=2 кОм, Т= +25° С не 
Е E И ый ЕР —80 дБ 

рЗАНО: эксплуатационные данные 

Напряжение питания ........................ +3... + 18 В 
Максимально поусаимыю синфазные напря- 
о Е DO AOE АИТ - ... +18 В 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
ность в интервале температур Т=—25.. 

B nuk вы боле pE baa AEE siiis 0,5 Br* 
Температура окружающей среды. —25... +70° C 


* При Т> +25° С ря мощность, Вт, р. 


Ри. 
вается по о формуле 220° Свт 
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0 
10" 10° 10° 10% 105 108 7х 


Зависимость коэффициента усиления напряже- 
ния от частоты | 


0 t5 


#0 +15,8 0:2 #9 


Зависимость тока потреб- 
ления от напряжения пи- 


тания питания 
Схемы включения 
RI 
A Выход 


+99 -168 


Принципиальная схема инвертирующего уси- 
лителя: К, y=R3/RI 


+10 +50, 8 


Зависимость входного 
тока от напряжения 


w ME M o М У... 
Зависимость выходного напряжения от частоты 
A Így ‚ НА 

‚ №157ЧД2 


Фр р: а 


44 607Т,°С 


Зависимость разности входных токов 
от температуры окружающей среды 


Выход 


Принципиальная схема генератора синусоидаль- 
ного. напряжения со стабилизатором ампли- 
туды: /=1/2^2 ЕС 


— 


Принципиальная ‘схема — неинвертирующего C 
усилителя: К, и=1+ Е1/Е2 


13 óh 0t RIJ 82 


VT? 
, A 5 q ИД 
АТД c5 50015 Й к R wense 
Выхой NK 
Beixoð AK 


Принципиальная схема усилителя воспроизведения портативного ЕВЕ кассетного 


магнитофона 
R3 TAR? 
"A и” s500 
(9 047 
м ++ C7 9100 


500x68 | К5ат G | св gwo] 
R4 E 750 | R6 130x 
(`N [`` | 


Выход ЛК 


Es 
200x15 
-128 


Принципиальная схема предварительного ‘усилителя-корректора для электромагнитного зву- 
коснимателя [14] 


(NN 
R10’ 8,2 


Ri’ 
lik 
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Вход NK 
RIIA Е И TAR? ARO 
JIK / 0058 ARAURI f En 
R2 Е R5 ив 4700 
LH 
20K 10x 1O e Ш 
RI R8 
12K 1. 10к 
КЗ’ R9 
12x J g 47x 
ka - 
R?' R5’ Г 
о 
КГ et Re ART Г RIO" 
ЗАКИ 00% и / 821 22K 
Вход IK Кв’ и 9600. 


R1410 CS 9600 C7012 RIG 22к 


ESN 


-R17 100x 
~ 69 I 20150 


16’ 22r 


P, ESS 
(7 “0N 10,9 МГИ 


Принципиальная схема усилителя записи для стереофонического кассетного магнитофона [15] 


Принципиальная схема генератора прямоуголь- 
ных импульсов /=1/2КСш(1+2К2/К1) 


—- 


Дополнительная литература _ 


1. Андрианов B., Апреленко Г., Курганский B., 
‚ Павук В. Интегральные микросхемы для amna- 
ратуры магнитной записи // Радио.— 1981.—№ 5, 
6.— C. 73, 74. 

2. Горошков b. И. Радиоэлектронные уст- 
ройства: Справочник. M.: Радио и связь, 
1984.— 400 с. 
| 3. Алексенко А. T., Коломбет Е. A., Crapo- 

дуб Г. H, Применение прецизионных аналого- 

вых микросхем.—М.: Радио и связь, 1985.— 
256 с. 

4. [7, с. 290]. 
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К157УЛЛА, К157УЛЛБ 


Микросхемы представляют собой двухка- 
нальный предварительный , усилитель воспро- 
изведения для стереофонического. сы DA 
на. В пределах своего назначения они OT- 
носятся к разряду малошумящих, обладают 
низким уровнем шумов типа 1//{ Спектраль- 
ная плотность напряжения шумов в диапазоне 


частот 10...100 Гц не более 4 нВ / /Гц. Приве- 


денное ко входу напряжение шумов в полосе 
частот 20 Гц...20 кГц составляет не более 
0,5 MKB, что позволяет получить отношение 
сигнал-шум не менее 54 дБ. | 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДА]). Масса 
не более 1,5 г. 


МУТУ (A, B) 


Функциональный состав: I— входной каскад; 
П-— промежуточный каскад основного усиле- 
ния; /1[—выходной каскад; IV — стабилизатор 
режима работы. 


KISTYN (A, 5) 
VTS 


RN 


Назначение выводов: ] — обратная связь nep- 
вого канала; 2— вход первого канала; 3— o6- 
щий вывод первого канала; 5— общий вывод 
второго канала; б— вход второго канала; 7— 


` eu, иВ/У 
iu, MA/yTu 
ET — KISIMA — 
A --- ЛИГИ 
Е ЕЕ Е ЕС. 


обратная связь второго канала; 8 — емкость 


фильтра второго канала; 9— выход второго 
канала; 10— питание второго канала (+U); 


`12— питание первого канала (+0.); 13 — выход 


первого канала; 14— емкость фильтра первого 
канала. - 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 9B 
Ток потребления по двум каналам при U,=9 В, 
Т= +25 C, не болев iasi 3...6 мА 


Коэффициент усиления напряжения в полосе 
частот 20 Гц...20 кГц без ООС при И. =9 В, 


U =0,1 мВ,..Т=+25°С ................ 8000... 13 000 
Входное сопротивление при U, ,=9 B, T= 
wS, He мемее....,.... нина 60 кОм _ 
Выходное сопротивление при U, ,=9 B, T= 
= H2S C 96 GONE а 300 Ом 
Коэффициент гармоник при И, =9 В, Upu =1 В, 
f=400 Гц, T= +25°-C, не более............., 0,2% 


Коэффициент ослабления сигнала соседнего ка- 
нала при И =9В, U x=! B, /=400 Гц, T= 
4-25. Не. МЕ aoieanna 70 дБ 
Напряжение' шумов, приведенное ко входу, в 
полосе частот 20 Гц...20 кГц при К, =10 Ом, 
0, =9 В, т„.=3180 мкс, т„„=70 мкс, T= +25° С, 
не более: 
К157УЛ1А . 0 
KISII У a ани = BE 
Приведенный ко входу шумовой ток при R,= 
=10 Ом, И, =9В, Т=+25° С, me более: 
у AET, Я Е к? 120 nA 
КУ орви 140 nA 
Спектральная плотность напряжения шумов в 
диапазоне частот 10... 100 Гц при О, =9 B, T= 
=+25° С, не более 


О У О И В 4 нВ / \/Гц 
КА5ТУЛЛЬ - sosiwecsoa PAPEN PERESAN 5...7 нВ /\/Гц 


2 
1 
08 
0’ 10° 107 Ем 0 0 № 10° Ar 0. 05 1 15в 
Зависимости Зависимость коэффициента. уси- _ Зависим коэффициента гар- 
спектральной плотности ления напряжения от частоты моник от выходного напряже- 


напряжения и тока от 
частоты 


при Т=+25° С 


ния при U, =9, га Гц, 
Т=+25° C 
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Предельные эксплуатационные данные Максимальная рассеиваемая 


Напряжение питания ................. tanecieaes Фе ВВ. МОЩНОСТЬ леди ньаный 250 мВт 
Максимальный выходной TOK ................... $5 мА — Температура окружающей 
Максимальный входной ТОК .................. Нек EMA i. DPO oie peyar o eukera neii —25... + 70°C 
Ky,u (T)/ Kyu (T=+25°0) Ün 8 | | 
ня АЯ И A 
1,6 
RAE 


-0 0 +0 +40 +6015 


Зависимость нормированного коэффициента 
усиления напряжения от температуры окружаю- g0 
щей среды при U, ,=9 В, f=400 Гц 


9 12 И N E 


Зависимость выходного напряжения OT напря- 
жения питания при /=400 Гц, К. =0,2%, 
Т= +25° С 


Схемы включения 


C3 4700 


R2 91 RI 2% R4 560к | ` R54,7n RE 
L ; 


f Ken 58 Выход AK 


—290м8 

R7 100 

Е ее 
J 00n *158 К 
C6’ 10икхбв 7290 мВ 

R54 RE’ 

а (NNI 


7 12K 
C3 14700 


Принципиальная схема усилителя воспроизведения кассетного стереофонического магнитофона ` 


Вход в, 
co R6 0m. ren 
H n 
è ани в kA Wi DAI 
A Ri | K JATINE KISTUMA 


241.2 
10. 


[9 
9 +| Imb 
7 C2 у А! 
R8 470 К 20к T0047 Е ббк 
“<< я | 


7  C10"022 Г 
590 т Í | 


200 мкх 156 


Принципиальная схема усилителя записи кассетного магнитофона [16] 


27 R3 C5 001 C O 
AN ON] + 
C10 EL 100me*108 C9 
_ 9 т RS IOn | (R6 Пк R7 6,6к -E R21 ИЯ  Boxoð NK 
ых kaii S SAE 5х - 
R2 62 "AE Rê $ Ri ~100 n8 
10nK*108 j jege Eb "3 J 
4 т > y ций 4 7p -— 100x 
HISS 
р S mE Ruti) s 
3 N T=70 икс (CrO) | 
R10 ; Г. £ 7 
mi I v” : | 
с 7 Ч CP >. Ф = 120 мкс (Fe,0;) 
КИ er 28° Ri’ 
C6' Пик ИВ (47n A 001 ре НИ 47n h RIS 
R6” 68к T60 jaog Выход ЛК 
L` > + 
SS VTI, VT2 и 
033 100 ` KT3156 unu KT3IO2A 


Принципиальная схема усилителя воспроизведения кассетного стереофонического магнитофона 
; второго класса 


` Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы для аппара- 
туры магнитной записи / В. Андрианов, Г. Апре- 
ленко, В. Курганский и ap.— Радио // 1981.— 
№ 5—6.— C. 74. 

2. Петров К. К157УЛ1: рекомендации по 
применению // Радио.— 1984.— № 7.— С. 43, 44. 


К157УНЛА, К157УН1Б 


Микросхемы представляют собой трехкас- 
кадный предварительный усилитель низкой час- 
тоты для переносных и автомобильных радио- 
приемников и другой бытовой радиоэлектрон- 
ной аппаратуры. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДА1). Масса 
не более 1,5 г. 
` Назначение выводов: 1 — обратная связь; 2— 
регулировка усиления; 3— вход усилителя; 4— 
общий вывод, питание (— U); 5, 11 — смещение; 


6, 10—коррекция; 7— выход усилителя; 9— ` 


питание (+U). 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 
К157УН1А 
К157УН1Б | 
Ток потребления при T= +25° С, не более: 
пр (О =9В для К157УНТА ...... 5 МА 
при (Ц, =12В для К!157УНЬ ...... 6 мА 
Выходное напряжение при R,=6,5 Ом, T= 
=+25° С; не менее: 
при О, =9В для К157УНЛИА .............. .. 18 B* 
при U, =12 В для К157УНИБ ............. ... 3 В* 


E AT A PRIE EE EET APSE S О У EN 


KISTYHI(A, B) 10 


Чувствительность по входу на частоте 1 кГц 
при К,=6,49 Ом, Т=+25° С: 
при О,„„„=18 В, U =9В для 


КУН але 15...31 мВ*. 

при U x=3 В, U, =12 В для | 

КБЗУНЫВ: ино: еж: 25...50 MB* 
Полоса пропускания при неравномерности ко- 
эффициента усиления +6дБ, U,= Unn now 
В„=6,49 Ом, Up =2 MB ............ 50... 15 000 Ги* 


Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц при 
К„=6,49 Ом, не более: 
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К157УНПА: 
‘при T= +25° С, 0, =9 В: 


АО Я И 5*% 
кр. A R T 0,3*% 
Боев аа, В и... 5*% 
при Т= +70° С, ПИ, =10 В, 

СЕ ра: СОЗ ЕР EA OY 8*% 
при T=—25° С, U, =5,6 В, 
E а ВОВЕ ОЕ НОАК И АОН 8*% 

К157УНМБ: 
при Т=+25° С, И, =12 В, 
ро D ЛЕалАх ИН Е 1*% 
при Т= +70° С, U;=9 B, 

ВВ по ENE 0,3*% 
при Т=-—25° С, Ц =9 В, 
с ро I A 8*% 


вых 


Потребляемая мощность при К,=6,49 Ом, T= 
=+25° С, не более: - 
при U =9вВ для К!57УНЛА ........... 50* мВт 
при И, =12 В для К157УНЬ .......... 90* мВт 


* Значения указанных параметров приведены для типовой 
схемы включения. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 
К157УН1А 
SpE iai а NE OE S 9... 15 В 
Максимальное напряжение на выводах [и 7: 


SAES Laa y И ОВО ААУ 10 B 
OLFA а В EIEE 15 B 
Максимально допустимый ток нагрузки по 
О ма 


Максимальная выходная мощность ..... 30 мВт 
Температура окружающей среды —25... +70? С 


Схема включения 


РИ 8 
KISTYHI(A. E) 
1234567 


Принципиальная схема усилителя низкой часто- 
ты с выходной мощностью 0,5...1 Вт 


Дополнительная литература 


1. Иващенко FO., Керекеснер M., Кондрать- 
‚ев H. Интегральные микросхемы серии К157// 
Радио.— 1976.— № 3.— С. 57, 58. 

2. [8, с. 94—97]. 
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К157УПТА, К157УП1Б, 
К157УП2А, К157УП2Б 


Микросхемы представляют собой две моди- 
фикации двухканального микрофонного усили- 
теля, конструктивно совмещенного с двухка- 
нальным предварительным усилителем записи. 
Предназначены для применения в высокока- 
чественной аппаратуре магнитной записи. 

Микрофонный и предварительный усилители 
записи обладают малым уровнем собственных 
шумов и обеспечивают усиление сигналов от 
160 мкВ и 10 MB, подводимых к микрофонному 
входу и входу предварительного усилителя 
записи соответственно, до стандартного уров- 
ня линейного выхода магнитофона, равного 
250 мВ. Высокая перегрузочная способность по 
микрофонному входу свыше 36 дБ, а по входу 


‚ предварительного усилителя записи 16 дБ поз- 


воляет использовать микросхемы в НЧ трактах 

с автоматической регулировкой усиления. 
Отличие микросхем К157УП1 от К157УП2 . 

заключается в том, что первая требует примене- 


` ния регулирующих элементов АРУ, управляе- 


мых положительным напряжением, а вторая— 
отрицательным. Микросхемы различаются так- 
же цоколевкой. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДА1). Масса 
не более 1,5 г. | 


KIS79N1(A, 5) 
1 14 
2 13 
HALAT 
4 11 
5 10 
в У, 
7 8 


А157 42 (А, 5) 


~ 


N < < A QU N 


Функциональный состав: ГШ— микрофонный 
усилитель, /1— предварительный усилитель за- 
писи. 


Назначение выводов: |[— вход предваритель- 
ного усилителя записи первого канала; 
выход микрофонного усилителя первого канала; 
3—вход микрофонного усилителя первого ка- 
нала; 4— общий вывод, питание первого канала 
(—U.; 5— общий вывод, питание второго 
канала (— U); б— вход микрофонного усили- 
теля второго канала; 7— выход микрофонного 
усилителя второго канала; 8— вход предвари- 
тельного усилителя записи второго канала; 
9—К157УЩА, К157УП1Б — выход предвари- 
тельного усилителя записи второго канала. 
К157УП2А, К157УП2Б — вывод для АРУ BTO- 
poro канала; 10— К157УГТА, К157УП1Б— вы- 
вод для АРУ второго канала; К157УП2А, 
К157УП2Б — выход предварительного усилите- 
ля записи второго канала; 1/— напряжение 
питания (+U); 12—К157УЩА, К157УПБ— 
вывод для АРУ первого канала, К157УП2А, 


К157УП2Б — не подключен; 13 — выход предва- 


рительного усилителя записи первого канала; 
14—К157УЩА, К157УПТБ— не подключен, 
К157УП2А, К157УП2Б — вывод для АРУ nep- 
вого канала. 


| Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при И. =12 В, 
Te Е ЕО" ое НИЕ 5...9,5 мА 


Коэффициент усиления напряжения микрофон- 
ного усилителя при И, =12 В, U,=6 мВ, 
Usux = 540 ... 1080 мВ, /=1000 Гц, 

Те © и EA] ель. LOO.. 165 
Коэффициент усиления напряжения предвари- 
‚ тельного усилителя записи при U, =12 В, ПО„= 


= 60 мВ, U, 
= +25° С 


ых = 1080... 1840 мВ, /=1000 Гц, T= 
19,5... 28 
Коэффициент гармоник микрофонного усили- 


ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо ооо ооо ооо оо ооо соо е 


теля при U ,=12 B, U, 


вых 


=800 mB; /=1000 Гц, 


Т= +25° С, не более в E 0,2% _ 


Коэффициент гармоник предварительного уси- 
лителя записи при U, =12 В, U= 1600 MB, 


-]=1000 Гц,. Т=-+25° С, не более ............ 0,3% 


Напряжение шумов, приведенное ко входу мик- 
рофонного усилителя в полосе частот 20 Гц... 
...20 кГц при сопротивлении источника сигнала 
200 Ом, И. =13,2 В, Т=+25° С, не более: 
КЗ5ЛУНА,. Ю5ТУТА уе. 0,6 мкВ 
КОТЛА ЗУ лианы 
Напряжение шумов, приведенное ко входу пред- 
варительного усилителя записи в полосе частот 
20 Гц...20 кГц при сопротивлении источника 


сигнала 16 кОм, И, =13,2 В, Т=+25° С, не 
более: 
К157УША: КЗТУН2А зад 3,2 мкВ 
К157УЩБ, К157УП?Б ...............:...:.... 52 MKB 


Входное сопротивление микрофонного усили- 
теля при ПИ, =12 В, /=1000 Гц, 

Т= +25° С 1,6... 2,4 кОм 
Входное сопротивление предварительного уси- 
лителя записи при U ,=12 В, /=1000 Гц, 

Т= +25° С 


ооо фо ооо оо ооо ооо ооо ооо со оо оочооо 


1 мкВ . 


АА 160... 240 kKOM 


Выходное сопротивление микрофонного усили-_ 


теля при И, =12В, 0 


= 540... 1080 MB, T= 


F С. 6 БОЛ 5 кОм _ 


Выходное сопротивлекие предварительного уси- 
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лителя записи при U, ,=12 B, Им =270... 
...460 мВ, T= +25° С, не более 1 кОм 
Коэффициент ослабления выходного сигнала 
соседнего канала при 0ПО„„,=1000... 1700 MB, 
И =12 В, Т=+25° С, не менее 70 дБ 
Верхнее значение полосы рабочих частот при 
О, =12 B, T= +25° С, не менее 50 кГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................ниььььньь, 3...15 В 
Максимальный выходной ток: 
микрофонного усилителя ................1...... 3 MA 


предварительного усилителя записи ..... 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 


KOCIE нь EEE РИА: ИРИ 250 мВт 
Температура окружающей среды —25... +70°С 
Схемы включения 
Вход предд. yeun. Ко 20k RE 806x 
записи (JK) R3” 200r EZA гг. +1, 
Схема включения микросхем К157УП1 
и ды Y Ii $; (К157УП2) в канале записи стереофонического 
yeun. (ЛИ) X р магнитофона. В скобках указана нумерация 
Вход микроф. XG ‘ых ЛК выводов для микросхемы К157УП2 
cun. (ЛК. т — 
Е т 
zi [ (9) Ua. NK 
в p| || 
‚ (1K) > 
= : We H [oz +U, Си) 
ыход микр. SX YA | 01 _[ R7180 
cun. (ПК) Q и 
E om Ч) [наи || 0 
Bxoð пред -=— рот рр а Принципиальная схема шумоподавителя CHC- 
Сил. записи : у. темы «Dolby» в канале воспроизведения кас- 
r (ПК) №5 200 RG 806x р ` сетного магнитофона 
R26 100 
p an +12 В 
J 7 RII VTI, ИТ? A | 
"И в О L° 
АЕ ит 
ANE СВХ мт №1305 
ИИ Г т" №307 
К HIKARU LA ia | 9% R22 
ИДУ? Cle 10010 DIK Выход (~500nB) 
C3 L 04 8200 
001 Ri. (12 
R6 39n | CS G1 Rio и Мат | Rig СИ 0% gey 
; `a BEF 
M Киа 470g | 49 og) Ки 
Г (8) F , 
Ga 
TU am ET ela R25 270x 
a SS р еж АТА 000 AI | VDS. 
07 A c8 > 5 
o| zgo | [и T и 22 | a32 
| буи Ch 
[77| 


Дополнительная ‚литература 


Интегральные микросхемы для аппаратуры 
магнитной записи / В. Андрианов, Г. Апреленко, 
+ К ар _ и др. //Радио.— 1981.—№ 5— 

.— C. 73—76. 
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К157ХАЛА, К157ХА1Б 


Микросхемы представляют собой универ- 
сальный высокочастотный усилитель-преобразо- 
ватель для переносных радиоприемников СВ и 
КВ диапазонов. В состав микросхемы K157XA1 


входят высокочастотный усилитель, гетеродин и 
балансный смеситель. В зависимости от верхней 
граничной частоты полосы пропускания микро- 
схемы делятся на группы А и B. 

Корпус типа 201.14-1 (см. ТВ Масса 
не более 1,5 г. 


K157XA1 (A, 5) 
ETE ДО GEE E, 98 


Назначение выводов: |— вход усилителя Bbl- . 


сокой частоты; 2— эмиттер транзистора усили- 
теля высокой частоты; 5 — выход гетеродина; 6, 
$ — коррекция; 7— общий вывод гетеродина и 
смесителя, питание (— U); 9 — питание гетеро- 
дина и смесителя (+U); 10, 12 — выход nanpa- 
жения промежуточной частоты; 11— вход CMe- 
сителя; [3— питание усилителя высокой ‘час- 
тоты t U); 14 — выход усилителя ВЫСОКОЙ 
частоты. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 5 В 
Ток потребления при И. =5 В, T= +25° С, не 
БОЛЕЕ "енко а ай 3,3 мА 


Коэффициент усиления в режиме преобразова-. 


ния на частоте входного сигнала 150 кГц: 


при Е. =5:В. Тир бы 150... 350 
при U ,=6 B, Т=+70°С ......... м 100... 400 
при Umg B, ТР — 25 С чернил, 100... 400 


Снижение коэффициента усиления в режиме 
преобразования при U ,=5 В, T= +25° С: 


К157ХА1А на частоте 15 МГц ............. 5 дБ 
К157ХА1Б на частоте 25 МГц ............. 5 дБ 
Диапазон рабочих частот по уровню 
АЧХ — 5 дБ при О, =5 В, T= +25° С: 
Арана 15 МГц 
КОВАЛЬ ооо 25 МГц 


Коэффициент шума! в режиме преобразования 


' Коэффициент шума определяется по формуле 


на частоте 150 кГц при U, S5 B, T= +23. C, He 
более 
Напряжение гетеродина на частоте. 15 МГц иа 


эквивалентном сопротивлении контура гетеро- 


дина 4 кОм, включенного ею выводами 5и 
8 при U, =5 В, Г = +25” С... „ 300.. ак вЫ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............... ешь 3,6... 6 В 


Максимальный ток по выводу 14, He 


боле около 10 мА 
Температура окружающей | 3 Е 
среды ....................... зелени — 2S oee 70? С 
Схема включения 
D Die 
maar = nrod ПЧ. 
1 р: S 
a kipl em 
2200 150 E +58 
ры 910938 
АИ ММА (ЖИТ 
A 129466 
Bxoð 220 
cuznana 
Se= 01+ (25) Mu 
H bi 
H 1008 
[2. 1-=01:155(255)] Му 


+58 
Принципиальная схема усилителя-преобразова- 


теля частоты малогабаритного СВ —КВ радио- 


приемника 


Дополнительная литература 


1. Иващенко Ю., Керекеснер И., К Tb- 
ев H. Интегральные микросхемы серии K157 // 
Радио.— 1976.— № 3—С. 57, 

2. [8, с. 97—99]. 


где т=0,3 —глубина модуляции входного сигнала; К, =0,1 — 
коэффициент передачи делителя на входе микросхемы; 0. — Hå- , 
пряжение входного сигнала, мкВ; Af=10,5 +0,5 кГц" nono- 
са пропускания тракта УПЧ и контура смесителя; К.= 
=0,576 кОм —сопротивление шумового резистора (между Bbi- 
водами / и 14 микросхемы); И. — максимальный выходной 
сигвал на выходе УПЧ; U, „Напряжение шума на выходе. а 
при отключенной модуляции несущей частоты. 
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К157ХА2 


Микросхема представляет собой усилитель 
промежуточной частоты с автоматической ре- 
гулировкой усиления и амплитудным детекто- 
‘ром. Предназначена для применения в малога- 
баритных переносных и автомобильных радио- 
приемниках. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДАТ). Масса 
не более 1,5 г. 


КТТ КА? 
пб 


4 13 12 


Функциональный состав: Г— регулируемый 
усилитель; //— основной усилитель; П/— am- 
плитудный детектор; I/V — усилитель напряже- 
ния АРУ 


о 


19 < 


VTE 


P rol) 8 


Назначение выводов: | — вход регулируемого 
усилителя; 2, 6, 10—коррекция; 3— общий 
вывод, питание (— U); 4— регулировка усиле- 
ния; 5— вход основного усилителя; 9— выход 
амплитудного детектора; /1— питание (+U; 
12— емкость фильтра; 13— выход усилителя 
_ АРУ; 14— выход регулируемого усилителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 5 В 
Ток потребления при К,=0, И„„=0, не более: 
при. U =5В,..Т=+25>.С.... аи... 
‚при U. =6 B, T= +70° C 5,5 MA 
Изменение выходного сигнала при изменении 
входного в пределах 50 мкВ...3 мВ, т=30%, 
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ооо ооо ооо ооо ооо о 


8. УТ7 
в T 
А 


РЕ! 


ни 


f=465 кГц, fa =400 Гц, U =5 B, T= +25° С, не 
и О а ИРАК НИ ESAE 
Глубина регулировки АРУ при R,=%0, f= 
=465 кГц, /,=1 кГц, т=0,3, не менее: 

при U =5 B, U =0,5...30 мВ, 


т A, TEENE АИ ЕТ 120 дБ 

при -U ,=6 B, U =5... 300 мВ, 

т, EE НИ И НЕ 120 дБ 

при U =5В, И, =0,5... 30 мВ, 

Ра ВО" ОИСИ 150 дБ 
Коэффициент гармоник при И ,=5 B, И„= 


=0,3 мВ, /=465 кГц, fa =i кГц, т=0,8, T= 
я P aka OR БЕ аль 
Входное сопротивление при И! =5 В, f= ' 

=465 кГц, T= +25° С 0,43 ...1 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 3,6...6 В 
Максимально допустимое напряжение между 
выводами 70 и 11, не более 1,75 В 
Максимальный ток усилителя АРУ (вывод 13), 


О ПЕ са. 1,5 мА 
Температура окружающей 
НАУ И АТ E —25... +70° С 


Схема включения 


+98 
(8 01 


(7 0015 #4 2,2к Выход AY 


(4 
Выход АРУ 50x10 T4 


21098 
KISTKAZ 


14 13 


910 
Вход NY 
ых | + Ce 
07 


Принципиальная схема усилителя промежуточ- 
ной частоты с детектором для малогабаритного 
радиоприемника 


Рабочую точку (постоянное напряжение 
0,25 В на выводе 9) устанавливают резистором 
R] при входном напряжении, равном нулю. Для 
обеспечения устойчивой работы и улучшения 
характеристик УПЧ на микросхеме К157ХА2 в 
его состав рекомендуется включать одиночный 
колебательный контур или полосовой фильтр. 
Одиночный контур включается между выво- 
дами 14, Зи 5. 


14 


i KISIKA2 
- 5 
001 
ln 
Les 001 


Схема подключения одиночного контура к 
микросхеме К157ХА2 


Дополнительная литература 


1. Иващенко FO., Керекеснер H., Кондрать- 
ев Н. Интегральные о - серии К157// 
а UR № 3—С. 57, 58. 

[8, c. 99—101]. 


К157ХП1 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
ное устройство, каждый канал которого состоит 
из предварительного усилителя с амплитудным 
дискриминатором на входе и усилителем инди- 
кации, включающего в себя формирователь 
временных интервалов и усилитель мощности. 
Общим для обоих каналов является режимное 
устройство, задающее образцовое напряжение 
для двух усилителей, и выпрямитель системы 
автоматической регулировки уровня записи, 
обрабатывающий сумму сигналов двух каналов. 
Предназначена для управления приборами ин- 
дикации пиковых уровней сигналов в канале 
записи стереофонических магнитофонов и фор- 
мирования сигналов управления для системы 
автоматического р уровня записи. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДА1Т). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав:  I— предваритель- 
ные усилители; TI — усилители индикации; TI — 
источник образцовых и смещающих напряже- 
ний; [/— выпрямители системы АРУЗ. 

Назначение выводов: `] — выход предвари- 
тельного усилителя первого канала; 2— вход 
усилителя индикации первого канала; 3 — выход 
усилителя индикации первого канала; 4, 9 — o6- 
щий вывод, питание (— U); 5— выход усилите- 
ля индикации второго канала; б— вход усили- 
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теля индикации второго канала; 7— выход 
предварительного усилителя второго канала; 
8— вход предварительного усилителя второго 
° Канала; 10— неинвертирующий выход АРУЗ; 
- 1] — питание (+0,); 12— инвертирующий вы- 
ход АРУЗ; 1[3— выход источника опорного 
напряжения; 1/4 — вход предварительного усили- 
теля первого канала. 


-KISIXNI 


r EA TERN В БОЛЕЕ... лень 5...9 мА — 


Напряжение срабатывания по выходу усилителя 
индикации и системы АРУЗ при ПИ, =15 В, 


0. „„=0,8... 1,6 В, Т=+25°С............... 1... 1,45 В 
‘Выходное эталонное напряжение при И, =15 В, 
ое е ТЕ С ее 1,2... 1,35 В 


Напряжение отпускания по выходу усилителя 
индикации и системы АРУЗ при U, ,=15 В, 
U mp = 0,8 ...1,6 B, Т=+25° С, не менее .. 0,9 В 
Выходное напряжение предварительного усили- 
теля при U,=15 B, Ош, =4 В, 

Т=+25° С 
Выходной ток предварительного усилителя при 
И, =15 B, Ор=4 В, Т=+25°С....... 4... 10 мА 
Выходной ток покоя усилителя индикации при 
И, =15 B, Ир=0, ТГ=+25°С ....... 35... 65 мкА 
Выходной ток закрытого усилителя индикации 
при U,=18 В, Т=+25° С, не более ..... 1 мкА 
Выходной ток покоя выпрямителя системы 
АРУЗ при U„=18 В, U mp=0, Т=+25° С, не 
о ЮАО Е ЕСИ ВЫ ИОНЫ 30 нА 
Входной ток предварительного усилителя при 
И, =15 В, U,np=4 В, T= +25° С, не 

более 


Предельные эксплуатационные данные . 


Напряжение питания ........................... 7,2 ...20 В 
Напряжение на входах предварительного усили- 
В ме О ил +7 В 
Выходной ток, не более: 

о ВЫ ПОР ОР a, 70 мА 
во выводам F0- B- 12 oiia 10 MA 


вх. 


Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 


Е О Ио О МОЧИ 250 мВт 
Температура окружающей 
т ОВ А ТОЧНЫ —25... +70° C 
Схема включения 
+1, 
Un | Вход NK 
YDI 
ANJ07 


(2 10,025 Вход ЛК 


Принципиальная схема измерителя пиковых 
уровней в канале записи со светодиодными 
индикаторами 


В этой схеме емкости конденсаторов C1 и C2 
определяют значение постоянной времени инди- 
кации, сопротивления резисторов R3 и R4 
определяются из условия 


В=(0,- 1,2В) /Тур К2)ном: 


Дополнительная литература 


Интегральные микросхемы для аппаратуры 
магнитной записи /В. Андрианов, Г. Апреленко, 
В. Курганский и др.// Радио.— 1981.— № 5— 
6.—С. 73—76. | 


К157ХП2 


Микросхема представляет собой стабилиза- 
тор напряжения с электронным управлением и 
содержит элементы генератора токов стирания 
и подмагничивания. Предназначена для приме- 
нения в аппаратуре магнитной записи звука. 
В состав микросхемы входят источник `образцо- 
вого напряжения с устройством управления, 
усилитель сигнала рассогласования, регулирую- 
щий элемент с токовой и тепловой защитой, 
выходной делитель и отдельные транзисторные 
структуры с цепями смещения для создания 
генератора токов стирания и подмагничивания 
(ГСП). 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДАТ). Масса 
не более 1,5 г. 


K15T7XN2 


ay O ол © UN + 


Функциональный состав: [— выходной дели- 
тель; ПИ— регулирующий элемент с токовой и 
тепловой защитой; /1/— усилитель сигнала pac- 
согласования; //— источник образцового Ha- 
пряжения с устройством управления временем 
включения и выключения; VT30, ГТ29 — тран- 
зисторные структуры для ГСП с цепями сме- 
щения R16 и RI7. 


АУТ 2 


Tik 


Aii 


Назначение выводов: 1— общий эмиттер 
транзисторных структур для ГСП; 2— база 
транзистора VT30; 3— коллектор транзистора 
VT30;, 4, 5— выводы для установки выходного 
напряжения стабилизатора; б— вход усилителя 
сигнала рассогласования; 7 — общий вывод, IH- 
тание (—0,); 8— вывод источника опорного 
напряжения, подключение времязадающего кон- 
денсатора к устройству управления временем 
включения и выключения стабилизатора; 9— 
управление стабилизатором; 10 — вход стабили- 
затора (+U); 11 —выход стабилизатора; 12— 
коллектор транзистора VT29; 13— база тран- 
зистора VT29; 14 — общая точка цепи смещения 
RI6 и RI17. 


Электрические параметры _ 


Номинальное напряжение питания ......... ...... 8 В 
Пределы регулирования выходного напряже- 
ния ' при 0,,=15 В, [1=0, 

ya P F" ра ОИ ФЕН 11,3... 12,7 В 


' Необходимое выходное напряжение стабилизатора может 
быть установлено внутренним или внешним делителем, подклю- 
чаемым к выводам 11, 6 и 7 микросхемы. Допускается 
совместное использование делителей. При использовании внут- 
реннего делителя выходные напряжения могут быть установле- 
ны следующим образом: 


i y A. EE EE SEL T соединить выводы 5 H 6 
0.5. В лье E A соединить выводы 4, 5, 6 
са Нико ео соединить выводы 4 H 6, 5и7 
с. УСН НХ ет: соединить выводы 4 H 6 
KA: ERA RENE RIEA ET? соединить выводы 5 H 6, 4 n 21 
EE REENT EE ИЕ AE T ERIE a соединить выводы би 1/1. 


С помощью внешнего делителя можно установить выходное 
напряжение в диапазоне 1,33...33 В. Для нормальной работы 
стабилизатора входное напряжение должно превышать выход- 
ное не менее чем на 2,5 В. } a я 

Время включения и выключения выходного напряжения 
стабилизатора определяется емкостью конденсатора, подклю- 
чаемого к выводам 7 и 8 микросхемы: 


Выходное напряжение закрытого стабилизатора 
при 0О„.=15В, [=0, Т=+25° С, не бо- 
р А и Е P A e 01B 
Ток холостого хода при U».=36 B, I =0, 
AA ЕН E E EA 3,2... 7 мА 
Ток. холостого хода закрытого стабилизатора 
при 0О„=36 В, О=0...01 В, Г=0, T= 
mwer Села 0,5...2 мА 
Входной ток усилителя сигнала рассогласования 
при О„,=15 В, Т=+25° С, не более 0,5 мкА 
Выходной ток устройства управления при 
О», =15 В, Т=+25° С 1... 2,6 мА 
Ток потребления устройства управления при 
0, =15 В, Т=+25° С 1...2,9 мА 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при 0„.=12...18 В; И, =8,3...9,7 В, Г. =0, 
Т= +25° С, не более + 0,002 
Коэффициент нестабильности по току при 
О, =15В, О. =8,3...9,7 В, [=9,3... 10,7 мА, 
Т= +25° С, не более +0,01 
Относительный температурный коэффициент 
выходного напряжения при И,,=15 В, не 6o- 


r О И ИЕ ЕЕ ИЕР. + 0,95% /2С 
Ток короткого замыкания при ПО„‚„=4В, T= 
ae a О Я - Г о 


Параметры транзисторных структур 


Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
при [кэ= 100 МА, вэ=2,5 МА, Т=+25° Ç не 
НМ лирик N S 0,75 В 
Напряжение насыщения база—эмиттер при 
[кэ=100 мА, [5э=2,5 мА, Т=+25° С, не 6o- 
Hee... ыы ЕР ‚1,25 В 
Начальный ток коллектора при К; =10 кОм, 
Ukg =36 B, T= +25° в. не более 1 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение .......................ьльннн: 4... 40 В 
Максимальный выходной ток стабилизато- 
РЯ некие. иена ЛЬ 150 мА 
Максимальное напряжение коллектор — эмит- 
тер транзисторных структур .............еньии 40 В 
Максимальное напряжение эмиттер — база тран- 
зисторных структур .......... РАС т 7B 
Максимальный ток коллектора транзисторных 
СТРУЕТУр олень еры наи 150 мА 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
я и РЕ Я А 1 Вт 
Температура окружающей сре- 

о а ао RE —25... +70° C 


1 При T= —25... +25° С. я 

2 При Т= +25... +70° С максимально допустимая рассеивае- 
мая мощность, Вт, вается по формуле Pac, m= 
=(125° С- Т)/100° С/Вт. 


73 


Схема включения 


K усилителю записи 


642415 ЛК 


Принципиальная схема генератора стирания и 
подмагничивания для аппаратуры магнитной 
записи 


авео лытература 


Интегральные микросхемы ‘для аппаратуры 


магнитной записи/В. Андрианов, Г. Апреленко,. 


В. Курганский и др.//Радио.— 1981.— № 5—6.— 
С. 73—76. 


К157ХПЗ 


Микросхема представляет собой адаптивный 
противошумный процессор, действующий по 
принципу динамической фильтрации. Предна- 
значена для систем понижения шумов при 
прослушивании звуковых фонограмм, особенно 
эффективна в кассетных магнитофонах. Ее 
основа — управляемый фильтр нижних частот, 
полоса пропускания которого автоматически 
изменяется в зависимости от спектра ‘входно- 
го сигнала с учетом особенностей слухового 
восприятия звука. | 

Шумопонижающее устройство на К157ХПЗ 
способно подавлять шумы звуковой фонограм- 
мы с динамическим диапазоном 40... 50 дБ, 
практически не внося искажений в обрабатывае- 
мый сигнал. Уменьшение шумового напряжения 
на выходе фильтра в широкой полосе’ частот 


достигает 15 дБ, в области высших звуковых 


частот превышает 30 дБ. 

Принцип работы. Эффект понижения шума 
‚основан на изменении полосы пропускания 
управляемого фильтра нижних частот в зави- 
симости от спектра обрабатываемого сигнала. 
При отсутствии входного сигнала или очень 
малом уровне высокочастотных составляющих 
в его спектре полоса пропускания управляемого 
фильтра ограничивается частотой 800... 1600 Гц. 
` Сужение полосы ‘пропускания приводит к CHH- 
жению общего уровня шумового напряжения на 
выходе устройства. При появлении во входном 
сигнале высокочастотных составляющих доста- 
точного уровня полоса пропускания управляе- 
мого фильтра соответствующим образом рас- 
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ширяется, но возрастающий при этом шум не 
воспринимается слухом из-за эффекта маскиро- 
вания его полезным сигналом с более высокой 
энергией. 

Канал обработки сигнала представляет со- 
бой активный фильтр нижних частот второго 
порядка, выполненного на ОУ (ХГ). В качестве 
управляемых напряжением резисторов (ХИ n 
ХШ) использованы каналы линеаризованных и 
идентичных по конструкции МДП-транзисторов 
с индуцированным каналом р-типа. Форма 
АЧХ управляемого фильтра определяется соот- 
ношением емкостей конденсаторов С] и C2 (см. 
схему включения) в цепи ООС и емкостью 
конденсатора С10 на входе усилителя XI. На 
входе канала обработки сигнала включен пов- 
торитель напряжения IX, ослабляющий влияние 
входного делителя напряжения (R7 и R2) на 
АЧХ управляемого фильтра. 

Канал управления состоит из алгебраическо- 
го сумматора VII, управляющего усилителя 
Ш, ограничителя минимума IV, частотного 
корректора-дифференциатора I,- амплитудного 
детектора I, регулятора ГП начального значе- 
ния частоты среза и регулятора-ограничите- 
ля VI ее `конечного значения. АЧХ канала 
управления формируется активным фильтром 
нижних частот второго порядка, состоящим из 
управляющего усилителя 11, внутренних pe- 
зисторов R2 и R3, внешних конденсаторов C7 
и C8 с частотой среза около 1,6кГц и 
наклоном АЧХ 12 дБ/октаву. Спад АЧХ за 
пределом рабочего диапазона частот опреде- 
ляется внутренним резистором К12 и конден- 
сатором C1 (см. функциональную схему) в цепи 
ООС, охватывающей усилитель П. Внешний 
конденсатор C4, подключенный выводами 18 
и 19, увеличивает крутизну спада АЧХ до 
18 дБ/октаву. Если необходимо изменить АЧХ 
канала управления, то дополнительные элемен- 


_ ты могут быть подключены между выводом 20 


и общим проводом устройства. | 
Кроме того, в состав микросхемы входят 
источники образцового напряжения и стабили- 
зированных токов, условно обозначенных на 
схеме блоком Х. 
Корпус типа 2120.24-3. Масса не более 4 г. 


2110. 4-9 5 


KISIXNI 


Функциональный состав: Г— амплитудный 
детектор; П— частотный корректор-дифферен- 
циатор; II — управляющий усилитель; [7 — or- 
раничитель минимума; Г — управляемый напря- 
жением резистор в цепи управления порогом 
шумопонижения; VI— регулятор-ограничитель 
конечного (верхнего) значения частоты среза; 
ИП — регулятор начального (нижнего) значения 
частоты среза; Г! — алгебраический сумматор; 
IX — входной повторитель напряжения; X — HC- 
точник образцового напряжения и стабилизи- 
рованных токов; Х/— операционный усилитель 
управляемого фильтра; ХИ — управляемый pe- 
зистор 1-го звена основного управляемого 
фильтра; XI — управляемый резистор 2-го зве- 
на основного управляемого фильтра. 

Назначение выводов: l — регулировка време- 
ни реакции динамической системы понижения 
шумов на нарастание сигнала малого уровня; 
2 — управление включением системы шумопони- 
жения; 3 — регулировка времени реакции дина- 
мической системы понижения шумов на на- 
растание сигнала малого уровня; 4— вход кор- 
ректора-дифференциатора и амплитудного де- 
тектора; 5 — установка порога шумопонижения 
динамического фильтра; б — установка конечно- 
го (верхнего) значения полосы пропускания 
динамического фильтра; 7— установка началь- 
ного (нижнего) значения полосы пропускания 
динамического фильтра; 8— внутренний резис- 
тор установки конечного‘ (верхнего) значения 
полосы пропускания динамического фильтра; 
9— питание (— U); 10— питание (+0,); 11— 
выход динамического фильтра; 12— выход 
2-го звена основного управляемого фильтра 
(подключение частотозадающего конденсатора); 
13 — управляющий вход 1-го звена основного 
и дополнительного управляемых фильтров; 
14 — управляющий вход 2-го звена основного 
управляемого фильтра; 15 — выход линеаризую- 
_ щего устройства 2-го звена основного управля- 
емого фильтра; 16— выход линеаризующего 
устройства 1-го звена основного управляемого 
фильтра; 17— вход динамического фильтра; 


18 — выход 1-го звена основного управляемого 
фильтра (подключение частотозадающего кон- 
денсатора); 19 — инвертирующий вход алгебраи- 
ческого сумматора; 20 — выход алгебраического 
сумматора; 2]— 1-е звено весового фильтра; 
22—2-е звено весового фильтра; 23— выход 
ограничителя минимума; 24 — общий. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания (двухполяр- 
ное) +15 В 
Ток потребления при U = + 16,5 В, T= +25° С, 
не более 8,5 мА 
Выходное, напряжение покоя при U, „= +15 В, 
T= +25° С, не более + 0,5 В 
Коэффициент усиления напряжения при U „= 
= +15 В, ПО„,=100 MB, /=400 Гц, 

Т=-+25°С 4,7... 5,3 
Ослабление усиления при И =+15В, T= 
=+25° С: . 


ооо ооо ооо о фо соо ооо оо ооо фо ооо ооо оо оо ооо ооо ооо осо воо 


ооо ооо ооо ооо соо ооо ооо ооо ос осо ооо ооо оо сое 


ооо ооо ооо ооо ооо вое ооо 


ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо со ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо 


при И», = 100 MB; /=20 кГц .......... —2,5...1 дБ 
f=32 кГц,. не: более iess ви: —3 дБ 
при ПО», =10 мВ, /=1 кГц, не менее .... —3 дБ 
fak oken TE бое: a —3 ab 
при U=0,32 мВ, f=6 кГц, 

В аа E —ЗдБ 
при О„=3,2 мВ, f=6 кГц, не более ..... —3 дБ 


при О„„=1 мВ, /= 10 кГц, не более .... —26 дБ 
Коэффициент гармоник при U= +12 В, fax= . 
=400 кГц и 20 кГц, Us =400 MB, T= +25° С, не 
ев. ИИА ВИРТ 0,5% 
Входной ток через вывод 17 при И = +15 В, 
Т= +25” С; ве. более iiiaio 0,5 мкА 


Выходной ток через выводы 13 и 14 при 


0. =415 В; `О=0; Т=+25°С 13...26 мкА 
Выходной ток через выводы /3 и 14 на частоте 
10 кГц, О = 15 В, Т=+25° С: . 

wmi- Unti MB Ее Е 3... 10 мкА 

opa Uyw ME. 150... 450 мкА 
Приведенное ко входу напряжение шумов. в 
полосе частот 20 Гц...20 кГц при U, = +15 В, 
О. =0. Гы Me М 15 мкВ 


Электрические параметры К157ХПЗ в основной 
схеме включения динамической системы 
понижения шумов при U = +15 В. 
Подавление шумов (невзвешенное значение), 
не менее 11 дБ 
Крутизна наклона АЧХ управляемого ‘фильт- 
ра (с частоты 3 кГц и более), 
не менее | 12 дБ/октаву 
Эффективность подавления шумовых компо- 

нент в области высоких частот, не 

менее 30 дБ 

Неравномерность АЧХ в полосе пропускания: 
не менее | | —1,5 дБ 
не более ... +1 ДБ 

Коэффициент гармоник (при перегрузке 12 дБ), 

не ‘более: зо А 0,5% 


и 75 


ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ово во осо оо ос осо ноо 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо осоосоо 


ооо оо ооо фо соо оо оо ооо ооо ооо ооо ооо оо соое 


ооо ово ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо со осоо 


_ Минимальный >. порог” иумопонижения, не бо- 


лее _ —50 дБ 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо кос ооо ооо сочное 


Соотношение сигнал-помеха в полосе частот - 


80 дБ 


`` Предельные эксплуатационные данные 


20.Гц...20 кГц, не менее 


ооо ооо ооо о ооо о 


Напряжение питания: 

положительное +5... +18 В 

ПЕРРИ ДАТЕЛЬНОе льна —9... —18 В 
Максимальное входное напряжение (амплитуд- 
ное значение) +U, 
Максимальное выходное напряжение при U, ,= 
ш- 15 В, U= 43 В. не менее ............: МВ 
Максимальный выходной ток по выводу /1 при 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо ооо осо 


ВЕ В, = ЕВ ода 6... 20 мА 
Температура окружающей 
Е ВЕ ЕЕ ДИ —25... +70° C 


ис: 
$ 
ii 


O 4 8 2 16 лы, 8 


Зависимость полосы пропускания шумоподави- 
теля на микросхеме К157ХПЗ от частоты и 
уровня входного сигнала 


Схемы включения . 


02 1800 
010 4700 Выход 
03| CE 
HË 07] 01 +U 


Я |Вкл.\\ Выкл. 


(9 150 


Основная схема включения микросхемы 
К157Х ПЗ 
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В этой ‘схеме порог шумопонижения ‘уста- 


`навливается резистором R7: при R7=0 _нахо- 


дится на уровне —30 дБ, а при максимальном 
значении резистора К7= 330 кОм достигает 3Ha- 
чения —50 дБ. ' 

Установка конечного (верхнего) и начально- 
го (нижнего) ‘значений полосы пропускания 
осуществляется резисторами R5 и Кб: при 
изменении сопротивления резистора R5 от 0 до 
220 кОм начальное значение верхней граничной 
частоты полосы пропускания изменяется от 1 
до 2,5 кГц; при изменении сопротивления ре- 
зистора Кб от 0 до 47 кОм конечное значение 
верхней граничной частоты полосы пропускания 
изменяется от 20 до 30 кГц. 


Типовая схема включения микросхемы 
К157ХПЗ в аппаратуре воспроизведения звука 
17 


Дополнительная литература 


l. Адаптивный противошумный процессор 
К157ХПЗ для звукотехнической MRApATY ы/ 
В. В. Андрианов, Г. П. Апреленко, И, Par- 
балко, О. Ф. Тагоня//Электронная ны 
ность.— 1985.— Вып. 7 (145).—С. 19—21. 

2. Все о микросхеме К157ХПЗ/В. В. Андриа- 
нов; Г. II. Апреленко, А. И. Рыбалко, О. Ф. Ta- 
гоня//Радио.— 1985.— № 11.— C. 33—36. 


2.5. Микросхемы серии КР159 


KP159HT1A, KP159HT15, 
KP159HT1B, KP159HT1rF, 
KP159HT10, KP159HT1E 


Микросхемы серии KP159 представляют co- 
бой сборку из двух биполярных п-р-п тран- 
зисторов, выполненных по планарной техноло- 
гии с изоляцией элементов диэлектриком. Пред- 
назначены для использования в качестве базо- 
вой схемы дифференциального усилителя и 
других балансных схем в различных устройст- 
вах. радиоэлектронной аппаратуры. 

_ Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 0,7 г. 


KPISIHTI (A-E) 


210i 6-1 15 


292.51 P 


Jona ПОЛОЖЕНИЯ smout = 


Назначение выводов: 2—коллектор VTI; 
3— база ИТ/!; 4—эмиттер VTI, 5—эмиттер 
УТ2; б——база VT2; 7— коллектор VT2. 


Электрические параметры 


Прямое падение напряжения на переходе ба- 
за —эмиттер при [,=1мА, Окь=5В, 
Т=+25° С 0,55 ... 0,75 В 
Модуль разности прямых напряжений база — 
эмиттер при [,=1 мА, Окь=5 В, Т=+25° С, 
не более: 

КР15ЭНТТА, КР15ЭНТМБ, КР15ЭНТИВ.. ..3 мВ 

КР159НТИГ, КР!5ЭНТИД, 

КР15ЭНТ1Е 
Обратный ток коллектора при Икь=20 В, 
Т= +25°С, не более 
Обратный ток эмиттера при U»=4B, T= 
=+25° C, не более 500 HA 
Ток утечки между любыми электродами двух 
транзисторов при ПОут!. ут2=20 B, T= +25° С, 
Be БОЛ: да нло 20 nA 
Статический коэффициент передачи тока в 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо о 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо оо ооочосо 


ооо ооо ооо ооо оо ооо соо ооо ео 


схеме с общим эмиттером при [.=1 мА, ИОкэ= 
=5 В, Т=+25° С: 
КРОНА. -KPISHT II iiiad 20... 80 
КРУЗЭНТТЬ, КРБЯНТШ- лье 60... 180 


КР15ЭНТ1В, КР15ЭНТИЕ, не менее 
Модуль коэффициента передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при ИОкэ=5В, 1[,=3мА, 
f=100 МГц, T= +25° С, не менее 
Отношение статических коэффициентов переда- 
чи тока в схеме с общим эмиттером первого и 
второго транзисторов при Окэ=5 В, [.=1 мА, 
T= +25 С: 

KP159HT1A, KP159HT15, KP159HT1B 

KP159HT1T, КР15ЭНТ1Д, KP159HT1E .... 


.... 0,85 
0,75 


Емкость коллекторного перехода при Иъзь=1 B, ` 


f=10 МР T= +25 ен 
Емкость эмиттерного перехода при Изь=1 В, 


f=10 кГц, T=+25° С 5 пФ 


15 MB- 


Предельные эксплуатационные данные —_ 


Напряжение коллектор — база ................. 20 В 
Напряжение эмиттер — база ...................... 4 Во 
Напряжение между транзисторами ........ 20B- 
. Ток коллектора (постоянный) ............. ‚. 10 MA 
‚ Импульсный ток коллектора (mpu в 
р т 30 КО) ан МА ' 
Мощность рассеивания: 
при. = =60470° С иода 50 мВт 
R 130° С-Т 
при T= +70... +100°С ........ ен 125 С мВт 


0 
-60 -4 -0 0 0 40 90 81° 
Зависимость максимальной рассеиваемой мощ- 
ности от температуры окружающей. среды . 


Ig, мкА 
100 


700 U3, "B 


L 


Типовые входные характеристики транзист оров, | 


входящих в состав микросхем в схеме с общим 
эмиттером 


0 ЗРЯ ВЫ o 


Типовые выходные’ характеристики транзисто-. 
ров, входящих в corrag микросхем KP159HT1 
А, Г) 


60,8 
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02 | 
10-7 10? 107 10 101, "А 


Зависимость нормированного 
коэффициента передачи тока в 
схеме с общим эмиттером от 
тока эмиттера (й›, о —коэффи- 
циент передачи тока при 
I,=1 мА). Заштрихована 
область разброса значений. па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана TH- 
повая зависимость 


| 0351-03521, МВ 


2 4 


68 0 12 198 
Типовая зависимость модуля 
разности прямых напряжений 
база—эмиттер от напряжения 
коллектор — база при 


[=50 мкА, Т= +25° С. 
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e0 


Типовые выходные 
характеристики 

IZMA транзисторов, входящих 

в состав микросхем 
KP159HT1 (b, Д) 


Типовые выходные 
характеристики 
транзисторов, входящих 
в состав микросхем 
KP159HT1 (В, Е) 


20020 60 1001,5 


Типовая зависимость норми- 

рованного коэффициента пе- 

редачи тока в схеме с общим 

эмиттером от температуры 
Е ее среды при 
=5 B, L=1 MA: hzi30— 

а передачи тока 

при T= +25° С 


10! 101, мА 
Типовая зависимость 
модуля разности прямых 

_ напряжений база— 
эмиттер от тока эмиттера 
при Окь=4,5 В, 

T= +25° C 


hna 


2 3 496744 
Типовая зависимость нормиро- 
ванного значения модуля коэф- 
фициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером от тока 
эмиттера при Окэ=5 В, 

T= +25° С: |h3139|— модуль 
коэффициента передачи тока 
при [,=1 мА 


Neeson 
TYY, 


-60 -20 0 20 60 Ш 7°C 


Типовая зависимость модуля раз- 
ности прямых напряжений база— 
эмиттер от температуры окружаю- 
щей qom и Uks=5B, [= 
=0,05.. A: Заштрихована 


область ее значений пара- 


метра для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типовая зави- 
CHMOCTb 


Схемы включения 


Принципиальная 
‘схема стабилизатора 
напряжения на основе 

генератора 
стабильного тока со 
следящей обратной 


Принципиальная 
схема генератора 
стабильного тока: 


R2 

RERS где [ MA; U; В; R, 
KOM 

AU, nB 

20 


— 


ее В 


Зависимость изменения напряжения стабили- 

зации от изменения напряжения питания в 

схеме стабилизатора напряжения на основе 

генератора стабильного тока со следящей об- 
ратной связью 


0 02 04 


06 OBR, ибн 


Зависимость изменения напряжения стабили- 

зации от изменения сопротивления нагрузки в 

схеме стабилизатора напряжения на основе 

генератора стабильного тока со следящей об- 
ратной связью 


Í = 
a E 0.55.5015) ^ 


Принципиальная схема дифференциального 
каскада с динамической нагрузкой и генера- 
тором. стабильного тока [18] 


2.6. Микросхемы серий К162 и КР162 


K162KT1, КР162КТ1 


Микросхемы представляют собой последо- 
вательные интегральные прерыватели, выпол- 
ненные на биполярных транзисторах с изоля- 
цией р-п-переходом. 

Корпус микросхемы КР162КТ! типа 201.14-1, 
K162KT1 — типа 401-14-3. Масса не более 1,5 г. 


401.14-9 


=_e t} 
w% nesan aee 
< 
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Электрические параметры 
Остаточное напряжение при’ [„„=2 мА, не 


_ более: | 
при Т=+10°С ......... Е тире В 500 мкВ 
о о м О ВНЕ ИХ 300 мкВ 
оо ПОХ се, си АМА АНН 800 мкВ 
Ток утечки между эмиттерами при О, м= 
^ = +30 В, не более: | 
при--[4> +257 дааа леньниинь 50 нА 
apa Te ЗО АЕ ТЕР 100 нА 
Сопротивление в открытом состоянии при 
Том = 100 мкА, [„р=2 мА, не более: 
ос DE Ха АЯ FAA 100 Ом 
при Т= —43°С .............. еее ВАНИЕ 200 Ом 


Предельные эксплуатационные данные 


X 

> 

RT Обратное напряжение: j 

X Коллектор ОН EARO EE ES A 20 B 
N a Ti ena -- i PRUA A PAS A OO 30 B 
Oo 


KIG2KTI, KPIG2KTI 


а ВК 
1 7 
12 10 0 я 0: В 
Назначение выводов: 1—эмиттер ИТ; 4— Зависимости тока утечки между двумя эмитте- 
коллекторы VTI и 1Т2; 7—эмиттер ТТ2; рами от коммутируемого напряжения при раз- 
10— база VT2; 12— база VTI. личной температуре окружающей среды 
р ‚ дм | | 
K162KTI 
KPIGZKTI „7 й 


+ 


MR ZAH 
UUH 
ИИД 


ПИ 
И 


0 24° 6 Вр 6 Пр, МА 
Зависимость сопротивления Зависимости сопротивления Зависимости остаточного на- 
открытого транзистора от тока открытого транзистора от пряжения коллектор — эмит- 
управления при T= +25° С. За- коммутируемого тока при тер от тока управления при 
штрихованная область разброса различной температуре ок- различной температуре 
значений параметра для 95% ружающей среды окружающей среды 


микросхем. Сплошной линией 


обозначена типовая 
зависимость 
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Коммутируемое напряжение ................. +30 B 


К174УНЭА, К174УНУБ — усилители MOLI- 


Управляющий TOR. .... икре че льмероченььнаие 10 мА ности низкой частоты с выходной мощностью 
x BT; 
SPESE A над пенни 0,1 мА K17 «кН! 0 А, K117 4УН10Б — электронные 
CMERPATYpI Сре" | двухканальные регуляторы тембра высших и 
среды ооо ново ооо ово зо оо зов ооо оо ооо ооо во ьоео —45 e.o +70° С низших зв ковых частот; 
К174УН!11 — усилитель ‘мощности низкой 
Схема пелена частоты с выходной мощностью 15 Вт; 
00 + +. 
0700 а Rie Si Oh 
R6 10x R7 68K R12 15K 
[ZZ PZA m am EZA 9—7 Выход ЛК 
У Ly 
а! 
1 -458 
х Cro 
mA r 
3 X 2 
t 
52 Fe,0 
n с POPE 
-~ Вариант включения микросхемы 
7 КР162КТ1 в качестве коммутирую- 
щего элемента переключаемых цепей 
_ коррекции в усилителе воспроизведе- 
Выход NK ния кассетного магнитофона 


2.7. Микросхемы серии K174 


Микросхемы серии К174 предназначены для 
применения в звуковоспроизводящей, звуко- 
записывающей, радиоприемной и телевизион- 
ной бытовой радиоаппаратуре. Выполнены по 
планарно-эпитаксиальной технологии с разделе- 
нием элементов р-п переходом. Конструктивно 
микросхемы оформлены в пластмассовых кор- 
пусах с жесткими выводами. 

В состав серии входят: 

К174АФ! — схема синхронизации генератора 
строчной развертки телевизионного приемника; 

К174АФ4А — R-G-B— матрица цветовых сиг- 
налов и регулировка цветовой насыщенности; 

К174АФ5 — К-С-В— матрица цветовых CHT- 
налов, фиксация уровня черного и установка 
баланса белого цветов; 

=- К174ГЛТ, К174ГЛТА — генераторы кадровой 
развертки; 

К174ГЛ2 — генератор кадровой развертки 
для черно-белых и цветных кинескопов с раз- 
мером экрана более 32 см; 

К174КП1 — двухканальный аналоговый муль- 
типлексор на четыре входа и один выход в 
каждом канале; 

К174ПСТ, КФ!74ПС1, К174ПС4 — двойные 
балансные преобразователи частоты; 

К174УК1 — регулятор яркости, контрастнос- 
ти, насыщенности и формирователь зеленого 
цветоразностного сигнала; | 

К174УН4А, К174УН4Б — усилители Moug- 
ности низкой частоты с выходной мощностью 
1 Вт; 

К!74УН7 — - Усилитель мощности низкой час- 
тоты с выходной мощностью 4,5 Вт; 


К174УН12 — электронный двухканальный ре- 
гулятор громкости и баланса каналов в стерео- 
фонической аппаратуре; 

К174УН13 — универсальная усилительная 
схема для аппаратуры магнитной записи и 
воспроизведения звука; 

К174УН14 —усилитель мощности низкой _ 
частоты с выходной мощностью 4,5 Вт; _ 

К174УН15 — двухканальный усилитель мощ- 
ности низкой частоты с выходной мощностью 
6 Вт в каждом канале; 

К174УН17 — двухканальный усилитель MOL- 
ности низкой частоты для стерофоничесии» 
телефонов; 

К174УН18 — — двухканальный усилитель мощ- 
ности низкой частоты с выходной мощностью 
1 Вт в каждом канале; 

К174УП1 — усилитель яркостного сигнала и 
схема электронной регулировки размаха выход- 
ного сигнала, фиксации и регулировки уровня 
черного; 

К174УР1 — усилитель-ограничитель ЧМ-сиг- 
нала, демодулятор и предварительный усили- 
тель низкой частоты; | 

К174УР?2А, К174УР2Б — усилители промежу- 
точной частоты канала изображения телеви- 
зионного приемника; 

К174УР3 — усилитель-ограничитель, ЧМ-мо- 
дулятор и предварительный усилитель низкой 
частоты; 

К174УР4 — усилитель-ограничитель, ЧМ-де- 
модулятор и предварительный усилитель низ- 
кой чаетоты с АРУ; X 

К174УР5 — усилитель промежуточной часто- 
ты канала изображения с АРУ, видеодетекто- 
ром и схемой обработки видеосигнала; 
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К174УР7 — экономичный. тракт. обработки 


ЧМ-сигнала с низкой промежуточной частотой; 

К174УР10 — широкополосный усилитель для 
-компенсации потерь в пьезофильтрах УПЧ 
канала изображения; 

К174ХА1 — одноканальный синхронный де- 
модулятор цветовой поднесущей для сигналов, 
кодированных по системе СЕКАМ; 

К174ХА2 — многофункциональная схема при- 
емного 'АМ-тракта; 

К174ХАЗА, К174ХАЗБ — компандерные шу- 
‚моподавители; 

_ КИ4ХА6 — многофункциональная ‘схема 
тракта ПЧ-ЧМ радиоприемного устройства; 

К174ХА8 — сдвоенный синхронный демоду- 
_ лятор цветовой поднесущей для систем СЕКАМ 
и ПАЛ; 

К174ХА9 — предварительный усилитель и Or- 
раничитель сигналов цветности для работы в 
системе СЕКАМ и в двухсистемных телевизорах 
ПАЛ — CEKAM; 

К174ХА10 — многофункциональная схема pa- 
диоприемного АМ-ЧМ тракта; 

К174ХА11 — схема синхронизации генерато- 
ров строчной и кадровой разверток и канала 
цветного изображения; 

К174ХА12 — универсальная высокочастотная 
система ФАПЧ с замкнутым контуром обратной 
связи; 

К174ХА14 — стереодекодер системы поляр- 
ной модуляции; 

К174ХА15 — многофункциональная — схема 
для УКВ блоков радиоприемных устройств; 

К174ХА16 — о дикодер сигналов цветности си- 
стемы СЕКАМ 

К174ХА17 — схема обработки демодулиро- 
ванных цветоразностных и яркостных сигналов; 

К174ХА20 — многофункциональная — схема 
для селекторов каналов телевизионных прием- 
НИКОВ. 


К174АФ1 


Микросхема представляет собой устройство 
синхронизации генератора строчной развертки 
телевизионного приемника и выполняет функ- 


ции амплитудного селектора синхросигнала, _ 


генератора импульсов строчной частоты,  авто- 
матической подстройки задающих импульсов 
строчной разве epou по частоте и по фазе. 
В состав К174АФ! входят генератор импуль- 
сов строчной частоты, фазовый дискриминатор 
АПЧФ генератора, пиковый детектор совпаде- 
ния переключения полосы АПЧФ, схема защи- 
ты от импульсных помех, схема формирования 
выходного импульса, выходной каскад, Sasoia 
‚дискриминатор АПЧФ выходного импульса, 
амплитудный селектор. 

Задающая часть микросхемы представляет 
собой автогенератор, охваченный кольцом авто- 
матического регулирования частоты и фазы по 
приходящим импульсам синхронизации строч- 
ной развертки. 

Формирующая часть микросхемы включает 
каскады обработки формируемых напряжений и 
окончательного фазирования выходных импуль- 
сов по строчным синхроимпульсам. 
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Наличие двух раздельных колец автомати- 
ческого регулирования позволяет существенно. 
повысить помехоустойчивость канала синхро- 
низации телевизионного приемника. 

Корпус прямоугольный пластмассовый уни- 
фицированный с двухрядным расположением 
жестких выводов типа 238.16-2. Обозначение 
типа приводится на верхней части корпуса. 
Масса. не более 1,5 г. 


238. 16-2 в 


ENON f- 
mnnon- 


ПОИЩИ 
W 
NN 


i Ga G i G Gi Gi i- 


K174A PI 
na n wa 


Зона клЮ4а 


6 15 


Я. AEE ERA 


aatis B 


Функциональный состав: [— выходной Kac- 
кад; /— устройство формирования выходного 
импульса; /11— фазовый дискриминатор авто- 
подстройки фазы выходного импульса; IV — aM- 
плитудный селектор; Г — устройство защиты от 
импульсных помех; VI— детектор совпадения 
переключения полосы АПЧФ; ИГП — фазовый 
дискриминатор АПЧФ генератора; И — rene- 
ратор импульсов строчной частоты. 

Назначение выводов: ] — питание (+U); 2— 
выход; 3— вход формирователя; 4— выход þa- 
зового дискриминатора; 5 — вход фазового дис- 
криминатора АПФ выходного импульса; б— 
вход фазового дискриминатора: АПЧФ генера- 
тора; 7— выход детектора совпадения; 8 — вход 


.’ ходе 


видеосигнала; 9— вход импульса помехи; 10— 
вывод подключения: времязадающей цепи KOM- 
мутатора; 11— выход детектора совпадения; 
12— выход ‘фазового дискриминатора ATIYO 
генератора; 1/3 — вывод для подключения блоки- 


ровочного конденсатора; /4— частотозадающий _ 


конденсатор; /5— вывод для подключения час- 
тотозадающей КС-цепи; 1/6 —общий (— U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... 12 В 
Ток потребления при U,=12 В, 
Рока, анны 32...54 мА 


Длительность выходного’ управляющего им- 
пульса при ПИ, =12 В, Т=-10... +60° С: 
15д.о.х==0 12... 17 мкс 
fao, = 15 МКС 26...32 мкс 
Амплитуда выходного строчного импульса при 
И, =12 В, Т=-10... +60° С, не менее .... 8 В 
Амплитуда полного синхросигнала на выводе 7 
при О, =12 В, T= —10... +60° С, не менее ... 8 В 
Пределы перестройки частоты собственных ко- 
лебаний выходного генератора при И, =1|2 В: 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо очочосое 


ооо оо ооо ооо соо ооо ооо ооо оо 


нижняя граница, T= +25° C ... 12,9... 14,9 кГц 
: T=—10 mn 
+60° C anane.. 12,6... 15,0 кГц 
верхняя граница, T= +25° C ... 17,0...22,0 кГц 
Т=-10 и 
4+ 60° С длх.. 16,7... 21,3 кГц ` 


Полоса захвата АПЧ при ПИ. =12 В, Т=-10... 
.. +60° С, не менее +700 Гц 
Нестабильность частоты внутреннего генерато- 
ра от времени, температуры и напряжения 
питания при О, =12... 13,2 В, T= -—10... +60? С, 
не более +350 Гц 
Длитсльность фронта выходного строчного 
импульса при U, ,=12 B, Т=+25° С, не 6o- 
ВВ: PONIA та о ноль 1 мкс 

типовое значение 0,3 мкс 
Длительность фронта строчного синхроимпуль- 
са в полном синхросигнале на выводе 7 при 
О, =12 В, Т=+25° С, не более 1,5 мкс 


ооо ооо осо ооо ооо соо ооо соооо 


Крутизна регулирования системы АПЧФ npa 


U,=12 B, Т=+25° С 0,4... 1,2 кГц/мкс 
Остаточный сдвиг фаз между фронтами строч- 


оооффооооо 


ного синхроимпульса и импульса обратного 


хода при длительности импульса обратного 
хода 10 мкс, U =12В, Т=+25°С, не 6o- 
ПИ аи + 1,5 мкс 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания 15 В 
Минимальное входное напряжение полного ви- 
деосигнала 1В 
Размах полного видеосигнала отрицательной 
полярности (синхроимпульсами . вверх) на вы- 
1...6 В 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо во 


ооо оо оо о о оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо ооо ооо осо сочно ооо сое 


Температура окружающей 


Фазовые соотношения между входными 
выходными сигналами микросхемы КАФ 


Схемы включения 


Типовая схема включения К174АФ] с yka- 
занными номиналами внешних навесных эле- 
ментов обеспечивает оптимальный режим ра- 
боты микросхемы. Изменение номиналов внеш-. 
них элементов позволяет в некоторых пределах 
изменять параметры схемы. Резистором R18 
можно регулировать порог срабатывания ам- 
плитудного селектора. Изменение номиналов 
элементов, подключаемых между выводами б и 
7, позволяет уменьшать или увеличивать посто- 
янный фазовый сдвиг, вносимый этими эле- 
ментами, в частности, исключение конденсатора 
C10 уменьшает остаточный фазовый сдвиг 
между синхроимпульсами и импульсами обрат- 
ного хода развертки ‘до +0,5 мкс. Однако 
одновременно необходимо изменить постоян- 
ную времени фильтра коммутатора К/7С11, так 
как при столь малых значениях остаточного 
сдвига фаз коммутатор будет срабатывать 
несколько раньше, что приведет к сужению 
полосы захвата. Для исключения этого явления 
целесообразно уменьшить сопротивление ре- 
зистора R17 до 82 кОм. 

и микросхема применяется в телевизион- 
ном устройстве, работающем совместно с. ви- 
деомагнитофоном, когда бывают большие скач- 
ки частоты строчных ведущих синхроимпульсов 
и их пропуски, автоматический режим работы 
коммутатора отключается с помощью внешней 
коммутации замыканием ключа 5. 

Для защиты от помех в микросхеме мож- 
но запирать амплитудный селектор на время 
действия помехи болышого уровня. Импульсы 
помех выделяются при этом с помощью внеш- 
них устройств из полного телевизионного сиг- 
нала и подаются на вывод 9 микросхемы. 
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Типовая схема включения мик- 
росхемы К174АФ1 


Принципиальная 
Вх0б управления — бходы видеосигнала схема генератора 
а рейты т о. строчной развертки на 
микросхеме К174АФ! 
[19] 
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Дополнит ельная литература 


Микросхемы В генераторах телевизионной 
развертки/С. В. Яковлев, В. А. Скляр, В. С. Су- 
coB.— M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 


К174АФАДА 


Микросхема представляет собой КС В-матри- 
цу. Выполняет следующие функции: регулиров- 
ку цветовой насыщенности; формирование зеле- 
ного цветоразностного сигнала; формирова- 
ние сигналов К, С, В из яркостного и 
_ трех цветоразностных сигналов; предваритель- 


ное усиление сигналов К, С, В. Предназначена. 
для применения в телевизионных приемниках. 


цветного изображения совместно с микросхе- 
мами К174УП]1 и К!74ХАТ. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ1). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г— регулятор насы- 
щенности R— У; П— регулятор насыщенности 
B— Y; Шр— матрица С— Y; IV— матрица К; 
Г— матрица В; Г[—матрица В; VII, VIII, 
][Х — предварительные усилители К, С, В. 


KIT4A PHA 


16 15 14 13 
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Назначение выводов: 1, 2— вход синего цве- 
торазностного сигнала В— У; 3, 13— регули- 
ровка насыщенности; 4, 12— вход яркостного. 
сигнала; 5— опорное напряжение канала В; 
б— выход сигнала В; 7— выход сигнала С; 
8— питание (—0.); 9— опорное напряжение 


12 11 10 9 


5 7 8 
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_ от Kilep, не более 


канала 6; 10 — выход сигнала К; 11 — опорное 
напряжение канала К; 14, 15— вход красного 
цветоразностного сигнала R— Y; 16 — пита- 
ние (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления при И. =13,2 В, 
Т=+25° С 25...60 мА 
Коэффициенты передачи К|, К›, К. с яркостно- 
го входа на выходе R, С, В при И, =12 В, 
О, =280 мВ, f= | МГц, Оз. 12= 1,8 В, Оз. 1з = 
=3,8 В, Т=+25° С 31... 3,9 
Коэффициенты передачи K4, К; с цветоразност- 


оофоо ооо ооо ооо ооо ооо со сооооо о 


ных входов на выходы R, В при И =12 В, 


О, = 400 MB, f= l МГц, U4, 12 = 1,8 В, Оз. 1з= 
=3,8 В, Т=+25° С 2,4...3,6 
Коэффициент передачи. со входа. ВУ на 
выход С, К при И, =12В, О» =400 MB, 
f= 1 МГц, U4, +2 = 1,8 В, Оз, 13 =3,8 В, 

T= +25° С 0,5... 0,7 
Коэффициент передачи K, со входа К на выход 
С при И, =12 В, 0,,=400 мВ, f=1 МГц, (4. 12= 
=1,8 В, 0Оз.!з=3,8 В, Т=+25°С 1,4... 1,8 
Отклонение коэффициентов передачи K, K2, K3 
+5% 
Отклонение коэффициентов передачи K4, К; от 
Киср, Не более +7,5% 
Отклонение коэффициента передачи. Ke от 0,19 
о мВ би. а +10% 
Отклонение коэффициента передачи К. от 0,51 
Kasp, Не более +7,5% 
Отклонение коэффициентов передачи K, K2, K3 
от Kacp ПРи регулировке насыщенности на 
12— 1,5 дБ (изменение Из из от 3,8 до 1,8 В), не 
ра EA +5% 
Отклонение коэффициентов передачи К., К. 
от Kuacp При регулировке насыщенности на 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо соо ооо во оосово о 


ооо 


ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ово ооо ооо осо 


12 tį, дБ (изменении Из, 1з от 3,8 до 1,8 В), не 


более + 10% 
Нелинейные искажения по яркостному кана- 
лу при И. =12 В, И,„=280 мВ, 

T= +25° С 
Полоса пропускания по яркостному каналу по 
уровню —3 дБ, не менее 6 МГки 
Полоса пропускания по цветоразностным ка- 
налам по уровню —3 дБ, не менее 1,5 МГц 
Подавление перекрестных искажений между яр- 
костным и цветоразностными каналами и меж- 
ду цветоразностными каналами при И, =12 Ви 


T= +25 C He Mote eoar voerdesepset 36 дБ 
Входное сопротивление, не менее ... 100 кОм 
Входная емкость, не более ..................... 5 пФ 


НА 
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5% 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 

при Т=+25° С 10,8... 15 В 

при T= +60° С 10,8... 13,2 В 
Размах сигналов по цветоразностным входам, 
не более 1,5 В 
Размах сигнала по яркостному входу, не бо- 
лее 
Напряжение на выводах 3, 13, не более ..... 4,4 В 
Напряжение на выводах 3, 12, не более ..... 2,7 В 
Сопротивление внешних резисторов между вы- 


ооо оо ооо ооо ооо оо ооо ооо со ооо ооо ото ооо соо ооо ооо осо ооо соо ооо + 


водами 6, 7, 10 и — U, не менее ........... 3,3 кОм 
Температура окружающей 

а: earan Тора РЕНО —10... +60° C 
Температура корпуса при T= +60° С, не 6o- 
лее +80° С 


ооо ооо оо оо оо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо осо ооо соо осо ооо оо соо о 


Выход R (10) 


Вход B-Y 


Laia Выход G (7) 
(14) а 
Вхоб Y а. Выход B (6) 


(4 12) 


Схема обозначений коэффициентов передачи 


Uz 13» 8 


Зависимость нормированных коэффициентов пе- - 
редачи К, и К; от управляющего напряжения 


`на выводах 3 и [3 при U ,=12 В, T= +25° С. 


Заштрихована область разброса значений пара- 
метра для 95% микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая зависимость 


Схема включения 
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Вход Y i (8-Y) 
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Типовая схема включения микросхемы К174АФ4А 


Дополнительная литература 


Интегральные микросхемы серии К174: Ка- 
талог.—М.: ЦНИИ «Электроника», 1981.— 
Вып. 1.— 68 с. 


К174АФ5 


Микросхема представляет собой КС В-матри- 
цу. Выполняет следующие функции: формиро- 
вание красного. зеленого и синего сигналов из 
трех цветоразностных и яркостного сигнала; 
qumearuio уройня черного; установку. баланса 


А174АФ5 


белого. Предназначена для применения. в теле- 
визионных приемниках цветного изображения 
совместно с микросхемами К174ХАЗ, К174ХАФ9, 
К174УК1. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФГ). Масса 
не более 1,5 г 

Функциональный состав: Г— предваритель- 
ный усилитель яркостного сигнала; ПШ, VI, 
_ Х— узлы фиксации уровня; II, VII, Xi матри- 
цы; IV, VIII, ХП— узлы установки усиления; Г, 
IX, ХШ— усилители К, С, В; АПУ — предва- 
рительный усилитель фиксации. 

Назначение выводов: 1[-—вход яркостного 
сигнала У; 2— вход цветоразностного сигнала 
R— Y; 3 — установка усиления канала К; 4— 
вход цветоразностного сигнала С — Y; 5 — уста- 
новка усиления канала С; б— вход цветораз- 
ностного сигнала В— Y, 7— установка усиле- 
ния канала В; 8— вход импульса фиксации; 
9 — питание (+ U.) 10—выход сигнала В; 


.1]|—вход ООС канала В; 12— выход сигнала 


С; 13—вход ООС канала С; 14—вход ООС 
канала А; 15 — вход ООС канала К; 16 — пита- 
ние (— U Ai 


Электрические параметры: 


Номинальное напряжение питания .............. 12 В 
Ток потребления при’ И, =13,2 В, 0, =1,5 В, 
О, 5.71=5 В, Т=—10... +60° С... 30... 80 МА 


Полоса пропускания яркостного сигнала при 
U =12 В, О! =1,5 В, Оз, 5,7=5 В, О», = 100 MB, 
Tey C, BEM ее na 6 MTu 
Полоса пропускания цветоразностных сигналов 


a 


при ПО, =12В, 0, =1,5 В, Оз 1=5В, И„= 
=100 мВ, Т=25° С, не менее 1,5 МГц 
Коэффициент передачи напряжения яркостного 
сигнала по любому из трех каналов при И. = 
=12 B, U,=1,5 B, U3,s,1=5 B, О„=300 MB, 
f=100 кГц, T= — 10... +60° C 0,9...1,1 
Коэффициент передачи цветоразностных сигна- 
лов по любому из трех каналов при И, =12 В, 
О, =1,5 В, Оз, 5.1=5 В, И» =300 мВ, /=100.кГц, 
Т=-—10...`+ 60° С 0,9... 1,1 
Пределы регулировки коэффициентов передачи 
цветоразностных сигналов при установке балан- 
са белого при изменении U3 5.7 от 0 до 10 В, 
ОИ, =12 В, 0, =1,5 В, ПО„,=300 мВ, 
f=100 кГц Я 2. 
Входное сопротивление по цветоразностным 
входам при И, =12 В, И, =1,5 В, Оз. 5. 1=5 В, 
О», =300 мВ, /=100 кГц, не менее .. 100 кОм 
Входное сопротивление по яркостному входу 
при И. =12В, 0, =1,5 B; 0:5 1=5В, Ux= 
=300 мВ, /=100 кГц, не менее 100 кОм 


хоз оо соо ооо ооо оо ооо ооо ооо о 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо о 


Напряжение импульса фиксации уровня чер- 


ного: 
при включенной‘ фиксации 
при выключенной фиксации 
Длительность импульса фиксации; не ме- 
о РАНИТ, ПАВ NAOS EARE OERA T ЦЧО AREIAS RRE 3,5 мкс 
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Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 10,3 ... 13,2 В 
Максимальное напряжение сигналов на выво- 
дих ‘10,1218, 3 B 
Максимальное постоянное напряжение на выво- 


ооо ооо оо ооо со сосое 


дах 1—8, 11, 13, 15 относительно — U, ....... 15 В 
Рассеиваемая мощность, не более 1000 мВт 
Температура окружающей 

о СТО АИ САДА ОМИ —10... +60° C 


1 2 $ 4 


5 S, My. 


Амплитудно-частотные характеристики яркост- 
ного (кривая 2) и цветоразностного (кривая /) 
каналов К174АФ5 при Un =12 В, Т=+25° С 


Схема включения 
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Типовая схема включения микросхемы К174АФ5 


К174ГЛ1, К174ГЛ1А 


Микросхемы представляют собой генератор 
кадровой развертки для цветного и черно-белого 
телевизоров. В соответствии с синхроимпульса- 
ми микросхема формирует мощные импульсы 
пилообразной формы. В состав микросхемы 
входят: усилитель синхроимпульсов, генератор 
напряжения кадровой частоты, генератор пило- 
образного напряжения, буферный каскад, усили- 
тель мощности, стабилизатор напряжения. По 
сравнению с К174ГЛ1А микросхема К174ГЛ1 
дополнена устройством формирования обратно- 
го хода развертки, позволяющим увеличить 
напряжение питания выходных каскадов микро- 
схемы во время обратного хода развертки, тем 
самым обеспечивается необходимое время об- 
ратного хода при сравнительно небольшом 
напряжении основного источника питания. 

Корпус типа 238.12-1. Масса не более 2,5 г. 

Функциональный состав: I— буферный Kac- 


кад; П— усилитель; ПШ/— стабилизатор nanpas- 


жения; IV — устройство формирования обратно- 
го хода развертки (только в К174ГЛ1); V— re- 
нератор напряжения кадровой частоты; VI— ycr- 
литель мощности; ИП — усилитель синхроим- 


238. 12-1 


+225 В 


м m 


Ее 
VAa 


KAJZ2A 


VTE ° 
АТ969А 
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А174ГЛУ, KIT4TATA 
R Ao p т 


Е аа 


1 2 $ Т 4 


5 5 


пульсов; ГШ— генератор напряжения пилооб- 
разной формы. 


Выходной ток в нагрузке при U, ,=25 В, f= 
=50 Гц: 
при Г,„=20 мГн, А, =10 Ом, 
Т=+25°С для К!74ГЛ1, не ме- 


О и НАК ОИ А 15 А 
T= —10.. POET АИ 0,8...1,5 А 

при К„=12 Ом, Т=+25°С для К174ГЛЛА, 
БО Зоран ини 1,06 А 
== 10...60. Селе: 0,5...1 А 


Время обратного хода при U ,=25 В, L=1 A, 
T= +25° С, не более: 

при Г,=20мГн, К,=10 Ом для 

о Е Ея ВО 0,9 ме . 

при К,„=12Ом для К174ГЛИА .......... 0,6 мс 
Диапазон перестройки частоты внутреннего TIẸ- 
нератора при И, =25 В, Т=+25°С 28...66 Гц 


К174 ГЛТ 


f — z 
E 
rea 


aa 
e 


Назначение выводов: 1— выход буферного 
каскада; 2— вход стабилизатора напряжения и 
питание микросхемы (+0,); 3— выход схемы 
формирования обратного хода развертки; 4— 


выход усилителя мощности; 5 — питание выход- 
ного каскада (+0.); б— выход стабилизатора 
напряжения для питания частотозадающих це- 
пей генератора; 7 — вход генератора пилообраз- 
ного напряжения; $ — вход усилителя синхроим- 
пульсов; 9— вход генератора напряжения кад- 
ровой частоты; 70 — вывод усилителя для под- 


ключения линеаризующих цепей; 11— вывод. 


подключения линеаризующей цепи; 12 — вывод 
подключения линеаризующей цепи; Т—тепло- 
‚отвод (—U,). 

Электрические: параметры 


Номинальное напряжение питания ............ 25 В 
Ток потребления при И, =25 В, 1[,=1А, T= 


25’ ©, ие DOME ом 180 мА 
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Диапазон устойчивой синхронизации. при ПИ, = 
3525 В, 145-25 Сены. ... 44...50 Гц 
Нелинейные искажения при U, ,=25 B, T= 
= — 10... +60° C, не более: 
К174ГЛ1 
Е ия новь +9% 
Нестабильность размера изображения в диапа- 


зоне температур —10... +60°С при И, =25° С, 


не более: — 
ани +3% 
авс AE Ех аа ОНО + 3,5% 


Входное сопротивление микросхемы по входу 
синхросигнала (вывод 8) при U ,=25 В, T= 


w429 C, НЕ Менее... iseeeepecsasie 3,5 кОм 
Амплитуда : входного синхроимпульса, не Mê- 
Во LE DIE EE T IS ALPA E E O боба сою TTT 1 B 
Тепловое ‘сопротивление переход — кор- 


И TE R T O 20° C/BrT 


сопротивление 


Тепловое переход — cpe- 
р ИИ 100° С/Вт 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ............ нина 21...27.В 

Максимальный ток нагрузки: 
ВЕЗЕТ: дыхании бон 1,6 А 
KIMIA sinenion hna ие 1,1 A 
К174ГЛ1А (без дополнительного теплоот- 
Вода ов 100 мА 


Ток потребления К174ГЛ] при 1, =1,5 А .... 240 мА 
Максимальная температура корпуса при Т= 
А ОИ ОРВИ +85? С 


Частота 


л. 
Lr 
Вход R3 
cunxpoun-| 100x й 
С | И 
Я R4 
1150x 


A RI 
ú К pai 
R4 CI Ró 
L] 33x 4045.0 
„Амплитуда 


Дополнительная литература 


1. Яковлев С. B., Скляр В. A., Сусов В. С. 
Микросхемы в генераторах телевизионной раз- 
вертки.— M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 

2. Интегральные схемы серии К174: Ката- 
лог.— М.: ЦНИИ «Электроника», 1981— 
Вып. 1.— 68 с. | 


К174ГЛ2 


Микросхема представляет собой генератор 
кадровой развертки. Предназначена для приме- 
нения в блоках кадровой развертки цветных и 


ci P A 
s0g0xz5 | 


C10 1000,0*16 
+ 


10 0n 20мГи 


Типовая схема К почения 
микросхемы К174ГЛ1 


+ +258 


58] R7 (7 р RE RIE DO R17 
10x 01 47. m 449 7 
C5 ; 
068 


Типовая схема включения микросхемы К174ГЛ1А 


A 


черно-белых телевизоров с размером экрана 
32 см и более. 
Корпус типа 1505Ю.17. Масса не более 7 г. 


19050.17 


12345678901 в №9! 


Функциональный состав: [— генератор пило- 
образного напряжения; 1] — генератор импульса 
гашения обратного хода кадровой развертки; 
Ш — предварительный усилитель; IV — усили- 
тель мощности; Г — формирователь импульса 
гашения обратного хода кадровой развертки; 
VI— устройство тепловой защиты; VII— уст- 
ройство токовой защиты. 

Назначение выводов: 1[— общий (—0.); 2— 
вход импульса синхронизации; 3— вывод для 
подключения внешнего конденсатора, является 
выходом источника постоянного тока, которым 
заряжается конденсатор генератора пилообраз- 
ного напряжения; 4— вывод для подключения 
внешнего резистора, задающего режим работы 
источников тока в генераторе пилообразного 
напряжения; . 5 — выход ` генератора пилообраз- 
ного напряжения; , Ó — вспомогательный выход 
генератора пилообразного напряжения: 7— Bbl- 
ход генератора импульса гашения обратного 
хода; 8—выход цепи управления работой rene- 
ратора импульсов гашения; 9 — вход усилителя 
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инвертирующий; 10— вход цепи коррекции yac- 
тотных характеристик для компенсации влияния 
паразитных связей; 7] — вход усилителя HEHH- 
вертирующий; 1/2 — питание (+U); 13 — выход 
генератора обратного хода; 714 — питание верх- 
него плеча выходного каскада; 15— выход; 
]6 — эмиттер транзистора нижнего плеча выход- 
ного каскада; 17— общий (—U,). 


Электрические. параметры 


Номинальное напряжение питания: 
при К,=2,5 Ом, La =6,5 MDH. ................. 20 В 
при А, =6 Ом, L ,=10 MDH ............... ее. 29 В 

Ток потребления при U ,=29 В, fa =50 Гц, 

О, (2)=1.В, 1„=160 мкс, не более: 


при. {= 2,2 А. Т= +25 С. иьньньь. 385 мА 
при 1.=2 А, Т=-+70°С............. ...... 35$ МА 
при feb Tæp ба дели. 50 мА 
‚ ТИОВОЕ. ОНАЧОНИЮ: о T 5 МА 


Амплитуда импульса гашения обратного хода 
при U ,=29 В, [,=2,2 А, fa= 30 Гц, U (2)=1 В, ` 
{за ФОКС, НО NOROC лень, 12 В 
Ток нагрузки при /„=50 Гц, U, (2)=1 В, „= 
= 160 мкс: р 

при К,„=2,5 Ом, Г,=6,5 MTH, О =20 В, T= . 
224253 Не МЕ инь 2,6 А 


при R,=6 Ом, L,=10 MIm, U =29 В; T= 
wee Oa +29. O Ве. MEE iasi aan 2,2 А. 
О маны 13...22 А 


Время обратного хода при /.„=50 Гц, Un (2)= 
=1 B, #„=160 мкс, T=+25° С, не более: 
при 7. =2.2 А; @. =29-В Аи 1 мс 
при h =23 А, О 1 Вии. 1,35 мс 
Длительность импульса гашения обратного хо- 
да при U ,=29 В, [,=2,2 А, fa = 50 Гц, Un (2) = 
=1 В, ta = 160 мкс, Т=+25°С ...... 1,2... 1,5 мс 
Нестабильность частоты собственных колеба- 
ний генератора от напряжения питания при 
И =15...25 В, T= +25° С, не более +0,25 Гц/В 
Нестабильность частоты собственных колеба- 
ний генератора от температуры при И, =25 В, 
Т= +25... +70° С, не более ............ 0,01 Гц С 
Диапазон устойчивой синхронизации при И’ = 
=29 В, [/=2,2 А; fa” 50 Гц, Un (2)=1В, = 
= 160 мкс, Т= +25° C, не`мевее ............... 5 Гц 
Нелинейные искажения в основной схеме вклю- 


чения при U =20 и 29B, [=2,6 и 1,А, 
farn Tu О. @)=ТВ. Gs 180. мкс Т= 
=+25. С, не более ......... р ОЕ e +8% 


Нестабильность тока нагрузки от температуры _ 
при. О, =29 В, Г. =16А, /„=50 Гц, 0, (2)= 
=1 B, &„=160 мкс, T= +25... +70° С, не 6o- 


На АИ ЕР ЛЬ За 3% 
Тепловое сопротивление кристалл — кор-. 
раде но ар ыы 3°. C/BT 
Тепловое сопротивление nepexog—cpega, не 
TEEI o MONEN BSE SEE ET 7 EA E 35° C/BT 
Входное сопротивление по выводу 2, He Me- 
ие, A И Е ЧР ое 500 Ом 


Постоянное напряжение на выводе 7 при от- 
ключенной нагрузке, не менее ................. 12 В 


Зависимость тока потребле- 
ния от тока нагрузки при 
[„=6,25 мГн, К, =2,5 Ом, 
Т= +25° С. Заштрихована 
область разброса значений 
параметра для 95% микро- 
схем. Сплошной линией по- 
казана типовая зависимость 


вм. 
b [r 
gal XSS я 


№ 16 1 


18 19 20,8 


Зависимость длительности импульса обратного 

хода от напряжения питания при l,=2 A, 

L,=6,25 нГн, В,=2,5 Ом, Т=+25° С. Заштри- 

хована область разброса значений параметра 

для 95% микросхем. Сплошной линией пока- 
зана типовая зависимость 


Зависимости длительности 
импульса обратного хода от 
тока нагрузки: 
|—при И, =20В, Г,=6,25 мГн, 
К„=2,5 Ом, T= +25° С; 2— при 
О, =29 В, Г„=10 MTH, R =6 Ом 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................еньньнне. 15...33 В 
Максимальный ток нагрузки по выводу 
y A EE EES О а ВНЕ NAOT E 3,5 мА 
Максимальный ток нагрузки: 
при В д еее 2,7 А 
при: 620 В аи 3,5 А 
Максимальное напряжение, прикладываемое 


к выводу [5 во время обратного хода 65 В 
Максимальная амплитуда импульса синхрони- 
зации 


к T НЫ Е И ВВ a 


0 
4 0 26 27 26 мВ 


Зависимость длительности 
импульса обратного хода от. 
напряжения питания при 
В, =6 Ом, Г, =10 мГн, 
[1=2,25 А, Т=4-25° С. Ja- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для. 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 34- 
висимость 


0 20 4 60 80 100 120 1407,°C 


Зависимости рассеиваемой мощности от.темпе- 


ратуры окружающей среды: . 
‚ —c теплоотводом; 2—-без. теплоотвода 
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Схема включения 


А174+Г 2 


Вход импуль- 
га кадровой 
синхронизации 
с ag D 
/ 
Ri би Cl Ц co 
ELL” "LIe 
Выход импульса 1000,0*25 
гашения 
А Š 
A Ep 
Fu 
| pI 
| | 
| | 
| 
R 100x 470x i 
arr ВАН, 
RIS 221x 1% 
n in be 4 5 5 
A Аб #7 а М9 
J 33x I [2290-25 
p $ © F74 f 
a „Частота“ 1% г 109 _ g” 
j не 7 Типовая схема блока кадровой 
47 развертки на микросхеме 
К174ГЛ2 


Дополнительная литература 


Яковлев С. Б., Скляр В. А., Сусов В. С. Мик- 
росхемы в генераторах телевизионной разверт- 
ки. M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 


К174КП1 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
ный аналоговый мультиплексор, имеющий че- 
тыре входа и один выход в каждом канале. 
Усилители, входящие в состав каждого канала, 
выполнены в виде конверторов сопротивления 
с единичным усилением по напряжению. Пере- 
ключение входов осуществляется подачей соот- 
ветствующих потенциалов на управляющие вхо- 
ды. Микросхема предназначена для применения 
в высококачественной усилительно-коммутаци- 
онной аппаратуре высшего класса. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. | 

Функциональный состав: Г— входное устрой- 
ство; //—коммутатор; II — повторитель nanpa- 
жения; IV — стабилизатор напряжения; V— cxe- 


ма управления переключением; VI— источник. 


напряжения смещения. , 
‚ Назначение ‘выводов: [— вход 1 канала А; 
2— вход 2 канала А; 3— вход 3 канала А; 
4— вход 4 канала A; 5— вход 1 ‘канала B; 
б— вход 2 канала Б; `7— вход 3 канала D; 
8— вход 4 канала b; 9— выход канала 5; 
10— выход напряжения смещения; 1], 12, 13— 
_ выводы управления переключением входов; 
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АТА ИТ | 


14— питание (+U), 15— выход канала A; 16 — 
общий, питание (— U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 15 В 
Ток потребления, не более: 
‚при 0, =16,5 В, Т=+25°С.................. 5 MA 
вари 0. =15 В, Т=-25° С дне. 9 мА 
`при И, =15 В, Т=+25°С.................... ® MA 


Коэффициент усиления по каждому входу при. 


При. 7 = +22 © ина —1 дБ 

При: Т= 25° ENT EA OA вый kai -4 

при. 755 G aAA —2,5 ab 
Коэффициент гармоник при U„=3 B, f= 
=20Гц...20 кГц, T=+4+25 C: 

при U ,=15 В, не более .......... рые 0,1% 


при О, =6...23 В, типовое значение .. 0,05% 
Переходное затухание между смежными входа- 
ми одного канала при U,=15 В, U, =3 В, 
К, =47 кОм, К, =4,7 кОм, T= +25° С, не менее: 


при = ТИРЕ инь ан 60 дБ. 

т Фа 2 39, Е ЕР УМ ТН 46 дБ 
Переходное затухание между каналами при 
И =15 В, U„=3 B, В, =47 кОм, В, =4,]7 кОм, 
T= +25° С, не менее: | 

при: = Езда EA 70 дБ 

при fæ ИЦ a 66 


Отношение сигнал-шум при U =15 В, ПО„=1 В, 
К, =47 кОм, К,„=4,7 кОм, Т=+25° С: 

Hé- МОДЕ олени 90 

ТИПОВОЕ. ЗНАЧЕНИЕ... дара рвеньнсь, 100 дБ 
Коэффициент неравномерности амплитудно-час- 
тотной характеристики при И =15 B, T= 
2 257 © ще: БОЕ а.о ка 0,2 дБ 
Среднее квадратическое значение напряжения 
шумов на выходе (на выводах 9 и 15) при U = 


=15 В, /=20 Гц...20 кГц, В, =4,7 кОм, C,= 
=100 пФ, Т=+25°С, не более ............. 5 мкВ 
Управляющее напряжение: 
высокого УРОВИЯ ...-ы. реак ь се сокронььья 3,3 В... U 
ВИЗКОГО УРОВЫЯ -ainina 0... 2,1 В 


Ток через выводы управления при низком 
уровне управляющего напряжения, U =15 В, 
T= +253 С, не: боже нею 250 мкА 

типовое значение .......... Я ВЫ 100 мкА 
Ток через выводы управления при высоком 
уровне управляющего напряжения, U ,=15 В, 


Т= +25° С, НР” БОЛЕ ER E E OR 1 мкА 
‚ Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания .............. нь .льнилнние: ©. 23 В 
Входное ° напряжение на выводах 1— 
р DRA Е ООН а —0,5 В... +9 


ооо ооо ооо о ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо ооо ооо ооо ооо соо 


0 а д: ОЙ. 
Зависимости минимальной 


(1) и максимальной (2) амплитуды входного 
напряжения от напряжения питания при f= 


=] кГц, А. <1%, R= 


Сопротивление нагрузки на выводах 9 и 15, не 
а Е АЯ И АЗ 


Е ес 1 


пФ 
Температура окружающей среды —25... +55° С 


Переключение входов осуществляется в со- 
ответствии с приведенной ниже таблицей. 


| 1 и 
ел» | H 
1 0 и 
0 X 4an 1518 и9 
Примечание. 0— напряжение 0...2 В; 1— напряже- 
ние 3,3 В | 


..+О; Х-— напряжение 0... +U, 


об ее 


Зависимость действующего 
значения входного напряжения от напряжения 
питания при /=1 кГц, К. <1%, 


Зависимости коэффициента гармоник от ампли- 
туды входного напряжения при U,=15 В: = 


=1К Ц; 
2,=1 MOM || 100 пФ; 


р-не Ее ЕЕ «ЕЯ — ы 
—- 9 


KI I 
Za =4,1 кОм | 100 n® 
95 
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Схемы включения 


Tonep 01 022 
Левый Ч 
i; Левый 
Правыи © 
INY 
1 
4 - 
Правий 
Магнитовон-1 5 
| те pon RI > 470к + т ыы n 
Aa a2nUMOPOH- 
Ris [y р д 900 <16 Macnumopon-2 
> f c15 ce— [179 
J F m T 
RIS n dr (ZA 
Ri3-RIE 5273 RER R d Ci 
820x 56K a 59 


Схема включения К174КП1 в составе усилительно-коммутационного устройства 


R2 RI 120к 
468K 


ES 


RI f; 
(1 047 кк 


8 [R 
(2 0,33 C4 015 ra 0,68 Z | Выход ЛК 
63 68n |565 0705 | 


Вход ЛК 


+0, 


7 E 
JJH SS ken E = 
r Bi к. 

K ‚0х ASS 
Ta 

t / 
0? 45 сн ват 55 


TEH 
ИЯ IIn C1: ua 
m| |as pE in 
27K 27K 

+87 7) R16 | 

66K 7] 88K A 


o. 
00015 


Lo pee 


Выкл. С4-фильтр НЧ-фильтр 
Принципиальная схема переключаемого фильтра на микросхеме К174КП1 
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Амплитудно-частотные характеристики 
переключаемого фильтра на микросхеме 
K174KI11 
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Принципиальная схема переключателя для семи 
стереофонических источников сигнала на ‘двух 
микросхемах К174КП! 


Дополнительная литература 


MIKROELEKTRONIK in der Amateurpraxis 2.— 
Berlin: VEB Militarverlag, 1984.— 357 $. 


К174ПС1, КФ174ПС1 


Микросхемы представляют собой преобра- 
зователь частоты. Предназначены для примене- 
ния в радиоприемных устройствах КВ и УКВ 
диапазонов. Выполнены по схеме двойного 
балансного смесителя, позволяющего получить 
выходное напряжение до 300 мВ. Рабочие часто- 
ты по сигнальному и опорному входам не менее 
100 МГц. Микросхема имеет внутренний стаби- 
лизатор напряжения и смещения. 

ме К174ПС!1 от КФ!74ПС1 состоит 

онструкции корпуса. Корпус К174ПС1 типа 
201. 14-1, КФ174ПС1 — runa МО4.10-1. 


Масса К174ПС1 не более 1,5 г, КФ!74ПС! | 


— не более 0,07 г. 


АТС, КФА 
5) 7 29) 5) 


14 0) 1216) 


В скобках указана нумера- 
ция выводов микросхемы 
КФ!74ПС1 


201.14- г. с | 


Зона клниа 


Назначение выводов 


Корпус 
моО4.10-1 


Назначение вывода 


Корпус 
201.12-1 


Общий вывод (-0.) 
Выход 


Вход опорного напря- 
жения . 


6r 


M04. 10-1 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления при. И, =9.,9 В, T= +55° С, не 
сто о де ВЕ ОНТ E E E EA 3 MA 
Коэффициент ослабления опорного напряжения 
при 0, =9,9 В, О„.=25 мВ, О„=150 мВ, T= 
= +25°С, не менее: ` 

при /,=2,8 Mig fazo МГц, Jun" 


E A E AETA SAI TEE ESE ONA 30 дБ 

при },=10 МГц, fiamh? МГц, fn" 

Ее ЗЕ ИВР И ОНЛ 30 дБ 
при /,=200 МГц, Л,=2107 МГц, fin 


Тот, МА 
РИ 
#17417 ыы 
НЕЕ 
В 


‚А AIET Е 


12 И.В 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания. 
при T=+25° С 
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Зависимости тока потребления 

от температуры окружающей 

среды при различных значениях 
напряжения питания 


Е лени 10 дБ 

Коэффициент шума при (И =9,9В, {= 

=100 МГц, fa =110,7 МГц, И =200 MB, 

== 0.7 МЕ. Г=+75-.С. не бозее.....;..... 

Крутизна преобразования при И. =9,9 В, П„„= 

=25 мВ, ПО„=150 мВ, T+ =25° С, не менее: 
при /,=2,8 МГц, /„=3 МГц, 


Q0 = 
Š 


w SE Е О a 5 MA/B 
при’ fa=100 МГц, < fa™=110,] МГц, fu = 
= 10,7 МГц ......... АЕ АНИ 5 МА/В 
при . /.=200 МГц, ` foa ™210,7] МГц, —/.= 
=20.7 Ри или на наныя 3,5 мА/В 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания .................нньнннии 4... 15 В 
Максимальный ток потребления ........ 4,5 мА 
Максимальное входное напряжение ........... 1В 
Максимальное опорное напряжение ........... 1В 
Температура окружающей 
< бое За обес Г А —10... +55° C 
Koc Ив ‚ 45 
90 


m KINACI 
NYX 4917441 


EN 
TN 


KINCI . 
KPI7NCI 


о 0 


100 150 


ив 


° Зависимости коэффициента 
ослабления входного сигнала от 
уровня этого сигнала при 
О, = 150 мВ 


ЕК | 
ША 
| erne Nir 
pome] T 
ннена 


O S50 100 Я 2000, nb 


Зависимости коэффициента 
ослабления опорного сигна- 
ла от уровня входного сиг- 
нала при различных значе- 
ниях напряжения питания 


Зависимости коэффициента 
ослабления входного напря- 
`жения от частоты 


K 


oc, Uon ' 


K174ANCI 
KPINEI 


-20 0 20 40 60 0T 


‚ Зависимости коэффициента 

ослабления опорного напря- 

жения от температуры окру- 
жающей среды 


‚ослабления опорного напря- 


Koc, Uon , 45 


42 
АЕ 
ke 
БЕ 
Ея 
0 


_ 00 200 300 Up, ив 


"oma РГ e 

TANET A 

A EET 
SET 


10 
O Я 100 150 200 250 300 Up, n8 


Зависимость коэффициента ослабле- 

ния входного сигнала от величины 

опорного сигнала при И, =4...15 В, 
Т= +25° С 


Зависимости коэффициен- 

та ослабления опорного 

сигнала от уровня этого 
сигнала 


10 - 100 2005 Mu 
Зависимости коэффициента 


40 
-20 0 20 40 60 80T, 0. 


Зависимости коэффициента ослаб- 
ления входного напряжения от 


жения от частоты температуры окружающей среды. 


6 
0O 40 9 129 Ш 201% 


Зависимости коэффициента шума 

от частоты входного сигнала при 

различных значениях напряжения 
питания 


6 ` 
0 50 100 200 250R, 0n 


Зависимость коэффициента 
шума от сопротивления ис- 
точника сигнала при 

U =9 В, Т=-25%С. 
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4 
0 40 80 120 1605 Mu -20 0 20 40 60 80T, 0 100 200 J00 Un 8 


Зависимости крутизны пре- Зависимости крутизны пре- Зависимости крутизны преобразо-’ 
образования от частоты образования от температуры вания от величины опорного на- 
входного сигнала при раз- окружающей среды при раз- пряжения при различных значениях 


_ личных значениях напряже- личных значениях напряже- | напряжения питания 


ния питания ния питания 


Схема включения 


14 Выход NY 


пес 
аи 7—4 $) Я OAT J ch <A sA © 
VDI Q 7 6 199.24 Выход A я h "7 iN $ Q 
MAER kinei Я о ee 


8 9 10 1 12 13 1 


sS 


‘IIIR 


S 
N 


C6 1500 
49 8 (став) 


[22775 >: fe; ; f, 
за у a 22916 .' X Q 
VDZ h РВВ 
(E 


„ Настройка ” 181245 


Принципиальная схема преобразователя час- 


тоты УКВ-ЧМ приемника K anmenne Я им 


> 
Расположение деталей преобразователя частоты 
УКВ-ЧМ приемника на монтажной плате: 
а— вид со стороны деталей; 6— вид со стороны 
печати 


Дополнительная литература 


1. Гребен А. B. Проектирование аналоговых _ 


интегральных схем: Пер. с англ.—М.: Энергия, 
1976.—224 с. 

2. Миль Г. Электронное дистанционное уп- 
равление моделями: Пер. с нем. В. Н. Пальяно- 
Ba.— M.: ДОСААФ, 1980.—416 с. 

3. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
ные схемы.—М.: ЦНИИ «Электроника», 1985. 
—48 с 


4. Кононович Л. М. Современный радиове-_ 


Радио и связь, 
радиобиблиотека, 


щательный приемник.— Me.: 
1986.— 144 с. — (Массовая 
Вып. 1098). 


_ К174ПС4 


Микросхема представляет собой двойной 
балансный смеситель на основе транзисторно- 
го аналогового перемножителя функций. Пред- 
назначена для применения в радиоприемной 
аппаратуре, в частности в селекторах кана- 


#174104 
о НЕ" 


^17414 


mT 
UEN 
pez 
ai 
РР. 
iren 


ET] 7 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при Т=+25° С 


-20 0 20 40 60 8015 0 100 200 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при U „=6 В 


лов дециметрового диапазона телевизионных 
приемников. 

Корпус типа 201.14-1 (см. K174I1C1). Масса 
не более 1,5 г. 

Назначение выводов: 1, 4, 6, 9, 14— питание 


(-0,); 2, 3—выход промежуточной частоты; 
5— питание (+0,); 7— вход 1 принимаемого 
сигнала; 8—вход 2 принимаемого сигнала; 10, 
12 — обратная связь; 11|— вход 1 опорного 
сигнала; /3— вход 2 опорного сигнала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 6 В 
Ток потребления при U ,=6 B, U„=0, T= 
w tC вы более ыы 10 мА 


Крутизна преобразования при U ,=6 B, f= 
=1000 МГц, /„=989,3 МГц, U„=300 MB, T= 
= HSC, ne MOBO VESIA odern: 4,5 мА/В 
Коэффициент шума при И, =6 В, /,=100 МГц, 
fa=110,7 МГц, 0О„=300 мВ, Т=+25°С, не 


боле; Е о 12 дБ 
Коэффициент шума при И =6В, Д,= 
= 1000 МГц, /„=989,3 МГц, И„=300 MB, T= 
= +25° C, типовое значение .................... 14 дБ 


Коэффициент ослабления входного и опорного 
напряжений при fp, = 1000 МГц, /„=989,3 МГц, 
О. =25 мВ, О„=150 мВ, U, =6 В, Т=+25° С, 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ....1.. идолы 20 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................ииилаинии 5...9 В 
Максимальная частота входного сиг- .. | 
т EE Ee T ое УИ 1000 MT 
Максимальная частота опорного сиг- 

ПА а ол 1000 МГц. 
Максимальное напряжение сигнала на выводах 
РЕ Et АН У 500 мВ. 


Минимальное сопротивление нагрузки .... 10 Ом 
Температура окружающей 
СОЕДЫ пон —4$... +55° С 


Ги Г | 


а 
[| И 


300 U, nB 


Зависимости крутизны преобра- 
зования от уровня опорного 
напряжения при U, ,=6 В, 
Лр=10,7 МГц, Т=+25° С 


101 


\ 


j 


4 0 
0 200 400 600 800 f ,Mu 0 -50 100 150 204,8 0 100 200 300 400 U, n8 
Зависимость крутизны пре- Зависимость коэффициента Зависимость коэффициента 
образования от частоты ослабления опорного напря- ослабления опорного напря- 
входного сигнала при жения от уровня входного жения от уровня опорного 
И. =6 В, faa = 10,7 МГц, напряжения при U ,=6 В, напряжения при И, =6 В, 
T= +25° С Т=+25° С Т=+25° С 


Схемы включения 


2 5 14 


Ю п 


Е e ba ВАН 4. O 20 9 50 901.0 
04 (5 | ‚ Зависимость коэффициента шума от частоты 
0,01 F и, 21” входного сигнала при И, =6 В, T= +25° С 
x 


Типовая схема включения микросхемы 
К174ПС4 в качестве преобразователя частоты 


К174УК! 


Микросхема представляет собой регулятор 
яркости, контрастности, насыщенности и фор- 
мирователь зеленого цветоразностного сигнала. 
Формирование зеленого цветоразностного сиг- 


17491 
интим 


Типовая схема включения микросхемы 
К174ПС4 в качестве. широкополосного усили- 
теля. Усилитель имеет верхнюю граничную 
частоту 300 МГц. и коэффициент усиления на- 

пряжения около 16 дБ 
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НИ 


ин 


Е 


>16 17491 


нала осуществляется суммированием красного и 
синего выходных цветоразностных сигналов на 
резистивной матрице и инвертированием ре- 
зультата с помощью инвертирующего усили- 
тельного каскада с усилением 0 дБ. Предназна- 
‚чена для применения в телевизионных приемни- 
ках цветного изображения. 


ià — ` 
= 


Корпус типа 238:16-2 (см. К174АФ]). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: I— усилитель Y; 
Пр— узел фиксации уровня; Ш/— усилитель G— 
у; IV, VI[— узлы установки насыщенности; V, 
VI— узлы установки контрастности. 
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Назначение выводов: |— выход яркостного 
сигнала; 2— вход импульса фиксации; 3 — вход 
импульса гашения; 4— питание (— U); 5— pe- 
гулировка контрастности; б— регулировка Ha- 
сыщенности; 7— выход В— Y; 8—вход В— Y; 
9—вход R— У; 10—выход R— Y; 11|— вход 
G— У; 12— выход G— У; 13— питание (+0,); 
]14— регулировка яркости; 15 — блокировка; 16 
— вход яркостного сигнала. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение. питания ............ 12 В 
Выходное постоянное напряжение при И, = 12 В, 
(15 =12 В, 014. =5,1 В, 0. =12 В, 0; =7 В, Об = 
=8 В: 

на выводах 7 и. 10: Ainoita 5,4... 6,8 В 

СЪ S T Пр ИННА 3,7... 4,7 В 
Пределы регулировки уровня черного при И, = 
=12 В, U ,s=12 B; -0,.=4,5...77 В, 0; =7 В, 
Uat B, T=t2F C icep i 2,2 ...5,2 В 
Изменение уровня черного при И. =12 В, И! 5 = 
=12 В, 0,.=5,7 B, 0О.=83В, Т=+25°С, не 
более: 


при изменении контрастности и U;= 
а В ое RSR 40 MB 

_ при изменении сюжета изображения и И; = 
ОС РНИИ АН 20 MB 


‚Изменение постоянного выходного напряжения 
на выводах 7 и 10 при И. =12 В, U,s=12 В, 
U,4=5,7. B, Т=+25°С, не более: 

при регулировке контрастности и U; =2...7 В, 


IE S БКИ ИВ к A N СО НН 500 mB 
при регулировке насыщенности и И; =] В, 
TEL ARRS Вань 500 MB 


Ток потребления при U,=13,2, U,6=12 В, 

U,4=5,7 В, U,=7 B, Об=8В, U,=12 В, не 

более: 

вм Tat и -WC ик 46 мА 
ох. . 50 мА 

Полоса пропускания при И,=12 В, U,4=5,7 В, 

T= +25° С, не менее: i 
по яркостному каналу при О» = 


Е да анна 6 МГц 
по цветоразностным каналам при Up= 
n Пре ВОЛИ БАНИ 2,5 МГц 


Коэффициент усиления при О„=12 В, Ui6,2= 
=12 B, U,4=5,7 В, 0;=7В, Оз=8В, О»= 
_=100 мВ, /=100 кГц, T= +25° С: 

по каналам R— Уи В— У, не менее ..... 2 

по каналу G~ Yoi hieis 0,9... 1,1 
Диапазон регулировки контрастности по кана- 
‚ лам R— У, В— У, У при U, =12 В, (6.2 =12 В, 
U,4=5,7 В, 0.=2...7 В, Us=8 B, 0, =100 мВ, 
f=100 кГц, Т= +25° С, не менее ........... 12 дБ 


Диапазон регулировки насыщенности по кана- 
лам R— Y, В— Y, при U,„=12 В, U,6,2=12 В, 
U,4=5,7] В, Ц; =7В, Us=3...8 В, U,„=100 MB, 
]=100 кГц, Т=+25° С, не менее ........... 12 дБ 
Отношение выходного напряжения яркостного 
канала к входному току при И, =12 В, Ui62= 
=12 В, 0!.=5, В, 0.=7В, U;=8 B, U= 
= 100 мВ, /= 100 кГц, T= +25° C ... 1,5...6 В/мА 
Коэффициент подавления перекрестных искаже- 
ний при U,=12 B, Ui6,2=12 B, U,4=5,7 В, 
U, =7 В, Us=8 B, U, =100 MB, T= +25° C, не 
менее: 

между яркостным и цветоразностным канала- 


г в мы с НЕВЫ 40 дБ 
между цветоразностными каналами при f= 
ОЕ, И ААА TEAN AERE 30 дБ 


Примечание. Все динамические парамет- 
ры сохраняются при проверке на стандартных 
телевизионных сигналах размахом от уровня 
белого до вершины синхроимпульса: 1 В. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТЕНИХ ..... ии рвьив иван 15 В 
Входное напряжение на выводах 8, 9, 
y Беер НИ АЙ А иг СРСР ВИЖУ ASEN 2,5 В 
Импульсное напряжение на выводах 2, 
р NOE еее 12 В 
Температура окружающей 

ры анна —10... +55? С 


25 TERE RN, 


Зависимость выходного напряжения канала Y 
от управляющего м РО при И, =12 В, 
| +25° 


Us, 


и АУ, 8-7 9, 


вых R-Y, B-Y тах 


Зависимость выходного напряжения каналов 
К — Уи B—Y от управляющего напряжения при 
И, =12 B, T= +25° С 


Схема включения 


К! 


22K 
Выход Y Вход Y 
9к0д импульса, 
фиксации 
509 un- Яркость“ 
пульса 
гашения Выход 6-7 
R2 2,2K 
„Навыщен- 6 n 7 R-Y 
Выход B- 7 MWA Is 
(7 Вход R- 
Вод = ЛВ НЕ poe 
RI N R7? R8 
mN REENE aNg 
EAN R12 65 
10к 10,0 
Типовая схема включения микросхемы 


К174УК1 


‚ К174УН4А, К174УН4Б 


Микросхемы представляют собой усилитель 


мощности низкой частоты с номинальной вы- 


ходной мощностью 1Вт на нагрузке 4 Ом. 

‚® Предназначены для применения в переносных 

телевизорах и радиоприемниках. j 
Корпус типа 201.9-1. Масса не более 1,5 г. 


Назначение выводов: 1 — управление стабили- 


затором тока; 2— обратная связь; 3 — тепло- 


отвод; 4— вход; 5 — фильтр; б — вольтодобавка; 


Зона ключа 


^174914 (А, 5) 


59 
o2 
7 — питание (+U); 8— выход; 9 — общий, пита- 
ние (—0,). | 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 9B 
Ток потребления при U, ,=9 B, U „=0, T= 
w +25” С, 16 OUM oiir AA .. 10 мА 
Коэффициент усиления по напряжению при 
И =9В, О,, = 100 MB, }=1 кГц, T= 
aai e EE DOSA O A E Ня 4... 40 


Выходная мощность при ПИ, =9 В, К, =4 Ом, 
К.<2%, Т=+25° С, не менее: | 
К174УНАА ........ а а ЕР 1 Вт 
KIY HEB oaia iai 0,7 BT 
Коэффициент гармоник при U,„=9 B, Ra =4 OM, 
T= +25° C, не более: 


при Paan 1 Br, U u: = 2 B, для 
КУН те А 2% 
при P aan =0,7 Вт, Он =17В длЯ 
KIMNYA дин. она д 
Полоса пропускания при И,=9В, T= о 
mel бин 30 Гц... 20 кГц 


Входное сопротивление при U =9 В f=1 кГц, 
5225” С, не. МЕНЕЕ ...... изн, PAIRTE 10 кОм 
Коэффициент полезного действия при U„=9 В 
К, =4 Ом, Т- +25° С, не менее: 


при Р„.=1!Вт для К174УНАА ............. 50%" 


при В 


вых 


=0,7 Вт для К174УНАБ .......... 35% 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания . ........ 9,9 В 
Максимальное амплитудное значение тока на- 
о оон SE ВИО ВО КИРА АНА 860 мА 
Минимальное сопротивление на- 

о о a 3,2 Ом 
Максимальная а мощ- 

с Е Ее 1* Вт, 2** Вт 


Вход. 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УН4. Регулировкой резистора R2 в. преде- 
лах 240 Om...2,7 кОм изменяют ‘чувствитель- 

ность в пределах 50... 500 мВ 


Принципиальная схема экономичного усилителя 


на микросхеме. К174УН4 ` [20]. 
‚ 106_ 


Температура окружающей 
ыыы —25 ... +55° С *** 
Температура кристалла, не более ..... +125° С 


* Без внешнего теплоотвода. 

** С внешиим теплоотводом. 

*** При Т> +25°С рассеиваемая мощность, Вт, рассчитыва- 
ется по формулам: 


Piac =(125° С-Т)/135 (без теплоотвода); 
P pac =(125° C— Т)/135+(125° С-Т,)/60 (с теплоотводом). 


` Дополнительная литература 


1. Гадяцкий В. Усилители ЗЧ для миниа- 
тюрных приемников // Радио.— 1985.— № 10.— 
к 95. 


2. Пистогоров Ю. Блок ПЧ —НЧ на микро- 
схемах // Радио.— 1977.— № 8.— С. 40. 

3. Интегральные схемы: — Каталог—М.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4.— 88 с. 


К174УН7 


Микросхема представляет собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 4,5 Вт на нагрузке 4 Ом. 
Предназначена для применения в трактах НЧ 
бытовой радиоаппаратуры. 

Корпус типа 201.12-1 или 238.12-1 (см. 
К174ГЛ1, К174ГЛТА). Масса не более 2 и 2,5 г 
соответственно. 


Назначение выводов: 1— питание (+U); 4— 
вольтодобавка, питание (+U); 5 — коррекция; 
б —обратная связь; 7— фильтр; 8— вход; 9— 
общий (—0.); 10—эмиттер выходного каскада; 
12— выход. 


207. 12-1 и 


ЧЕ 


НАЗ 


в 


АИ 


12 660928 


K174YH7 


nme 
aila i 
а. HA 
8 ЕР 
СН о 12 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ 15 В 
Ток потребления при И =15В, 0(,,=0, 
у E A A DEE RA EEA A E S E ERE e 5... 20 мА 


Амплитуда входного напряжения при U ,=15 В, 
Р.=2,5 Вт, К. <2%, Т=+25° С, не 
бое: уе PENE EA EASA 70 mB 
Выходная мощность при U ,=15 B, R =4 Ом, 
f= кГц, Т=+25° С, не менее 


Капо AET E EEE `2,5 Вт 
Клоны E EAT 4,5 BT 
Диапазон рабочих частот при U,=15 В, 
АК, о,<3З ДБ, Т=+25С iriga 40 Гц... 20 кГц 


Коэффициент. гармоник при U, =15 В, R,= 
=4 Ом, f= кГц, Т= +25? С, не более: 
При РИ оне 2% 
при Рой Вон 10% 
Коэффициент полезного действия при И! =15 В, 


Puaha Вт, = ferria, T=+25° С, не 
МОЕ ре р о небо 50% 
Входное сопротивление при И, =15 В, f=1 кГц, 
°Т==.-+ 25° С; 98. Ме. орать: 50 кОм 


10 10° 10° 10% wtu 


Амплитудно-частотная 
характеристика 


Зависимость коэффициента гар- 
моник от выходной мощности. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ‘питания ................. линии 18* В 
Максимальное амплитудное значение входного 
напряжения ...... И а м 2 В 
Максимальное амплитудное значение тока B 
НАГРАЗУЕ S E AER O E E E 
Допустимое постоянное напряжение: 

на выводе 7, не,более ...................ашальнь 15B 

W. ВЫВОДЕ Ва —0,3 ... +2 B 


Максимальная рассеиваемая мощность...0, 5 Вт** 
Температура окружающей. сре- 


и а —10... +60° Grrr 


* Время сраный не более 3 мин. 
** Без теплоствод 
*** При T> +25° C рассеиваемая мощность, Вт, рассчитыва- 


` ется по формулам: 


125° C-T 
A REN EF (без теплоотвода); 
р 125° С-Т 125° С-Т, 
НЫ оон E (с теплоотводом)._ 

ых ‚ 8 | 
С] 

[и ЕТ 
4 
3 
2 
1 
0 


рт 


15 U, B 


Зависимость выходного напряжения от напря- 
жения ‘питания ‘при R, =4 Ом, К. =10%, 
T= +25° С: Заштрихована область" разброса 
значений параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана типовая зависи- 
мость 


№ 10° 10° 0% 


Зависимость коэффициента rap- 
| ‚моник от частоты 
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6 9 12 


Зависимость выходной мощности от напряже- 
ния питания при R,=4 Ом, К, =10%, 
Т= +25° С. Заштрихована область разброса 
значений параметров для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана типовая зависи- 


MOCTb 


Схемы включения 


(1 100,0*15 


включения микросхемы 


’Типовая схема 


Дополнительная литература 


1. Улучшение качества звучания // Радио.— 
1984.— № 11.— C. 58. 

2. Филин С. Снижение искажений в усилите- 
лях мощности на ИМС // Радио.— 1981.— 
№ 12.— C. 40. 

3. Назаров В. КВ приемник на ИМС серии 
K174 // Радио.— 1981.—№ 3.—С. 27—29. 

4. Назаров В. УКВ` приемник на микросхе- 
мах // Радио.— 1982.— № 7.—С. 29, 30. 

5. Два усилителя на микросхемах // Ра- 
дио.— 1980.—-№ 9.— C. 58. 

6. Интегральные схемы серии K174: Ката- 
лог.—М.: ЦНИИ «Электроника», 1981, 
вып. |.— 68 с. | 


К174УН9А, К174УНЭБ 


Микросхемы представляют собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 5 Вт на нагрузке 4 Ом. 
Предназначены для применения в трактах низ- 


° кой частоты бытовой радиоаппаратуры. Muk- 
‘’росхемы имеют защиту выходного каскада от 


короткого замыкания и перегрузки. 
Корпус типа 238.12-1 (см. 
К174ГЛТА). Масса не более 2,5 г. 


Функциональный состав: Тб— предваритель- 
ный усилитель; 1] — выходной каскад; Z — Ten- 
ловая защита; IV — защита от коротких замы- 
каний; И—стабилизатор тока. 


К174ГЛ1, 


Назначение ‘выводов: |— питание (+0,); 2, 
3—не подключены; 4— вольтодобавка; 5— 
коррекция; 6б— обратная связь; 7— фильтр; 
8— вход; 9 — общий, питание (—(,); 10— вход 


К174УН7 датчика тепловой защиты нижнего‘ плеча вы- 
C1 + 1 >’ 
meS | В T BaT mons 
H 100 (5 co И H 
- 100,015 . 100,015 
7 + Ви... + 7 
I i 1000,0*15 80M pg 1 
‚ Вход 8 12 + J: 12 4 8 
ar Я C. 50 1000,0x15 (11 910 5 i 
SIK S flg? 0T Як TOBOTO усилителя мощности 
| ме ви 00 R5 39r низкой частоты на двух MHK- 
ps CIS +) 100,0x6 росхемах K174YH7 [21] 
CE 08 R4 100x 
100,0 %15 +U, Е] 
НЕ adip Tons | i 
| Teha = 
8 Lz € |30 wo 
<J C3 100 14700 Е2 
F 3g 
10 ZL (7? 
1000 19 7 Принципиальная схема генератора стирания и 
_ К ‚ подмагничивания для магнитофона на микро- 
óK схеме К174УН7 [21] 


- K1T4YAI (A, 5) 


=4 OM, Umx=0,45 ... 4,5 B, Poux '=0,05 ск o 
f=1 кГц, T= +25° C, не более: | 
А ЕН oen 1% 
КУН Леона ыы Фа 2% _ 
аи рабочих частот при АК, <3 дБ, 
(И, =18 В, Pha 20.05 ... 5 Вт, =4 Ом, _ 
T= +25° C: | 
К174УНЭА ............................1... 40 Гц... 20 кГщ 
КЫФУНЯЬ иле 40 Гц ... 16 кГц 
ва 
SE roaa 
Входное сопротивление при УРА 18 В, /=1 кГц, 


ходного каскада; 1|[-— вход датчика тепловой 
защиты верхнего плеча выходного каскада; 
12— выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 18 В 
Ток потребления при U =18В, 0,„=0, 
Та +F ©. 16. GOOO iiccyrpanserirsinnsinonrais 20 МАЙ 
Входное напряжение при И. =18 В, Paws =5 Вт, 
К,=4 Ом, Т=+25°С....... нии 50... 120 мВ 


Напряжение шумов на выходе при U, =18 В, 
К, =4 Ом, К, =50 кОм, Т=+25° С, не 


БОЛЬ: ин 1,5 мВ 
Выходная мощность при U, ,=18 В, Ra =4 Ом, 


T= +25° С, не менее: 
при К. =1% для ПОЛЮ о 5 Вт 
при К. =2% для К174УНУБ .................. 5 Вт 


Коэффициент полезного действия при И. =18 В, 
Pam Вт, К„=4 Ом, T= +25° С, не менее...50% 
Коэффициент гармоник при U,=18 В, А, = 


Fats C, Не МНО: еееньны 100 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................ьна.. 5,4 ... 19,8 В 
Максимально допустимое напряжение NMH- 
ТВНИЯ: оны р E N ONE E 24 B 
Минимальное сопротивление нагрузки . ..4 Ом 


Максимальная температура кристалла......150° С 
Температура окружающей среды...—10 ... - +55 С 


Примечания: 1. Не допускается примене: 
ние микросхемы без дополнительного теплоот- 
вода. 2. При Т,> +55° С максимальная рассеи- 
ваемая мощность, Вт, рассчитывается по’ фор- 
муле Р„.=(150° С-Т,)/12. 


_ 109. 


ayi МА 


ке 
№ 18 220,5 14 


Зависимости выходной мощности 
от напряжения питания при раз- 
=- Личных сопротивлениях нагрузки 
И К: = 10% 


Зависимость тока потреб- 
ления от напряжения пи- 
тания 


‚ В 
Геи. 
ГИР 


0 2 4 6 


9 ых „Вт 
Зависимости рассеиваемой мощности от выход- 


ной мощности при различных сопротивлениях 
нагрузки 


_ Зависимость коэффициента гармоник от выход- 
ной мощности при К,„=4 Ом 
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№ 220,8 


Зависимости коэффициента 

полезного действия от вы-. 

ходной мощности, при раз- 

личных сопротивлениях на- 
грузки 


Схема включения 


Гу E C4 
7008] ТГ mT 
Типовая схема включения микросхемы 
К174УН® (А, B) 


Дополнительная литература 


Садовников И. Новые микросхемы серии 


_ K174 // Радио. 1982.— № 10.—С. 59. 


 K174YH10A, К174УН1ОБ 


Микросхемы представляют собой электрон- 
ный двухканальный регулятор тембра высших 
и низших звуковых частот. Предназначены для 
использования в звуковоспроизводящей и при- 
емно-усилительной аппаратуре 1-го и 2-го клас- 
сов совместно с К!74УН!2. В состав 
K174KH10A, К174УН1ОБ входят управляемые 


‚ напряжением усилители и преобразователи на- 


пряжения. 
Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ]). Масса 
не более 1,5 г 


ИТ74УИТО(А, 6) 


Функциональный состав: I, H, IV, Г — управ- 


ляемые напряжением усилители; ПТ, VI— пре- 


образователи напряжения. 

Назначение выводов: 1, 2— вход управляе- 
мого напряжением усилителя Г; 3— выход 
управляемого напряжением усилителя I; 4— 
управление управляемыми напряжением усили- 


телями Í u II, 5 — выход управляемого напряже-. 


нием усилителя 1; 6, 7— вход управляемого 
напряжением усилителя lI; 8 — питание (+U); 
9, 10— вход управляемого напряжением усили- 
теля I, 11 — выход управляемого напряжением 


усилителя Г; 12— управление управляемыми 


напряжением усилителями [Ш и IV; 13— выход 
управляемого напряжением усилителя IV; 14, 
15 —вход управляемого напряжением усилителя 
IV, 16— общий (—U,). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 15 В 
Ток потребления при U,=15 B, Т=+25° С, 
Hé боле наи 40 мА 
тиловое ‚ Значение l. 2... ине ironin en 34 мА 


Диапазон рабочих частот по уровню —1 дБ при 


И =15 В, Unx =1 В, T= +25” С....20 Гц ... 20 кГц 


Глубина регулировки усиления низших звуко- 
вых частот (40 Гц) относительно коэффициента 
усиления на частоте 1|кГц при изменении 
напряжения управления от 1 до 10 В; U =15 В, 


U= 1 B; Т=+25°С, не менее ........... +15 дБ. 


типовое. значение .................еъьеожьщаьсь +16 дБ 
Глубина регулировки усиления высших звуко- 
вых частот (16 кГц) относительно коэффициента 
усиления на частоте | кГц при изменении 
напряжения управления от 1 до 10 В, U, =15 В, 
U =B, Т=425°С, не менее... +15 дБ 
ТИПОВОЕ Значение: +16 дБ 
Изменение коэффициента передачи регулятора 
на частоте | кГц при изменении напряжения 
_ управления на выводах 4 и 12 от |1 до 10 В, 
U = 15 В, К„=5 KOM, T= +25 С, не 


типовое значение .......... e NA +1,5 ab 
Коэффициент гармоник при Upa = 1B, U= 
=15 B, T= +25 С: | | 2. 


К174УН1ОА, не более ................. а 0,2% 
-* типовое’ значение...................ньиоооььоньньььа 91% 
K174yYH105, не более ....... нь иедььньььй 0,5% 
TINODO: ЗНАЧЕНИЕ... - ореолы 0,3% 


9 
Входное и выходное напряжения при K,<0,7%, 
И =15 В, Т=+25° С: 


К174УНЗА, не менее .....:... ао олиаьакольновья 1,6 В 
типовое значение .........:1..... 4. еьсиьоьььо нь 0 № 
КЕ7ЗУРАЬ, не: менее... леди сььцеиььаьн 1,2 В 
типовое значение ............. но A 


Отношение сигнал-шум на выходе при Upu = 


= 50 мВ, f=10 Гц ... 20 кГц, О, =15 В, 

T= +25° С, не менее: 
КУЗУТА раны. 66 дБ 
КТ ааа 60 дБ 


Переходное затухание между каналами при 
0 ТВ, 0.315 В, Т=+25° С. 
при /=250 Гц ... 12,5 кГц, не менее .... 56 дБ 


ТИПОВОЕ Значение ....... нь ода заааоаььь 60 дБ 
при /=20 Гц ... 20 кГц, не менее ........ 46 дБ 
типовое значение ......... ЗН А. о 


Управляющее напряжение на выводах 4 и 12 
при изменении коэффициента передачи на ча- 
стотах 40 Гц и 16 кГц на +15 дБ, ПО, =15 В, 


а’ РО ВНЕ. о 1... 10 B 
Входной ток по выводам управления при 
0. =15В, (0.=8В; 0::=88; Т=+25° С, 
5 БОЛ: реле роны . 25 мкА 


Входное сопротивление регулятора между Bbl- 


водами [и 2,6 n 7; Эи 10, 14 и 15 на частоте 
1 кГц, U, =15 В, T= +25° С, не менее.....15 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ое УЕ 13,5 ... 16,5 В. 

Максимальное постоянное управляющее напря-` 

жение на выводах 4 и 12.............льзьиннььы 12 В 
Kyu» 45 | 


0 


JEGEN 


10 10? 103 10* № 


В и различных 
значениях управляющего напряжения на 
выводах 4 и 12 


111 


Максимальное напряжение сигнала на выводах _Максимальный статический потенциал на выво- 
0 о В т У о с ИА 30 В 


Ky,u ? 45 
0 


0:2 4 бб, 8 02 4 БИ, 6 -000 20 39 41° 
Регулировочная Регулировочная Зависимость тока потребления 
характеристика ° характеристика от температуры окружающей 

управляемых усилителей управляемых. усилителей среды при И, =15 В. Заштри- 
Ги II при 0, =15 В, Ш и IV при ПИ, =15 В, хована область разброса зна- 
=40 кГц }=16 кГц чений параметра для 95% мик- 
| росхем ‘ 
Ke, % | Зависимости коэффициента 
гармоник от выходного на- 
ВОО пряжения при U, ,=15 В: 
y n 
| ШУ =40 Гц... 16 кЁц. 
44 = | 
ВТА ААНИ : 
42 р Зависимость тока потребления 
[НИТИ от напряжения питания при 
р H T=+25° C. Заштрихована o6- 


ласть разброса значений mapa- 
метра для 95% микросхем 


Схемы включения 


+158 
И 
|. ИД 
E ВАА 
11016 
ş ; 
X +p 9009 NK 
(12 10,016 


Rih 
1,0*15 ИМ: 12K 
R12 
160x 
Типовая схема включения микросхемы CO Z216 R10 12к 


К174УН10 (A, B) | > 
112 


€I 


| E ai a aa ee R e a A R a y 
ХИ | 7 
| RIZ 120 c33 +L 200,0 
| k vo bó | ; 3 
ITEA | | asna) 1008 E i jz №55 №9 Rih и Rh8 
meme Mhea. | 3 | | C10. 1200 | (17 QOG R23 960 g IIn IN, 12w 180к . 12K 
Kanan А | | s0 L | H EE 1, 
Збукоснима- j || + RI C6 C8| ки]. | RIS 18u Ræ 18129 R29 
| | М ESS | 
| кие 12x 01 5900 $E 5 
| 87 8 1 21201 
RI 47к 
RIE 
A 2701 
Wez) DAI cig 
| eseun | HË 
02 99! 8 Hr 


Ик 10390 62K 


0 k И 
а =——————- i 18 IIn Э9к 140 180k 1k 


Здикоснима- 
терь. IN. MAEN. 
Kanan 5 


22] 123| 
ak 


Принципиальная схема предзарительного усилителя-корректора с электронными регуляторами 
громкости, тембра и баланса каналов : 


Дополнительная литература 


1. Садовников И. Новые микросхемы серии 


K174 // Радио.—1982.— № 10.—С. 59, 60 

Наборы для радиолюбителей и интег- 
ральные схемы.—М.: ЦНИИ «Электроника», 
1985.—48 с. 


К174УН11 


Микросхема представляет собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 15 Вт на нагрузке 4 Ом, 


имеет защиту выходного каскада от короткого , 


замыкания и перегрузок. 
Корпус типа 201.14-12. Масса не более 1,5 г. 


201. 14-12 15 


ИНН 
ДИ РИ i 


to k 14 дыбодов) 


F 


Функциональный состав: [— входной каскад; 
П — усилительный каскад; 111 — мощный выход- 
ной каскад; [/— тепловая защита; /Г— защита 
от короткого замыкания. 


Назначение выводов: 1— питание (+U); 3 
12 — вывод задания режима; 5 — питание (— U); 
7— вход; 8 — обратная связь; 9, 10 — коррекция; 
14— выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания (двухполяр- 


оо я НЯНИ, и AY КЕНТ +17 В 
Ток потребления при U, =+17В, 0,,=0, 
ТР 25 С, не более иксы 100 мА 
Выходная мощность при U = +17 В, К„=4 Ом, 
TKS, Т=+25 C, -Meie 4... 15 Br 
Коэффициент гармоник при И =+! B, 
К. =4Ом, Ры=0,15... 15 Вт, Т=+425° С, 
не более ......... оно E E 1% 
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К17491 


я < + UNS 


1749111 


Е 


Входное напряжение при И, = +17 В, P 


вых — 


=10 Вт, Т=+25°С, не более .............. 250 мВ 
Напряжение шумов на выходе при U, = +17 В, 
К,=4Ом, Т=+25°С, не более ............... 1 мВ 
Коэффициент подавления пульсаций ‘частотой 
иск. Я 5:7”. оо НОА 45 дБ 
Входное сопротивление при U = +17 В, {= 
=| кГц, Г=+-25°С,. не. менее........... 100 кОм 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ..................... +5... +18 В 
Максимальный ток нагрузки при И, = +17 В, 
ПРОМ: ТЕ иней, 2,4 А 
Максимальное входное напряжение .......... 10 B 


Максимальная температура кристалла...+150° C 
Температура окружающей среды... — 10... +25° С * 


* Не допускается эксплуатация микросхемы без дополнитель- 
вого теплоотвода. 


Вых , BT 


T a A e E +25 0 И S A O 0 ЗЕ 
Зависимость выходной мощно- Зависимость рассеиваемой Зависимость коэффициента 
сти от напряжения питания при мощности ОТ ВЫХОДНОЙ полезного действия от вы- 

К, и=30 дБ, /=1 кГц, мощности при U, „= +17 В, ще мощности при 

В. =4 Ом, К.=1% К, =4 Ом = +17 В, К,„=4 Ом 


Аг, % | в ‚ 45 
инт | i 
Г Fea 
wea | | СГД: 


F 
и | ЕЕ 
Е 


01 4. 
005 01 Е O E l 103 0 щ = 110 1? 1 10% ШП 


Зависимость коэффициента гар- Зависимость коэффициента Зависимость неравномерности 
моник Е выходной мощности гармоник от частоты при коэффициента Josani от час- 
при а К wa ДБ, 0, = +17 В, В,=4 Ом тоты при = +17 В, 
f=1 кГц, R,=4 К, =4 Ом, Pra 1S Вт 


Схема включения 


Е 


НЫНЕ 


` Типовая схема включения микросхемы 
К174УН11 


> 

Способ крепления радиатора к микросхеме 
К174УНИ: 

[= — радиатор; 2— ема; 3 —подкладка; 4 — печатная пла- 


р; микросх 
та; 5— винт МЗ; б — теплорастекатель; 7—кристалл 


Дополнительная литература 


Садовников И. Новые микросхемы серии 
K174 // Радио, 1982.— № 10. С. 59, 60. 


К174УН12 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
_ ный электронный регулятор громкости и балан- 
’са каналов в стереофонической звуковоспроиз- 
водящей и радиоприемной аппаратуре. Имеет 
возможность подключения и выбора оптималь- 
ной тонкоррекции. По болышинству параметров 
микросхема удовлетворяет требованиям на при- 
емно-усилительную аппаратуру 1-го и 2-го 
классов. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФТ). Масса 
не более 1,5 г. 


К1749112 
ючинан м 


Функциональный состав: 1[— управляемый 
усилитель регулятора баланса канала A; П— 
преобразователь напряжения регулятора балан- 


ca; II— управляемый усилитель регулятора 


баланса канала Б; IV — преобразователь напря- 
жения регулятора громкости; V — управляемый 
усилитель регулятора громкости канала A; 
VI— управляемый усилитель регулятора гром- 
кости канала 5 

_ Назначение выводов: 1, 2— входы управляе- 
мого усилителя регулятора громкости канала A; 
3— выход управляемого усилителя регулятора 
громкости канала 4; 4— вывод управления 
.тонкоррекцией; 5 — выход управляемого усили- 
теля регулятора громкости канала Б; 6, 7— 
входы управляемого усилителя регулятора 
громкости канала Б; 8 — питание (+ 0.); 9— Bhi- 
ход управляемого усилителя регулятора балан- 
са канала Б; 10 — вывод ernir напря- 
жения; 11 — вход управляемого усилителя pery- 
‚ лятора баланса канала Б; 12 — вход управления 
`регулятора баланса; 13 — вход управления pery- 
лятора громкости; 14 — вход управляемого уси- 
лителя регулятора баланса канала Б; 15 — o6- 
щий вывод (—(.); 16—выход управляемого 
’усилителя регулятора баланса канала Б. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 15 В 
Ток потребления при И, =15 В, T= +25° С, не 
ОЕ а ааа 40 мА 

ТИПОВОС ЗНАЧЕНИЕ... несеньвеьеневеци 35 мА 


Коэффициент усиления входного напряжения 
управляемых усилителей при ПО„=15 В, Upu = 


=1В, /=1кГц, В, =22 кОм, К,=5,6 кОм, 
Fa 257 ©, ве MONU („ные ios iit 17 дБ 
ТИНОВОе ЗНАЧЕНИЕ... ереоьеьеь а цен 20 дБ 


Коэффициент ослабления входного напряжения 
управляемых усилителей при U,=15 В, U= 


=1В, /=1|кГц, А,=22 кОм, А,=5,6 кОм, 
FaF С, не EDE: иль ьсьвьь 70 дБ 
типовое значение ............. „ионов зьеовьвьькь 80 дБ 


Входное сопротивление управляемых усилите- - 


лей при И, =15$ В, f=1 xru, Т=+25°С, не 
7 ВОВ AE Ср ОНА НИР 3 МОм 
Входной ток управляемых усилителей через 
выводы // и 14 при И, =15 В, T= +25° С, не 
то И Ор ТР ЗИ ЕК 2 мкА. 
Выходное напряжение управляемых усилителей 
при U ,=15 В, П,=100 мВ... 1 B, К. <0,2%, 
-f=1 кГц, T= +25° С, типовое значение......... 1В 
Коэффициент гармоник управляемых усилите- 
лей при И,=15 В, Usu =1 В, К, и=10 ... 20 дБ, 
= rrn, T= +25°С, ne `ОбОЛее.:,..... и иренььь 0,2% 
ТИПОВОЕ Значение DNES S OE AA E E, = 0,1% 
Ток управления при U ,=15 B, T= +25° C: 
через вывод 13, U13 =6,9 B, не более... 50 мкА 


типовое значение.................. „и еенининньниььь 15 мкА 
через вывод 12, U,2= 5,9 В, не более... 25 мкА 
ТИПОВОЕ ЗРАЧЕНИЮ... ль AE 8 мкА 


Электрические параметры в типовой схеме 
включения 


Диапазон регулировки уровня громкости с 
выключенной тонкоррекцией при U, =15 В, 


}=1кГц, В, =22 кОм, К,=5,6 кОм, U= 
=100 мВ, Оураз=2... 9,5 B, Т=+25° С, не 
т аа OA ВИА 77 ДБ(—60... +17 дБ) 

типовое значение.......... 90 дБ (—70 ... +20 дБ) 


Диапазон регулировки баланса каналов с вы- 
ключенной тонкоррекцией при U =15 B, f= 
=1 кГц, А, =22 кОм, А,„=5,6 кОм, И„,=100 мВ, 


О пр(12)=2,5 RE B, T= +25° C, не ме- 
О И ИВО А оО +6 дБ 
типовое значение..........4;. „ие ноеьеьоьооьечивьь +10 дБ 


Диапазон рабочих частот по уровню —1 дБ с 
выключенной тонкоррекцией при U, =15 В, 
ВиО, Fmt" бренды, 20 Гц...20 кГц 
Коэффициент гармоник в схеме с выключенной 
тонкоррекцией при U, ,=15 B, {=1|кГц, T= 
= +25. С: 

при О„„./0О,,=+20... +1025, Ом, =1 B, не 
более 


при Ux/Ua = +10 ... О дБ, О, =1 В, не 6o- 


NOD даа 0,5% 
типовое значение................... лилии 0,3% 
при ПО,„./О,„,=0... —50 дБ, И„=1 В, не 6o- 

E o o ИТ ЗНАЕТЕ ASE ORE ST PAEO 0,5% 
типовое знаЧение..... нь 0,3% 
при Umı:/ Us = — 50 ... —70 дБ 0,.=1В, не 

бов R MEA EA IENE E AEE 1% 
типовое значение, дельи: anessan rs sbaredts 0,5% 


Переходное затухание между каналами при 
0. =15 В, /=ЬкГц; ULEB, T= -425 C: 
при /=250 Гц ... 12,5 кГц, не менее........ 56 дБ 


типовое значение............ или assess dindu 60 дБ 
при /=20 Гц... 20 кГц, не менее............. 46 дБ 
типовое. значение: одьиьисньлинь 50 дБ 


Рассогласование коэффициента передачи между 
каналами при И, =15 В, Т=+25° С: 
при О,„./О„,=0... —50 дБ, не более........ 2 дБ 


Амплитудно-частотные характеристики 
канала регулирования громкости при раз- 
личных значениях управляющего напряже- 
ния на выводе 13 при (= 15 В, U, =100 MB, 

К, =1 кОм 


-40 


- 20 О Kyu, дБ 
Зависимость коэффициента 
гармоник от коэффициента уси- 
ления при П,,=1 В. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 


] Ивыхт - (вых и |, ДБ 
ROR K174YNI2 


-20 


Зависимость разности 
выходных напряжений первого 
и второго каналов от коэффи-. 
циента усиления при U, ,=15 В. 
Заштрихована область разброса 
значений параметра для 95% 


ТИНОВОЕ ЗНАЧЕНИЮ... сы 1 дБ 
при О„„„/И„= — 50 ... —70 дБ, не более... 4 дБ 
ТИПОВОЕ: ЗНАЧЕНИЕ. дрон 2 дБ 


Отношение сигнал-шум с выключенной тонкор- 
рекцией при И,=15 В, 0О„=100 MB, ПО = 


=50 мВ, T= +25° С, не менее.................... 52 дБ 
TEGOBO ЗИЯЗЕНИЕ.......;.... ели 57 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания............ 18 В 
Максимальное постоянное напряжение: . 

на выводах 12 и 13...............41.. на 12В 

Ha выводе Здесь И Те А 3 B 
Максимальное входное напряжение на выводах 
р, ЛЕ, ао ыы 1В 
Минимальное сопротивление нагрузки на вы- 
ВОЛИ: 3, 2 Юлаев. 5 кОм 


Температура окружающей среды ..... —10...+55° С 


4 Uss 346, 4В 


025 5 150,8 
Регулировочная Регулировочная 
характеристика характеристика 
канала громкости при баланса каналов при 
U =15 В, f= l rF f=1 кГц 


KATINI 


1 Upu b I 


Зависимости коэффициента 
гармоник от выходного на- 
пряжения при /=1 кГц, 
К„=5,6 кОм и различном 

входном напряжении è 


микросхем 
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075 
15 
Q25 
О. 


Зависимость коэффициента гар- 
моник от выходного напряже- 
ния при К, ,=20 дБ=соп$ 


f=1 кГц, В, =5,6 KOM 


Схемы включения 


т. 
GOG R8 S 


Re 12x R9 10x 


Fra LL 
4 hls 8200 
Fra 
i 120% Выход ЛК. 


R3 18 К 


МТТ: SENE Sarka 
+ zi В пк | 15! Г 
Е < [вк та mA 
ZZ R14 [À 87 8200 
CIO кей я C8 
‚ 1000x116 m 


Принципиальная схема электронного регуля- 
тора громкости и баланса каналов. Типовая 
схема включения микросхемы К174УН12 


При необходимости амплитудно-частотные 
характеристики тонкорректора регулятора гром- 
кости можно оптимизировать в соответствии с 
акустическими особенностями помещений и 
звуковоспроизводящих ‘акустических | систем. 
Значения элементов цепей тонкоррекции могут 
быть определены из соотношений: 


Ku, = R2/ RI; K vuta) = 4 R3; fa=1/2mnR4C2; 
K, væ ™R6/ R5; fs=1/2nR6C1=1/27R3CI; 
K, ив R6/R5; fa=1/27R5C1 
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-100 -75 -50 -25 0 Краб 
бин регулировки стерео- 
баланса при различных 


уровнях громкости и 
Ur =2.5...9,5.В. 0 =15 


Амплитудно-частотные характе- 
‚ристики тонкомпенсированного 
регулятора громкости при 

В, К, =1 кОм 


К1749 72 


(7) 
ee 
s 


1000 


47000 
Вариант цепей тонкоррекции регулятора гром- 


кости на микросхеме 


^1749112 


Юл F гл... № EA 


Амплитудно-частотные характеристики тонком- 
пенсированного регулятора громкости, пост- 
роенного по предыдущей схеме: 


Дополнительная литература 


1. Садовников И. Новые микросхемы серии 
К174//Радио.— 1982.— № 11.—С. 59. 

2. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
Fr схемы.—М.: ЦНИИ «Электроника», 
1985.—48 с. 
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Принципиальная схема предварительного усилителя-корректора с электронными регуляторами 
громкости, тембра и баланса каналов 


К174УН13 


Микросхема представляет собой универсаль- 
ный усилитель для аппаратуры магнитной 
записи и воспроизведения звука. В ее состав 
входит усилитель записи с устройством авто- 
матической регулировки уровня записи и уси- 
литель, который может быть использован в 
качестве предварительного усилителя воспроиз- 
ведения или микрофонного усилителя в канале 
записи. 

Корпус типа 238.16-1. Масса не более 1,5 г. 


Sona ключа 


\ 

Функциональный состав: [— универсальный 
предварительный усилитель; /Пб— схема  авто- 
матической регулировки уровня записи; 1[11— 
усилитель записи. р 
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K174YH1I 
tunnan op 


EE E A N 2 Е | 


Назначение выводов: 1[— Bxom универсаль- 
ного предварительного усилителя; 2— вход об- 
ратной связи универсального предварительного 
усилителя; 3— конденсатор фильтра; 4— выход 
универсального предварительного усилителя; 
5 — общий вывод универсального предваритель- 
ного усилителя; 6 — выход устройства автома- 
тической регулировки уровня записи; 7— MH- 
вертирующий вход усилителя записи; 8 — неин- 
вертирующий вход.-усилителя записи; 9— выход 
усилителя записи; 10 — общий вывод усилителя 
записи и схемы автоматической регулировки 
уровня записи; 1/ — конденсатор фильтра; 12— 


вывод для подключения навесных элементов; 


13, 11—входы схемы автоматической регули- 


‚ровки уровня записи; 15— питание усилителя 


записи и схемы автоматической регулировки 
уровня записи; 16 — питание ‘универсального 
предварительного усилителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания............. -9B 
Ток потребления предварительного усилителя 
через вывод 1/6 при 0. =9 В, не более: 
Пре Tet Синие ФМА 
При 716—525 E eh kl Славен 9 мА 


о AS. 


Ув R28 87n 


; R21 22w 
R23 2.9н R25 


Et 


К фт 


Ток потребления усилителя записи с устройст- 
вом АРУЗ через вывод 15 при И, =9 В, не 
более: 


upu ОСЕНИ ое a, 16 мА _ 


при Tæ —25 и +55 GQainriesiromd insys 18 мА 
Коэффициент усиления напряжения усилителя 


записи с устройством АРУЗ при И. =9 B, 


f=1 кГц, не менее: 

при T= +25° С, 0, =0,22 мВ.................. 50 дБ 

при T= —25 и +55° С, Up= 1 мВ........... 50 дБ 
Коэффициент усиления предварительного уси- 
лителя при U, ,=9 В, f=1 кГц, а не 
7’. ИО ИВА N I AEEA EE те А 28 дБ 
Коэффициент гармоник предварительного уси- 
лителя при (И, =9 В, К, и=28 дБ, О„,=20 MB, 
f=1 кГц, T= +25° Сие более....... дал. 0,2% 
Коэффициент гармоник усилителя записи без 
устройства АРУЗ при U„=9 B, К, и=54 ab, 
0 =1 мВ, | f=1 кГц, -T= +25° С, . не бо- 
А А ИЯ ХЕ ЖК E MODINE 0,4% 
Изменение напряжения на выходе усилителя 
записи с включенной системой АРУЗ при 
изменении входного напряжения от 100 до 


Inor (16), МА 


Г и E 


Тот (15) › МА 


4556789100, 8 


Зависимость тока потребления 
универсального усилителя от 
напряжения питания. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем 


Типовая схема включения микросхемы 


К174УН13 в качестве предварительного усили- 


теля воспроизведения 


1 
HAA 7 E IARA 


Зависимость тока пот 
усилителя записи с 

напряжения питания. Заштрихо- 
вана область разброса значений среды 


-> 


1000 мВ (20 ДБ), О. =9 В, fal KEN T=+25°C, 
не боле ORE E DS E Y O LARERE 6 дБ 
Эквивалентное напряжение шума, приведенное 
ко входу предварительного усилителя при 
К, =500 Ом, U =9 В, Т=+25° С, не более: 


в диапазоне частот 0,3 ... 15 кГц.......... 0,8 мкВ 
в диапазоне частот 15... 22,5 кГц....,... 1,2 мкВ 
Входное сопротивление предварительного YCH- 
лителя при U ,=9 В, f=1 кГц, T= +25° С, не 


т. ОИС Ь ЗЕ A E 17 кОм 
Входное сопротивление ‘усилителя записи в 
типовой схеме включения при И, =9 В, 
f=l кГц, Т=+25° С, не менее.......л.......». 40 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания...................--ъьнн... 4... 12 В 
Максимальное входное напряжение......... 100 mB 
Максимальное напряжение на выводах 15 и 
6 ей E E 12 В 


Минимальное сопротивление нагрузки... 10 кОм 
Температура окружающей сре- 


-25 0 25 50 75 100 1291,5 


бления 
РУЗ от 


Зависимость допустимой 
рассеиваемой мощности от 
температуры окружающей 


‘параметра для 95% микросхем 


64929 


11749119 


(2 
1295495678 
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0 250 500 750 000 бы, "8 1071 10 10° 0 Но 10 10°? 0 0 


Зависимость коэффициента rap- Амплитудная Амплитудно-частотная характе- 
моник предварительного усили- характеристика ` ристика усилителя воспроизве- 
теля воспроизведения от выход- предварительного усилителя дения на микросхеме К174УН13З 
ного напряжения при ПИ, =9 В, воспроизведения на микро- при ПИ, =9 В 
Куи=26 дБ, /=1 кГц схеме K174YH13 при 
firin 


6 5 HBN 


K1T4YNTI 
12 батэ 


8. 500 1000 ых, мВ 


Типовая схема включения микросхемы Зависимость коэффициента гармоник микро- 
К174УН13 в качестве микрофонного усилителя  фонного усилителя на микросхеме К174УН13 от 
; выходного напряжения при K, y=28 дБ; 

f=1 кГц 


E G И 


K1T4YNTI 
1215 4 teti 


м | 6 J 
MMI 10? 


10° aE EA 


Типовая схема включения микросхемы Амплитудно-частотная характеристика 
К174УН1З в качестве усилителя записи с АРУЗ — усилителя записи на микросхеме К174УН1З. 


‚ 122 


= Зависимость коэффициента гармоник усилителя 
записи на микросхеме К174УН13 от выходного 
напряжения при К, y=54 дБ, /=1 кГц 


Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой радио- 
электронной ‘ олпаратуры: Каталог.—М.: 
983, в 


0 500. 1000 ых; MB ЦНИИ «Электроника», ып. 3—40 с. 
> + A 
— Rug 1 
ви |= |9 Jez МТ. 
ma 9 Si - A Rih 
- НЯ Е Пк р + 
s |È 4 RUKI [100.00 
monL -ho АЗСЕТ qa ra 2 FE 
RI И ROG +] дк | 
56n | 22к + | 2uxoð 
13 12 
№1749 
(2 
3900 Г. 
J 7 114 
| JR 220 
M 05 10,010 R7 88x | C8 R12 33K RIG 100x 
Mi мк 015 120 
s| НЕА” si i O O. 
r 7 n]  PPY-APYS [4 
R R18 RS 
| anpi И | s| 
Принципиальная схема | 7 
универсального усилите- d (7 4,7*10 RIS 22w 
ля кассетного магнитофо- а [27 
на на микросхеме 0m ren 
K174yY H13 


17414 


К174УН14 


Микросхема представляет собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 4,5 Вт на нагрузке 4 Ом. 
Усилитель имеет встроенную тепловую защиту 
и защиту от коротких замыканий на выходе. 
Предназначена для использования в автомо- 
бильной и стационарной бытовой звуковос- 
производящей аппаратуре. 

à Корпус типа 1501Ю.5-1. Macca не более 
Е: 
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15010. 5-1 


Функциональный состав: Г— устройство за- 
щиты от перегрузок; И — предварительный уси- 
литель; Ш — управляющий каскад; IV — мощ- 
ный выходной каскад; И--тепловая защита. 


. R4600 УТ8 


T Ne ord Er 


r 


Назначение выводов: ]— неинвертирующий 
вход; 2-—инвертирующий вход; 3— общий 
(— Ux); 4— выход; 5— питание (+U); 
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R20 300 R24 ВК 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... 13,5 В 
Ток потребления при U, =16,5 В, И, =0, 
Ta pII ТОРО Е kreis 10... 80MA 
Номинальная выходная мощность при U,= 
=13,5 В,  /=1кГц, К =Ю%, . В. =40Ом, 
мае o и 4,5 Вт 


Коэффициент усиления напряжения при U,= 
=15 В, U „„=10 мВ, /=1кГц, А„=4 Ом, T= 


‚ 2:29 ©, Не Мб илл AT 40 дБ 


Выходное напряжение при /=1 кГц, К, =4 Ом, 
Т=+25° С: 
при О„=15 В, Us =47 мВ............... 3,6 ... 4,6 В 
при И, =13,5 В, П,„,=19 MB, не менее......... 1В 
Коэффициент гармоник при /=1 кГц, А, =4 Ом: 
при Р‚„„.=0,05 Вт, U =13,5 В, И. =0,45 В, 


И РН. -ь. ‚о. АЕ СИИ 0,5% 
ТИНЫ: ЗНОЧЕВИЮ. ира сосание олова 0,15% 
при Рьы„=2,5 Вт, U= 13,5 В, Usu =3,16 В, 

ТГ=.+25° С, не более........... В УЖ 0,5% 
с о мо. ОВЕН ВЕРНЫ 0,15% 
при. Pans, Br, (0 =15В, 0. =4, В, 

y A 1 Ч. ОКОН ОНИ 10% 
E E S BOR в" БОЛ ии 12% 


Входное напряжение при U, „= 13,5 B, f=1 кГц, 
U ux = 3,16 В, К, =4Ом, T= +25° C... 20 ... 50 MB 


K174 YH14 


ий lpm f 


Входное сопротивление при И, =15 В, f=1 кГц, 


Та С: ве мов. ль 70 кОм 
Тепловое сопротивление кристалл — KOP- 
р В ВОД Ще a чик 3° C/BT 


Предельные эксплуатационные данные 


’ Напряжение питания !"................... 13,5 ... 16,5 В 
Максимальное входное напряжение 3°*...... 42 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки... 3,2 Ом 
Максимальная температура корпуса..... +100° С 
Температура окружающей сре- iS 


' Допускается кратковременное повышение напряжения 
источника питания до 40 В в течение времени не более 50 мс с 
периодичностью не менее 0,5 с. 

Разрешается эксплуатация микросхемы при напряжении 
питания менее 8 В; при этом значения основных электрических 
параметров не будут соответствовать установленным выше. 


y Допускается кратковременное повышение входного на- 
с 


пряжения до 1,5 В в течение времени не более 50 мс 
периодичностью не менее 0,5 с. 

4 Допускается повышение входного напряжения при усло- 
вии, что сопротивление нагрузки более 3,2 Ом, а рассеиваемая 
мощность не более 5,5 Вт 


6 8 10 12 h №08 


Зависимости выходной мощно- 
сти от напряжения питания при ‹ 
=1 кГц, К. <10%, 
Т=-10... +60° С 


021 T Ш 405 


6 8 10 12 4 60,6 
Зависимость тока потребле- 


ния от напряжения питания 
при U „=0, Т= +25° С 


ДИ ити 
РЕ 


0 
Ü 2.4 00 А 


Зависимости рассеиваемой 
мощности и коэффициента по- 
лезного действия от выходной 

мощности при И, =15 В, 

К, и=40 дБ, f=1 кГц, К, =2 Ом 


y 


25 56 .pus bT 40 100 10* 15-10° 2-10": 


Зависимости рассеиваемой Зависимости коэффициента гар- Амплитудно-частотная 


мощности и коэффициента по- моник от выходной мощности 
лезного действия от выходной при И, =15 В, К, ,=40 ДБ, 
}=1 кГц 


мощности при U, ,=15 В, 
‚ К и=40 дБ, f=1 кГц, К, =4 Ом 


y 


характеристика при 
0. =15'8, Pan =1 ВТ 
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Схема включения 


(3 + (4 
100,025 F T 01 


C1 10,010 i 
И CS 1000,0*25 
Вх 
CE 
0,1 R, 
4 0n 
RI 
1 
Типовая схема включения ‘микросхемы 


К174УН14. Допускается изменять сопротивле- 
ния резисторов R7 и R2 (Е2=22 Ом) с целью 


изменения коэффициента усиления схемы. Цепь. 


R4C7 подключается в случае самовозбуждения 
усилителя 
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Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой радио- 
электронной аппаратуры: Каталог.— M.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4.— 88 с.. 


К174УН1 5 


Микросхема представляет собой сдвоенный 
усилитель мощности низкой частоты с номи- 
нальной выходной мощностью 2х6 Вт на на- 
грузке 2 Ом. Каждый усилитель имеет встроен- . 
ную тепловую защиту и защиту от коротких 
замыканий на выходе. Предназначена для ис- 
пользования в автомобильной и стационар-. 
ной. стереофонической бытовой звукопроизво- 
дящей радиоаппаратуре. Наличие двух усили- 
телей в едином корпусе позволяет повысить 
выходную мощность для монофонического сиг- 
нала в 2 раза без изменения питающего Ha- 
пряжения за счет включения усилителей по 


мостовой схеме. 


Корпус типа 15033Ю.11-1. Масса не более 
Sr. i 


1503340. 11-1 


f 


Функциональный состав: I— предваритель- 
ный усилитель канала А; 1— предварительный 
усилитель канала b; П!— предвыходной каскад 
канала А; [/И— предвыходной каскад канала Б; 
И— тепловая защита канала А; И]— защита от 
перегрузок канала 4; ИП — защита от перегру- 
зок канала b; ИУШ— тепловая защита канала Б; 
[X —мощный выходной каскад канала Á; 
Х— мощный выходной каскад канала B. 


Назначение выводов: |— сигнальный общий 
вывод канала 4; 2— неинвертирующий вход 
канала 4; 3 — инвертирующий вход канала Á; 
4 — мощный общий вывод канала А; 5— выход 
канала A; б— питание (+U); 7— выход канала 
Б; 8— мощный общий вывод канала b; 9— ин- 


`` К174УН15 


< мазо 


И 4 НУ 


„ПЕР 


ву 
ЯК 


вертирующий вход канала Б; 10 — неинверти- 
рующий вход канала Б; 11 — сигнальный общий 
вывод канала Б 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания............... 15 В 
Ток потребления при И. =15 В, R, ,=2 Ом, U, =Q: 
при: Tatli Corrin aoa eia 40... 120 мА 
при Т=-—25 и +55° С............ не. 30 ... 140 MA 


Номинальная выходная мощность при И, = 
=15 В, /=1 кГц, K. <1%, T= +25° С; не менее: 


ув ты 


НЯ И 


Е 


Ве 
тать Е 


при А =4 ОМ 2,5 Вт 
Максимальная выходная мощность при U, ,= 


=15 В, f=1 кГц, К. <10%, T= +25° С, не me- 
нее: 
ТКТ Е 9 Вт 
При В ОМ... реле 5,5 Вт 


Выходное напряжение при И, =15 B,. R, ,=2 Ом, 
f=1 кГц, К,и>240 дБ, Т=+25° С, не me- 
нее 


_ Входное напряжение при U ,=15 В, f=1 sta 


Pau = 6,0 Вт, K.<1%, T= +25° С .... 10... 38 мВ _ 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. неа 30 мВ 


Приведенное ко входу напряжение шумов при 
О,=15 В, А,=2 Ом, f=30 Гц... 20 кГц, Куи> 
> 40 дБ, T= +25° С, не более..................... 5 мкВ 
’ Нижняя граничная частота при (И =15 В, 
R,=2 Ом, К,и>40 дБ, f= +25°С. не 6o- 


° Верхняя граничная частота при U, ,=15 В, 
К,„=2 Ом, `Куи>40 дБ, T=+25° С, не me- 


Е ааа ЕО МТЩ 


иначе. усиления при (= "e В, /=1 кГц, 
U= 10 MB, T= +25° C.i 49... 44 дБ 
| Переходное затухание между каналами при 
О, =15 В, /=1кГц, О. =3,47 В; В, =2 Ом, 
Paa = 6 Вт, Т=-+25°С, не МНО: ре. 50 дБ 
 Козффидиент гармоник при U,=15 В, R,= 
=2 Ом, T= +25° С, не более: 

О ВВ ее OE EE 1% 


при Рьы, =9 Вт...... т B RE ПИ а 10% 


Входное сопротивление при U. =15 B, в, J= =] кГц, 
Т= +257 С; ве менее. сыны 150 кОм 


Разбаланс выходных напряжений в каналах при 


И, =15 В,  R,=2 Om, /=1!кГц, Ры.=6 Вт, 
Ta ti С. ие БИ, о ekestis 2 дБ 
Тепловое сопротивление среда — Kop- 

на а 2°C/Br 
Тепловое сопротивление кристалл — KOP- 
ПУСТ EE AER EEO 2° СВт 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания............. 28 В 
Максимальное входное напряжение......... 500 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки.... 1,6 Ом 
Температура окружающей среды... —25...+55° С 


вых, таг, Вт 


80 
(м и. М.Е -40 -2 09 
‘Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при Г= +25° С 


k 
1 


ass 


i hatake 


1 


Ми 


а о РА МЫ 


TRE рассеиваемой 
МОЩНОСТИ ОТ ВЫХОДНОЙ 
‘мощности при U ,=15 В, 
f=1 кГц, В. = =2 Ом, 
с. 4-28 С 
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Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при И! =15 В 


нь Иа < 
i n ак 8 99 д AA 
t nTa on A D a O 


iii BA i) mgl iii 


M МОИ 


wora 


EAN GREKE JA D EF 


еж 


| Ан =4 0м 
0 ЕТО Aiii 
A R E | 10 10? 10° 


Зависимости коэффициента 
гармоник от выходной мощ- 
ности при U, „=15 В, 
f=i кГц, T= AsO 


16 U, 8 


Зависимости выходной мощно- 
сти от напряжения питания при 
К. =10% =const, f=1 кГц, 
Т= +25° С 


| | 
20 407°C О: о, 2. 


$ щ 


Зависимость. коэффициента OC- 
лабления выходного напряже- 
’ ния соседнего канала от часто- 
ты при О. =15В, Ри. =6 Вт, 
Ки=40 дБ, Е, =2 Ом, 
Т= +25° у 


НИЯ ППА TTO 
us Bni Sin aun 
115 
085 
055 


ЕЕ 
H a 10° РУ 

и: ие гармоник от часто- 5..9 2 4 E Ди 

ты при ПО. =15В, Р..=2,5 Вт, Ки =40 дБ, 

В, =2 Ом, T= +25° С 


гы 


Зависимость коэффициента полезного действия 

от выходной мощности при U ,=15 В, f=1 кГ ц, 
К. =2 Ом, T= 428 C - 

Схемы включения 


Вход А Ct 100=5 R1 100x R2 330x 
= em ; - р pee 


ALE 
R9 43 
яга CI 
er Ta arfar g i ie 


Общий | КЛ74НЯ5 i CENENA 


РЕКИ ЧЕ Е т ST 
c8 
2 = js 
< г И "ТИ 
R6 1 


ви вы Ш 22 6056 


Типовая схема включения микросхемы Мостовая схема усилителя с выходной мощностью 
K174Y H15. 12 BT на микросхеме 
| К174УН15 


о ооо, о 


Печатная плата двухканального усилителя 
мощности 


ВыходА Выход 
ВходА +U, 8х0д5 ее 


Расположение на плате деталей двухка- 
нального усилителя мощности на микро- 
схеме К174УН15 


о: 


Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой радио- 


электронной аппарату drs Kartanor.— M.: 
ЦНИ м орел 984, вып. 4.— 88 с. 
КФ174УН17 - 


р ее представляет собой двухка- 
нальный усилитель низкой частоты с выходом, 
рассчитанным на подключение головных сте- 
реофонических телефонов. Предназначена для 
применения в малогабаритно переносной зву- 
ковоспроизводящей rri Rp 

Корпус типа ®08.16-1. Macca не более 1r. 


$08 16-1 
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Назначение выводов: |— питание выходного 


каскада второго канала; 2, 10, 15 — не задейст- 


вованы; 3 — вольтодобавка второго канала; 
4— вход второго канала; 5— питание предва- 
рительных каскадов; б— вход первого канала; 
7— вольтодобавка первого канала; 8 — питание 
первого канала; 9— выход первого канала; 
]1]-— общий вывод первого канала; 12— вход 
первого канала; 13— вход второго канала; 
14—общий вывод второго канала; 16 — выход 
второго канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания................. 3 B 
Ток потребления при U,=3 ... 6,6 В, U=0, 
f=1000 Гц, R.=40 Ом, Т=+25°С, не 6o- 
ПО а аще D $ МА 
Выходное напряжение при U, ,=6,6 В, ПО = 
=150 мВ, #^А,„=1000 Гц, А,=40 Ом, T= 
а И Ре RTS 13% 1,7-B 
Напряжение шумов в полосе частот 
20 Гц... 20 кГц, при И. =6,6 В, В, =40 Ом, 
О, =0, T= +25° С, не более.................... 0,06 MB 


Коэффициент усиления напряжения при И. =. 
=3,0В, /=1|1кГц, (И, =60 MB, R, =40 Ом, 
Ты t С: Ke МОНО einisspri cries: : 20 дБ 
Коэффициент гармоник при U,„=3 B, Pu = 
=10 мВт, /=1 кГц, T= +25° C, не более...... 1% 
Рассогласование каналов по коэффициенту уси- 
ления напряжения при И! =3 В, f=1 кГц, T= 
=+25°С, А, =40 Ом, не более: 


TOE МИ АТ: aaier 1 дБ 
При Рон OLI МИ. ла inbsssssressssss 2 дБ 
Верхняя граничная частота при U, ,=3 В, А, = 
=40 Ом, T= +25° С, не менее.................. 20 кГц 
Нижняя граничная частота при И =3В, R,= 
40 Ом, -T= +25° С, не более................... 20 Гц 
Кф174 117 
К 


а 


= 


Предельные эксплуатационные данные Минимальное сопротивление нагрузки..... 30 Ом 


Напряжение питания......... „нии, 1,6...6,6 в Температура окружающей cpe- 
Максимальное входное напряжение......... 150 мВ ДЫ еее —25... +55 С 
Kr, Pins "BTO | Kos, 45 | 


Кен [к 


BELZA 
E A 


Ry” 10 0n 
AM Ra” t0 On 


% 
2227722 
РЕ. 


2 ал 0849 0800 10 10? 103 10* 2-10* 


Зависимость коэффициента Зависимости максимальной вы- Зависимости коэффициента пе- 

гармоник от выходной MOI- ходной мощности от’ напряже-  реходного затухания между Ka- 

ности при И, =3 В, f=1 кГц, ния питания са К. =10%, налами от частоты при 
м. =] klu U =3 B, R„=40 Ом 


Схема включения 


012 1000 
+0, Выход 2 
ci WO | 
ще] I” à PL 
FA 
Bro 2 r go s 
Ae 

9х0д 1 
Rn 
40 0n 

cn 

200,0 
Выход! 


Типовая схема включения микросхемы 


К174УН17 TE 
К1749118 
5] _ [5 
К174УН18 у а Y 


Микросхема представляет собой двухканальный 
усилитель мощности низкой частоты с тепловой 
защитой и защитой от перегрузок. Предназна- 
чена для применения в звуковоспроизводящей и 
радиоприемной аппаратуре. 

Корпус типа 1505Ю.17 (см. К174ГЛ?2). Масса 
не более 7,5 г. | 


к Ble 


a 


1293433867 8I ONRI 
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Функциональный состав: I, Пр -— предвари- 
тельные усилители; II, 1/— промежуточные 
усилители; Г, VI— выходные каскады; VII, 
ИШ— делители напряжения ООС; IX, ХЫ— уст- 
ройство защиты от перегрузок; ХТ— управляю- 
щий каскад; ХИ — устройство тепловой защиты. 

Назначение вызодов: 1— общий вывод кана- 
ла 2 (сильноточный); 2— общий вывод канала 2 
(слаботочный); 3 — выход канала 2; 4— питание 
выходного каскада канала 2; 5 — вольтодобавка 
канала 2; б — коррекция канала 2; 7 — делитель 
ООС канала 2; 8— вход канала 2; 9— питание 
предварительных каскадов; [0 — вход канала l; 
11 — делитель ООС канала 1; 12— коррекция 
канала 1; /3—вольтодобавка канала 1; 14— 
питание выходного каскада канала |; 15 — Bhl- 
ход канала 1; 16 — общий вывод, канала | (сла- 
боточный); 17 — общий вывод канала | (силь- 
ноточныйЙ). 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ............... 9 B 


Ток потребления при R,=4 OM, U „=0, T= 
=—25... + 55° C, не более: 
т И Бр, AO EN ETE E E 35 MA 
O RIR. BRE NEE 25 MA 
14 13 
' i K174YH18 


п n 


В 
И 


||] 
НЕ 


пп 


Коэффициент усиления по напряжению при 
И =9В, В,=4 Ом, /=1000 Гц, U,=10 MB, 
С а аньнь 42...46 дБ 
Коэффициент гармоник, не более: 

при U =9 В, Um =2 B, К, =4 Ом, /=1000 Гц, 


Te PO ТЫ М ИЕ 1% 
при И.=9В, И „,=2,83 В, В, =4 Ом, f= 
=1000 Гц, с К еле НВ 10% 
при U,=5 B, Оьых=1,2 В, А, =4,8 Ом, f= 
1 000-Т В, Еж N i A Сонин 10% 


Рассогласование каналов по усилению при 


0, =9В, В,=4 Ом, f=1000 Гц, ПО„=10 MB, 
о 1... ОМА Сие E 1 дБ 
Верхняя граничная частота (типовое значе- 
и 20 кг u 
Нижняя граничная частота (типовое значе“ 
г УИ Е ИВ 20 Гц 
Тепловое сопротивление переход — корпус, не 
ее Е Е НА 4° С Вт 
Тепловое сопротивление переход— среда без 
внешнего теплоотвода, не более ........... 35° C/BT 


7 


` Kanan 1 


Выходное напряжение при U „= 12 B, R ,=4 Ом, 
U., =20 MB, f=1000 Гц, T= —25... | 
еды о ЗО О R E НО ИЕ 2,5...4 В 
Напряжение шумов на выходах при U, =12 В, 
Е, =4 Ом, ПО„.=0, T= +25° С, не 

И ор не ре раны 2 мВ 
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Kanan 2 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............... чи. чьеенннииее 5... 12 В 
Максимальное входное напряжение ....... ... 20 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки ... 3,2 Ом 
Тепловое сопротивление внешнего теплоотвода 
корпус — среда, не более .................ьнни. 2° С!Вт 


Manm | [| 
ER О че 5 


1:10! 


Зависимость коэффициента гармо- Зависимость максимальной вы- Зависимость тока потребле- ` 
ник от выходной мощности при .ходной мощности от напряже- ния от напряжения питания 
10%, 


2-103 110? 10 152 


О, =9 В, /=1 кГц, А, =4 Ом, 
Т+25° С 


Схема включения 


(15 2200,0 


Гы 
ВА! 
Ri Е { 4 On 


5 
ş 
& 


ТЕ (2z 
CIEGA J4 би 

Chh 41 

22000 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УН18 


К174УП1 


Микросхема представляет собой узел обра- 
ботки яркостного сигнала. Выполняет следую- 
щие функции: усиление яркостного сигнала; 
регулировку яркости без изменения контраст- 
ности; регулировку контрастности без измене- 
ния яркости; фиксацию уровня черного ‘при 
изменении тока лучей кинескопа. Предназначена 


0 
b78 IWMNRZBU,B 


ния питания ope K= 
 f=1 xru, В, =4 Ом, T= +25° C 


a ae У 


kiro | | 


567890112 31,8 


при П„=0, Т=+25° C 


для применения в телевизионных приемниках 
черно-белого и цветного изображения. 

‹ Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 


K17491 


Функциональный состав: I— усилитель; ПЫ— 
регулятор яркости; П/— устройство фиксации 
уровня черного; IV — ограничитель тока лучей. 

Назначение выводов: 1 — выход видеосигнала; 
2— питание (+U); 3— вход видеосигнала; 4— 
коллектор вспомогательного транзистора; 5— 
база вспомогательного транзистора; б—эмит- 
тер вспомогательного транзистора; 7 — управле- _ 
ние регулировкой контрастности; 8 — вход Orpa- 
ничителя; 9— опорное напряжение ограничите- 
ля; 10— вход продифференцированного напря- 
жения строчной развертки; 1] — вход импульса 
обратного хода строчной т УЕ 12 — управ- 
ление регулировкой яркости; 13, 14 — блокиров- 
ка; 15 — вход компаратора; 16 — питание (— U). 
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16 и iiin 13 


ет 


И 
Г: 


3 =. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение - питания noore 12 В 
Ток потребления при И, =12 В, T= 

А нева акне 16... 34 мА 
Усиление яркостного сигнала при U =12 В, 
_ Un =400 MB, Tm 425° С... ини 2... 2,8 раза 
Диапазон регулировки усиления яркостного сиг- 
нала (регулировки контрастности) при И, = 
=12 В, U, =400 мВ, T= +25° С, не 

О а ничьи 4 раз 
Изменение уровня черного при регулировке 
контрастности и изменении сюжета изображе- 
ния при И, =12 В, Т=+25° С, не 
р оны очень 20 MB 


Нелинейность амплитудной характеристики при - 


U,=12 В, И, =-400... +400 мВ, T= +25° С, не 


Е Е A 40 мВ 
Диапазон регулировки уровня черного при 
И, =12 В, T= +25° С, не менее .......... 1,2....3,7 В 
Нелинейность регулировки контрастности при 
U= 12 В, Т=+25° С, не более ................ 13% 
Полоса пропускания, не менее: 

по уровню — 3 ДБ ....... punina aias 6 МГц 

по уровню — 6 ДБ ....... инь ииееланнининиия 9 МГц 
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ВИА 


R40 
3 6 
Входное сопротивление при U, ,=12 B, T= 


Era n ©’. АР N, 8 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение MHTAHHA scenene. „.. ~—11,4..15 B 
Полный входной видеосигнал на выводе 3, не 
ть, РОИА РОИА НИИ РЕЙ 1,2 В 
Ку 
9 


НТИ. 
ПИТ 
YAT 


9 ИЦ, д 


Зависимость коэффициента усиления канала 
яркостного сигнала К174УП1 от управляющего 
напряжения 


Входное напряжение на выводах 8, 9 1,6...2,4 В 
Амплитуда строчного импульса на выводе /1, 


а. ПТ И ИАН ЕН 6В 
Напряжение на выводе 7 seerne 1,6...4,2 В 
Напряжение на выводе 12 ................ ке: В 
Сопротивление резистора между выводами 
Fa ТМ или 200 Ом 
Мощность рассеяния, не более .............. 650 мВт 


Температура окружающей среды —10... +60° С 


Upu, 8 


0 


Зависимость уровня черного от управляющего 
ке К174УП1 


Схема включения 


На вход микросхемы (вывод 3) подается 
видеосигнал через режекторный фильтр, ослаб- 
ляющий цветовые поднесущие. `Сигнал посту- 
пает на регулируемый усилитель / с максималь- 
ным коэффициентом усиления, равным 4. Уси- 
литель имеет раздельные регулировки: пере- 


менной составляющей (контрастность), управ- 
ляемой напряжением на выводе 7, и постоянной 
составляющей (яркость), управляемой напряже- 
нием на выводе /2. При регулировке контраст- 
ности постоянная составляющая (уровень чер- 
ного) не изменяется. При регулировке яркости . 
размах выходного сигнала остается постоян- 
ным. Фиксация постоянного уровня осуществля- 
ется с помощью строб-импульса, формируемого 
из полного и продифференцированного им- 
пульса обратного хода строчной развертки, 
подаваемого на выводы /0 и 11 соответственно. 

Микросхема имеет узел ограничения тока 
лучей, представляющий собой компаратор, 
один вход которого (вывод 8) управляется 
напряжением с делителя, включенного в цепь 
катодов кинескопа, а на другой (вывод 9) 
подается опорное напряжение от источника 
питания. При срабатывании компаратора авто- 
матически снижается напряжение на выводе 7, 
что приводит к уменьшению тока лучей. 

В схеме имеется дополнительный транзис- 
тор, используемый обычно в цепи коммутации 
входного режекторного фильтра (выводы 4, 
5, 6). 


Типовая схема включения мик- 
росхемы К174УП1 


К174УР1 


Микросхема представляет собой узел обра- 
ботки ЧМ-сигнала. Она состоит из усилителя-_ 
ограничителя, частотного демодулятора и пред- 
варительного усилителя звуковой частоты, а 
также имеет регулировку выходного напряже- 
ния звуковой частоты, управляемую внешним 
постоянным напряжением. Предназначена для 
применения в телевизионных приемниках. 

Корпус типа 238.14-1 [см. К118УН1 (А-Д)]. 
Масса не более 1,5 г. 
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K1749YP1 
Mon ao Mek 


Функциональный состав: I— усилитель-огра- 
_ ничитель; ИП — демодулятор; Ш— предваритель- 
ный усилитель низкой частоты. 


4 K174YPI 


EHER 


=6,5 МГц, fa = 1 кГц, А/=.+ 50 кГц, T= +25° С, 
C ER ПА DOSE A VE EON, 6 мВ/кГц 
Коэффициент подавления амплитудной модуля- 
ции при U ,=12 В, U, =1 MB, /=6,5 МГц, fm= 
=1 кГц, т=0,3, Т=+25° С, не менее . 46 дБ 
Диапазон электронной регулировки коэффици- 
enra передачи при U,=12 B, f= e МГц, 
faz tru, А/= +50 кГц, T= +25° C, н 

менее 
Коэффициент гармоник при U, ,=12 B, f= 
=6,5 МГц, fa=1 кГц, Af= +50 кГц, U= 1 MB, 
A N a a pE С S EEEE NAERA 2% 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ......................... 10,8... 15 В 
Максимальное постоянное управляющее напря- 
Jente НА ВЫВОДЕ I иены ьеньььы 4B 


Назначение выводов: 1, 3, 12— питание 
(-0.); 2—2-й вход усилителя-ограничителя; 
5 — управление коэффициентом передачи; б— 
выход усилителя-ограничителя; 7, 9—к опор- 
ному контуру; 8— выход звуковой частоты; 
10— выход усилителя-ограничителя; ]]— пита- 
ние (+U); 13 — блокировка выхода 4; ШЕЕ 
вход усилителя-ограничителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 12 В 
Ток потребления при U,=12 В, U„=0, T= 
№-+- 25° ©; ие: более... ди деды 22 мА 


Коэффициент передачи при’ И,=12 В, f= 
136 


Максимальная амплитуда входного 


а нее 300 мВ 
Максимальная потребляемая 

Е ры оным 400 мВт 
Максимальное сопротивление внешнего резис- 
тора между выводами 13 и 14............ 1 кОм 
Максимально допустимый запирающий ток по 
ВЫВОДУ 2 ИЛИ: iiad 300 MkA 
Температура окружающей 

ОИ ыы неа —10... +60° С 


Примечание. Подача. внешнего постоян- 
ного напряжения на выводы 6, 7, 10 не-. 
допустима. 


(вых, HY» мб 


10 10: p 10$ Uy, MKB 


Зависимость выходного напряжения низкой час- 
‘тоты от входного напряжения при U =12 В, 
}=6,5 МГц, Af= +50 кГц, Т=+25° С 


Схема включения 
65 Mu 
. K/A | 
4 C5 CE 


022 |0022 
. an 4 1 


(2 
0,021 


и, 


Дополнительная литература 


1. Аналоговые интегральные микросхемы: 
Справочник / B. I. Кудряшов, FO. В. Назаров, 
B. В. Тарабрин, В. А. Ушибышев.— M.: Радио и 
связь, 1981.— 160 с. 

2. Котенко В., Сосновский Ю. Новое в кон- 
струировании цветных телевизоров //Радио.— 
1976.— № 6.—С. 27, 2 


3. Лагунова P., Столбова Г.,  Шмакова T. 
Микросхемы серии K174 // Радио.— 1977.— 
№ 2—С. 57. 


К174УР2А, К174УР2Б 


Микросхемы представляют собой усилитель 
промежуточной частоты канала изображения. 
Выполняют следующие функции: усиление про- 
межуточной частоты с АРУ; синхронную демо- 
дуляцию видеосигналов; предварительное уси- 


0 102 10° 10 бу, мВ 


Зависимость коэффициента ослабления паразит- 
ной амплитудной модуляции от входного на- 
пряжения 


Выход 


Типовая схема включения мик- 
росхемы К174УР1 


ление видеосигналов; формирование сигнала 
АРУ для селектора каналов. Система АРУ 
ключевая, управляется строчным импульсом. 
Микросхемы предназначены для применения в 
телевизионных приемниках цветного. и черно-бе- 
лого изображения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г— усилитель про- 
межуточной частоты; ПИ—синхронный демоду- 
лятор; Ш Fio V aD видеоусилитель; 
Т/— система АРУ. 

Назначение выводов: 1— вход УПЧ; 2— 
у: цепи ООС; 3— питание (—0.); 4— 

ильтр АРУ; 5— выход АРУ. на селектор 

каналов; б— регулировка задержки АРУ; 7— 
вход строчного импульса; 8, 9—к опорному 
контуру демодулятора; 10— ны. усиле- 
ния; [/1, 12— выходы видеосигнала (+ (ых); 13, 
14 — питание (+ Ua ); 15— фильтр цепи OOC: 
16—вход УПЧ 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, ,=12 B, И, =0, T= 
=+25° С: 

НО ВВОДУ 19 рено нее 10... 24 мА 


ПО ВЫВОДУ If oniiir 40...50 мА. 


Чувствительность при несимметричной подаче 
входного сигнала при U, =12В, Г, =38 МГц, 
[.=15625 Гц, т=0,5, И ы,>2,4 В, Т=+25° С, 
не более: 


РЕКА есь . 250...500 мкВ 


Е а И О Пе ВВ 300 мкВ 
Эффективность АРУ при И, =12 В, fa=38 МГц, 
].=15 625 Гц, т=0,5, И, = +2 дБ, Т=+25° С, 
С. ain РИ 50 дБ 
Размах выходного видеосигнала положительной 
и отрицательной полярности (выводы 77 и 12) 
при И, =12 В, /{,=38 МГц, /,=1$625 Гц, m= 
=0,5, И„=10 MB, Т=+25°С....... 2,4... 4,2 В 
‚Полоса пропускания при И, =12 В, },=38 МГц, 
Г.=0...10 МГц, О„=10 MB, Т=+25°С, не 
менее 
Напряжение на видеовыходе при И =12 В, 
[.=38 МГц, О„=10 MB, T= +25° С, не более: 

LR OMONMI HE oerien 30 mB 

2-Й термоники Tonne ii. 50 мВ 
Изменение частотной характеристики в диапа- 
зоне действия АРУ, не болез... 2 дБ в полосе 

0...5 МГц 
Амплитуда стробирующего 
импульса ........... EY OOIE И 1,5...5 В 
Дифференциальные искажения, не более .... 15% 
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иен 7 МГц _ 


Напряжение промежуточной частоты звука на 
ВЫВОДЕ. {2, НЕ МЕНЕ... икьзезеьеооаьдьвооневоднье 10 mB 
Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТАНИЯ ...... ие ееьнииньн 10,8... 13,2 В 
Максимальная амплитуда напряжения входного 


од. Г. А ТИ ИЕ САО ДАН EEE Е 1B 
Максимальная амплитуда тока | 
Пос с и Е СЯ 16 мА 
Максимальная амплитуда напряжения строч- 
ного импульса на выводе 7..........еиеииььнннь, 6 B 
Температура окружающей 
о СО ВНЕ ИЕН —10... +60° С 
0 АРУ» 8 
2r 


$ Üy мВ 


Зависимости напряжения АРУ на вы- 
воде 14 от groen входного сигнала 
при И. =12 В, /=38 МГц, Т=+25° С 


Зависимость напряжения 
шума на выводе 27 от 
уровня входного сигнала 
при И. =12 В, T= +25 С 


(и(н)› мкб 


peme 
Зависимости напряжения 
шума на выводе 12 от 
уровня входного сигнала 
при U, =12 В, T= +25° С 


Схема включения + + -Ub 


И (п) р мКВ 


c3 001 
у = 
04| 99| co S LE JAN „ Pesynupobna 
HHRH 51° f4 размаха“ Urus 
20,0 47 (9 _ Mge 
ру Frin 
010 | 
$7 
Lf 
р р! ИТ 
ЯНИЕ [М 177 
4 G in 
Типовая схема включения  Pegynupoðwa F8 270K aar a EL EUR 
микросхемы К174УР2 (A; B) yeumeNUN aas APY wa CR" e ounxpounnymee. 
‚ Дополнительная литература 
1. Котенко В., Сосновский Ю. Новое в кон- К1749Р9 


струировании цветных телевизоров // Радио.— 
1976.— № 6.—С.27, 28. 


2. Лагунова P., Столбова l., Шмакова T. 


Микросхемы серии К!74//Радио.— 1977.— 
№ 2.— С. 57. 
3. [8, с. 116—119]. 
К174УРЗ 


Микросхема представляет собой тракт обра- 
ботки ЧМ-сигналов промежуточной частоты. 
Содержит усилитель-ограничитель, синхронный 
демодулятор и предварительный усилитель низ- 


1 2 $ 


4 5 6 7 


кой частоты с выключением внешним управ- 
ляющим током для организации бесшумной 
настрсйки. Предназначена для применения в 
радиовещательных приемниках. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К174П СТ). Масса 
не более 1,5 г. 


Функциональный состав: /— усилитель-огра- ` 


ничитель; П-— частотный демодулятор; MI — 


предварительный усилитель низкой частоты. 
Назначение выводов: |— питание (— U); 2— 
фазосдвигающий контур; 3—5 — выходы усили-' 


теля-ограничителя; б— фазосдвигающий KOH- 
тур; 7— управление усилителем НЧ; 8 — выход 
Ч; 9— питание (+U); 10 — выход частотного 
демодулятора; [2 — блокировка; 13 — вход про 
межуточной частоты; 14 — блокировка. ; 
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14 15 12 11 


T 


K1T4YP3 


10 9 8 


J- Е 


JU 
RI 


3 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ............. 6 B 
Ток потребления при U ,=6 B, T= +25° С, не 
O IREN O A A IE A AIA E 12 MA 


Выходное напряжение НЧ при U,„=6 B, f= 
=10,7 МГц, fa=1 кГц, Af= + 50 кГц; U, =1 MB, 


оО С НН 100 мВ 
У о Иа 100 MB 
о мл О КТР РИО 80 mB 


Входное напряжение при начале ограничения 
при. И, =6В, f=10, МГц, /,=1кГц, А/= 
=+50 кГц, T= +25° С, не более ........... 100 мкВ 
Коэффициент подавления амплитудной модуля- 
ции при И, =6 В, }=10,7 МГц, fa=1 кГц, Af= 
= +50 кГц, О», = +1 мВ, Т=+25° С, не 

менее 
Коэффициент гармоник при И =6В, f= 
=10,7 МГц, /,„=1т кГц,  А/= +50 кГц, 
=0,5 мВ, T= +25° С; не более ................... 2% 


Ток управления по выводу 7........ 0,05...1 мА _ 


Изменение выходного напряжения на выводе 8 
при подаче ИР тока на вывод 7, не 
менее 


о PEINTE NEET, 3,9 кОм 
1,5 кОм 


менее 
Выходное сопротивление, не более .... 
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+ O= 


w 
` 
i ri 
w 
s 


E 


5 б 7 
Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...................зелнньцииии 5..9 B 
Максимальное входное напряжение ..... 300 мВ 


Максимальное сопротивление постоянному 

току между выводами 12 и 13........... 500 Ом 

Температура окружающей 

СРЕДЫ: день оон —25... +55° С 
рых (10) , 


E S 10 15 


Зависимость выходного постоянного напряже- 
ния (с вывода 10) от расстройки частоты 
входного сигнала относительно частоты на- 
стройки опорного контура при U,„=6 В, 
}=10,7 МГц, U= 500 мкВ 


20 f, Miu 


Зависимости тока потребле- 
ния от напряжения, питания 


при. различных значениях 


температуры окружающей 


среды 


Кос, AM, 45 
К174 929 


р: 
Ра 
Ее 


Е 

б В 
Зависимости коэффициен- 
та ослабления амплитуд- 


Ной модуляции от Haps- 
жения питания при 


f=10,7 МГц, 
Af= +50 кГц, И„=50 мВ 
и различных значениях 


температуры 
окружающей среды 


Зависимость коэффициента ослабления ампли- 
тудной модуляции от входного напряжения при 
О, =6 В, /=10,7 МГц, т=0,3, Т=+25° С 


(в, огр . MKB 


Зависимости входного напряже- 
ния начала ограничения от на- 


}=19,7 МГц, А/= +50 кГц и 
различных значениях темпера- 


50 


и _ 7=-25°С 
№. — ый +25 °С 
DE arame ведь С 
47 5 9 U, B 


пряжения питания при 


туры окружающей среды 


T 


(вых, нч › МВ. 


Зависимости выходного напря- 
жения низкой частоты от напря- 
жения питания при 
}=10,7 МГц, А/= +50 кГц и 
различных значениях темпера- 
туры окружающей среды 


Kr, % Utun, ну, М9 
ыы KIT4YPI 


2 
1 
10 10? 10% 10* Uax, "nB и 


Амплитудная характеристика при 


О =6 В, /=10,7 МГц, 


f= +50 кГц, Т=+25° С 


° Зависимости выходного напря- 
жения низкой частоты (с вы- 
вода 8) и коэффициента гармо- 
ник от добротности опорного 

контура при /=10,7 МГц, 
Af= +50 кГц; О„,=500 MKB 


Схема включения 


_ Типовая схема включения микросхемы К174УРЗ 


Дополнительная литература 


1. Александров Г. Микросхемы К174ХА2 и 
K174Y P3 // Радио.— 1980.— № 4.— С. 59, 60. 

2. Переносные кассетные магнитолы «Рига- 
110», «Аэлита-101» / В. Хабибулин, Г. Гринман, 


Ю. Бродский, Е. Пиастро // Радио.— 1980.— 
‚№ 12.—С. 34—37. 

3. Назаров В. УКВ с р на микросхе- 
мах // Радио.— 1982.— № 7.— С. 29, 30 


4. Богданов B., Павлов В. Высококачествен- 
ный усилитель ПЧ звука // Радио.— 1985.— 
№ 2.—С. 30—32. 

$. [8, с. 119—122]. 


К174УР4 


Микросхема представляет собой тракт об- 
работки сигналов промежуточной частоты с 
частотной модуляцией. Выполняет следующие 
функции: усиление-ограничение сигналов ПЧ; 
частотную демодуляцию сигналов; предвари- 
тельное усиление сигналов НЧ; регулировку 


17444 
и ти ом 8 
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усиления НЧ, управляемую внешним постоян- 
ным напряжением. Предназначена для примене- 
ния в телевизионных приемниках черно-белого 
и цветного изображения. 

Корпус типа 238.14-1 (см. К174УР1). Масса 
не более 1,5 г. | 

Функциональный состав: [-— усилитель-огра- 
ничитель; //— частотный демодулятор; ШЫ— 
нерегулируемый предварительный усилитель 
низкой частоты; //--регулируемый предвари- 
тельный усилитель низкой частоты; V— источ- 
ник опорного напряжения. 


1744 


Назначение выводов; |— питание (— U); 2— 
блокировка ООС; 3—вход усилителя НЧ; 4— 
выход стабилизатора; 5 — PE pon В ры 
НЧ; 6, 10— выход усилителя ПЧ; 7, ЯУ— опор- 
ный контур, 8—выход УНЧ Ир И—. 
питание (+0,); 12 — выход Ч нерегулируе- 
мый; /3 — блокировка; 14 — вход усилителя ПЧ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, = 12 В, 
а” О АЯ 9,5 ... 17,5 мА 
Стабилизированное напряжение на выводе 4 
при 0, =12 В, Т=+25°С................. 4,2...5,3 В 
Выходное напряжение при И. =12 В, f= 
=6,5 МГц, /„=1 кГц, Af= +50 кГц, Up= 1 мВ, 
T= +25° С, не менее: 

‚Е. E АЕ ИИА 300 mB 

#8. ВЫВОД: 12 iaiia 250 мВ 
Входное напряжение начала ограничения при 
И, =12 В, /,=6,5 МГц, /„=1 кГц, Af= +50 кГц, | 
Ге 429 © ие: OE a kirin 100 мкВ 
Коэффициент подавления амплитудной модуля- 
ции при И, =12В, /,=6,5 МГц, /„=1 кГц, 
т=0,3, П„„=1мВ, T= +25° С, не 
менее 
Коэффициент гармоник при '0,=12В, fa= 
=: 6,5 МГц, /„=1 кГц, А/= +50 кГц, U= 1 мВ, 
Т= +25° С, не более ............еееевьнььь О а: 1,5% 
Коэффициент усиления напряжения НЧ при 


О, -12 В, и=1 КГЦ, ие мВ, T= +25° С, не жение на выводе 5................е а: 6 B 


T RETTE E R E ORIRE A P BE AEA 10 дБ Максимальное входное напряжение Ha вы- 
Диапазон электронной регулировки усиления воде 14........... иене ннининининнннннннь 350 мВ 
НЧ при U ,=12 B, fa=1 кГц, T= +25° С, не Максимальный выходной ток по выво- 
РР И Ч Е OSAD ДУ Ен аи ре $ МА 
Максимальное сопротивление внешнего резис- 
Предельные эксплуатационные данные _ тора между выводами 13 и 14......... 1000 Ом 
Напряжение ПИТАНИЯ voccrerrrss 10,8... 13,2 В ` Температура окружающей 
Максимальное постоянное управляющее напря- 
ых ‚ 48 


100 
O 2 A Chunn 8 0 109 -100 -00 -60 -+40 -204A 


Зависимость выходного напря- Зависимости выходного на- Зависимости выходного налря- 


жения от сопротивления регули- пряжения на выводах би 12 жения, уровня паразитного 
о PIOI MT при от напряжения питания при АМ-сигнала, шумового напря- 
МГц, Т= +25° C жения от убоя входного CHT- 


k Turi нала п В, 
| fai 10,7 MTU Il то +50 кГц, 


Схема включения 


Вариант! Bapuanm 2 Выход HY +U Быхов HY 
(регутируеньй) 
он o- 22+ + 22 
RI | R2 69 
5. И МАЙ о Ru F So ся | jo f 
Зависимость тока ‘потребления 0-75 | 
от напряжения питания при 
| Т= +25° С EAA 
K г, % 


07 се 
0022 22 1 I Ri 
| Е и 
Виешний 
ИЧ-сивнал ali тк. 
-100 -50 Us, 45/8 0 
Зависимость коэффициента гармоник от вход- Типовая схема включения микросхе-. 


ного сигнала при U,=12 В, f=10,7 МГц, з мы К!74УР4 
А/= +5 МГЦ, Те ых 
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° усилитель 


Дополнительная литература _ 


Интегральные микросхемы для бытовой ра- 
диоэлектронной аппаратуры: Каталог.—М.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4.— С. 12— 
ÄN 


К174УР5 


Микросхема представляет собой усилитель 
промежуточной частоты канала изображения. 
Выполняет следующие функции: усиление сигна- 
‚лов промежуточной частоты с АРУ: синхрон- 
ную демодуляцию видеосигналов; предвари- 
тельное усиление видеосигналов; частотную де- 
модуляцию и формирование управляющего на- 
пряжения автоподстройки частоты; формирова- 
ние сигналов АРУ для селектора каналов; 
подавление импульсных помех. Предназначена 
для применения в телевизионных приемниках 
цветного и черно-белого изображения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 


АУРУ 
я п 


Функциональный состав: Г— усилитель про- 
межуточной частоты; /р— демодулятор; Ш— 
предварительный видеоусилитель; [/— ycam- 
тель-ограничитель; /— устройство автоматиче- 
ской подстройки частоты; VI— детектор и 

АРУ; УПЬ-— о РУ; 
ИУИШр— усилитель внешнего АРУ (АРУ на СК); 
][Х —выходной каскад видеоусилителя; Х— по- 
давитель импульсных помех («белых»); XI— no- 
давитель импульсных помех ны 

Назначение выводов: 1— вход ; 2— 
Serp OOC; 3 —регулировка задержки АРУ на 

К; 4—выход АРУ на СК; 5— выход АПЧ; 
б— блокировка АПЧ; 7, 10— опорный контур 
АПЧ; 8, 9— опорный контур видеомодулятора; 
11 — питание (+U); 12— выход видеосигнала; 
13 — питание (— U); 14 — фильтр АРУ и блоки- 
ровка УПЧ; 15— фильтр ООС; 16— вход ПЧ. 
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Основные электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при И, =12 В, 
а. бы нс >) 


. 65 
Выходное напряжение при U „= 12 В, }=38 МГц, 
Г.=15625 Гц, т=0,5, 0.,=10 мВ, 
Tt О о р 2,2...3,5 В 


Чувствительность при И. =12 В, f=38 МГц, 


].=15625 Tu, т=0,5; T= £25° С; He 

E a a неа 200 мкВ 
Размах выходного напряжения АПЧ при U,= 
=12 В, /.=38 МГц, А/= +100 кГц, U, =10 MB, 
Ра +25” С; не MHOC iiine 10 B 
Диапазон АРУ по напряжению при 'U,„=12 В, 
fa=38 МГц, fa=15625 Гц, т=0,5, Т=+25° С, 
НО МОНО на цьный 50 дБ 
Ток АРУ на СК при И, =12 В, U,=60 MB, 
Tet C, ие МЕН ад 10 мА 
Крутизна амплитудно-частотной характеристи- 
KH Da АПЧ npa U,=12 B, f=38 МГц, („= 
=10 мВ, Af= +50 кГц, T= +25° С, не 

менее 50 В/МГх 
Полоса пропускания по уровню — 3 дБ при 


1 


U =12 В, /=38 МГц, Х.=0...10 МГц, 0. = 


=10 MB, Т=+25° С; не менее .............. 6 МГц 
Дополнительные электрические параметры 


Дифференциальные искажения, не 

О ишак 10% 
Напряжение блокировки АПЧ по выводу 6, не 
более 2В 
Напряжение включения АПЧ по выводу 6, не 
менее 3 B 
Напряжение блокировки УПЧ по выводу 14, не 
более 1B 
Диапазон входных напряже- 

г: ИЕ E АННЕ ТИ 200 мкВ —95 мВ 
Ослабление ПЧ и ее 2-й гармоники, не 
В о нь ааа 
Ослабление интермодуляционных и m 


ооо сос ооо со оо осо ооо ово ооо осо соо ооо соо росо осо сос ооо сосоосоо 


менее 


Входная. емкость, не‘ более ....................... 2 пФ 
Дифференциальные фазовые искажения, не бо- 


ОВ о рн 10°. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................... 10,3... 13,2 В 
Максимальное входное напряжение (амплитуд- 
Во Значение) ENORI E E EY y ETE PA A ER B 
Максимальное напряжение на выводах 


т О пене ОПИС I A A E DSR 5 
Максимальное напряжение на выводах 
ма абон аа Un 
Максимальный ток АРУ на CK ........... 15 мА 
Максимальный ток по выводу 3......... 0,3 мА 
Максимальный ток нагрузки .................. 10 мА 
Минимальное сопротивление. 

ола PPAT ETEA РНИИ 600 Ом 
Максимальная рассеиваемая 

МОННЮСТЬ. со o aih i ii 1050 MBT 


_ Температура окружающей 


Зависимость отношения сигнал-шум от 
входного сигнала при И, =12 В, f=38 МГц, 
Т=+25° С 


ровня 


Схема включения 


02 
4700 


13 
C3 4700 


Вход 


h 
í ŐK 


de 09 
om i 0,33 

Типовая схема включения 

микросхемы К174УР5 


 K1749P5 


J I 97 98 99 


Зависимость выходного напряжения АПЧ (вы- 


40h, My 


вод 5) от частоты входного сигнала при 
U =12 B, б:=Ю мВ, /=38 МГц, Т=-+25°6 


$38 t 


Типовая форма и уровни напряжений в выход- 
ном видеосигнале при U, ,=12 B, T= +25° С 


+288 — Выход ANY 
ТРЕ [= Тя 
e т > - 1500 | Выкл. 


. 12 


f= 38 МГц 
C10 d tLen 


033 [™ 


Выход bubeoycunumena ` +0, 
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Дополнительная литература 


1. Интегральные схемы для видеомагнито- 
фонов ‘и’ другой РЭА: Каталог.— М: ЦНИИ 
«Электроника», 1983, вып. 3, с. 25—28. 

Z (li € 323—327]. 


K174YP7 


Микросхема представляет собой экономич- 
ный тракт обработки ЧМ-сигналов с низкой 
промежуточной частотой. Выполняет следую- 


щие функции: усиление-ограничение сигналов; 


частотную демодуляцию; предварительное уси- 
ление сигналов звуковой частоты. Предназна- 
чена для применения в экономичной радио- 
приемной их | 

Корпус типа 238.16-1 (см. К174УН13). Масса 
не более 1,5 г. 


А174УР7 
ин я мо 


Функциональный состав: [— усилитель-огра- 
ничитель; //|—частотный демодулятор; 1Ш[- 
операционный усилитель. 


Назначение выводов: 1[—1-й вход ПЧ; 2— 
2-й вход ПЧ; 4— блокировка; 5— питание _ 
(-(.); 6—1-й выход УПЧ; 7—2-й выход УПЧ; 
8—1-й выход ЧД; 9—2-й выход ЧД; 1[0— Bh- 
ход НЧ; 11, 12—входы ОУ; 13—выход ОУ; 
15 — питание (+U); 16 — питание (— U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 6 B 

. Ток потребления при U =6 B, U, =0, не более: 
ст ай М Е 0,6 мА 
при Т=-25 и +55°С ... ен 0,8 мА 


Входное напряжение начала ограничения при 
О =6 В, /=250 кГц, /„=1 кГц, А/= + 3,5 кГц, 
Ти + 25°. С, e EA 70 мкВ 
Выходное напряжение низкой частоты при 
О =6 В, /=250 кГц, /„=1 кГц, А/= + 3,5 кГц, 
О„‹=10 мВ, не менее: 

ПИ СНВ оное 90 mB 

ПИ. 10-29 И +55 Сенна 50 мВ 
Коэффициент ослабления амплитудной модуля- 
ции при U =6В, f=250 кГц, fa=1 кГц, А/= 
=3,5 КГЦ, m=0,3; О„=10 мВ, Т=+25°С, не 
МОЙ EIB IER A жанна 30 дБ 
Коэффициент гармоник при И =68В, f= 
=250 кГц, А/= 3,5 кГц, fas 1 кГц, О„,=10 MB, 


Т= +25°С (типовое значение) ............... 0,8% 
Диапазон частот входного 
Сор АА EA РОО Y 95... 500 Гц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ........... иены 5,4... 6,6 В 
Максимальное напряжение входного 

оз. т ИНОЙ обмены 100 mB 
Максимальный Выходной ТОК ......чнннинииь, 0,1 мА 
Температура окружающей 

то Зе? —25... +55° С 


78 90,8 


Зависимость. входного напряже- 
ния ограничения микросхемы 
от напряжения питания при 


Зависимость тока потребле- 
‚ ния от температуры Okpy- 
жающей среды Га U= 5 В, 

О», = 


= 43,5 к" T= + 25° С 


Зависимость выходного напря- 
жения от температуры Orp: 
жающей среды при U, ,=0 В, 

{=250 кГц, Af= + 3,5 кГц А/= 


f=250 кГц, /„=1 кГц, 
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АУРУ | РИ: РИ и. 


ПА 


т. 


Ю № 0 a N 6678 948 i 10 Ra KOnN 100 
Зависимости выходного напря- Зависимость выходного на- Зависимость выходного напря- 
жения от входного аа пряжения от =: и TIH- жения от сопротивления нагруз- 

при U о а 0 кГц, TAHHA п в кГц, А/= ки при U,=6 B, f=250 кГц, 
= 3, Т= +25° Afa + 3,5 кГц, 'T= +25° С 


30 | 
10° 109 10° 108 Uy, мкб 5 6 7 8 40 


Зависимость коэффициента ослабления ампли- Зависимость коэффициента ослабления ампли- 

тудной мии от входного напряжения при  тудной модуляции от напряжения питания при 

О =6 В, /=250 кГц, /„=1 кГц, Af= +3,5 xiu, О„=10 MB, /=250 кГц, /„= Ta De tIS y 
mam=30%, T=+25° Makh. Tat 


Зависимость тока потребления от напряжения 
питания при T= 25° С 
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Схемы включения 


Выход 


omt в Lo 
H 


Е 200 +0 


+50 0,68 
7 R 68K 


Типовая схема включения микро- 2210 а, (8 1200 
схемы К174УР7 я RI RE 


044 nin 
Ты к 


6 49 1 


КИТАЕ — | 


ая 201 


R7 100 
Да» KTI107 
7148 5 я АКА 0 
94 ; ‚ [9 
l ми (ERE o 
p: Se -Y Le 1200 
ИРУ o a т 
00! в 79 
А |9 K НТА | В 
JIG К 
HAG 10 тн 4022 T З 
s p 7.174 
Ro p A RS | Hacmpoŭra ce-ce св== P 
H EEDE 
(26+ 
+ mI ($ J87 
T вв! Aa 
9B  KTEIA 
+ C25 022 
HR 
E м. 
7. 
024 7 y8 


Принципиальная схема УКВ- ЧМ. приемника с низкой проме ры 9 частотой (ч= 125 кГц): 
[Г] —6 витков, [2—7 витков провода ар мм яр onpaare (26 мм. Частота настройки контура 
[3С11 125 кГц | 
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Дополнительная ‘литература 


Интегральные схемы’ для бытовой радио- 
‚электронной аппаратуры: Каталог.— M.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4, с. 36—43. 


К174УР10. 


Микросхема представляет собой широкопо- 
лосный усилитель. Предназначена для примене- 
ния в телевизионных приемниках в качестве 
предварительного УПЧ для компенсации по- 
терь в пьезофильтрах. 

< типа 2101. 8-1. Масса не более 1 г. 


` 2101.8-1 15 


Назначение выводов: ]— питание (+ U PA 
3 — BÞbIXOIbI;, 5— вход; б— питание (— 


` среды 


11749Р10 | 


РЕГ 
О» 


6 r 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при 0. = 13, 2 В, 
тж И ню: 15...35 мА 


Коэффициент усиления напряжения при U= 
=12 B, f=38 МГц, U =10 мВ, 


Е . 21...30 дБ 
Верхняя граничная частота при U, ,=12 В, T= 
== --25> С; не мене цнь 60 МГц 


Разность постоянных выходных напряжений 
между выводами 2 и 3 при. Ua =12 B, Unx =0, 
Tæ +2>:.&; ne более иена 12 В 
Интермодуляционные искажения, не 

более 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .............ззнннни 10,3... 13,2 В 
Максимальное входное напряжение ..... 300 MB 
Максимально допустимая ‚ рассеиваемая мощ- 


О К АА Е А 530 мВт 
Минимальное сопротивление | 
туз в Е ЗН ие 9 200 Ом 
Максимальная емкость’ нагрузки ............ 30 пФ 
Температура окружающей 


о т - 


0, -- 
-20 0 20. 
_ Зависимость верхней рабочей частоты от тем- 
пературы окружающей среды 


9 915 
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09 
79 


Зависимость верхней рабо- 
чей частоты от напряжения 
питания 


коэффициента 

усиления от напряжения пи- 

тания при /=38 МГц, T= 
=+25° С 


Зависимость 


[ри 
o a 


Зависимость тока потребления от 
напряжения питания при T= 
= +25° С 


Схема включения 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УР10 


К174ХА1 


Микросхема представляет собой однока- 
нальный синхронный демодулятор цветовой 
поднесущей для сигналов, кодированных по 
системе СЕКАМ. Выполняет следующие функ- 
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ип в мо ия 


Зависимость коэффициента уси- 
ления от температуры ору. 
жающей среды npu U= 12 В, 
‚ f=38 МГц 


ции: коммутацию прямого и задержанного 
сигналов; усиление-ограничение; синхронное 
частотное детектирование; выключение сигнала 
цветности. Опорный сигнал для синхронного 
демодулятора формируется из принимаемого . 
сигнала с помощью настроенного контура. 
Коммутатор прямого и задержанного сигналов 
управляется от схемы цветовой синхронизации 
логическими уровнями ТТЛ. Предназначена для 
применения в телевизионных приемниках цвет- 
ного изображения. 

Корпус типа 238.16-2. Масса не более 1,5 г. 


А174АА1 


Функциональный состав: Г— электронный 
коммутатор; /1— усилитель-ограничитель; /1/Ы— 
частотный детектор. 

Назначение выводов: [— опорный контур; 
2— выход демодулятора; 3— питание (+U); 
4— выход коммутатора; 5 — питание усилителя 
(+0..); б—вход коммутатора; 7— управление 
коммутатором; 8 — питание (— U); 9 — управле- 
ние коммутатором; /0— вход коммутатора; 11, 
]2— входы усилителя-ограничителя; 13—вы- 
ключение цвета; 14, 16— выходы усилителя- 
ограничителя; 15 — опорный контур. 


К174ХАТ 


т 
Е 


Основные электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 12 В 
Ток потребления при И, =12 В, 
м НИНА 30... 50 мА 


Размах выходного цветоразностного сигнала 
при /=4,3 МГц, Ruym = 100 кОм, Af= +250 кГц, 
Tæ +25 С, ие МЕНЕЕ... лено ивевенваавевь 1,1 В 
Управляющие напряжения электронного комму- 
татора на выводе /3: 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ s.cniss sarras risissčostssosss 2,4... 

КИЗКОГО: УРОВИЯ-,.;; есь севевоъвь боевая 0... 0,4 В 

Изменение размаха выходного напряжения при 
изменении входного от 350 до 700 и 115 MB, 
}=4,3 МГц, Af= +250 кГц, О, =12 В, 
Те 29° С; nE GOME она i 5% 
Приведенная нестабильность постоянного уров- 
ня на выходе относительно площадки гашения, 
не более: 

при изменении напряжения питания на — 10% 

и изменении выходного сигнала на —10 дБ 

‚при /=4,3 МГц, Un = 12 B, 

РС, RAE PES LAENE ARSE E 10 кГц 

при изменении температуры от +25 до 

+ 60° С, И, =12 В, /=4,3 МГц, 

El о 3 308 ео 5 кГц 
Нелинейность АЧХ при И, =12 В, /=4,3 МГц, 
T= +25° С, не более: 

При Ву лондон 5% 

ПЕД Ее, 25% 
Перекрестные искажения при fi =4,3 МГц, 
Ё=4,05 МГц, И, =12 В, T= +25° С, не 


ее ОНЕГИН Про AE НИЯ —40 дБ 


не RE 


ji 


Полоса пропускания от входа микросхемы до 


выхода усилителя-ограничителя по уровню 
—3 ДБ, не менее ........... и ззиниизаььия Пт 12 МГц 
Выходное сопротивление ............. 2,2 кОм + 20% 


Сопротивление между выводами 8 и /3, обеспе- 
чивающее запирание канала, не более ... 100 Ом 
Выходная емкость, не более ...........шинььььнии 10 пФ 


Дополнительные электрические параметры 


Постоянный уровень напряжения на 


"ВЕЛО НА Хидан маны 6,5...8,5 В 
Ток управления по выводам 

КОММУТАТОР, лье nas ... 50... 500 мкА 
Неравномерность АЧХ усилителя-ограничителя 
в полосе 3...6 МГц, не более ........... ние, 1 дБ 
Входное сопротивление ‘по выводам би 10 на 
частоте 4,3 МГц, не менее ........ Е 2 кОм 


Предельные эксплуатационные. дянные 


Напряжение питания ........... ни нннньньь, 10,8... 13,2 B 
Максимальное входное напряжение на выводах 
6, 10 (амплитудное значение) .......... к + 1,5 В 
Максимальное управляющее напряжение на вы- 
BOME 7. 9 нь а 5,5 В 
Сопротивление внешнего резистора, не менее: 
межпу выводами 3, 5 ..........иееенньинеининые» 160 Ом 
между выводами 2, 3..............ннниьньнизннныя 2 кОм 
Температура окружающей 
О ИЯ ГАИ ИКАР —10... + 60° С 


Примечание. Подача постоянных напряже- 
ний на выводы /, 4, ó, 10, 11, 12, 14, 15, 16 Hè 


_ допускается. 


15i 


КА Е 


-750 -500 -250 


Зависимость выходного напряжения сигнала 
синего от частоты при U =12 В, Т=+25 C 


Схема включения 


RE Re 
200 к 75 


BOS ay OE 


Зависимость выходного напряжения сигнала 
красйого от частоты при И! =12 В, T= +25° С 


R15 200 


за. ка 


т’ 08 
L2 
09 100 мкГя 
43 АА 
R7 } Выход R-Y. 
к Š Cht AHE. 
5 2 |= 
S > b, ый «Г 
010 < S i 
4700 SS F 
ъы SS SS 
ЗЕ SS < 
+ ъё % S 
> < ъ о 
За A = 
TN 
Š 


Вхоб импульсов коммутации полустрочной частоты 


Типовая схема включения микросхемы 
K174XA1 


Дополнительная литература 


Аналоговые H цифровые интегральные 
микросхемы: Справочное пособие/С. В. Якубов- 
ский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского. 2-е изд., перераб, и 
доп.— M.: Радио и связь, 1984.-— 432 с. 
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К174ХА2 


К174ХА2 представляет собой многофункцио- 
нальную микросхему радиоприемного тракта, 
выполняющую функции усиления и преобразо- 
вания сигналов с частотой до 27 МГц. В состав 
микросхемы входят: усилитель ВЧ сигналов с 
АРУ, смеситель, гетеродин, усилитель ПЧ с 
АРУ. 
Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФТ). Масса ` 
не более 1,5 г. 


#174 А2 


Функциональный состав: Г— усилитель высо- 
кой частоты; [[— усилитель АРУ; [//— гетеро- 
дин; [/— смеситель; Г— стабилизатор напря- 
жения; Г/— усилитель промежуточной частоты; 
УП— усилитель АРУ. 


RIRE 
RI) R IA: р [а V713 
к 
VDI tÈ ny T Jrs Š 
YTI x i 
Ri T 
m НЫЕ pr 


J T3 | 
ЗН 


Назначение выводов: |[— вход 1 усилителя 
высокой частоты; 2 — вход 2 усилителя высокой 
частоты; 3— вход усилителя АРУ; 4, 5, 
воды гетеродина; 7— выход усилителя проме- 
жуточной частоты; 8—общий вывод, питание 
(—-0.); 9—вход усилителя АРУ усилителя 
промежуточной частоты; 10— выход усилителя 
индикации; 17; 1[3— вывод усилителя проме- 
жуточной частоты; 12— вход усилителя проме- 
жуточной частоты; 14— вход стабилизатора 
напряжения, питание (+U); 15, 16 — выходы 
смесителя. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания 


Ток потребления при. U, =9 B, T= +25° С, не 
более 


$ оо бо ооо оо рос ооо ооо ооо ооо ово ооо ооо ооо осо осо ооо оо восоосо 
* 


14 


ТЕ 


РЕ 
VTi pa] + v /020 
S v, 
16| S v, Ё ] 


6 — Bhl- ` 


16 мА. 


Отношение сигнал-шум при U ,=9 B, {= 

=1 МГц, О„=19 мкВ, m= 0,8, T= +25° C, не 
более 24 дБ 
Выходное напряжение низкой частоты при 
И. =9 В, fa=1 МГц, Дч=465 кГц, /.=1 кГц, 


т=0,8, Т=+25° С: 
при U, =20 мкВ, не менее ................. 60 мВ 
при: US: 107 MEB нь 100... 560 MB 


Изменение выходного напряжения низкой час- 
тоты при ‘изменении напряжения источника 
питания в диапазоне 4,8...9В при f=1 МГц, 
Д.=1 кГц, т=0,3, U =10 мкВ, T= +25° С, не 
ВОИ Гена паи E" "АА 6 дБ 
Верхнее значение частоты входного сигнала при 
И =9 B, Т=+25° С, не менее 27 МГц 
Коэффициент гармоник при U, ,=9 B, {= 


=] МГц, Дч=465 кГц, Д,=1кГц, m=0,8, 

Т= +25° С, не более: | 
при 0. = 5-0 МКВ. ель аль 10% 
при. U 23 - 10° М5В ели 8% 
13 12 И K174XAZ 


т и gi 


aan Те ыы 


НЫЙ 


ЕРЕРЕРЕРЕЕРЕР 
a 


LL ссссаваее 


Входное сопротивление УПЧ при U,„=9 B, 
"Т= + 25° С, ие; MEO uuina 3 кОм 
Входное сопротивление УВЧ при (И,=9 B, 
ТГ=-+25°С, не менее ......;...:..,:..лььоонавацин 3 кОм 
Выходное сопротивление УПЧ ipa U ,=9 B, 
Т=--- 25° E Мене TEE E 60 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 
Максимальное входное напряжение 
Максимальная температура иристал- 


фозооо вовсе 


и Sae y he RAE +125° C 
Температура о жаюей сре- 
ДЫ + ооо ово во ооо вов оо свое оу в ооо оо ооо зо вочоосовооьа —25... +55° С 
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(Лых › "B ‚ Зависимость тока потребления от TEM- Iar, МА 
F E окружающей среды при 410 
(И, =9 В. Заштрихована область раз- ’ 
броса значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией показа- 

на типовая зависимость 
— 


à — 
Зависимость выходного напряжения 
от томаты окружающей среды 
при И, =9 B, f=1 МГц. Заштрихова- 
на область разброса значений пара- 
метра для 95% микросхем. Сплошной $% 
линией показана типовая зависимость 20 30 40 50 1% 


ых yny» MB Зависимость изменения коэф- (Вых, увч» МВ 
1000 фициента передачи УПЧ от yn- 500 
равляющего напряжения на час- 

тоте /.=465 кГц при И, =9 В. 
Заштрихована область разброса 400 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией è  . 
показана типовая зависимость 300 


4= 


800 


= 
Зависимость изменения KOJ- 100 
фициента передачи УВЧ от уп- 
равляющего напряжения на час- 
TOT входного сигнала {5 
== 9 В, 


=] МГЦ при U 
0 нц 465 кГц 7 0 
+0, 
09 +45... 158 
Схемы 
включения 
01% 
‚АР 
Выход NY: 
9 
mwi TA 
E О e ARE 
[365 иги ] 
| 990..2070 кГц] #9 65 - 
| 90.2070 или и | 5.57 | 68 
‚ЕВЕ ЯВ aa ОВЕН ИИС a ЧР АО S : 


Типовая схема включения микросхемы K174XA2: L] — 5 секций по 16 витков провода ЛЭП 5x 0,06; 
[2—8 витков провода ПЭВТЛ-0,18 (обе катушки размещены на ферритовом стержне Ф400НН 
диаметром 8 и длиной 63 мм); контур гетеродина и фильтры ПЧ намотаны на ‘пластмассовых 
двухсекционных каркасах, которые помещены B ры чашки марки 1000НМ диаметром 6,1 и 
высотой 4мм, сердечник 1000НМ размером x10 мм; 23—88+12 витков рожа ЛЭП 
_3х0,06 мм; [4—22 витка ПЭВТЛ-0,09 мм; [5, L7, L9—40 x2 провода ЛЭП 3х0,06 мм; 26—45 
витков провода ПЭВТЛ-0,09 мм; [18—12 витков провода ПЭВТЛ-0,09 мм 


ти 01 RSA? VDS KCISGA Z1 911П-6 25 RII” и 


EI 


+98 


Wi 
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Принципиальная схема малогабаритного КВ-приемника [22]. Входной контур и контур гетеродина 

намотаны на полистироловом цилиндрическом каркасе диаметром 7,5 мм и содержат: [1—1 

витков провода ПЭЛШО-0,3 мм; [2—4 витка теми же проводами соответственно. Катушки 

ильтров ПЧ намотаны на пластмассовых двухсекционных каркасах, которые помещены в 

рритовые чашки марки 1000НМ диаметром 6,1 и высотой 4 мм и имеют подстроечный 

сердечник 1000НМ размером M3 x 10 мм; [5 —6 витков, Ló —115 витков, L7— 100 витков провода 
ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм | | 


1 
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Принципиальная схема приемника радиоуправления моделями [23]. Входная и гетеродинная 
катушки намотаны на полистироловых цилиндрических каркасах диаметром 5 мм и содержат 
соответственно 11,2 и 11 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Катушки ФПЧ намотаны на 
двухсекционных каркасах, помещенных в ферритовые чашки марки 1000НМ диаметром 6,1 и 
высотой 4 мм и содержат 48+48 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм; катушка связи L4 

содержит 22 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм и намотана поверх катушки [3 
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Перемычка 


Печатная плата и расположение на ней деталей приемника для радиоуправления моделями 


Дополнительная литература 


1. Александров Г. Микросхемы К174ХА2 
и К!74УРЗ3 // Радио.— 1980.— № 4.—С. 59. 

2. Назаров В. КВ и на ИМС серии 
K174 // Радио.— 1981.— № 3.— C. 27—29 

3. Радиоприемник 
лин, FO. Бродский, Г. Гринман и др. // Ра- 
дио.— 1981.— № 5, 6.—С. 15. 


К174ХАЗА, К174ХАЗБ 


Микросхемы представляют собой‘ компан- 
дерный шумоподавитель. Предназначены для 
подавления шумов в трактах бытовой anna- 
ватуры магнитной записи и ЧМ-стереовещания. 

беспечивают эффективное подавление адди- 
тивных помех (щелчков, высокочастотных по- 
мех с грампластинки или магнитной ленты), 
а также модуляционных шумов и шумов от 
копирэффекта. 


А174+КАЗ (А, 5) 
виа 


E 
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«Салют-001» / В. Хабибу- 


4. Гноевский M., Нови B., Соболев В. aig 
вет-104-стерео» // Радио.— 1982.—№ 10.—С. 40. 
5. Кетнерс В. Приемник для спортивной ра- 
к // Радио.— 1982 — № 6.—С. 21, 


6. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
ти оО ЦНИИ — «Электроника», 
.— 48 с. 


Работа микросхем основана на сжатии 
динамического диапазона исходной фонограм- 
мы при записи и расширении ее динами- 
ческого диапазона при воспроизведении. Это 
воспринимается как подъем высокочастотных 
составляющих фонограмм (/>1 кГц) при 3a- 
писи и обратная коррекция при воспроизве- 
дении. 

Корпус типа 238.16-1 (см. К174УН13). Масса 
не более 1,5 г. 


Функциональный состав: [— стабилизатор 
напряжения; //— детектор; 11/— 5-й усилитель; 
IV — 3-й усилитель; Г — ограничитель напряже- 
ния; // — управляемый резистор; ГП — 4-й уси- 
литель; ИШМ— 2-Й усилитель; [Х— 1-Й усили- 
тель. | 


Назначение выводов: ] — вход 4-го усилителя; 
2— вход 2-го усилителя; 3 — выход 2-го усили- 
теля и вход 3-го усилителя; 4— выход опорного 
напряжения; 5 — вход 1-го усилителя; б — выход 
1-го усилителя; 7— выход 3-го усилителя; 8 — 
коррекция 4-го усилителя; 9— общий вывод 
(-0,); 10—коррекция 5-го усилителя; 11— 
вход 5-го усилителя; 12— вход детектора; 
13 — вывод опорного напряжения детектора; 14, 
15 —коррекция постоянной времени детектора; 
16 — питание (+U). ` | 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 15 В 
Ток потребления при U, ,=15 В: 
о А ее Е ЧЕ 15...30 мА 
ПОМ: ЛЗ юные 18...35 мА 
при. Т= — Ю.С; лин ыльенььыя 15...35 мА 


Постоянное напряжение на выводах 4, 7, 11 при 
U imis B; Ta p ISG. andis 6,5 ...9,5 В 
Подъем АЧХ в режиме записи при U ,=15 В, 
О„,=1|мВ, Т=+25° С: 

РИ ТЕ адин 6,5 ...9,5 дБ 

Пр: ОИ ERON EAE A W 4,5 ...8,5 дБ 
Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 1-го, 2-го и 3-го усилителей 
при U =10 мВ, U,=15 B, /=1кГц, T= 
чер E OBOT A TAPS F ET E TREET 16...24 дБ 
Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 1-го и 2-го усилителей при 
f=1 xi, И =15 B, T= 
РЕ Piar EEUE E 24...29 дБ 
Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 3-го и 4-го усилителей при 
(И. =15 В, f=1 кГц, = 


Tale 


+ 


z; 


ВЕН 10 


8 


Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 4-го и 5-го усилителей при 
О, =15 В, fæ t кГц, T= 
iE ARN AA TA E R E ARRE, 34...38 дБ 
Коэффициент ослабления усиления на верхней 
граничной частоте при И, =0,2 В, f=20 кГц, 
(,=15 B, Т=+25° С, не. более cossirier 3 дБ 
Коэффициент гармоник последовательно вклю- 
ченных 1-го, 2-го и 3-го усилителей при 
ОИ, =15 В, U =2 В, f=1 кГц, Т=+25° С, не 
более ола пена 0,5% 
Коэффициент гармоник последовательно вклю- 


ченных 3-го и 4-го усилителей при U,ux=0,2 В, 


(.=15 В, /=1кГц, Т=+25°С, не 6o 
И ан Оно 1% 
Коэффициент гармоник последовательно вклю- 
ченных 4-го и 5-го усилителей при Uu ™=2 В, 
И =15 В, : f=] кГц, Т=+25°С, не 6o- 
ПВ деи нм 10% 
Напряжение шумов при U ,=15 В, Т=+25° С, 
не более: т. 

К174ХАЗА 

ААВ дани 730 мкВ 
Отношение сигнал-шум относительно выходно- 
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го напряжения 730 мВ при U, =15 В; T= 
=+25°С, не менее: 

К!174ХАЗА 

К174ХАЗБ ‚. 60 дБ 
Входное сопротивление усилителей при И, = 
=15 В, U„=10 MB, f=1 кГц, T= +25° С: 

1-го | 50 кОм 


Фр о об оо ооо ооо обо оо ооо ооо соб оооо то осо оо вовосооь 


ана 5...9 KOM 
Выходное сопротивление усилителей при И. = 
=15 В, f=1 кГц, T= +25° С: 


Е ОР A 255 3,5 кОм 
О В ее: 80... 120 Ом 
Предельные эксплуатационные данные 
‚ Напряжение питания oeeie 10...20 В Gi 1 № 00 
Температура окружающей сре- | f 
T EE AEE ENEN EE O AA E E —10... +55° С Зависимость коэффициента усиления от частоты 
при U, =15 В, T= +25° С и различных уровнях 
входного напряжения в канале записи 
Гот, МА Ку, и (4-5), 4E K yu(t-2-3), 4. 


ET MRN-ED 0 1 10 100 1000fnūųù 
Зависимость коэффициента уси- 
ления последовательно соеди- 
ненных 4-го и 5-го а 
в = 


Зависимость тока потребления 
от напряжения питания при 
Т= +25°С. Заштрихована об- 
ласть разброса значений пара- 
метра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


от частоты при 


К +0 (1-2) › 46 


e r n 


100 1000 J$ Kfu 


` Зависимость коэффициента 


0711 10 100 хим 


Зависимости коэффициента гар- 


усиления — последовательно 
соединенных 1-го и 2-го уси- 


лителей от частоты при 


моник в каналах записи (1) и 
воспроизведения (2) от частоты 
входного сигнала при U ,=15 В 
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à 
O 1 10 100 1000fri 


Зависимость коэффициента 

усиления — последовательно 

соединенных 1-го, 2-го и 3-го 

усилителей от частоты при 
О, =15 В 


01 1 


10 100 $ Klu 


Зависимости коэффициента rap- 

моник от частоты при И. =15 

и различных уровнях выходного 

напряжения 
включено) 


(шумоподавление ‘ 


И вых, тах, В 


-60 
-№ -10 E 0 Dya /Льк ить #6 QI 1 10 100 £xřu GI 1 10 №0 
Зависимости коэффициента Амплитудно-частотные XapakTe- Зависимость выходного на- 
гармоник от выходного Ha- ристики: [— канал записи; 2— — пряжения от частоты при 
пряжения при И, =15 В сквозной канал записи — воспроизве- | О, =15 В Е 
дения; 3— канал воспроизведения 
Схемы включения 
+U 06 
: Г Iv 7 RI HL 
| 2 ИИ Ты ГК 09, ARN 


495 ЧР | Ro COS би 


Ри AR KA re aa 


(т Чи-детентора | Уи пн 
ВО, E) 


10 


Принципиальная cxemMa 1] 
шумоподавителя для BS 
УКВ-ЧМ приемника й T + 665 


7 НЯ 3900. 
019 


Bona. | 
91,2 
| +U, 
f, a Lu и ты 
р : и 
Ji: ĉii- aa / 120 
р Do 
P р 10x 
[os ин ил a r) 
A #10 
| duod x m opel pedag- или 5) 100K 
т SELANE т 
10010. 
po 
WOS RA Boixoð 
= y; | 
Принципиальная = схема / L* /j 33x ва 
компандерного шумопо- 3 
давителя в канале BOC- 0027 
произведения кассетного L 1% | S0 s: #051 с ак 
магнитофона 
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+U 


on E Eu i) R3 и 
K 


T 


RI 
mt т р 015 100410 170 
о р бе] | Г Г. 
р Ши 
/ R10 
Вход om преббири- 100x 
тельного усилителя - 
записи 
awn [ГЕГЕГЕ 
100x м 4700 [и И Ре 1 0*0  Buxoðk 
(9 
5 CunuUmeno 
20 T PAA CATEL ; c go ea 
= + 
I| 3900 
(5 (9 
T 2027 5600 S1 „ Шумолонижение 


R8 180 Bra. 


Принципиальная схема компандерного шумоподавителя в канале записи кассетного маг нитофона 


+ Un 


wE Li 
m oH 
3 Е Tx 435 bozz ga 
50,015 м 
| 9 


RE rA 8 5 
Г 49 5% D gi 
012 gas 7] 120 


м. г 


R 
ТАЗА, 5) À ro 
$ Рае Е Ее 
НЕ + 
В СЕ МВ ВИ ПЕ eny 
m +A s 
+ сн boeni анти 
24 È py? 10,015 
4700. T-t) [67 AI na 7: № Aio ВЫХОВ К 
1% | И [2200 5% 3 усилителю 


записи 


и Унидерсальный выход 


00-м 


Схема включения К174ХАЗ (А, Б) в состав кассетного магнитофона с универсальным каналом 
записи-воспроизведения 


Дополнительная литература 


1. Интегральные схемы серии K174: Ката- 
лог. М. ЦНИИ — «Электроника», 1981, 
вып. 1.— 68 с. 

2. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
ze. P oN ЦНИИ «Электроника», 

.— 48 с. 
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К174ХАб 


К174ХАб представляет собой многофункцио- 
нальную микросхему тракта промежуточной 
частоты ЧМ радиоприемного устройства. Пред- 
назначена для усиления-ограничения напряже- 
ния промежуточной частоты, детектирования 
ЧМ-сигналов промежуточной частоты, индика- 


ции напряженности поля в антенне, формиро- 
вания напряжения АПЧ. Микросхема содержит 
устройство, . позволяющее осуществлять бес- 
настройку на принимаемую станцию. 
Работоспособность микросхемы сохраняется 

в широком диапазоне питающих напряжений. 
Корпус типа 238.18-3. Масса не более 2 г. 


238. 18-3 


АННУ» 
ENENENEHEUE 
у Е 


| Ш 


А174ААб 


ЫЕЕНЕ 
Ea 
ee] 


И F= Е 
ен 


Функциональный состав: Г— усилитель-огра- 


и мо. м 


‘ничитель; 1] — детектор уровня; /11— частотный. 


детектор; //— стабилизатор напряжения; И— 
триггер; VI— усилитель напряжения АПЧ. 
Назначение выводов: | — общий вывод (—И.); 
2 — управление режимом работы АПЧ (вклю- 
чено — выключено); 3 — подключение внешнего 
ЕС-фильтра; 4, 6— подключение ФНЧ; 5— вы- 
ход АПЧ; 7— выход НЧ; 8, 11 — выход ПЧ; 9, 
10— подключение фазосдвигающего контура; 
12— питание (+U); 13— вход BIIH (установка 
уровня срабатывания системы БШН); 74— вы- 


ход на индикатор; 15— выход напряжения YI- 
равления БШН; 16, 17— подключение конден- 
сатора блокировки; 18— вход ПЧ. - 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления при U,= 13,2 В, не более: 
При = 226: ааа 16 мА 
при Г —291 и: +25 С лань. 20 мА 
Входное напряжение ограничения при U, = 12 В, 
fax = 10,7 МГц, А/=+50 кГц, ),=1кГц, T= 
= 4-25"422.86 DODE i nsina 60 mkB 
Выходное напряжение низкой частоты при 
О, =10,8 В, /,=10,7 МГц, А/= +50 кГц, /,= 
=1 кГц, U =10 мВ, не менее: 
при Т=+25° С 
пря _Т=—25. и: +I С иран 110 MB 
Коэффициент ослабления амплитудной модуля- 
ции при U, =10,8 В, 0,,=19 MB, f= 10,7 МГц, 
А/=+50 кГц, /,=1кГц, т=30%, Т=+25°С, 
не менее | 
Коэффициент гармоник при И. =10,8В Ux= 
=10 мВ, fa=10,7] МГц, А/+50 кГц, Д,=1 кГц, 


Tat C, ae GONE geeen oag aA 1% 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания .......................... 4,5... 18 В 

Максимальный ток: 
#9 - ВЫВОДУ 15 локаль 1 мА 
HO- ВЫВОДУ 14 аль ЗмА 


Максимальное сопротивление постоянному TO- 
ку внешнего резистора, подключенного к вы- 


водам. 17-и 18: Ains мы 390 Ом 
Температура окружающей 
кос” ЗОВИ МНС о ДЕННИ e —25...+55° С 


2,0 
-25-15 -5 9 15 25 J5 41% 


~ 


Зависимость выходного HANDA- 
жения на выводе [5 от темпе- 
ратуры окружающей среды при 
(.=12В, U n=25MB, fa= 
=10,7 МГц ; 
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Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


в 


-25-15 -5 9 № 25 9941,5 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при U,= 12 В 


_ 10 
4 6 8 10 1⁄2 4 6U B №0 1020 104W, IKB 10 


Зависимость коэффициента oc- Зависимость коэффициента oc- 
лабления амплитудной модуля- 


лабления амплитудной модуля- 
ции от напряжения питания при 


т=30% 


с огр, min? мкВ 


4 6 8 10 12 4 64,8. 4 6 8 10 12 № 160,8 


Зависимость минимального Зависимост b выходного на- 
пряжения от напряжения пи- 


входного напряжения огра- 
ий sia напряжения пи- тания при U,,=10 мВ, f, 


=10,7 МГц, — =10,7 МГц, ку 
000 Г 


Л» 
"Аут ii "Z =1000 Гц 1. =1 
162 | 


102 10° 


Зависимость выходного на- 
пряжения от уровня входно- 
го сигнала при ПИ =12 В, 
fa =10,7 о dek +50 кГц, 


Зависимость отношения сиг- 


нал-шум от уровня входного 
ции от ах входного сигнала сигнала при И\=12 В, 
0„„=10 мВ, {,=10,7 МГц, Af= при U,=12B, Х.=107 МГц, =107 МГц, А/=+50 кц, 
= +50 кГц, faz 1000 Гц. Af= +, кГц, ‘f =1000 Гц, 
m = (1 


fa= 1000 Гц, Т= 25° С 


0 
25 0 5 о гс 10 


Зависимость выходного на- 
пряжения от температуры 
окружающей среды при 
U.=12 В, U „=10 мВ, Л. = 
=10,7 МГц,  Af= +50 кЁц, 
},=1900 Гц 


Зависимость выходного на- 
пряжения на выводе 14 от 
уровня входного сигнала 
при U =12 В, fa = 10,7 МГц. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметра 
для 95% микросхем 


Схема включения 


Типовая схема включения 
микросхемы — К174ХАб. 
Резистор К2 может быть 
подключен между выво- 
дами 17 и 18, его сопро- 
тивление не менее 
390 Ом. Переменный ре- 
зистор R3 позволяет yc- 
тановить желаемый уро- 
вень срабатывания цепи 
БШН. Коэффициент гар- 
моник выходного напря- 
жения зависит от доб- 
ротности  фазосдвигаю- 
щего контура; при О=35 
он не превышает 1%, при 
О=20— не более 0,25% 


Выход на 
индикатор 


1,6 икГи 


Вход ПЧ | 


15 


RID p 
e5 L’ á á 
0,33 Tpl” И Q 
_ | 44 


Дополнительная литература 


1. Садовников И. Новые 


K174 //Радио.— 1982.— № 11.—С. 59, 60 


2. Иванов P., Торопов T., 
тракт магнитолы 
1984.— № 6.—С. 41—45. 


«Рига-120 В» // Радио.— 


микросхемы серии 


Иванова Т. Радио- 


0e 
10* бк, MKB 10 


TERELNI 
lig D| Te 


1 
‚ K174 XAG 


10? 10° Up, KB 

Зависимость выходного на- 
пряжения на выводе 15 от 
уровня входного сигнала 
при И, =12 В, f= 10,7 МГц. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметра 

для 95% микросхем 


+0, 
cis 20,025 


13 


Выход ANY 


Выхой HY 


K174XA8 


Микросхема представляет собой сдвоенный 
синхронный ит цветовой поднесущей 
для систем СЕК 
стандартов производится внутри схемы и уп- 
равляется внешним постоянным напряжением. ’ 


М и ПАЛ. Переключение 
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Микросхема выполняет следующие функции: 
усиление-ограничение цветовой поднесущей в 


системе CEKAM; коммутацию прямого и за-. 


держанного сигналов: для разделения красного и 
синего в системе CEKAM; сложение прямого: и 
задержанного сигналов в системе ПАЛ; ком- 
мутацию фазы красного цветоразностного сиг- 
нала в системе ПАЛ; синхронную демодуляцию 
‚ цветоразностных сигналов в системах СЕКАМ 
и ПАЛ. Опорные сигналы для системы СЕКАМ 
формируются в микросхеме с помощью внеш- 
них контуров. Опорные сигналы для системы 
ПАЛ подаются от внешних источников. Пред- 
назначена для применения в аси 
приемниках цветового изображ 

Корпус типа 238.16-2 (см. K174A01). Macca 
‚ He более 1,5 г. 


Функциональный состав: Г—матрица; П—. 


переключатель режима; —Ш/Г— переключатель 
фазы; IV— демодулятор R— У; Г— демоду- 


JAT 
oeoo выводов: |1— вход прямого CHT- 
нала; 2— питание (—(.); 3— вход задержан- 
ного сигнала; 4 — управление режимом работы; 
5 — опорный сигнал Е — Y (СЁК КАМ); б — опор- 
ный сигнал А— У (ПАЛ); 7— опорный сигнал 
B—Y );  8— опорный 
(CEKAM); 9— вход демодулятора В— У; 10— 


сигнал B— Y 


a 


KIT4XAG — 
E E E, 


выход демодулятора B— Y; 11— вход демо- 
дулятора R— Y; 12—выход демодулятора 
R— У; 13—выход коммутатора R— Y; 14— 


‚питание (+U); 15 — выход коммутатора В— У; 


]6— вход полустрочной частоты. 


°^174ХАВ 


[=] НИ 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение 


питания ........... ЖИ НЫЙ сы ссы 2 B 
Ток потребления при U ,= 13,2 B, T= +25° C, не 


OOMOO: „.. г eromisys itek aihere иене НАЗ 46MA ` 


Размах выходного .цветоразностного сигнала 


R—Y при 0. =300 мВ, f=43 МГц, Af= 
= +4 250 КГЦ, fa”! кГц, 
Е 0,99... 1,21 В 


Размах выходного цветоразностного сигнала 


В—У при U„=300 mB, /=4,3 МГц, Af= 
= +250 кГц, /,=1 кГц, | 

Е ее ‚. 32... 1,62 В 
Размах сигналов на выходе коммутатора (вы- 
воды У ны ‘1,6... 2,2 В 


Коэффициент подавления пеёрекрестных иска- 
жений, не менее: 


МЕЖДУ KORANON oiii ronbos pss garat 40 дБ 
в коммутаторе CEKAM ...................... 46 дБ 
Входное напряжение поднесущих. частот (выво- 
ды Хи AI) ...... ара даа с Леси № 
Выходное сопротивление ‘коммутатора, не 
боле днк оверкрьыиь ие МАРО М 


|z 


чу 
ЧУ 


ея ВИН Я 


Входное ‘сопротивление: 


по выводам '9 H 11, не менее ................. кОм 

по ‘выводам ‘5—8 _.............е. 0,75 <.. 1,25 кОм 
Выходное сопротивление. 

по выводам 9 и 12................ 2ko 4,2. КОМ 

по выводу ‘16, : не менее -.........:......:::`3,8 КОМ 


Напряжение питания. ..................... 10,8... 13,2 В 
'Максимальная рассеиваемая 

AEETI олово арии ден 600 мВт 
Температура окружающей 

среды. .....„.&ны АИИС нана —10... +65° С 


Зависимость размаха—выходного“, напряжения 
сигнала Ор. у от шунтирующего-сопротивления 


9 Rn, KON 


Зависимость размаха выходного напряжения 
сигнала Ов-у от тунтирундиега сбиротивления 


Схема включения 


На вывод. / подается полный ‘бланкирован- 
ный сигнал цветности, а на вывод 3— такой же 
сигнал, задержанный На 64 мкс ультразвуковой 
линией задержки. Для выравнивания амплитуд 
прямого и задержанного сигналов прямой сиг- 
нал подается через резисторный делитель. При 
работе в режиме ПАЛ в матрице Г (см. 
функциональную. схему) осуществляется сум- 
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_ №4 27 


ий 
+128 |5 ар ее. “i 
Вход меанбр Зы R5 
полустречной 0 68 1 68 Я 2,7K 
частоты | — 146 
НТИ 
RI | 
15K 


(17 


Rep (5 68|] 29|. 
Е. | "i ZTK [uz gi gi 
Вход Вход Лереключ. R-Y 8-Y 
прямого задержанного режима onpnue сигналы 
сигнала cuenana ЛАЛ 


Типовая схема включения микросхемы K174XA8 


мирование прямого и задержанного сигналов и 
разделение компонентов R— Y и В—У. В 
режиме CEKAM матрица J работает как часть 
усилителя-ограничителя. Переключение из ре- 
жима ПАЛ в режим СЕКАМ производится 

равляющим напряжением на выводе 4 
(7...12 В для ПАЛ и 0...1 В для CEKAM). 
Затем сигналы поступают на переключатель TII, 
который в режиме ПАЛ осуществляет черес- 
строчную коммутацию фазы красного цвето- 
разностного сигнала, а в режиме СЕКАМ — 
коммутацию прямого и задержанного сигналов 
для разделения красного и синего цветораз- 
ностного сигналов. Управление коммутатором 
производится с помощью меандра полустроч- 
ной частоты размахом 3 В, подаваемого на 
вывод 16. После коммутатора сигналы посту- 
пают на синхронные демодуляторы IV и Г. 
Опорные напряжения для демодуляторов в 
режиме ПАЛ подаются от внешних источников 
на выводы б и 7, а в режиме СЕКАМ 
формируются микросхемой с помощью внеш- 
них резонансных контуров. Частота настройки 
контура для канала красного (вывод 5) 
4,4 МГц; а для канала синего (вывод 8) 
4,25 МГц. 

Демодулированные сигналы снимаются с 
вывода 12 (R— Y) и вывода 10 (ВУ). 
Остаточная высокочастотная составляющая от- 
фильтровывается с помощью П-образных 
ЕС-фильтров. | 


K174XA9 


Микросхема представляет собой предвари- 
тельный усилитель и ограничитель сигналов 
цветности для работы в системе СЕКАМ и в 
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двухсистемных телевизорах. ПАЛ —СЕКАМ. 
Переключение стандартов осуществляется внут- 
ри схемы и управляется внешним постоянным 
напряжением. Микросхема выполняет следую- 
щие функции: усиление и ограничение цветовой 
поднесущей; цветовое опознавание (как строч- 
ное, так и кадровое), в системе СЕКАМ; 
формирование прямоугольного напряжения по- 
лустрочной частоты; бланкирование, формиро- 
вание вспышки и выключение цвета. Для 
цветового опознавания при работе в системе 
ПАЛ совместно с данной микросхемой должна 
применяться микросхема ТВА-540 (МВА-540). 
Предназначена для применения в телевизион- 
ных приемниках цветного изображения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!]). Масса 
не более 1,5 г. 


K K ia 


o h 13 


|. 


Функциональный состав: Г— регулятор цве- Назначение выводов: | — выход сигнала цвет- 
тового сигнала; Пры— переключатель режима; ности; 2— питание (— U); 3, 5 — входы сигнала 
Шр— переключатель сигнала и схема опознава- цветности; 4—вход переключателя стандартов; 


ния; [/’— усилитель цветового сигнала; И—  б— вход импульса обратного хода строк; 
компаратор опознавания; VI— триггер. 7— вход кадрового импульса опознавания; 
1 K174XA9 15 


V” N [ J al l 
HET 
PA Рут | №94 
ыы 
VTIS 


RE e rie 
TREN 
TERA; 


o8 


8—выход выключателя цветности; 9; 10— ин- 
тегрирующие конденсаторы; : 7] —контур ‘узла 
опознавания; 
вспышки; 14— питание (+0,); 
нала цветности;. /6 — вход 


19 — выход CHT- 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления И„=13,2 В и Т=+25° С, не 


о СОА ЕО ЗЕ И ры 47 мА 
Размах выходного сигнала’ при 0.=12В, 
U =100:MB, Л.=4,2 МГц .:........2....: 8... 2,3 В 
Диапазон входных напряжений 

ОГРАНИЧЕНИЯ +... RAE OITA 5,3 ... 150 мВ 
Амплитуда выходного _ напряжения 

о ПЕ В БАГОВ а ен 25... 3,5 B 


Выходное напряжение выключения 
11,8.. . 12,2 (включено); 
0... 0,5 B- (выключено) 


ооо ооо ооо ооо во сос о ооо ооо фе о 


Пороговое йходное. напряжение ‘срабатывания. 


‚м. ET DETNI ANTR ЧИ НН Е 
Коэффициент ослабления сигнала. canz pomis- 
ции, не менее 
Полоса пропускания при м RA АЧХ 


Г дБ, не. MOOC .......:.. льна, ата 1 МГк 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ................... «+ -ь..ь... 15 В 
Максимальное пра на выводах 1, 6—8, 
о FORRA T И ЗАРИ OTIT нак д № 
Размах. входного напряжения ‘на ‘выводах 3 
H ` E3 A TEE TET $ TART 0,5 В 


Температура "окружающей. 


10 
10 п 


F ef ] L 48 f, nTų 


Амплитудно-частотная, характерис- 

тика усилителя системы цветового 

опознавания при U, ,=12 B. 3a- 

щтрихована область разброса зна- 

Чений параметра для 95% микро- 
схем 
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12— выход триггера; 13 — выход. 


EETTTITTTTET 12 B 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при Т=+25° С 


Схема включения 


На вход ‘усилителя цветового сигнала IV 
(выводы 3 и 5) подается сигнал с выхода УПЧ 
изображения через полосовой фильтр, выде- 
ляющий сигнал цветности из полного телеви- 
зионного сигнала. Допустима как симметрич- 
ная, так и несимметричная подача входного 
сигнала. `Работа усилителя цветового сигнала 
унравляется переключателем режима I и pery- 
лятором Г. В режиме ПАЛ на вход управления 
переключателя режима (вывод 4) подается 
напряжение от 7 В до U, При этом усилитель 
цветового сигнала линеен, и его усиление 
управляется напряжением АРУ с вывода 16 
чёрез регулятор I. В режиме CEKAM на вывод 
4 подается управляющее напряжение от 0 до 
1 В. При этом усилитель переводится в режим 
ограничения. Порог начала ограничения около 
15 мВ.. Выходное ограниченное напряжение 
имеет размах 2 В. 

Система опознавания и цветовой синхрони- 
зации М, Г, используемая в данной схеме, 
обеспечивает работу в режимах как построчно- 
го, так и покадрового ‘опознавания. Управля- 
ющий импульс обратного’ хода строчной раз- 
вертки подается на вывод 6. Для работы в 
режиме построчного опознавания контур, под- 
ключенный к выводу 11, настраивается на 
частоту. 4,25 МГц. Управляющий импульс об- 
‘ратного хода кадровой развертки подается на 
вывод 7. Для работы в режиме покадрового 
опознавания контур, подключенный к выводу 
11, должен быть настроен на. частоту 3,9 МГц. 
Система опознавания H цветовой синхронизации 
управляет фазой триггера VI, который rene- 
рирует меандр полустрочной частоты, исполь- 
зуемый для переключения прямого. и'.задер- 
жанного сигналов в декодере. При неправиль- 
ной фазе триггера срабатывает выключатель 
цвета. 


2 13 140,8 


0 
-20 0 20 40 601,5 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры я у. 
жающей среды при U= 


R6 
sso% 


Типовая. схема включения 
микросхемы — K174XA9. 
Контур L2C9 настроен Ha 
частоту 4,2 МГц, отноше- 
ние числа витков катушек 


FEAE A] Выход сигнала 


ubemnocmu 


K174XA10 


K174XA10 представляет собой многофунк- 
циональную микросхему — радиоприемного 
АМ —ЧМ-трактаа ‘выполняющую — функции 
преобразования частоты, усиления ‚сигналов 
высокой, промежуточной и низкой частоты, 
демодуляции АМ — ЧМ-сигналов. Предназначе- 
на для применения в малогабаритных радио- 
приемных устройствах третьей группы слож- 
ности, ГОСТ 15651 — 82. | 


К АКАЮ 


АИ 
gss a g F 
КУ S S 
< $ $ aÈ $ ia 
з S Ч НЕ $9 МГц < 
aE S| IC Jen PREA 
Tz Е Е HE4 10,0 +| 10,0 
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К174КАЯ к 
. S | и 5n 
| в 
Foo ao 


Кабровые 
импульсы 
гашения 


М = 
RI C9. 470 К! L C10 
"hen nG |an 
Вход сигнала 
цдетности 


Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: [— усилитель ` про- 
межуточной частоты АМ — ЧМ-тракта ИЫ— 
усилитель высокой частоты и смеситель; 
Ш — стабилизатор; [/— гетеролин АМ-тракта; 
У— демодулятор АМ —ЧМ — тракта; VI— ycu- 
литель низкой частоты. 

Назначение выводов: 1[— вход 1[ усилителя 
промежуточной частоты; 2— вход 2 усилителя 
промежуточной частоты; 3— общий вывод; 
4— выход смесителя; 5— вывод контура гете- 
родина; 6 —вход ] усилителя высокой частоты; 
7— вход 2 усилителя высокой чаетоты:- и пере- 
ключение режимов АМ—ЧМ; 8— выход 
АМ — ЧМ-демодулятора; :9--вход усилителя 
низкой частоты; /0— вывод обратной связи 


усилителя низкой ‘частоты (может выполнять 


функции блокировки. усилителя); 11! — общий 
вывод ‘усилителя. низкой частоты; 12— выход 
усилителя низкой частотьк 13 —питание (+0,); 
14— вход демодулятора; 15 — выход. усилителя 
промежуточной частоты; 16 — блокировка АРУ, 
выход АПЧ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение ‘питания 
Ток потребления ‘при И, =6 В; T= +25°С; не 
более: са ани ‚ 16 мА 


Коэффициент усиления. YHN. при U„=6 В, 
169 


1 15 


i ; 
"РЕ Г e 
ИЕ. 


14 


eJI 


Зо 
О, =10 мВ, f=1 кГц, В,=8 Ом, 
ай же ВИ ИС ПИ 37...40 дБ 
Выходное напряжение низкой частоты‘. 
АМ-тракта при И, =6В, U =30 мкВ, f= 
=1 МГц, /.=1 кГц, т=30%, ке 
ок > И И 15...85 мВ 


Входное напряжение ограничения `ЧМ-тракта 
при U ,=6 В, f=10,7] мГц; А/= +50 кГц, f= 
=1 кГц, T= +25° С, не более 50 мкВ 
Отношение  сигнал-шум  АМ-тракта при 
О. =6В, ПО„=30мкВ, /,=1 МГц, fH =t кГц, 
т=30%, Т=+25° С, не менее ............. 20 дБ 
Коэффициент гармоник `УНЧ при 0. =6 В, 


Р‚„‚=0,3.Вт, В,=8 Ом, Т=+25С, не 
_ ААА РУИНЫ AS ET OAN OE 2% 
Верхняя  граничная частота  УНЧ, не 
_ ОРВИ AEE A E E К 25 кГц 


Нижняя граничная частота входного напряже- 
ния АМ-тракта (по уровню —б дБ) при 
И. =6 В, Т=+25°”С, не: более .......... 100 кГц 
‘Коэффициент гармоник сквозного АМ-тракта 
при И, =6 В, П„,=1мВ, т=80%, /,=1 МГц, 
‘ЕТК, Т=+25°С;` не. более ....; 
Верхняя граничная. частота входного, напряже- 
ния АМ-гракта (по уровню —6 дБ) при 
0. =6 В, Т=+.25°С, не менее ....... 12,5 МГц 
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Входное сопротивление УНЧ при U,„=6 В, 
T= +25° С, не менее .......... АЕ. 100 кОм 
Коэффициент подавления АМ-сигнала ЧМ- 


тракта при И, =6 В, Т=+25° С, ‘не 
О о рае 40 дБ 
Отношение — сигнал-шум ` ЧМ-тракта npu 
И =6 В, /=10,7 МГц, А/= +50 кГц, /,=1 кГц, 
Tæ t2 =’... И НеОКОмоНИ 36 дБ 
Коэффициент гармоник  ЧМ-тракта при 
О, =6 В, `Т= +25 C, не более iniiis. 3% 
Выходная мощность. УНЧ при U, =6 В, 
К, =8 Ом, U, =25 мВ, /=1 кГц, T= +25° С, не 
МЕНЕ: оо анны 0,3 Вт 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...............ешееииььиее 3... 12 В 
Максимальное входное напряжение 

AMADEI orisirisii TEE T EN A 
Максимальное входное напряжение УНЧ на 
выводе 9 .......... ре T ARAE bosi 30 MB 
Максимальный выходной ток УНЧ по выводу 
ро инея 500 мА 


Максимальная выходная мощность УНЧ при 


0, =9 В, В. =10. Ом, K =Ю% ............... 0,7 Вт 
Рассеиваемая мощность, не более .......... 1 Вт 
Температура окружающей E 

DOE onain Ee A —25... +55° С 


_ K174XA10 


772 VD3 


R31 RII m m и 
> #38 


aj -A 


10 


ym у Ua. AE Зависимость отношения CHT- 
ее. нал-шум в режиме приема 
АМ-сигнала от уровня вход- 
ного сигнала при U, ,=9 В, 
Ё=1 МГц, }.=1 кГц 


+— 


Зависимость коэффициента 

гармоник усилителя низкой 

частоты в типовой схеме 

включения от уровня вход- 

ного сигнала т О. =9 В, 
=8 Ом | 


2.4 4. в ЮщВ 24 6 8 №88 2. 000009 би 


IX? 
Зависимость выходной мощнос- Зависимость тока. потребле- Зависимость rosod rap- 
ти УНЧ от напряжения питания ния от напряжения питания моник усилителя низкой час- 
при /=1кГц, К, =8 Ом при К.=8 Ом, Т=+25° С тоты OT Е мощности 


т + а Ом, 
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Схемы включения 
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Принципиальная схема супергетеродинного радиоприемника на микросхеме К174ХА10 [24] 


Дополнительная литература 


1, Бродский Ю. «Селга-309» — супергетеро- 2. Интегральные схемы серии K174: Ката- 
дин на ‘одной микросхеме // Радио.— 1986.—  лог.— M.: ЦНИИ «Электроника». 1982, 
№ 1.— С. 43—45. вып. 2.— 56 с. 


Таблица постоянных напряжений на выводах микросхемы 


Вывод микросхемы 


Напряжение относи- 
тельно выводов 3 и 
11, В 


Вывод микросхемы 


Напряжение относи- 
тельно выводов. 3 H: 
Ti B 


172. 


6,5 Mfu 
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Принципиальная схема тракта звукового сопровождения телевизиовного приемника на микросхеме 
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Принципиальная схема приемника для радиолю- 
бительской связи в диапазоне 27 МГц 


Принципиальная. схема донолнительного вы- 
ходного бро к усилителю низкой часто- 
ты микросхемы К174ХА10 


К174ХА11 


неком представляет собой БИС. про- 
цессора синхронизации цветных. телевизионных 
приемников ‘и выполняет функции синхрониза- 


ции генераторов строчной и кадровой разверток _ 


и канала цветного изображения. Характери- 
зуется высокой!  помехоустойчивостью`и требует 
минимального числа навесных ‘элементов для 
подключения в схему. 

Выделение строчных и кадровых ‘синхроим- 
пульсов из полного телевизионного сигнала, 
поступающего на выводы 9 и 10, происходит в 
устройстве, состоящем из амплитудного селек- 
тора, селектора помех, схемы выделения вы- 
ходного кадрового синхроимпульса и форми- 
рования кадрового синхроимпульса (выходной 
каскад). 

Цепь фазовой автоподстройки содержит две 
петли фазового ‘регулирования. Первая петля 
обеспечивает подстройку по частоте. и фазе 
сигнала подстраиваемого генератора микросхе- 
мы. В нее входят фазовый детектор, подстраи- 
ваемый генератор, ограничитель напряжения 
фазового детектора, переключатель постоянной 
времени фильтра, пиковый детектор совпаде- 
ния, переключатель крутизны фазового детекто- 
ра со схемами: селекции. Вторая петля фазового 
регулирования содержит а детектор, 
формирователь выходного управляющего ‘и 
строчного синхроимпульса и выходного каскада 
большой мощности. 

Для качественной работы микросхем канала 
цветности (как в системе ПАЛ, так и СЕКАМ) 
в K174XA11 предусмотрено формирование cne- 
циального стробирующего импульса для выде- 
ления вспышек цветовой поднесущей, содержа- 
щихся в полном ‘телевизионном сигнале, и 
импульса гашения. Стробирующий‘ импульс 


цветовой поднесущей создается формировате- - 


лем, управляемым от подстраиваемого гене- 


ратора. Это обеспечивает фиксированное по-. 


ложение импульса относительно строчного 
синхроимпульса и вспышки цветовой .поднесу- 


K174 XATI 


щей при работе первой петли фазового ‘регули- 
рования в режиме захвата. 

’Импульс гашения формируется из импульса 
обратного хода строчной развертки. и ‚совме- 
щается вместе со стробирующим импульсом на 
выводе 7. 

Корпус типа 238:16-2 (см. К174АФТ. Масса 
не более. 1,5 г. 

Функциональный состав: I— подстраиваемый 
генератор; //— ограничитель выходного напря- 
жения фазового детектора; 11/— фазовый детек- 
тор первого. кольца АПЧ; ZV — переключатель 
постоянной времени фильтра; V— пиковый де- 
тектор ‘совпадения; //— селектор помех; ИПИ— 
амплитудный селектор; ГП/— генератор тесто- 
вых импульсов; [Х— стабилизирующее уст- 
ройство совпадения С-К-Т; Х — переключатель 
крутизны фазового детектора; Х/— стабилизи- 
рующее устройство совпадения C-K, XII— схе- 
ма выделения кадрового синхроимпульса; 
ХШ— выходной каскад большой мощности; 
XIV —генератор выходного управляющего HM- 
пульса; ХУ — формирователь выходного строч- - 
вого синхроимпульса; XVI— фазовый регуля- 

‚ XVII — фазовый детектор второго кольца 
АН: XVII — формирователь . стробимпульса 
цветовой поднесущей; Х1Х— выходной каскад 
кадрового синхроимпульса. 

Назначение выводов: 1— питание (+ ЧА) 
2— питание выходного каскада большой мощ- 
ности (+U); З3— выход строчного синхроим- 
пульса; 4— вход переключателя длительности; 
5— выход фазового детектора второго кольца 
АПЧ; б—вход фазового детектора второго 
кольца АПЧ; 7— выход стробирующего им- 
пульса цветовой поднесущей; 8 — выход кадро- 
вого синхроимпульса; 9— вход полного теле- 


‚ визионного сигнала; /0— вход селектора помех; 


11 —вывод пикового детектора совпадения; 
12— вывод переключателя постоянной времени 


`фильтра; 13— вывод фазового детектора перво- 


го кольца АПЧ; 14 — вывод подключения часто- 
тозадающего конденсатора подстраиваемого ге- 
нератора; 15— управляющий вывод подстраи- 
ваемого генератора; 16 — общий вывод (— U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 12 В 

Ток потребления при Т=-10... +60? С: 

т, ЗАЗ РЕ Е E EA 25...53 мА 
НР. 519 Вилья 25...63 мА 


Амплитуда напряжения входного полного теле- 


‚визионного сигнала на выводе 9 при И, =12 В, 
‚- Т= +25° С, не менее 


ИСТ PELAN D 1B 
Амплитуда напряжения выходного кадрового 
синхроимпульса на выводе ‘8 при И. =12 В 
Uio =3 В, Т=+25° С, не менее ............ 10 B 


Амплитуда напряжения выходного строчного 


синхроимпульса на выводе 3 при U ,= 12...18 В, 
U9) =3 В, Ц. в=10 В, tn = 10 мкс 
при Т=+25° С: -> 
О. =10 В, не менее ............... ебььь ее: 9,5 В 
0) =6 В, не более ила: еее. 0,5 В 


И «›=3,5 В, не менее ........ И AEE S 9,5 B 


, 


при Т= +60° С, ПО. =0 В, не менее... 9,5 В 


при Т=-—10° С, И«=0 В, не менее. .... 9 В 
Амплитуда напряжения выходного стробирую- 
щего импульса выделения цветовой поднесущей 
на выводе 7 ‘при U,=12B, Uw=3,5 В, 
(.«ву=10 В, T= +25° С, не менее 10 B 
Амплитуда напряжения импульса гашения в 
составе выходного стробирующего импульса 
цветовой поднесущей на выводе 7 при U „= 12 В, 
Ua =3,5 В, 'Us.x6)= 10 В, ‘T +25° С. .4.. .5В 

типовое значение 
Управляющее : напряжение на выводе 11 при 
U= 12 В, Uiga, 5 B, Uso =3 1 В, Us.x9)=10 B, 
T= +25°С 2,5...7 В 


RETTILI 


Диапазон перестройки частоты внутреннего re- ` 


нератора при U„=12 В, Ил=3,5 В, Оо, =0, 
О. ж‹6у=10 В, T= 425° С: - | 
нижняя граница, не ‘более. ................. 13 кГц 
верхняя граница, не менее ................ . 18 кГц 
Полоса захвата при U,= 12 В, U =3, 5 B, 
Us9)=3 B, Uo. x(6) = 10 B, T= +25° C не 
МЕНЕЕ ны ани +700 Гц 
Нестабильность частоты внутреннего генера- 
тора от температуры при И, =12 В, Ил, =3,5 В, 
T= +25... + 60°С, не более: НЫ 2 Tu/°C 
Нестабильность частоты внутреннего. генера- 
тора от напряжения источника питания при 
И, =11....13 В, Ил=3,5 В, Т=+25 С, не 
Gomi: р N iniciran ЗЫ 
Время задержки между фронтом синхроим- 
пульса и фронтом импульса обратного хода 
(выводы 6 и 9) при И =!2В, Ощ=3 В, 
О. в=19 В, T= +25° C: 
при работе C транзисторным выходным кас- 
кадом строчной развертки, И) =3,5 В, 1„=0 
ПОТ Е ainidi 0,3 ... 1,7 мкс 
при работе с тиристорным выходным каска- 
дом строчной развертки, И, =.10 В, 1„=0 и 
la iS MEO дер львы 0,3...1,7 мкс 
Время задержки между фронтом синхроимпуль- 


са и фронтом стробирующего импульса HBETO- ` 


вой поднесущей (выводы 9 и 7) при U= 12 В, 
Оо =3 В, Uo. x16) = 10 B, Ua =3,5 B ta =0 H 
A AD i E E a a С иьннннь, 4,5 ... 5,7 мкс 
Время задержки между фронтами кадрового 
‚ синхроимпульса на входе и выходе (выводы 8. и 
9) при U,=12B, U@m=3,5 В, Оо =1 В, 
О.:«в=10В, T= +25° С, не. более ...... 20 мкс 
Длительность выходного строчного импульса 
на выводе 3 при U ,=12 B, Оо =3 В, 
Us. «в = 10 B, T=425 G: 
при работе с транзисторным выходным кас- 
кадом строчной развертки, И) =3,5 В, t= 
О а не E P EA 13,1 ...17 мкс 
`Оч=3,5 В, =15 MKC ..... 44... 27,5 ...32 мкс 
при работе с тиристорным выходным каска- 
дом строчной развертки, И, =10 В, 1„=0 и 


fa 15- МКС п В. 8,5 МЫС 
Длительность выходного стробирующего им- 
пульса: выделения цветовой Нате по. 


‚уровню 7B на выводе 7 при И, =12 В, 
И = 3, 5 В, Umo =3 В, U.. кв) = $ B, ls; a=), 
y E S A R НИ IA AEE TT E 


Длительность Ра и среза. кадрового синхро- 
импульса при И, =12 В, Ua =3,5 В, Ию =3 В, 
О.. 6) =10 В, Т= +25 С, не более ........ 8 мкс 
Динамическое сопротивление коммутатора, 
(вывод 12) при U,=12 В, И =3,5 В, Оше = 
=3 B, Т=+25° С: . 


при Он!) =6 В, не более ................ 150 кОм 

при. Uan=l, 5 В, Чиь=9 B, He : 

ЕЕ ль св T 55 кОм 
Выходное сопротивление на выводе 8 при 
Vi = 12 B, Ии=3,5 B, бы = B; T= +25° C, не 
более PES RAEE OE EEA E AOE ES T 


Выходное сопротивление на выводе 3 при 


Ua a 12 B, ta =0, О =3 B, 0..6) = 10 В, 
Ta +25° C,, не более: а 
при Üa, 5 B scaspawspuporssscsodápvsihodosacigose 3,6 Ом 
при Из =6 Ви E AE A E U 40 Ом 


seeno ин на выводе. а ‘при 


500 Ом 


ый. T= +25° CÇ, не ИИ 
Сопротивление по выводу 13 при И. =12 В, 
Ua =3,5 В, Us:xe)=10 В, ta =0, T=+25° C: 
‘высокоомное, не менее ............ а 150 кОм 
‘низкоомное, не более ................... ....: 5,5 КОм 
Крутизна регулировочной ретористаки пе- 


ооо ооо о оофое 


рестраиваемого генератора при = 12 В, 
би=3,5 В, Umo=3B, Usso=10 hy Pae 
Т= ba HO E TRE TA 20... 40 Гц/мкА 


Крутизна регулирования системы АПЧиФ при 
U- == 12 B, Dio B, Us9)=3 B, Us. x)= 10 B, 
PS T E ita 1,8 ...3,6 кГц/мкс 
Крутизна регулировочной характеристики фор- 
мирователя фазы выходного строчного им- 


пульса при ПО, =12 В, о 5 В, Оьж=3 В, 
Ui х(6)=0 В, иы=0, | 
Т= +25° С 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: _ ir | в 
И 10... 14 В 


на выводе 1 

т: ДА О eian 15... 18 В 
Амплитуда напряжения полного видеосигнала 
НА ВОДЕ ад коне O E ван Lel - 


Максимальный выходной ток по выводу 3, не 


более: 


кадом строчной развертки ................... 0,4 А 
при работе с тиристорным выходным каска- 


дом строчной развертки ......:.............. 65 А 
Максимальный выходной ток через вывод 7, не 


более 


фо ооо о ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо осо осо ооо ооо осо вос ооо 
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при работе с транзисторным выходным кас- 


- 


Максимальная рассеиваемая мощность при 
температуре окружающей среды +25° C, не 


О E PA LETRE D aa ET 850 MBT 
Температура окружающей 
ссы —10... +60° С 
tpr tpz 
0,9 
0, 
o1 
20 ne 


Форма выходного кадрового синхроимпульса 


Ur) 


Cmpoðupyioiųui 
импульс 


Импульс 
гащения 


tsa = 15 мкс 


Форма выходного стробирующего импульса Временные диаграммы, характеризующие вре- 
выделения цветовой поднесущей мя задержки между фронтами строчного 
синхроимпульса и импульса обратного хода при 
работе с тиристорным выходным каскадом 
строчной развертки (U; = 10 В): 
а) при t „=0; 6) при t „=15 мкс 


ая 
ESEN 
t 
ls i oa 09 
ПНА ЗЕНИТ 55 т 
„феи ФА” 
12 мкс t 
ht. a ИЯ 
H 
г R T 
t3n=0 


Временные диаграммы, характеризующие время задержки между фронтами строчного синхро- 
импульса и импульса обратного хода при работе с транзисторным выходным каскадом ст рочной 
развертки: 

а) при [,=0; 6) при f =15 мкс 
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Cbon. стр = (19... 17+Д P34) MKC 


рее t 


Фазовые соотношения между входными и вы- 
ходными сигналами 


Выход Выход 
кабрового строб. 


Ix 100 200 300 400 500 IMA 


Зависимость тока потребления от тока нагрузки 

для транзисторной (1) и тиристорной (2) схем 

выходного каскада генератора строчной раз- 

вертки при U ,=12 В, T= +25° С. Заштрихована 

область разброса значений параметра для 95% 
микросхем 


Схемы включения 


Номиналы внешних навесных элементов на 
типовой схеме включения К174ХА1] обеспечи- 
вают наиболее оптимальный режим работы 
БИС. Изменение номиналов внешних навесных 
элементов позволяет в некоторых пределах 
ВЫ приведенные электрические параметры 

Выходной каскад К174ХА!1 нагружается 
непосредственно на активный элемент выходно- 
го каскада генератора строчной развертки (ти- 
ристор или транзистор). Режим работы БИС 


8х09 Выхой 
импульса строчного 


cunxpounnyneca unnyneca e ti cunxpounnynoca 


Вход. nonnoeo (4 6800 
телевизионного 
сиенала 
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Типовая схема включения микросхемы K174XA11 


177. 


а 65 
KITAANI S my 


3 4 1⁄5 в 


a) 


4 


а 2%. 
KIRKAN 
м 16 


ô) 


Варианты включения микросхемы K174XA11 с тиристорным (а) и транзисторным (6) выходными 
каскадами генератора строчной развертки ‹ 


переключается при подаче на вывод 4 соот- 
ветствующего управляющего напряжения. Воз- 
можно подключение вывода 4 к общей шине 
_ или к полюсу источника питания. При подаче 
на вывод 4 напряжения U „/2 импульс на выходе 
БИС (вывод 3) отсутствует. Это дает возмож- 
ность применить электронную защиту выходно- 
го каскада строчной развертки во время вклю- 
чения телевизионного приемника [19]. 

Если микросхема применяется в телевизион- 
ном устройстве, работающем совместно с ви- 
деомагнитофоном, когда бывают большие скач- 
ки частоты строчных ведущих синхроимпульсов 
и их пропуски, автоматический режим работы 
коммутатора отключается с помощью внешней 
коммутации замыканием ключа 5. При подклю- 
чении вывода 7] к общей шине происходит 
переключение ФНЧ первого кольца АПЧ на 
малую постоянную времени. 

Введение дополнительной регулировки фазы 
(резистор R8) позволяет осуществить ручную 
центровку изображения на экране кинескопа. 


Дополнительная литература 


хемы в генераторах телевизионной 
развертки/С. Б. Яковлев, В. А. Скляр, В. С. Су- 
сов.— M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 


К174ХА12 


Микросхема представляет собой универсаль- 
ную высокочастотную систему ФАПЧ с замкну- 
тым контуром обратной связи, обеспечиваю- 
щую независимую регулировку центральной 
частоты и полосы удержания. Микросхема 
ФАПЧ содержит фазовый детектор, управляе- 
мый генератор, синхронный детектор, фильтр 
нижних частот, усилитель низкой частоты. На 
базе К174ХА12 возможна реализация высоко- 
качественного ЧМ-детектора и синхронного 
АМ-детектора. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ1). Масса 
не более 1,5 г. 
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^174 ХА 12 


о ох 


Функциональный состав: [Г— управляемый Te- 
нератор; П -— синхронный детектор; П/—фа- 
зовый детектор; IV — усилитель низкой час- 
TOTÞI. ; 

‚ Назначение выводов: ] — выход низкой часто- 
ты при детектировании АМ-сигнала; 2, 3— 
частотозадающий конденсатор; 4— вход син- 
хронного детектора; 5— выход управляемого 
генератора; б — вывод электронной регулировки 
частоты управляемого генератора; 7 — регули- 
ровка диапазона слежения; 8 — общий вывод, 
питание (— U); 9— выход низкой частоты при 
детектировании ЧМ-сигнала; 10 — фильтр ниж- 
них частот детектора ЧМ-сигнала; 11 — напря- 
жение смещения; 1/2, 13— вход фазового e- 
тектора; 74, 15 — выход фильтра нижних частот; 
16 — питание (+0,). i 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... 18 В 

Ток потребления при U, ,=18 В, не 

ааа; 13 мА 
типовое. значение... Дь ое летонацьнны 8 мА 


Выходное напряжение генератора, управляемо- 
го напряжением при И, =18 В, /=465 кГц, T= 
=—25... + 70° С, не менее 200 мВ 
Рабочая частота при U,=18 B, Т=-25... 
... +70° С: 


чес осо ооо соо 


13 0 

120 

4 0 
верхний предел, не менее ............... 15 МГц 
типовое значение .............злниьььньньь, 30 МГц 
нижний предел, не более .............. 0,1 МГц 


Стабильность частоты управляемого генератора 
при И =18 В, T= —25... +70° С: 


температурная, не более ........... +0,06%/2С 
типовое значение ................... + 0,046% /®С 
по питанию, не более .................. + 0,5% /В 
° типовое значение ...................ьниниь + 0,3% /В 


ее слежения при U, ,=18 В, Т=-25.. 


“E70 C; BE MOBE осина, +5% 
типовое значение .............„. зе сьельсньие + 15% 
Электрические па в режиме 


раметры 
ЧМ-детектора 


при И, =18 В, /,„=10,7 МГц, О» =19 MB, 
- Af= +50 кГц, Г. =l кГц 
Выходное напряжение низкой частоты при 


детектировании ЧМ-сигнала, не менее 20 мВ. 


ТИНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: пьнидононньи 50 MB 
Коэффициент ослабления амплитудной модуля- 
ции. ^ не менее ода дананьь 26 дБ 
< ииповое значение ``... ол аильньдьни. 32 дБ 
Коэффициент аа искажений, не бо- 
ДОС очи E E E TEES AERE A 1% 

THIOBOE 3HAYCHHE ...ossinesooosssesesseecrresiseeo 


O 16 


R7 | Слабили- 
4x | затор 
о 10 


ua 


B R10 1,2к 
О /1 
= 
Отношение ‘сигнал-шум, не менее ........ 35 дБ 


типовое значение’ .............. I AN 9 ДБ 


Электрические ‘параметры в режиме 


| _ АМ-детектора 
npa U„=18 В, fax=465 кГц, Un =10 MB, 
т=10%, f =1 кГц 

Коэффициент передачи, не менее .......... 3 дБ 

типовое значение ....................инььиииннн 10 дБ 
Kosppunnerr нелинейных искажений, не 60- 
лее......,....... ме ОРТ и 5 1,5% 

типовое значение -ener erresen №% 
Отношение сигнал-шум, не менее ........ 40 дБ 

типовое значение ............ с... ееенеениннь, 46 дБ 
Входное сопротивление ......................... 3 кОм 
Выходное сопротивление ....................... 8 КОМ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: ...............:......... 14...20 B 
Минимальный уровень. входного 

СИГНАЛ иода ей ' 200 мкВ 
Входное напряжение ЧМ-сигнала при детекти- 
РОБАНИИ: еды очен 0,15... 150 мВ. 
Максимальное входное напряжение АМ-сигнала 
при детектировании ....................лньиннье 500 mB 
Температура ‘окружающей ` 

о О ИМИ —20... +55° С 
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(41/1)- 0% 
[ине | 


_ 10° 102 10% 108 10861 ВАЙ 


Зависимость частоты ГУН от Зависимость 
емкости навесного конденсато- 


и 3 при U,=18 В 


lor, nB Dai МА 


K1T4KAIZ 


9 
Я: 5 ИГЩ № 16 


Зависимость минимального 
входного напряжения от час- 
тоты 


(41/1). 100 % 


KITAXAI2 


0-00. М ET EE T ГС 

Зависимость относительной нестабильности ча- 
‚ стоты ГУН от температуры окружающей cpe- 
ды. Заштрихована область разброса значений 


параметров для 95% микросхем 


Схемы включения 


6.492011 9ЭЗ 


ШОН 
23456 7.8 


Вход 64 (4M) 


RJ я (80 


S a Buto 84 
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относительного 
диапазона перестройки частоты 
ра, подключаемого к выводам 2 ГУН от тока управления при 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


(Afya J+): 100% 
32 


6 Гутов, "A 04 02 0 -Q2 Ipp MA 


Зависимость полосы удержа- 
ния от тока управления по 
выводу 7 при U, ,=18 В 


(41/1)-100 % 
#174 КАТ? 


ai men 
Boa 
hi В ее 
г а 


-10 
18 190,8 -10 -5 0 (40. [0 )- 100% 


Зависимость относительной 
нестабильности частоты 
ГУН от напряжения пита- 
ния. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ра для 95% микросхем 


RI 7. R451 


(5, (6 
1100 


6 E HBRBNMI 
KITKAN? 
125198708 


Вход 84 (АМ) 


Схема включения микросхемы К174ХА!2 в 
режиме синхронного детектора АМ-сигнала на 
частоте 465 кГц [25] 


+-- 

Схема включения микросхемы К174ХА!2 в 

режиме детектора ЧМ-сигнала на частоте 
0,7 МГц [25] 


Вход 


RI SI R251 


16 15 14 1312 009 
K174KXA12 
PUA E 


Выход Yr 


Схема включения микросхемы K174XA12 в 
режиме следящего Ра на частоте 465 кГц 
26 


Дополнительная литература 


1. Универсальная ИС ФАПЧ К!74ХА12] 
И. Ю. Бороненков, В. О. Колмаков, В. В. Ми- 
лехин и др.//Электронная ие нееа — 
1983.— Вып. 3 (120).—С. 47, 

Интегральные мы серии K174: 
Каталог.—М.: ЦНИИ «Электроника», 1982, 
вый. 2.— 56 с. 


'К174ХА14 


Микросхема представляет собой стереодеко- 
дер системы полярной модуляции. Предназна- 
чена для применения в переносной ‘и стацио- 
нарной бытовой радиоприемной аппаратуре 1-й 

и 2-й групп сложности. 

Корпус типа 2120.24-5. Масса не более 4 г. 

Функциональный состав: Г— операционный 
усилитель; Пр— коммутатор; П/—эмиттерный 


2120, 24-5 1,2 


НАААААА 
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K174XA14 
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24 25 22 


67091.01 жж 


повторитель; IV — декодер: Г — синхронный де- 
тектор; VI— усилитель с гистерезисом; ИП— 
переключатель; ГШ— стабилизатор напряже- 
ния; [Х—квадратор; X— делитель частоты на 
два; Х]— генератор, управляемый напряжением; 
a И— аль XIII — фазовый детектор петли 


| Бей выводов: 1, 6 — корректирующий 
фильтр ВЧ; 2, 5, 13— He используются; 3— 
выход канала B: 4— выход канала А; 7, 
8 — фильтр 50 мкс; 9, 10— фильтр переключа- 
теля; 1/1 индикатор «стерео»; 12 — общий, пи- 
tamme (—0.); 14 контроль Частоты гене-. 
в А вляемого напряжением; 15, 17— 
фильтр 16 —вход ФАПЧ; 18— non- 
стройка частоты генератора; 19— выход квад- 
ратора; 20, 24 — корректирующий фильтр НЧ; 
21 — вход комплексного ‘стереосигнала; 22—пи- 
тание (+U); 23 — блокировка. 


Электрические параметры‘ 


Номинальное напряжение источника пита- 
12 В 
Ток потребления при U, ,=12 в. не более: 

при T=+25° C 22 мА 

при Т=-—25 и +55 C 25 мА. 
Выходное напряжение при U, ,=12 B, О„= 
=250 мВ, /=31,25 кГц, /=1 «Г, т=0,8, pe- 
жим модулятора А+ В: 

при: T= +22 ии, ‚ 220... 350 мВ 

при T= —25° С, не менее 

при Т=+55° С, не менее 200 мВ 
Разбаланс выходных напряжений между кана- 
лами при О. =12 B, Us =250 MB, {= 31,25 кГц, 
Х.=1 кГц, m=0,8, режим. модулятора А+ В, 
T= +25° С; ие. более. ииаийныих. пальцы 3 дБ 
Линейное переходное затухание. между. канала- 
ми при U,=12 B, О„,=25 мВ, /=31, 25 кГц, 
faln, т=0,8; Т=+25° С, не менее ... 34 дБ 

‚типовое значение 40 дБ 
Коэффициент гармоник. при Ua 12B, U= 
=250 мВ, /=31,25 кГц, fa =1 кГц, m=0,8, pe- 
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ооо то оо ооо тор о ооо оо ооо соо осо ооо ово 


ооо ооо соо оо совоо 


жим модулятора A+B, Т=+25° С, не 6o- 
` лее 0,5% 
Отношение сигнал-шум при И, =12 В, О, = 
=250 мВ, /=31,25 кГц, fa=1 кГц, т=0,8, pe- 
жим модулятора A+B, Т=+25° С, не ме- 
нее 60 дБ 


Напряжение входного комплексного стереосиг-. 


нала при U, =12 В, Т=+25° С, f=31,25 кГц, 
. fa= 1 кГц, т=0,8, обеспечивающее: 

включение режима «стерео» 
выключение режима «стерео» 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение В нь 10...16 В 


9 
0 1 2 9 №4 11,8 -29 -19 -9 09 1 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при Г=+25° С 


44/5 % 


-25-1 -50 5- 1 м. 


Зависимость выходного напряже- 
ния от температуры окружающей 


-/=31,25 кГш, Л. =Т кГц, т=0,8 — 


Мос, Ивых (1-2) › 45 


160 315 


500 1000. TE 
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Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при U = 12 В 


06 
ии B n 150.8 


Зависимость относительной 
нестабильности частоты 
среды при И. =12 В, 0,,=250 мВ, TYH от напряжения питания 

при. T= +25° С 


Максимальное напряжение входного комплекс- 
ного стереосигнала 800 mB 
Напряжение на выводах 7 и 8 относительно 
вывода 12 7...15 B 
Напряжение на выводе 7 относительно вы- 
вода [2 при отключенном индикаторе «сте- 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо воно со ососое 


PEON лол пение ии 10... 16 В 
Максимальный ток индикатора по 
ПВО SE S AEE ERASE i E ai EAE ESAE 20 MA 


Минимальное сопротивление нагрузки на Bbl- 


ВОИ 2 ела едлены 1 кОм 
Температура окружающей 
OPERI аа СТАН —25... +55° С 


5 
0992222 
НЕЕ 


Юм A UnB 


Зависимость коэффициента ослаб- 
ления выходного напряжения со- 
седнего канала от напряжения пи- 
TAHHA при =250 мВ, : f= 
= 31,25 кГц, Г. =1 кГц, т=0,8 


0 
160 315 500 1000 


35000 $, Ta 

Зависимость коэффициента 

ты от О при 
U _=12 В, =250 мВ, 


AAT, 25 k m=0,8 


Зависимость коэффициента переходного затуха- 
ния между каналами от частоты при И. =12 В, 
U2 мВ, f=31,25 кГц, m=0, 8 


Схема включения 


Контроль 
частоты 


TYH 
91,29 KTU 
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Принципиальная схема стереодекодера на’ микросхеме K174XA14 


Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой адиоэлек- 
тронной аппаратуры: Каталог.— ЦНИИ 
«Электроника», 1983, вып. 3.— 40 с. 


К174ХА15 


К174ХА15 представляет собой многофунк- 
циональную микросхему для УКВ блоков ра- 
диоприемных устройств. Предназначена для 
усиления и преобразования входных сигналов с 
частотой до 110 МГц в сигналы промежуточной 
частоты. | 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: [— усилитель высо- 
кой частоты; Пб— смеситель; П1— фильтр НЧ; 
IV — усилитель АРУ; Г— буферный усилитель; 
/|—гетеродин;} ГП — стабилизатор .напряже- 
НИЯ. 

Назначение выводов: 1, 16 — выводы гетеро- 
дина; 2— вход стабилизатора напряжения,` IMH- 
тание (+U); 3— вход 1[ смесителя; ЗЫ 2 
смесителя; 5, 12 — общий, питание (— U); 6 
вход усилителя АРУ; 7 — вывод усилителя АРУ; 
8 —выход УВЧ; 9, 10 — вывод УВЧ; !— выход 
усилителя APY; 13, 14— выходы сигнала про- 
межуточной частоты; 15— питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..... оный 9B 
Ток потребления при U ,=9 B, T= +25° С, не 
более 30 мА 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо ооо осо ооо рос осо сосое 


№174 ХАБ 


Коэффициент усиления напряжения при. U = 
=9 В, /.=69 МГц, Дч=10,7 МГц, Ц, =1мвВ, 
T= —25$... +55° С, не менее .....ль............ 22 дБ 
Коэффициент. шума при ПИ, =9 В, $f =69 МГц, 


Т= +2526; ‘не. более... ееьедаиюьньь 10 дБ 
Предельные ` эксплуатационные данные 
Напряжение питания `...................... „.: 8,5... 18 В 
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№ i 
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600 |4 Г 200 
j o ~= | ———0 12. 
Максимальный ток а по выво- малька сопротивление нагрузки .... 50 Ом 
а FOET AA EE O EA TORRE 5 мА Температура ее 
Максимальная частота входного Ре очьеь —25... +55°.С 
соо О О-о 110 MTu 


A e J 
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Зависимость коэффициента ycH-. Зависимость коэффициента. уси- Зависимость коэффициента уси- 
ления от mpo Ия ления от. уровня входного CHT- ления от температуры окру- 


при U= [1 мВ, LE =69 МГц, ‚ Hana npu f, =69 МГц, жающей среды. при. U ,=9 В, 
Т= +25 faa =10,7 МГц U, miM h= 69 МГц, 
| Pasthi МГц.“ 


Тост , мА км бых, r» МВ. 


И нтв | 


гоп в 


Зависимость тока потребления Зависимости тока потребления Зависимость ‘выходного напря- 
от напряжения питания при от температуры окружающей жения гетеродина от a apoo: 
л= 69 МГц, JES 10,7 МГц, ‚среды при f.=69 МГц и pa3- ния питания при =] мВ, 
Т=+25° C личных напряжениях питания }.=69 МГц, Длч=10, о МГц 


` 184 


41, Ш ны 


prm) ” 


-20 0 25 ATR 


Зависимость нестабильности. Зависимость. нестабильности 
частоты гетеродина от Ha- частоты гетеродина от TEM- 


пряжения питания при пературы окружающей сре- 
f:-=19,1 МГц, U= 1 MB, ды при U,=?9 B, 
Т= +25° Č f= 179.7 МГц, 0. =1 мВ 


Схема включения 


VTI KTDI 


ИТ? KTS02 


Принципиальная схема преобразователя частоты УКВ-ЧМ тюнера на микросхеме K174XA15.- 


ó к, мА 


Зависимость нестабильности часто- 
ты ‹гетеродина от уровня. напря- 
жения входного сигнала при 


И, =9 В, Л. 


=79,7 МГц 
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Дополнительная литература 


1. Кононович JI. М. Современный радиовеща- 
тельный приемник. M.: Радио и связь, 1986.— 
144 с. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1098). 

2. Интегральные схемы для бытовой ра- 
диоэлектронной аппаратуры: Каталог.— M.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4— 88 с. 


°К174ХА1б 


Микросхема представляет собой декодер 
сигналов цветности, закодированных по системе 
СЕКАМ. Выполняет следующие функции: уси- 
ление цветовых сигналов с АРУ; выделение 
сигналов опознавания цветности по строкам; 
синхронизированную коммутацию прямого и 
задержанного сигналов; демодуляцию сигналов; 
‚ предварительное усиление цветоразностных сиг- 
налов. Демодуляция сигналов осуществляется с 
помощью системы ФАПЧ без применения 
резонансных контуров. Предназначена для при- 
менения в телевизионных приемниках цветного 
изображения. 

Корпус типа 2121.28-12. Масса не более 
‚8 г. 


2121. 28-12 


Функциональный состав: I —— усилитель сигна- 
ла цветности; /Л/-— амплитудный. дискриминатор 
управляющего импульса; П!— узел синхрониза- 
ции и выключения цвета; /У — узел сдвига 
постоянного уровня; Г/— усилитель;. VI— KOM- 
мутатор; ИП, ИШ— усилители-ограничители; 
IX, Х — частотные. демодуляторы. (DANY); XI, 
ХИрб— фиксаторы постоянного уровня; XII, 
Х1У—выключатели цвета; ХУ —генератор HM- 
пульсов: длительностью. 1 мкс; ХУ/—сумматор. 

‘Назначение выводов: 1—коррекция; 2—вы- 
ход на систему цветовой синхронизации; 3, 15, 
24— питание (— U); 4— вход системы цветовой 
синхронизации; 5, 6, 7, 14— питание (+U); 
8— выключатель цвета; 9, 19— входы генера- 
тора; 10— фильтр; 11, 18— уровень черного; 
12, 17— корректор предыскажений; 13 — выход 
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KITS KATE | 
28 27 26 25 24 23 22 21 20 9 6B 177 6 %5 


Ре 


НОО 
[г 


ВО: 


о ЗЕ ее № БГ В 


R 25 


В— У; 16— выход К — Y; 20 — вход генератора 
I мкс; 21-——вход видеосигнала; 22— вход синх- 
роимпульса; 23— вход задержанного сигнала; 
25— выход цветового сигнала; 26 — регулиров- 
ка усиления; 27, 28 — входы сигнала цветности. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания .............. 12 В 
Ток потребления при И, = 12 В, | 
Т= +25° С 
Размах входного сигнала между выводами 27 
и 28 при ЦИ. =12 B, Т=+25°С ......... 40... 400 мВ 
Размах выходного сигнала на выводе 25 при 
U =12 В, О», =200 мВ, Т=+25°С ... 1,8...3,5 В 
Изменение размаха выходного сигнала на выво- 
де 25 при U, ,=12 B, 0,,=40...400 MB, T= 
HF ©, ВВ: DONOG лье о еьиищьылитье 40 дБ 
Постоянное напряжение на выводе 2 -ipm 
(,=12.В, T= +25° С: 

в режиме «цвет включен», не менее ... 7,8 В 
в режиме «цвет выключен», не более ..... 4,8 В 
Размах входного сигнала на выводе 27 при 
ОИ =12 В, Оьыхав)= 1,05 В, на выводе 13— 


‚ 1:33 В; T= +25? С, ие более ..............4..... 220 мВ 


Размах выходного сигнала на выводе 2 при 
U =12 В, U. =200 MB, Т=+25°С ... 1,8...3,5 В 
Размах входного сигнала на выводе 4 при 
U =12 В, T= 425° С, не более ................ 350 мВ 
Напряжение насыщения ключа на выводе 
8 в режиме «цвет выключен» при И. =12 В, не 
боле ели siria keki isesi: ое 450 мВ 
Размах входного видеосигнала на выводе 21 
при ПО, =12В и О,ы.(16)=1,05 В, на выводе 
13-5133 В, Г +25 C niiin. 0,5...2 В 
Напряжение срабатывания селектора на выво- 


де 22 при ПИ. =12 В, T= +25° С, не более ..... 2 В, 
Размах выходных цветоразностных сигналов 
при И. =12 В, Т= +25° С: 


К— Ха анны 9,71... 1,48 В 

B-a леь АНаЙ aR 0,94... 1,87 В 
Отношение размахов нветоразностных CHATHA- 
ЕЕ РО A ие CE РОКИ 1,14... 1,4 
Постоянное напряжение на выводах 13 и [6 
при U, =12 В, Т=+25 С ции. 5,5...7,5 В 
Амплитуда меандра строчной частоты на выво- 
дах 13 и 16, не более сини 18 mB 


. Ток ключа в режиме «цвет выключен» при 
(.=12 В, Т=+25°С, не более _ 0,5 мА 
Полоса захвата систем ФАПЧ при И, =12 В, 
T= +25° С, не менее 
Подавление перекрестных искажений при И, = 
= 12 B, -T= -+25° С, не. мецее............:.... 38 дБ 
Ослабление цветовой поднесущей на выводе 25 


ооо ооо соо ооо ооо о ооо» 
` 


в режиме «цвет выключен», не менее ........ 40 дБ 
Подавление сигнала на выводах 1/3 и 16 при 
выключении по выводу 22, не менее ......... 40 дБ 


Входное сопротивление усилителя сигнала цвет- 
ности (выводы 27 и 20) npa U, =12 В, Т=25° С, 
HE MEHOC- и А аи 45 кОм 
Выходное сопротивление выхода на линию 
задержки (вывод 25) при И. =12 В, Т=25° С, 
не более _ 120 Ом 


Выходное сопротивление усилителей цветораз-_ 


ностных сигналов (выводы 13 и 16) при 
(.=12 В, Т=25° С, не более 300 Ом 
Входное сопротивление усилителя-ограничителя 
(вывод 23) при U, ,=12 B, Т=25° С, He- Me- 
‚о О EE EAEE A A V E NE A 3 кОм 
Выходное сопротивление узла цветовой синхро- 
низации (вывод 2) при И, =12В, Т=25° С, 
не более 250 Ом 
Входное сопротивление узла цветовой синхро- 
низации (вывод 4) при И. =12 В, Т=25° С, 
не менее 1 кОм 


Предельные эксплуатационные данные — 
10,3... 13,2 В 


Напряжение питания ................... 
Сопротивление нагрузки: 
БА AO nunahi 200. Ом 
НИ ВЫВОДЕ бани 51 кОм: 
на выводах 13, 16, ЕЕ 1 кОм 
Максимальная рассеиваемая мощность ... 1,7 Вт 
Температура окружающей 
Е НЕ —10... +60° С 


1 МГи 


Не менее Не более 


Напряжения на выводах: 


Г B oaa 1,5 B 6 B 
PE A E K ETARE A S 5 В 13,2 В 
En мы 2 В 8 В 
а, Ee L Бон 10 B  132B 
бр SE R A 4 B 10 B 
С Те Е УИ 3 B 10 В 
Ср гм E 2,5 В 10 В 
l EE! ОВ) 4 B 8 B` 
Е м 5 В 10 В 
ры 9 B 13,2. В 
ин И 7 В. 12 В 
27. 26 пани, 2 B 6 В 


С АЗ > 


Зависимость тока потребления от напряжения | 
питания | 


Схема включения 


Сигнал цветности, выделенный внешним 
фильтром из полного телевизионного сигнала, с 
выхода УПЧИ поступает на регулируемый 
усилитель, после которого разветвляется на две 
части: одна поступает непосредственно на ком- 
мутатор, а другая через компенсирующий уси- 
литель поступает на ультразвуковую линию 
задержки длительностью 64 мкс. Прямой и 
задержанный сигналы приходят на усилите- 
ли-ограничители, переключаемые электронным 
коммутатором, управляемым от схемы цвето- 
вой синхронизации так, что на. один усили- 
тель-ограничитель попадает только «красный» 
сигнал, а на другой — только «синий». | 

Схема цветовой синхронизации и опознава- 
ния работает по строкам. Частота для иденти- 
фикации выделяется внешним контуром, под- 
ключаемым к выводу 4 

Сигналы, усиленные усилителями-ограничи- 
телями,. поступают на частотные демодуляторы, 
работающие по принципу фазовой автопод- 
стройки частоты с автоматической стабилиза- 
цией выходного уровня на частоте fọ и запоми- 
нанием уровня на внешних конденсаторах, 
подключаемых к выводам /1.и 18. Фиксация 
уровня производится во время обратного хода 
строчной развертки и управляется импульсами 
длительностью | MKC, генерируемыми встроен- 


‚ ным в схему генератором. 


На выходе каждого ‘Канала находятся вык- 
лючатели цвета, управляемые импульсами га- 


_. шения. 
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[22 0,1 


Вход сигнала 
цдетноети . 


c21 100 
R16 18r H 


8 икГИ 


фот 

управляющий 

unnyme ГМ AE 430 nra 
Полный Фибеосигнал C18 01 680 330 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО EAN 
полярнести Ri N Зи 


+U 


(16 1000 


-C13 270 


НАНТ 
4+ 
+[ EN 


\. 
R11 10 


Выход -(R- Y ) 


K1T4KATE 


C23 
100,0*16 ` 
a 


Выход 
инбертироданного ‘ 
сигнала цветности 
системы CEKAM 


£9 „270 


— om md 
и 


SS 
R10 10 


Типовая схема включения микросхемы K174XA16 


К174ХА17 


Микросхема представляет собой узел обра- 
ботки демодулированных цветоразностных и 
яркостного сигналов: 'Выполняет следующие 


функции: регулирование: яркости, контрастности‘ 


и насыщенности; матрицы сигнала С — У; мат- 
рицы сигналов А; С, В; фиксацию уровня 
черного; предварительное усиление сигналов К, 
‘С, В; установку баланса белого; введение 
внешних сигналов R, G, В; ограничение тока 
лучей. Предназначена для применения в теле- 
визионных приемниках цветного изображения. 
Функции и режимы описываются в порядке 
прохождения сигнала. | 

Цветоразностные сигналы R— Y a B—Y 
подаются на выводы /7 и 18 через переходные 
конденсаторы емкостью 22 нФ. Яркостный сиг- 
нал У с яркостной линии задержки подается на 
вывод [5 через переходный конденсатор ем- 
костью 10 мкФ. Цветоразностные сигналы по- 
ступают на входные каскады, в которых про- 
исходит фиксация уровня черного и регулировка 
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насыщенности. Для регулировки насыщенности 
на вывод. /б подается управляющее напряжение 
от 2...4 В. | 

С выходов входных каскадов сигналы попа- 
дают на матрицу зеленого, где формируется 
цветоразностный сигнал С — У. затем три цве- 
торазностных сигнала обрабатываются в трех 
идентичных параллельных каналах. Каждый 
канал. начинается с матрицы, в которой соот- 
ветствующий цветоразностный сигнал сумми- 
руется с яркостным сигналом, образуя сигналы 
основных цветов: К, С, В. 

Сигналы А, С, В попадают на коммутатор 
сигналов, который может подключить ко вхо-. 
дам узлов регулировки либо сигналы К, С, В, 
сформированные внутри схемы, ‘либо сигналы. 
К, С, В от внешних источников, подключаемых 
к выводам 12, 13, 14 микросхемы через nepe- 
ходные конденсаторы ‘емкостью 47 HỌ. 

С выходов коммутаторов сигналы поступа- 
ют на узлы регулировки контрастности и 
яркости и фиксации уровня черного. Для ‘управ- 


ления регулировкой контрастности на вывод 19 
подается постоянное напряжение 2...4 В, а для 
регулировки яркости на вывод 20 подается 
напряжение 1...3 В. 

Затем сигналы поступают на узлы бланки- 
рования, установки баланса белого и предвари- 
тельные видеоусилители. 

Бланкирование и фиксация уровня черно- 
го управляются трехуровневым стробирующим 
импульсом (уровни 2, 5; 4,5; 8 В), поступающим 
на вывод 10. 

Внешние выходные каскады, сигнал на кото- 


рые подается с выводов /[, 4, 26, охвачены. 


отрицательной обратной связью, общей с пред- 
варительными каскадами внутри микросхемы. 
Напряжение обратной связи подается на выво- 
Ды. te AS 

Корпус типа 2121.28-12. Macca не 6o- 
лее 4,8r. 


K1T4XAIT7 
28 27 26 25 24 23 22 20 20 19 8 17 6 15 
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Функциональный состав: [— усилитель У; 
II — регулятор насыщенности R— У; П/— pery- 
лятор насыщенности В— У; 1/ — матрица С; V, 
VI, ИУП— матрица К, С, В; VIII, IX, Х—комму- 
татор сигналов; XI, XII, ХШ—-регулятор ap- 


кости, контрастности; XIV, XV, XVI—ramenne 


и фиксация уровня «черного»; XVII, XVIII, 
XIX —установка баланса «белого»; ХХ, XXI, 
ХХИр— выходные дифференциальные каскады; 
ХХШ— ограничитель тока лучей; ХХТИ-— рас- 
пределитель стробимпульса. 
Назначение выводов: |— выход сигнала G; 
2— вход ООС канала G; 3— блокировка канала 
В; 4— выход сигнала В; 5— вход ООС кана- 


ла В; б— питание (+0,); 7— блокировка. узла 
фиксации по каналу В; 8— блокировка узла 
фиксации по каналу С; 9—блокировка узла 
фиксации по каналу К; 10— вход стробирую- 
щего импульса; 1/1 — вход переключателя сигна- 
лов; 12— вход внешнего сигнала. В; 1[3— вход 
внешнего сигнала С; 14— вход внешнего CHT- 
нала К; 15 — вход яркостного сигнала; [6 — pe- 
гулировка ‘насыщенности; 1[7— вход сигнала 
R— У; 18— вход сигнала В— У; 19 — регули- 
ровка контрастности; 20 — регулировка яркости; | 
21 — установка баланса белого по каналу В; 
22 — установка баланса белого по каналу С; 
23—вход ограничителя тока лучей; 24 — пита- 
ние (—И.); 25— блокировка канала К; 26— 
выход сигнала К; 27— вход ООС канала К; 
28 —блокировка канала G. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... 12 В 
Ток потребления при U,= 12 В, 
У а ЕЕ 70... 130 мА 


Номинальные входные сигналы (размах): 


а о АА Не ое E 1,05 В 
ое НА О Е М СТА 1,33 В 
y AA ел т АИ РР 0,45 В 


Номинальный коэффициент усиления яркостно- 
го сигнала в каналах К, С,.В при U, ,=12 В, 


Тя a A DA анны 2...4 
Диапазон регулировки | 
КОНТРЕСТИОСТИ вы —12... +3 дБ 


Напряжение на выводе 20, соответствующее 
номинальной яркости 1,5... 2,5 В 
Номинальный коэффициент усиления цветораз- 
ностных сигналов при’ U, =12 В, 

Т= +25 С 0,6... 1,25 
Минимальный коэффициент усиления цветораз- 
ностных сигналов при U,=12 B, 0О16в=2 В, 
Т=+25° С, не более 0,15 
Коэффициент усиления цветоразностных сигна- 


ооо ооо ооо ооов о 


ооо ооо ооо ооо оо фо о фо ооо орооо оо ооооовое 


хооофе соо ооо ооо вот осо со оось о 


лов при ограничении тока. лучей, не 60- 
Ее. д о 0,5 
Диапазон регулировки насыщенности, не ме- 
О ИЕН PE РИ EEE Е —20... +6 дБ 


Номинальный коэффициент усиления внешних 
сигналов К, G, B opa U„=12 B, О» =1 B, 
Т=+-25° С’... 0,6... 1,25 
Коэффициент усиления напряжения яркостного 
сигнала при И. =12 В, Ui9=2,7 В, 

а = о НЕО Ве НИ ET 
Закон формирования сигнала | 
о а Ос-у=-— 0,510 -,—0,19 0, -, 
Погрешность матрицирования, не более .... 10% 
Номинальный коэффициент усиления сигнала 
В— в Е и Keus 
Т=+25°С-......,. ВК НН №. 
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Верхняя граничная частота усиления яркостного 
сигнала по уровню —3 дБ, не менее 5,5 МГц 
Верхняя граничная частота усиления внеш- 
них сигналов А, С, В по уровню —3 дБ, не 


T PA E EAE AEE N AE ISE E E 5,5 МГц 
Верхняя граничная частота усиления цветораз- 
ностных сигналов по уровню —3 дБ, не 
о АНЯ РИМА ИРИ МИЯ ОЕ ОИСИ бы 2 МГц 


Коэффициент гармоник яркостного сигнала 
при U =12 B; О0,„.=0,45 B; Т=+25° С; He 
более 8% 
Разность постоянных напряжений на выво- 
дах 2, 5, 27 во время стробирования при 
И. =12 В, Т=+25° С, не более 100 mB 
Амплитуда выходного сигнала на выводах 2, 
5, 27 при И, =12 В, T= +25° С, не менее ..... 1B 
Потенциал включения внешних сигналов R, С, 
KELNA ERO PR S OEE I EAA E EE S G 59. № 
Потенциал выключения внешних сигналов R, G, 
АОИ ЕО НЕК Миф _—0,5...0,3 В 
Подавление цветоразностных сигналов при 
И. =12 В, 0,5 =1,8 В, не менее 40 дБ 
Входное сопротивление, не менее: | 
по входу яркостного сигнала 
(вывод 15) 10 кОм 
по входам цветоразностных сигналов (выво- 
;. РУ а Олей СИИ S ~ 100 кОм 


ооо ооо ово ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо оо ооо оо соо ооо соо отосоосое 


ооо со оооо 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ово офох 


по регулировочным входам (выводы 21— 


о РЕ? ИЕ и венены 15 кОм 
Пределы изменения коэффициентов усиления 
яркостного сигнала по каналам и при установке 


баланса белого, не менее ...........:..... 440%. 
Уровень выделения стробирующего ‘импуль- 
руна 7,5... 10 В 


Уровень выделения гасящего импульса: 
строчного ksi A 4...5 В 
кадрового 2...3 В 

Входной ток при И, =12 B, T=+25 С: . 
по_входам цветоразностных сигналов (выво- 
ды 17, 18), не более ..................:. 2,9 МКА 
по входам внешних сигналов К, С, В (вы- 
воды 12, 13, 14), не более 5 мкА 
по регулировочным входам (выводы. 16, 19, 
сви мены —6... +6 мкА 
по входу стробирующего импульса (вы- 
вод 10); не более ~... 100 мкА 

’ по входу переключателя . сигналов. ` (вы- 

вод 11) sessies — 100... +200 мкА 


ооо ооо ооо соо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо е 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .........:.......... ‚ 10,8... 13,2 В 

Напряжение на выводах, . не. более: . 
ры: ры 10 B 
a ERS A A I SERE E рН Я ВАХ 1,5 В 
И О ооо ыы . 45B 
м S 6,5 В 
Е Пе Ni 12 В 
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IPE 2 E ENEE аа нана 12 В 
Входной ток по выводу 20 ............. 2...5 МА 
Рассеиваемая МОЩНОСТЬ ............:...еьььнне, 1,7 Вт 
Температура окружающей 
СО s NAN iig —10... +60° C 


Размах входных сигналов 


на выводах: Не менее Не более 


Зависимость коэффициента передачи по кана- 
лам К — У В— У от управляющего напряжения 
при U,=12 В, Т=+25° С 


Зависимость коэффициента передачи по Kanai 
У от управляющего напряжения при U ,=12 


10 12 


Hi, 8 


Зависимость тока потребления OT 
_ напряжения питания 


Схема включения 


А катодам кинескопа 


+200 B 
И 
016 
J20 
бхоб 
07 0047 ограничителя 
mona лучей 
+12 В 


RS RE 
i 10x | 10x 


G B 
„Устанодка баланса“ 


KA 


cz > 
0,022 < 
с. 5 RII 180 Яркость“ 
(3 m я li = K ” 
0,022 L Ус т E EE, R7 
n 
Трехуровневый 64 R17 Rie дк U Ox 
управляющий 4022 L 13n 
импульс J | нА | | ГАЯ 
10x 


Управление t, 
B RITS ade C8 
0,047 
Bnewnue |È R2 - 


o e 
у) 
TEE ИИ м 
> 
S R9 


сигналы § O” | j —4 
š > H + 
R4 75 aa На Бе m pua g 
zA | VD3 KASZ2A ` ОЗ ozpanu- 
< vumena 
Типовая схема включения микросхемы К174ХА17 
КТ174ХА20 ую 


Микросхема представляет собой активную 
часть селектора телевизионных каналов. Вы- 
полняет следующие функции: преобразование 
частоты в диапазоне метровых волн (МВ); 
‚ генерацию опорной частоты в диапазоне MB; 
предварительное усиление ПЧ`в диапазонах МВ. 
и ДМВ; буферное усиление опорной частоты 
для связи с системой автоматической настрой- 
ки. Предназначена для применения в телеви- 
зионных приемниках черно-белого и цветного 
изображения. | 

Корпус типа 238.16-1.. Масса не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г— смеситель; И— 
гетеродин; 1/— буферный усилитель гетероди- 
на; IV — буферный усилитель’ ПЧ; V— предва- 
рительный усилитель IY; И[—согласующий 


каскад УПЧ; ГУПЬ— система АРУ гетеродина; 
VIII — стабилизатор. режима гетеродина; 
усилитель опорной частоты для’ связи с CHCTE- 
мой автоматической настройки (АН); Х— nepe- 
ключатель МВЫ— ДМВ; XI— предварительный 
усилитель ПЧ для диапазона ДМВ; ХПр— crta- 
билизатор напряжения. 

Назначение выводов: 1, 2— выходы УПЧ; 
3 — питание гетеродина (+ Un2); 4, 5 — резонанс- 
ная система гетеродина; б — выход гетеродина 
для связи с системой АН; 7— питание (—0,); 8, 
9, 12, 13—выходы смесителя; 10— питание 
(+U); 11—вход УПЧ ДМВ; 14— переключе- 


ние МВ— ДМВ; 15— вход УПЧ; 16 — питание 
2 О, $ i 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ......... 12 В 
Ток потребления при U,„= 12 В, 
ее NOAN, 42...72 мА 


‘Коэффициент передачи преобразователя часто- 


50112 9 № 10,8 
9 Зависимость тока потребле- 


при /.=276,5 МГц, 
Г= +25° С 


°С 


-10 0 10 20 30 %0 


Зависимость коэффициента пе- 
редачи в режиме МВ от темпе- 
ратуры окружающей среды при 


= 10 MB, U= 10 MB, 


fa =230 МГц | T= + 
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$ Cn 


0 . 
-10 0 10 20 30 4D. 91. 


Зависимость тока потребления 

ния от напряжения питания от температуры окружающей 

среды при И, =12 В, 
}.=276,5 МГц 


9 10 N 12 13 14 90,8 


Зависимость коэффициента Ne- 
редачи в режиме ДМВ от на- 
пряжения питания при 
à dy Pa 36, P МГц, среды 


ты в режиме МВ при И, =12 В, },=230 МГц, 
О‚=10 MB, Т=+25° С, не менее 22 дБ 
Коэффициент усиления ПЧ в режиме ДМВ 
при И, =12 В, Г,=36,5 МГц, И» =10 мВ, T= 


=. -+-25° С.Н: O PE NEPE i 23 дБ 
Коэффиниент шума смесителя, не 
о И EE IAR VAE ОНТ 11 дБ 
Коэффициент шума УПЧ, не более ..... 9 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 9... 16 В 
Максимальный уровень входного сигнала сме- 
сителя | 30 mB 
Максимальный уровень входного сигнала на 


ооо соо ооо ооо ооо ооо ооо о 


ооо оо о ооо ооо ооо ооо ооо ооо со ооо ооо ооо ооо о фо око сое 


входе ПЧ в’ режиме ДМВ .................... 30 MB 
Температура окружающей 
о. T МОИХ AIE E AA ERT 5 —10... +60° C 


J9 0 n12 B h 64B 


Зависимость коэффициента ne- 
редачи в режиме МВ от напря- 
‚ жения питания при 
[„=230 МГц, U, = 10 MB, 
T= +25°С 


-10 0 10 20 30 40 507%% 


Зависимость ‘коэффициента 
передачи в режиме ДМВ от 
температуры окружающей 

при И, =12 В, 

U= 10 MB, fa =36, 5MTu 


Схема включения 


8х0д управления 
дарикапами 


0..28 8 Е R3 r 
18x 2 


ж И 
КД409 


U, 
я 20мкГи + z 


CI 82 
pi Вход NY = 
z Иди ~A 
62 18 | KB109 


Вход МВ C3 ри, же 67 
1..9 я 


CE 047 мкГи 


Переключение режима 
MB Upp=08; ДМВ Цтр=12 8 


Выход 
гетеробина 


[9 4,7 мкГи 
017 2200 


K174XA20 


лоддиапазонов MB 
MBI U=+128; MBI U=-68 


Типовая схема включения микросхемы К174ХА20 


При работе в диапазоне МВ входной сигнал 
подается через двухконтурный фильтр на вход 
смесителя I. На опорный вход смесителя noga- 
ется напряжение гетеродина II через буферный 
усилитель II. С выхода смесителя напряжение 
промежуточной частоты через фильтр попадает 
на вход усилителя ПЧ, состоящего из предва- 
рительного каскада V и согласующего каскада 
И. С выхода УПЧ усиленное напряжение 


через трансформатор подается на вход фильтра . 


УПЧИ телевизора. Для стабилизации коэффи- 
циента передачи в диапазоне питающих напря- 
жений и частот гетеродин имеет систему АРУ 
УП и стабилизатор режима VII. Напряжение 
питания гетеродина стабилизируется внешним 
стабилитроном. | 

Напряжение гетеродина через согласующий 
усилитель [Х подается на вывод Ó для связи с 
системой автоматической настройки. В режиме 
ДМВ напряжение ПЧ от внешнего смесителя 
ДМВ подается на вывод 11, усиливается пред- 
варительным усилителем XI, буферным усили- 
телем IV и через фильтр поступает на вход 
УПЧ У. Переключение из режима МВ в режим 
ДМВ осуществляется коммутатором X, управ- 
‚ляемым напряжением на выводе 14. 

В приведенной схеме включения диапазон 
МВ разбит на два поддиапазона, переключение 


к, 


которых осуществляется с помощью 
VD2, ИБЗ, ГБ&. 


ДИОДОВ 


2.8. Микросхемы серии К175 


`’Микросхемы серии K175 предназначены для 
применения в трактах высокой и промежу- 
точной частот радиоприемной аппаратуры, а 
также для. построения различных узлов бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры. 

Микросхемы выполнены по биполярной тех- 
нологии с изоляцией элементов р-п переходом. 

В состав серии входят: 

К175ДА1 — детектор амплитудно-модулиро- 
ванных сигналов и детектор АРУ с УПТ; 

К175УВ1А, К175УВ1Б — широкополосные 
усилители; 

К175УВ2А, К175УВ2Б — универсальные уси- 
лители на основе дифференциального усили- 


теля; 
К175УВЗА, К175УВЗБ — универсальные эко- 
номичные широкополосные усилители; $ 
К175УВ4 — усилитель-преобразователь высо- 
кой частоты на основе у aanp as 
усилителя. 
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K1 75ДА1 


Микросхема представляет собой детектор 
амплитудно-модулированных сигналов и детек- 
тор АРУ 
Предназначена для применения в бытовой ра- 
диоэлектронной аппаратуре. 

Корпус типа 401.14-4. Масса не более | г. 


401, 14-4 


Назначение выводов: | — питание (— U); 2, 4, 
5, 6, 7— блокировка; 3— вход детектора АРУ; 
8— питание (+0.); 9— выход АРУ; []— вход 
детектора АМ-сигналов; /2-—выход детектора 
АМ-сигналов; 14 — вспомогательный резистор. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 6 B 
Ток потребления при U ,=6 B, T= +25° С, He 


a R EE E ENET PERT PA EPRE A OS V 3 MA 
Напряжение на выводе 72 npa , U,=6 B, 
р ME ФЕИ ЕАН E 0,12... 0,45 В 


Напряжение на выводе 9 при U, ,=6 B, T= 
=+25° С 1... 2,5 В 
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ооо оо оо оо ооо ооо ото ооо соо оо оо оо стос соооо 


с усилителем постоянного тока. _ 


Коэффициент передачи детектора при И, =6 В, 
{=1 МГц, Т= +25°С, не менее ..... 
Коэффициент передачи по цепи АРУ при 
О, =6 В, /=1 МГц, T= +25° С, не менее ....... 20 
Верхняя граничная частота, не менее 65 МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ...... 6,6 В 
Температура окружающей 
О лан A AR —25... +85° С 


И.В 7 


Зависимость тока потребления от 
напряжения питания при различ- 
ной температуре 


Зависимости выходного напряже- 
ния на выводе 9 от напряжения 
питания при U, = 50 мВ, /=1 МГц 


Сару , 
hj 


b 

ru Z 
ЙА ы 
о 
(ERRED 


O 4 Я 10 м 20,8 


Зависимости выходного напряже- 

ния АРУ от входного напряжения 

при Т=+25°С и различных зна- 
чениях напряжения питания 


ртр ЯР 
Ре 


! 
O 40 0 120 160 204,8 


Зависимости выходного напряже- 

ния АРУ от входного напряжения 

при ПО, =6 В, Т=+25°С и раз- 

личных значениях частоты вход- 
ного сигнала 


Схема включения 


Типовая схема и микро- 
схемы К175ДА1] 


Дополнительная литература 


Микросхемы и их применение: Спра- 
вочное пособие/В. А. Батушев, В. H. Вениами- 
нов, В. Г. Ковалев и др.—2-е изд., перераб. 
и доп.—М.: Радио и связь, 1983.— 272 с. 


К175УВ1ТА, К175УВ1Б 


Микросхемы представляют собой широкопо- 
лосный ее Предназначены для примене- 
ния в бытовой rarere аппаратуре. 

о типа 401.14-4 (см. КТ175ДА1). Масса 
не более 


К175УВ1 (A, 5) 


: Назначение выводов: |--общий вывод 
(— U); 2— блокировка; 3— коллектор вспомо- 
гательного транзистора; 4— эмиттер вспомога- 
тельного транзистора; 5 — база вспомогательно- 
го транзистора; 6 — выход; 8 — питание (+U); 
9, 10— коррекция; 12 — вход; 13, 14 — обратная 
СВЯЗЬ. 


`Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления при U, ,=6,3, О„=0, T= 
= +25°С, не более 1 

Выходное постоянное напряжение при отсутст- 
вии сигнала, И, =6,3 В, T= +25°С ...... 3... 4,5 В 
Нелинейность амплитудной характеристики при 
О =6,3 В, Ua =50 мВ, R,=1 кОм, T= +25° С, 
не. GONO. примы ции 5% 
Коэффициент усиления напряжения при U, = 
=6,3 B, f=1 МГц, U„=10 MB, R,=! кОм, 
С„=5 ПФ, T= +25°С, не менее ................. 10 


ооо ооо ооо сос ооо ост ооо оо сосов 


‚Входное сопротивление при ИП, =6,3 В, f= 


=0,1 МГц, Г=+25° С, не менее ........ 1 кОм 
Выходное сопротивление при И, =6,3 В, f= 
=0,1 МГц, Т=+25°С, не более ...... 75 кОм 
Коэффициент шума при U =6,3 В, /=20 МГц, 
Т= +25° С, не более 12 дБ 
Верхняя граничная частота при 0. =6,9 В, К, = 
=] кОм, С„=5 пФ, T= +25° С, не менее: 
К175УВ1А 
К175УВ1Б 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ......... 7В 
Максимальная амплитуда входного напряже- 
НИЯ 1,5 В 
Температура окружающей 

среды 


Тот, МА 


о | 
ги 


n 


ô б 


Зависимости тока потребления 

от напряжения питания при раз- 

личных значениях температуры 
окружающей среды 


UB 7 


_ 195 
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Ky,u, оти. ей 


al KITSYBI(A, 6) 


T=+85°C 


5 й.. #87 


Зависимости коэффициента уси-. 
ления напряжения от напряже- 
ния питания на частоте 
f=1 МГц при различных 3Ha- 
чениях температуры . окружаю- 

щей среды | 


0 6 W 9-м 


Зависимость входной емкос- 
ти от частоты при И! =6,3 В, 
Т= +25° С 


Схема включения 


K1754B1(A, 5) 


Типовая схема включения 
микросхемы К175УВ1 (А, B) 


Дополнительная литература 


1. Микросхемы и их применение. Справочное 
пособие/В. А. Батушев, В. Г. Ковалев, О. H. Jle- 
бедев и др.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: 
Радио и связь, 1983.— 272 с. 

rE ©3322: 1251. 


К175УВ2А, К175УВ2Б 


Микросхемы представляют собой дифферен- 
циальный усилительный каскад со стабилиза- 
цией режима и двумя вспомогательными тран- 
зисторами, на которых возможно построение 
входных или выходных эмиттерных повторите- 
лей. Предназначены для применения в бытовой 
радиоэлектронной аппаратуре. 

Корпус типа 401. 14-4 (см. К175ДА]). Масса 
не более lr. 


#175982 (A, 5) 


VTI VTI | Ув 
RI VT? i 
66K 


К le R7 Jn 


> 
в и, к г 


12793 мэбучатною 


Назначение выводов: 1 — питание (— U); 2— 
делитель цепей смещения; 3— вход l; 4— Bhl- 
ход l; 5-— выход 2; б— вход 2; 7— делитель 
цепей смещения; 8 — питание (+0,); 9 — база 
2-го вспомогательного транзистора; 10— эмит- 
тер 2-го вспомогательного транзистора; 11— 
эмиттер 1-го вспомогательного транзистора; 
12— база 1-го вспомогательного транзистора; 
]3— вход регулировки усиления; 14— фильтр. 


Электрические параметры’ 


Номинальное напряжение питания ............ 6В 
Ток потребления при U,»=0, не более: 

т О К А ИИ 3 MA 

moni Un D Ta AT С iaia 4 мА 
Напряжение на выводах 4 и 5 при И, =6 В, 
ОВ ов еее 3,6... 5,2 В 
Напряжение на выводах 10 и [1 при U ,=6 В, 
ЖЕ о и E aia 2,1... 2,4 В 
Крутизна при U =6 В, f=20 МГц, U= 10 MB, 
Tæ 425C, не менее iioii 10 MA/B 


Нестабильность крутизны при U ,=6 B, f= 


=20 МГц, О», =10 мВ в диапазоне температур, 
не более: 

АМИ а ЖА И О 

> СТА ыы +30% 
Коэффициент шума при И, =6 В, /=20 МГц, 
К„=1 кОм, С,=5 пФ, T= +25° С, не | 
n ORA AAE PTO EERE ии IN ни? -6 дБ 
Верхняя граничная частота при U, =6В, Us = 
=10 мВ, В, =|! кОм, С.=5 пФ, .Т= +25° С, не 
менее: 


ЗА анода ные 50 МГц 
KIDY Ва ира В И 65 МГц 
Глубина регулировки усиления при И. =6 B, 
U, =20 мВ, Т=+25° С, не менее: 
при РТ МГ иней 60 дБ ó 
i S= Ю МЕЦ льна 40 дБ 


Коэффициент ослабления синфазного сигнала 
при И, =6 В, Т=+25° С, не менее ..... 60 дБ 


Входное сопротивление при И =6В, f= 
=100 МГц, T= +25° С, не менее ....... 1 кОм 
Предельные эксплуатационные 
данные u TE 
Максимальное напряжение питания ...... 6,6 В 2 
Максимальное входное напряжение ..... +2 В 0,1 


Максимальное синфазное входное напряже- R1 f7 
НИ: aN EOE EIER E A +3 B 75 ; 
Максимальное напряжение на выводах 4 и 
ИО а еее О-В 9B 
Максимальный ток коллектора дополнительных Bro | C! 


TORC TOOD Seriana рвоты AES 2 мА 
Максимальное обратное напряжение базам— 0,1 
эмиттер дополнительных транзисторов ... ЗВ 
Максимальная рассеиваемая мощность ON- 


90 $ My 


Зависимости крутизны преобразования от час- 
тоты входного сигнала при И. =6 В 
ных значениях температуры окружающей среды 


и различ- 


Схемы включения 


R2 
a 
zaps 
5 
2 64 01| быков 
Ş 
|, < 
|=) 
г. a ARI 
71100 


Типовая схема дифференциального усилителя 
на микросхеме К175УВ2 (А, Б) 


ним дополнительным транзистором при Т= ВУ. 
S 4. БА ЕЕ АЕ 10 мВт 
+. 100 мкг 
I noT , МА №. MB : 
4 


K1ISIB2(A, 5) 


D 
A 
pugn 
Ehi 

5 6 1087 


Зависимости тока потребле- 
Ния от напряжения питания 
при различных значениях 
температуры окружающей 

среды | 


Зависимости выходного напря- 

жения от напряжения АРУ при 

И =6 В, Т=+25° С и различ- 

ных значениях частоты входно- 
го сигнала - 


ERS e 


90 F, М 


Зависимости крутизны преобра- 

зования от частоты входного 

сигнала при T= +25° С и раз- 

личных значениях напряжения 
питания 
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-U 
130 
L 9109 
SX = 
ci S J < Ri D 01 
0,1 ЕЕ N и 
AFL S a 
5R N > 
T - Выход 


g 
KI 


+U, 100 nnn 


Типовая схема каскодного усилителя на микро- 
схеме К175УВ2 (А, B) 


Дополнительная литература 


| Микросхемы и их применение: Справоч- 
ное пособие/В, А. Батушев, В. H. Вениаминов, 

В. Г. Ковалев и др.— 2-е изд., перераб, и доп.— 
M.: Радио и связь, 1983,— 272 с. 


К17БУВЗА, К175УВЗБ 


Микросхемы представляют собой двухкас- 
кадный широкополосный усилитель с одним 
вспомогательным транзистором и малой по- 
требляемой мощностью. Предназначены для 
применения в бытовой радиоэлектронной аппа- 
ратуре различного назначения, | 
орпус типа 401.14-4 (см. К175ДА1). Масса 
не более | г. 


K175983 


m vrs 


Aee E r 


Назначение выводов: 1—общий, питание 
(~U) 2— фильтр; 3 — промежуточный вывод; 
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б— выход; 7— внутренний нагрузочный резис- 
тор; 8— питание (+U); 9— эмиттер вспомога- 
тельного транзистора; /0— база вспомогатель- 
ного транзистора; /1, 12 — обратная связь; [3 — 
вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания.............. 6 B 
Ток потребления при И, =6 B, U,=1 MB, не 
более: | 

те Te Р-Я Caran aA ai 2 MA 

к ОИ 2,5 мА 
Крутизна при И, =6 В, /=1 МГц, О», =1 мВ, не 
менее: 

а неа E 300 мА/В 

В К) ИАН ИИА 500 мА/В 
Нестабильность крутизны в диапазоне темпера- 
тур, не более: | 


ое И E —50%_ 

Таль y A A RA EE AAE +30% 
Верхняя граничная частота при U =б B, О = 
m] МВ, Tm +25° C, не менее... инь 3 МГц 
Коэффициент шума при И =б В, /=1,6 МГц, 
Т= + 25° С, не GON iniuria чин, 8 ДБ 
Входное сопротивление при U, =б В, /=1 МГц, 
T= +25° С, не менее...... ии. нинининивюввеви 0,75 кОм 
Входная емкость при И =б В, /=1 МГц, Tm 
ш 4 25° С; ме боле. спокойные 50 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Максимальное напряжение питания.......... 6,6 В 
Максимальное входное напряжение............. 2 B 


Максимальное напряжение на выводе 6...9 В 
Максимальный ток коллектора дополнительно- 
rO TPAS ОР оон 3 B 
Максимальная рассеиваемая мощность допол- 
нительным транзистором при 


ТВ ни ниц 10 мВт 

Температура окружающей 

ООО оное ирина —25... +85° С 
Гот, МА 


nő 
EE T A 
125 — 
5 7 


Зависимости тока потребления от напряжения 
питания при 0, =0 и различных значениях 
температуры окружающей, среды 


Зависимости крутизны преобразования от час- 
тоты при различных значениях температуры 
окружающей среды 


Схема включения 


t 
"a 
12 Q 
‚69 1 S 
n Q 
9 x 


„Усиление“ 


Типовая схема включения микросхемы 
К175УВЗ (А, B) 


Дополнительная литература 


Аналоговые интегральные микросхемы: 
на. П. Кудряшов, Ю. В. Назаров, 


Тарабрин, В. А. Ушибышев.— M.: Радио 
и связь, 1981.—160 с. 
К175УВ4 


Микросхема представляет собой дифферен- 
циальный усилитель. Предназначена для усиле- 
ния сигналов высокой частоты в бытовой 
радиоэлектронной ра, 

Корпус типа 401.14-4 (см. К175ДА]). Масса 
не более | г. | 

Назначение выводов: 1— питание, общий 
(-0,); 2— выход 2;. О ет нагрузоч- 
ный резистор; 4— вход 2; 5-— общая точка 
внутренних нагрузочных резисторов; б — вход 1; 
7— второй внутренний нагрузочный резистор; 
$ — питание (+0,); 9, 11, 12— вывод делителя 
напряжения; 10 — выход 1; 13 — вход регулиров- 
ки усиления; 14— вывод установки и контроля 
режима работы. 


K175984 ; 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания... enis 6B 
Ток потребления при U =6 B, T= +25° C, He 
ОЙ ладьи 1,8...3 мА 
Напряжение на выводах при И =6б B, Ты 
= +25° С: 


Я иен бани 3,6 ... 4,4 В 
АИК ПОТ ЗН АА ор 2,1... 2,8 В 
И К НЕ О 1,4... 1,8 В 
I АА SF EN НАТА 1 1... 1,4 В 
Крутизна при И. =6 В, ПО» =10 мВ, f=1 МГц, 
Т=+25°С,. -BO MONO „роднее 10 мА/В 
Нестабильность крутизны в диапазоне темпе- 
ратур: 
Ти -- 29. +29. E ER DET — 10... +40% 
Tm lso FDC uiine и —40... +10% . 
Коэффициент шума при И. =6 В, /=100 МГц, 
Тин 23° С, ие OONO ия 8 дБ 
Глубина регулировки усиления при Ил =6 В, 
}=1 МГц, T= +25°С, не менее.............. 60 дБ. 
Верхняя граничная частота при U, ,=6 В, T= 
m +25° С, не менее.... сукно issiria 150 МГц 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение TMATAHMA senses E R S 
Максимальное напряжение на выводах 2 и 
РИ E EAT ТИ ОН 12,5 В 
Максимальное входное напряжение: 
дифференциальное ........ инь инивилининиявьнинин +2 В 
СНА ЗОВ оон 2... 4,4 В 
Максимальное входное напряжение на выво- 
ДВ евреев царе 1,2 В 
Температура окружающей 


среды Звабь въузовевое ? о ваавь ново об бов вов вос чьи оао со —25 s.b -+ 85° С 
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Тит, МА Snp, МА/В 
СТ ЖЕ БОРА ВАЗЫ 4. 
> 
x | | 
в 
2,8 АА EN i 
9-9 0 0 30 9 90 12010 -30 EE eS y- 


Зависимость крутизны преобра- 
‚ зования от температуры окру- 
жающей среды при U, =6 


Зависимость. тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при О! = 


Зависимость крутизны преобра- 
зования от частоты при 
0. =6 В, Т=+25° С 


Схемы включения 


c1 008 — аа 


R2 И RI 
(2 0068 й ря Jz% (7 ых 


10 2 |e 0058 


И CI i 
gosa | kirssa SE 
> 5 pI 
RN 
ir 4 и |“ 
D |408] (ooe |5 


Типовая схема включения микросхемы 
K175Y B4 


Выход 


Вариант включения микросхемы К175УВ4 с 
эмиттерным повторителем на выходе 


Дополнительная литература. 


1. Гумеля Е. B. Радиотракт для’ микро- 
кассетной магнитолы//Радио— 1983.— № 11.— 
С. 40—43. 

2..8, ©; 24-25 
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2.9. Микросхемы серий K193, KM193, 
KP193 


Микросхемы серий K193, KM193, KP193 
предназначены для деления частоты высокочас- 
тотных сигналов синусоидальной и импульсной 
формы. Выполнены по биполярной технологии 
с изоляцией элементов р-п переходом. 

Конструктивно микросхемы оформлены в 
прямоугольных корпусах: КР193 — в пластмас- 
совых, K193 и КМ193 — в металлокерамических 
и металлостеклянных. 

В состав серии входят: 

КМ193ИЕ! — высокочастотный делитель час- 
тоты с постоянным коэффициентом деления 2; 

КМ193ИЕ? — высокочастотный делитель час- 
тоты с программируемым коэффициентом де- 
ления 10/11; 

КМ193ИЕЗ, КР19ЗИЕ3— маломощные дели- 
тели частоты с программируемым коэффициен- 
том деления; 

КМ193ИЕ4, КР19ЗИЕ4 — маломощные дели- 
тели частоты с постоянным коэффициентом 
деления 32; 


КМ193ИЕб, КР19ЗИЕб— высокочастотные 


‚ делители частоты с постоянным коэффициентом 


деления 64 и 256; 
К193ИЕ7 — сверхвысокочастотный делитель 
частоты с коэффициентом деления 4 


КМ19ЗИЕ1 


Микросхема представляет собой высокочас- 
тотный делитель частоты с постоянным коэф- 
фициентом деления 2. Предназначена для деле- 
ния частоты высокочастотных сигналов сину- 
соидальной и импульсной формы в синтезато- 
рах частоты. | | 

Корпус типа 2103.16-3 (4). Масса не более 
Sr: 

Назначение выводов: 2— выход l; 4— Bhl- 
ход 2; 8—общий вывод (— U); 14— информа- 
ционный вход |; 15— информационный вход 2; 
16 —питание (+0)). 


2103. 165-94) Электрические параметры ит 
085 19 ‚ Номинальное напряжение питания.......... 5,2 В 


ее Ток деи при И,=5,2 В, Т=-4$5... 

~I АРЕАЛА 29° eE БОЛ рр 18 мА 
PRHHHEH = Коэффициент AENICHHA oseere OAN B y 2 
A РЕ Амплитуда входного напряжения при И. = 5,2 В, 
Иру y YLA Ata О 0,4...0,8 B 
05 25 18 660008 Амплитуда выходного напряжения при U,= 
а: =5,2 В, Т=-45... +85° С, не менее........ 0,4 В 


Частота входного сигнала при U= 5,2 В, 
faxa =0,4 ... 0,6 В, T= —45 t. +85° Ç: 


нижнее значение,' He более............. 40 МГц! 

‹ | верхнее значение, не менее.............. 500 МГц 

АЛЮЧ Входное сопротивление по выводам 14 и 15 при 

Г И. =5,2 В, /„=40.МГц, Т=+25° С, - 
i y i y í i i | Мы у А Е 300 Oni 


Входная емкость по выводам 14 и 15 при 
И =5,2 В, /„=40 МГц, Т=+25°С, не 6o- 


И ПР Ее 12 ПФ 
Потребляемая ` мощность при U, = +5,2 В, T=. 


= — 45... +85°С, не более............ реже F 94 мВт 


1 При использовании импульсного входного сигнала с кру- 
тизной фронта и среза не менее 100 В/мкс нижнее значение 
входной частоты 0,1 МГц. 


Примечание. С целью исключения само- 
возбуждения микросхемы неиспользуемый вход- 
ной или выходной вывод должен быть подклю- 
чен к общей шине через резистор сопротивле- 

. нием не менее 13 кОм. 


АМ79ЯЗИЕ7 
За ИЕН 
а ВИ. 
R7 | 


[Е f, 
КЕ 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания............ 6B 2 И Ferier 
* Максимальная амплитуда входного напряже- 

р Е т РА ОЕ ВОНИ LA T Рот 15 Pem 

Js ? aha 

Е S 468 

a N 


-60-40 -20 0 20 40 60 807°C 


Зависимости верхней рабочей 
частоты от температуры окру- 


жающей среды при 


552 845%, Una=08 B, 
К„=500 Ом. С,=3 пФ 
7, МГц 


4,42 460 4,94 9,2 54697 1,9 


Зависимость верхней рабочей 

частоты от напряжения питания 

при U. a=0,4 В, R = 500 Om, 
С,=3 пФ, T=+25° С 


40 Cys NP 


Зависимости амплитуды Bbl- 
ходного напряжения от ем- 
кости нагрузки при 
Ua = 5,2 В, a=0,8 В, 

R, =500 Om, T= +25 С 


m MA 


meme | | 
wa 
мнт 4 Я 


-60-40 -20 0 20 40 60 8015 


Зависимости тока потребления 
от температуры окружающей 
среды при И» ^=0,8 В, 

В, =500 Ом, С, =3 n® 


m МА 


442 4,69 4,94 92 9465872 Un, B 


Зависимость амплитуды выход- Зависимости тока потребления 


ного напряжения от напряжения 
питания п n U, a = 0,8 В, 
К, = 500 C, =3 пФ, 
Ta T255 Ç 
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442 468 494 52 5% 572U,B 


от напряжения питания при 
U.a =0,8 В, А, =500 Ом, 
С, =3 пФ, Т=+25° С 


Максимальный ток нагрузки по выводам 
ны 20 мА 
Температура окружающей 


13 
-60-40 -20 0 20 40 60 807°C 


Зависимости нижней рабочей 
частоты от температуры окру- 


жающей среды при 
И =5,2 В+ 5%, Us a = 0,4 В, 
А„=500 Ом, С;=3 пФ 


26 
442468 494 52 5%517 0,8 


Зависимость нижней рабочей 
частоты от напряжения пи- 
Tanna при U, a=0,8 В, 

R„=500 Ом, C„=3 пФ 


© | | JAMOIUEI) | 
w В И И ВА 
ДЦ [vora yemioavudoa || 
ие H 


O 100 200 а 400 500 £ Miu 


Зависимости минимальной 
амплитуды входного напря- 
жения от частоты входного 
сигнала при А, = 500 Ом, 


н= п 


KM193ME2 


Микросхема представляет собой высокочас- 
тотный делитель частоты с программируемым 
коэффициентом деления 10/1 редназначена 
для деления частоты высокочастотных сигналов 
синусоидальной и импульсной формы в нь 
торах частоты. 

Корпус типа 2103.16-3 (4) (см. КМ19ЗИЕ!. 
Масса не боле 2,6 г. 


АМТЯЗИЕ? 


dai 


Назначение выводов: 2-— выход ЭСЛ-[; 
выход ЭСЛ-2; 8 — общий (— U); 12— информа- 


ционный вход: /4-—— вход управления 11 15— 
вход управления 2; 16 — питание (+U). 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания.............. 5,2 В 
Ток потребления при U, =5, 2В, Т=-45.. 
А: УЕ 65 MA 
Коэффициент ДВЛЕНИЙ рее аеиьоиньнь, 10 или 11 


Амплитуда входного напряжения при Up= 5,2 В, 


И Ни EO > СНОВ 0,4... 0,8 В 
Амплитуда выходного напряжения при И’ = 
=5,2 В, T= —45... +85°_С, не менее............ 0,4 В 
Частота входного ‘сигнала при (И =5,2 В, 
Us. ^ 0,4...0,6 В, T= —45... +85° С: 

нижнее значение ?, не более orseson. 40 МГц 

верхнее значение, не менее .................. 500 МГц 


! Коэффициент деления может елены одно из значений 
B qorana с приведенной ниже таблицей. 

и использовании импульсного входного сигнала с кру- 

а фронта не менее 100 


/мкс нижнее значение входной Ha- 
_ стоты 0,1 МГц, 


Вывод 14 Коэффициент 


деления 


0-— низкий уровень; | — высокий уровень. 


Потребляемая мощность при U, =-+5,.2 В, T= 
= — 45... +85” С, не более.................... 340 МВТ 
Входное сопротивление по выводам /4 и /5 при 
И. =5,2 В, fa =40 МГц, Т=+25” C, не _ме- 


Входная емкость по выводам /4 и 15 при И, = 
=5,2 В, /„=40 МГц, T= +25” С, не 
А И ВА S E EE A 12 иФ 


Примечание. С целью исключения само- 
возбуждения микросхемы неиспользуемый Bbl- 
вод должен быть подключен к общей ши- 
не через резистор сопротивлением не менее 
13 кОм. 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания............ 6 B 
Максимальная амплитуда входного напряже- 
О В ЕС итп А: 
Максимальный ток нагрузки по выводам 2 
В А ЧИ ОЕ РО 20 мА 
Температура окружающей 

СРЕДЫ иди абон —45... +85° С 

Sa, MTU 


a ATA 
AE ЕТ. 
TTR 


-60-40 -20 0 20 40 60 807 °C 


Зависимости верхней рабочей ya- 
стоты от температуры aapi 
sorae OO при Usa =0, 
00 Ом, С, =3 пФ 
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(Ах. А , B 


НИИ | | 
ой 


1,2 
у E В 
08 
06 
04 


0 10 20 30 90,19 


Зависимости амплитуды выход- 
ного напряжения от емкости 
нагрузки при И, =5,2 В, 
Usa =0,8 В, К, =500 Ом, 

Т= +25% С 


ЕТ ин. 


442 460 494 52 346 5720,8 -60-40 -20 0 20 40 60 801% 


Зависимость верхней рабочей Зависимости тока потребле- 
частоты от напряжения питания ния от температуры окру- 


при U a=0,4 В, К, =500 Ом, жающей среды ий 
С = =3 пФ, Т=+25° С Оь,.А=0 я о 
| (Вых, А, В Тост, МА 


Kmssnea| | || 

ГГ я 

Е 
Krnom] 


442 468 494 52 3 U8 


тие д 
f=500 Niu ИИ 

ИГР: 
o 
A 


442 468 4% 52 5460,8 


10 
08 
ua 


y 
Ух 


`Зависимости амплитуды выход- Зависимости тока потребле- 
ного напряжения от напряжения ния от напряжения питания 
питания при ПО», _=0,8 В, при О». =0,8 В, 
К„=500 Ом, С,=3 пПФ К, =.500 Ом, С,=3 пФ 


204. 


-60 -40 -20 0 


A |528 | 


20 40 60 8075 


Зависимости нижней рабочей 
частоты от температуры ок- 
ружающей среды при 

Оь„.^=0,4 В, 


К, = 500 Ом, 


n =3 пФ 


442 458 49% 52 546 3720,8 


Зависимость нижней рабочей 

частоты от напряжения питания 

при U. a=0,8 В, К, =500 Ом, 
С„=3 пФ, T= +25° С 


кл, 8 

a ega 

ЕЕ 
ый 


ТТ 17 
АР 


100 200 9300 400 500 F, Mu 


0,8 
0,6 
04 
02 


0 


Зависимости минимальной ам- 

плитуды входного напряжения 

от частоты входного сигнала 
при К,=500 Ом, С,=3 пФ 


КМ193ИЕЗ, КР19ЗИЕЗ 


Микросхема представляет собой маломощ- 
ный делитель частоты с программируемым 
коэффициентом деления 10/11. Предназначена 
для деления частоты высокочастотных сигналов 
синусоидальной и импульсной формы в синтеза- 
торах частоты. . 

Корпус керамический типа 2103.16-3 (4) 
(см. КМ193ИЕ!), масса не более 2,6 г, для 
КМ193ИЕ и пластмассовый типа 238.16-2 (см. 
К174АФ!), масса не более 2,5 г для КР19ЗИЕЗ. 


236. 16-2 
i e RA, n; l 1] 


| 16 ды бобов 


Зона ключа 


Назначение выводов: 2— выход ЭСЛ-1; 4— 


выход ЭСЛ-2; б—выход ТТЛ; 8— общий 
(-—0.); 11 — информационный вход 1; /2— ин- 
формационный вход 2; /4— вход управления 1; 
15— вход управления 2; [6 — питание (+0,). 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение источника MATA- 


СОЯ BEATIE AEE ен т ОН НЕ Е." SB 
Ток потребления при U,=5 B, Т=-45.... 
И К Е 20 мА 

Коэффициент деления’........ и иенинние 10 или 11- 


Выходное напряжение высокого уровня при 
И =5 B, Т=-—45... +85° С, не менее: X 
AEE e СЛ OES EE R 
DARON TIJE Aaaeeeaa rN 2,4 B 
Выходное напряжение низкого уровня при И. = 
=5 В, Т=-—45... +85°С, не более: 


ВЫКОД Ако аа 3,5 В 
makor ТТЛ нь 0,4 В 
Амплитуда входного напряжения при U= 5,2 В, 
Т= —45.. +895 Сдан, 0,4...0,8 B 


Частота входного сигнала при U, =5 В, Us, a= 
=0,4...0,6 В, T= 45... +85° С: 


нижнее значение?, не более............... 30 МГц 
верхнее значение, не менее: 

Выход ЭС не ьеыыазядн ры 200 МГц 
S ЗОНЫ в А Е аз 200 МГц 


1 Коэффициент деления может принимать одно из значений 

в соответствии с приведенной ниже таблицей. 
При использовании импульсного входного сигнала с кру- 
тизно 


а не менее 100 В/мкс нижнее значение входной 
частоты 0,1 МГц. 


U 


Вывод 74 


0— низкий уровень; | — BbICOKMĂ уровень. 


Примечание. С целью исключения само- 


‚ возбуждения микросхемы неиспользуемый Bbl- 


вод должен быть подключен к общей ши- 
не через резистор сопротивлением не мене 
13 кОм. 


Предельные эксплуатационные данные ' 


‚ Максимальное напряжение питания............ 8 B 
Максимальная амплитуда входного напряже- 
ЦИЯ ино 2В 
Максимальное входное напряжение на выводах 
УПО, рб TAA 5В 
Максимальный ток нагрузки: 

DO ENRON И) и РИС ИР 8 10 мА 
20 MAOY ЭН и Ве :..20 мА 
Температура окружающей 
т О ИЕ СЕН E —45... +85° С 
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Ula, B ; 
KMIIIUES, КРАШ | | 
ИИ! 
ЕР 


0,11 
0,10 


не 
инете 
ВЕРЕН 


-40-20 0 20 4 60 915 9:20 A Ie 6,1? 
Зависимости выходного напря- Зависимости амплитуды выход- 
жения низкого уровня от темпе-. ного напряжения от емкости 
ратуры окружающей среды (вы- нагрузки при ПО» л=0,6 В, 
вод 6) при Ua a=0,6 К„=500 Ом; /— на выводе б; 
К„=1,5 KOM 2— на выводах 2, 4 


(Лик, As В 


АМИ ЩЕ 
& | ДРАЯЩЕЯ 


ВЫ 
qaam 


0 [2 
$5 49 90 55 4990,0 $25 45 40 90 990,8 


Зависимости амплитуды выход- 

ного напряжения от напряже- 

ния питания р О,„.^=0,6 В, 
К, = 500 Ом: 

|— на выводе 6; 2- на выводах 2, 4 


Зависимость тока потребления 

от напряжения питания при 

О», _=0,6 В, К, =1,5 KOM, 
C =3’пФ, /=30...900 МГц 


maz, Mu 


ЕТУ — 
са И ВИВАТ] 
EER A 
240 Г TN 
ЕР 


Uian ‚ д 


270 
260 


-40-20 0 20 40 Я 60T% 


Зависимости максимальной 
рабочей частоты от темпе- 
ратуры Ее среды 

вх, д = 0,6 


nhe : 
К,=500 OM, С,=3 пФ 
206 


38 
-40-20 0 20 40 60 801% 


Зависимости выходного напря- 
жения высокого уровня от тем- 
пературы окружающей еды 
(выводы 2, 4) pp Ux, a = 0,6 B, 

R= 1,5 KOM 


Smoz, МГц 


ГАЗЕ РТИ 
HRTAN 
LA 
HEE 


ek 
"ETSE 


42745477 50 550,6 


260 
250 
240 


Зависимость максимальной 
рабочей частоты от напря- 
жения питания при 
U.a =0,6 В, К,„=500 Ом, 


„=3 пФ 


f пил, МГц 
| | emm 
© À | APIBIES 


425 45 40 50 490,8 


Зависимость минимальной 
рабочей частоты от напря- 
жения питания при Ом a= 
= (0,6 В, К, =500 Ом, 
С„=3 пФ 


таг, Mu 


KHISIMES, KPIOIHES || 
BESRA 


10 
-40-20 0 20 40 60 807°C 


Зависимости максимальной pa- 
бочей частоты от температуры 
окружающей среды при 
О,, ^=0,6 В, К„= 500 Ом, 

== 3 ПФ 


Ufa, В Тот, МА 


16 
19 
T 
13 


ГАМТЯЗИЕЯ, ИРЯЗИЕЯ | 
|| uam | 
Я В ВВ лы 
Г иг 


НЕЕ Ра 


425 
-40-20 0 20 40 60 8010. -40-20 O 20 40 60 "URAA 


Зависимости выходного напря- Зависимости тока потребле- 
жения высокого уровня от тем- ния от температуры окру- 


пературы ок ера среды жающей среды при 
вой AŠ) к к ^=0,6 В, Ux, AN 6 B, R = | SKOM 
Иых, В , Uis ‚8 
KMISIMEI| В 
++ | HPIIIWEI о Е 49 
42 72 5,25 
Fi 475 


4,75 #0 hð 4,75 


Zoi. 


E poe i 
gaioi 
$9 


-40-20 0 20 40 60 801% 


Зависимости выходного HANDA- 
жения низкого уровня от темпе- 
ратуры окружающей среды (вы- 
воды 2, при U, =0,6 В, 


К, =1,5 KOM 


Us boix 9 


m T J 
rone, EZE 
№2775 
РТТ Г. 
ПЕР 


47 50 1,8 


95 
99 
42 


91 
$0 


Зависимости выходного напря- Зависимость выходного напря- Зависимости выходного напря- 
жения высокого уровня от на- жения высокого уровня от на- жения низкого уровня от на- 
пряжения питания (выводы 2, 4) пряжения питания вод 6) пряжения питания (выводы 2, 4) 
при U ^=0,6 В, А, =1,5 кОм при Т= -—45... +85°С 


4,75 T 1.8 


Зависимость выходного напряжения низкого 
уровня от напряжения питания (вывод 6) при 


U, л=0,6 В 


И boix, А 8 


0 40 


aM E 
AA d A e 
No L 


при U a=0,6 В, R,=1,5 кОм 


АМИЯАИЕЯ, КРУЗЗИЕЯ 


=5258 98. 


DATA 
> ЧА 
-7N 160 200 и 


Зависимости минимальной амплитуды выход- 
ного напряжения от частоты входного сигнала 


при К 


К, =500 Ом, С„=3 пФ 
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КМ193ИЕ4, КР19ЗИЕ4 


Микросхемы представляют собой маломощ- 
ный делитель частоты с постоянным коэффи- 
циентом деления 32. Предназначены для деле- 
ния частоты высокочастотных сигналов сину- 
соидальной и импульсной формы в синтеза- 
торах частоты. 

Корпус керамический типа 2103.16-3 (4) 
(см. KM193HE1). масса не более 2,6r для 
КМ193ИЕ4 и пластмассовый типа 238.16-2 (см. 
К174АФ1), масса не более 2,5 г для КР19ЗИЕ4. 


АР1ЯЗИЕ$, КМ/ЯЗИЕ4 


Назначение выводов: 3 — выход ТТЛ/КМОП; 

8 — общий (—И0.); 11— информационный вход 

С: 12— информационный вход 2; 16 — питание 
+01). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 5,2 В 
Ток потребления при U ,=5,2 B, Т=-45... 
O ya ora Она, 14 MÀ 
Коэффициент деления .............. „и илниииииининияния 32 


Выходное напряжение высокого уровня при 
ОИ, =5,2 В, T= —45... +85° С, не менее ...... 2 В 
Выходное напряжение низкого уровня при И, = 


=5,2 В, Т= —45... +85° С, не более ........ 0,4 В 
Амплитуда входного напряжения при U, = 5,2 В, 
а о, 2 oa ФАО ИО OE 0,4... 0,8 В 
Частота входного сигнала при U, =5,2 В, 
Ux. a =0,4...0,6 В, T= -—45... +85° С: 
нижнее значение", не более ................. 40 МГц 
верхнее значение, не менее ................. 200 МГц 


1 При использовании импульсного входного сигнала с Kpy- 
TH3HOÑ оо. не менее 100 В/мкс нижнее значение входной 
частоты 0,1 МГц. 

Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания .............. 8В 
Максимальная амплитуда входного напряжения 
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КМ193ЗИЕЗ, 


на информационных входах (выводы 17 
бас 2 B 
Максимальное напряжение на выводе 3 ..... 11 B 


Максимальный ток нагрузки no ТТЛ-вы- 
о И Я ОЗ СНЕ АИ 10 мА 
Температура окружающей 

СОЕД ыы ЕР Я ЕАИС —45... +85° С 


КМ19ЗИЕб, КР19ЗИЕб 


Микросхемы представляют собой высоко- 
частотный делитель частоты с постоянными 
коэффициентами деления 64 и 256. Предназ- 
начены для деления частоты высокочастотных 
сигналов синусоидальной и импульсной формы 
в синтезаторах частоты телевизионных и радио- 
вещательных приемников. 

Корпус керамический типа 2103.16-3 (4) (см. 


КМ193ИЕ!), маса не более 2,6 г для КМ193ИЕб 


и пластмассовый типа 238.16-2 (см. К174АФ]), 
масса не более 2,5 г для KP193ME6 (см. 
КР!9ЗИЕ?З). 


KPIIIUEG 
KMIIIUEG 


Назначение выводов: 1, 16 — питание (+U); 
б— выход делителя на 256; 8, 10— общий 
(— Ua); 9— выход делителя на 64; 11 — инфор- 
мационный вход 2; 12 — информационный вход 
1; 15—вывод управления. 


Злектрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ 6,3 В 
Ток потребления при U =6,3 B, Т=-45... 
+85. С ав ОБЛ аи 100 мА 


Коэффициент деления ......... ин нннннньние, .... 64 и 256 
при (И, =6,3 В, T= 


Выходное ее 
высокого уровня, не менее ....................... 2,4 В 
низкого уровня не более ................ нь 0,5 В 
Амплитуда входного напряжения при И, = 6,3 В, 
ТТ 4, D E едиными ‚4... 0,8 В 
Частота входного сигнала при (И =6,3 В, 
U., ^=0,4...0,6 B, ee —45... +85° C: 
нижнее значение, не более ................. 80 МГц 
‚верхнее значение, не менее ............... 1000 МГх 


' При использовании импульсного входного сигнала с Kpy- 
TH3HOÑ spanie не менее 100 В/мкс нижнее значение входной 
частоты 0,1 МГц. 


Примечание. При высоком ро напря- 
жения на управляющем входе (0„,>2,4 В) v 
тивным является информационный вход |. 
этом режиме работы напряжение но 
уровня на управляющий вход разрешается не 
подавать. При подаче на управляющий вход 
напряжения низкого уровня (U, <0,4 В) актив- 
ным становится информационный вход 2 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ............ 8В 
Максимальная амплитуда входного напря- 
ЖЕНИЯ рощ 2В 
Максимальное‘ напряжение на управляющем 
БОИ оли 6,6 В 
Максимальный выходной ТОК ....... и. .иининне 20 мА 
Температура окружающей 


среды 


ришиинит | [ 


08 — — 
Jona устойчивой работы 
06 делителя частоть 


0 200 400 


600 800 


1000 S, Mu 


Зависимость минимальной амплитуды входного 
напряжения от частоты входного сигнала 


Дополнительная литература 


Гутаускас А. P., Мяшкаускас К.-В. I. Henn- 
тели частоты КР19ЗИЕб, КМ193ИЕб для синте- 
заторов частот //Электронная ’промышлен- 
ность.— 1985.— Вып. 7 (145).—С. 34—36. 


Схема включения 
+08 
Вход управления 


— 


to 
2 Ny 
№ 
> м 
и 
x 1000 
вым? д! |5 S 12 Е 
6 R N þe лм (2 
7 S 10 
8 < Выход.02 


Типовая включения 


схема | 
КМ193ИЕб и КР!19ЗИЕб 


микросхем 


К193ИЕ?7 


Микросхема представляет собой сверхвысо- 
кочастотный делитель частоты с постоянным 
коэффициентом деления 4. Предназначена для 
деления частоты сверхвысокочастотных сигна- 
лов синусоидальной и импульсной формы в 
синтезаторах частоты. 

Корпус типа 201.16-13. Масса не более 2 г. 


201.163 15 


in 


ри и пар HF 


АДАДАД, 
SUAU 


Jona ключа 
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K1934E7 


Назначение выводов: 4— информационный 
входз3 б— опорное напряжение; 8— общий 
(—U,) 11—выход ЭСЛГ; 14—выход ЭСЛ2; 
16 — питание (+U). 


Тот, МА 


[ИЗМЕ | y 
РА — 


ПА, 9 


18 


95 _ 65 
[7] 02 


60 62 64 850,8 0 


Зависимости тока потребле- 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............, 6,3 В 
Ток потребления при И =6,3 В, Т=-10... 
С KE EE мг, О: ИИ 150 мА 
Коэффициент ДелениЯ...,.,.иезечеесоиосьнионье виде офвене 4 
Амплитуда входного напряжения при И, =6,3 В, 
a a --- Мб даа N 0,8 ...1 B 
Частота входного сигнала при И. =6,3 В, 
О, ^=0,9 В, Т=-10... +70° С: 

нижнее значение, не более ................. 200 МГц 

верхнее значение, не менее ............... 2000 МГц 


Амплитуда выходного напряжения при U, = 


=6,3 В f=2000 МГц, U» a=0,8 В, T= 
Ш Ю-.. 4707C, не MONGO oioi 0,5 В 
Предельные эксплуатационные данные 

Максимальное напряжение питания .............. 7В 
Максимальное входное напряжение .............. 2 В 
Максимальный ток нагрузки ............. ие 15 мА 
Температура окружающей 

о р ЕАН К —10... +70° С 


2.10. Микросхемы серии КР198 


Микросхемы серии КР198 — комплект тран- 
зисторных матриц и элементарных каскадов 
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ЦА || | 
ВИНА 
А: 
а 
И 

04% 48 12 16 ХМ 
Зависимость минимальной ам- 


ния от напряжения питания плитуды входного сигнала от 
частоты входного сигнала 


Схема включения 


#193 НЕТ 


Типовая схема включения микросхемы 
К193ИЕ7 


05 
-20 0 20 40 807°C 


Зависимость амплитуды выход- 
ного напряжения от темпера- 
туры окружающей среды при 


на их основе универсального назначения. Вы- 
полнены по биполярной технологии с изоляцией 
элементов диэлектриком. Предназначены для 
применения в различной радиоэлектронной ап- 
паратуре. 

_В состав серии входят: 

KP198HT1A, КР19Э8НТ1Б — матрицы из пяти 
транзисторов п-р-п; 


KP198HT2A,  КР198НТ2Б,  КР!98НТЗА, 
КР198НТЗБ — матрицы из четырех транзисто- 
ров n-p-n; 


КР!98НТ4А, КР198НТ4Б — матрицы из трех 
транзисторов п-р-п; 

К198НТ5А, КР198НТ5Б — матрицы из пяти 
транзисторов р-п-р; 

KP198HT6A,  КР198НТбБ,  KP198HT7A, 
ОНЫЙ матрицы из четырех транзисто- 

р-п-р, 

OP KPISBHTSA, КР198НТ8Б — матрицы из трех 
транзисторов р-п-р; 

КР198УН1А, КР198УН1Б, КР198УН1В— 
универсальные линейные каскады; 

KP198YT1A, КР19ЗУТ1Б — многофункцио- 
нальные дифференциальные усилители. 


KP198HT1A, KP198HT16, 
KP198HT2A, KP198HT25, 
KP198HT3A, KP198HT35, 
KP198HT4A, KP198HT45 


Микросхемы представляют собой матрицы 
п-р-п транзисторов. Различаются числом тран- 
зисторов, входящих в состав матрицы: 
КР198НТ! содержит пять транзисторов 
КР198НТ2, КР198НТЗ — четыре; КР198НТ4— 
три. | 
Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,2 г. 


201, 14-1 15 


e =. 
ahinata, 
| - 


N 


E E e 


KPII8NTI(A, 5) 
нити 9в 


ОХ а аа 4 


КРИЯВИТ? (A, 5) 
t 13 12 n 10 


д В ВЫ ОМ: 


ИРУЯВИТЯ (A, 5) 
пи 98 


{20.997 


ИРЯВНТ4 (А, 6) 
9 12 9 8 


За 
N 


Электрические параметры 
Напряжение насыщения база—эмиттер при 
к=3 МА, 1[,=0,5 мА, Т=+25°С, не 6o- 
ЛОБ. енко E EE S бр 1В 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 


при /к=3ЗМА, 1[,=0,5 мА, Т=+25° С, не 
Gonet лианы 0,7 В 
Обратный ток коллектора при Икв=6 В, T= 
= +25° С, не более ..... чение иионоинние ..... 0,04 мкА 


Статический коэффициент передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при Икэ=3 В, [= 
=0,5 мА, T= +25° С: 


КР198НТ1А,  КР!198НТ2А,  KP198HT3A, 
О iiniinpirosramyisiiin 20... 125 
КР198НТ1Б,  КР!198НТ2Б, ‘— КР1ЭЗНТЗЬ, 
КРАЭВНТАВ д. ль ъьзьизовьаьь бо Ценова 60... 250 
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Разброс значений статического коэффициента 
передачи тока дифференциальной пары в ми- 
кросхемах KP198HT1A, KP198HTI1B, 

KP198HT2A, KP198HT2B, не более ............. 15% 
Разброс прямых напряжений база — эмиттер 
дифференциальной пары в микросхемах 
КР19ЗНТТА, КР198НТ2А, не более ............ 4 мВ 


Предельные эксплуатационные данные 


Обратное напряжение коллектор — эмит- 
ОИ ГАНС АТИ ИОВА НВ: 
Обратное напряжение база -— эмиттер .......... 4В 
Постоянный ток коллектора ...................... 10 мА 
Постоянный ток коллектора в режиме насыще- 
И ИА Но ФТ ст ИФА 30 мА 


Постоянная рассеиваемая мощность в диапазо- 
не температур окружающей среды Т=-—45... 
+85° С: 


одним транзистором ............ +... иннььниьнн. 20 мВт 
Постоянное напряжение коллектор — база... 1$ В ор, ско ПРОИЗ ВИ 100 мВт 
Постоянное напряжение коллектор —эмит- Температура окружающей | 
о аа ам iE o DRAE e. i даних —45... +85° С 
[бо, MKA нуна › 8; фнш, 8 (кунас , 8; Ukanc: В 


КРУЗВИТИА, B), KPII8HTO(A,6) 
KPIIEHTI(A, B), KPI9BHTHA, В) 


-20 0 20 40 60 6015 


Зависимости обратного тока 
коллектора транзисторов, вхо- 
дящих в состав микросхем от 
температуры окружающей сре- 
ды. Заштрихована область раз- 
poa значений параметра для 

о микросхем. Сплошной ли- 
нией показана типовая завиеи- 


MOCTb 
(Эна » В 
O7 [АНН 
Q6 КРИЯВИТ2(А, 6) МА 
05 РТ A BAL 
04 
03 


Л Эа | 


15 Iy, МА 


Зависимости напряжения насыще- 
ния коллектор —эмиттер транзис- 
торов, входящих в состав микро- 
от тока коллектора при 


схем, 


1,2 

10 

0,8 

r < 75: и 
46 kzn 
opr me 
02 22 РР , 


Gh 
ей 


0 
-20 0 20 40 60 801% 


Зависимости напряжений насы- 
щения коллектор —эмиттер и 
база—эмиттер транзисторов, 
входящих в состав микросхем, 
от температуры окружающей 
среды при 1;=0, мА, [= 
=3 мА. Заштрихована область 
разброса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ными линиями показаны типо- 
вые зависимости 


Iş, MKA 


240 Грант. f BRB 
maman || 
PoJ Ja 
Aoa AM 
CEAL 
AAT 
43 4% 05 06 07 Izz, 8 


Зависимости тока базы тран- 

зисторов, входящих в состав 

микросхем, от напряжения 
база —эмиттер 


[=0, 5 мА. Заштрихована область 
popon значений параметра для 
5% микросхем. Сплошной линией 

показана типовая зависимость . 
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0 02 04 46 08 1, мА 


Зависимости напряжений на- 

сыщения коллектор —эмит- 

тер и база — эмиттер тран- 

зисторов, входящих в состав 

микросхем, от тока базы 
при к=3 мА 


ИРУЯВИТИ(А, r7 
KPIISHTZ(A, И 

WAH HTI, A 

KPIISHTA(A, E) 


S E a a aT. 


Выходные BOJIbT-AMIIEpHbIe 
характеристики транзисто- 
ров, входящих в состав 

микросхем 


Ugg, м8 


Пр а 
BAZE? 
E2772, 
WZA 
№7222. 2654 


-60 -40 0 25 501% 


aÀ 


Зависимость разности прямых 
напряжений база — эмиттер 
транзисторов, входящих в сос- 
тав микросхем (дифференциаль- 
ной пары), от температуры ок- 

ружающей среды при %У/1,= 
=0,5 мА, T= +25° С. )Заштри- 
хована область разброса зна- 
чений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


90 
-40 0 40 915 


Зависимость 
коэффициента передачи тока 
в схеме с общим эмиттером 


статического 


‚ транзисторов, входящих в 
состав микросхем, от темпе- 
ратуры окружающей среды 


goo EL 


78 


ши!’ 


РЕ 
И а 


д I, МА 


Зависимости коэффициента пе- 
редачи тока в схеме с общим 
эмиттером транзисторов, вхо- 
дящих в состав еб ера A 
тока эмиттера при 
Заштрихована область бр 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


g 
aA 
lG 


- 0 25 50 1 1007,°0 


Зависимости обратного тока 

коллектора транзисторов, вхо- 

дящих в состав микросхем, от 

температуры окружающей сре- 

ды. Заштрихована область раз- 

о значений параметра для’ 
0 


микросхем. Сплошной ли- 


нией показана типовая зависи- 


-4 09 aT 


Зависимости разности стати- 
ческих коэффициентов пере- 
дачи тока в схеме с общим 
эмиттером дифференциаль- 
ной пары транзисторов, вхо- 
дящих в состав микросхем, 
от температуры окружаю- 
щей среды 


10 20 %0 мА. 


Зависимость напряжения насы- 


щения коллектор —эмиттер 
транзисторов, входящих в сос- 
TaB микросхемы КР198НТЗА, 
от тока эмиттера. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметров. для 95% микро- 
схем. Сплошной линией показа- . 


мость на типовая зависимость 

‚Корпус типа 201.14-1 (см. КР198НТ!— 
КР198НТ5А, KP198HT5B, KP198HT4). Масса не более 1,2 г 
KP198HT6A, KP198HT6B, Е 
КР198НТ7А, KP198HT76, РР 
KP198HT8A, KP198HT85 


Микросхемы представляют собой матрицы 
р-п-р транзисторов. Различаются числом тран- 
зисторов, входящих в состав матрицы. Микро- 


схемы КР198НТ5А, КР198НТ5Б содержат 5 
rpe ум р-п мер: КР198НТбА, КР198НТ6Б, 
Р1 KP19 -© KP198HT8A, 


98HT7A 
KP198HT85.— 3. 


8HT75 — 4; 


р а 
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ИРУЯВНТЕ (A, 5) 
чит п 


КРУЯВИТ7 (А, 5) 
пи 9 в 


О о д лк И М 


КРУЯВНТВ (А, 5) 
ни п 96 
{. #9 g 


Электрические параметры 


Напряжение насыщения база—эмиттер при 
к=3 MA, 1;=0,5 MA, Т=+25°С, не 6o- 
АОН ПРО ВНР ВИТЯ 1 В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
при /к=3 МА, [;=0,5 мА, T= +25° С, не более: 


KP198HT5A,  КР198НТ6А,  KP198HT7A, 
aE GEET EE АЯ EE r A E 0,5 B 
КР198НТ5Б, КР198НТ6бБ, KP198HT7B, 
Egl Е АИ A EE СО N 0,75 B 
Обратный ток коллектора при Окь=6 В, не 
од, 0,3 мкА 


Статический aT передачи тока B 
_ схеме с общим эмиттером при Икэ=3 В, [= 
=0,5 мА, T= +25° С: 


KP198HT5A,  КР198НТбА,  KP198HT7A, 
KOTIA i io A .... 20... 125 
KP198HT55, KP198HT65, KP198HT7B, 
e E 60.900 


Разброс значений статического коэффициента 
` передачи тока дифференциальной пары в MHK- 
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росхемах КР198НТЗА, КР198НТ5Б, KP198HT6A, 


KPI9SHT6B; не более ‘д... елена 15% 
- Разброс прямых напряжений база—эмиттер 
дифференциальной пары B микросхемах 
КР198НТЗА, КР19ЗНТ6А, не более ............ 5 мВ 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база: 


КР198НТ5А,  КР!198НТбА,  KP198HT7A, 
КРОВА ирисы ими фаы 15 В 
КР198НТЗБ, KP198HT65 KP198HT75 
KPISOHTOB колики ni 30 B 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 
КР!198НТ5Б, KP198HT6B, KP198HT7B, 
он ИЕ E ERN A 30 B 
KP198HT5A,  KP198HT6A,  KP198HT7A, 
KPI98HTBA ....... ль, И ЕЯ 15 В 
Обратное `невоженне коллектор — эмит- 
о До E ET 15 В 
Обратное напряжение эмиттер —- база .......... 4 В 
Постоянный ток коллектора reeni 10 мА 
Постоянный ток коллектора в режиме насыще- 
а анны 30 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность в диапазо- 
не температур окружающей среды T= 
=—45... +85° С: 
одним транзистором ........ и, иииннниньниния 30 мВт 
Е Е оао 120 мВт 
Температура окружающей 
‚о ЗЕЯ ИМЕНИ и НИ —45... +85° С 
КР198УНЛА, КР187УНЛТБ, 
КР19ЗУН1В 
poceni представляют собой универ- 
сальный линейный каскад, выполненный на 


основе несимметричного дифференциального 


ИРУЗВУИТ(А-8) 
манию о 


RI р R 


усилителя с эмиттерным повторителем на выхо- 
де. Предназначены для усиления низкочастот- 
ных сигналов. — 

Корпус 201.14-1 (см. КР198НТ1 — KP198HT4). 
Масса не более 1,2 г. 

Назначение выводов: 1-—вход (база VT2); 
2 — резистор смещения генератора стабильного 
тока; 3, 5— резисторы смещения транзистора 
ГТЗ; 4—вход (база ТЗ); б-—питание (— U); 
7 — выход делителя в цепи эмиттера транзисто- 
ра ГТ4; 8 — питание (+И.); 9-— выход; 10 -— Bhl- 
вод коллектора VT3; мы вход (база VTI); 
12--выход (коллектор VTI); 13 — резистор cme- 
щения транзистора VTI; 14— контрольный Bbl- 
вод (общая точка транзисторов VTI и VT2). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..... + 6,3 В 
Ток потребления при U, = + 6,3 В, И„=1 В. 
f=10 кГц, А, =1,8 кОм, не более: 

Г р а Е А 6 мА 

при Т=-—45... +83: © yii. 7,5 мА 
Коэффициент усиления напряжения при И! = 
= + 6,3 В, О ‚=0,8 В, /=10 кГц, В, =1,8 кОм, 
` Т=+25° С, не менее: 

КРБЗУНТА; КРБВУНВ.. ии ьвиниаььй 4 

КР198УН1В 
Коэффициент гармоник при И, = 6,3 В, Ux = 
=0,5 В, А, =1,8 KOM, А, =1,2 кОм, T= +25° С, 
с, ПЕНА ЗЕЕ О НИ 10% 
Коэффициент шума при И, = + 6,3 В, /=1 кГц, 
К. =1,2 кОм, Т=+25° С, не более ......... 30 дБ 
Верхняя рабочая частота при И, = + 6,3 В, К, = 
= 1,8 кОм, T= +25° С, не менее ........... 1 МГц 
_ Входное сопротивление при U = 6,3 В, Un = 

=0,3 В, /= 10 кГц, T= +25° С, не менее 3,3 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 
Максимальное напряжение питания ..... + 6,9 В 


Максимальное входное напряжение ........ +4 В 
Максимальное выходное напряжение при К, = 
ЗИ. 2. И уе НИ 2В 


Температура окружающей среды —45... +85° С 


Схемы включения 


#01098 


РН КРАУВУНИИ-8) 
1894 4687 
61250 SSO дым 
= 


Принципиальная схема линейного усилителя 


TEAREN 
ИРИЯВУНТА-В) 


Ji 
-04 -02 0 


02 04 450.8 
6) ai 


Принципиальная схема (a) и регулировочная 
характеристика (6) регулируемого усилителя 


LELIE. 
КРИЯВУНТ(А-В) 
1234507 


Принципиальная схема амплитудного детектора. 
на микросхеме КР198УН1 (А—В) 


215. 


Дополнительная литература 


_ Аналоговые — интегральные — микросхемы: 
Сре П. Кудряшов, КЮ. В. Назаров, 
Тарабрин, В. А. Ушибышев.— M.: Радио и 


связь, 1981:— 160 с.— (Массовая радиобиблиоте- 


ка; Вып. 1033). 


KP198YT1A, КР198УТ1Б 


Микросхемы представляют собой’ много- 
функциональный дифференциальный усилитель 
с выходными эмиттерными повторителями. 
Предназначены для усиления низкочастотных 
сигналов. 

ус типа 201.14-1 (см. KP198HTI— 
КР, Масса не более 1,2 г. 


5: Ш № KPIIBYTI (^,6) 


Назначение выводов: 1|— вход (база VT3); 
2— резистор смещения генератора стабильно- 
го тока; 3— резистор смещения транзисто- 
ра VT2; 4— вход (база ГТ2); 5— вход эмит- 
терного повторителя; б— питание (— U) 7— 
выход эмиттерного повторителя; 8— питание 
(+0.); 9— выход эмиттерного повторителя; 
]0—выход (коллектор транзистора VT4), 11— 
вход (база транзистора VT4), 1[2— выход (кол- 
лектор транзистора VT2), 13— резистор cme- 
щения транзистора 774; [4— контрольный вы- 
вод (эмиттер транзистора УТ3).. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... + 6,3 В 
Ток потребления при U, = + 6,3 В, U =0, T= 
№2 © HE GOME деи 5 МА 


_ Напряжение смещения при U = + 6,3 В, U, =0, 
T= +25° С, не более: 

КР198УТ1А 

а ар + 12 мВ 
Температурный дрейф напряжения смещения в 
диапазоне температур T= -—45... +85°С при 
U= + 6,3 B-U =0, не более ........... 30 mkB/° С 
Максимальное выходное напряжение при U, ,= 
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= + 6,3 В, 


= + 6,3 В, /=10 кГц, А, <10%, не mence: 
при Teto tiO annia 2,5 B 
При. 12—05” С елси 2В 
Входной ток при И, = + 6,3 В, U =0, не более: 
при Т=+25 и +85° BERIE 


EPOSI TIA ооо 10 MKA 

ИРУ личи 20 мкА 
при T= —45° С: 

НА на, 20 мкА 

ое а: МА ОИК 35 мкА 


Разность входных токов при И, = + 6,3 В, „= 
=0, не более: 
при Т=+25 и +85° С: 


т, С, ОЕ ИВ 3 мкА 

ое Я Е НАСА T ANE 8 мкА 
при T= -45 С: 

АСВ т, ЗЕНОН ИЕН СИИ 5 МКА 

КРУ TIB льда Ре А 15 мкА 


Коэффициент усиления напряжения при U, = 
Ux <0,7 В, /=10 кГц, не менее: 
при. Т=—45.., +25. Сон зона 20...70 
ПРИ: 1224-82 С predia 15... 80 
Коэффициент ослабления синфазного 'сигнала 
при И, =: 6,3 В, П,ы,=2,5 В, Т=+25° С, не 


МОНО д Аа: ‚ 70 дБ 


Верхняя рабочая частота по уровню выходного 
напряжения —3З дБ при (‚= + 6,3 В, T= 
а ФВ. ВАТ. Я ИИ 0,7 МГц 
Входное сопротивление при И„= + 6,3 В, Usu = 

=0,6 В, /=10 кГц, T= +25° С, не менее 5 кОм 
Выходное сопротивление при И = 6,3 В, 
U =0:56 В, /=40 кГц, Т=+25°С, не’ 6о- 


вых 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... +5,7 ... +6,9 В 
Максимальное входное дифференциальное на- 
пряжение при l <2 мА, на более ......... +4 В 
Максимальное входное синфазное напря- 
АИ DE. со Я ВИ EOT Зи . +2,5 B 
Минимальное сопротивление нагрузки 200 Ом 
Температура окружающей среды —45... +85° С 


Схемы включения. 


14 112111098 


KPIIBITIA, 5) 
хит 


Типовая схема включения 
микросхемы KP198YTI 
(А, Б) 


1$ 13121098 

КРУЯВУТИА, 5) 

д O LE 2 Е 
Бы 


Принципиальная схема (а) и регулировочная характерис- 
тика (6) регулируемого дифференциального усилителя 


Дополнительная литература 


Аналоговые — интегральные | микросхемы: 
Справочник / B. П. Кудряшов, FO. В. Назаров, 
B. В. Тарабрин, В. А. Ушибышев.— M.: Радио. и 
связь, 1981.—160 с.— (Массовая радиобиблиоте- 
ка; Вып. 1033). 


2.11. Микросхемы серий К538 и 
КР538 


Микросхемы серий K538 u КР538 — комплек- 
ты малошумящих усилителей, предназначенных 
для усиления малых электрических сигналов от 
генератора с низким сопротивлением в радиоиз- 
мерительной,  звукозаписывающей и другой зву- 
коусилительной радиоаппаратуре. Выполнены 
по планарно-эпитаксиальной технологии на би- 
полярных транзисторах с изоляцией элементов 
диэлектриком. 

В состав серии входят: 

К53З8УН] — малошумящий — универсальный 
усилитель; 

К538УН2, КР53З8УН2 — малошумящие низ- 
ковольтные усилители; 

‚ К5З8УНЗА, К538УНЗБ, КР53З8УНЗА, 
КР5З8УНЗБ — сверхмалошумящие —широкопо- 
лосные усилители. 


К53З8УН1 


Микросхема представляет собой малошумя- 
щий универсальный усилитель для усиления 
сигналов с частотой до 1000 кГц. Характеризу- 
ется малым уровнем шума в звуковой полосе 
частот, имеет большой коэффициент усиления и 
защиту от короткого замыкания на выходе. 
Предназначена для применения в высококачест- 
венной бытовой и студийной аппаратуре записи 
и воспроизведения звука, а также в различной 
радиоизмерительной аппаратуре. 

Корпус типа 301.8-2. Масса не более 1,5 г. 


<л > я © 
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Назначение выводов: | — питание (+U); 2— 
_ общий (—U,); ain ить вход; 4— He- 
инвертирующий вход; общий эмиттер диф- 


ренциального усилителя; 6, 7— коррекция; 


— выход. 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ........... 15 В 

Ток потребления при U, ,=15 В: 
при Т=-+25°С, не более .................... 10 мА 
ТИПОВОЙ ЭМАЧЕНИЕ oirisider 6 мА 
при Т=-25... +70°С, не. более ........ 10 мА 


Коэффициент усиления напряжения при И. = 
= 15 В: 


при Т=+25°С, не менее nouses 3:10% 


ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ osssseesesesosisesesesssesssssssse -105 
при T= +10.. +70° C, не менее ...... 2,5. 10“ 
Напряжение шумов при И. =15$ В, А, = 500 Ом, 
f=10...10 000 Гц, T= +25? С, не более 1,4 мкВ 
ТИПОВОе ЗНЕЧЕНИЕ неко иньиоозизесовицивованова 1 мкВ 
Коэффициент нелинейных искажений при И. = 
= 15 В, Ок =2 В, Куу= 50, f=1 КГц, T= +250 k 
8; ПОЛО донки 0,1% 
ТИПОВОе Значение pinossa 0,05% 


ых ‚8 


103 10% 109 10° 


° Зависимость выходного 
напряжения от частоты 


Частота единичного усиления при И, =15 В, 
Fe +2 С, nO MN onnado 10 MTu 

ТИПОВОЕ JHANCIMO isisi enii 30 MTu 
Максимальная амплитуда импульсов выходно- 
го напряжения при U ,=15 В, не ‘менее: 


E Tal О АЕ О, —3ЗВ 
ПИН 71—29... ОС iarri 0—5 B 
Входное сопротивление при И. =15 В, T= 
meS (С. EO МЕНЕЕ... иены 50 кОм 
Выходное сопротивление при И =15 В, T= 
=+25° C, типовое значение ................. 100 Ом 


Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ка питания на выходное напряжение при И, = 
=15 В, Т=+25° С, не менее ................ 100 дБ 

типовое значение .......... ини ннезаньнининьь 110 дБ 


Предельные эксплуатационные данные ; 


Максимальное напряжение питания ......... 30 В 
Максимальное входное напряжение ..... 300 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки (кратко- 


ПРОМОМНО В) RAINER EENE ниц PE N 0 Ом 
Температура окружающей среды: 
длительное воздействие .......... — 10... +70° c 
кратковременное воздействие ....... < +128° С 


Unn, та, 8 
2 


Зависимость коэффициента усиления Зависимость максимального 
аа от напряжения питания 


выходного напряжения от 


при U =15 В, Т=+25°С при А,=10 кОм, /<20кГц, Т=- напряжения питания при 
+25° C T= +25° С 
К 9 Ку» Ai 45 h МА 
ps? TE SDS EDA E RAS 


pm] y 
ны 


f iu 00 10 


0! mE u w 
Зависимости коэффициента Зависимость 
гармоник от частоты при 

U, =15 В, Оы, =2 В, 


T= 4+25° С 


тоты п 
К, =10 к 
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коэффициента 
усиления т от час- 


и 15 
м, у +259 С 


и" 


1087 № 10 А A A 


Зависимость тока потребления от 
напряжения питания при 
T= +25°С 


Схемы включения 


(1 =+12..:18 6 
02 0,1 


ЕЕ 
: 
92 R4 JOK 


Принципиальная схема ли- Принципиальная схема предва- Принципиальная схема предва- 
нейного усилителя рительного усилителя-корректо-  рительного усилителя воспроиз- 
ра для магнитной головки вы- ведения для магнитофона 


сококачественного ЭПУ 


Дополнительная литература 
я b 4161, 12-1 
налоговые и цифровые интегральные MHK- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубов- s ei Ar 
ский, H. A. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.-- 2-е изд. перераб. 
и доп-—-М.: Радио и связь, 1984.—432 с. _ 


К538УН2, КР538УН2 


Микросхемы представляют собой малошу- 
мящие низковольтные усилители. Предназначе- 
ны для усиления аналоговых сигналов низкой 
частоты при напряжении питания 0,9... 
..1,5 В. Оригинальное построение выходно- 
го усилителя и выходного каскада, работаю- 
щего в классе «Б», позволило уменьшить ток 
покоя до 0,4мА и получить максимальное 
значение выходного сигнала около 0,3 В при 
напряжении источника питания 1,2 В. Микро- 
схемы характеризуются низким уровнем собст- 
венных шумов, малыми нелинейными искаже- 
ниями и высоким коэффициентом усиления, 
Применяются также в миниатюрных слуховых 
аппаратах и приборах для медико-биологиче- 
ских исследований, $ 

Корпус типа 301.8-2 для K538YH2 и миниа- 
г пластмассовый типа 4151.12-1 для 
Ai З8УН2. Масса K538YH2 1,5r, КР1538УН2 
—— F. 


‚ КУЗВУН2 , КРУЗВУИ2 
| ЧИ 
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Назначение выводов 


Назначение вывода 


К538УН2 


Питание (+U) 
Коррекция 
Вход 

ед питание 
Регулировка Ку 
Выход | 


Со N > м 5 — 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 1,2 В 
Ток потребления при И, =1,2 В, T= +25° С, не 
р о ден 1,2 мА 

ТИВОВОС  ЗНАЧЕМИЕ ........... о сееьекионаальшьь, 0,4 мА 


Напряжение шумов при И, =1,2 В, f= 

=100... 5000 Гц, Т= +25° С, не более 1,5 мкВ 
Типовое ЗНАЧЕНИЕ .........1.. одне sesssessss 0,8 мкВ 

Максимальное выходное напряжение при U= 


=1,2 В, K,=7%, R,=1 кОм: | 
при T= +25° С, He a o OPREA S 0,25 B 
типовое значение ............. „ии ииоьнькивовоньь 0,32 В 


w 45 


-10 0 10 20 J0 407°% 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения’ от темпера- 
ры т среды п г 

=] кОм, /=1 кГц. 


_ бы, 8 
$0. 


20 


10 


10* Ry, KON 10’ 
Зависимость выходного напря- 
_ жения от сопротивления mars 


Ku при U,=1,2 В ` U,=1,2 В, 


``.220 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от напряже- 
ния питания при К, =1 кОм, 

}=1 кГц, 


Uy, nB/ VTG 

EROT EROT. AR 
N AO 
не 
у А В 


10? 


Зависимость напряжения шу- 
мов от частоты при 


Т=+2% С 


при Т=-10... +40° С, не менее ........ 0,23 В 
ТИПОВО@. ЗНЕЧЕВИО. ‹..4, о ррьль и арена вине 0,3 В 
Коэффициент усиления напряжения. при U, „= 
=1,2 В, U sux =0,2 B, К, =1 кОм, T= +25° С, не 
О a ИИ ИЯ 1500 
ТИПОВОв ЗНАЧЕНИЕ лы ценььны 2500 
Изменение коэффициента усиления напряжения: 
при изменении напряжения источника пита- 
ния на 10%, ие более iinis +2 дБ 
ТИПОВОе ЗНАЧЕНИЕ .......... лее иивелиненье + 0,5 дБ 
в диапазоне температур T= — 10... +40° C, не 
А ем +3 дБ о 
ТИНОВОС Значение „ие ачаьиенаацьциь +1 дБ 
Верхняя граничная частота при U =1,2 В, T= 


И о ааа ачанниа м, 10 кГц 
Входное сопротивление при U,„=1,2 В, T= 
AS Е Aks ОРС 2 кОм 
Предельные эксплуатационные данные 
Максимальное напряжение питания ........... 2 В 
Максимальное входное напряжение ......... 0,1 В 


Минимальное сопротивление нагрузки 200 Ом 
Температура окружающей среды' —10... +40° С 


Е я кратковременное воздействие температуры 


-10 0 10 20 30 4015 


12 15i, B 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 

жающей среды при = 
= +25° С 0. =1,2 В 


А | | 
АРВ | [7 


01 


10° f. Tu 


Зависимость коэффициента rap- 
моник от выходного напряже- 


К =2 кОм, ния при R,=1 кОм, /=1 кГц 


Схемы включения 


+09...158 


К998912 
C1100 
5 


р. т 
ja i 


Принципиальная схема линейного усилителя с 
регулируемым коэффициентом усиления 


К! Е: 
эк T 
ik 
ni | 65. 10,0 


Ио 
И 
| 
Принципиальная схема слухового аппарата 


К5З8УНЗА, К5ЗЗУНЗБ, 
КР5ЗЗУНЗА, КР5ЗЗУНЗБ 


Микросхемы представляют собой сверхма- 
лошумящий широкополосный усилитель сигна- 
лов частотой до 3 МГц. Шумовые характери- 
стики усилителя оптимизированы для работы с 
низкоомными генераторами сигналов (от сотен 
ом до единиц килоом). Коэффициент усиления 
фиксирован внутренним делителем, имеется 
возможность его внешней регулировки. Усили- 
тель предназначен для применения в качестве 
предварительного усилителя воспроизведения 
кассетного магнитофона высшего класса, а 
также в качестве усилителя для низкоомных 
датчиков. 

Корпус типа 301.8-2 (см. К538УНТ) для 


микросхем К53З8УНЗА, К538УНЗБ и пластмас-' 


совый типа — 2101.8-1 для  КР53З8УНЗА, 
КР53З8УНЗБ. 


Масса — К53З8УНЗА, К5З8УНЗБ— 1,5 г, 
КР53З8УНЗА, КР53З8УНЗБ — | г. 


2107. 8-1 


Назначение выводов: 1 — питание (+U), 2— 
не используется; 3 — коррекция; 4— вход; 5— 
вывод регулировки коэффициента усиления; 6 — 
емкость фильтра; 7 — общий (— U); 8 — выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 6В 
Ток потребления при U, =6 В, T= —45... +70° С, 
ПЕ" БОЛЕЕ и прое И 5 МА 
Коэффициент усиления напряжения с внутрен- 
-= обратной связью при U ,=6 В, f=1 МГц, 
=1 мВ, А, =10 кОм, T= {25° С: 
338V H3A KP538YH3A, He менее ........ 200 
К538УНЗБ, КР53З8УНЗБ, не менее .......... ... 150 
K538VH3A, KP538YH3A, типовое значе- 


< ооо соо оо ооо ооо оо оо ооо осо оо соо со ооо ото ооо осо соо ооо 


K538 НЗ, КР5З8УНЗБ, - типовое значе. 


К538УНЗА, КР53З8УНЗА, не более 
K538Y H35, КР5ЗЗУНЗБ, не более 


‚300 
350 


(ESEESE EE] 


Коэффициент усиления напряжения без. внутрен- 
ней обратной связи при U, ,=6 B, f=1 МГц, 


О, =1 MB, К, = 10 кОм, 
значение 


Т= +25° С, типовое 
3000 


Нормированное напряжение собственного шума 


при И, =6 В, /=1 кГц, К, = 500 Ом, К„=10 кОм, 
ов 4-25" С; ие более. ;. ине ильььныь 5 "Bv E 
типовое значение ....... ии инининниннь, 2,1 нВ/ 


ах выходное напряжение 
=6 B, А =2 кОм, К <10%, Т=-45° 
ЗУ ЗА, KP538YH3A, не менее 
K538Y H35, КР5ЗЗУНЗБ, не менее 


Iu, ПА/ УТ 


МИ" Ш 0 10° 3 
Зависимость шумового тока 


от частоты при U, =6 В, 
К, = 500 кОм 


THE тив 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от на- 
‚ пряжения Ая п 

/=1 МГц, К, =10 кОм. За. 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 

зависимость 
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ор" п = 


м. "B/V 


KSIBUHI(A, 5) 
КРЯЗВУНУ (A, 6) 


10! 


10° 


10° 107102 107 10° Гц 


Зависимость напряжения 
шумов от а при 
‚= 500 Ом 


О, =6 В 


-60 -40 -20 0 20 40 607°C 


Зависимость выходного HANDA- 

жения от температуры 0,265 
ды при 

„=2 KOM 


жающей 


К53З8УНЗА, КР5З8УНЗА, типовое uo 

К5ЗВУНЗЕ.  KPS38VH3B, типовое  значе- 

о Ве FERO RERE ВИО 
Верхняя частота среза при 0, =6 В, К, =. кОм, 
Куи=100, T= +25° С, типовое значение 3 МГц 
Входное СОПРОТИВЛЕНИЕ ........ еее сониииевни 10 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания 
Максимальное входное напряжение ..... 
Минимальное сопротивление нагрузки (крат- 
ковременное) 0 Ом 
Температура окружающей среды: 
длительное воздействие —45... +70? C 
кратковременное воздействие —60... +125° С 


вооочосо 


Ко, 45 


м 


REARS SSS 


ETT 
KSIBIHI(A, B), КРУЗ, В | 


-60 -40 -20 0 20 40 901 


J00 
200 
100 


пение коэффициента усиления 

пряжения от температуры окружаю- 

среды при ПО. =6 В, /=1 МГц, 

„a= 10 кОм. аштрихована область 

бой значений параметра для 95% 

микросхем. Сплошной линией пока- 
зана типовая зависимость 


Kyu 45 


KSSOYNI(A, E), KPIIBYINI(A, B) 


50 
90 
40 
J0 


10° 10! 10? 10% 10* 103 10°F i4 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от частоты 
при О, =6 В, К, и=40 дБ =const 


Схемы включения 


+68 
КАЧ A c3 o1 KSIBYHJA 
KPSIBYNIA ПРАВУ 
(1 10, 9. 01 100 


Выход Ri 


RJ Joa ea 


Принципиальная электричес- 

кая схема линейного усили- 

теля с полосой пропускания 
1,5 Гц...3 МГц 


+68 


 KSIOYHIA 
APSIOYNIA 


C150 
4 


Принципиальная схема предварительного уси- 


лителя воспроизведения для магнитофона. Уси- 
литель характеризуется следующими основны- 
‘ми параметрами: И, ^20 мВ при /=1| кГц, 
0 
. rS 0 


‚ Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы: них, 
Б. В. и Л. Ф. Лунин. Ю. H. Смирнов 
и ap; Под ред. B. В. Тарабрина.— M.: Радио 
и связь, 1984.— 528 с. 


2. Певницкий C., Филин С. Предварительные 


силители на 


КР53З8УНЗ// 
6.—С. 45, 46. 


адио.—1984.— 


2.12. Микросхемы серий К548 
и КР548 


Микросхемы серий K548 и КР548 — комплек- 
ты малошумящих усилителей, предназначенных 
для усиления малых электрических сигналов 
в аппаратуре магнитной записи и воспроизведе- 
ния звука, слуховых аппаратах, радиоизмери- 
тельной и другой аппаратуре. Выполнены по 
планарно-эпитаксиальной технологии на бипо- 
лярных транзисторах с изоляцией элементов 
_ диэлектриком. 


Принципиальная схема уси- 
лителя с регулируемым ко- 
эффициентом усиления 


росхема имеет малые шумы 


КЯЗВУНУА 
_ КРАУВУНУ 


CI 


$ 
#0. 


Принципиальная схема уси- 
лителя с повышенной чувст- 
вительностью. Усилитель 
характеризуется следующи- 
ми основными параметрами: 
К, и=3000, К, =3%, 
Usu =0,5 В, f =200 кГц 


В состав серии входят: 

К548УН1А, К548УН1Б, К548УН1В — двух- 
канальные малошумящие усилители; 

К548УН2 — малошумящий УНЧ для слухо- 
вых аппаратов; | | 

KP548Y H3 — специализированная микросхе- 
ма для высококачественных слуховых аппа- 
ратов. 


К548УНТА, K548YH15, 
К548УН1В 


Микросхема представляет собой малошумя- 
щий двухканальный усилитель для предвари- 
тельного усиления сигналов частотой до 1 МГЦ, 
Предназначена для применения в высококачест- 
венной стереофонической бытовой и студийной 
аппаратуре записи и воспроизведения звука, 
а также радиоизмерительной аппаратуре. Мик- 
и нелинейные 
искажения, внутреннюю частотную коррекцию 
и защиту от коротких замыканий. 

Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 


9484 (A-8) 


| Е 
) 


nN 


ĝ 10 
6 
7 8 
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201. 14-1 115 


0,7 


дона ключа 


Электрические нараметры 


Номинальное напряжение источника пита- 

о ок 12 В 

Ток потребления при U, ,=12 B, T= =10. 
неа. a М. р PE ар 15 мА 


Коэффициент усиления напряжения в несиммет- 
ричном ры при U,=12 B, В, =10 кОм, 


Usura = 2 J= 100 Гц: 
при Т= 425° С, не менее liioin, 5.10“ 
ТИПОВОЕ значение: i ici Aiia ase 105 


при Т=-—10 и +70°C, не менее ... 2,5104 
Коэффициент нелинейных искажений при U = 
=12 В, КА„=10 кОм, Ки=50, Оы,=28В, T= 
= +25° С, типовое значение ................... 0,05% 
Напряжение шумов, приведенное ко входу, при 
И, =12 В, /=0,02...10 кГц, А, =600 Ом, R,= 
=10 кОм, Т= +25° С, не более: 


НТА ыы E 0,7 мкВ 
КОИ лианы 1 мкВ 
КУ: ол, поили 1,6 мкВ 


Максимальная амплитуда импульсов выходно- 


‚го нап GARTE npe U, =12 В, /=0,1 кГц, R= 


=10к 
при T= 8% Ti не менее ............. U, — 3 B 
TURONOR::JHAVÖRHE ......1. иль иинььькьннь о, U, —2 B 
при T=—10 и +70° С, He менее. U, —4 B 


K5L8IHI (A-8) 


РРР 
hi 
EF 


Назначение выводов: ] — вход неинвертирую- 
щий 1-го канала; 2— вход инвертирующий 1-го 
канала; 3 — общий эмиттер дифференциального 
каскада 1-го канала; 4— общий (-0.); 5, 
б — коррекция 1-го канала;' 7— выход 1-го кана- 
ла; 8— выход 2-го канала; 9— питание (+U); 
10, 11—коррекция 2-го канала; 12— общий 
эмиттер fm i ertuna Brin каскада 2-го кана- 
ла; 13— вход инвертирующий 2-го канала; 
14— вход неинвертирующий 2-го канала. 
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i 
| 


4 
м 12 13 и 10 
Частота единичного усиления при U =12 B, 
U„=10mB, R,=10KOm, Т=+25 С, ве 
МОИ "ие ера 20 МГц 
типовое значение .............нньнььььь. 30 МГк 


Коэффициент ослабления выходного напряже- 
ния соседнего канала ти U,=12 В, К/и=1000, 
f=1 кГц, В, =600 Ом, R,=10 кОм, Ош =2 В, 
T= +25° С, типовое значение не ВУ 60 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ка питания к входному. напряжению при И = 


=12 В, /=1кГц, К‚,,=500, R„,=10 кОм, T= Предельные эксплуатационные данные 
еее strissa g ДВ Максимальное напряжение питания ..... 30 В 


Входное сопротивление при И 212 в, T= Максимальное входное напряжение ..... 300 MB 


=+25° С, типовое авиа не 250 кОм рН реа м —10... +70° С 


и 0 m'si 9 12 1 2 2% 214,8 0 10° № 
Зависимость выходного напря- Зависимость коэффициента уси- Зависимость коэффициента 
жения от частоты при ления напряжения от напряже- гармоник от частоты 

О =13 В, К, =10% ния питания 
Ken, Un ? 45 (вх, нв/У Кос, бых, ск». 45 


10? 


R К4ВУИИ(А-Б) 
> 


10 


| дмаиии-я 


1 
9-1 15-10 21 24 270,8 10? 10° и. № т 
Зависимость коэффициента Зависимость приведенного Зависимость коэффициента ос- 
влияния источника питания на KO входу напряжения шумов лабления выходного напряже- 
коэффициент усиления от частоты ния соседнего канала от 
напряжения частоты 


Схемы включения 


78 ) Выход 


Принципиальная схема линейного усилителя Принципиальная ‘схема линейного усилителя 
[симметричное Раю микросхемы [несимметричное — включение | микросхемы 
К548УН1 (А—В)], К, и=(В3+Е2)/В2 - К548УН1 (А—В)], K, v =(R3+ R2)/R2 
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54241. 1.4 


Принципиальная схема усилителя воспроизве- 

‚дения катушечного магнитофона [27]. Основ- 

ные параметры усилителя: диапазон рабочих 

частот 40 "ig 000 Гц; номинальное входное Ha- 

пряжение | мВ; номинальное выходное напря- 

жение 250 мВ; коэффициент гармоник на часто- 
те | кГц не более 0,2% 


„НЧ“ 
и 1 
0110 tin 100 


R236n ПИЩИ 65 
и igge 


Принципиальная схема активного регулятора 
тембра [27]. Диапазон регулировки АЧХ: 

ка, ар ВЫ, ПОР ОЩИИЕ ТСО E TE АИИ +12 дБ 
С о Жи ЕАО СИИ +12 дБ 


pe 
02 100.05 R2 


Принципиальная схема пикового детектора [30] 
Ucs = 1,3 +(1 +R2/R1) Олл. 
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Принципиальная схема микрофонного усили- 
теля [27]. Основные параметры усилителя: 
диапазон рабочих частот 20...20 кГц; номи- 
нальное входное напряжение | мВ; максималь- 
ное входное напряжение 30 мВ; номинальное 
выходное напряжение 250 мВ; входное сопро- 
тивление не менее 4,7 KOM; отношение сиг- 
нал-шум более 60 дБ; koyppaumenT гармоник 
при выходном напряжении 5 В не более 0,2% 


C4 005 


0140 
09 


Принципиальная схема пассивного регулятора 
тембра [27]. Диапазон регулировки АЧХ: 


оч. с м ма РА E AE A A T +15 дБ 
HE ое TOTE РНИИ РОИНИ ЛИНЬ седых +15 дБ 


VD1-VD4 
ДЕ 


02 
100,0 *5 RI 
+ ESN 


Принципиальная схема детектора среднего 3Ha- 
чения [31 


Принципиальная схема предварительного уси- 
лителя-корректора для электромагнитного зву- 
коснимателя ЭПУ [28]. Основные параметры 
усилителя: диапазох рабочий частот 
20 Гц...20 кГц; коэффициент усиления напря- 
жения 40 дБ; отношение сигнал-шум 70 дБ; 
коэффициент гармоник в диапазоне рабочих 
частот не более 0,05%; входное сопротивление 
не менее 300 BET ао нагрузки 
кОм 


K правом. 


*L e 
3025 |, R4* 
К pesyannopy J, ôK 


ОМКости 
прабово wanana 


г 
RG 47r 


9 
CS 100x10 
aat) KSLBUNIA C> 


J + Bood 
(2 C6 d |9] RI 
100. Rew 060 530x 
ESN 


RI 
200 | Ra 22 64% ^8 390 
ESE EY 


D 
O eE T 
20005 + r RSA * | +0005 
OPON paani VDI BIBA 


Принципиальная схема предварительного уси- 
лителя воспроизведения катушечного магнито- 
фона с подключением магнитной головки не- 
посредственно на вход микросхемы К548УН1А 
29 Основные параметры усилителя: диапазон 
рабочих частот 30 Гц...20 кГц; номинальное 
выходное напряжение 25 мВ 


каналу 


F1 2А. 


B2 
+$ГД-вЕ 
R? ; K ae оду 
1раг080 
06 3300 Тк у ме 


Принципиальная схема стереофонического усилителя мощности кассетного автомобильного 
проигрывателя [32] 


R1* 1n R4 9, Зк. 


EYW = 
+ 


04 
I eso 
р 
SOK У! 
С) KT31025 
|. r „02 10,0%108 
R 
: WAHE 
К K 
8xoð 47x308 RI 7 RG pe Rg* 
би 10x PaA р 
00L 


[+ 67 68 
47015 0,15 K инбикатору K senepamopy 
RIO Rü побмазничивания 
900 47 ` 


Принципиальная схема усилителя записи кассетного магнитофона [33] 
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К548УН2 


Микросхема представляет собой малошумя- 
щий усилитель низкой частоты для миниатюр- 
ных слуховых аппаратов’ типа «Заушина» с 
максимальным уровнем акустического давления 
(с телефоном типа ТЭМ) до 115 дБ и акустиче- 
ским усилением до 55 дБ. Содержит малошумя- 
щий предварительный усилитель, выходной уси- 
литель и цепь автоматической регулировки 
усиления. Имеется возможность введения регу- 
ое частотной коррекции (регулятора темб- 
ра 

Корпус типа 4151.12-1 [(см. 548УН1(А— В)]. 
Масса не более 1r. 

Функциональный . состав: Г— предваритель- 
ный усилитель; 1] — оконечный усилитель; MI — 


$191. 12-1 
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усилитель системы автоматической регулировки 
усиления. 

Назначение выводов: 1— неинвертирующий 
вход предварительного усилителя; 2 — регули- 
ровка постоянной и АРУ; 3— выход 
АРУ; 4, 5— корпус (— Un); б— вход оконечного 
усилителя; 7— питание "микрофона; 8 —выход 
оконечного усилителя; 9 — питание (+U); 10— 
выход предварительного усилителя; ll вход 
АРУ; 12— инвертирующий вход предваритель- 
ного усилителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 1,2 В 
Ток потребления при U,= 1,2 В: 
при Т=+25°С, не более ................... 1,2 мА 
ТИПОВОЕ. ЗНАЧЕНИЕ ........... лее лиоиеььнььь 0,45 мА 


при Т=-25 и +55° С, не более ..... 1,3 мА 
Коэффициент усиления при И, =1,2 В, T= 
=+25° С, ПЦ, =0,2 В, В.=1! кОм, не ме- 
ОА, ОВАЛ НЫ ОНА E ET PENDE EPEA СО 2000 
типовое значение ...........; „зо еоооосвооовозьь 2400 
Приведенное ко входу напряжение собственных 
шумов при U, ,=1,2 В, А/=100... 5000 Гц, T= 


wP C Pe ООД лье ециичени 1,5 мкВ 
ТИНОВОВ- IMAVERE ......:.. ие ленедеесаченься 0,8 мкВ 
Выходное напряжение при И! =1,2 В, К. =7%, 
К, =1 кОм: 
при Т=.+25° С, не менее .................... 0,25 В 
ТИПОВОЕ. ЗНАЧЕНИЕ .......;....... „чье еововововичово 0,32 В 
при Т=-—10 и +55°С, не менее ..... 0,23 В 
Верхняя граничная частота ..................... 8 кГц 
Глубина регулировки АРУ при ПИ, =1,2 В, f= 
=1 кГц, Г=+25°С, не менее.............. 14 дБ 
ТИПОВОЕ Значение :.. 4... .ъьь ховьонииооооесивьвае 16 дБ 


Входное сопротивление при И„=1,2 В, T= 
а а дари 24 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ........... 2 В 

Максимальное входное напряжение ......... 0,1 В 

Минимальное сопротивление на- 

ПИ раны 400 Ом 

Температура dipyn 

HUn an O nia i aa — 10... +55° С 
Лых, 8 


105 F fu 


Зависимость выходного ph isa от частоты 
при К, = 


-10 0 10 20 30 40т5 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от темпера- 
туры окружающей среды 


s, 4 


0 
10 102 0 № № wê 


Зависимость коэффициента усиления напряже- 

ния от частоты: 

1—в режиме предварительного усилителя, мы 20 кОм; 2—в 
т 


режиме выходного усилителя, К кОм 


Схема включения 


„Тембр“ R1 10x 


C2 +8 100“68 


651002 
CION Y deun- 
ЧН t nue" +U 
R2 oyy р R ха 
4a ТИ 
4668 
: JEA C8 100*68 
5: м. 
210987 7 R,>400 
№9468912 
123456 
+ 
67 100-68 T 
| AP RI 43n 
Kaes, Я +20 
ESS 
10x68 ВЫКЛ 
Типовая схема включения микросхемы 


К548УН2 в состав слухового аппарата 


09 12 15 180,8 ВЯ еж 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от напряже- 
ния питания 


ЧЕ, ИВ 

OSL rron 

EDUN 
р 


ИЖ 


Зависимость приведенного 
ко входу напряжения шумов 
от частоты 


КР548УНЗ 


KP548Y H3 — специализированная микросхе- 
ма, предназначенная для использования в высо- 
кокачественных слуховых аппаратах с макси- 
мальным выходным акустическим давлением до 
132 дБ и усилением до 75 дБ. Может также 
применяться в приборах для научных исследо- 
ваний. Состоит из малошумящего предвари- 
тельного усилителя с регулируемым коэффи- 
циентом усиления и выходного усилителя мощ- 
ности. Имеются возможности подключения ре- 
гуляторов тембра, телефонной катушки, ограни- 
чителя уровня выходного сигнала. 

Корпус типа 4151.12-1! [см. К548УН2]. Mac- 
са не более | г. 


КУ48УИУ 


Функциональный состав: Г— предваритель- 
ный усилитель, П=— усилитель мощности. . 

Назначение выводов: 1— неинвертирующий 
вход предварительного усилителя; 2— общий 
вывод предварительного усилителя, питание 
(-0.); 3—вход усилителя мощности; 4— €M- 
костной фильтр; 5, 8— выход усилителя мощ- 
ности; 6— общий вывод усилителя мощности, 
питание (— U); 7— питание (+0,), 9, 10— em- 
костной фильтр, 1/1 —выход предварительного 
усилителя, 12 — инвертирующий вход предвари- 


‚ тельного усилителя. 
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КРУ48 919 


2 > на 


1 12 11 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение источника пита- 

ан ну A O A 1,3 B 

Ток потребления при U,=1,3 В: 

при Т=-+25` С, Ве, более... еееинеиеиаьннь 2 мА 
типовое значение... ини 0,6 мА 


при Т=-10 и +55° C, не более ..... 2,5 мА 
Коэффициент усиления тракта в типовой схеме 
включения при А, = 300+ 300 Ом, Usm =0,2 В: 

при Т=-+25°С, не MHO upronenew 72 дБ 

ТИПОВО6  ЭВАЧЕНИЕ - нееоеиино нии вепачьвевнатенн 76 дБ 

при Т=-1!0 и +55° C, не менее ...... 67 дБ 
Коэффициент усиления предварительного уси- 
лителя в основной схеме включения при R,= 
=20 кОм, И, =0,1 В, T= +25° С, типовое зна- 
о С Е 40 дБ 
Приведенное ко входу напряжение шумов в 
полосе частот 100 Гц...5.кГц при ЦИ, =1,3 В, 
АЯ. С 1,5 мкВ 

ТИЦОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ uiaou 0,8 мкВ 
Коэффициент гармоник при И, =1,3 В, А, = 
= 300-300 = Ом: 


при (И. =0,6 В, Т=+25°С, не 6o- 
о аи бад, 10% 
типовое значение ....... а чае 3% 
при П,„„=0,5 В, Т=-10 и +$55° С, не бо- 
о Е О ор НОЯ 10% 


Верхняя граничная частота тракта в типовой - 


схеме включения при И =1,3 В, T= +25° С, 
ИНО НОЙ: E TE T рн  наще 5 кГц 
Входное сопротивление предварительного уси- 


230 


SUPE 


R21 
ESETA heor DA 
Wham 
Et 
м, | 


9 
tap 


P 
lè 
E 


РОВ 
3 
<» 


лителя, выходного усилителя при И =1,3 В, 
Ти +25°7С, ив мове алии 10 кОм 
типовое значение ‚,.... „иене 24 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТАНИЯ oveorecocrecns 0,9.., 2,0 В 
Максимальное кратковременное напряжение пи- 


АИ RAE TE AE AEREA EEST PF A OND ЗВ 
Максимальное входное напряжение .........., 1B 
Минимальное сопротивление HA- 

ГРУЗИИ auanei A ны 100 Ом 
Температура окружающей 

ПРЕ онльдиьовыы ОЕ — 10... +55° С 


10 19 


164,85 


Зависимость коэффициента усиления напряже- 
ния усилителя мощности от напряжения 
питания 


Uu.» В/У 


EAEE 
Benmi 
p 


ими || 
ОЕ: E. a 


15 60 


10 40 


5 20 


10°% y 


Ау, 45 


и. 
ме 
НЫ 


ринит N 
2.103 210° 2:10 Z, Tù 10 15 


Мы, В 
ини Y 


8 
РА 
име 


h6 Un, B 


Зависимость приведенного ко Зависимость коэффициента уси- Зависимость выходного напря- 


входу напряжения шумов от ления 
частоты 


108 10° 10* 1055 Гц 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения усилителя 


ления 
мощности от частоты 


n0 18 204,8 


Зависимость коэффициента уси- 
напряжения 
тельного усилителя от напряже- 


напряжения предвари- жения от напряжения питания 
тельного усилителя от частоты 


10 19 160.8 


Зависимость тока покоя от 


предвари- напряжения питания 


НИЯ ПИТАНИЯ 


KPS46YNI 


Ta 
PSE 
kA 


0 4,8 


‘Зависимость коэффициента гармоник усилителя 
мощности от те напряжения на частоте 
=3 КГЦ 


Типовая 


Схема включения 


81 
M 
H a од 
158 
Ri 
НИ 01 | : 
м НН "в УЛ 
O 


схема 
КР548УНЗ в состав слухового аппарата 
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‚ включения микросхемы 


2.13. Микросхемы серий K572 и 
КР572 


Микросхемы серий K572 и КР572 — комц- 
лект цифро-аналоговых и аналого-цифровых 
преобразователей для построения радиоэлект- 
ронной аппаратуры с цифровой обработкой 
аналоговых сигналов и устройств сопряжения 
вов аппаратуры с ЭВМ. Выполнены по 

МОП-технологии, резистивная матрица — по 
Too ев 
В ав входят: К572ПАЛА, 
КУПАТЬ, К 5721, 1B, К572ПА1Г —умножаю- 
о-аналоговые преобразователи; 
572 ПА2А, 572ПА2Б, К572ПА2В — 12-разряд- 
ные аналого-цифровые преобразователи после- 
довательных приближений; 

К572ПВ2А, К572ПВ2Б, К572П0В?2В, 
КР572ПВ2А, КР572П ВЭБ, КР572ПВ2В — интег- 
рирующие аналого-цифровые преобразователи 
на 3,5 десятичных разряда с выходом на 
семисегментный светодиодный индикатор. 


К572ПАЛА, К572ПАЗБ, 
К572ПА1ЛВ, К572ПАЛТГ 


Микросхемы представляют собой умножаю- 
щие цифро-аналоговые преобразователи. Вы- 
полнены по КМОП-технологии. Предназначены 
для применения в устройствах преобразования 
информации, устройствах ввода и вывода мини- 
и микро-ЭВМ. 

Корпус типа 201.16-8. Масса не более 2 г. 

Назначение выводов: | —1-й аналоговый Bbl- 
ход; 2—2-Й аналоговый выход; 3— общий; 
4— 1-й mo овой вход (старший значащий 
разряд); 5—2-й цифровой вход; 6 — 3-й цифро- 
ВОЙ ВХОД; 7—4-й цифровой вход; 8 — 5-й uuo- 
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201. 16-8 


(младший значащий разряд); 14—-питание 


‚ (+0.); 15— опорное напряжение; 1/6 — вывод 


резистора обратной связи. 
Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 15 В 
Ток потребления при U, =15 В, Un=3, 6 B, 
О„=10, 24 B, не более: 

о А отр E ОНИ ИРА НН 2 МА 

и 1+ в. —- Юных ЗмА 
Дифференциальная нелинейность при U= 15 В, 
U} =3,6 В, U2% =0,8 В, И, =10, 24B (% от 
полной шкалы): 


ровой вход; 9— 6-й цифровой вход; 10— 7-й при Т=+25° С: 
цифровой вход; 11 —8-й цифровой вход; 12— ура, E p ИИА ТАИСИЯ +0,1% 
9-й цифровой вход; /3— 10-й цифровой вход KORAM D: ainia +0,2% 
К972 ТА! (A-T) 
Мс анк: m e ско сию сию чи сию сн зы smin J 
R R 
21| 2R || |] 24 []2^ 
ПЕ T iaa a Боб g e NAPE b vok о 14 
VTI | ИЗ ИТ | ИЕ $1 152 | 1570 
| T Е | | 
a j | | | 
| a | | | 
Г. Г | | | 
: yT? | | 
| vrs | И | vra) | [vro ||) l R=7..15r0n || | 
1| g | | 
ны ани пили A E -- L < paa AL 
Ваза BAR БВ SSE GERERE TEES E р 
вн R 16 


КАНА ны лью SEE + 0,4% 
eyy a EE E E а ES +0,8% 
npa T= +70° C: 
РТ: S T EROAN A AE EEEREN +0,2% 
КПА idnina jinsa das +0,4% 
KOHA LB наи +0,6% 
KOHATE diriana reii Ai +1% 
при T=—10° C: 
СИЕ, E A ЕЕ EAE r RN +0,3% 
KASTLEIN a +0,5% 
К572ПАЛВ............... О Е +0,7% 
ЕР ЗО О ИИ САИ" +1% 
a a s rn La ea a RAAE TT AEE азрььей 10 бит 


Погрешность коэффициента преобразования 
при (И. =15 В, 01. =3,6 В; О„=10,24 В (% от 
полной шкалы): 


о о ОЖ ОМА AA +3% 
о У. ИО ВИТА +4% 
won Роны +4,5% 


Время установления выходного тока при U,= 


Inor, MKA 


Зависимость тока потребле- Зависимость 


ния от напряжения питания 


«10-5 


Кал, п» ут, вых › НА 


дифференциальной нелинейнос- 
ти от напряжения питания 


=15 В, 01. =5 В, бы =0,8 В, О. „= 10,24 B, не 


DOOIE ак а 5 мкс 
Среднее значение входного тока по цифровым 


1 ВО < НЕ бое и oeieo t sotke 1 мкА 
Выходной ток смещения нуля при И =15 В, 
О „=10,24 В, T= +25° С, не более ......... 200 нА 
Выходной ток при О„=10 В, не более ...... 2 мА 

Предельные эксплуатационные данные . 
Напряжение питания ...............еьинииььнинь» 5... 17 В 
Опорное напряжение .....................ьеенннние. +17 В 
Входное напряжение низкого 
УВ ее, 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого 
УРОВНЯ: ен 3,6 В 
Температура окружающей 
|, АА ИИА ЗВ ЕАН —10... +70° С 


Примечания. 1. При эксплуатации peko- 
мендуется подавать напряжения на микросхему 


Akn, % от полной шкалы 


№572 ПАИА-Г) 


нормированной _ Зависимость погрешности коэф- 
фициента передачи тока от на- 
пряжения питания 


Ibux , MKA 


nman ПТ 


moca aa 
Ht 


100 
E E T 10° 0 УЩ. 
Зависимость коэффициента Зависимость выходного тока Зависимость выходного тока 
влияния источника питания от частоты 


-OT напряжения питания 


утечки от напряжения питания 
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Noup» % om полной шкалы 


-20 0 20 9 607°C 


Зависимость дифференциальной 
нелинейности от температуры 
окружающей среды 


в следующей последовательности: потенциал 
общей шины, напряжение питания, опорное 
напряжение, напряжение на цифровые входы. 
Порядок снятия напряжения обратный. 

2. Порядок подачи на микросхему входных 
напряжений Ui < 5,5 В произвольный. 

3. Опорное напряжение может быть задано 
любой полярности и формы. Незадействован- 
‘ные цифровые входы должны быть соединены с 
общей шиной. 

4. Не допускается подавать на выводы / и 2 
напряжение менее —100 мВ и более Va Не 
допускается подавать на выводы (кроме выво- 
дов /, 2, 15) напряжение mence 0 и более Up 


Схема включения 


Входные ТТЛ-дробеи 


Схема включения микросхемы К572ПА1 
(АГ) с ТТЛ-схемами по входам 
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[4 
-0 0 2 940 501,5 


фициента передачи от темпера- 
туры окружающей среды 


500 
-20 0 


20 40 607°C 


Зависимость погрешности коэф- Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды 


Цифровые дходы 
K572MA1(A-T) 


Типовая включения 


схема 
К572ПА! (А — Г) с операционным усилителем 


микросхемы 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубов- 
ский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. _ 
и доп.—М.: Радио и связь, 1984.— 432 с. 


К572ПА2А; К572ПАЗБ, 
К572ПА2В 


Микросхемы представляют собой 12-разряд- 
ные умножающие цифро-аналотовые преобра- 
зователи. Выполнены по КМОП-технологии. 
Предназначены для применения в схемах двух- 
квадрантного умножения с одним внешним 
операционным усилителем, четырехквадрант- 
ного умножения с двумя внешними операцион- 
ными усилителями, записи и хранения цифро- 
вых данных. 

Корпус типа 4134.48-2. Тип микросхемы 
приводится на корпусе: К572ПА2А —TIA2A; 
К572ПА2Б — ПА2Б; К572ПА2В——ПА2В. Mo- 


052 4134. 48-2 02 


букву заменять кодом: 
две точки; В-— три точки. 


пускается oray 

А — одна точка; 
Назначение выводов: 2— 2-Й аналоговый вы- 

ход; 4—-аналоговая шина; б ——-вход управления 


ит гистра; 8—1/9 — цифровые входы с 
1-го (СЗР) по 12-й (МЗР); 20 — питание (+U); 
21— вход управления второго регистра; 22— 
цифровая общая шина; 24— питание (+U), 
30— вывод конечного тои матрицы; 35 — 
опорное напряжение; 47--вывод резистора об- 
ратной связи; 48— 1-Й аналоговый выход. 


Таблица функций 


Сигналы на логических 
входах ТЕ 
регистрами ЦАП 


Вход КС! | Вход RG2 
(вывод 6) | (вывод 27) 


Выполняемая функция 


Запись данных в АС/, xpa- 
нение предыдущих данных 
в RG2 

Запись данных из АС] в 
КС2, хранение данных в 
RGI 

Прямое прохождение дан- 
ных через RGI, RG2 


Электрические параметры 


Номинальное напражение питания; 


Ток E E TAE от источников И и Unz при 
И: =5 В, U,2=15B, U „=10,24 В, Ul =2,4 В, 
ве ООВ, рипа an A a 2 мА 
Дифференциальная нелинейность (% от полной 
шкалы) при И! =5В, ЦИ, =15 В, О= 
=10,24 В, Ul, =2,4 В, 0%, =0,8 В: 

К5ВАЗА Бы ан +0,025% 


° значение 


И 2 _  КУ72ПАР(А-В) 38 


Re30Kt30% ne 
22 яя 
о НЕ +0,05% 
К572ПА2В „нии т +0,1% 


Погрешность коэффициента преобразования (% 
от полной шкалы) при И! =5В, И. =15 В, 
(„=10,24 В, U} =2,4 В, U}, =0,8 B .... +0,5% 
Время установления выходного тока при Ол: = 
=5 B; 0(,:=15 B, U= 10,24 В, Ul =4,9 В, 
U a0 В, не бое рено 15 мкс 
ыы утечки на выходе при И! =S В, Up= 15 В, 
(„= 10,24 В, И\=2,4 В, типовое 

с р от ле о 50 нА 
Входной ток' по каждому цифровому входу 
при Ua =5 В, И. =15 В, типовое 


ЗИИНЕНИЕ рено 1 мкА 
Выходной ток‘ при И„=17`В, не о 
о И 0,82 мА 


Температурный коэффициент дифференциаль- 
ной нелинейности, типовое 

ЗОНЕ ен папой 10761/° C 
Температурный. коэффициент погрешности ко- 
эффициента преобразования, типовое 
ОЕ А 2.10-°1/°С 


1 При Un < Unn Un & Uar 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


ны акне ОН 4,75... 17 B 

ен OT E TTE AE E 13,5...17 В 
Опорное напряжение ....... „ни ииининиоаниня +15 В 
Напряжение высокого уровня ........... 2,4... 17 В 
Напряжение низкого уровня ............... 0... 0,8 B 
Температура окружающей | 
ОА ФВ —10... +70° С 


Примечания: |. При эксплуатации peko- 
мендуется подавать напряжения на микросхему. 
в следующей последовательности: потенциал 
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общей шины, напряжение питания И.›; напря- 
жение питания U 1; опорное напряжение, напря- 
жение на цифровые входы. Порядок снятия 
напряжений обратный. 

2. Опорное напряжение может быть задано 
любой полярности и формы. 

3. Незадействованные цифровые входы 
должны быть соединены с общей шиной. 

4. Монтаж микросхемы на плату допус- 
кается только один раз. 


0 04 QB 12 16 2,8 #9 


Зависимость тока потребления 

от первого источника питания 

от уровня входного напряжения 
при О: =5 , gpm 


Гот s МА 


KST2NA2(A-B) | 


0,002 


EAT и AAI 


Зависимость тбка потребления 
от первого источника питания 
от уровня входного напряжения 

при Un 


= 22 => 


v Са дм 


5. Ультразвуковая очистка не допускается. 

6. При распайке выводов жало паяльника 
должно быть заземлено. 

7. В процессе транспортировки, хранения, 
входного контроля и эксплуатации необходимо 
принимать меры, исключающие воздействие на 
микросхему статического электричества. До- 
пустимое значение статистического электриче- 
ства не более 30 В. 


Гота › МА 


4% 048 12 16,8 


2 1,6 0 


Зависимость тока потребле- 
ния от второго источника 
питания от уровня входного 
напряжения при 


p= 


ni , 


A K п, % 
KST2NA2(A-B) | | 


-006 
-20 0 20 40 607% 


40 60T, C 


Зависимость тока потребления 

от второго источника питания 

от уровня входного напряжения 
при Ол! = О. = 15 В 
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Зависимость дифференциаль- 

ной нелинейности микросхе- 

мы от температуры окру- 
жающей среды 


Зависимость — погрешности 

коэффициента преобразова- 

ния от температуры окру- 
жающей среды 


0 а SS i 


16 Uy, 8 


Зависимость дифференциальной нелинейности 
от напряжения второго источника питания при 


ni 


Схемы включения 


Ld 163P 
2 
J 
3 4 
5 
x 
6 |, 
< 7 ых 
8 
Š й 


z 


Входы управления 
регистрами 


K572NA2 (А-В) 


Зависимость погрешности коэффициента пре- 
образования от напряжения второго источни 


ка 


питания при U, = 


Принципиальная схема включения микросхемы 


К572ПА2 (А— В) в режиме двухквадрантного 


Цифровые дходы 


Входы управления 
регистрами 


Схема 


перемножения 


lyt mt Ona 


К572 ТА? (А-В) 


включения К572ПА2 


микросхемы 
(А — В) в режиме биполярного множительного 
цифроаналогового преобразователя 


<- Схема защиты аналогового выхода, выводов , 
питания микросхемы К572ПА2 (А— В). Диоды 
VDI, VD2 служат для защиты выводов питания 
микросхемы и могут Пары при 


U, =U, диод VD3 типа КД 


ПА служит для 
защиты аналогового выхода 
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Таблица соответствия выходного напряжения 
в режиме двухквадрантного перемножения 


_ Сигналы на цифровых входах 


Входное напряжение 


о a 12) 


У м 


и. 2-1 
0 


Таблица соответствия выходного напряжения 
в режиме биполярного 
множительного цифроаналогового 
преобразования 


Сигналы на пифровых входах 
Выходное напряжение 


+И.„ (1-27!) 


PUZ 
0 
m a 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубовс- 
кий, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд. рев 
и доп.-М.: Радио и связь, 1984.—432 с 


К572ПВ1А, К572ПВ1Б, 
К572ПВ1В 


Микросхемы представляют собой 12-разряд- 
ные аналого-цифровые преобразователи после- 
довательных приближений. Выполнены по 
КМОП-технологии. Предназначены для приме- 
нения в устройствах, выполняющих функции: 
АЦП последовательного приближения совмест- 
но с внешним компаратором (усилителем) с 
выводом параллельного двоичного кода; умно- 
жающего цифро-аналогового преобразователя 
совместно с внешним усилителем; побайто- 
вого вывода-ввода цифровой информации для 
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согласования с 8разрядной ШИНОЙ данных 
Корпус типа 4134.48-2. [см. К572ПА2 (А — 
В)]. Масса не более 5г. 


1572181 (А-8) 
4 15 J J0 2 


ia 


Входная Е 
логика к 


NR- Siig Е ия 
> ист, INUS 
Cerri 
ЕКА 


R= 9... 20 м дбоое06 .7.7. 

линии или 

Функциональная и о усхемы К5721В! 
) 


Таблица функций 


Сигвалы Сиг- 
Выполняемая функция на входах налы 
упривления на 


12 бит двоичный у 
код 
Двоичный код на 0 1 
цифровых выхо- 
АЦП |дах 1—4 
‚ | Двоичный код на 0 l 
BbIXO- 
— 12 
Разомкнутые 0 | 
цифровые выходы 
ЦАП 


12 бит двоичный | 
код 

Двоичный код на | 
цифровых ` выхо- 
дах 1—4 

Двоичный код на | 
цифровых выхо- 

дах 5—12 

Хранение двоичного кода в 0 
регистре ЦАП | 


Назнанчение выводов: [-— последовательный 
к: та управления СР; 3— питание 
1); 4—15 — цифровые вход-выходы с 1-го 
мат й; 16 — вход управления МР; 1/7 — вход yn- 
НЫЙ режимом; 18—21, 33—39 — свобод- 


ные; 22— выход «Цикл»; 23— вход сравнения; 
24 — питание (+ 0,2); 25 — вход ТИ; 26 — выход 


«Конец преобразования»; 27— вход «Запуск»; 
28 —вход «Цикл», 29— вход стробирования 
ЦАП; 30 — цифровая общая шина; 3/ — конеч- 
‘ный вывод матрицы К — 2R; 32 — общий вывод 
резист opas R/4 и R/2;, 40 —вывод резистора 
К/4; 41 —вывод кии К/2; 42 — опорное 
напряжение; 43 — 1-й аналоговый вход; 44 — 2-Й 
аналоговый вход; 45 — общий вывод резисторов 
аналоговых входов | и 2; 46 —1-Й аналоговый 
выход: 47 —2-Й аналоговый выход; 48 — анало- 
говая общая шина. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


n2 
Ток потребления от источника Up- при Он: = 
=5 В, U,2=15 B, U, „=—10,24 В, Ui =2,4 В, 
US =0.4 В, he COto minnini 3 MA 
Ток потребления от источника И) при Up= 
=5 B, (:=15 8, U, „=—10,24 В, Ul =2,4 В, 
U? =0,4 В, не более ели диилынинины 5 мА 


Нелинейность при И! =5В, И.) =1$ В, U= 
= 410,24 В, Ul =2,4 В, U} =0,4 В: 
Е Е ная +2 МЗР 
КЕ сна +4 МЗР 
КО ини +8 МЗР 


Дифференциальная нелинейность при Up= 5 В, 


(.:=15 В, U= + 10,24 В, Ul =24 B; (0 = 
= (0,4 В: 
KILLIR: анионов e +4 M3P 
ТЕ А +8 МЗР 
КПВ: isisisi +16 МЗР 
Погрешность полной шкалы при И. =5 В, 
И. :=15 В, ПО = 410,24 В; 01 =2,4 B; U2% = 
204 B- siii ели НИ +122 МЗР 


Выходное напряжение низкого уровня при 
Ua =5 В, 01: =15 В, И, =- 10,24 В; Ul =2,4 В; 
US. mA В. не более ioraa 0,3 В 
Выходное напряжение высокого уровня при 
И =5 В, И. =15 B, О„= — 10,24 В; Ul, =2,4 В, 
U? 20.4 В. мес менее аира 2,4 В 
Ток по аналоговому выходу | при U= 10 В, 
коде 11...11, типовое значение ................ 1 мА 
Ток смещения аналогового выхода при U= 
=10 В, коде 00...00, типовое значение. 50 нА 
Входной ток по каждому выводу управления, 


ТИНОВОВ: ЗНАЧЕНИЙ сои ninisi 1 мкА 
Тактонщия ЧИСТОТА оли 250 кГц 
Температурный коэффициент нелинейности, ти- 
ПОВОе ЗНАЧЕНИЕ ..... „и нинеиньниннинь 12:107? МЗРР С 


Температурный коэффициент дифференциаль- 
ной нелинейности, типовое 

TERE лы 12.10} M3P/° C 
‚Температурный коэффициент погрешности пол- 
ной шкалы, типовое 

То, А ЩИ E ПИ 37.10-* МЗРР С 


Предельные эксплуатационные данные _ 


Напряжение питания: 


А р Е 4,75... 16,5 В 

оао SESA 13,5 ... 16,5 В 
Опорное напряжение ......... и... иииянняя +15 В 
Входное напряжение высокого 
о Е: E A 2,4... 16,5 В 
Напряжение высокого уровня на входе срав- 
о. ЕЕ НИ рев 10... 16,5 В 
Входное напряжение низкого уровня ... 0... 0,4 В 
Выходной ток высокого уровня .......... 40 мкА 
Выходной ток низкого уровня ........... 400 мкА 
Температура окружающей | 
тт ОКЕ ЕР —10... +70° С 


Примечания: |. При работе преобразова- 
теля с КМОП-микросхемами U, может изме- 
няться до 15 В; при этом точностные парамет- 
ры микросхем не изменяются. При включении 
микросхемы с ТТЛ-схемами И! =5В, Up= 
=15 В. В режиме однократного запуска вход 
«Цикл» отключается от общей шины и соеди- 
няется с выходом «Цикл». 

2. Выходное сопротивление по аналоговому 
выходу в зависимости от цифрового кода 
в пределах от 00...01 до 11...11 изменяется от 
3R до R, где К— номинал резистора К —2В- 
матрицы. 

3. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхем при выключенных 
источниках питания, а также отрицательных 
напряжений на выводы микросхемы, кроме 
вывода «Опорное напряжение». ` 

4. Недопустимо попадание внешнего элект- 
рического потенциала на крышку корпуса. 

5. Разводку выводов 3/1, 32, 47, 48 необхо- 
димо проводить к общей шине проводниками 
минимальной длины. 


Ui» 8 


0 9..4. № 


5,8 


Зависимость выходного напряжения высокого 
ар от напряжения первого источника пи- 
тания 
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Ко72 ПВ (A-B) 


см 


0 12 160,8 


Зависимости тока потребле- 


ния от входного напряжения преобразования от температуры 


высокого уровня 


nman | 
SERAN 
TTET 


09 
02 
01 
-20 0 420 940 60755 и. м 14 16 U8 
Зависимость нелинейности Зависимость нелинейности 


преобразования от напряжения 


окружающей среды второго источника питания 


гид. № 


Зависимость погрешности пол- 
ной шкалы от напряжения вто- 
рого источника питания 


9.2. м 


Зависимость тока потребления 

от второго источника питания 

от входного напряжения высо- 
кого уровня. 


^ 240 


туры окружающей среды 


-00 4 40 950755 -20 0 20 9 915 

Зависимость тока потребления 
от первого источника питания 
от температуры окружающей 


среды 


Зависимость — погрешности 
полной шкалы от темпера- 


№972 61 (А-В) 


-20 0 


20 40 607% Er СУ ЕР” EE T 2" 


Зависимость тока потребления Зависимость выходного Ha- 

от второго источника питания пряжения низкого уровня от 

от температуры окружающей напряжения первого источ- 
среды ника питания 


Olole 
риходЬ! 


R372081 (А-В) 


Цифр 


Цифровые Фходы 
< —ф © “++ 


KI2ZICAI 


„Kone ис Тб 
npeodpaso nua“ +0, 
Временные диаграммы работы микросхемы 
К572ПВ1 (А—В) в режиме АЦП. Заштрихова- 


ны области неопределенного состояния выхо- 
дов. Напряжение на входе сравнения (вывод 23) 


Типовая схема включения | микросхемы 
К572ПВ1 (А— В) в режиме АЦП с компара- 
| тором напряжения. 


Схемы включения 


С 
ифродые 
и <<. Цифровые 
I3 бобы 
о 
N 
g 
ЛА! ДА? 
KSI №52 
A1  KIZCAJ РУ 


KITAYA 


Типовая схема — включения микросхемы Типовая схема включения микросхемы 
К572ПВ1 (А —В) в режиме АЦП с операцион- К572ПВ1 (А— В) в режиме АЦП с операцион- 
ным усилителем и компаратором напряжения ным усилителем 
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Схема защиты аналоговых выходов и выводов 
питания микросхемы К572ПВ1 (А— В) 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубовс- 
кий, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 


Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. 


и доп.—М.: Радио и связь, 1984. —432 с. 


К572ПВ2А, К572ПВ2Б, 
К572ПВ2В, КР572ПВ2А, 
КР572ПВ2Б, КР572ПВ2В 


Микросхемы представляют собой интегри- 
pionie aHaJloro-HH pome преобразователи. 
'Выполнены по КМОП-технологии. Работают 


Функциональная схема микросхем 

КР572ПВ2 (А —В) К572ПВ2 (A — B). 

В скобках указана нумерация выводов 
для К572ПВ2 (А— В) 


lln с 
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Генера те, Baon 
м, 


по принципу двухтактного интегрирования с 
автоматической коррекцией нуля и автоматиче- 
ским определением полярности входного сиг- 
нала. Диапазон входного сигнала +1,999 В и 
+ 199,9 мВ. Цифровая информация на выходе 
АЦП представляется в семисегментном коде. 
Цифровой отсчет производится на 3,5-декадном 
ыы 
opere микросхем КР572ПВ2 (A— B) типа 
2123.40-1(2), микросхем К572ПВ2 (А— В) типа 
4134.48-2 (см. К572ПА1). Масса микросхем в 
корпусах 2123.40-2 и 4134.48-2 не более 5 г. 


2123. 40-1(2) 


4572182 (4-6), КР572 082 (А-В) 
sed lorh aad Uod Taa Co Caa ta a ah fer fao 


ПИН НЫИИ 8 REE] 


,обсбобообооо оо о ово в о а вае 


ЧИ: НАЛ ЗЕЕ 
ным =F D Ey 
Pesuemp 


2 274) 


Fo z(u 
-Un © 20 (7) 
+{ m =© 1(2%) 


Назначение выводов: 
в корпусе 2123.40-2: 1— питание (+U); 


цифровые : выходы: 2—4; 3—с,; 4—В,; — ав 
6—Л; 15 Cra — @0; 1 со» H 105 
12 ао; 1 Rpa 4— e,o; 15 — 100; 16 — 005 


17— fioo; 18 —êio0; 19— — Peron; 20—8io 
общий; 22— — 8100; 23- — 100; -2 — C1005 эр: 2 gios 
26 — питание (— Unz); 27- oa aan интегра- 
тора; 28— резистор интегратора; 29 — конден- 
A ис екции; 30--аналоговый вход 

a) 31 —2-Й аналоговый вход (+0,,); 32-— 
ние Но выход; 33, 34 — опорный конденса- 
тор; 35— опорное напряжение (—И..); 36— 
опорное напряжение (+U); 37— KOHT OJIbHbIÑ 
вход; 38-—-конденсатор генератора ТИ; 39— 

резистор генератора ТИ; 40— генератор ТИ; 
в корпусе 4134.48-2: 3-- питание (~U) 
4— конденсатор интегратора; 5-— резистор HH- 
тегратора; б— ас ВК ме 7 -== 
1-Й аналоговый Moj ( 8 —2-Й аналого- 
вый вход (+0,,); аа выход; /0, 
11-= опорный ее 12 — опорное nanpa- 
жение (— Un); 13 — опорное напряжение (+U); 
ры не: вход: 2/-— конденсатор гене- 
ратора ТИ; 22- езистор генератора ТИ; 23— 
генератор ТИ: Mades — питание (+0, ‚ цифровые 
PEKo 25 —di; 26 —¢4; и "g — A; 29 —- 
EEE EAT 32d; pream о 

—— 10; 36 — fio; 37 — eio; maoo aR 


0 оо; 41-—@1со; 42 — 661000; 43—810 
Paa 45—800; 46 — dio0; а ся 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ......... +5 В 
Ток потребления от источников И: и Una при 
U „a =5B, И 1=-58, И, =142'10-3 В, не 
более: роееорывиьь ранена 1,8 мА 
Погрешность преобразования при И, =5 В, 


И =-=5В, И =142,5'10-3...0,14+2,5.10-* В, 
не более: 

КП572ПВ2А, КП572ПВ2А ............ 1 ед. счета 

КП572ПВ2Б, КП572ПВ?ЬБ ............. 3 ед. счета 

КП572ПВ2В, КП572ПВ?2В ............. 5 ед, счета 
Коэффициент ослабления синфазного напряже- 
ния при И =5В, ПО. =-—5 B, И =0,1+ 
+2,5:1074 В, 0,,=0+0,01 мВ, Иь= 1 В, не 
со Е Иан ТИ 100 mkB/B 
Выходной ток при И! =5 В, И. = —5 В, Ии= 
23. В. ИВ Не ен 5 МА 


Выходной ток старшего разряда при U, =5 В, 


О,.=—5 B, О„=3 В, не менее .............. 10 мА 
Ток утечки на входе микросхемы ' при U, = 
=—5 B, U,2= -5 В, типовое значение ... 2 nA 


Входное сопротивление микросхемы ', не 
МЕНЕ о AE E T 20 МОм 


' Нестабильность опорного ‚напряжения за время измерения 
не должна превышать 40,02%. 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


Входное напряжение ................ пы: Ань U 
Опорное напряжение ............... инь (2... Uti 
Температура окружающей 

о: А АЕ а Ва Пе —10... +70° С 


* При И. <2И.. 


Примечания: 1. При эксплуатации реко- 
мендуется подавать напряжения на микросхему 
в следующей последовательности: потенциал 
общей шины, напряжения питания Up и Unas 
опорное напряжение, выходное напряжение. По- 
рядок снятия. напряжений обратный. 

2. Допускается проверка цепей микросхемы 
и РЭА (при выключенных источниках питания) 
при подаче на выводы напряжения +3 В и тока 
через микросхему не более 100 мкА. 

3. При преобразовании входного сигнала, 
измеряемого относительно общей шины, Bbl- 
воды 30, 32 и 35 КР572ПВ2 (А— В) и 7, 9и 12 
К572ПВ2 (А--В) необходимо подсоединить 
к общей шине, 

4. Выводы микросхем могут подключаться 
непосредственно к семисегментным светодиод- 
ным индикаторам. Для проверки работоспособ- 
ности выходных каскадов микросхемы необхо- 
димо вывод 37 КР572ПВ2 (А-В) и вывод 20 
К572ПВ2 (А--В) присоединить к +0... При 
этом на светодиодном табло должно появиться 


значение «-- 1888». 


5. Для максимального подавления сетевой 
помехи, кратной 50 Гц, тактовая частота долж- 
на быть кратной частоте 50 Гц. Типовым рядом 
частот тактового генератора является частота 
40, 50, 100 и 200 кГц. Емкости интегратора C1, 
коррекции нуля C2 и C3 следует выбирать 
с низкой абсорбцией в диэлектрике, например 
К71-5, К73-9, K73-16 ит. д. 

6. Выводы 32 КР572ПВ2 (АВ) и 9 
К572ПВ2 (А —В) предназначены для использо- 
вания в качестве общей аналоговой точки при 
работе с входными сигналами. «плавающими» 
относительно источника питания. Напряжение 


= 50 кГц 


Значения элементов схемы для f 


Элемент 
схемы 


И, =0,100 В 0. =1.000 В 


0,1 мкФ-+ 5% 0,1 мкФ + 5% 


С2 0.47 мкФ + 5% 0,047 мкФ + 5% 
G3 0,01 мкФ +20% 0,01 мкФ + 20% 
-С4 1 мкФ + 5% 0,1 мкмФ+ 5% 
C5 100 n® + 5% 100 n® +5% 
RI 47 кКОм+ 5% ` 470 KOM t 5% 
R2 1 МОм 20% 1 MOm +20% 


100 KOM 5% 100 KOM + 5% 


243 


между выводами ] и 32 КР572ПВ2 (А— В) и 24 
_ и 9 К572ПВ2 (А — В) находится в интервале 2, 
4... 3,2 В. 

При другом значении f, емкость конденса- 
тора С; определяется по форм‘ те 


С5=0,45 / f, ВЗ. 


Для повышения стабильности f, может быть 
_ использован кварцевый резонатор, подключае- 
мый между выводами 38 (22) и 40 (23); при 
этом элементы RI и C не используются. 

При работе от внешнего тактового генера- 
тора тактовые импульсы следует подавать на 
вывод 40 (23), а выводы 38 (21) и 39 (22) не 
используются. 


n2 


I пот A 2’ MKA 
1972182 (А-В), KP572N82 (A-6) 

700 

600 +, 
-Ugy 

500 

400 

300 * Ц» 

200 Un 

020 9 ERN IE. 


Зависимость тока потребления от температуры 
окружающей среды 


ДМ№р, 28 4 


K572082 (A-8) 
КРУ72 162 (А-В) 


0 
г. Пит да И 


Зависимость погрешности преобразования от 
температуры окружающей среды 
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7. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания. 

8. Недопустимо попадание внешнего элект- 
рического потенциала на крышку корпуса. До- 
пустимое значение статического потенциала не 
более 30 В. 


Схема включения 


(5) 29 28) в | 16! 
417 sao) № АЛС3426 
М U aan al № 


(2 (6) 29 4 


R2 (8) 51 : 
Af » b 
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Типовая схема включения микросхем КР572ПВ2 
(А — В) и К572ПВ2 (А— В). 


скобках указана 
нумерация выводов для К572ПВ2 (А— В) 


и 5 
A TEE 


Дополнительная литература 


1. Агрич IO. B., Алдерс М. P., Иванов B. H. 
Аналого-цифровой преобразователь КР572ПВ2 // 
Электронная промышленность.— 1983.— 
Вып. 4.— С. 52, 53. 

2. Иванов Bb. H. Расширение возможности 
применения аналого-цифрового преобразова- 
теля КР572ПВ2//Электронная промышлен- 
ность.-- 1984.— Вып. 1.— C. 52, 

3. Ануфриев Л. Мультиметр на БИС // Pa- 
дио.— 1986.— № 4.— C. 34—39. 

4. Хоменков Н., Зверев А. Цифровой термо- 
метр // Радио.—- 1985.— № 1.— C. 17, 48. 


2.14. Микросхемы серий 
К574 и КР574 | 


Серии К574 и КР574 — комплект быстродей- 
ствующих операционных усилителей, предна- 
значенных для применения в различной радио- 
электронной аппаратуре. Выполнены по планар- 
но-эпитаксиальной технологии на биполярных 
транзисторах с изоляцией элементов диэлектри- 
ком и содержат во входном каскаде дифферен- 
циальную пару полевых транзисторов. 

В состав серий входят: 


К574УДТА, К574УД1Б, К574УД1В, 
КР574УД1А, КР574УДТБ, КР5741ДУВ — быст- 
родействующие — операционные — усилители; 
К574УД2А, K574Y 2B, КР574УД2?А, 


КР574У Д2Б — двухканальные быстродействую- 
щие операционные усилители. 


К574УД1А, К574УД1Б, 
К574УД1В, КР574УДЛА, 
КР574УД1Б, КР574УД1В 


Микросхемы представляют собой быстро- 
действующие операционные усилители. Выпол- 
нены на биполярных и полевых транзисторах с 
изоляцией элементов диэлектриком. 

Корпус микросхем КР574УД1! (А— В) типа 


‚щий (+); 


2101.8-1, К574УД1 (А— В) —типа 301.8-2. Мас- 
са микросхем в корпусе 2101.8-1 не более 1 г, в 
корпусе 301.8-2— не более. 1,5 г 


2101, 8-1 15 


гии 


Вход (+) 
+] < 


ТЫ FA 


-B скобках указана нумерация выводов для 


корпуса 2101.8-1 


Назначение выводов: 

в корпусе 301.8-2: 1 pon. 2, 6 — баланс; 
3 — вход инвертирующих (—); ев неин- 
вертирующий (+); 5 — питание (— U); 7— вы- 
ход; 8— питание (+U); 

в корпусе 2101.8-1: к 5 — баланс; 2— вход 
ее Е (—); 3— вход неинвертирую- 
4— питание (—0,); б—выход; 7— 
питание (+U). | 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ....... +15 В 
Ток потребления при U, = +15 В, не более: 
при T= +25... +70° С: 
KSAY AIA КРоЗУДТА 3. ди. 10 мА 
К574УД1Б, К574УД1В, КР574УД1Б, 


о: А 8 МА 
при T= -—45° С: 

К574УДТ1А, КР574УДПА ..................... 15 мА 

К574УД1Б, К574УД1В, КР574УД1Б, 

Е ДВ ааа 11 MA 


Максимальное выходное напряжение при U, = 
=+15 В, 0, =100...150 MB, К,>2 кОм для 
КР574 и КА,>210 кОм для K574, T= --45... 
Е В В: МО ин aiian 10 B 
Напряжение смещения нуля при U, = £15 В, 
К,„>10 кОм, T= +25° С, не более: 
К574УДПА, К574УД1Б, КР574УД1А, 
КР574УД1Б 
К574УД1В, КР574УДИВ .................... 100 MB 
Входной ток при U= +15 В, Т= 25° С, не 
‚ более: 
К574УД1А, К574УД1Б, КР574УДПА, 
КР574УД1Б 
К574УД1В, КР574УД1В .......... и иеььиинниьь 1 нА 
Разность входных токов при И’ = 15 В, Т= 
=+25° С, не болес: 
К574УД1А, К574УД1Б, КР574УД1А, 
КР574УД1Б 
_ К574УД1В, КР574УДВ ............. а 0,4 нА 
Коэффициент усиления напряжения при И = 
= +15 В, Ои= +5 В, R, 210 кОм, не менее: 
при T= +25° С: | 
К574УД1А, КР574УД1А eseese 2.10* 
К574УД1Б, К574УД1В, КР574УД1Б, 
КР574УД1В 
при Т=-—45 и +70° С: 
о О т, aigenneinenissi 10* 
К574УД1Б, K574Y 1B, КР574УД\Б, 
Ай: Е ЕАСИ ЕН 2:104 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при ПО, = 15 В, Ожм=5 B, T= 
TETTA EY ТОНЕ 60 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при И, = +15 В, Т=+25° С, не 


о АТИ ГОРИ Е 50 В/мкс 
Частота единичного усиления при Up= +15 В, 
ТМА. ©, UO 0006... може a 10 MTu 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............... +13,5... + 16,5 В 
Входное дифференциальное напряжение .. 10 В 
Синфазное входное напряжение .............. +5 В 
Сопротивление нагрузки ........ чи ееннньььь 10 кОм 
Температура окружающей 

Парето неее речи и —45... +70° С 


среды 
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Примечания: |. Допустимое 
статического потенциала 200 В. 

2. Максимальная емкость нагрузки 50 пФ. 

3. Разрешается питание микросхем от источ- 
ников с несимметричными напряжениями или 
от одного источника при условии 12 В<|0.|+ 
+|-Ч,|<30 В. При оэтом не допускается зазем- 
ление вывода микросхем в корпусе 301.8-2. 

4. При эксплуатации микросхем допускается 
как одновременная подача напряжения питания, 
так и в следующей последовательности: отрица- 
тельное напряжение питания, 
напряжение питания. Шины питания должны 
быть соединены с общей точкой питания через 
диоды так, чтобы не допускалось изменение 


значение 


полярности напряжения на шинах. 


yi 
"90-20, 0 re 


Зависимость входного тока от температуры 
окружающей opein Заштрихована область раз- 
броса значений параметра для 95% микросхем 


Utun, mag s В 
Я тия | || 
MAHA 


10. Ra, KON 


Зависимость максимального выходного напря- 
жения от сопротивления нагрузки 


положительное ` 


——/474442 A-8) 25 
1277492 (A-B) 


1 10 10° 10% 10° 1087 


| Зависимости приведенного ко Зависимости выходного напря- 
жения от частоты 


входу напряжения шумов от 
частоты 


Схемы включения 


схем 


) 


Схемы дополнительной частотной коррекции 
микросхем К574УД|1 (А—В), КР574УД] 
(А— В), при включении в качестве неинверти- 
рующего (а) и ит (6) усилителей. 
К] = ЮЗ =5 ва нее И С1>50 пФ, 
=5П 


КОДЕ (А, 6), КРУ (A, 5) 


ЕЕ 


A 
5 H KIIN A M-AN 
#5742 (A-8) 
105 108 


NÝ 


Схема Е №. o- 
А— В) г КР574УД1 (А-- 


= 100...200 кОм, С1<50пФ. 
В скобках указана нумера- 
ция выводов для ми 
К574УД1 (А— В) 


Г Ky, U 


KSMYNIA-B) 
АРУ) 


10 10° 10° 10* 10% 10°f ių 


10" £ fu 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от 
частоты 


4УД1 


5 МОм, R2?= 


осхем 


— 


К574УД2А, K574Y 025, 
КР574УД2А, КР574УД2Б 


Микросхемы представляют собой’ двухка- 
нальные  быстродействующие операционные 
усилители. Выполнены на биполярных и поле- 
вых транзисторах с изоляцией элементов ди- 
электриком, 

Корпус микросхем КР574УД2А, КР574УД2Б 
типа 2101.8-1, К574УД2А, К574УД2Б — типа 


301.8-2 [см. К574УД! (А— В), КР574УД1 
(А—В)]. Масса микросхем в корпусе 2101:8-1 
не более |г, в корпусе 301.8-2 не более 1,5 г. 
Назначение выводов: 
кору '301.8-2: 1-— питание (— Uh 2 — 
ры -TO канала; 3 — инвертирующий вход 
1-го канала (—); 4 а вход 
1-го канала (+); 5— питание (+U); 6— неин- 
вертирующий вход 2-го канала (+); 7 — инвер- 
тирующий вход 2-го канала (—); 8— выход 2-го 
канала; 
_ в корпусе 2101.8-1: 
]—инвертирующий вход 1-го канала (—); 
. 2—неинвертирующий вход 1-го канала (+); 
3— питание (+U); 4— неинвертирующий вход 
_ 2-го канала (+); 5— инвертирующий вход 2-го 
канала (—); б— выход 2-го канала; 7— питание 
(—-0.); 8— выход 1-го канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ....... +15 В 
Ток потребления при ПИ. = +15 В, не более: 
при Т= +25... +70° С: 


574У 2A, КР574УД2А . НИЯ к 5 мА 
К574УД2Б, КР574УД?Ь ...................... 10 мА 
при T= —45° С: 
SAYIMA: КР51ЗУД?А ... дн, 7 мА 
К574УД2Б, КР574УД2Б ...................... 14 мА 


ормированной напряжение ма при И. = 
‚ = 15 В, f=1 кГц, В, =0, T= +25° С, не более: 


К574УД2А, КР574УД2А Е 150 нВ/./Гц 
К574УД2Б, КР574УД?Б ............. 120 нв/./Гц 
Максимальное выходное напряжение при и = 


= +15 В, U„= 100...150 мВ, T= —45.. +70% ‚а 
о о ВА И ЗОО 10 В 
Напряжение смещения нуля при U, = +15 В, 
Raz 10 кОм, T= +25° С, не более ......... 50 мВ 


Входной ток при И. = +15 В, Т=+25° С, не 
‚ар а АА Иа 1 HA 
Разность входных токов при И. = +15 В, T= 


о и: ДОЛ ри. 0,5 нА 
Коэффициент усиления напряжения при. О, = 
=+15 В, U= +5 В, R210 кОм, не менее: 
ПРИ Tæp. С... шение Е НЫ ЕЕ 
при Т=—45 и +70°С................ ... 55.10% 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при U, = +15 В, Иж = +5 В, T= 
ИС. о ыы. 60 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при ОИ = +15 В, Т=+25° С, не менее: . 
К574УД2А, КР574УД2А .................. 5 В/мкс 
К574УД2Б, КР574УД?Б ................. 15 В/мкс 
Частота единичного ре при О, = +15 В, 
T= +25° C, не менее: 


К574УД2А, КР574УД2А .................... 1 МГц 
К574У 2B, КР574УД2Б .. Ву ВЫ 2 МГц 
Предельные senyas aniis данные 
Напряжение питания’............. +13,5... + 16,5 В 
Входное дифференциальное | 
А о ен бен 10 B 
Синфазное входное напряжение .............. +5 В 
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Сопротивление нагрузки .................лнннн. 10 кОм 

Температура окружающей 

СРЕДЫ Улс спи —45... +70° С 
Примечания: 1. Допустимое значение 


статического потенциала 200 В. 


2. Максимальная емкость нагрузки 20 пФ. 

3. Минимальный коэффициент усиления на- 
пряжения с отрицательной обратной связью без 
внешней частотной коррекции для К574УД2А, 
КР574УД2А равен 1, К574УД2Б, КР574УД2Б — 
5. 

4. При эксплуатации микросхем допускается 
как одновременная подача напряжения питания, 
так и в следующей последовательности: отрица- 
тельное напряжение питания, положительное 
напряжение питания. Шины питания должны 
быть соединены с общей точкой питания через 
диоды так, чтобы не допускалось изменение 
полярности напряжения на шинах. 

5. Графики зависимости и схемы включения 
аналогичны К574УД1 (А— В), КР574УД1 
(A— B). b 


2.15. Микросхемы серий 
К590 и КР590 


Микросхемы выполнены по КМОП-техно- 
логии. Предназначены для коммутирования 
аналоговых и цифровых сигналов, осущест- 
вления последовательной и параллельной вы- 
борки каналов в многоканальных системах 
сбора передачи и обработки информации, в ана- 
лого-цифровых и цифро-аналоговых преоб- 
разователях, системах ввода-вывода ЭВМ, теле- 
метрии и других областях техники. Корпус. 
микросхем серии КР590 типа 238.16-2, серии 
К590 — типа 402.16-18. 


Масса микросхемы в корпусе 238.16-2 не 
более 1,2 г, в корпусе 402.16-18 не более 1,3 г. 


238 16-2 15 


ИНН > 
ПАЙ = 


Зона ключа 


cale 
| S [ea T ЧА ЧА Ч Ч G 


402. 16-18 


В состав ий входят: 

К59ОКН1, КР59ОКН! — восьмиканальные (8 
входов на |] выход) аналоговые МОП-коммута- 
торы с дешифрато KORON 

K590KH2, P590KH2 — четырехканальные 
МОП-ключи со о управления; 

K590KH3, КР59ОКНЗ — сдвоенные четырех- 
канальные аналоговые мультиплексоры с де- 


ен 


аналоговые ключи со схемой управления; 

K590KH5,  КР59ОКН5 — четырехканальные 
аналоговые ключи со схемой управления (одно- 
полосное включение); 

K590KH6, КР59ОКН6 — восьмиканальные (8 
входов на | выход), р овыю МОП-комму- 
тато jrs c ротором 

90КН7 P59 KH — четырохканальные 
ам КЛЮЧИ схемой управления 
т нина 
590КН8А, KP590KH8A — четырехканаль- 
ные аналоговые ключи с повышенным быстро- 
действием (однополюсное включение) для ком- 
мутации напряжения — 10... +10 В; 

K590KH85, К P590KH8B — четырехканаль- 
ные аналоговые ключи с повышенным быстро- 
действием (однополюсное включение) для уп- 

авления микросхемами K590KH8A H 
P590KH8A; 

K590KH9, KP590KH9— двухканальные aHa- 
логовые ключи со схемой управления (однопо- 
люсное включение); 

K590KT1, KP590KT] — четырехканальные 
МОП-коммутаторы со схемой управления. 


К59ОКН1, КР5ЭОКН1 


Микросхемы представляют собой восьмика- 
нальные МОП-коммутаторы с дешифратором. 
Назначение выводов: 1—1-й аналоговый 
вход; 2 —2-й аналоговый вход; 3 — 3-й аналого- 


КР59ОКН4 — четырехканальные — 


10 


Функциональная схема микросхем KS590KH1 и 
KP590KH1 is 


вый вход; 4—-4-ň аналоговый вход; 5— 5-Й. 
аналоговый вход; б-—6-й аналоговый . вход; 
7— 7-й аналоговый вход; 8 — питание (+0.2); 
9—8-й аналоговый вход; 10— аналоговый вы- 
ход; 11—свободный; 12— логический вход 
«Разрешение»; 13 — логический вход 22; 14— ло- 
гический вход 2!; 15— логический ‘вход 20, 
]6 — питание (— U). 


Таблица истинности 


Уровни напряжений на входах | Открытый аналоговый 


вход 


<> med pd pd pd pd d d pa 


> — — O O m m O O 


X | Bce входы закрыты 


Примечание. X— безразличное состояние. 
Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


т О оба о И о ти о +5 В 
Ток `потребвнн при низком уровне выходного 


‚ напряжения (по выходу 8) при И. =5,5 В, 


И; =-—16,5 В, 0,.=0,.=014=0,.=0,8 В, Ts 
= +28. С. не. Бодо. „океане E 3,5 мА 
Ток потребления при высоком уровне выход- 
ного напряжения (по выводу 8) при И!) = +5 В, 
О: = —16,5 В, аз =Из=И4= 01: =4,6 В, T= 
ши 2577 ©. ие боле ола ня 3,5 мА 


Сопротивление в открытом состоянии при 
Un =5,5 В, U= — 13,5 B, И: 2 =4,6 В, И! = 
= 0,8 В (для проверяемых выводов /—4), 
О! ; =4,6 В (для проверяемых выводов 5—9), 
О, + =0,8 В (для проверяемых выводов /, 2, 5, 6), 
О, ‹ =4,6 В (для проверяемых выводов 3, 4, 7, 9), 
Us =0,8 В (для проверяемых выводов /, 3, 5, 7), 
И. =6 В (для проверяесмых выводов 2, 4, 6), 
I=] MA (для каждого аналогового входа), не 
более: 


при Ц, =0: 
Peri СК Lm fag пабе 200 Ом 
ро РР ПИ Е 300 Ом 
ее PO ET 500 Ом 
В В Е 500 Ом 


Ток утечки аналогового входа при (И,.=5,5 В, 
Он: = — 16,5 В, ПИ„=-—5 В (по каждому входу), 
О: =0,8 В, И,,=0,8 В (для проверяемых Bbl- 
вводов /—4), 0, =4,6 В (для проверяемых Bbl- 
вводов 5—9), U 4=0,8 В (для проверяемых вы- 
BOAOB 7, 2, 5, 6), И, =4,6 В (для проверяемы\ 
выводов 3, 4, 7, 9), (,. =0,8 В (для проверяемых 
выводов /, 3, 5, 7), U, =4,6 В (для проверяемых 
выводов 2, 4, 6, 9), не более: 

на а SI ЯН НИ $0 нА 

n R E Y RN BARCA BRA EEIN 400 HA 
Ток утечки аналогового выхода при Unz = 5,5 B, 
И = -16,5 В, U„=5 В (по каждому входу), 
Usu = —5 В, И =: =. =0,.=0,8 В, не 
более: 

ко Иа р ФЕ АА ИЯ $0 нА 

кро E $00 нА 
Входной ток низкого уровня (выводы /2—-/5), 
при О: = 5,5 В, (Ил: = —16,5 В, U =U 
=z О: = О. =Q, T= +25° E не 
a E PEPA E РАО ИННЫ РВК С 1 мкА 
Входной ток высокого уровня (выводы /2—15) 
при Ил: =5,5 В, О: = —16,5 В, UU 
за (114 = (;:=5,5 B, T= +25° C, не 
ПАО PORTREE EEA FAR ВИ 1 мкА 
Время включения при (И,.=5,5 В, Unus- 
— 16,5 В, Ок =5 В, И: =U =U U, =4,6 B, 


Te EIS C: AE GON s imran 1 мке 
Емкость управляющего входа, типовое значе- 
___ IPER E FREIE SE КАЗАН РНИИ OAA  ЧУЕ 6 n® 
Емкость аналогового входа, типовое 
о АРЕН Же РОЗА 8 пФ 
Емкость аналогового выхода, типовое 
Е анонса 28 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


ен EAE E ГС 9 4,5...5,5 В 

нони ьнныий —13,5.., — 16,5 В 
Входное напряжение: 

НИЗКОГО УРОВНЯ иле iiinn 0...0,8 В 

высокого УРОВНЯ ........,. из ниининннии, 3,6...5,5 В 
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Коммутируемое напряжение ..................., ‚+98. 


Коммутируемый ТОК ............ унии ииииининиинь 10 мА 

Температура окружающей среды: | 
о м Ре N A —45... +85° С 
ВЕЗЗОКИНТ nin viei iii —45... +70° C 


Примечания: 1. Значения Ul, и Upon не 
должны превышать И; и U} 2U —0,9 В. 

2. Помехозащищенность, равная 0,4 В, обес- 
печивается при 0%, <0,43 Ви Ul >U, —0,5 В. 

3. Запрещается подача каких-либо. сигналов 
на вывод 77. 

4. При эксплуатации необходимо учитывать, 
что корпус микросхемы К59ОКН1 электрически 
соединен с подложкой (вывод 8). 

5. Минимальное расстояние от корпуса мик- 
росхем серий К590 до места изгиба вывода 


‚1 мм, Пайка выводов допускается на расстоя- 


нии не менее 1,5 мм, температура пайки не 
более 235° C, продолжительность пайки не 
более 2,5 с. Допускается не, более трех перепаек 
микросхемы. 


И тн / Ron (0) 
KSIORNI, КРОЗОКИ! 


VEPRSISEN 
ОИ 


—— 


-4-3-2-1 0 20,8 


Зависимость сопротивления 

открытого ключа коммута- 

тора от коммутируемого 
напряжения 


Rom / Коти (nA) 


Зависимость сопротивле- 


ния открытого ключа 
коммутатора от комму- 
тируемого тока 


g 
-40 -20 0 


Зависимость сопротивления 

открытого ключа коммута- 

тора от температуры окру- 
жающей среды 


20 40 607°C 


Тут, ых, НА 
0 


0 20 4 60 9015 


Зависимости выходного тока утечки 
от а то. чае 
ры Оп: = — В, U= +5,5 В. 
ipic область разброса че 
параметра для 95% микросхем. 
Crico линией показана типовая 
зависимость 


Conn / вил (25°) 


Q ; 
-40 -20 0 20 40 607° 


Зависимость времени 
включения ключа комму- 
татора от температуры 

окружающей среды 


бходы упрабеения | 


«Я м 
8..2. 


1 
-40 -20 0 20 40 607°0 


Зависимости тока потребления OT 
температуры окружающей среды. при 
ni = ‚5 В, Unz +5,5 В. Заштри- 
хована область разброса значений па- 
а для 95% микросхем. Сплош- 
линией показана. типовая 
зависимость 


Cinn / вил (50) 


д: 0 


2 Un ô 


Зависимость времени включения коммутатора 


от коммутируемого напряжения 


Типовая схема согласования ТТЛ-схем с микро- 
схемами К59ОКН1, КР59ОКН!: 


В] = К2 = R3 = R4 = 3... 10 кОм 
= 


К59ОКН2, KP590KH2 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные МОП-ключи со схемой управления. 

Назначение. выводов: |—1-Й аналоговый Bhl- 
ход; 2—1-й аналоговый вход; 3—1-Й nora- 
ческий вход; 4—2-Й логический вход; 5— 2-й 
аналоговый вход; б—2-Й аналоговый выход; 
7 — общий; 8 — питание (+U); 9 — свободный; 
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Предельные эксплуатационные данные 


- я № 2 n 4 
p= REL AA RN 8 AE SOALE 9 Напряжение питания: 
| а а -10,8 ..13,2 В 
| | | лени ный — 13,2 ... —10,8 В 
| } | Г’ | | Входное напряжение: 
То | bo b -- t-A | DROO ADORMI sudina 0... 0,8 B 
ах TE — = высокого УРОВНЯ ........... ии. ниньньнь. 4,1... 13,2 В 
Коммутируемое напряженце .................. +10 B 
№8 1 10 6 1 Коммутируемый TOK ..............ззенеенииинининь: 10 мА 
Функциональная ‘схема микросхем К590КН2. и  Рассеиваемая МОЩНОСТЬ ..............ениньние, 200 мВт 
КР59ОКН2 
Е о аське 
И! 
LA yp YT! | VT2 (V5 ТВ Ут 
2% =. TEG 
ТЯ ~ 
ИТ7 
ит! Принципиальная схема 
одного канала микросхем 
: 3 K590KH2, KP590KH2 
16 2(51,14) 16,1815) 
Температура окружающей среды: . 
10—3-й аналоговый выход; 1]—3-й аналого-  К59ОКН2 ........... и иниииииюнянинния —45... +85° С 
вый вход; 12—3-й логический вход; 13 — 4-й КРЗ9ОКН2: оон —45...+70° С 


логический вход; 14—4-Й аналоговый вход; 
]5 —4-й аналоговый выход; /6б— питание 


(- Un2). 


Электрические параметры 


Сопротивление в открытом состоянии при 
Оз: = 10,8 В, U2 = — 10,8 В, U =U;=U, = 


=0,.=+10Ви 0B, U= U; = Uia =U,=0,8 B, 

U-=0, 11 =16=lio=;5=1 MA, не более: 

a A SA T о E OESE SAA 100 Ом 
при Т=+85 и -—45°С (0,=0.=0,= 
Я h EAI AES ER ЧОРНЫ 135 Ом 


Ток утечки аналогового входа при U= 13,2 В, 
О. = — 13,2 В, U =U,;=U,;=U,4=10 B, 0, = 


=0.=0,2=0\1:=4,1 В, О. =0, И! == о= 
=U,5=—10 B, не более: 

о Я Сом АНИ 70 нА 

ПО TEE E ih a liiite 200 нА 
Ток утечки аналогового выхода при U= 
=13,2 В, U.2= —13,2 В, 0,=0,=0,.=0И,.= 
=+10B, 0,=И.=0,.=0,.=4,1 В, ‹ 0.=0,. 
U ,=Us=U;io=U;;= £10 B, Т=+25’С, не 
И SE EE E реа O A 70 нА 
Ток потребления при высоком уровне выход- 
ного ‚напряжения при И! =13,2 В, ПО)= 


= —13,2B, ПО; =0О;=0,:5=0..=4,1 В, 0-=0, 
T= +25°С, не. более 
Время включения при U =13,2 В, И) = 
= — 13,2 B, U =U; =U, =U,4=-—10 В, U„=0, 
MeS O, че’ боле suiran 0,5 мкс 
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Примечания: 1. Значение Uj, не должно 
превышать О. 

2. Помехозащищенность, равная 0,4 В, обес- 
печивается при И» <0,4 В и 0», >24,5 В. 

3. Запрещается подача каких-либо сигналов 
на вывод 9 микросхемы. 

4. При О! =(И,.=0 напряжения на выводах 
микросхемы должны быть равны 0. Допускает- 
ся наличие напряжений на выводах микросхемы 
при И! =01.=0, если приняты меры, исклю- 
чающие протекание токов логических входов 
более 05мА и токов аналоговых. входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует обес- 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 мВт. 

5. Токи потребления Zl., Zlo от источника 
— 12 В не превышают 20 мкА во всем диапазоне 
температур. 

6. Токи I9, I}; не превышают 1 мкА во всем 
диапазоне температур. 

7. Ток утечки аналогового входа и выхода 
при Икм=0 не превышает 20нА при 
Т=+25° С. 

8. Емкость аналогового входа и выхода не 
превышает 10 пФ, емкость между аналоговыми 
входами и выходами не превышает | пФ при 
T= +25° С. 

9. Управляющие входы микросхемы инверс- 
ные, т.е. ключи открываются при низких 
уровнях напряжения на управляющих входах 


у" QI 1 Ш KAY 


Зависимости тока потреб- 
ления от частоты пере- 
ключения 


Тут, вых ? MKA 


Г АЯНИНИЗ, НЕЯВКИ 
T 
Haes 
KULU 


ANANA” 
Hori fakae 


и 
020 %0 60 9801°5. 


Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


TONNEN 
Gp F | | |. La 
77.22 
№ 2777/24 
ыы 


607,°0 


40 
-40 -20 0 20 %9 


Зависимость тока потребления. 
от температуры окружающей 
среды. Заштрихована область 
разброса значений параметра 
ля 95% микросхем. Сплошной 
ик показана типовая 
зависимость 


Ron» дм 


em wa 
Ae e 
di Uaa 
I TEET 
"ЕР 
20 


-8 +90. 9. быв 


‘Зависимость сопротивления открытого ключа 
от коммутируемого напряжения при различной 
температуре окружающей среды 


KSSOKH2, KPSIOKNZ Q 


_ Bobui управления 


Схема согласования К59ОКН2 и КР59ОКН2 с 
ТТЛ-микросхемами: 
RI, R2, R3, R4 Beee (pe i Е сопротивлением 


бил ‚ HC 


K590KH2, КРЯКИ? 
700 


gle teppet] 


о A 
m 
m4 jp 
BK pL 


ude 0 20 9 56015 


Зависимость времени включения ключей от 

температуры окружающей среды. Заштрихована 

область разброса значений параметра для 95% 

микросхем. Сплошной линией показана типовая 
зависимость 


К59ОКНЗ, КР59ОКНЗ 


_ Микросхемы представляют собой восьми- 
канальные (4х2) аналоговые коммутаторы с 
дешифраторами. 


Назначение выводов: / логический вход 25; 
2— вход «Разрешение»; 3— питание (— U2); ’ 
4 — аналогов вход [А; 5— аналоговый вход. 
24A; б—аналоговый вход 34; 7— аналоговый 
вход 4А; 8-——аналоговый выход 4; 9— anao- 
говый выход В; 10— аналоговый вход 48; 
11 — аналоговый вход 38; 12 —аналоговый вход 
2B; 13— аналоговый вход 18; 14— питание 
(+U); 15— общий; 16— логический вход 21. 
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° Выход 
канала А 


8 


Выход 
ель 8 


Функциональная схема микросхем К59ОКНЗ, 
KP590KH3 


Таблица истинности 


Уровни напряжений 


Открытый аналоговый 
на входах вхо 


4А и 4B 


0 
0 
] 
| 
Х Все входы закрыты 


Примечание: Х-- безразличное состояние. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления от источника U; при низком 
уровне входного напряжения, (.,=13,5... 
... 16,5 В, U 2= — 16,5... — 13,5 В, (0%, =0...0,8 В, 
Ta t2 Ge це бое: о. 15 мкА 
Ток потребления от источника U, при низком 
уровне входногоо напряжения, U= 13,5... 
.:., 16,5 В, U 2 =-—16,5... —13,5.В, (9, =0....0,8 В, 
T= +25 C, не боле ssicmotie ninini 10 мкА 
Ток потребления от источника U, при высоком 
уровне входного напряжения, (И. =13,5... 
‚„ 16,5 В, И. ==16,5...=13,5 В, 01 EAB... Unis 
То С; ие боле с EA 1000 мкА 
Ток потребления от источника Uz при высоком 


уровне входного напряжения, (И,„!=13,5... 
... 16,5 В, U2 = — 16,5... —13,5.В, Ui =4 В... Ил, 


Te 4-25? С, не более inogire 10 мкА 
254 | 


KSIOKHI 
АРУЗОКИЯ | 


212 


Ш 


Ток утечки аналогового входа при U, =13,5... 
... 16,5 В, И. =-16,5... -13,5 В, U? =0...0,8 В, 
И =4В..0, Июм= +15 В, не более: 
при Т=+25°С 
ВОЙ ТМ Fi ера 150 нА 


. Ток утечки аналогового выхода при Up = 


= 13,5...165 В, Unm 16S 13,58, US 
=0...0,8 В, Ом = +15 В, не более: 

при Т=+25°С 

ПИ а Aa 250 нА 
Входной ток низкого уровня при U, =13,5... 
... 16,5 В, U,2= — 16,5... -13,5 В, U9% =0...0,8 В, 
Ta +25”С, не боле riirii 0,2 мкА 
Входной ток высокого уровня при U= 
=13,5... 16,5 В U= —16,5... —13,5 В, ПО = 
=4В..0., Т=+25°С, не более ..... 0,2 мкА 


Время включения при U =13,5... 16,5 В, 
И = 16,5... -13,5 В, 0:,=0...0,8 В, Им= 
=4 B...U i Ошы= +15 В, В, =10 кОм, С, = 


=40 пФ, T= +25° С, не более ............ 0,3 мкс 
Сопротивление в открытом состоянии при 
U, =13,5... 16,5 В, U,2= — 16,5... —13,5 В, U9 = 
=0...0,8 B, U1 =4 B... U 1, Zzou= 1 МА, не более: 
при Т=+25 и -—45°С ainiin 300 Ом 
ПРИ T Та чаары 400 Ом 
Емкость аналогового входа! при И! =15 В, 
О, = —15 В, /=1 МГц,. типовое 
о. ЕО ИН 10 пФ 


‚Емкость аналогового выхода' при (И. =15 В, 


О: = —15 В, /=1 МГц, типовое, 
значение 


Емкость управляющего входа' при U, =15 В, 
И: =-15 В, /=1 МГц, типовое 

значение 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом, типовое значение ............ 1 пФ 


\ Величина Ut «ив, Una E U on & Uni: 


Предельные эксплуатационные данные 


_ Напряжение питания: 
А ЖИ ET A 13,5... 16,5 В 
че НАСТ ЗВ —16,5...—13,5 В 
Входное напряжение низкого уровня ... 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого 


УБОВИЙ: inagusa 4... 16,5 В 
Коммутируемое напряжение ...... иен +15 В 
Коммутируемый TOK .ssssisssssosssossosssssssssso 20 MA 


Lym, box s НА En 


KSOOKHZ, KPSOORNS | | 


COZZA 


Зависимость выходного тока 
100 утечки от температуры окру- 


жающей среды. Заштрихова- 700 
на область разброса значе- 
ний параметра для 95% 


Температура окружающей среды: 


м iaer issii —45... +85° C 
КР59ОКНЗ вов вов ово во о ооо о во вов ов зозвовов — 85 eeo +70° С 


Примечания: |. Запрещается подача ка- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не используемые согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных 0, 
напряжейия на выводах микросхемы должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжении пита- 
ния источников, равном 0, если приняты меры, 
исключающие. протекание токов логических 
входов более 0,5 мА и токов аналоговых входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует обес- 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 мВт. 


Iin), MKA - 


10 O VAKKA | микросхем. Сплошной ли- 800 p 
LARAK mmama ниеЙ показана типовая зави- у 
РЯ — симость 700 l ; 
GUCK CKU _ s би. 
IJJI AISA Зависимость тока ‘потребления 600 LA 
1 LLALLA g от температуры окружающей и < LR 
KA. A рады. | новая область 900 Be- krn- 27 
IISI. aA разброса значений параметра E 27 
№77. для 95% микросхем. Сплошной 400 а че 
01 линией показана типовая -40 -20. 0 20 40 607°% 
0 20 40 60 807°C зависимость 
ил, зы ет, MKA 
i trotter tat 
НОА, ИРИНУ SZ Kason nrin 


160 


| | a 
Ш? 77/7/49 
JAGGLE 

AA d 
pel e E 
-40 -20 0 20 40 #915 


Зависимость времени включе- 
ния ключей от температуры 
окружающей среды. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


140 
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А 


100 


LEALI 


Se gina nE oR т ЕЕ 
А АН 
СРЕНЕРТТИ". ГЕН 
ЕРШ ETE 

ее ее z 


= ии 
аира LAL LE 
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Зависимости тока потребления от частоты 
переключения 


ды 


Rons ди 


KSIOKHI KPSOOKNI 


O 4 8 12 ion 


roon resama T 
ЕЕ А 
ЕР 


МА -16 -12 -8 -4 04 8 И, В 


à Rork, 0м 


A A 
HENNEM 


-16 -12 -8 -4 O 4 8 UonB 


Зависимость сопротивления OT- 
крытого ключа от коммутируе- 
мого тока. Заштрихована об- 


Зависимости сопротивления OT- 
крытого ключа от коммутируе- 
мого напряжения: 1/—Ц 


Зависимости сопротивления 
открытого ключа от ком- 
мутируемого напряжения 


ласть разброса значений пара- И. = —9 В, 2-И:=12 В, при различных значениях 
метра для 95% микросхем. И.=-—12 В; 3— U1 =13,5 В, температуры окружающей 
Сплошной линией показана TH- U = — 13,5 В, 4— U =16,5 В, среды 

повая зависимость 12 = — 16,5 B 


K590KH4, KP590KH4 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные аналоговые ключи со схемой управ- 
ления. 


КУЯОКИ4, KP5I0KH4 


Функциональная схема микросхем K590KH4, 
КР59ОКН4 


Назначение выводов: 1—1-й аналоговый 
вход; 2, 7, 1[2— свободные: 3— 3-й аналоговый 
вход; 4— 3-й аналоговый выход; 5-—4-й анало- 
говый выход; б—4-й аналоговый вход; 8—2-й 
аналоговый вход; 9— 2-й аналоговый выход; 
10—2-й логический вход; [1 — питание (+ 0.1); 
13 — общий; 14— питание (— U2); 15—1-й ло- 
гический вход; 16——1-й аналоговый выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... +15 В 
Ток потребления от источника U„ı при низком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
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... 16,5 В, И =- 16,5... -13,5 В, 0%, =0...0,8 В, 
Т= +25? 6. це более, ....... иди, 50 мкА 
Ток потребления от источника U, „z при низком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
:.; 16,5 ВП, = = 16,5... —13,5 8, 4, =0...0,8 В, 
14-25 С. не. более оли 5 мкА 
Ток потребления от источника И. при высоком 
уровне выходного напряжения, U= 13,5... 
...16,5 В, И.=-16,5...—13,5 В, И =4В... И, 
Fet? C 0e БОЕ нь 200 MKA 
Ток потребления от источника U2 при высоком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
„16,5 В, ЦИ. = l6, 5a 13,58, И. =4В.. 0; 
74256, 90 БОЛЕЕ долее 5 мкА 
Ток утечки аналогового входа при И! = 13,5... 
... 16,5 В, U, =—16,5... —13,5 В, U9, =0...0,8 В, 
Ui =4В... От, Иы= +15 В, не более; 

при Т=+25° С | 

с E a I SOTS ан 400 нА 


Ток утечки ‘аналогового выхода при И = 
=13,5... 653, U, =-16,5...-1358, U3 = 
=0...0,8 В. U =315 B, не более: 

НИМ ТС ainni 70 нА 


SED: T E T a Яо РЕНИ 500 нА 


Входной ток низкого уровня при U= 
= 13.5... 16.5 В; U g= -16.5.4135 B, U2 = 
=0...0,8 B, T=4+25° С; не более ...... 0,2 мкА 
Входной ток высокого уровня при И = 
= 13;5..:16,5 В, 0. =-16,5... 13,5 В, Ох = 
=4 B.U, Т=+25° С, не более ..... 0,2 мкА 
Время включения при И =13,5... 16,5 В, 
И. = — 16,5... — 13,5 В, Us =0...0,8 B, UĻ= 
=4 B... Ui; Uin = t15 B, R,=10 кОм, C,= 
=40 пФ, T= +25° C, не более: | 
ВИ ВОНА © на аа 150 нс 
о: т И А OA 300 нс 


Сопротивление в открытом состоянии при 
О! =13,5... 16,5 В, И. =-—16,5... — 13,5 В, 


ОИ =0...0,8 В, Оь=4В... И, 1юм=1 МА, не 


более: 
При. Ta +29 ERT aig iiheiiskershrsessinresid 75 Ом 
a AE n E SHEO р А 100 Ом 


Емкость аналогового входа при И! =15 В, 
И =—15 В, /=1 МГц, типовое | 
значение 
Емкость аналогового выхода при U, =15 В, 
И. =—15 В, /=1 МГц, типовое 

хо ОНУ НАТ И МЫС ПИЛ 12 пФ 
Емкость управляющего входа! при И! =15 В, 
U, =—15 В, /=1 МГц, типовое 
значение 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом ', типовое значение .......... 1 пФ 


' Величина U! <0.,, Unz S Uson S Uni- 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


У М ЛЕ ВЕСИ 13,5... 16,5 В 
И ЕН —16,5... —13,5 B 
Iir, bx» НА Ги; МКА 


Входное напряжение низкого 


УРОВНЯ реа 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого 
УРОВНЯ О оси сов ETA 4... 16,5 В 
Коммутируемое напряжение .................. +15 В 
Коммутируемый ТОК ............ или инииииининни 20 мА 
Температура окружающей среды: 

Г Е АА —45... +85° С 


РОК оные —45... +70° С 


Примечания: 1. Запрещается подача ка- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не — используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных 0, 
напряжения на выходах микросхемы должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжении пита- 
ния источников, равном 0, если приняты меры, 
исключающие протекание токов логических вхо- 
дов более 0,5 мА и токов аналоговых входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует обес-- 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 мВт. реа 


KSIOKN 4 
KPSIOKN4 


100 


020 40 60 807c 


Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


-60-20 20 50 1007,°C 


Зависимость тока потребления 
от температуры окружающей 
среды. Заштрихована область 


разброса значений параметра. 


для 95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая зави- 
симость 


-60 -20 20 60 1007,°6 


Зависимость времени вклю- 
чения ключей от температу- 
ры окружающей среды. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для - 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая за- 
BHCHMOCTb 
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КОЯОИИ4 КРУЗА 


Z 


0 4 8 12ko MA 


Зависимость сопротивления. 
открытого ключа от ком- 
мутируемого тока. Заштри- 
хована область  разброса 


-16 -12 -8 -4 04 ВИ, 8 


Зависимость сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 
напряжения при [„м=1мА, U} = 

=4 В`и различных значениях на- 


J 
-16-12 -8 -4 0 4 -8 Ин, В 


Зависимости сопротивления 
открытого ключа от ком- 
мутируемого напряжения 
при U =13,5 B, U= 


значений параметра для 95% пряжения. источников питания: = — 13,5 В, 6 = 0, 8 В, О». = 
микросхем. Сплошной лини- so п 9 B; 2=П и. 12 В; U= =4 В, Рае МА и различ- 
ей показана типовая зави- ri r i8; в 5 B; №. = 2 B; ных значениях температуры 
_ CHMOCTb = и окружающей среды 
Тот, "MKA 


Ку90 4 
KPSI0KN4 


1 -10 100 


1000 frep, КГц 


Зависимости тока потребления от частоты 
‚ ‘переключения при Ок! =16,5 В, U2 = — 16,5 В, 
В 


К590КН5, КР59ОКН5_ 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные аналоговые ключи со схемами уп- 
равления. 
| Назначение выводов: 1 — 1-й логический вход, 

2— 1-й ‘аналоговый выход, 3—1-й аналоговый 
вход, 4— питание (— U2) 5— общий, 6—2-й 
аналоговый вход, 7—2-й аналоговый выход, 
8—2-й логический вход, 9— 4-й логический 
вход, 10—4-й аналоговый выход, 11— 4-й aHa- 
логовый вход, 12 — питание (+U), 13— пита- 
_ ние (+U), 14— 3-й аналоговый вход, 15— 3-й 
аналоговый выход, 16 — 3-й логический вход. 
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KSIOKNS, КРАЗОВИУ 
3 r a —z 
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14 р Say 
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Функциональная схема микросхем K590KH5 и 
КР59ОКН5. Ключи замкнуты при низком уров- 
не входного управляющего напряжения 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
ый +15 В 


Ток потребления от источника U„ı при высоком 
уровне входного напряжения, И, = Из =16,5 В, 
И,2==16,5 B, ‘Uk=16 B,  T=+25° C, ше 
с o EAEE E O ИВ EAE EREL R 25 мкА 
Ток потребления от источника U „ı при низком 
уровне входного напряжения, U 1 = U3 =16,5 В, 
U = —16,5 В; -0%=08 B, ,Т= +25? C, не 
более | 


Ток потребления от источника U2 при высоком 
уровне входного напряжения, Uni = Una = 16,5 В, 


(= — 16,5 В, 
более 
Ток потребления от источника U „2 при низком 


Uir=16- B, T= 25C, -- не 


уровне входного напряжения, Uni = Un3 = 16,5 В, 
U a= —16,5 ВИ =08В,. o T= +25° С ‘че 
о АЕ РА ВЕСЬ Ч В 29 ВА ЕСТЬ 5 мкА 


Ток утечки аналогового входа при Ui =16,5 В, 


U: = — 16,5 В; Из =4,5 В, в В, 

О „= +15 В, не более: 
Е ее 70 нА 
при Т= +70°С для КР59ОКН5 ....... 350 нА 
при Т= +85°С для К59ОКНб .......... 400 нА 

Ток утечки аналогового выхода при U, = 


=16,5 В, И..=-16,5В, И, =4,5 B, 01=4 В, 


UF +15 В, не более: 
Пр он 70 нА 
при Т= +70°С для КР59ОКН5 ....... 350 нА 
при Т=+85° С. для .К59ОКН5 .......... 400 нА 


Входной ток низкого ‚уровня при И! =И = 
=16,5 В, И. = — 16,5 В, U} =0, T= +25° С, не 
более тли Член 0,2 мкА 


_ Входной ток высокого уровня при И! =И = 


=16,5 В, U .=-16,5 В, (\=16,5 В, 
T= +25° С, не более 
Время включения при И =13,5 В, И 2= 
=—13,5 В, 0. =4,5В,. U% =0..048, U} = 
=4,1 В, И м=1В, К,=10 кОм, С,=40 пФ, 


Т= +25°.С. не более 
Сопротивление в открытом состоянии при 


(И, =13,5 В, 0..==85 B, U3 =4,5 В, 0% = 

=0,8 В, U „a= t10 B, Гы=1мА, не более: 
при T= +A Eaa e 70 Ом 
при ТГ innt м 100 Ом 

Емкость аналогового входа! при И! =15 В, 


U.2= —15 В, И: =5 B, T= +25° С (в закрытом 
состоянии канала), типовое значение ..... 7 пФ 
Емкость аналогового выхода' при И! =15 В, 
Up= —-15 B; И: =5В,. Т=.+25 С; типовое 
значение: 


Зависимости сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 
напряжения при U= 13,5 В 

U2 = — 13,5: В, (1. =4,5 В. >Я 

=0.8 В, [,„м=1! мА и различных 

значениях температуры окружаю- 
щей среды 


в закрытом ‘состоянии канала 

в открытом состоянии канала ......... 25 пФ 
‚Емкость управляющего входа! при И! =15 В, 
И. =-—15В, ПИ.=58В, Т=+25°С, типовое 
Значенае- :.... ыы Е СК ЕЕ 10 Ф 
кость между аналоговыми входом и BbIXO- 
дом' при U =15 В, ПО. =-15 В, U„3=5 В, 
Т=+25°С (в закрытом состоянии канала), 
тиновое значение оды Е 1 nọ 
1 Величина U“xU ООО 


ком NS 


Предельные эксплуатационные данные 


‚ Напряжение питания: 


В E —16,7 ... —9 В 
ранах че 4,5...167 В. 


Входное напряжение низкого уровня О0...0,8 В 
Входное напряжение высокого 


УрО Селин раввина 4В... (Л. 
Коммутируемое напряжение ............... +15,1 В 
Коммутируемый ТОК ............... и ньниньнььь 20 мА 


Температура окружающей. среды: | 
и ВЯ ит i —45... +85° С 
KPSNR US а —45... +70° C 


Примечания: 1. Запрещается подача ka- 
ких-либо электрических ‘сигналов на выводы 
микросхемы, не используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

‘2. При напряжениях источников питания, 
равных 0, напряжения на выводах микросхемы. 
должны быть равны 0. Допускается наличие 
напряжений на выводах микросхем при напря- 
жении источников питания, равном 0, если 
принять меры, исключающие протекание токов 
логических входов более 0,5 мА и токов анало- 
говых входов (выходов) более 5 мА; при этом 
следует обеспечить мощность, рассеиваемую 
микросхемой, не более 150 MBT. 
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д: МКА 


Тот, вых › НА 


KIIOKHI, КРУЗОКИУ 


10 


BRR 
27 


A 
КУ 


NA 
a 


O 20 40- 60 807°C 0 20 %40 60 807°C 1 10 Шер, к 


kA 


0,1 


Зависимость выходного тока Зависимость тока потребления от Зависимость тока. потребле- 
утечки от температуры окру- температуры окружающей среды. ния от частоты переключе- 
жающей среды. Заштрихована Заштрихована область разброса НИЯ 
область разброса значений па- значений параметров для 95% 
раметра для 95% микросхем. микросхем. Сплошной линией по- 
Сплошной линией показана ти- казана типовая зависимость 

повая зависимость 


Фил, HC Котк, OM 


-60-20 20 60 1001°% 0 4 8 12 Щи, МА 
Зависимость времени включе- Зависимость сопротивления 
ния ключей от температуры открытого ключа от ком- 
окружающей среды. Заштрихо- мутируемого тока. Заштри- 
вана область разброса значений | хована область разброса 
параметров для 95% микро- значений параметров для 
схем. Сплошной линией показа- 95% микросхем. Сплошной 

на типовая зависимость линией показана типовая за- 


висимость 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от коммути- 
руемого напряжения при Из = 
=4,5 В, U? =0,8 В, Lou =] MÀ n 
п Un2 =—9 В; 
2— Ua =12 В; U „2= —12 В; 
=- 3— U =13,5.B; О. =—13,5 В; 
4— U= 16,5 B; О. = — 16,5 B 
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K590KH6, КР59ОКНб 


Микросхемы представляют собой восьми- 
канальные аналоговые коммутаторы с дешиф- 
раторами. 


KIIORHE 


о $ 
КРУЗОКИв 
5 
“1 7 
-|0| De |0 
HH 7 
n? HT | 
j 
+ о/2 
5 
“р 
и |7 ›// 
> 7 
29 
o8 


KIOKHG, KPIIORNG 


a — =— =—— 


Функциональная схема микросхем K590KH6 и 
' KP590KH6 


Уровни напряжений на 
входах 


Открытый аналоговый 
вход 


© NDURU N = 


ee e E o a 


© 


Все входы закрыты 


Примечание. Х — безразличное состояние. 


Назначение выводов: l — логический вход 2°; 
2— вход «Разрешение»; 3— питание (— U2); 
4— 1-й аналоговый вход; 5—2-й аналоговый 
вход; б-——3-Й аналоговый вход; 7— 4-й анало- 
говый вход: &— аналоговый выход; 9—8-Й 
аналоговый вход; 1[0—7-й аналоговый вход; 
11— 6-й аналоговый вход; 12 — 5-й аналоговый 
вход; 1[3— питание (+U); 14— общий; 15— 
логический вход 227; 16— логический вход 21. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... 
Ток потребления от источника И„, при низком 
уровне входного напряжения, ‘И! =13,5... 
... 16,5 В, И. ›=-— 16,5... -13,5 В, 0°.=0...0,8 В, 
Т=+25°`С, не более 15 мкА 
Ток потребления от источника U „2 при низком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
...16,5 B, U = — 16,5... — 13,5 В, U2% =0...0,8 В, 
T= +25° C, не более 15 мкА 
Ток потребления от источника И, при высоком 
уровне входного напряжения (., =13,5... 16,5 В; 
U2 = —16}5 ... —13,5.В, Uit B Ug 
T= +25° С, не более 1000 мкА 
Ток потребления от источника И„. при высоком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
... 06;5 В; (..=—16,5,. 1458, Пк =4... Обь 
Т= 4-25? С; „не более“ gnojna n tawn 15 мкА 
Ток утечки аналогового входа при. И = 
=13,5...16,5 В И. =-16,5... —13,5 B, (= 


ооо ооо ооо ооо ооо 


=0...0,88 В,.01=48В...0.:. быв, m 
более: 
при - Г 3-25 С. а ван 50 нА 
E BE E D оао ой 150 нА 
Ток утечки аналогового выхода при И = 
=13,5.,.16,5 В, О 2=-—16,5... -13,58В, 0% = 
=0...0,8 В, Ом = +15 В, не более: 
а ИВ Е 70 нА 
к: ЗО О р АА 250 нА 


Входной ток низкого уровня при U= 13;5... 
... 16,5 В, И ›=-—16,5... -13,5 В, 06, =0...0,8 В, 
ТГ 25. ©. ве более ыы 0,2 мкА 
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Входной ток высокого | уровня при И = 
. =13,5..:16,5 В, И›=-16,5... —13,5 В, U}= 


=4 B... Uns Т=+25°С, не более. ..... 0,2 мкА 
Время включения при И! =13,5... 16,5 В, 
U„2 = — 16,5... —13,5, U? =0...0,8 B, U} = 
 =4В...О, Ra=10 кОм, С,=40 пФ, 

паи $. Ме. более одних 300 нс 


Сопротивление в открытом состоянии при 
U -=13.5--16.5 В.-0..= 18.5... —135 B; 
U% =0...0,8 В, U} =4 B...U,1, ГкОм=1 мА, не 
более: 

при Т= +25 и 45° С 


с Я У И ОНИ 400 Ом. 


Емкость аналогового входа! при И! =15 В, 
О 2.=—15 В, /=1 МГц, типовое 
наи 10 пФ 


°. Вмкость аналогового выхода при И! =15 В, 


U2 =—15 В, /=1 МГц, типовое 
значение ...... ЕЕ НЧ: Я т ата 20 пФ 
Емкость управляющего входа! при U, ,ı=15 В, 
U2 = —15 В, /=1 МГц, типовое 
ЗНАЧЕНИЕ чик нна Я РР нЕ 7 пФ 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 


вым выходом", типовое значение .......... 1 n® 
' Величина U} <0,:, Unz SUpou S Uni. 
1 
I YT, вых, НА I пот (+) >» мА 


КУЗОКНЕ, KP5IOKNE 
100 


10 


p 


27 


0 20 


%4 


01 
40 60 801,5 


Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


0, 
-60 -20 20 60 1007,°C 


Зависимость тока - потребле- 

ния от температуры окру- 

жающей среды. Заштрихова- 

на область разброса значе- 

ний параметра для 

микросхем. Сплошной лини- 
ей показана типовая 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 

13,5... 16,5 В 
РОННИ НИ ЗО МЕ —16,5... —13,5 В 

Входное напряжение низкого уровня ... 0...0,8 В 


’ Входное напряжение высокого 


УРОВНЕ Зы niread лени, 4... 16,5 В 
Коммутируемое напряжение .................. +15 В 
Коммутируемый ТОК ............... и еаннииии 20 мА 
Температура окружающей среды: 
с" Зе ИСИ НЕНИЯ —45... +85° С 
РЕНО аланы —4$5... +70° C 


Примечания: 1. Запрещается подача ка- 
ких-либо электрических сигналов на` выводы 
микросхемы, не — используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных 0, 
напряжения на выводах микросхемы должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжении ис- 
точников питания, равном 0, если приняты 
меры, исключающие . протекание токов, логи- 
ческих входов более 0,5 мА и токов аналоговых 
входов (выходов) более 5 мА; при этом следует 
обеспечить мощность, рассеиваемую микросхе- 
мой, не более 150 мВт. _ 


-60 -20 20 60 1001°% 


Зависимость времени включе- 

ния ключей от температуры 

окружающей среды. Заштрихо- 

вана область разброса значений 

параметра для 95% микросхем. 

Сплошной линией показана TH- 
‚ повая зависимость 


95% 


зависимость 
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0 4 8 12 Tkon MA 


Зависимость сопротивле- 
ния открытого ключа от 
коммутируемого = тока. 
Заштрихована — область 
разброса значений пара- 
метра для 95% микро- 


напряжения при 
=0,8 В, U! =4 В, k 


-16 -12.-8 -4 0 4% 8 UnB 


Зависимость сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 
9 =0,8 В, y= 


-16 -12 -8 -4 0 4 ВИ, В 


Зависимость сопротивления от- 
крытого ключа от коммутируе- 
мого напряжения при U= 


вх 


al МА и раз- = 13,5 В, Оз = — 13,5 B; = 
личных значениях ‘напряжения HC- 
точников питания: 


=0,8 В; ‘U? =4 В, 
различных значениях темпера- 


схем. Сплошной линией 1—0,,=9 В, Uy= =-98;  Ż—Ü,*12ÐB, туры окружающей среды 
показана типовая зависи- И»=“ 2 By B; Ti ei т 5 B; ara —13,5 B;. 
мость 2— 


KSIORNHG 
KPS90R HE 
- 1000 


f- -0 100 1000 frey, Kly 


_ Зависимости тока потребления от частоты. 


переключения 


К590КН7, КР59ОКН7 


Микросхемы представляют. собой четырех- 
канальные аналоговые ключи со схемой управ- 
ления (двухполюсное переключение). 


KÝ90KH7, КРУЗОКИ7 


“у 
тете МО 
А RR 


Функциональная схема микросхем K590KH7, 
_ KP590KH7 


Назначение выводов: [—2-й аналоговый Bbl- 
ход; 2,.7, 10,12 свободные: 3 -1-й аналого- 
вый выход; 4-—1-й аналоговый вход; 5— 4-й 
аналоговый вход; б—4-Й аналоговый выход; . 
8—3-й аналоговый выход; 9— 3-й аналоговый 
вход; [|-— питание (+U); 13— общий; 14— 
питание (— (0.2); 15 — логический вход; 16 — 2-Й 
аналоговый вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... +15 В 
Ток потребления от источника U1 при высоком 
уровне входного напряжения. U= 16,5 В, 
0,2 = — 16,5 В, U! =4В, T=+25 Ç, „ве 
бОЛОВ моль EE E ERT ET 200 MkA 
Ток потребления от источника U„ı при низком 
уровне входного напряжения, И! =16,5 В, 
U= —16,5 В, 01=0,8 В, Т=+25°С, ие 
БОДЕ а 25 мкА 
Ток потребления от источника И’. при высоком 
уровне входного напряжения, И, =16,5 В, 
О2=—16,5 В 0О=4В о Т=425°С, ие 
ООВ: ес OPE oy OPERARE EITE A $ мкА 
Ток потребления от источника U „z при низком 
уровне входного напряжения, U = 16,5 В, 
U z= —16,5 B, U? =0,8 В Т=+25°С, ие 
т. ES EN N VE E CA AUE 5 мкА 


Ток утечки аналогового входа при И: =16,5 В, 

0,2 =—16,5 В, U! =4 В, Un = +15 В, не более: 
при Т=+25° С И ЕЕ 70 нА 
а Я ЕН С ИО 


Ток утечки аналогового выхода при U, = 


=16,5 В, U2 = — 16,5 В, И =4 В, Ом = +15 В, 
не более: к ь | 
при. Т=-+25°.С .......... ЕТ 70 нА 


О Le А ТЫ" 400 нА 
Входной ток низкого уровня при И. =16,5 В, 
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U2 = — 16,5 В, Т=+25° С, не 
более 0,2 мкА. 
Входной ток высокого уровня при 0. =16,5 В, 
U a= 16,58 Ui =16,5В, “T=+25° С, ие 
ВОИ: иона иные 
Время включения при U =13,5 В, Unz 
—13,5 В, U2 =0...0,4B, 01 =4,5 В, НИ 
=10 B, К,=10 кОм, С,=40 пФ, T= +25? С, не 
более 300 нс 
Сопротивление в открытом состоянии при 
0113,5 Ву; =—135 B; 0. =08 В, О = 
=4 B, [,„=10 MA, не более: 
при Т=+25 и —45° С 

TY ME EA EAE PEENE E EE 
Емкость аналогового входа' при И! =15 B, 
И. = —15 В, T= +25° С (в закрытом состоянии 
канала), типовое значение ..................... 20 пФ 
Емкость аналогового выхода! при U, ,=15 В, 
Ua2=—15 В, T= +25° С, типовое значение: 

в закрытом состоянии канала 25 пФ 

в открытом состоянии ranana 50 пФ 
Емкость управляющего входа! при И! =15 В, 
U„2 = —15 В, T= t: C, типовое 
значение 10 пФ 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом при Он =15В, И. =-—15 В, 
Т=+25°С (в закрытом состоянии канала), 
типовое значение 2 пФ 


И», =0, 


ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо ооооооо соо о 


эоофоо ооо оо ооо оо ооо» 


ком = 


' Величина U! <Un 0,›<0, „<: 


KS90KH7, KPSI0RH 


HHH HHH 


HHN 


01 СЗ ^^ ЗИ Е A 
0 20 40 60 807°C 


Зависимость выходного 
тока утечки от темпера- - 
туры окружающей среды. 
'Заштрихована — область. 
разброса значений пара- 
‚метра для 95% микро- 
схем. Сплошной линией 
показана типовая зависи- 
| мость 
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0,2 мкА 


N 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


ОНА A ЗЕНА РАКА ВЯ ОЧ 9... 16,7 В 
И HAE ЧАИ $ Ep че АНУ —16,7... —9 В 
Входное напряжение низкого уровня ... 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого 
УРОВНЯ оной 4 В... Uz 
Коммутируемое напряжение ................ +15,1 В 
Коммутируемый TOK ............. ини лиининининиия 20 мА 
Температура окружающей среды: 
ОИ ыы, —45... +85° С 
И 9 $ ИИА —45... +70? С 
Примечания: 1. Запрещается подача ka- 


ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не — используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях источников питания, 
равных 0, напряжения на выводах микросхемы 
должны быть равны 0. Допускается наличие 
напряжений на`выводах микросхем при напря- 
жениях источников питания, равных 0, если 
приняты меры, исключающие протекание токов 
логических входов более 0,5 мА и токов ана- 
логовых входов (выходов) более 5 мА; при этом 
следует обеспечить мощность, рассеиваемую 
микросхемой, не более 150 MBT. 


1 
Inorg) , МКА 


100 
100 fap KTy -60-20 20 60 1007°0 


Зависимость тока потребления Зависимость тока потребления OT 

от частоты переключения при температуры окружающей среды. 

U.i =16, р. В, yaz 
U! 


Заштрихована область разброса 

значений параметра для 95% 

микросхем. Сплошной линией по- 
казана: типовая зависимость 


— 16,5 В, 
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Котк, 0n 
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Зависимость времени вклю- 
чения ключей от температу- 
ры окружающей среды. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая за- 
висимость 


048 


коммутируемого 
Заштрихована 


метра для 95% 

схем. Сплошной 

показана типовая 
мость 


-46 J da 


-4 


Зависимости сопротивления открытого propa 

от коммутируемого О РУ при 

=13,5 В, U. =—13,5B, UL =4 B DoS B, 

Ре Z1 мА и различных значениях температуры 
окружающей среды 


K590KH8A, K590KH85, 
KP590KH8A, KP590KH85 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные аналоговые ключи с повышенным 
быстродействием (однополюсное включение) 
для коммутации напряжения —10.,. +10 В 

Назначение выводов: 1— 1-Й сток; 2— под- 
ложка; 3—1-й затвор; 4—1-й исток; 5— 2-й 


KSIOKHT, КРУЗОНИ7 


РРР 
РРР 
о 
- i f —_ 5 


~ 
_ 


12 Iron, МА 


Зависимость сопротивле- 
ния открытого ключа от 


разброса значений пара- 


a iat Sn ah. 


8 (ном, B 


Зависимости сопротивления открыто- 


тока. 
область 


жения при (1,=4 В, a =0,8 В; 
Том = | МА и различных значениях на- 
пряжения. питания: 


1—-U„„=9B, 0.=-9В В 
=E JUa Е ‘ато = ; 4-Un= 
=16,5 B, 0, | 


микро- 
линией 
зависи- 


KSIOKHE (А. E) 
KP590KH6 (A, 5) 


.2 © - od 
И я 
y 
1 © БЫ 
> -0 
yy A УТ? 
8 o= анис 
р о 11 
VDJ яя 
9 С SIGRE” 
:- о 14 
Ид 
VT% — 
° бо Lassy 


исток; 6—2-ň затвор; 7, 10, 15— свободные; 
8—2-й сток;. 9—3-й сток; 11—3-й затвор; 
12— 3-й исток; 13— -4-й исток; 14— 4-й затвор; 
16 —4-й сток. 


Электрические | параметры | 


Номинальное напряжение питания ...... +12 В 

Пороговое напряжение при ` [с =0,91 мА, 

T= +25 С: : 
K590KH8A, KP590KH8A ATEA ... 0;1...2 B 
К590КН8Б, KP590KĦ8B .................. 0,5...2 В 


Ток утечки стока при Verao B, Unon = —5 B, 
| 265 


го ключа OT ROMMET ENEIT напря- . 


U;,=—5B для К59ОКН8А, КР59ОКН8А и 


Uc=30 B, U ,=0, 0:,=0 для К59ОКНЗБ, 
KP590KH85, не более: | 
K590KH8A, КР59ОКН8А: | Е 
ух Г Ре ФО НИ ЗЕЕ ANA 50 нА 
АЕ анны. Ус ИЕ 100 нА 
тр оу SEE ВЕЕТ < СЛОВ ИЕ СИ 400 нА 
К59ОКН8Б, КР59ОКН&8Б: 
г о А ЗУ Не ЗАЕМ ОВО ОВ, 10 нА 
ЕК, оды 70 нА 
т 9 Сана PA N E '100 нА 


Ток утечки истока при Ии=20 В, = —5 В, 
0. =Ь—5В для К59ОКН8А, КР59ОКН8А, не 
более: 


ое АСИ ПОНРА Е 50 нА 
О Бе оо ынех дж 100 нА 
РВС неко цене од, ЗО RA 
Ток утечки затвора при U,=30B для 


К59ОКН8А, KP590KH8A и U,=20B для 


К590КН8Б, КР59ОКН8Б, `Т=+25° С, не 
АЯ ео NA и 0,5 мкА 
Сопротивление сток—исток при (И. =5В, 
[с=10 мА, не более: 

Ши 1=3-22 и. —45 OTE TE ir 70 Ом 

ео KARENE AARRE ВОИ СО 100 Ом 
Сопротивление сток—исток при Оз=10 В, 
с =10 мА, Т=+25 С°, не более .......... 45 Ом 


Входная емкость при Ос=10 В, U}= Unon = 
=—15 В для КР59ОКН8А, КР59ОКН8Б, не 
о а бин 5 пФ 
Проходная емкость при Ис=10 В, ПО. = Unoa = 
=—15В для КР590КН84, KP590KH85, не 
ое абы 1,5 Ф 
Выходная емкость при Ис=10 В, U= Unoa = 
=—15В для КР59ОКН8А, KP590KH85, не 
_ С НЕ INET ВАННЫ 2... 8 ПФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток: 


_К59ОКН8А, КР59ОКН8А ..................... +20 B 
_ K590KH85, КР59ОКН&Б .................. 0... 30 В 

Напряжение сток — подложка: 
K590KH8A, КР59ОКНЗА .................. 0...25 В 
ни: 0... 30 В 


К590КН8Б, КР59ОКН8Б 


Зависимость сопротивления открытого канала 

транзисторов микросхем от температуры окру- 

_ жающей среды. Заштрихована область разброса 

значений параметра для 95% микросхем. 

Сплошной линией показана ‘типовая зависи- 
мость 
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Напряжение исток — подложка: 
К59ОКН8А, КР59ОКНЗА ................... 0...25 В 


К59ОКН8Б, КР59ОКН8Б ................... 0... 25 В 
Напряжение затвор — исток: 

K590KH8A, КР59ОКН8А ..................... +25 В 

К59ОКН8Б, КР5ЭОКН8Б ................... 0... 20 В 
Напряжение затвор — сток: 

K590KH8A, KP590KH8A ..................... +25 B 

К59ОКН8Б, KP590KH8B ................... 0... 20 В 
Напряжение затвор — подложка: 

K590KH8A, КР59ОКН8А .................. 0... 30 В 

К59ОКН8Б, KP590KH8B ................... 0... 20 В 
paei gire T BE A E LR RN SA 50 мА 
Рассеиваемая мощность ': | 

при. L= —45....-+40°С 4... ecsisscress 1 Вт 

О ГЕО iie meede ihres 0,59 Вт 
Температура окружающей среды: 

К59ОКН8А, K590KH8B ........... —45...+85° С 

KP590KH8A, КР59ОКН8Б ..... —4$5... +70? С 


Примечания: 1. Время включения для 
каждого транзистора не превышает 3 нс, типо- 


‚ вое значение времени выключения составляет 


12 нс при Оз =3 В, Осшаж=5 В, С, =1Ю пФ. 

2. Запрещается подача каких-либо электри- 
ческих сигналов на выводы микросхемы, не 
используемые согласно принципиальной 
электрической схеме. 

3. Потенциал на любом из выводов микро- 
схем должен быть равным или более положи- 
тельным по отношению к потенциалу на выводе 
и. 

4. Необходимо учитывать, что подложка 
К59ЭОКН8А, К59ОКН8Б электрически соединена 
с корпусом микросхемы. 
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Схема включения микросхем K590KH8 (A, B), KP590KH8 (A, B) с ТТЛ-микросхемами 


Или, В 


Ло9окиВА, КРОЗОКИВА 


РА 
и f ph 
Ш 


Йа AF H 9 | 0 


1 


Зависимость порогового на- 
пряжения затвор — исток 
транзисторов микросхем от 
напряжения исток —- подлож- 
ка. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана 
типовая зависимость 


Usu, nop» В 


JIOKHBA, KFSIOKHGA 


-60 -20 20 60 1007,°C 


Зависимость порогового Ha- 


пряжения затвор-исток тран- 


зисторов микросхем от TEM- . 


пературы окружающей сре- 
ды. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана 
типовая зависимость 


Ж\\ NN ne 


SRS 


À ENV WWV 
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Зависимость тока утечки ис 
тока транзисторов микро- 
схем от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихова- 
на область разброса  значе- 
ний параметра для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
ей показана типовая зависи- 
мость 
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Reu, OTK ? дн 


Е 
0-20 40 60 8070 E 


Зависимость тока утечки 
стока транзисторов микро- 
схем от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихова- 
на область разброса значе- 
ний параметра для 95% It 
микросхем. Сплошной лини- 
ей показана‘ типовая зави- 
симость 


К590КН9, КР59ОКН9 


Микросхемы представляют собой двухка- 
нальные аналоговые ключи со схемой управле- 
ния (однополюсное включение). 


ии GEE S 


Функциональная схема микросхем K590KH9 и 
КР59ОКН9 (состояние ключей соответствует 
сигналу высокого уровня на входах управления) 


Назначение выводов: 1, 2, 7, 8, 9, 12, 

16 — свободные; 3—1-й аналоговый выход; 

4— 1-й аналоговый вход; 5—2-й аналоговый 

вход; б—2-й аналоговый выход; 1[0— 2-й логи- 

ческий вход; 11— питание (+01 =15 В); 

13 —общий; 1/4— питание (—U,:=—15 В), 
15 —1-й логический вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления от источника U, при высоком 
уровне входного напряжения, И. =16,5 В, 
И .=—16,5 В, Ul =4 В, не более: 
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2 И, В 01 1 


Зависимость сопротивления откры- 
того канала транзисторов микро- 
схем от напряжения затвор — исток 
при различных значениях напря- 
жения Е ОК: 


р +15 В. 


Rcy, OTK ? 0n 


‚ездит 
те 


upewa 


10 1, MA 


Зависимость сопротивления 

открытого канала транзис- 

торов микросхем от тока 

стока при различных значе- 

ниях напряжения затворЫ— 
исток 


Un одл =—5 В; 
би. = -15 В 


при Т=+25°С 
при T= —45° С 
Ток потребления от источника И, при низком 


уровне входного напряжения, U= 16,5 B, 
U .=—16,5 В, 0%, =0,8 В, не более: | 
ПОМ СЕ Трава 50 мкА 
ПИ По ео 200 мкА 
Ток потребления от источника U2 при высоком 
уровне входного напряжения, (И! =16,5 В, 
U.: = —16,5 В, И! =4 В, T= +25° С, не 
О а алое 5 мкА 
Ток потребления от источника U, при низком 
уровне входного напряжения, U i= 16,5 В, 
Uia = —16,5 В, US =08 В, -Т=+25°.С; ne 
И Р-н AE 5 мкА 


_ Ток утечки аналогового входа при U= 16,5 B, 


Ui =—16;5В,. 0 =43В,: ИЕ +15, nme 
более: , 
При 1 =: 25. С. оо AA) 50 нА 
Ре ьеь 500 нА 


Ток утечки аналогового входа при Ик! =16,5 В, 


U =-16,5:В, U2 =088,.(.=0, T= +25° C, 
wo Ge aa an a a a a an aae 50 HA 
Ток утечки аналогового выхода при U, „= 


=16,5 В, U. =—16,5 В, 0 =4В, U м= +15 В, 
не более: 
DE к к G k Е КВ 50 нА 
уз ИД. АХ АВЕ 500 нА 


Ток утечки аналогового выхода при И = 
=43,5 В, (..=-13;58: 0 =48, Usam t15 В, 
не более 
Входной ток низкого уровня при U= 16,5 В, 
U2 = —16,5 В, U°=0, Т=+25° С, не 


более 


Входной ток высокого уровня при И, =16,5 В, 


U2 ==—16,5 В, Им=16,5 B, Т=+25° С, не 
НЕЕ Ла ати 0,2 мкА 
Время включения при и =13,5 В О 2= 


=—13,5 В, U„=10 B, U}ł=4,5 B, U}ļ=0... 

.. 0,4 В, В, =10 кОм, C,=40 пФ, T= +25° C, не 
Gomas E E E AE KS V L: E PRESO AS E 0,5 мкс 
Сопротивление в открытом состоянии при 
И: 135, Г0 = 135 By US =0,8 В; Ох. = 
= —10 В, [,,=10мА, Т=+25° С, не 
ВОВЕ Гы иж 10 Ом 
Сопротивление в открытом состоянии при 
U =135 В, 0, =-13,58, U2, =0,8 ВО =0, 
Ia =10 MA, не более: 

при. T= = +25° C 

ор М Е ри И СИС 15 Ом 
Емкость аналогового входа в закрытом сос- 
тоянии канала при И =15В, U .=-—15 В, 
T=25° C, тановое. значение ...........1.:.: 35 * пФ 
Емкость аналогового выхода в закрытом сос- 
тоянии канала при И =15В, U= — 15 В, 
T= +25° С, типовое значение .............. 40 * пФ 
Емкость управляющего входа при И! =15 В, 
О ›=-—15 В, T= +25° С, типовое 
значение . 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом в открытом состоянии канала 
при U= tS В, О. =-15 В, Т=+25° С, runo- 
ВОВ Aae enn a an 2* пФ 


* Величина U! <Uni, Unz S Uron S Uni- 


Ror, ‘OM 


9,9 


т 


-60 -20 20 60 1007,°6 


Зависимость времени вклю- 
чения ключей от темпера- 
туры окружающей среды. 
Заштрихована область раз- 
броса значений 'параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типо- 
вая зависимость 


метра Для 


Ро 


ля 
pua Ti 
ии [Г 


10 20 30 Ipon, MA 


Зависимость сопротивления OT- 
крытого ключа от коммутируе- 
мого тока. Заштрихована об- 
ласть разброса значений пара- 
95% 
Сплошной линией показана TH- 
повая зависимость 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


ро Арчи ры в. .16, 5 В 
О Е О И Ще НЕ о —16,5... —13,5 В 
Входное напряжение высокого 
УРОВНЯ 21... сольно 4... 16,5 В 
Входное напряжение низкого 
УБОВНЯ рыли ENE EE E EE 0...0,8 B 
Коммутируемое напряжение .................. +15 В 
Коммутируемый TOK ...............иинининининиь 50 мА 
Температура окружающей среды: 
КОН inanca onan —45... +85° C 
КРЗЗОКНУ: kiisi —45... +70° С 


Примечания: |. Запрещается подача ка- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не используемые согласно . 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных Q, 
напряжения на выводах микросхем должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжениях пи- 


° TAHHA, равных 0, если приняты меры, исклю- 
`чающие протекание токов логических входов 


более 0,5 мА и токов аналоговых входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует обес- 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 мВт. 


f AA (+), MKÀ 
KSIOKHI, KPSIOKHI Re 


-60 -20 20 60 1007.0 

Зависимость тока потребления 
от положительного источника 
питания при высоком уровне 
сигнала на входе управления от’ 
температуры окружающей сре- 
ды. Заштрихована область раз- 
броса значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной ли- 


микросхем. 


нией показана типовая зависи- _ 


мость 
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Типовая схема включения микросхем К590КН9 
и КР59ОКН9 с ТТЛ-микросхемами 


Inor, MKA 


01 1 10 100 fep, niu 

Зависимость тока потреб- 

ления от частоты пере- 
ключения 


метра для 95% 


К59ОКТ1, КР5ЭОКТ1 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные МОП-коммутаторы со схемами уп- 
равления. 

Назначение выводов: 1—1-й аналоговый 
вход; 2—2-й аналоговый. выход (аналоговая 
общая шина); 3—2-й аналоговый вход; 4— 1-й 
аналоговый выход; 5— 3-й аналоговый вход; 
б— 3-й аналоговый выход (аналоговая общая 
шина); 7—4-й аналоговый вход; 8—4-й логи- 
ческий вход; 9— 3-й логический вход; 10— nm- 
tanne (+0.); 11, 12, 13— свободные; 14— o6- 
щий (цифровая общая шина); 15— 2-й логичес- 
кий вход; 16 —1-Й логический вход. 
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Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окружа- 
ющей среды. Заштрихована об- 
ласть разброса значений пара- 
микросхем. 

Сплошной линией показана TH- 1—0 
aa == повая зависимость 


Ror ? 0n 


A or ron [— 
ANE AAE 
м. 


a i et d Aia: Pea. ARD I 8 


8 (нон c] B 


Зависимость сопротивления открытого ключа 

OT коммутируемого напряжения при U, = 

= 13,5 В, U, =—13,5 В, И =0,8 В, Г.м=10 мА 

и различных значениях температуры окружаю- 
щей среды 


Rork j дм 


Зависимость сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 
R A npu U% =0,8 B, Lou= 
О MA и различных напряжениях 
ак питания: 
И. .=—=9 B, 2—0. =12 В, 
ИЕ T в, 3U. =13,5 В, ВЫ N 5 B; 4— 
ra a В. TET 


ni 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 9B 


Ток потребления при высоком уровне входного 
напряжения, U, =9,9 В, И! =9,1 В, T= +25° С, 
о о Е ОРЛА ВРЕДНЫЕ 1 мкА 
Ток потребления при низком уровне’ входного 
напряжения, U, =9,9 В, U2 =0,8 В, T= +25° С, 
о. ЯКО ИВИС 1 мкА 
Ток утечки аналогового входа при U, ,=9,9 В, 
И. =9,9 В, 01, =9,1 В, не более: 


при Т= -Т | 120 nA 
Ток утечки аналогового выхода при И, =9,9 В, 


KIIORTI, КРУЗОКТ! 


16 E 


Ux=0, U? =0,8.В, О, =9,9.В, не более: 
Нри- == 25° Сонин 50 нА 
с. У Е К E ЕЖЕ 120 нА 


Входной ток высокого уровня при И, =9,9 В, 
U1 =9,9.В,..Т= +25%С, не более ........ 0,2 мкА 
Входной ток низкого уровня при. И, =9,9 В, 


UTE ТЕ Су сие более .............. 0,2 мкА 
Время включения при И, =8,1 В, Lou=! МА, 
Г= + 25С, ‘ие Более: при 30 нс 


Сопротивление в открытом состоянии при 


U =8,1 В, UT =0,8 В, И! =7,3 В, Lsu = мА, не 
более: 
при-_,25= #25... —Я 5 CE 100 Ом 
Пр ТЕТ неа ива S 130 Ом 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания .............. аи 8,1... 12 В 
Входное напряжение высокого уровня .. (U, — 
0,8 В)... U, 
Входное напряжение низкого уровня 0...0,8 В 
Коммутируемый ТОК ............. ие еиььииннинннии ..5 МА 
Температура окружающей среды: 
КОК E DERE T s AES E ERE AN —45... +85° С 
KPIR TE лиана —45... +70° C 


Зависимость выходного тока утечки от темпе- 
ратуры окружающей среды. Заштрихована об- 
ласть разброса значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией показана типовая 


зависимость 
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Примечания: 1. Помехозащищенность, 
равная 0,4 В, обеспечивается при U вх < 0,4 Ви 
Ul 2 U„,— 0,4 В. 

2. Запрещается подача каких-либо сигналов 
на выводы 11—13. 

3. При эксплуатации необходимо учитывать, 
что выводы 2 и Ó имеют электрическую связь 
через подложку. 

4. При напряжении питания, равном 0, на- 
пряжения на выводах микросхемы должны 
быть равны 0. Не допускается подавать напря- 
жение менее —0,1 В на выводы Г, 3, 4, 5, 7, а 
напряжение на выводах 2, Ó не должно быть 
больше, чем на выводах [, 3, 4, 5, 7. 

5. Типовое значение емкости аналогового 
выхода (вывод 4) при U ,=9 B и замкнутом 
состоянии: четырех каналов 80 пФ, при разомк- 
нутом состоянии всех каналов 16 пФ. 


Iy, бых, НА 


KIJOKT: 7 
h Г В 


0 20 40 60 80 1007% 
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Зависимость сопротивления 
открытого ключа от комму- 
тируемого тока. Заштрихо- 
вана область разброса значе- 
ний параметра для 95% 
микросхем. Сплошной JIH- 
нией показана типовая зави- 
симость 


Зависимость тока потребления от частоты пере- 
ключения 


Зависимость сопротивления ‘открытого ключа 

от напряжения питания. Заштрихована область 

разброса значений параметра для 95% микро- 

схем. Сплошной линией показана типовая зави- 
_ CHMOCTb \ 
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-60 -20 20 60 1007°C 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от темпе- 
ратуры окружающей среды. 
Заштрихована область’ раз- 
броса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типо- 
вая зависимость 


Inor j мкА 


о, E 
КУ9ОАТ, ИРУЗОКТУ ЕЕЕНЕБН 
РЕНИ 
n0 М В 
ма’ ди КТ T Я ЗЕ З ПИ 56 E р 3 РЕ да М Ре Я РЯ 
MAESE ETE AE ВЕ ЗЕМ E 
ГРИТ E A 
НЕЕ 
НЫ: лиана 
ПЕРИМЕТР 
РЕРИННЕТЕЕНТЕЕН 
Е. > Е Е. ЕВ 
КРЕВЕГЕЕНЕЕТ 
A H 
НЕСТЕРОВ 


8 


-60 -20 20 60 

t 

Зависимость времени вклю- 

чения ключей от температу- 
ры окружающей среды 


100 7,°0 


< 


Зависимость времени включения ключей от 
напряжения питания. 
разброса значений параметра для 95% микро- 
схем.Сплошной линией показана типовая зави- 


Заштрихована область 


CHMOCTE , 


ОД 


Схема включения 


Выход 


2.16. Микросхемы серий К100З и 
| KM1003 


Серии K1003 и KM1003— комплект анало- 
го-кодовых преобразователей для управления 
устройствами. индикации на полупроводнико- 
вых светоизлучающих диодах в аппаратуре 
магнитной записи и воспроизведения звука, 
радиоприемных устройствах и другой аппарату- 
ре. Выполнены по биполярной технологии с 
изоляцией элементов р-п переходом. 

В состав серии входят: 

К1003ПП1 — аналого-кодовый преобразова- 
тель для высвечивания столбика на шкале из 12 
светоизлучающих диодов; 

КМ1003ПП2 — аналого-кодовый преобразо- 
ватель для высвечивания одного из 16 светоиз- 
лучающих диодов на шкале; 

К1003ППЗ — аналого-кодовый преобразова- 


тель для высвечивания одного из 10 светоизлу- 


чающих диодов на шкале. 


K1003NN1 


Микросхема управления светодиодной шка- 
лой непрерывного типа, обеспечивающая высве- 


чивание столбика на шкале H3 12 светоизлучаю-_ 
щих диодов, которые загораются поочередно _ 


при изменении входного напряжения от мини- 


мального До максимального значения. При 


Типовая схема включения микросхем K590KT]1 
и KP590KT1: 


RI — R4— весовые резисторы, R5— резистор обратной связи, 
рА1 — операционный усилитель К140УД7, 2! — дешифратор 


увеличении входного напряжения светоизлучаю- 
щие диоды низших уровней не отключаются, 
яркость свечения включенного прибора каждого 
уровня постоянна. Предназначена для примене- 
ния в индикаторных устройствах бытовой аппа- 
ратуры магнитной записи и воспроизведения 
звука, усилителях низкой частоты и радиопри- 
емных устройствах. 

Корпус типа 2104.18-3. Масса не более 1:5 г. 

Функциональный состав: I — распределитель; 
П-—компаратор напряжения; ПГ— спусковая 
схема; [/— токовые ключи. 


Назначение выводов: 1|— общий (—U,); 2 к 
регулировка яркости; 3 — опорный вход макси- 
мального уровня; 4— 15 — выходы токовых 
ключей; 


уровня; 1/7— вход сигнала; 18 —питание (+U, ). 


16— опорный вход минимального 
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- КО 


18 р: 16 15 14 13 12 11 10 
=—4—ntnhcct 


1 2 3 4 
Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ 12 В 
Ток потребления микросхемы при отсутствии 
свечения светоизлучающих диодов’ и U = 12 В, 


ВНЕ E EERE TS PROE O A R 10 MA 
Число индицируемых уровней ..................н.... 12 
Разность опорных напряжений на выводах 3 и 
16 при U= 12 В, Т=+25°С................ 1...6 В 
Входное напряжение на выводе 17 при И, = 
HISD 1=+25 Oaker 0... 6 В 


Ток по управляющему и опорным `входам 
(выводы 3, 16, 17) при U ,=12 В, T= +25° С, не 
р ЕЕ ЧЕРВЬ осин ea 1 мкА 


Типовая схема‘ включения , y 
микросхемы K1003I11: Pac- 7 
чет сопротивлений резисто- 
ров делителей напряжения в 
цепях опорного напряжения 
(КЗ — R5) и входного напря- 
жения (R1, R2) производят 
на основании следующих со- 
отношений: U 


п, оп вх тах › 


Охты — исходные данные; 
3 вх тах , 
ен A Da AC bu 


Отв О ыы N 
ia Оз 
=1... 6 В; R= R2, 


3 
где R2=30...60 кОм; R3= 
U — ; 
16 -Maaa 16. R5 = 
ьх (16) ]ьх(3) 
Uo 


a: "(3+ R4). 


Вход 
LL] 
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M M м 


185 17 16 рип 


KIO0INNT 
Газети 


5 7 8 I 


Ток нагрузки на каждом выходе (выводы +...15) 
при’ U, =12.B, Т=+25° С, не более ...., 10 мА 


Предельные эксплуатационные Данные 


Напряжение питания .............. линии, 10...18 В 
Максимальное ‘входное напряжение .......... -6B 
Максимальное напряжение Ha. выводах 3 и. 
бин иона 6В 
Температура кристалла, не более ..... +150° С 
Тепловое сопротивление ..................... 120° С/Вт 


Температура окружающей среды — 10... +70° С 


Схемы включения 


о Mo M AA MM MA M 


И VD2 VD3 YD% VD5 VDG 777 ype 


AA PA AA AA AA AA м AA fA 


„ Яркость“ 


YDI VDIO VDI И VOIS VDI% YD15 WDIG VD17 VD18 ИЯ VD20 VD21 ИЗ KD23 02 
MA AA AA M ARO U HRP” 


A AA AA AA 


> = > > 


Схема каскадного соединения двух микросхем К1003ЗПП1 для увеличения разрядности свето- 
диодной шкалы 


Дополнительная литература | 


SZELERski CEZARY. Analogiczne uklady scalone 
[| Radioelektronik.— 1985.—N 11.—P. 24, 25. 


KM1003NM2 


Микросхема представляет собой устройство 
управления линейной светодиодной шкалой ди- 
скретного типа и обеспечивает высвечивание 
одного из 16 светоизлучающих диодов шкалы в 
зависимости от уровня входного аналогового 
напряжения. Предназначена для применения в 
индикаторных устройствах бытовой аппаратуры 
магнитной записи и воспроизведения звука, 


20116-5 15 

ЗИ ENEN ИН 

1НННАННН| 
> 


ЕО ЛОТО 


усилителях низкой частоты и радиоприемных 
устройствах. | 
Корпус типа 201.16-5. Масса не более 2 г. 


АМТС 
№ аж 


ты 
E 
aM | 
РЕ 


1 2d 4 ó 


Функциональный состав: [— выходные клю- 


чи; //—выходные повторители; П/—компара- 
торы; [/’— входные повторители; Г — регуля- 


тор яркости; И/— стабилизатор напряжения. 


Назначение выводов: |[— общий (— U) 2— 
5— выходы ключей; 6—9 — выходы повторите- 
лей; 10— питание (+0,); 11— управляющий 
вход; 12 — опорный вход минимального уровня; 
13 — опорный вход максимального уровня; 14— 
выход стабилизатора; 15, 16 — входы perys- 
тора яркости. ; 


‚Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, =12В, U „x=0, T= 
= +25. не более ааа ьиа 10 мА 
Входное напряжение ..................лшшинниии 0... 6 В 


Опорные напряжения: 


на выводе 1[2............ РЕ ОКИ 0...4,6 В 
И ВЕ орел 1,4...6 В 
Выходное напряжение стабилизатора при И, = 
‘=12В, 1 =1мА, Т=-+25° С .... дин, 4...6 В 
Входное напряжение регулировки ‘ярко- 
т А РЯ 0,8 ...2 B 
Ток по входу управления ‘(вывод 11), не 
И они A EEAS 2 мкА 
Ток по опорным входам (выводы 72 и 13), не 
НОЕ лье яелься АА Вь 2 мкА 
Выходной ток нагрузки при U ,=12 B, T= 
арен А АЕ а 10...35 мА 
Выходной ток утечки при И! =12 В, T= + 25° С, 
< боем Е 9 EA 0,5 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............................ 11...18 В 
Максимальное входное напряжение (вы- 
ЗЕЕ о ООО И ОЕ ВЕ EE FEAN 6 B 
Максимальное опорное напряжение (выводы 12 
Аи ионная 6В 


Температура окружающей среды — 10... +70° С 


Схема включения 


16 54N WI 
KMIOOINNZ 


1 2949670 


Типовая схема включения микросхемы 
КМ10031П2 


Дополнительная литература 


Szelerski cezary. analogiczne uklady 
scalone [1 radioelektronik.— 1985.— М 11.— 
Р. 24, 25. | 
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K1003NN3 


Микросхема представляет собой аналого-ко- 
довый преобразователь для управления линей- 
ной светоизлучающей шкалой на 10 элементов с 
перекрестной коммутацией. Она позволяет вы- 
свечивать один из 10 элементов светоизлучаю- 
щей шкалы в зависимости от уровня входного 
аналогового напряжения. Предназначена для 
применения в устройствах автоматики, аппара- 
туре магнитной записи и воспроизведения звука 
и радиоприемных устройствах. 

Корпус типа 238.16-2. Масса не более 1,5 г. 


298. 16-2 


15 


ууу 
АОЗТ 
6 549 1109 


Функциональный состав: [Г— входные повто- 
рители; /Г— компараторы; П!— стабилизатор 
напряжения; //— регулятор яркости; Гр— вы- 
ходные ключи; Г/— выходные повторители. 

Назначение выводов: l, [6 — выходы повто- 
рителя; 2, 4— выводы компаратора; 3, 7— 
опорные входы; 5 — управляющий вход; б —об- 
щий (— U); 8 — выход стабилизатора; 9 — вход 
регулятора яркости; /0—14— выходы ключей; 
15 — питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 5 B | 
Ток потребления при Un =5 B, T=+25° C, He 
болело Иан ES TTA R SETTAR AREA FE 10 мА 
Входное напряжение ............................. 0... 2,4 В 
Опорные напряжения: ` 

ВА" a ME EE E E E A маны 0,3... 2,4 B 

Han ВЫВОДЕ: ‚Зил. лен nia 0... 1,6 В 
Ток по входу управления (вывод 5), не бо- 
Ио И EA R E 2 мкА 
Ток по опорным входам (вывод 3 и 7), не 
БОЕ лень 2 мкА 
Ток нагрузки при ПИ. =5В, Т=+25° С, не 


о ОАО В ре ИИ 10 мА 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ........ 5,5 В 
Температура окружающей среды —10... +70° C 


Схема включения 


АЛИ 
НР 12345678 


~ 

A 
pii 

E 

№ 

= 
g. 


Типовая схема включения. микросхемы 
K1003IH13 


2.17. Микросхемы серии KP1005 


Серия КР1005 — комплект микросхем, пред- 
назначенных для построения. аппаратуры маг- 
нитной видеозаписи формата УН$. Выполнены 
по биполярной технологии с изоляцией эле- 
ментов р-п переходом. 

В состав серии входят: 

КР1005ПС1 — формирователь опорной ча- 
стоты для преобразования сигнала‘ цветности; 

КР1005ПЦ1 — делитель частоты с програм- 
мируемым коэффициентом деления от 2 до 16; 

КР1005ПЦ2 — формирователь опорной час- 
тоты кадров; 

КР1005УЛТА, КР1005УЛ1Б — предваритель- 
ные усилители видеосигналов; 

КР1005ХА1--автоматический регулятор ya- 


стоты вращения вала электродвигателя по- 
стоянного тока; 

КР1005ХА2 — автоматический регулятор 
средней частоты вращения вала электродвигате- 
ля блока видеоголовок; 

КР1006ХА4 — усилитель яркостного сигнала 
в канале записи видеомагнитофона; 

КР1005ХА5 — схема обработки яркостного 
сигнала в канале воспроизведения видеомагни- 
тофона 

KP1005XA6—cxema обработки цветового 
сигнала и выделения сигнала цветовой синхро- 
низации видеомагнитофона; 

КР1005ХА7 — формирователь  строчных HM- 
пульсов и генератор поднесущей частоты; 
_ КР1005ХА8 — многофункциональная схема, 
работающая как система ФАПЧ с разомкнутой _ 
цепью управления. ГУН. 


КР1005ПС1_ 


Микросхема представляет собой формирова- 
тель опорной частоты для преобразования 


сигнала цветности в видеомагнитофонах форма- 
та УН$. Предназначена для работы в бытовых 
видеомагнитофонах. 

Kopnye типа 238. 16-2. Масса не более 1,5 г. 


‚238. 16-2 


"У ЕТЛ 


Габаритный чертеж корпуса 238.16-2 


Функциональный состав: Г— усилитель; TI, 
Ш — фазовые детекторы; IV — переключатель 
— «цвет — ч/б»; Г, И[-—буферные усилители, 
УП — кварцевый генератор; ГП/— балансный 
модулятор; ‘IX — стабилизатор напряжения. 

Назначение выводов: | — выход фазового де- 
тектора PHI; 2, 3,4 — внешняя цепь кварцевого 

— вход часто- 
ты 4,43 МГц; 7— вход управления режимом 
работы; 8$ — выход частоты 5,06 МГц; 9-— вход 
частоты 625 кГц; 710 —выход буферного усили- 


теля; 1[1—<выход импульсов 1953 Гц; 12—вход 
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| АРОО5ПЕТ 
юнита му 


о ЕН 


СЕР 
НН 


1 2 J 4 я. в. 7 8 


Функциональная схема микросхемы КР1005ПС1 
и расположение выводов в корпусе 


управления; /3— вход фазового детектора ФД2; 
‘14— вход фазового детектора ФД1; 15 — пита- 
ние (—0,); 16— выход фазового детектора 
ФД2. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........ ПВ. 2: 
Ток потребления при И, =9 В, T= 
М И т 20...29 мА 


Остаточное напряжение на выводе 10 при 
(=9 В, Т=+25°С, не более: 

в режиме. заниси:. i EST iee 0,5 В 

в режиме воспроизведения ................... 0,5 В 
Выходное напряжение на выводе 10 при И = 
=9 В, T= +25° С, не менее: 

В DOKUME ЗаВИСИ |. дело, ление 6 B 
‚ в режиме воспроизведения ...................... 6В 
Выходное напряжение на выводе 8 в режиме 
записи при И =9В, Т=+25С, (‚= 
ра. ВОР раны НИНЕ 480... 600 мВ 
Выходное напряжение на выводе [2 в режиме 
воспроизведения при U ,=9 В, T= 
инь A eA S 
Амплитуда импульсов на выводе /1 в режиме 
воспроизведения при U =9 В, Т= +25° С, не 
а EESO OE OR 8 B 
Коэффициент ослабления четных гармоник на 
выводе 8 в режиме записи, не менее .. 40 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...............ннниньнье. 8,5... 9,5 В 

Размах выходного сигнала, не более 
Пт. зе: ОУ 1,5 В 
на выводах 9 и 1[2....... ана Е 1,2 В 


Управляющее напряжение на выводе 7 0...10 В 
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Входное напряжение на выводе 12... 0...10 В 
Выходной ток, не более: 


ЦО МОУ Зы идолы 0,4 мА 
ПОВОДУ ЛЮ а неенннь 0,7 мА 
ИО. НОУ II SAt auekin 0,2 MA 


Температура окружающей среды —10... +55° C 


Тот» МА 


Зависимость тока потребле- 
‘ния от напряжения питания 
при’ T= +25° С 


-20 0 20 40 5015 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окружа- 
ющей среды при И, =9 В 


(Лик (8), МВ | 
АРТОВЯТСТ | 


-20 0 20 40 5015 


Зависимость выходного напряже- 
ния балансного модулятора (вывод 
8) от температуры окружающей 
среды при U, ,=9 B и 0,„,=1,2 В 


Дополнительная литература 


Куленкамп В. Г., Ушаков Е. Г; БИС 
формирования опорной частоты преобразова- 
ния сигнала цветности КР1005ПС! // Электрон- 
и промышленность.— 1984.—№ 1 (129)— 

er 


Схема включения 


R6 к 
e 7 ВВ CIS 0,01 вк 942 


100 мкГн 


ми BA aa A i 
(9.8 цбет) RIZ 2,2K g! 

м: Управление 
Вход 
13 e 

| РТО НЕЁ Им 
|. Выхой 

K 
AA Ви AE o [489 
F ИИ A Управление 
(s NUCH 


0073 T + T, 
TETAI, g 


КР1005ПЦ1 


Микросхема представляет собой делитель 
частоты с программируемым коэффициентом 
деления от 2 до 16. Предназначена для деления 
радиочастотных сигналов импульсной формы в 
диапазоне частот от 1 Гц до 100 кГц в 
сервосистемах автоматики, бытовой и студий- 


ной аппаратуре записи и воспроизведения HH- 


формации (видеомагнитофонах, магнитофонах 
и электропроигрывателях). 
Корпус типа 1102.8-1. Масса не более 1,5 г. 


1102. 8-1 


Зона ключа 


7х 2,9=11.5 


Функциональный состав: [— цепь входа; //— 
делитель на 2; II — стабилизатор; IV— селек- 
тор; Г— делитель на 3; Vī— делитель на 5; 
УИ— выходной селектор; ГУШ— цепь выхода. 

Назначение выводов: ] — питание (+ Ua); 2— 
1-й управляющий вход; 3 —счетный вход; 4— 
общий, питание (—(,); 5— вход опорного 
напряжения; б—выход; 7— 2-й управляющий 
вход; 8 —3-й управляющий вход. 


иди 
‚Вход 4,43 МГ 


Типовая схема включения 
микросхемы КР1005ПС1 


KPIOSNUI 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение .......................-...... 9B 
Tox porponaepi при U„=9 B, T= +25° С, не 
GOS т eaa А E A 4 мА 
Диапазон входных частот при И, =9 В, 
и И EAR 1 Гц... 100 кГц _ 
Опорное напряжение при (,=9 В, Т=+25°С.. 
ИН ЕЕ И E AT 0,6... 0,8 B 
Выходное напряжение высокого уровня при 
И. =9 В, Т=-+25° С, це Menet ..... ен. 2,4 В 
Выходное напряжение низкого уровня при И, = 
=9 В, Т= +25° С, не более ean 0,4 В 
Коэффициент деления частоты при И„=9 В, T= 


а D A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. 


Напряжение питания ........................ ПЕ а. 
Температура окружающей` среды —25$... 


Программирование коэффициента деления 
осуществляется путем подачи кода на выводы 
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управления в соответствии с приведенной ниже 
таблицей. 
Таблица соответствия кода управления и 08 
коэффициента деления 


Коэффициент деления 


Код на выводах управления 


Примечание. Состоянию лог. 0 соответствует уровень 
входного напряжения. 0...0,4 В; состоянию лог. 1 — уровень 
входного напряжения 2,4 B.. . 0. 


й 


ASS 


ANN 


SL [> 


0 102 10° 10° 105 1щ 


Зависимость минимального входного напряже- 


ния от частоты входного сигнала 


35 7 9 N 130,8 


9579 И 8 


Зависимость выходного напря- Зависимость выходного напря- 
жения высокого уровня от на- жения низкого уровня от на- 


 пряжения питания при 


пряжения питания 
Т= +25° С 


MONUU 22 
_ АЛЛЛЛЛАЛ[ k 
TSUFA US ия 
J L U lew 

| l 4f | Kh = 10 
ВЕЕТ м 
| г м о 

e | 


9557 9и 08 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


Диаграммы напряжения на входе и выходе 
ес при различных значениях коэффи- 


циента деления 


Схемы включения 


KPIDOSNIJT 
09002 


KPI00SNUI 


n n 
KÍ [%10 Kh d h=12 


Типовые схемы включения 


КР1005ПЦ2 


Микросхема представляет собой формирова- 
тель опорной частоты кадров. Она выполняет 
следующие функции: генерацию опорной часто- 
ты 4,43 МГц с кварцевой стабилизацией; деле- 
ние частоты до 50 Гц; буферное усиление 
сигнала кадровой частоты. Предназначена для 
работы в бытовых видеомагнитофонах формата 
VHS. 

Корпус rana 1101Ю.7-1. 
LIT 


Масса не более 


ПОТЮ. 7-1 


Зависимость тока потребле- 
ния КР1005ПЦ?2 от напряже- 
‚ния питания при Т= +25° С 


КИРО! ИРИОЯЛЩУ 


п 
Kh /=165 


микросхемы КР1005ПЦ] 


Функциональный состав: I— опорный генера- 
тор; //— делитель частоты 1:8; П/— делитель 
частоты 1:4; IV — управляемый делитель; V— 
выходной усилитель; //— стабилизатор ‘напря- 
жения питания. 

Назначение выводов: | — выход опорной час- 
тоты 4,43 МГц; 2, 3— кварцевый резонатор; 
4— питание (— U); 5— выход частоты 50 Гц; 
б—_вход управления; 7— питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ................. 9B 
Ток потребления при U„=9 B, T= +25° C, не 
бобер 21 мА 
Частота сигнала на выводе /[....... 4,433619 МГц 
Выходное напряжение на выводе / 400... 600 MB 
Частота сигнала на выводе 5................ <.. 50 Гц 


Выходное напряжение высокого уровня Ha Bbi- 
воде 5 при И, =9 В, T= +25° С, не менее .... 4 В. 
Выходное напряжение низкого уровня на выво- 
де 5 при ПО, =9 В, T= +25° С, не более ..... 0,5 В 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................ельниниии 8,5...9,5 В 
Емкость в цепи нагрузки, не более ...... 0,01 мкФ 
Сопротивление нагрузки на выводе /[, не менее . 

Ger чаи E O E 


Температура окружающей среды ... — 10...70? C 


monn A 
281 


fo , MA 


-20 0 20 40 607’ с 
Зависимость тока потребле- 


ния от температуры окру- 
жающей среды при U ,=9 В 


мт (1); < 
40 


-20 0 20 40 607° 
‘Зависимость выходного HANpAXC- ` 
HHA опорног (©) генератора микро- 


схемы от температуры окружаю- 
щей среды при И! =9 В 


Схема включения 


ИР/0097Ц2 


Выход 
4,43 Му 


Типовая схема включения микросхемы 
КР!10051Ц2 


Дополнительная литература 


Амирханов А. B., Казинов В. А. Многофунк- 
циональная интегральная схема КР1005ПЦ? // 
Электронная —’промышленноёть.— 1984.—№ 1 
(129).—С. 59. о. 


КР1005УЛЛА, КР1005УЛТБ_ 


Микросхемы представляют собой предвари- 
тельный усилитель видеосигналов. Предназна- 
чены для коррекции и коммутации входных 
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видеосигналов в блоках воспроизведения быто- 
вых кассетных магнитофонов. В состав микро- 
схем входят два входных малошумящих предва- 


‚ рительных усилителя, два усилителя-корректо- 


ра, схема управления, выходной усилитель 
стабилизатор напряжения. Микросхемы 
КР! 005УЛ1А, КР1005УЛТБ характеризуются 
низким уровнем приведенного ко входу напря- 
жения шумов, широкой полосой пропускания и 
высокой степенью идентичности каналов. . 
Корпус типа 2101.14-1. Масса не более 1,5 г. 


dona Ключа 


KP1005YM(A, 6) 
ИМЕ а й 10 9 8 


Функциональный состав: Г— усилитель-кор- 
ректор канала 4; Пр — выходной усилитель; 
Ш — усилитель-корректор канала b; [Г — схема 
управления; Г — входной малошумящий предва- 
рительный усилитель канала Á; VI— входной 
малошумящий предварительный усилитель ка- 
нала b, ГП — стабилизатор напряжения. 

Назначение выводов; 1] — питание (+ Un); 2 
коррекция предварительного усилителя канала 
А; 3—вход предварительного усилителя канала 


EST 


11 


IBE HER E 
oos — ; 


as Е za 
kaiaa te NRE 


т TE АННАН 
H Е 


ти a 
EREE 


Ив $ х 
ЕЮ м. 
R67 RGG RGI piei 


RI8 


ив 


А 
А 


VD? $ 
ый з 


V776 
„= Rit 


А; 4— общий (— Ua); 5 —вход предварительно- 
го. усилителя канала Б; 6 — коррекция предвари- 
тельного усилителя канала Б; 7— выход стаби- 
лизатора напряжения; 8— коррекция усилите- 
ля-корректора канала B; 9— выход усилителя- 
корректора канала Б; 1[0— выход выходного 
усилителя; l] — вход выходного усилителя; 
12—-вход схемы управления; 1/3 — выход усили- 
теля-корректора канала А; 14— коррекция уси- 
лителя-корректора канала А. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 9B 
Сквозной коэффициент усиления напряжения 
канала при И,=8 В, /=5 МГц, Us»x=1 MB, 
T= +25? С: 


КР1оО5УЛЛА, He менее iihi Ци. и. 66 дБ 
TENORON SNAG ....... неее 68 дБ 
К РТОЗУЛТЬ, не менее......... „ыы инь кслань 56 дБ 
типовое значение. :...... дали орвеаььь 63 дБ 


Приведенное ко входу напряжение шумов кана- 
ла в полосе частот | МГц при И, =9 В, T= 
= +25°. С: 

ПРА ЛЬ ИЕ GOME и диаинх, 2 мкВ 


2. №. и А 
Зависимость тока потребления 


9т напряжения питания при 
Т= +25° С 


К ulon, 


E 
Кио 0 › n 


в. ти 


12 U,,B 0,1 ! 


Зависимости напряжения шу- 
мов от напряжения питания 
при А/=1 МГц 
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Зависимости напряжения шумов 
от температуры 
среды при Af=1 МГц 


КРТОО5ЧИА, 6) A 


и 
А 


Нормированная амплитудно- 
частотная характеристика 
при U ,=9 B, ПО„„=1мВ 


ТИПОВОе ЗНАЧЕНИЕ д. ракель 1,8 мкВ 
КРИЗУЛИЬ, ие более 4... 3 мкВ 
ТИПОВОЕ: nuE лин, 2,5 мкВ 


Коэффициент подавления сигнала соседнего ка- 
нала коммутатором при И, =9 В, f=0,4 МГц, 


Г= +25. Соме менее долин. 40 дБ 
Входной ток срабатывания коммутатора при 
О, =9 В, Т=+25°С, не более...... (ие. 300 мкА 

ТИПОВОЕ ЗНАНИЕ пани. 100 мкА 
Входное сопротивление канала при И, =9 В, 
]=100 кГц, Т=+25° С;не`менее ........... 1,2 кОм 
Верхняя граничная частота канала при И, =9 В, 
T= +25°.С;-не менее... лида. 7 МГк 

ТИПОВОЕ: Значенйе-....... 1. ульи иниебеньлищьн 13 МГк 
Ток потребления при И, =9 В, T= +25° С, не 
по РЯ РА С ра С ВОНИ TECT 40 мА, 

ТИПОВОЕ ONE ил аианьняю 26 мА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...............еншнннннии 8,8 ...13 В 
Максимальное входное напряжение ........ 100 mB 
Минимальное сопротивление нагрузки ... 5 кОм 
Температура окружающей среды —10... +70° С ` 


10 п 10,8 


Зависимость входного CO- 
противления от напряжения 


окружающей 
питания при /=5 МГц, T= 
= +25° С 


10 НП 


-20 0 20 40 901,55 


Зависимости коэффициента усиле- 

ния напряжения от температуры 

окружающей среды при Up=! мВ, 
=5 МГц 


Схема включения 


Выход 
cal [27 [2891 Tezja 
15 | x R9 
RI 47 Tx [401 N 
RUSE pr Sp 
1 390 àz = IK < т © т 
ci z S 
и =28| 3 Le) |Е 
Я 01 S 
$ 0, = 
Y L2 1“ 
Š Zamas (ey L 
Š gE 
W E Е, E 
i KPIDOSUMI(A, E) iln 
7 
+i 


0,01 
. 02 
ре Bxoĝð A Bxoð E 


Типовая схема включения микросхемы 
КР1005УЛ1 (А, B) 


КР1005ХА1 


Микросхема представляет собой автоматиче- 
ский регулятор (стабилизатор) фазы и частоты 
вращения вала электродвигателя постоянного 
тока. Характеризуется минимальной амплиту- 
дой входных сигналов: для схемы регулирова- 
ния частоты вращения — 100 мВ (синусоидаль- 
ной или импульсной формы), для схемы регули- 
. рования’фазы —50 мВ (импульсной формы). 
Работоспособность схемы сохраняется в интер- 
вале напряжений питания 8... 14,4 В. 

Корпус типа 238.16-2 (см. КР1005ПСТ). 
Масса не более 1,2 г. 


KP1005XA1 


Функциональный состав: [-— входной усили- 
тель; 11, Х — одновибраторы; 11, ХИ, XV— no- 
гические элементы, IV, XIV — генераторы трапе- 
цеидальных импульсов; Г! — преобразователь; 
Г! —входной усилитель; ГП, VIII, Х1И— триг- 
геры; /[Х— инвертор; ХУ/!— преобразователь; 
XI— дифференциальная цепь. 

Назначение выводов: | — питание (+0,); 2— 
вход переключателя частоты вращения вала 
электродвигателя; 3, 4, 14— времязадающая 
КС-цепочка; 5— выход опорного напряжения 
схемы регулирования частоты вращения вала 
электродвигателя; 6, 10— сглаживающий KOH- 
денсатор; 7— выход напряжения схемы регули- 
рования частоты вращения вала электродвига- 
теля; 8—<общий (— Un); 9— выход напряжения 
схемы регулирования фазы; 7] — выход опорно- 
го напряжения схемы регулирования фазы; 
12 — интегрирующий конденсатор; 1/3 — 1-й вход 
схемы регулирования фазы; 15 — 2-й вход схемы 
регулирования фазы; 16 — вход схемы регулиро- 
вания частоты вращения вала электродвигателя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 9 В 
Ток потребления при И, =9 В, T= +25° С, ........ 
Е a A еси a 16...34 MA 
Выходное напряжение схемы регулирования 
фазы при И, =9 В, Т=+25° С: 

высокого уровня, не менее ...................... 6,8 В 

низкого уровня, не более ......................... 0,6 В 
Опорное напряжение: 

схемы регулирования фазы ........... 2,7 ...3,7 В 


схемы регулирования частоты вращения ........ 
КОВ ЗИ A 2.71..31.В 
Чувствительность схемы регулирования фазы 
при U =9 В, Т=+25° С, не хуже: 

ПО О A P AEE оса 50 MB 

ПО ВЫВОДУ 12 неправы 7 В 
Выходное напряжение регулирования частоты 
вращения при U„=9 В, T= +25° С: 

высокого уровня, не менее ................ ан 7B 

низкого уровня, не более ..............шнининнии 1B 
Чувствительность схемы регулирования часто- 
ты вращения по выводу 16 при П.=9 В, 
s a a К НЕ КУ 100 mB 
Чувствительность переключателя частоты вра- 
щения по выводу 2 при И. =9 В, T= +25° С, не 


ао РЯ НИ РАТИ И ВОВ очерке O RA 5 В 
Диапазон. регулирования: ни» Зе 
НО а 200...450 Гц 
ЗО аби оса ныа 0- 45° 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ............ 14 В 
Температура окружающей среды —25... +70° С 
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бык, Рф, B 


-40-20 0 20 40 607°C 


Зависимости выходного Ha- 
пряжения высокого уровня 
‘схемы регулирования фазы 
от температуры окружаю- 
щей среды при различных 
напряжениях питания. 


Ufan, Pp, 8 


-40-20 0 20 40 901% 


`Зависимости выходного Ha- 


пряжения низкого уровня 
схемы регулирования фазы 
от температуры окружаю- 
щей среды при различных 
напряжениях питания 


Inor, МА 


-40 -20 0 20 40 6015 


Зависимости выходного напряже- 
ния высокого уровня схемы регуля- 
тора частоты вращения от темпе- 
ратуры окружающей среды при 
различных напряжениях питания 


Unix, Pu ‚ В 


S15, 5%, nB 


7890112 30,8 


2 
а 9 


10 п 12 Зи,в 


-40-20 0 20-40 5015 


Зависимости чувствительности Зависимость тока потреб- Зависимости выходного напряже- 


схемы регулирования фазы 
`($,5) и схемы регулирования 
частоты вращения (5:5) от на- 
пряжения питания 


Схема включения 


K переключатели 
И! у режима работ 


фазы 


07 01 


K датчину 
ранен K4 15 14392109 


5 EHUA 


частоты 


Типовая схема включения микросхемы 
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KASZT $ кбатчину  " pe aiak 


< EŠ 
E7 470 1 Ир ИИ м co 
iÈ Tr PS6 01 
K переключатели и № регуляте- 


py частоты 
бращения бращения 


ления от напряжения пи- ния низкого уровня схемы регуля- — 
тора частоты вращения от темпе-. 


ратуры окружающей среды при 
различных напряжениях питания 


КР1005ХА2 


Микросхема представляет собой автоматиче- 
ский регулятор средней частоты вращения вала 
электродвигателя блока видеоголовок в видео- 
магнитофоне. Она позволяет стабилизировать 
среднюю частоту вращения вала вращающихся. 
видеоголовок с высокой точностью по частоте и 
фазе, а также вырабатывать сигналы переклю- 
чения видеоголовок, усиливать’ синхросигналы 
записи и воспроизведения. Характеризуется Ma- 
лой амплитудой входных сигналов: для схемы 
регулирования частоты вращения — 100 мВ 
(сигнал синусоидальной или импульсной фор- 
мы), для. схемы . регулирования фазы—1 В 
(сигнал импульсной формы). Работоспособ- 
ность схемы сохраняется в интервале напряже- 
ний питания 8... 14,4 В. 

Корпус типа 2121.28-1. Масса не более 5 г. 

Функциональный состав: I, I, ХТ ХИШЬ— 
усилители; II, IV, VII, ХИ, XXI— одновибрато- 
ры; VI, IX, XX, XXII, XXIV, XXVII— логиче- 
ские элементы; VII, ХХУИ!— генераторы HM- 
пульсов трапецеидальной формы; X, ХХИУШЫ— 
преобразователи; ХУ — электронный коммута- 


2121. 28-1 


Jona ключа 


KP1005XAZ 


28 27 26.25 24 -23 22 2f 20 19 1% 17 16 5 


E E E a E a a E пин 


TOP; XVI— усилитель синхросигналов записи; 
ХУП — усилитель синхросигналов воспроизведе- 
ния; Г, МХ, ХХШ, ХХИр-— триггеры. 


Назначение выводов: | — питание (+ Un); 2— 


‚выход усилителя воспроизведения и записи; 3 — 
вход усилителя записи; 4 — фильтрующий кон- 
денсатор; 5 — общий вывод усилителя воспроиз- 
ведения (— Un); б — вход усилителя воспроизве- 
дения, выход синхронизации сигналов записи; 
7— общий вывод схемы регулирования фазы и 
усилителя записи; 8 — выход напряжения схемы 
регулирования частоты вращения; 9, 16б— сгла- 


живающий конденсатор; /0— выход опорного 


напряжения схемы регулирования частоты вра- 
щения; 11, 18— интегрирующий конденсатор; 


12 — общий вывод схемы регулирования часто- 


ты вращения; 13, 19, 21, 22, 27— время- 
задающая АС-цепочка; 14— вход схемы pe- 
гулирования частоты вращения; 15 — выход Ha- 
пряжения схемы регулирования фазы; 17— вход 
опорного напряжения схемы регулирования фа- 
зы; 20— выход напряжения переключателя BH- 
деоголовок; 23 — 1-й вход схемы регулирования 
фазы; 24 —2-й вход схемы регулирования фазы; 
25 —3-й вход схемы регулирования фазы; 26 — 
не используется; 28 — вход электронного ком- 
мутатора. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 9B 
Ток потребления при Un=9 B, Т=25°С............. 


Выходное напряжение схемы 
фазы при U =9 В, Т=+25° С: 


регулирования 


высокого уровня, не менее ...................... 6,5 В 

низкого уровня, не более .................. ый 0,6 В 
Опорное напряжение: 

схемы регулирования фазы ............. 2,7 ...3,7 В 


схемы регулирования частоты вращения 
Е NEA E DE EA E P My REE e A В 
Чувствительность схемы регулирования фазы 
при И,=9 В, Т=+25°С, не хуже: 

ВО выводам 22 И LÅ. он нев 1 B 

HO ВЫВОДУ 25-е nii a 2 B 
Выходное напряжение схемы регулирования при 
И, =9 B, Т=+25> С: 

высокого уровня, не менее ....................... 7,5 В 

низкого уровня, не более ......................... 11 В 
Чувствительность схемы регулирования часто- 
ты вращения по выводу 14 при И, =9 В, 
Т= 2-6 ВЕ КЕ aN 100 mB 
Выходное напряжение переключателя видеого- 
ловок при ЦИ. =9 В, Т=+25° С: 

высокого уровня, не менее ....................... 6,5 В 

низкого уровня, не более ..................:..... 0,15 В 
Чувствительность переключателя режимов ра- 
боты по выводу 28 при И, =9 В, T= +25° С, не 


ЖЕ в аи 5 В 
Коэффициент усиления при U,„=9 B, T= 
= +25 °С, не менее: SES 
УСИЛИТЕЛЯ SAO нана, 50 
усилителя воспроизведения .............. чьи. 1000 _ 
Диапазон регулирования: 
по частоте ....... ль. А ТИ = 120... 320 Гц. 


ПО DE осени. = 0+ 20° 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ........ .... 14 В 
Температура окружающей среды —25... +70° С 
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Схема включения 


K переключателю К датчикам „K переключателю K регулятору 
фазы 


„Запись - в60епроиз- 


фазы 
Ведение“ 


ДибРоголовок 
em у 


18 


+U 


—— 
К усилителю K датчику К регулятору 


синхросигналоед — синхросиг- Частоть 
налов дращения 
КР1005ХА4 


Микросхема представляет собой усилитель 
яркостного сигнала в канале записи бытового 
видеомагнитофона. Содержит устройство авто- 
матической регулировки усиления видвосигнала, 
детектор, усилитель системы автоматической 
регулировки усиления, селектор синхроимпуль- 


И y 


ИИ 


A 
f 
й 
й 
7; 
h 
Е 
È 


Зона Kmoya 
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17 16 


K датчику 
частоты 
дращения Типовая схема включения мик- 


росхемы КР1005ХА2 


сов, электронный коммутатор, схему привязки 
уровня, корректор-ограничитель и частотный 
демодулятор. 

Корпус типа 2120.24-5. Масса не более 3,8 г. 


KP100SXA4 


O a чо + < 


Функциональный состав: Г— устройство авто- 
матической регулировки усиления; II, Г — уси- 
лители; II — детектор; IV — селектор синхроим- 
пульсов; И/— электронный коммутатор; ИГИ— 
корректор-ограничитель; ИП! — частотный MO- 
дулятор; [Х— схема привязки уровня. 

Назначение выводов: 1|-— вход видеосигнала; 
2, 3— выводы балансировки усилителя; 4— Bbi- 


вод подключения цепей коррекции; 5— вход 
селектора; б — выход строчного синхроимпуль- 
са; 7-— общий вывод, питание (— Un), 8— em- 
кость фильтра; 9— выход ЧМ; 10 — регулиров- 
ка уровня белого; [1 — вывод для подключения 
цепей коррекции; 12 — регулировка уровня Yep- 
ного; 13, 14— коррекция и установка значения 
несущей частоты; /5 — опорная точка; 16 — вход 
схемы привязки уровня; 17— вход управления 
режимом работы (включение режима «Запись»); 
18 — выход усилителя; 19 — вход усилителя; 20, 
23 — питание (+0,); 21, 22 — выводы электрон- 
ного коммутатора; 24— выход видеосигнала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 9B 
Ток потребления по выводу 17 при U,„=9 В: 
с к Е ИН ИЕН 8... 16 мА 
при Т=-—10и +55°С...................... 6...20 мА 


Ток потребления суммарный по выводам 20 и 
23 при Ц, =9 В: 

при Fet 25° Со аномалии 15...28 мА 

при T =A IOa +55°С ................... 13...30 мА 
Амплитуда строчного импульса выходного на- 
пряжения на выводе б при И, =9 В, О, = 
=0,25 В, Одру=0,7 B; 

при F= +25 лы ograda 4...6 В 

при Т=-—1Юи +55°С ..... ен 3... 6,5 В 
Амплитуда напряжения выходного ЧМ-сигнала 
на выводе 9 при И,=9 В, Т=+25° С, не 


МЕНЕ ные и а 0,9 В 
Постоянное напряжение на выводе [2 при И, = 
И а" O НЯ 8.558 


Амплитуда выходного напряжения усилителя на 
выводе 1/8 при И. =9 В, Ок, =0,25 В, Иж = 
=0,6 В, Олру=0,7. В; Т=+25°С....... 21...35 B 
Амплитуда выходного напряжения коммутато- 
ра на выводе 22 при ПИ, =9 В, Ик, =0,25 В, 
Олдру=0,7 В, T= +25° С, не менее .............. 0,8 В 


Drut)» B l Tror (20,23) > мА 


-10 0 10 20 30 %0 50 T% 


Зависимости выходного напря- 

жения на выводе б от тем- 

пературы окружающей среды 

при различных напряжениях пи- 
тания 


пературы 


Зависимости тока потребления 

по выводам 20 и 23 от тем- 

окружающей среды 

при различных напряжениях пи- 
TAHHA - 


Выходное напряжение на выводе 24 при U,= 
=9 В, О =0,2...0,8 В, Одру=07 В, T= 
ку С ЗИ НЕХ Сев 0,7... 0,85 В 
Диапазон перестройки частоты модулятора на 
выводе 9 при Ц, =9 В, T= +25° C .. 3,5...6 МГц 


Длительность выходного строчного импульса 


по выводу б при (И, =9 В, Оки, =0,25 В, Идру= 
eUS D Ter о ая 3,5...4,5 MKC 
Коэффициент ослабления второй гармоники 
модулятора по выводу 9 при И, =9 В, Usa)= 
=0,25 В, /=5 МГц, T= +25° С, не менее . 25 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...................ееьььььнии. 8... 10 В 
Амплитуда импульсов входного напряжения на 
выводе 7. це болев „ний ЗК 2 B 
Амплитуда импульсов напряжения видеосигна- 
ла на выводе 16, не более.....;;... „и льичакьсьыььь, 0,6 В 
Максимальное входное напряжение покоя, не 
более: 

Иа ВыВОЕ E O EE K EAE ELE S 3 B 

RTE T 16а E E EOE 
Минимальное сопротивление нагрузки, не M€- 
нее: 


ИА ЛЕ D AOE ке 1 кОм 
об: ЕВ. АЯ ты ая 10 кОм 
На ВОДА 2 о оне 3,3 кОм 
Рассеиваемая МОЩНОСТЬ ..............еннинннииь. 350 мВт 


Температура окружающей среды — 10... +55° С 


Дополнительная литература 


1. Плужников Б. И. БИС записи яркостного 
сигнала КР1005ХА4 // Электронная промышлен- 
ность.— 1984.—№ 1 (129).— C. 55, 56. 

2. Интегральные схемы для видеомагнито- 
фонов и другой РЭА: Каталог.—М.: ЦНИИ 
«Электроника», 1983, вып. 3.—40 с. 


Пот (п) мА 


| | | 17/005АА4]| | 
РРР 


U10 


gare] 


-10 0 10 20 30 40 50 T,°C 


Зависимости тока потребле- 

ния по выводу 17 от Temne- 

ратуры окружающей среды 

при различных напряжениях 
питания 
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Схема включения 


HUA 
EE T Выход 
Pezynu dua" (6 усилителя 
Я tis 10, s4 11 I co | 
Выход . = Tia d 
бидеовигнала 
>. : 
2 E я 470 
Запись 
4 z Выход YMN 
Вход R19 
Gubeocuenana р рок 
R1 220 : 
RIG 
; ЭК 
Е R17 
ÍK 
#18 
56K 


(5 + 220,0 


Принципиальная схема усилителя яркостного сигнала в канале записи видеомагнитофона формата 
| yV i 


Эпюры напряжений на выводах микросхемы 
КР1005ХА4 


КР1005ХА5 


Микросхема представляет собой блок обра- 
ботки яркостного сигнала видеомагнитофона в 
режиме воспроизведения. Выполняет следующие 
функции: усиление входного сигнала; обнаруже- 

_ ние потери информации в записи; замещение 
-< потерянной информации сигналом ‘предыдущей 
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строки, задержанным внешней линией задерж- 
ки; усиление-ограничение ЧМ-сигнала; частот- 
ную демодуляцию; усиление демодулированно- 
го сигнала; улучшение отношения сигнал-поме- 
ха; суммирование яркостного и цветового сиг- 
нала; фиксацию уровня черного в выходном 
яркостном сигнале; усиление выходного видео- 
сигнала; усиление сигнала самоконтроля в ре- 
жиме записи. Предназначена для применения в 
бытовых видеомагнитофонах, работающих в 
формате VHS. 

Корпус ‘типа 2120.29-1. Масса не более 5 г. 

Функциональный состав: [Г— усилитель само- 
контроля; [[— выходной суммирующий усили- 
тель; /11— входной усилитель; IV; И[Г—сумми- 
рующие усилители; ГИ — детектор выпадений; 
VII — усилитель-ограничитель; ИШ— частот- 
ный демодулятор; IX — предварительный видео- 
усилитель; X, XI, ХИ, ХШ — узлы шумопониже- 
ния; XIV — узел суммирования; ХУ — узел þak- 
сации уровня. 

Назначение выводов: 1, 6, 8, 11, 18 — блоки- 
ровка; 2 — выход видеосигнала; 3, 21 — питание 
(+0,); 4— вход контроля записи; 5— выход 
детектора выпадений; 7— 1-й вход усилителя 
ЧМ-сигнала; 9— 2-й вход усилителя ЧМ-сигна- 
ла; 10— выход ЧМ-сигнала; 12— вход усилите- 
ля задержанного сигнала; 13 —2-й вход усили- 
теля-ограничителя ЧМ-сигнала; 14— 1-Й вход 
усилителя-ограничителя ЧМ-сигнала; 15, 28— 
питание (— Ua); 16 — выход частотного демоду- 


2120 29-1 


лятора; 17— интегрирующий конденсатор час- 
тотного демодулятора; 19— цепь коррекции; 
20 — выход усилителя-ограничителя цепи шумо- 
подавления; 22 — 1-й вход видеоусилителя; 23 — 
2-й вход видеоусилителя; 24 — промежуточный 
вход видеоусилителя; 25 — 3-й вход видеоусили- 
теля; 26 — управление режимом; 27— вход шу- 
моподавителя; 28— вход усилителя сигнала 
цветности. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 9B 
Ток потребления при И, =9 B, T= +25° C ......... 
р рено E CAS 50...80 мА 
Коэффициент усиления входного усилителя при 
0, =9 В, J=3 Mri, Т=+25° С... 4... 6,5 дБ 
Коэффициент усиления усилителя замещения 
при ПО, =9 В, /=3 МГц, T= +25° C .. 12...16 дБ 
Коэффициент усиления видеоусилителя в режи- 
ме черно-белого сигнала при И, =9 В, f=3 
МЫ. Елена 14... 17 дБ 
Коэффициент усиления видеоусилителя в режи- 
ме цветного сигнала при U,„=9 В,./=3 МГц, 
а Во 12...15 дБ 
Коэффициент усиления усилителя контроля за- 
писи при (И, =9 В, f=3 МГц, Т=+25°С ............ 
Е. 12...14 дБ 
Коэффициент‘ усиления усилителя сигнала цвет- 
ности при Ц, =9 В, /=3 МГц, Т=+25°С........... 
ERA P E ERSE E И ВЕ ER |. 
Крутизна характеристики частотного демодуля- 
тора при 0, =® B, /=3.;. 5 МГИ иене asih 


Коэффициент ослабления 2-й гармоники в ЧМ- 
сигнале при ПИ. =9 В, T= +25° С, не менее ......... 


ИЕ В EE AET .... 35 ДБ 


MEROE ила наи ear aoii 6 MTu 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания .................1.......е. 8,5...9,5 В 

Входное напряжение на выводах, не более: 
$. 7:22, A RY s OA R REE NA ERES N AE a 0,25 B 


Управляющее напряжение на выводах 19, 26, 29, 
не более ................ а и E E S 10 B 
Выходной TOK по выводам, не более: 


Температура окружающей среды —19... +55° С 


KPI00S KAJ 


Ppac , BT 


-20 0 20 %0 60 80 100 120 140 1607,°0 


Зависимость максимально допустимой рассеи- 
ваемой мощности от температуры окружающей 
среды 
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Схема включения 


H 


R17 56K 
aty 


pz 
512-4 


Выход 4 


ИЖ 
+U RS- 


C16 27 


10 nkTH 
$ 
& 
fi |5 
27] | 
К 


R121,8x CN 68 G01 
vo, a 
ы 3 490 nKTH 
Управление KIOJA ЕС Выход 
режимом ру X + = Чи-сигнала 
>> 
+U 21r | S k 9х0д 2 
28 4104168 я < ozôxreg "метла 
Вход “> + 
QO 
buðeocuenana R8 S S| NÝ e7 goor 
R9 27x x д 
<< ? 29K > | Вхоб1 
| $1 УМ-сигнала 
512-68 | C6 100 
mia C5 0001 
+U Выход 


ХХ] 
R2 1к 410458 


детектора 


сы д И? + сч _дыпадений 
KANSOJA 470x16 Вход cano- 
02 27 RẸ 100 контреля 
к l + 
g RI 130 A. t Принц 
ря ринципиальная схема 
Вход сигнала Я: ры fastocasnana блока обработки яркост- 
4bemnocmu K T ного сигнала в канале 
Управление „ИГ! у 16B воспроизведения видео- 
режимом VAASA (3 1 магнитофона. R3 в дан- 


ó f, М/ц 


Суммарная амплитудно-частотная характерис- 


тика тракта воспроизведения сигнала яркости 


на микросхеме КР1005ХА5 
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ном блоке отсутствует 


| В режиме «Запись» записываемый сигнал с 
выхода АРУ (контакт 24) подается. через дели- 
тель и переходный конденсатор на вывод 4. 
Усиленный усилителем самоконтроля [, выход 
которого подключен к суммирующему выход- 
ному усилителю, сигнал попадает на выход 
(вывод 2). Остальные узлы микросхемы в 
режиме записи отключены благодаря отсутст- 
вию напряжения питания на выводе 3. 

В режиме «Воспроизведение» яркостный 
ЧМ-сигнал, усиленный предварительным усили- 
телем и отфильтрованный от сигнала цветнос- 
ти, подается на вывод 7. Здесь он усиливается 
входным усилителем TI, к выходу которого 
подключен суммирующий усилитель IV и детек- 
тор выпадений Г. При нормальной амплитуде 
входного сигнала он усиливается входным и 
суммирующим усилителем до 1 В и с выхода 
суммирующего усилителя (выход 10) через 
дополнительный ограничитель и фильтры попа- 


дает на вход усилителя-ограничителя (вывод 
14). Если входной сигнал из-за дефектов записи 
уменьшается более чем в 12 раз, то срабатывает 
детектор выпадений и вместо входного сигнала 
на суммирующий усилитель поступает задер- 
жанный линией задержки на 64 мкс сигнал 
предыдущей строки. При этом обеспечивается 
замещение четырех-пяти строк потерянного сиг- 
нала. 

Поступивший на вывод /4 сигнал с включен- 
ными замещениями усиливается усилителем- 
ограничителем ГП и демодулируется частот- 
ным демодулятором VII. Демодулированный 
телевизионный сигнал через внешние фильтры 
нижних частот.и корректирующий усилитель 
приходит на вход предварительного видеоуси- 
лителя [X (вывод 22). С выхода этого усилителя 
через линию задержки 0,3 мкс сигнал поступает 
на вход шумоподавителя (вывод 25). В шумопо- 
давителе (узлы X, ХТ XII, XIII) за счет 
ограничения полосы пропускаемых частот при 
малых сигналах происходит улучшение отноше- 
ния сигнал-помеха приблизительно на 6 ДБ. 
Прошедший через шумоподавитель сигнал 
в блоке сумматора XIV складывается с сигна- 
лом цветности, поступающим на вывод 29, 
и приходит на блок фиксации уровня ХГ, 
в котором производится восстановление посто- 
янной составляющей сигнала. С выхода блока 
фиксации уровня сигнал поступает на выходной 
суммирующий усилитель TI. 


Дополнительная литература 


Григорьев Ю. М. БИС воспроизведения 
яркостного сигнала КР1005ХА5 | сте про- 
мышленность.— 1984.— Вып. 1 (129).— C. 56, 57. 


КР1005ХАб 


Микросхема представляет собой тракт обра- 
ботки цветного сигнала и выделения сигнала 
цветовой синхронизации. Она выполняет: сле- 
дующие функции: усиление сигналов цветовой 
поднесущей; перенос частоты; селекцию сигна- 
лов опознавания цвета. Предназначена для 
работы в видеомагнитофонах формата VHS. 

В режиме «Запись» микросхема: 

выделяет сигнал цветовой вспыцики ключом, 
управляемым стробирующим импульсом с вы- 
вода 4; 

‘автоматически регулирует амплитуду вход- 
ного сигнала в блоке АРУ2, управляемом 
величиной цветовой вспышки через детектор; 

переносит спектр цветового сигнала в диапа- 
зон 0,34... 1,16 МГц путем смещения с опорной 
частотой 5,06 МГц в балансном смесителе; 

усиливает преобразованный сигнал. 

В режиме «Воспроизведение» микросхема: 

автоматически регулирует амплитуду цвето- 
вого сигнала в блоке АРУ; 

производит обратный перенос спектра сигна- 
ла из низкочастотного диапазона в диапазон 
3,9...4,7 МГц; 

усиливает преобразованный сигнал. 

Переключение из режима записи в режим 
воспроизведения производится тремя электрон- 


dona ключа 


ными ключами, входящими в состав микро- 
схемы. 
Корпус типа 238.18-3. Масса не более 1,5 г. 
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Функциональный состав: ГЬ— универсальный 
усилитель l; Пб—балансный смеёситель; ИИ— 
усилитель; IV — 2-й усилитель воспроизведения; 
Г— детектор; 71 — селектор сигналов. опознава- 
ния цвета; ИП — 3-й усилитель ВорооОЛЕНн 
ИШр— усилитель записи. 

Назначение выводов: [— вход записи; 2— 
вход детектора; 3— выход детектора; 4— вход 
селектора; 5, 13 — питание (+ Ua), 6 — вход 3-го 
усилителя воспроизведения; 7— выход ключа 
запись-воспроизведение; 8 — вход 3-го усилите- 
ля записи; 9 — выход 2-го усилителя воспроизве- 
дения; [0— вход 2-го усилителя воспроизведе-. 
ния; [1 -— стабилизированное напряжение; 12— 
выход балансного смесителя; 14 — вход опорно- 
го сигнала; 15 — питание (— Ua), 16— вход 2-го 
усилителя записи; /7— выход 1-го усилителя 
с АРУ; 1[8— вход воспроизведения. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ............... 9B 


Выходное напряжение 1-го’ усилителя в режиме 
записи при Ц. =9 В, /=4 МГц, ПО„=5 MB, 
о Go Aaaa Daer] Kenit 0,04... 0,08 B 
Выходное напряжение 1-го усилителя в режиме 
воспроизведения при И, =9 В, /=4 МГц, П„,= 
HEME ар ФОНЕ В 0,55... 0,75 В 
Выходное напряжение балансного смесителя 
при И, =9 ге demt MEES М, 
с ПВ И АО Я 0,7... 0,9 В 
Выходное напряжение 2-го усилителя воспроиз- 
ведения при И, =9 В, /=4 МГц, ПО„=50 MB, 
T= +25°С 0,7... 0,8 В 
Выходное напряжение сигнала вспышки при 
=) В. Т= +25, Сы ав 0,35 ...1 В 
Выходное напряжение 3-го усилителя воспроиз- 
ведения при (И. =9 В, /=4 МГц, Usx=50 MB, 
Т= +25° С 0,2... 0,3 В 


зоо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооочень 


ооо оо ооо ооо ооо ооо соо ооо ооо очное 


Амплитуда стробирующего импульса, не бо- 
о У ЖЕ АНН 0,6 В 


-20100 25 91° 8.9 М 


Зависимость тока потребле- Зависимость тока потребле- 
окру- ния от напряжения питания 
при Т=+25° С 


ния от температуры 
жающей среды 


Коэффициент ослабления боковых частот по от- 
ношению к основному сигналу, не менее 34 дБ 
Коэффициент ослабления опорной частоты по от- 
ношению к основному сигналу, не менее 3$ дБ 
Изменение выходного напряжения при измене- 
нии входного напряжения на 20 дБ, не более 3 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................ееиььньньнии 8... 10 В 
Переменное напряжение на выводах, не более: 

на 20. E GEE S D E ENN SE T 2 B 

T TRR ki иена. 1 B 
Импульсное напряжение на выводе 4, не 6o- 
р У Е ВЕ а 9 В 
Постоянное напряжение на выводе 5, не бо- 
Я ее 9 В 
Максимальный ток нагрузки .................... 1,5 мА 
Предельная ua TOTA "т. денди 6 МГк 


Температура окружающей среды — 10... +55° С 
Unix (8) › nB 


-20 0 209 915 


Зависимость выходного напряже- 
ния на выводе 9 от температуры 
окружающей среды при ПИ, =9 В, 


п 124,8 


Т=+25° С 
Схема включения 
P4 512-2 
RI Вход опорного 
+U, a p zen i сигнала 
АТ 56K -+ , Е 69% г 
02 449 My P5 512-1 
N 
S 
he 
X 
“а 
Q 
$ R17 12К 
p6 512-5 
R16 10x 
41.27 
a P Hir A So 
Ja 
L2 | #06 2 
Gannlnie | 990 13 
18 S y 100ynry б8"КГИ 
Q 
|- Š sÈ ле я 10068 
JE & < Выхой: Вход 27K 
mo SS записи  ynpabnenua C16 
®© & +U. VI Г 
записью n КТ315 S; 001 
ий ИА 
540 "L 990 
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Дополнительная литература 


1. Степанов В. А. БИС обработки сигнала 
цветности КР1005ХАб6 // Электронная промыш- 
ленность.— 1984.— Вып. 1 (129).—С. 57, 58. 

2. Интегральные микросхемы для видеомаг- 
нитофонов ‘и другой РЭА: Каталог.—М.: 
ЦНИИ «Электроника», 1983, вып. 3— 40 с. 


КР1005ХА7 


Микросхема представляет собой формирова- 
тель строчных импульсов и генератор поднесу- 
щей частоты для видеомагнитофонов. Она 
выполняет следующие функции: амплитудную 
селекцию синхроимпульсов; генерацию строч- 
ных импульсов; автоматическую подстройку 
частоты и фазы; генерацию поднесущей часто- 
ты; коммутацию поднесущей частоты в системе 
ПАЛ. Предназначена для применения в быто- 
вых видеомагнитофонах, работающих в форма- 
те VHS. 

В режиме записи микросхема: 

формирует стробирующие импульсы строч- 
ной частоты положительной полярности, кото- 
рые служат для выделения цветовой вспышки в 
КР1005ХАб. Эти импульсы привязаны по часто- 


те и фазе к синхроимпульсу входного сигнала. . 


Синхроимпульс выделяется селектором из вход- 
ного сигнала, прошедшего через ограничитель 
EE: ` 

формирует опорную частоту 625 кГц для 
переноса спектра сигнала цветности. Эта часто- 
та образуется из частоты 2,5 МГц задающего 
генератора JI путем деления на 4 делителем 
частоты III. При дальнейшем делении частоты 
на 40 делителем IV получается строчная часто- 
. та 15 625 Гц, которая с помощью фазового 
компаратора V, выход которого управляет 
задающим генератором, привязывается по час- 
тоте и фазе к синхроимпульсу входного сигна- 
ла. Мультивибратор VI формирует из синхро- 
импульса входного сигнала импульсы амплиту- 
ды и формы, необходимой для работы фазово- 
го компаратора. Частота 625 кГц проходит 
через фазовый переключатель VII, который в 
режиме ПАЛ производит чересстрочную ком- 
мутацию фазы сигнала, необходимую для ком- 
пенсации фазовых искажений. Усиленный сиг- 
нал 625 кГц поступает на вывод 12. 

В режиме воспроизведения микросхема: 

формирует частоту 625 кГц для обратного 
переноса спектра сигнала цветности аналогично 
режиму записи; 

формирует с помощью усилителя XI и 
ключа ХИ импульсы, включающие канал цвета 
при выпадении строки; 

формирует стробирующие импульсы анало- 
гично режиму записи. Корпус типа 238.18-3. 
Масса не более 1,5 г. 


Функциональный состав: [— селектор синхро- 


‚ импульсов; П— задающий генератор; П/— ne- 


литель частоты на 4; V— фазовый компаратор,; . 


И — ждущий мультивибратор; ГП — фазовый 
переключатель; ИП!/— регистр контроля фазы; 
IX, Х— усилители; ХГ— усилитель ‘детектора 


KPIOOSXAT ` 
An a A a a LL i 


выпадения строки; XII — Kmo детектора выпа-_ 
дения строки; ХШ — стабилизатор напряжения; 
XIV — ключ; ХУ — ограничитель уровня белого. 

Назначение выводов: / — выход внутреннего 
стабилизатора напряжения; 2 — питание (+ Un); 
3, б—выходы селектора; 4— контрольный Bbl- 
ход; 5— выход фильтра селектора; 7— выход` 
ограничителя; 8 — вход ограничителя; 9 — вход 
детектора выпадений; 10—вход управления фа- 
зой поднесущей частоты; 11— вход вспышки; 
12— выход поднесущей частоты; 1/3— нитание 
(— Ua); 14— вход генератора; 15 — питание HH- 
жектора; 1/6 —2-й выход компаратора; 17— 1-Й 
выход компаратора; 1/8 — выход синхронизации. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 9B 


_ Ток потребления при Un=9 B, T= +25° C ......... 


А Е р P FS 30...45 мА 
Напряжение внутреннего стабилизатора при 
С, =9.В, Т=-5 255.0... лалитеночизннь 6,3... 6,8 В 
Напряжение отпускания на выводе 9 при И„= 
=9 В. Т= +257 С, не боле з.ы 1B 
Управляющее напряжение регистра контроля 
фазы при И, =9 В, T= +25° С, не более .... 0,4 В 
Амплитуда выходного строчного импульса ....... 


Е a F BE ИЩИ Че ОО 5... 6,7 В 
- Амплитуда импульсов делителя частоты ............ 
ыы И 2" ioo 
Амплитуда входного телевизионного сигнала на 
выводе 8, не менее ..................... м 0,5 B 
Амплитуда импульсов поднесущей частоты при 
Uat В, -Т-= F2 Сено 1,7... 2,3 В 
Амплитуда синхроимпульсов на выводе 18 при 
ее) В 1125. C arrio 5,4 ...6,7 В 
Полоса’ захвата при U„=9 В, Т=+25° С, не 
менее ...... ЕЕ Е Ро 1000 Tu 


Диапазон перестройки приведенной частоты 
внутреннего генератора при И, =9 В, T= 


а д, Ее НЕ 14...17 кГц 
Длительность выходного строчного синхроим- 
MYER Aion i нана: 4...5,5 мкс 
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Длительность синхроимпульса на выводе 18 Hi ОЕ ан 1В 


А АИ ВЯ Е ОКУ И 4,5...5,5 мкс Со: М НИ А АКА ЮВ. 
Нестабильность частоты внутреннего генерато- Ооо" И Те а КИ 4 B 
ра от температуры при U,=9 B, Т=-—10... Амплитуда входного телевизионного сигнала на 
2 И БОЛЕЕ „ель ТИ Е, SONE ара ена 0,5...3 В 
Минимальное сопротивление нагрузки: 

Предельные эксплуатационные данные НА ВЫВОДЕ: дол норы й 2,5 кОм 

< Напряжение питания .......................ннни 8,7...9,3 В E E I PAAD A AAE o A E E 1 кОм 
Напряжение на выводе 15 ................. ним 3 с о р Ао EE 4 кОм 
Максимальное входное напряжение: Рассеиваемая мощность, не более ......... 500 мВт 


Температура окружающей среды — 10 ... +55° С 


Inor (2,15) мА 


Зависимость тока потребления ‘от температуры Зависимость тока потребления от напряжения 
окружающей среды при U =9 В. Заштрихована питания при T= +25° С 
область разброса значений параметра для 95% 

микросхем 


Схема включения’ 


о ЗА Я | вход  Bxoð 
эинхрониза ции |] R3 C8 ] a F=LIh FLIN 
o | 1 ans 22r eg m To 

-1000F | r aiye 0 600 i Rg 


c1 
560 
Sapi ; 
S и 7 
доме s| S} Je CEPT. R8 я R10 
TŠ %бк К | 
< Вход Типовая схема включения 
+U, 6х0д empoy- Bro? кадро- Вход дидео- Pemermopa микросхемы КР1005ХА7 
ных CU Вых CH сигнала — быпадрний 
Дополнительная литература 
1. Челышев Н. Ф. БИС цветовой синхрони- 2. Интегральные схемы для видеомагнито- 
зации КР1005ХА7//Электронная промышлен- фонов и другой РЭА: Каталог.—М.: ЦНИИ 
ность.— 1984.— Вып. 1 (129)—С. 58. «Электроника», 1983, вып. 3.—40 с. | 
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КР1005ХАЗА, КР1005ХАЗБ 


Микросхема представляет собой многофунк- 
циональное устройство, работающее как систе- 
ма ФАПЧ с разомкнутой цепью управления 
ГУН. Содержит генератор, управляемый напря- 
жением, перемножитель сигналов и операцион- 
ный усилитель. Узлы, входящие в состав микро- 
схемы, могут быть использованы автономно 
или в различных комбинациях. Перемножитель 
может работать в режиме модулятора О5В-сиг- 
нала, регулируемого усилителя, удвоителя час- 
тоты, синхронного АМ-детектора; на основе 
ГУН возможно построение генератора ЧМ-сиг- 
нала, опорного генератора с кварцевой стабили- 
зацией. Комбинируя узлы, входящие в состав мик- 
росхемы, можно образовывать систему ФАПЧ, 
синхронно-фазовый детектор, следящий фильтр, 
генератор сигналов специальной формы («гене- 


ратор функций»). 
Корпус типа 2120.24-6. Масса не более 6 г. 


2120. 24-6 


рец E RE 
ДАЛАДАААААААЕЕ 


Зо охчооятоьъ- 


Функциональный состав: [— операционный 
усилитель; //— перемножитель сигналов; И/— 
генератор, управляемый напряжением. 

Назначение выводов: 1 — инвертирующий 
вход ОУ; 2— неинвертирующий вход ОУ; 3, 
4 — выходы перемножителя; 5—7 — входы nepe- 
множителя; 8—1] —эмиттеры транзисторов Te- 
ремножителя; 12, 22 — питание (+ Ua); 13 — кор- 
рекция ОУ; 14 — выход OY; 5, 16 —входы 
цифрового управления ГУ. мы — управле- 
ние частотой и крутизной ана, 19, 20— 
частотозадающая емкость ГУН; 21 — выход 
ГУН; 23, 24— входы аналогового управления. 
ГУН. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


одвовоЛярИб ео seorsegissasstsire sas MAT A 
ДВУНОЛИРНОЕ iieaeoe aina ЗО 
Ток потребления при И, =20 В, T= +25° С, не 
ООВ: са р 18 мА 
ТИНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ......,. зоол Оо еевььна 14 мА 


_ Генератор, управляемый напряжением 


Частота свободных колебаний при И,=20 В, 
К,„=10 кОм, С,=10 пФ, Т=+25° С, не me- 
ИЕ ОКЕ ВЕСЫ 15 МГц 

ТИНОВОЙ MARNE ое кии 30 MTu 
Коэффициент перекрытия по частоте при И, = 
=20 В, Ra=10 кОм, fo=10 кГц, T= +25° С, не 


ТИПОВОС. ЗНАЗЕНИЕ:.... еее ава 10 
Температурный дрейф частоты при ПИ, =20 В, 
А„=10 кОм, T= —25... +55° С, не более ............ 
Ее AE a seseesoeas s 400 1076 1С 

типовое значение ..................ньле. 250 -10-76 1/°C 
Амплитуда выходного напряжения сигнала пря- 
моугольной формы при ПИ, =20 В, К„=10 кОм, 
}=5 МГц, Т= +25° С, не менее: 


КРИбЗХАВА ен 1,9 В. 
КР1005Х АБ „к ФМ 
типовое значение 

EPIOOSXASA i ai EEE 2,0 B 
КРОХА ia a A 1,0 B 


Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ка питания на частоту при И, =20 В, К, =10 кОм, 
f=1 МГц, T= +25° С, не более .................. 0,5% 

типовое ЗНаченще ини 0,08% 
Время нарастания выходного импульса при 
И. =20 В, В, =5 кОм, Сы =10 пФ, T= +25° С, 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ „она кланы 20 нс 
Время спада выходного импульса при И. =20 В, 
К„=5 кОм, С,=10 пФ, T= +25° С, типовое 


О ол оо а 30 вс 


Перемножитель сигналов. 


-~ Диапазон рабочих частот при И, =20 B, Ros = 


= Ro.«3) =, T= +25° C, не менее ........... 50 МГц 
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ТИНОВОС ЗН2ЧЕНИЕ inira 100 МГк 
Коэффициент преобразования при Un = 20 В, К = 
= К хз) =0, T= +25° С, типовое значение 2 В/рад 
_ Полное выходное сопротивление при И, =20 В, 
fst Гц, = ка tet С; типовое 
ВИЕЙ г ЗАВ PEI 6 кОм 


‚ Операционный усилитель 


Коэффициент усиления по. напряжению при 
разомкнутой ООС, И,=20 В, fə=300 Гц, 


= 25 С не менее .........1.-......... ети 66 дБ 
ТИНОВОе ЗНАНИЕ ............ |. 80 дБ 
Полное входное сопротивление при И, =20 В, 
Ffa =300 Гц, T= FISC, ие менее... ‚ 0,4 МОм 
ТИПО ВО6 INSIRE ieii Tissi 2 МОм 


Полное выходное сопротивление при U,=20 B, 
fa =300 Гц, T= +25° С, типовое значение .......... 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 
ОДНОПОЛУВНОЕ 1... оли цена 6...30 В 
двуполярное. кмета +3:..+1$ В 
Максимально допустимое напряжение (размах) 
входного сигнала на выводах 5 и 7, не более 3 В 
Напряжение смещения на выводах 5—7 при 


СР: АР O ее Е 4...16 В 
Постоянное напряжение при И, =20 В: 
И E В Е ОВЕН 4...18 В 
И ИО e ине, 9... 18 В 
(27/1): 100% МГц 


ó 9 


Зависимость относительной HE- 
_ стабильности частоты от напря- 
жения питания. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем 


13 17 21 250,8 T EN ESE? 


Зависимость максимальной 
рабочей частоты от напря- 
жения питания. Заштрихова- 
на область разброса значе- 
ний параметра для 
микросхем. Сплошной JIM- 
нией показана типовая зави- 


Минимально допустимое сопротивление нагруз- 
3. НОНО о аль, 10 кОм 
Температура окружающей среды —10... +55° С 


(Aft) 100% 


Npp, |API0OSXAS (A, 5) 


Зависимость относительной H€- 
стабильности частоты от темпе- 
ратуры ‘окружающей среды. За- 
штрихована область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


`95% 


CHMOCTb 
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И 
pa У ⁄D7 
20 
A agrea 
iji 
; > VTS% 
Š 
3 
` 


ВЕ ве а N š 
ТЕ Я 
i 50 07 8 Ч ра О 50 08 
| | 


R17 41r 


5 18 


Utax, А ‚ В 
4 


2 9 4676910 20F, Miu 


Зависимость амплитуды выходного напряжения 

от частоты при И, =20 В. Заштрихована об- 

ласть разброса значений параметра для 95% 

микросхем. Сплошной линией показана типовая 
зависимость 


0 -$ 2 i -E ав 


Зависимости частоты пере- 
стройки от управляющего на- 
в пряжения: 
1—выводы 15 и 16 заземлены через 
резистор сопротивлением 1 кОм; 2— выво- 

ды 15 и 16 не подключены 


Зависимость рабочей частоты 
ГУН от емкости частотозадаю- 
щего конденсатора: 

вое управление выключено; 2— 


1 ь 
T MW W W T a a 
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KP1I00SKXAB(AJE) | | << 
N 
АА 


14 АК 

12 NS RANNY > 
т 
8 

[1 


6 9 12 6 18 21 24 270,8 


Зависимость тока потребления 
от напряжения питания. Зашт- 
рихована область разброса зна- 
чений параметра для 95% мик- 
росхем. Сплошной линией пока- 
зана типовая зависимость 


-60 = 
-60 -70 -60 -50 -40 -30 -20 Uy npn 


Зависимости выходного напря- 


Inor, МА 


| | | /Р005АВИ, 5) 
E TITEN 
ETT 
чит TAMER В Ва 


O O A E O Л РА 4 9 РР. У 


ею 
HENEN 


-20-10 0 10 20 9 40 7°C 


Зависимость тока потребления 
от температуры окружающей 
среды. Заштрихована область 
разброса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая зави- 


CHMOCTb 


ЕТ 
ЕЕ 


-50-40-30 -20 -10 Ил, дБ/В 


Зависимость коэффициента 


жения перемножителя сигналов преобразования перемножи- 
от уровня входного напряже- теля сигналов от ‚уровня 
ния при („= + 10 В, /. =110 кГц, опорного напряжения при 


[и = 100 кГц 


Ken , В/раё 


10 10? Up, "B 


Зависимость коэффициен- 

та передачи фазового де- 

тектора от входного на- 
пряжения 


Принципиальная схема «генера- 
тора функций» на микросхеме 
KP1005XA8 (А, B) [33] 


300 


` Выходы: í SR 71 


Ua= t10 B, fù =10 кГц, 
U.=10 MB 


Схемы включения 


КТ [1071 62 


ААА, 
БУЛАТА” 


10? 10? 10* 10° 08 107 F, Ty 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения ОУ 
микросхемы от частоты 


ha, 0M: 45/8 


KPIDOSKASAE)| | 4M 
Я А ТЯ ИЯ 


20 
-120 -100 -80 -60 - 40 би, 45/8 


Зависимость выходного напря- 
жения перемножителя сигналов 
от уровня входного напряжения 
при И. =-+10В, U =0,3 В, 
f.=25 МГц, /„=30 МГц 


+U, 
T e 
d hi 
VDI KAIO Š 
: 5] 53 
- А RN 
72 №49 `S 
RIO 
10K 
C9 
L o1 


Схема включения микросхемы К1005ХА8 (А, B) 
в режиме ЧМ-детектора 


Таблица истинности 


Сигналы‘ на 
входах 
управления 


Примечание 


Входному ‘напряжению низкого 
уровня соответствует напряжение 
не более 1 В, напряжение высоко- 
го уровня — не ‘менее 3 В. 


O = O mm 


При управлении по цифровому входу часто- 
та ГУН 


1+ п/2 
- 8C, Е’ 


где С —емкость частотозадающего конденса- 
тора (С.), В =0,8 кОм. 
При управлении по аналоговому входу 


fantu На } 
8СК\ 2ф. + ИБэК1/К К, 
где К. — сопротивление резистора, подключае- 
мого между выводами [71 18; К, — сопротив- 
ление резистора, подключаемого между выво- 
дами [2 и 15 (К,>1 кОм); ф, — температурный 
потенциал; Из.—-напряжение на участке ба- 
за— эмиттер, используемое как опорное (0,6... 


ti kd 


Дополнительная литература 


Универсальная ИС КР!005ХА8 в режи- 
ме ФАПЧ и «генератора функций»/В. О. Kon- 
маков, Ю. И. Бороненков, T. П. Полятыкин, 
А. Н.`Петрунин//Электронная техника. Сер. 10. 
Микроэлектронные устройства.— 1983.— Вып. 6 
(42).— C. 21—26. 


24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

>  K1005XA8(A, 5) 

1234567890112 
ЕЕ 


RI R$ 
51 51 ĝ íK 


Схема включения микросхемы K1005XA8 (A, B) 
в режиме следящего фильтра 


2.18. Микросхема серии КР1006 


КР1006ВИ1 


Микросхема представляет собой времяза- 
дающее устройство (таймер), формирующее 
импульсы напряжения длительностью от не- 
скольких микросекунд до десятков минут. Вы- 
полнена на биполярных транзисторах с изоля- 
цией р-п переходом. Предназначена для приме- 
нения в стабильных датчиках времени, генера- 
торах импульсов, широтно-импульсных и фазо- 
вых модуляторах, преобразователях напряже-_ 
ния, ключевых схемах, преобразователях сигна- 
лов, исполнительных устройствах. 

Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1 г. 


2101. 8-1 


JONA NONONCEHUA Ключа 
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Е 


Li 


Функциональный состав: I— компаратор Ha- 
П— триггер; 


пряжения; Ш — выходной уси- 


литель. 


о выводов: [— общий; 2— запуск; 
3— выход; 4— сброс; 5— контроль делителя; 
6 eane 7 — цепь разряда; 8 — пита- 
ние (+ U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания...... 5... 15 В 
Ток потребления, не более: 


при И, =15В, Ошр=11,5...14 В, Ош =7... 
р ар ое ао 15 мА 
при (,=5В, Ошр=3,7...4/7 В, Ош =2,3 

пех с д АЕ ФЕ СУТ 6 мА 


Выходное напряжение низкого уровня, не более: 


при U.=15 В, Ошр=11,5...14 В, О=7... 
нов. ры НМА anieri iniopanre osuen? 2,5 В 
при ПО,=5В, Ошр=3,7...4,7 B, Ош =2,3 

БУВ ТОМА EE E R N 0,35 B 


Выходное напряжение высокого уровня, не 
менее: 


при И, =15В, . Ожр=5,5...8 В, Ив=0,7... 
НЕО О МА есь 12,5 В 
при U,=5 B, Ошр=1,8...2,8 В, Ош =0,3... 
о В Е ОА aiarar 2,75 В 
Ток сигнала сброса при И,=15 B, Unop= 5,5... 


...8 B, 41/0715: не. 6ONee acr- 1,5 MA 
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: ан 


ны 


R8 
a gi 
je | e Jej 


KP1006B41 


o) 
ЕЯ 22 


Входной ток при И,=15 В, Ижр=5,5...8 В, не 
о. ее т A E A ЕЕ E ...2 МКА 
Ток срабатывания, типовое значение .. 250* нА 
Время нарастания и время спада выходного 


импульса, типовое значение................... 300 * нс 
Начальная погрешность в генераторном режиме 
при ОИ, =15 В, типовое значение................ 3*% 


`Нестабильность начальной погрешности в гене- 


раторном режиме от напряжения питания, не 
более: | | 
НЯ. Бе T: RE S E 0,3*% /В 
Wa о Во ssie 0,5 *% /В 


* Параметры измеряются при T= +25° С. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания......................... 4,5 ... 16,5 В 
Е ФЕ есь еб еее ув 100 мА 
Рассеиваемая мощность ' 

(TAW С) ышенсакеььыаь EREE ... 500 мВт 
Температура окружающей 

>’ РИАННА кран 3 —45... +70° C 


1 При Т= +50°С максимальная рая мощность, 
мВт, определяется по формуле 


P pas, max = 500 — 5 (T— 50° С). 

Примечания, 1. Запуск микросхемы про- 
исходит при U|, < <1/30.. Для устранения неста- 
бильности запуска таймера, вызванного пульса- 
цией источника питания, рекомендуется парал- 
лельно с источником питания в непосредствен- 
ной близости к выводам микросхемы включать 
конденсатор емкостью 1... 10 мкФ. 

2. Максимальное напряжение сброса нахо- 
дится в пределах 0,4...1 В. В случае неисполь- 
зования вывода «Сброс» его следует подклю- 
чать к плюсу источника питания. 


3. В случае неиспользования вывода «Конт- 
роль делителя» его следует замкнуть на кор- 
пус через блокирующий конденсатор емкостью 


0,01...0,1 мкФ. 


4. Минимальная длительность импульса, ге- 
нерируемого таймером, составляет 20 мкс, мак- 
симальная определяется параметрами внешних 
времязадающих элементов (t, =1,1 КС). 

5. Запрещается подавать на выводы 2, 4, 6, 7 
превышающее напряжение MATA- 


напряжение, 
НИЯ. 


6. Допустимое значение статического потен- 


циала 200 В. 


— 


Зависимость тока потребления от напряжения 
питания 


Éag „pC? AC 


0,2 03 у / И, 

Зависимость задержки распрост- 

ранения входного сигнала от 

соотношения входного напря- 

жения низкого уровня к напря- 
жению питания 


Схемы включения 


импульса 


запуска T ci 


KP1006041 


42 49%, 


Зависимости длительности им- 


пульса выходного напряжения 


от соотношения входного на- 


пряжения низкого уровня к на-. 


пряжению питания при различ- 


ной температуре окружающей. 


среды 


a) 


Гот, МА 


KP1006641 


SE 
pe 
ЕВ 


9 10 


KP1006BU1 


1 2 4680 20 Wn 


Зависимости выходного на- 

пряжения низкого уровня от 

тока нагрузки при различ- 

ных значениях напряжения 
питания 


``. 
X 
5 
< 
5 
> 
a, 
Xx 


6) 


Принципиальные схемы генераторов импульсов на микросхеме КР1006ВИТ: 
а—в ждущем режиме; t,=1,1RIC1; б—в режиме автогенерации; t, =0,69 (К1-+ R2) С1; 1, =0,69К2С1; В! + R2 не более 10 МОм при 


И, =15 В и не более 3 МОм при И, =5 


В, минимальное значение 2 кОм 
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91/6 М 


~ — 

X NY 

> Выход ‚а y 
Вход > U, > Un 
запускающих x 9х0д © МодулируюЩЕз0 
UNNYNOCO T = нот = Напряжения 


а) 


$). 


Принципиальные схемы модуляторов на микросхеме КР1006ВИТ: 
а — широтно-импульсного; 6 — фазово-импульсного 


Дополнительная литература 


1. Пецюх Е., Казарец А. Интегральный тай- 
т КР1006ВИ1//Радио.— 1986.—№ 7.— C. 57, 

2. Певницкий С. Цифровой измеритель ем- 
кости//Радио.— 1984.—№ 10.— C. 46, 48 

3. Помехоустойчивое фотореле//Радио.— 
1984.— № 11.— C. 58. 

4. Простой преобразователь напряжение — 
частота//Радио.— 1985.—№ 2.—С. 61. 

Шило В. Л. Функциональные аналоговые 

интегральные микросхемы.— M.: Радио и связь, 
1982.— 128 с. 


2.19. Микросхемы серии КР1014 


КР1014КТЛА, КР1014КТУБ, 
КР1014КТ1В 


Микросхемы представляют собой ключи. 
Выполнены на МОП-транзисторах. Предназна- 
чены для коммутации электрических цепей. 

Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1 г. 

‘Назначение выводов: 1, 8— управляющие 
входы; 4, 5—выходы; 2, 3, 6, 7— входы. 


Электрические параметры - 
Обратное напряжение (падение напряжения на 


канале ключа при инверсном включении) при. 


ом =110 мА, Т=+60... +70° С, не более.1 B 
Управляющий ток при Upp=5 B, Т=— 60... 
вс че бе аа 1 мкА 


Ток утечки на входе при U,m=75 В, T= 
= — 60... +55° С, не более: 
КР1014КТ1А, КР1014КТИБ.................. 20 мкА 
О а: АОН БАНЯ A 10 мкА 


Частота переключения при ИОвр=5 B, Им= 
=75 В, (фр.упр=250 нс, Raa ист.с =300 Ом, T= 
= —60... +70° С, не. „более...................„.. 100 кГц 
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2101. 8-1 


Jona положения ключа 


Габаритный чертеж корпуса 2101.8-1 


2,36, 7 


4,5 


Принципиальная схема микросхемы КР1014КТ1 


Время включения и выключения при Uynp™ 
=5В, Umu =75 В, рур=250’нс, - Ran, ncr; = 
=300 Ом, T= —60... +70° C, не более...5 мкс 
Сопротивление в открытом состоянии при 
lon =35 мА, Т=-— 60... +70° С, не более: 


при U „=2,5 В для КР1О14КТТА, : 
КР1014КТИВ.........ен НЕ 16`Ом 
при О„,=4,5 В для КР1Ю14КТ1Б....... 10 Ом 


Предельные эксплуатационные данные 


Управляющее напряжение: 

КР1014КТЛА, КР1О1АКТИВ..................... 3,5 В 

Ч) Урь. ее ВАТ 5,5 В 
Напряжение затвор — сток в закрытом состо- 
AHHH: 

KP1014KT1 A —КР1014КТИВ................... .. 75 В 


КР1014КТ1В при /=50 Гц, О=2, 


Пс | О РЕ р На 230 В 
Коммутируемый ток........... 295 № |... :.:....... 110 МА 
Рассеиваемая МОЩНОСТЬ...............ишииниииии 0,15 Вт 
Температура ркружающей | 
т: КО ВАННА С ПОЗОР ОЧ — 60... +70° С 


Примечания: 1. Допустимое значение ста- 
тического потенциала 500 B. 

2. Температура пайки +235° С, расстояние 
от корпуса до места пайки не менее 2 мм, . 
продолжительность пайки не более 5с. 


Bib 


2 КРИТ (A-8) 


РА | 
TERE 


| 
-60 -20 20 b0 107°C 


Зависимости порогового напряже- 
ния транзисторного ключа микро- 
схемы от. температуры ` окружаю- 
щей среды. Заштрихованы области 
разброса параметра для 95% мик- 
росхем. Сплошными: линиями: IO- 
казаны типовые зависимости 


0 
-50 -20 20 50 1015 


Зависимость входного тока 


утечки от температуры окру- 


жающей среды. Заштрихова- 

на область разброса значе- 

ний параметра для 95% 

микросхем. Сплошной JIM- 

нией показана типовая зави- 
CHMOCTb 


Rox, 0m 


4 Ц 
-60 -20 20 60 10155 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от темпе- 
ратуры окружающей среды. 
аштрихована область раз- 
броса значений параметра. 
для 95% микросхем. Сплош- 


ной линией показана типо- ` 


вая зависимость 


[кон (а), MKA 


KPIOKTI(A-8) A. 


Зависимости коммутируемого тока микросхема- 
ми от напряжения затвор — исток. Заштрихо- 
ваны области разбросов значений параметра 
для 95% микросхем. Сплошными линиями 
показаны типовые зависимости 


бил, Cinna ‚ MKC 


KP1014KT1 (А-В) 


S 


WNA RN << 
А 
ох > 


0 200 


400 600 Ибн, ИС, дм 


Зависимости времени включения и выключения 
от вносимого сопротивления. открытым ключом 
(сопротивления участка исток — сток). Заштри- 
хованы области разбросов значений параметра ' 
для 95% микросхем. Сплошными линиями 
показаны типовые зависимости 
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Дополнительная литература 


Геллер В. M., Лагунова Е. B., Политанский JI. Ф. 
Высоковольтный токовый ключ КР1014КТ| с 
низким остаточным сопротивлением//Электрон- 
s var 1986.—Вып. 2 (150)— 


2.20. Микросхема серии КР1017 
КР1017ХА1 


Микросхема представляет собой многофунк- 
циональный ‘преобразователь, состоящий из 
усилителя, детектора, компаратора с большим 
гистерезисом, стабилизатора напряжения и CHC- 
темы положительной нелинейной обратной свя- 
зи. Выполнена на биполярных транзисторах с 
изоляцией диэлектриком. Мощный парафазный 
выход позволяет обеспечить согласование мик- 
росхемы с другими узлами аппаратуры, напри- 
mep с логическими элементами MTJ, ТТЛ, 
МОП, светоизлучающими диодами. Встроен- 
ный стабилизатор напряжения питания имеет 
дополнительный выход. Предназначена для 
применения в бесконтактных датчиках положе- 
ния, выдающих информацию о координате 
объекта при перемещении его относительно 
чувствительного элемента датчика (бесконтакт- 
ные системы электронного зажигания) в виде 
дискретного бинарного электрического сигнала, 
а также в качестве генератора прямоугольных 
напряжений, триггерахс регулируемым гистере- 
зисом (в промышленных роботах, полуавтома- 
тах металлообработки, электрических швейных 
машинах). 

Корпус типа 2102.14-1. Масса не более 1,5 г. 


м ||| 
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2102. 14-1 


АРНЕ 


# Е №9 


KP1017XA1 
AT EE SE.. LOS ET. 
2 


iE 
SEA ЕД НЙ 


14 
1 Pr 
1 


КРИИТХА! 


| 
| 


Функциональный состав: Г— система с TMO- 
ложительной нелинейной обратной связью; 
Пр— усилитель; П/— стабилизатор напряжения; 
IV — детектор; Г — компаратор с большим THC- 
терезисом. 

Назначение выводов: |[— выход системы с 
положительной нелинейной обратной связью; 
2 —выход усилителя для изменения гистерезиса; 
3— вход усилителя; 4— вывод усилителя для 
подключения отрицательной обратной связи; 
5— вывод усилителя для подключения положи- 
тельной обратной связи; б— неинвертирую- 
щий выход: 7, 8-—-свободные; 9— общий 
(—U,); 10— инвертирующий выход; 11— пита- 
ние (+U); 12 — интегрирующий конденсатор 
детектора; 1/3 —выход стабилизатора; 14 — вход 
системы с положительной нелинейной обратной 
СВЯЗЬЮ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... 5... 12 В 


Ток потребления при И, =27 В, не более: 
при ТАС нор ORE 18 мА 
кри Т = As м. A G еда 20 мА 

Остаточное напряжение компаратора при И, = 

=5В, Т=4+-25° С: 

Тьых. комп = 50 МА, не более 


Inor, МА 


КРАХА | | 


051% ив 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


Зависимость 


-40 -20 02 4% 60 7°C 


-40-20 0 20 40 901% 


Зависимости тока потребления 

от температуры окружающей 

среды при различных значениях 
напряжения питания 


выходного 
напряжения стабилизато- 
ра микросхемы от темпе- 


ратуры окружающей сре- 1 
ды при [.=1,5 МА e 
: Е 
06 —— 
ae 0,4 H 

Зависимости выходного # 

напряжения микросхемы F 
от температуры окру- 02 |-—— 
жающей среды при раз- га: 

личных значениях тока 0, 


выхода 


TODO ЗНАЧЕНИЕ. 0,7 В 
Fomina 7-16. МА, ‚не GONGO aiai Ansicr 0,35 B 
THROBO "ЗИачение iai io ieissar guses r R re iai 0,2 B 


Выходное напряжение стабилизатора при И„= 
=5 B; L=1 MA; Т=+25° С: 


a AET ASE E A IE EAA 2,6 B 
номинальное значение................. нь ьньнинь 249 В 
от: e - ЗОО OREN Е Аа 3,2 В 


Выходной ток ‘утечки первого и второго ком- 
параторов при U =27 В, Г=+25° С, не 6o- 


А И a С R ESS S 20 MKA _ 
Частота переключения при И, =5 B, T= +25° С, 
He: МНО Оль нььм ея 10 кГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...............шшньньние. 4,75 ...27 В 
Входное напряжение компаратора 

(Вод Е) пол авы +5 В 
Входное напряжение усилителя | 
ОЕ о аи ана +1 B 
Выходной TOR -pessars erties PENA Е У 50 мА 
Ток нагрузки стабилизатора .................. 1,5 мА 


Температура окружающей 


10 № 204,8 


Зависимость выходного напря-. 

жения стабилизатора микросхе- 

мы от напряжения питания при: 
[.=1,5 мА 


Usui ; 8 
| KP1017XA1 e 


20 40 60rT,°c 
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Схемы включения 


ERB У +1, № 
‚оорсереля 
Металли- R тии X 
ческий > 5 +(/ 
предмет © R2 ` n 
x ТУК ме 
Выход 1 Выход 2 


Принципиальная схема бесконтактного датчика 


положения на микросхеме КР1017ХА] 


(м. 
табл. 


KPIOITKXAT 


Принципиальная схема триггера с регулируе- 
мым гистерезисом на микросхеме КР1017ХА1 


Peanusyenaa 
функция 


2 - Cmapm- столный 


генератор 


J- бларт-столный 
генератор e 
регулируемым 
ZUCMEPEIUCOM 


Принципиальная схема генератора напряжения прямоугольной формы на микросхеме KP1017XA1 


2.21. Микросхемы серии К1100 
и КР1100 


К1100СК2, КР1100СК2 


Микросхемы представляют собой устройст- 
ва выборки и хранения аналогового сигнала 
(УВХ), запоминают по команде, поступающей 
на логический вход, мгновенное значение вход- 
ного сигнала в течение определенного времени 
и с высокой точностью и поддерживают равное 
ему постоянное напряжение на выходе. Микро- 
схемы состоят из входного операционного 
усилителя 111, выходного операционного усили- 
теля. II и схемы управления аналоговыми 
ключами /[. Предназначены для применения в 
системах сбора данных, для временного уплот- 
нения сигналов в модулях ввода — вывода, для 
построения многозначных логических элемен- 
тов, в качестве пиковых детекторов, точных 
аналоговых ключей. Применяются совместно 
с аналого-цифровыми преобразователями для 
расширения частотного диапазона обрабатывае- 
мых сигналов. 

Корпус микросхемы К1100СК2 типа 301.8-2 


или 201.14-1, КР1100СК2 типа 2101.8-1. Масса 
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микросхемы в корпусе 301.8-2 не более 1,5 г, в 
корпусе 2101.8-1 не более 1,1 г. 

Функциональный состав: Г— схема управле- 
ния электронным ключом; И, П/— операцион- 
ные усилители. 


_ 201. 14-1 


1 


РЕНИ 


K100CK2 
(8 корпусе 301.8-2) S о 


Назначение выводов: 

в корпусе 301.8-2: 1 —1-Й вход схемы управ- 
ления; 2— питание (+0,); 3— балансировка 
напряжения сдвига; 4— вход УВХ; 5 — питание 
(— U); б—выход УВХ; 7— емкость хранения; 
8—2-й вход схемы управления; 

в корпусе 2101.8-1: 1— питание (+0.); 2— 
балансировка напряжения сдвига; 3— вход 
УВХ; 4— питание (— U); 5— выход УВХ; б— 


емкость хранения; 7— 2-й вход схемы управле-’ 


ния; 8—1-й вход схемы : управления. 
Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... +12 В 
Ток потребления при U, „= +12 В: 
при Т=+25°С, не более... льна... 7мА 


КРИВОСК2 (6 корпусе 2101.8-1)  KNOOCK2 (6 корпусе 207 14-1) 


13 E i 


TANODGC MAICRDE ле рр 4 мА 
“при T=—10 и +70° С, не более....... 10 мА 
Время выборки при И„= +12 В, АО,, =10 В, 
С.р= 1000 пФ, ==0,1%: | 

при T= +25°С, ие Oone... itii 10 мкс 

ИНО ОС ЗЫ IERBO ны 5 мкс 

при Т=—10 и +70° С, не более...... 12 мкс 
Апертурная задержка при И,= +12 В, C= 
= 1000 Ф, не. GOME aiiis cda 250 нс 


ВОВ... оли а В 


Прямое прохождение сигнала в режиме хране- 
ния при 0,= +12 В, Оы=5В, C,p=10 HỌ, 
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Риго, че бе. —80 дБ 


ТИПОВОе ЗНАЧЕНИЕ... нии. —100 дБ 
Перенос заряда при И, = +12 В, О„=0, С‚„= 
=10 нФ, типовое значение ....................... 0,5 мВ 
Скорость изменения выходного напряжения в 
режиме хранения при И. = +12 В, 0„=5 В, 
Cxp = 1000.пФ: 

при Т=+25°С, не более.................. 5 мВ/мс 

типовое значение......................ьеинии. . 0,2 мВ/мс 


при Т=—10 и +70° С, не более... 50 мВ/ме 
Время установления в режиме хранения при 


U= +12 В, типовое значение................ 0,4 мкс 
Напряжение смещения при U ,=—12 B, не 
Е р Е" 30 MB 

ТИНОВОС- Значение... 4... роны 5 мВ 


100 1000 


Зависимость величины Nepe- 

носа заряда микросхемами 

К1100СК2 и КР!100СК2 от 

емкости хранения при U, = 
= +12 B, 0 =0 


m?  -Ш Ш 


Kapcs 45 
ай 


0 
10? 10° 


(р, пФ 


Зависимость уровня прямоГо npo- 
хождения входного сигнала на вы- 

ход микросхем К1100СК2 и. 
КР1100СК2 от емкости хранения’. 
при И. = ыы В rB B, /=1 кГц, 
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9 590 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
ет Rire 5 U= 


Ч, dt, nB/ne 
`КПФОСКО, KPIOOCKZ Tu 


-10 10 30 0 


Зависимость скорости нарас- 

тания выходного напряже- 

ния от температуры окружа- 
ющей среды 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................... +6... + 13,2 В 
Входное напряжение.......................изллннниниь +5 В 
Сопротивление нагрузки ...................-...... 10 кОм 


`’Температура окружающей 


Примечания: 1. В качестве емкости хране- 
ния рекомендуется использовать конденсатор 
типа ФТ-1. 

2. Управление микросхемы осуществляется 
от ТТЛ-логики: режиму выборки соответству- 
ет уровень лог. 1; режиму хранения — уровень 
лог. 0. 


K пр,с, 4 5 
KUOOCKZ, KPNOOCKZ 


70 7°C 10 10? 10° 10% 10ffry 
Зависимость уровня прямого про- 
хождения входного сигнала на вы- 

ход микросхем К1100СК2 и 
=0 КР1100СК2 от частоты при И, = 
= +12 В, О„„=5В, C,p= 1000 пФ 


0-90 590 707" 


Зависимость апертурной за- 
держки от температуры ок- 
ружающей среды 


0 
70 7,°0 -10 . 


ta, МКС 
A за 


АПООСН, КРИООСКЕ 


RE 
ЧЕ 
i 


£ 
-= 
=» 
Е 


ЕЕ 
В ВИ 
ALUELLA 
E 46 
В О E a | 
НИНЕ 
Ее 
ЕЕ BSA BE B'a 35573 ЖЗИ И B И БЕС РАБ: 0 1 E 


Y 
pi 
EEE 
da 
Bi 
+ 
RF 
wig 
gi 
gii 


10° 
10? 103 10’ бр, пФ 
Зависимость времени выборки от емкости хра- 
нения 


Схемы включения 


К! 24n К2 К 


Вход 


= 
> 
N 
S 
==) 
_ KP100CK2 
(K1100¢K2) 


Типовая схема включения микросхем K1100CK2 
и КР1100СК2. В скобках указаны номера 
выводов для. КР1100СК2 


В этой схеме балансировка по напряжению 
смещения в режиме выборки осуществляется 
резистором R2. 

Малые входные токи схемы управления 
электронным ключом обеспечивают возмож- 
ность прямой подачи’ сигнала управления 
на входы управления микросхемы К1100СК2 
(КР1100СК?2) от схем, построенных на ТТД- и 
КМОП-логике. Нормальное функционирование 
микросхемы обеспечиваетея при напряжениях 
управляющего сигнала на входах схемы уп- 
равления от —U,+3B до +U, ,—3 B. Схе- 
мы управления микросхемами К1100СК2? и 
КР1100СК2 приведены’ ниже. 

Скорость изменения выходного напряжения 
в режимах хранения определяется токами утеч- 
ки микросхемы, изоляционным сопротивлением 
монтажной платы’ и емкостью хранения и 
может быть снижена до определенных пределов 
высоким качеством монтажа, промывкой плат и 
специальным покрытием. Существуют и другие 


Зависимость тока потребления от напряжения 
питания 


схемотехнические методы уменьшения измене- 
ния выходного напряжения в режиме хранения. 
Один из таких способов основан на перезаписи 
выходного напряжения «быстрого» (с временем 
выборки менее 10 мкс) на вспомогательное 
«медленное» (с временем выборки порядка 
15 мс) устройство выборки — хранения (УВХ), 
запускаемое логической командой «быстрого» 
УВХ. Скорость изменения выходного напряже- 
ния такой схемы при T= +25° С не превышает 
0,5 мкВ/мс. 

На двух микросхемах К1100СК2 и опера- 
ционном усилителе можно построить усилитель 
с программируемым коэффициентом усиления. 
При управляющем сигнале положительной по- 
лярности коэффициент усиления напряжения 
равен 100, а при отрицательной — 10. 

Компенсация ошибки из-за переноса заряда 
может быть достигнута подачей на емкость 
хранения противофазного сигнала с потенцио- 
метра, включенного в цепь обратной связи 
вспомогательного инвертора, построенного на 
микросхеме К140УД8. При С,,=0,01 мкФ и 
О,р=5 В схема позволяет производить pery- 
лировку амплитуды выходного сигнала в пре- 
делах +4 мВ. 

Микросхемы К1100СК2 и КР!100СК2 могут 
применяться в системах сбора данных. Типовая 
схема системы сбора данных состоит из много- 
канального мультиплексора с подключенными 
последовательно устройством выборки — хране- 
ния и аналого-цифровым преобразователем, 
схемы цифрового управления и адресного счет- 
anka. По сигналам схемы управления мульти- 
плексор подключает выбранный канал ко входу 
УВУХ, а устройство выборки — хранения запоми- 
нает мгновенное значение аналогового сигнала 
и хранит его в течение времени преобразова- 
ния АЦП. 
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+, -Ui 'Принципиальная схема уст- 
| ройства выборки — хране- 
те 5 ния, позволяющая умень- 
n шить скорость изменения 


50) P _ выходного напряжения B pe- 
ых 6 жиме хранения 100 раз 
La S S T j UNA 
$5 = > < 
SS $ Š 
SS c201 80 х 5 
|. ji R4 47K 
1000 И. 
C3 01 ИМ KAS22 Ró 10r 19 мкс 
: zz Kra a 
RI п п 1708 
tazne Phm 047 к 4 7 


JL ; A RE 200x 
Yø 
> > TEE 
АД522 KAS22 
+12 В +12 В 


Вход НЫ 
ND ; ND A N N 
SQ Выход Вход ` S S X 9 былой 
29S S&S >> 
Вы бо и: Ее JB $ Е Boro SA 
5 ьборка € 
+58 А <= ры << TA << 
0 м an 
Xpanenue 1... Хранение 
a) Xpanenue 6) 4) 
+12 8 
DAI KP1OOCKZ 
Вход (knoocK2) 
Выход #09. 


KPUOOCK2 
(КИ00СК2) 


*126- +6..+9 8 
| = K 
те Ой 
Хранение г) -6..-98 
K 


Варианты включения микросхем К1100СК2 и 
КР1100СК2 при различных уровнях управляю- 
щего напряжения 


KPNOOCK2 
(КИОСК?) 


— 
Принципиальная схема усилителя’ с програм- 
мируемым коэффициентом усиления 
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№2 22к ИЗ 


ыы и тм 


+128 
Ux FA -128 
А RI U; 
diow | | м 
8(1) Г: 
7(8) 27 
2 
10 
Uynp R4 4,7к RS d 4,7% 
pa 


4 
| № — 


Схема включения К1100СК2 (КР1100СК?2) с 
компенсацией ошибки из-за переноса заряда 


2.22. Микросхемы серий К1107 
и КМ1107 
Микросхемы серий К1107 и КМ!107— 


комплект преобразователей аналогового сигна- 
ла в цифровой. Выполнены на биполярных 


транзисторах по планарно-эпитаксиальной TEX- 


HOJIOTHA. 
В состав серий входят: 
К11071В1, КР!107ПВ1 — быстродействую- 


Входные банные 
Аналоговый 
мультиплексор 


Команда 
„ Выфорка- 
хранение“ 


Адресный Команда 
счетчик | „Цикл“ | упрадления 


Функциональная схема системы обработки дан- 

ных с последовательным преобразованием ана- 

логового сигнала в цифровую форму с исполь- 

зованием устройства выборки — хранения типа 
К1100СК2 


Выхобивие данные 


щие шестиразрядные параллельные аналого- 
цифровые преобразователи; 

К1107П1В2 — восьмиразрядный параллельный 
аналого-цифровой преобразователь; 

К1107ПВЗА, КМ!107ПВЗА — шестиразряд- 
ные параллельные аналого-цифровые преобра- 
зователи с частотой квантования 100 МГц; 

K1107IIB35, КМ1107ПВ3ЗБ — шестиразряд- 
ные параллельные аналого-цифровые преобра- 
зователи с частотой квантования 50 МГц. 


_К1107ПВ1, КР1107ПВ1 


Микросхемы представляют собой быстро- 
действующие 


шестиразрядные параллельные 


аналого-цифровые преобразователи. Выполнены 
на биполярных транзисторах с изоляцией р-п 
переходом. Предназначены для преобразования 
напряжения в диапазоне —2...0 В в один из 
потенциальных кодов параллельного считыва- 
ния: двоичный код (прямой и обратный) и код с 
дополнением до двух (прямой и обратный). 

Корпус микросхем КР1107ПВ1 типа 244.48- 
12, К1107ПВ1 — типа 2207.48-1. Масса микро- 
схем в корпусе 244.48-12 не более 5 г, в корпусе 
2207.48-1 —не более 5 г. 

Назначение выводов: [— выход 4; 2— выход 
5; 3— выход 6 (младший разряд); 4 — тактовый 
сигнал; 5, 43 — общая цифровая шина; 8, 39— 
питание (+ U1); 9 — опорное напряжение (Unz); 
10, 13, 15— входы (аналоговый сигнал); 11, 
14 — общая аналоговая шина; [2— вывод кор- 
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ii 


H 


Kiii 


W 


ректировки нелинейности; 16 — опорное напря- 
жение (Uni); 24, 37, 38— питание (— Un); 
44— вход 1 (управление выходным кодом); 
45 — выход | (старший разряд); 46 — выход 2; 
47— выход 3; 48 — вход 2 (управление выход- 
ным кодом); 6, 7, 17—23, 25—36, 40...42— 
незадействованные выводы. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


Ток потребления при U1 =5,25 В, „= 
= — 6,18 В, Он: =0, Uəm2 = — 2,048 В, Т=-10... 
`... + 70° С: 

от положительного источника, не 


АОИ МИАН ОИ АР 30 мА 
от отрицательного источника, не E 
DOTORE ааа s AaS nE raia 150 мА 
от источника опорного напряжения, 
10, 13,15 EA N PEO ии E EIES NE 43 мА 
с КПОТИВТ, КРИОГГ Выходное напряжение высокого уровня при 
Uaw B, Uima В; О =0 Um 
noy [А -—2,048 В, 1=—04мА, Т=—1... FHC, 
И” о. р Че ар: обои 2,4 В 


Выходное напряжение низкого уровня при 
О =4,75 B, Un2=—6,18 В, О =0, Ош2= 
= 2.048 В, 1=2мА, Т=- 10... +70°С, не 


TA 
Не 


Напряжение смещения нуля на выходе при 
046 Uni = 5,25 B, Un = — 6,18 B, Uai =0, Ua = 
= —2,048 B, Т=-10... +70°С...... —0,075...0 В 
Входной ток смещения нуля при Uni =5,25 В, 
o1 Ua2= —6,18 В, Ош. =0, Ош.=- 2,048 B, T= 
>2 ша. t A C ше GONO miiir 150 MKA 
Входной ток высокого уровня при Uni = 5,25 В, 


Y 


X X 
Ta 
=- MWuppamop 64*6 
BES WREST RORA 


Выхобной буферньш регистр 


= —10... +70° C, не более...................... 75 мкА 
Входной ток низкого уровня при И! =5,25 В, 
U„2 = —6,18 В, Ош. =0, Uən2 = —2,048 В, T= 
в == EE I O a o EE 1,5 MA 
Дифференциальная нелинейность при Un = 


JE =5,25 В, U„a2= —6,18 B, 
Те —10... +70 D EN AES AE —1/2...1/2 МЗР 
Абсолютная погрешность преобразования в 
Е конечной точке шкалы при Uni =5,25 B, Unz = 
44 | = —6,18 В, Usni =0, О. = — 2,048 В, Т=-—10... 
48 с E | 36 ФОТЫ PASE E ais —0,1 ... +0,1 B 
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Максимальная частота преобразования при 
И =4:/75 Вл = 5828: 0; Це 
B; BE MONGD ель олень ет 20 МГц 
Время преобразования при И, =4,75 В, Unz = 
= —5,82.В (1 =90 Uan = B, ТС, 
HE- болван и раке 100 нс 
Входная емкость, не более..................... 100 пФ 

типовое значение. наделы дна 50 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


АИ ИНОЙ Оз КЛИКЕ 4,75 ... 5,25 В 
г: НО MONO ные — 6,18 В 
Входное напряжение низкого 
о ат —2...0 В 
Входное напряжение высокого 
УРОВНЯ ых О Ачит AEN м 0... 5,25 В 
Опорное напряжение: 
Иа —0,075...0 В 
ЕК ОКНО бе ВНК ве —2,1... —1,9 В 
TOK- НАРА: доения 0...2 мА 
Температура еси 
СРЕДЫ: есле нь —10... +70° С 


Примечания: 1. Калибровка микросхем 
(компенсация смещения нуля на входе и абсо- 
лютной погрешности преобразования в конеч- 
ной точке шкалы) осуществляется регулировкой 
опорных напряжений Usni, И шж2. Отклонение 
напряжения Uoni вызывает появление дополни- 
тельной погрешности, эквивалентной напряже- 
нию смещения нуля на входе, равной по 
величине отклонению опорного напряжения. 
Отклонение напряжения О„› вызывает появле- 
ние дополнительной погрешности преобразова- 
ния в конечной точке шкалы, равной по 
величине отклонению опорного напряжения. 


ых , 8 


87 
96 
A] 
94 


4540 5 5250,8 


Зависимость выходного напряже- Зависимость выходного на- 
пряжения высокого уровня 
от тока нагрузки 


ния высокого уровня от напряже- 
ния первого источника питания 


48 КАРТ! 


0 0! 02 49 O4, MA 


2. Корректировка нелинейности микросхем 
может осуществляться подключением вывода 22 
к источнику опорного напряжения Из: или Uon2 
в зависимости от знака нелинейности. Вывод 22 
микросхем может служить источником опорно- 
го напряжения для`входного буферного усили- 
теля в случае биполярного преобразования. 
Однако любая нагрузка, подключаемая к сред- 
ней точке делителя, оказывает влияние на 
нелинейность микросхемы. 

3. Работой микросхем управляет тактовый 
сигнал. Компараторы стробируются через 10... 
..22 нс после прохождения фронта тактового 
импульса. Данная апертурная задержка для 
разных микросхем может быть различной и 
зависит от изменения температуры окружаю- 
щей среды, однако случайные изменения незна- 
чительны. 

4. Кодирование производится после прохож- 
дения среза тактового импульса, а результат, 
полученный в процессе кодирования, передается 
в выходной регистр одновременно с фронтом 
очередного тактового импульса. Задержка вы- 
хода цифрового сигнала не превышает -50 нс. 
Это позволяет фронтам тактового импульса 
производить следующую выборку, т.е. в тот 
момент, когда на выходе микросхемы результат 
п-й выборки, на входе производится. (п+2)-я 
выборка. 

5. Тип выходного кода задается двухразряд- 
ным потенциальным кодом на выводах 44 и 48, 
но может задаваться и постоянными уровнями; 
при этом подключение источника питания Upi к 
выводам 44 и 48 эквивалентно подаче напря- 
жения высокого уровня, а к общей шине— 
подаче выходного напряжения низкого уровня. 


рык, B 


Зависимость выходного на- 
пряжения низкого уровня от 
тока нагрузки 
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-60 -20 20 9 101% 
Зависимость выходного на- 
пряжения высокого уровня 


от температуры окружаю- 
щей среды 


Ij, МА 
#1107/797 


-60 -20 20 60 100715 


Зависимость входного тока при 
низком уровне сигнала управле- 
ния от температуры окружаю- 

щей среды 


-60 -20 20 60 1001,°6 


Зависимость тока потребле- 

ния от второго источника 

питания от температуры ок- 
ружающей среды 
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-60 -20 60 60 1007°t 


Зависимость выходного Ha- 

пряжения низкого уровня от 

температуры окружающей 
среды 


АПОРТ 
АРИОГГВ 


-60 -20 20 60 101,5 


Зависимость времени преоб- 
разования от температуры 


окружающей среды 


-60 -20 20 60 10015 


Зависимость частоты преоб- 


разования OT температуры 


окружающей среды 


li, MKA 
АО 


-60 -20 20 60 1007, 


Зависимость входного тока при 

высоком уровне сигнала управле- 

ния от температуры окружающеёй 
среды 


Inori , МА 


АООТ 


-60 -20 20 60 107% 


Зависимость тока потребления 
от первого источника питания 
от температуры окружающей 


среды 


J - 
-60 -20 .20 60 1007°t 


/ 
Зависимость времени задержки вы- 
ходного регистра (от фронта Tak- 
тового импульса до появления ре- 
зультата на выходе АЦП) от тем- 
пературы окружающей среды 


Микросхема представляет собой восьми- 
разрядный параллельный аналого-цифровой пре- 
образователь. Предназначена для преобразова- 
ния телевизионных сигналов в диапазоне вход- 


ный код параллельного считывания. Выполнена 

по биполярной технологии на низкоуровневых 

ЭСЛ-элементах с изоляцией р-п переходом. 
Корпус типа 2136.64-1. Масса не более 22 г. 


Схема включения 


Управление цифровым 
кодом ` 
тактовый 

сигнал 


ДА! ил 


jr UN и | 


и >в "A КИ о 
№ — N y 


Выхой 


S 
N 
5 
> 
Еж 
n 8, 39 
S. z Tor 
x 
S 
<< 24,37, 4 A 6 | 
-02 
Tànosas схема включения микросхем К1107ПВ1 и КР!107ПВ1 
К1107ПВ2 _ Назначение выводов: 11— опорное напряже-. 


2196. 64-1 19. 96 


НИНЕ 


052 (64 Fe 


ние Uni; 73, 15, 16, 18, 20 — входы (аналоговый 
- сигнал); 14, 19 — аналоговая общая шина; 17— 
вывод корректировки нелинейности; 22 — опор- 
ное напряжение (2); 28, 43 — питание (+ Uni); 
29, 42 — цифровая общая шина; 30— тактовый ` 
ных напряжений 0...—2В в восьмиразряд- сигнал; 32 — выход 8 (младший разряд); 33— 

выход 7; 34— выход 6; 35— выход 5; 36— 
управление выходным кодом, вход 2; 37— Bbi- 
ход 4; 35 — выход 3; 39 — выход 2; 40 — выход 1 
(старший разряд); 41 — управление выходным 


ЗН. . 


hs a 11 

ед, 

Коррек- 

ция He- 

ЛиИНРиНО- 

cmu з 
S= 
S| 3 
N O 

Кн | | F; “| я 

5 ° 
aj 35 
Eror 
Sjo |2 
5: [98 
. 5 
$ 39 
x s 
З| 


Тактабьй 30 
сигнал © 


Uynpi © 
pi ae 


Орта < 


кодом, вход 1; 47—50 — питание (— Uz2); 1—10, 
12, 21, 23—27, 31, 44—46, 51—64 — незадейст- 
вованные выводы. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


АТ БОЯ ИА PATA РНИИ РОН —6 В 
Ток потребления при Ui =5,25 В, ПИ,.=-— 6,18 
В, Ош! =0, О = —2,048 В, T= —10... +70° С: 

от источника положительного напряжения 
n , OS сои 35 мА 
от источника отрицательного напряжения пита- 
ас о В Е ae 450 мА 
от источника опорного напряжения, не более .... 
ОА р ЗЕЕ 35 мА 
Выходное напряжение высокого уровня при 


Unı =4,75 B, Un2 r Aeg 5,82 B, Usni a 0, Uoaz oa 
= —2,048 B, [,=0,4 MA, Т=-10... +70° С, не 
о В ПН А ANT м 2,4 В 


Выходное напряжение низкого уровня при 
(:=4,75 `В; Оз =—6,18. В, Ош =0; Un 
= —2,048 В, [,=2 мА, Т=-10... +70° С, не 
В ори, Сре ера ОЕ ЗА 0,4 В 
Напряжение смещения нуля на входе при Uni = 
=5,25 В, Uz = —6;18 В, ПИ =0, U2 = — 2,048 
Рея Е а: АНИ +0,1 В 
Входной ток смещения нуля при Uni =5,25 В, 
И2=—6,18 В, Ц! =0, Он=-—2,048 В, T= 
= —Т10... +70° Се более..........:;:..:....... 500 мкА 
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Входной ток высокого уровня при Un: =5,25 В, 
(2 = — 6,18 В, Оп! =Q; Ua = — 2,048 B, T5 
==: 10... 40 C; Be Gone ariii. 75 мкА 
Входной ток низкого уровня:при ПО! =5,25 В, 


* Un2 = —6,18 В, Ош: =0, Uon2 = — 2,048 B, T= 


= — 10470 C, de менее iiien nesei 2 MÀ 
Абсолютная погрешность преобразования B 
конечной точке шкалы при Ui =5,25 В, Unz = 
=—6,18 В, О. =0, ПО.=Ь-—2,048 В, T= 
ewid Da EI а ОР a +0,1 B 
Нелинейность при Un: =5,25 B, 0„.=-—6,18 В, 
Usmi =0, Ош = — 2,048 В, T= — 10... +70°С ....... 
И рынки НЫ а М.К 
Дифференциальная нелинейность при Uni =5,25 
В, („2 = — 6,18 В, Uoni =0, От = — 2,048 B, Fe 
E IERE A L DAE OEN A A EE N T +1 M3P 
Время преобразования при Ив! =4,75 B, Unz = 
= — 5,82 В, Ош! =0, О. = —2 В, T= +25° С, не 


ет о EET деве о ЗЕЕ Анис 100 нс 
Входная емкость по аналоговому входу, не 
нь ГНИИ ЕЩЕ ар 300 пФ 

типовое значение ................ и. иииниии и 250 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение положительного ‘источника .пита- 
у Е оо ОНА ее AE E 4,75 ...5,25 В 
Напряжение отрицательного источника питания 
А FEA AE и AE < ВАА — 6,18... —5,82 В 
Входное напряжение ................... —2,1... +0,1 В 
Выходное напряжение высокого уровня 2,4...5 В _ 
Опорное напряжение: 


РЕ ТВЕН +0,1 В 
и ей —2,1... —1,9 В 
TOE PREI РИ оС ЖИ 0...2 мА 


Температура окружающей среды —10... +70° C 


Примечания: 1. Допустимое значение ста- 
тического потенциала 100 В. 

2. Калибровка микросхем (компенсация на- 
пряжения смещения на входе и абсолютной 
погрешности преобразования в конечной точке 
шкалы) осуществляется регулировкой опорных 
напряжений Ош: и Unz. Отклонение напряже- 
ния О: вызывает появление дополнительной 
погрешности, эквивалентной напряжению сме- 
щения нуля на входе, равной по величине 
отклонению опорного напряжения. Отклонение 
напряжения И... вызывает появление дополни- 
тельной погрешности, эквивалентной абсолют- 
ной погрешности преобразования в конечной 
точке шкалы, равной по величине отклонению 
опорного напряжения. 

3. Вывод 17 микросхемы может служить 
источником опорного напряжения для входного 
буферного усилителя в случае биполярного 


преобразования. Однако необходимо учиты- 
вать, что любая нагрузка, подключаемая к 
средней точке делителя (вывод 17), оказывает 
‘влияние на нелинейность микросхемы.. 

4. Работой микросхемы управляет тактовый 
сигнал. Компараторы стробируются через 10... 
...22 нс после прохождения фронта тактового 
импульса. Данная задержка (апертурная задерж- 
ка (а) для разных микросхем может быть 
различной и зависит от изменения температуры 
окружающей среды, однако случайные измене- 
ния незначительны. 

Кодирование производится после прохожде- 
ния среза тактового импульса, а результат, 
полученный в процессе кодирования, передается 
в выходной регистр одновременно с фронтом 
очередного тактового импульса. Задержка циф- 
рового выхода не превышает 50 нс. Это дает 
возможность фронтом тактового импульса про- 
изводить следующую выборку, т.е. в тот 
момент, когда на выходе микросхемы результат 
п-й выборки, на входе производится (п+2)-я 
выборка. | 

5. Тип выходного кода задается двухразряд- 
ным кодом на выводах 36 и 41. Тип выходного 
кода может задаваться и постоянными уровня- 
ми напряжения. При этом подключение источ- 
ника питания U, „2 к выводам 36 и 4l эквива- 
лентно подаче выходного напряжения высокого 


уровня, а к. общей шине — подаче выходного 
напряжения низкого уровня. 


6. Запрещается подведение каких-либо элект- 
рических сигналов к корпусу и неиспользуемым 
выводам микросхемы. 

7. Необходимо предусмотреть отдельные 
шины (связи) —«цифровая общая шина» и 
«аналоговая общая шина» с соединением их 
только в одной точке на клемме источника 
питания. К выводам микросхемы И! и Un 
следует подключить конденсаторы емкостью 10 
и 0,1 мкФ, к выводам О: и Uon2 конденсатор 
емкостью 10 мкФ. 

На выходе аналого-цифрового преобразова- 
теля можно получить четыре типа кодов: 
двоичный прямой; двоичный обратный; допол- 
няющий прямой; дополняющий обратный. Тип 
выходного. кода задается двухразрядным потен: 
циальным ‘кодом на выводах «Управление вы- 
ходным кодом, вход l» (вывод 41), «Управле- 
ние выходным кодом, вход 2» (вывод 36). 


Кодирование выходного кода аналого-цифрово- 


го преобразователя осуществляется в соответст- 
вии с приведенной ниже таблицей. 


Кодирование входного сигнала микросхемой К1107ПВ2 


Номер ступеньки Напряжение на 


Логические уровни на входах управления выходным кодом 


характеристики входе АЦП; В 
преобразователя ; Вход 1— «l», Вход 1 «0», Вход 1— «l», Вход 1— «0», 
вход 2— «l» вход 2— «0» вход 2— «0» вход 2— «l» 
Двоичный прямой |Двоичный обратный Дополняющий Дополняющий 
код код прямой код обратный код 
000 0 100000000 14111111 10000000 01111111 
001 — 0,0078 00000001 11111110 10000001 01111110 
127 — 0,9961 01111111 10000000 11111111 00000000 - 
128 — 1,0039 10000000 01111111 00000000 11111111 
129 — 1,0117 10000001 _ 401111110 00000001 10000000 
254 — 1,9922 11111110 00000001 01111110 10000000 
255. — 2,0000 11111111 00000000 01111111 10000000 
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2,8 
49 415 


Зависимость выходного напря- Зависимость выходного напря- 
жения высокого уровня от на- жения высокого уровня от на- 
пряжения второго источника 


пряжения 
питания 


Тост 2 nA 


-88 -65 -6 -570.,8 


Зависимость тока потребле- Зависимость входного тока при 


ния от напряжения второго 
источника питания 


рых › 8 


ия 


4 L, MA 


первого источника 


Unix , В 


питания 


4540 5 5% 550,8 


низком уровне входного. напря- 
жения от напряжения первого 
источника питания - 


-20 0 20 9 91:5 


Зависимость выходного Ha- Зависимость времени преоб- 
пряжения низкого уровня от разования от температуры 


тока нагрузки 
320 | 


окружающей среды 


Irori , МА 


И 
| 
а 


4545 5 525 5508 


J0 


20 


10 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения первого 
источника питания 


Осы, вх ‚ MB 


[мште [ 


-20 


-66 -63 -6 -57 „8 


Зависимость напряжения. сме- 

щения нуля на входе микросхе- 

мы от напряжения второго ис- 
точника питания 


Ugn , ых ; Г) 


20 40 


607,°0 


Зависимость выходного ‘напряже- 
ния низкого и высокого уровней от 
температуры окружающей среды 


Тактодый сигнал 


Е с вы 


Дополнительная литература 


Климашаускас К. B., Марцинкявичюс А.— 
K., Сташис И. В. Быстродействующий 


- t восьмиразрядный АЦП K1107I1IB2 //Электрон- 
cuenan t ная промышленность.— 1985.— Ne 7 (145)— 
a N < а 
И, 4 Выборка net "+E 
| 
Вых 
kod 3 Ko? l Код Kod 
дыборки Яеборки Дыборки дыборки 
п-2 n-i n n+ 
t 
Временная диаграмма работы aHa- 
лого-цифрового преобразователя 
К11071В2 Схема включения 
Улрадление 
цифровым rodon 
Гактовьш i 
сигнал 
cI A/D 


АЭ74УДВ VTI 


K1409421 81 


Y 
X 
< 
S 
<~ 
[4 
= 
+ (4 ми 
01 | 10,016 
— Чи 
+008 


Типовая схема включения микросхемы К1107ПВ2 


К1107ПВЗА, К1107ПВЗБ, 
КМ1107ПВЗА, КМ1107ПВЗБ 


Микросхемы представляют собой шестираз- 
рядные параллельные аналого-цифровые преоб- 
разователи с частотой квантования 100 МГц 
(К1107ПВЗА, КМ1107ПВЗА) и 50 МГц 
(K1107IIB35, КМ!107ПВЗБ). Предназначены 
для применения в телевизионной, метрологиче- 
ской и другой радиоэлектронной аппаратуре. 
Микросхемы а напряжение в диапа- 
зоне —2,5... +2,5 В в параллельный двоичный 
прямой код. 


Аналого-цифровой преобразователь MOCT- 
роен по параллельной схеме, обеспечивающей 
максимальное быстродействие, и не требует 
внешнего устройства выборки хранения. При 
выборке аналоговый сигнал поступает одновре- 
менно на все 64 компаратора. Последний 
фиксирует превышение аналоговым сигналом 


‚ входного диапазона и управляет цифровым 


выходом сигнала переполнения; при этом на 
нем появляется сигнал лог. |, а на остальных 
цифровых ‘выходах — лот. 0. 

Преобразователь выполнен на биполярных _ 
транзисторах по планарно-эпитаксиальной тех- 
нологии с применёнием двухуровневой металли- 
зации. Резистивный делитель опорных напряже- 
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ний выполнен в диффузионном слое глубокого 


Олена, общее сопротивление делителя 
м. 
Корпус К!107ПВЗА, К!107ПВЗБ типа 


_ 201. 1613 КМ!107ПВЗА, И aa типа 

2103.16-4. Macca микросхемы в пусе 
201.16-13 не более 1,7 г, в корпусе 2103. 16-4 — не 
более 2,5 г. 


2109. 16-4 


И НЕЕ 


Jona naoa 


Назначение выводов: |— аналоговая общая 
шина; 2— опорное напряжение (Uni); 3— aHa- 
логовый вход; 4— опорное напряжение (Оха); 
5—контроль гистерезиса А б— вход так- 
тирования; 7— питание (+0,.); 8— питание 
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y KNONBI(A, E), KMNOTNGI(A, 6) 


on” 


eao 
Ra 
| 


Быхойлые каскады 
x 


| 
ej 


z "i | Гактовый 
on? 4 5 5 бал 
(-И(.2); 9— выход 1 Ге pipan 10— 
выход 2; ||--выход 3; 12— выход 4; 13— Bhi- 


ход 5; 14— выход 6 (старший азряд); 15 — 
выход 7 (переполнение); /б-— цифровая общая 
шина. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


‚р РАБ Вбр —5,2 В 
Ток Е при Un =5,25 В, П,.=-5,46 
В, Usni =2,5 В, Ош2 = —2,5 В, T= — 10... +70° С: 

от источника положительного напряжения, не 


а” ое Зое РИН A NOR РАФ ЗО 60 мА 
от источника отрицательного напряжения, не 
ВЕН ИЕ ЧАРЛИ 80 мА 
от источника опорного напряжения Uni, не 
о рн AAE И AE EA ERER VI E 60 MA 
от источника опорного напряжения Unz, не 
о Г РЕВ СА ИЕ о И ИННА И 60 мА 


Un = 
Ола = —2,5 В, T= 


Выходное напряжение при Ин! =4,75 В, 
= —4,94 В, Ош. =2,5 В, 


= — 10... +70° С: 
высокого УРОВНЯ sesser — 1,1... —0,6 В 
низкого УРОВНЯ ........... и ньььььььььнь —2... —1,5 В 


Входной ток при Un =5,25 В, Un2= — 5,46 В, 


О: =2,5 В, Ош =-2,5 В, Т=-10... +70° С: 
К1107ПВЗА, КМ1107ПВЗА .... —10...500 мкА 
К1107ПВЗБ, КМ1107ПВЗБ ..... —10...800 мкА 


Нелинейность при Uni =4,75 В, Uno = —4,94 В, 
Оп: =2,5 В, Ош = —2,5 В, Т=-10... +70°С.... 
EBRE IE EAE ENA AATE ARA À — 1/4... +1/4 МЗР 
ИЕ RT A ИУ OAE A Y —0,4... +0,4% 
Дифференциальная нелинейность при Uni =4,75 
В, Un = —4,94 В, Оп: = 2,5 В, Uon = -2,5 B, 


T= = 10... +70° Сенин == 1 + 2 МЗР 
м, 
Абсолютная погрешность преобразования в 
конечных точках шкилы при Uni =4,75 В, Una = 
= —4,94 В, О! =2.5 В, О =-2,5 В, T= 
m == 10... +70°С oniinn $ 100 МВ 
Время преобразования при Uni =4,75 В, Um = 
= —4,94 В, О! =2,5 В, О =-2,5 В, T= 
m +25? С, не более ........зеениньснне ООВ 20 нс 


Предельные эксплуатационные. данные 
Напряжение источника питания: 


ПОЛОЖИТЕеЛЬНОГО ..... нео еъенониюоивовьнае 4,75... 5,25 В 

отрицательного ...... „и еееннниььь —5,46... —4,94 В 
Входное напряжение ............ зи. инезнииньюниниь +2,6 В 
Напряжение контроля гистерезиса .......... 0...2 В 
Опорное напряжение 

у оо 2,4...2,6 В 

Я ко —2,6... —2,4 В 


Температура окружающей среды —10... +70° С 


Примечания: 1. Калибровка микросхем 
(компенсация абсолютных погрешностей в ко- 
нечных точках шкалы) осуществляется регули- 
ровкой опорных напряжений Usni, Иш2. Откло- 
нение опорных напряжений вызывает появление 
дополнительных погрешностей, эквивалентных 
абсолютным погрешностям в конечных точках 
шкалы, равным по величине отклонениям опор- 
ных напряжений. 

2. Вывод 5 служит для управления гистере- 
зисом компараторов аналого-цифровых преоб- 
разователей при подаче внешнего постоянного 
напряжения гистерезиса. Для большинства слу- 
‚ чаев микросхемы применяются без внешнего 
напряжения гистерезиса путем подключения 
конденсатора емкостью 0,1 мкФ между выво- 
дом 5 и общей шиной. Подача регулируемого 
напряжения гистерезиса в пределах 0...2 В 


1 вх, MKA 
200 


160 


м9: 92: 0 1 


Временные диаграммы работы преобразовате- 
лей К1107ПВ3, КМ1107ПВ3 


позволяет управлять гистерезисом компарато- 


ров и рекомендуется при использовании микро- 
схем на высокой частоте для повышения ста- 
бильности работы АЦП. 

3. Микросхемы содержат цифровой выход 


‘переполнения (вывод /5), позволяющий приме- 


нять их параллельное соединение для увеличе- 
ния разрядности АЦП. При превышении анало- 
говым сигналом входного диапазона (U> 
>0.„:) на цифровом выходе переполнения 
появляется напряжение высокого уровня, а 
на остальных цифровых выходах — напряжение 


низкого уровня. 


4. Работой микросхем управляет тактовый 


сигнал. При низком уровне тактового сигнала. 


происходит выборка аналогового напряжения, а 
при подаче положительного фронта тактового 
сигнала компараторы микросхемы стробируют- 
ся через две-три наносекунды (апертурная за- 
держка), и после времени преобразования 8... 20 
нс на цифровых выходах появляется соответст- 
вующий код. Нестабильность времени преобра- 
зования не превышает 3 нс. При высоком 
уровне тактового сигнала происходит хранение 
записанной информации. В микросхеме отсутст- 
вует выходной регистр, и поэтому часть перио- 
да тактирующего сигнала информация на циф- 
ровых выходах неопределенна. Длительность 
времени, в течение которого информация неоп- 
ределенна, равна длительности режима выборки 
(тактовый сигнал — низкий уровень), сдвинутой 


Ury 
t 
t 
Выборка 
Аранение 
U, 
t 
A ETA 
Ивопреде- 
Kod \ remo #09 
арены ыы 
ых E 


Зависимость входного тока микросхем 
K1107I1B3 и КМ!107ПВ3З от входного nanpa- 
жения 
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на время преобразования. Для синхронизации 
записи информации с микросхемы может быть 
использован тактовый сигнал, задержанный на 
время преобразования. 

5. При эксплуатации к выводам микросхемы 
(1 и 0.2, Од и Ош2, «Контроль гистере- 
зиса» необходимо подключать конденсаторы 
емкостью 0,1 мкФ. 


Схемы включения 


[м 

0,1 
A Ру 
a C2 RN 
тактовый 0,1 -L х 
сигнал Q 
N 
r D N 
Напряжение < 
контроля 3 
гистерезиса RN 
n 

7 

PA KAE Е A 
S 
Un K S 


03 d- L 
и] 9! 


Дополнительная литература 


Басин В. М., Кучинскас И. Д., Марцинкявичюс 
А.—Й. К. Сверхбыстродействующие шестираз- 
рядные АЦП К1107ПВЗА, B // Электронная npo- 
мышленность.— 1985.— № 7 (145)—С. 32—34. 


Разряд Быхов 


переноса ипформации 
Ра ее, 


Типовая схема включения микросхем К1107ПВЗ`и КМ1!107ПВЗ (1— буферный каскад) 


Аналоговый в 
cunan + 
Разряй 
hy р а переполнения 
ap РТ, 
a$ 
Tr << 
EANN 
SA 
2 
tUm | = < 
Un 
OVA 
Старший S 
А яд & 
НЕА ГР РЕВ ВС ОЕ 
рен a 2 ПЕРРИ | 
Е ЕЯ СВ В è 
ЗВ аи Г Š 
ис S SX $ 
TRN Š 
+ 
Типовая схема — соедине- = < ГБ Е В 
ния двух преобразователей ová jamio Š 
K110711B3 (KM1 107ПВ3З) для разря 


построения семиразрядного 


преобразователя тактовый “Un 


cuenan 
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2.23. Микросхемы серий К1108 
и КР1108 


Микросхемы серий K1108 и КР! 108 — комп- 
лект цифро-аналоговых и аналого-цифровых 
преобразователей. Предназначены для построе- 
ния различной аппаратуры с цифровой обработ- 
кой аналоговых сигналов, а также устройств 
ры радиоэлектронной аппаратуры с 
ЭВМ. Выполнены по планарно-эпитаксиальной 
технологии на биполярных транзисторах с 
изоляцией элементов р-п переходом. Микросхе- 
ма К!108ПВ! выполнена комбинированным 
методом, сочетающим полупроводниковую и 
тонкопленочную технологии (резистивная мат- 
рица). 

В состав серии входят: 

К!108ПАЛА, К!1108ПА1Б — 12-разрядные 
быстродействующие и преци- 


зионные преобразовател 
К1108 ПВТА, К!108ПВ1Б — 10-разрядные 
прецизионные быстродействующие функцио- 


нально законченные аналого-цифровые преобра- 
зователи последовательного приближения; 

К1108ППТ, КР1108ПП1 — прецизионные 
преобразователи напряжение — частота — напря- 
жение. 


К1108ПАЛА, К1108ПА1Б 


Микросхемы представляют собой 12-разряд- 
ные быстродействующие прецизионные цифро- 
аналоговые преобразователи. Выполнены мето- 
дом полупроводниковой технологии на основе 
биполярных транзисторов с изоляцией р-п пере- 
ходом. 

Корпус типа 210Б.24-1. Масса не более 5 г. 

Назначение выводов: | — питание (+ Uni), 2— 
питание (— Uaz); 3— выход ОУ компенсации; 
4 — опорное напряжение; 5, 7— вывод R54; б— 
общий вывод матрицы R— 2R, $ — выход ЦАП; 
9— общий вывод R55 и К56; 10 — вывод R56; 


2106. 24-1 # 28 ` 


ААДАДА НАННН) 
ПОВ | 


— 
а 


Uə;, 13— вход 1-го ра ори (СЗР); 14— вход 
2-го разряда; 15 — вход 3-го разряда; ‘16 —вход 
4-го разряда; 17— вход 5-го разряда; 18 — вход 
6-го разряда; 19— вход 7-го разряда; 20— вход 
8-го разряда; 21 — вход 9-го разряда; 22— вход 
10-го разряда; 23— вход 11-го разряда; 24— 
вход 12-го разряда (МЗР). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 

‚АТО ЗС ВО KE ВАНИЕ ЕС 
В 
Ток потребления от источника Up при Un = 
=5 В, О. = -— 15 В, О„= 10,24 В, Us =0,8 В, не 


более: 


11 —вход ОУ компенсации; [2— общая шина с Te 42 О 15 мА 
0 C K1108NA1 (А, 5) 
RIE | R55 R-2R матрица 
— a DEMRE 15 HUT EEE UE BASA S MERS 
r Ни 
НН 
h i $ 
RI RTS $ il $ 
4 oC ыы S 
а 
$ 
$ а №] | S 
e Er e М РЗ 9 9 БН № 198 ИР В Я С 30 Е Е ЕЯ БИН ЗО | 
< 
< 


Cxena оббига u coenacobanua биобных уровней 


в 


16 


17879720 121288 24. 
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при Т= —10и +70°С............. иены 17 мА 
‚Ток потребления от источника Unz при Un =5 
В, И 2.=-15 В, Чи = 10, 24 В, Из =0,8 B, не 
более: 
о Я А а О И ВВЕЛ 46 мА 
при Т=-—10и +70°С.......... ен 48 мА 
Входной ток высокого уровня при И, =$ В, 
(Л: = —15 В, О„=10,24 В, Ой =2 В, не более: 
о а S ЗО AAE 100 мкА 
при T= —10и +70°С...... унии „e 180 мкА 
Входной ток низкого уровня при И, =5 В, 
(12 = —15 В, Ин = 10,24 В, UR =0,8 В, не более: 
о о д а ООН 300 мкА 
при Т=-—10и +70°С....... ине ... 400 мкА 
Дифференциальная нелинейность при Usi =5 В, 
Ин: = —15 В, И. = 10,24 В, Ил =2 В, U£ =0,8 В: 
о Е о” АО + 0,024% 
при T= —10и +70°С........ неее + 0,048% 
Абсолютная погрешность преобразования в 
конечной точке шкалы при ПО! =5 В, И = 
= 15 В, Ин =10,24 В, Ол=2 В; 02 =0,8 В: 
ПИ Та e EOE +0,3% 
при Т=-—10и +70°С....... у ениенниини +0,5% 
Время установления выходного тока при Ил! =5 
В, И: =-15 В, Ош=10,24 В, U$ =2 В, (9 =0,8 


-~ В, Т=+25`С, не более: 
отт В Вт ЧИИН 400 Hc 


Л А ТИ ИРА 700 не 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


Uni eesooesooeosovocosasooosoosecooooooocoosoosonooooceeo 4,7 see 5,3 В 
Un2 тов з ево вос о оо ооо ъ ро ро во занос оо оо вовочь T 15,8 soo — 14,2 B 
Опорное напряжение .ooccccrccerrere 2... 10,5 В 


Входное напряжение низкого уровня ... 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня 2 В... Uni 
Выходное напряжение ...... знании +1 В 
Температура окружающей среды — 10... +70° С 


I ' fk MKA 


Irori МА 


Зависимости входного тока от на- 
пряжения первого. источника пи- 
тания: 


!— входной ток при низком уровне входного 
напряжения; 2— входной ток при высоком 
уровне входного напряжения 
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-20 0 20 40 607°C 


Зависимости токов потреб- 

‚ления от источников пита- 

ния от температуры окру- 
жающей среды 


Примечания: 1. Среднес значение выход- 
ного тока 5 МА при И„=10,24 В. Среднее 
значение тока источника опорного напряжения 
1,25 мА R54=4 кОм, R55=R56=2 кОм. 

2. Допустимое значение статического потен- 
циала не более 30 В. 

3. Не допускается ультразвуковая очистка 
микросхем. 

4. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания. При проверке целостности 
цепей аппаратуры с вмонтированными микро- 
схемами напряжения, подаваемые на любые 
выводы, не должны превышать 0,5 В, а ток 1 
МА, 

5. Недопустимо попадание внешнего элект- 
рического потенциала на крышку корпуса. 


вых» МА 


B мая 


‚9 
-20 0 20 4 901°6 


Зависимость выходного тока от температуры 
окружающей среды 
Гота, МА 


[пот 2, МИ Inorg: MA 


Зависимости токов потреб- 

ления от источников пита- 

ния от напряжения первого 
источника питания 


Ik, IÈ, мкА 


KNO8NAT (А, 6) 


-1575 -15 -1425 4,8 
-20 0 2 “o Mrt 


Зависимости входного тока при высоком и Зависимость дифференциальной нелинейности и 
низком уровнях’ входного напряжения от TEM- абсолютной погрешности преобразования от 
пературы окружающей среды напряжения второго источника питания 


Irori: МА Гота, МА. Ми, % АМ оз, % 


ити 
Е 
7 


а СИ mm 


-1375 -15 -4250 B -20 0 20 40 607°C 4,75 5 1.8 


Зависимости токов пот- Зависимости дифференциальной Зависимости дифференциальной 
ребления от напряжения нелинейности и абсолютной по- нелинейности и абсолютной по- 
второго источника пита- грешности преобразования от тем- грешности преобразования от 


НИЯ пературы окружающей среды, 3a- напряжения первого источника 
штрихована область разброса зна- питания 
чений параметра для 95% Mnk- 
росхем 
tyer/ Е ст (0) | 


| moman) | | 
A 


Зависимость времени установления выходного | 
тока от емкости нагрузки =- 20 40 9 80 100 10 Kone _ 
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Схема включения 


Перемычка между выводами 7 и 8 ставится 
_ при работе р ро в биполярном режиме. 
еремычка /1/ между выводом 9 и точкой Á 
гене напряжение полной шкалы 10,24 
в П2 между выводом /0и точкой 
20,48 В; одновременно установленные пере- 
и ПТ и П2— 5,12 В. 


RI JIK 
+158 saa 


DAI 


ых 


10. F "j8 


Типовая схема включения 
микросхемы К1108ПА1 
(А, Б): 


Fz 
К140УД! ; а: ты 
DJA 


технологии. на биполярных транзисторах с 
изоляцией р-п переходом. Предназначены для 
преобразования аналогового сигнала в цифро- 
вой в виде параллельного двоичного кода в 
рт menga и быстродействующих системах 

пер информации, аналого-цифровых пре- 
образователях, телевизионной аппаратуре, вы- 
числительной и измерительной аппаратуре, ди- 
агностической и мы: аппаратуре, раз- 


Старший 


1 эначащий 
paspað 
2 
3 
5 3 
<. RS 
X | 
R ; ` 
S ş 
— 
< 
12 
Mnhuui 
| злачащий 
разряд 


В1 — резистор компенсации абсолютной погрешности преобразования в конечной точке 


шкалы; R2— 


К1108ПВЛА, К1108ПВ1Б 


Микросхемы представляют собой 10-разряд- 
ный прецизионный быстродействующий функ- 
ционально законченный нони оны пре- 
образователь последовательного приближения с 
временем преобразования не более 0,9 мкс, 
состоящий из источника опорного напряжения, 
тактового генератора, выходного регистра на 
три состояния с хранением информации преоб- 
разования в течение последующего числа преоб- 
рования, схемы перевода в 8-разрядный ре- 

аботы с временем преобразования 0,75 


yag ыполнены методом полупроводниковой 
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резистор компенсации погрешности биполярного смещения; R3— 
компенсации униполярного смещения 


резистор 


личных системах и устройствах скоростной 
обработки информации в промышленности, 
автоматике и бытовой электронике. 

Корпус типа 210Б.24-1 (см. К!1108ПА1]). 
Масса не более 5 г. 

Назначение выводов: 1—выход 1-го разряда 


- (СЗР); 2— выход 2-го разряда; 3— выход 3-го 


разряда; 4— выход 4-го разряда; 5 — выход 5-го 
разряда; 6— выход 6-го разряда; 7 — выход 7-го 
разряда; $ — выход 8-го разряда; 9 — выход 9-го 
разряда; [0 — выход 10-го разряда (МЗР); 11— 
од «Готовность данных»; 12— питание 

— U2) (цифровая часть); 13 — укороченный 
и 14— вис овая общая шина; /5— питание 
(— Un2) (аналоговая часть); 16 —коррекция опе- 
рационного усилителя; 17— аналоговый вход; 
18 — опорное напряжение; 19 — коррекция ИОН; 
20— аналоговая общая шина; 2/1— питание 
(+U), 22— вход «Запуск»; 23 — вход «Такт»; 
24 — разрешение считывания. 


2 233 4 


Дешифратор 
разряды +5 


АИ 92 R3 N5 
E и. 
Привет +1 TS 
Sa D 
Ia a pR = a 
UAN | 
Paspardo 4-10 
о 16 


7 10 


ПАНОВЕННЕ 


Регистр хранения 


Регистр сббига |— 


-Un —0й 
0 n 


о 5 
1. 0 {2 


[29426789 № 
Регистр быхобной Выход 
Иа J СОСТОЯНИЯ ГД 

` 12594557890 ii 


Функциональная схема микросхемы К1108ПВ1 (A, B): 


ИОН — источник опорного напряжения; КН — компараторы напряжения; ТГ — тактовый генератор; ГД — готовность данных; 
— операционный усилитель; ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


о ная 5 В 
ТАНЯ, ет СОНИН —5,2 В 
Ток потребления от источника Uny при Uni = 
=5,25 В, Ua2 = — 5,45 В, не более .............. 50 мА 
Ток потребления от источника Unz при Uni = 
=5,25 В, О, = — 5,45 В, не более ............ 130 мА 


Ток потребления от опорного источника (внеш- 
него) при Uni =5 В, Una = — 5,2 В, Uan =2,5 В, не 
DONOR анны 7 мА 
Нелинейность при Uni =4,75 В, Un2= — 4,95 В, 
Um =2,5 В, Un =0,3 В, /=13,6 МГц: 
KIHOSIDIA день нон +1 МЗР 
К1108ПВБ ....... А ИАН T EA +3 МЗР 
Дифференциальная нелинейность при Uni =4,75 
В, Un2 = —4,95 В, О„=2,5 В, О =0,3 В, f=13,6 
МГц: 
КОЗИН лее aari +0,75 МЗР 
КН линии +3 МЗР 
Абсолютная погрешность преобразования в 
конечной точке шкалы при Uni =4,75 В, Unz = 
= —4,95 В, 0О„=2,5 В, U =0,3 В, /=0 13,6 
МГц: 


КИПИА carare „о #4 МЗР 
БЫЮВНВ В Guaina о" +7 МЗР 
Число разрядов при ПО! =5 В, Un2= — 5,2 В, 


О =2,5 В, О» =0,3 В, /=13,6 МГц ............... 10 


Напряжение смещения нуля на входе при 
О: =5 В, О. = — 5,2 В, О. =2,5 В, О», =0,3 В, 


}=13,6 МГц: 
КНОНПА нь +10 мВ 
КИОЗИВТЬ.......... о лииоиныиий У +20 mB 


Выходное напряжение низкого уровня при 
(и: =4,75 В, 0..=—5,2 В, О =2,5 В, 0 =0,1 
B, Jf =3.2 мА, ие боле р. 0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня при 
(1 =4,75 В, 0.2.=-5,2 В, Ош=2,5 В, 0: =3 В, 
[2 =0,1 мА, не менее .......... „зи иьоьневоюотьнььья 2,4 В 
Выходное напряжение внутреннего опорного ис- 
точника при Uai =5 В, Un2 = — 5,2 В .. 2,4...2,8 В 
Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ков питания на выходное напряжение внутрен- 
него опорного ‘источника при Un =5,25 В, 
№ Е ЕАН +8 мВ/В 
Температурный коэффициент выходного напря- 


‘жения внутреннего опорного источника при 


О! =5 В, U2 = — 5,2 B: 


КОНЕ: ле: +200 mkB/°C 
КВИП Е оао. +300 mkB/°C 
Частота преобразования при И„!=5 В, Unm = 
wg В, Оше 2,5 D onasan 0,4... 1,5 МГц 


Время преобразования при ПО! =5 В, Um = 
= — 5,2 В, О„=2,5.В, Un =0...3 В, /=13,6 МГц, 
не бб сканы 0,9 мкс 
Время преобразования в режиме «Укороченный 
цикл» при ПО: =$ В, Un2= —5,2 В, Ош=2,5 В, 
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Us =0...3 В, /=13,6 МГц, не более....... 0,75 мкс 
Входной ток по входам «Запуск» и «Разрешение 
считывания» при Uni =5 В, Un2= — 5,2 В: 
низкого уровня при (2 =0,4 В, не более ......... 
‚ЖЕНЕ ТАН АРЕНА ФАО РЕНН ВЕ МХ 2,5 мА 
высокого уровня при Ох =2,4 В, не более ....... 
о а нее 0,4 мА 
Входной ток по входу «Такт» при И! =5 В, 
Un = — 5,2 В: 
низкого уровня, не более esseeserssssreesss 2 МА 
высокого уровня, не более ............иииенниини 2 мА 
Входной ток в процессе преобразования при 
От: =5 В, Una = — 5,2 В, Usan =2,5 В, Un =3 В, f= 


13.6 МТ: пе более... еее иаьиивеянио конь бмА 
_ Ток утечки выходов при Uni =5 В, Un2 = — 5,2 В, 
ВВ O E +0,1 MA 


kai 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


Ар И ау 4,75...5,25 В 
ПИВНАЯ УСН G — 5,46 ... —4,94 В 
Входное напряжение esseere —0,1... +3 В 
Опорное напряжение ......... и изнииниииньниь 2,4... 2,6 В 


Напряжение на входах «Запуск» и «Разрешение 
считывания»: 


ЕАО очень 0... 0,42 В 

высокого УровНЯ .........ееенньининнн 2,28 В... + Uhn 
Напряжение на входе «Такт»: 

низкого УРОВНЯ .....,. и cissi icsse —2... —1,57 В 

‘высокого УРОВНЯ ........ и ниьииииинни, —1... —0,6 В 
Выходной ток: = 

МИШКОГО. УРОВНЯ: iisississssroigicscesseó sossa .0...3,2 мА 

высокого УРОВНЯ ......... ен ииьииненннининияя 0...0,1 мА 


Температура окружающей среды —10... +70° С 


Примечания: |. Допустимое значение ста- 
тического потенциала 100 В. 

2. Управление микросхемы по входам 
«Такт» (вывод 23), «Разрешение считывания» 
(вывод 24) и «Запуск» (вывод 22) осуществляет- 
ся низким уровнем управляющего напряжения. 
В режиме автоматического запуска вход «За- 
пуск» подключается к общей шине (вывод /4). 

Информация о результате преобразования 
хранится на разрядных выходах весь следую- 
щий цикл преобразования. 

3. По уровням сигналов преобразователь 
согласован с аналоговыми и цифровыми микро- 
схемами эквивалентного быстродействия, 

Входной сигнал — однополярный в диапазо- 
не 0 В... 8/7 Uon номинальное значение опорно- 
го напряжения +2,5 В, логические уровни 
выходных и управляющих сигналов соответст- 
вуют ТТЛ-схемам. 

Опорное напряжение внутреннего источника 
‚опорного напряжения (ИОН) можно также 
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tap" (6+2) ir 


E 


m 
сшгнай 
г 
a 
> 
| 
l 
l 
г 


банных 


tiar В 2 д 


Фуд, оч 


Выход Разрешение Готобиоеть Запуся Tarmolle 


anne — свитьбения 


ыы ААМА 


АА 
Фудс T 


Временные д диаграммы работы микросхемы 
1108 ПВ1: .Т,— период тактовых импульссв; 
длительность тактовых импульсов {0 >25 нс, 
225 нс; время задержки импульса «Такт» 
относительно импульса «Запуск» при внешнем 
тактировании finr >20 нс; минимальная JIH- 
тельность импульса «Запуск» Т,>Т,; время 
задержки импульса «Готовность данных» lak 
<40 нс, 111 ‚< 60 нс; время задержки считывания 
данных ([д,‹ч<60 нс; время задержки выхода 
данных [д < 70 нс; время кодирования сигнала 
Т,.‹=ВТ,+1. г, где В — число от время 
преобразования 7 Тор = 


подавать на опорные входы внешних устройств 
или на цепи смещения входного ОУ; при этом 
ток с выхода опорного источника во внешние 
цепи не должен превышать | МА. 

При необходимости обеспечения более высо- 
кой температурной стабильности опорного на- 
пряжения или при необходимости параллельной 
согласованной работы одновременно несколь- 
ких преобразователей можно подать на опор- 
ный вход (вывод /8) внешнее опорное напряже- 
ние. Для этого внутренний ИОН необходимо 
отключить, соединив вывод /9 с общим прово- 
дом питания через резистор сопротивлением 
100 Ом. 

_ Построение входных каскадов ячеек «За- 
пуск» и «Разрешение считывания» соответствует 
используемым в типовых ТТЛ-схемах. 

Тактирование регистра сдвига АЦП осу- 
ществляется внутренним тактовым генерато- 
ром. Для задания требуемого периода тактовой 
частоты к выводу 23 подключается конденсатор 
С, или кварцевый резонатор. 

4. Допускается произвольный порядок пода- 


чи и снятия напряжения питания и входных 
сигналов. 

5. Разводку выводов /7, 18, 20, 23 проводить 
шинами минимальной длины. 

6. Запрещастся подключение к незадейство- 
ванным выводам микросхемы и закорачивание 
их на общую шину. 

7. Крышка корпуса микросхемы находится 
под потенциалом напряжения питания Unz. Не 
допускается попадание внешнего электрического 
потенциала на крышку корпуса. 


Inoi , МА 


100 
-20 0 20 40 9015 


Зависимость тока потребления Зависимость тока потребления 

от первого источника питания от второго источника питания 

окружающей от температуры окружающей 
среды 


от температуры 
среды 


Я 
47 9! 


$5,8 


Зависимость тока потребле- 
ния от второго источника 
питания от его напряжения 


-20 0 20 4% 607°C 


-20 0 20 40 607°C sr 25 


Зависимость нестабильности Bbl- 
ходного напряжения внутреннего 
источника опорного напряжения от 
температуры. Заштрихована об- 


8. Запрещается подача отрицательных на- 
пряжений на выводы микросхемы, кроме выво- 
дов ;#2; 45, 17,523: 

9. Блокировочные конденсаторы по источни- 
кам питания необходимо устанавливать в не- 
посредственной близости от выводов микро- 
схемы, 

10. Установку и замену микросхемы следует 
производить при отключенных источниках пи- 
тания, 

11. Ультразвуковая очистка выводов не до- 
пускается. 


Inot, МА 


Зависимость тока потребле- 
ния от первого источника 
питания от его напряжения 


JU, b 


‚Зависимость напряжения 
смещения нуля на входе 
микросхемы от опорного на- 

пряжения 


ласть разброса значений параметра 
для 95% микросхем 
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G 
-20 0 20 40 607°C 10 


Зависимость напряжения 
смещения нуля на входе 
микросхемы от температуры 

окружающей среды ` 


70818! и. р Bii 


100 Cr, п? 


Зависимость времени преобра- 
зования сигнала от емкости час- 
тотозадающего конденсатора 
C,, подключаемого между Bhl- 


'-20 0 20 40 5015 


Зависимость абсолютной по- 
грешности преобразования в 
конечной точке шкалы от тем- 
пературы окружающей среды 


водами 20 и 23 


6, MIP 


Kiong (A, 6) 


Зависимость абсолютной погрешности преобра- 
зования в конечной точке шкалы от опорного 
напряжения 


Схемы включения 


ô, MIP 


—— -M 


КОВ ОТ (А, 6) 


tnp: Ме № 


Зависимость абсолютной погрешности преобра- 
зования в конечной точке шкалы от времени 
преобразования 


Укороченный цикл 


51 
| ош лир [Р]) 
Тактедьш сигиал { 23 2 x 
Cunan запуска 22 3 Š 
` 4 S 
Сигнал разрешения считывания 24 : - 
Опорное напряжение 18 т : N 
& 
Вхоб аналогового сигнала ` 1) g 7 S 
8 Y 
| ml < 
|) и [72] . < 
[ды т 
KUONI Готовность 
И банных 
+58 -928 


Типовая схема включения микросхемы 
К1108ПВ1 (А, 
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^1/08 761 (А, B) 


Принципиальная схема включения микросхемы 
К1108ПВ1 (А, B) в режиме работы с внутрен- 
ним тактированием и внутренним источником 
опорного напряжения с 8-разрядным циклом 
преобразования и инвертирующим усилителем 
на входе (РА!) для обеспечения работы с 


двуполярным входным напряжением в пределах 
+4/70., RI — Е4 — типа C2—2 
DDI +0, 
Bxoð KISINAG 
marxmoloso VTi 
cuenana C JATIA 
ны 7 vD3 
VDi-VD4 23 z vD Ko о 
т. A, ВИРТ, 5) 


-Uha 


Принципиальная схема m o TT щего устройст- 
ва по входу «Такт» с ТТЛ-схемами 


Дополнительная литература 


Игнатов B. H., Рябов Е. A., Сотский Д. В. 
Быстродействующий однокристальный АЦП 
К1108ПВ1 Ц Spony TIPOMBILIJICHHOCTh.— 
1986.—№ 2 (150)—C. 16—19. 


К1108ПП1, КР1108ПП1 


Микросхемы представляют собой преци- 
зионные преобразователи напряжение — часто- 
та — напряжение. Выполнены на и рарных 
транзисторах с изоляцией р-п переходом 

Корпус микросхемы К1108ПП1 типа 201.14- 
ие КР1108 ПП! — типа 201.14-1. Масса не более 


Функциональный состав: Г— операционный 


усилитель; /[—коммутатор; 1/[— источник TO- 


ка; [V — компаратор; / — устройство смещения; 
VI— источник опорного напряжения; ИИ — уст- 


актовый 
cuenan 


knosnbi(A, 6) 


Принципиальная схема включения микросхемы 
К1108ПВ1 (А, B) в режиме работы с внешними 
генератором тактовых импульсов и источником 
опорного напряжения с 10-разрядным циклом 
преобразования 


ройство бланкирования; VIII— выходной Kac- 
кад; [Х— ключ. 

‚ Назначение выводов: 
вход; 4— питание (— Un); 
новибратора; б— вход 


1— инвертирующий 
5 — конденсатор од- 
локирования; 7— час- 


_тотный выход; Я— вход компаратора неинвер- 


тирующий; 10— вход компаратора инвертирую- 

и: r 11 — общий вывод (+0,2, ~Un), 12— 
питание (+0,:); 13 —аналоговый выход; 14— 
неинвертирующий вход. 


в 14-10 H 


Электрические параметры 


Номинальные напряжения питания: 


Ток потребления от положительного и отрица- 
тельного источников питания при Uni =15,7$ В, 
(И: = =15,75 В, О’ =0, В, не более: 
ВЕ: 2-22 E SENO T 6 МА 
ПОМ Гм — Юи + 70° Сиань 7 мА 
Напряжение смещения нуля на входе при Upi = 
= 14,25 В, 0: =-15,75 В, [0 =8 МА: 
ТА О кре E EEE +4 мВ 
при Т= —10и +70°С...... и ьнннннинани +8 мВ 
Выходное напряжение низкого уровня при 
(1 = 14,25 В, ИП. =-14,25 В, 10, =8 МА, 
T= — 10... +70° С, не более usisani 0,4 В 
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27 
r ш-© 5 


Входной ток смещения нуля MO неинвертирую- 
щему входу при Uni = 14,25 В, И: = — 15,75 В, 
19 ж=8 МА, не более: 

при м2, ПС ине 180 нА 

ТО бор isai 250 нА 
Входной ток смещения нуля по инвертирующе- 
му входу при Un =14,25 В, ПО: =-15,7$ В, 
19 =8 МА: 

при Тм ОЗ 10° P A TA. + 60 нА 

e E Katan | М Ор НЕА +100 нА 
Нелинейность АЦП в диапазоне 10 кГц при 
И = 14,25 В, И: = -— 14,25 В, [0,=8 МА, не 
более: 

и РО ИИ 1074 

при T= —10и +70° C uousernrnns 1,78 .10-“ 
Нелинейность ЦАП в диапазоне 10 кГц при 
Ин: = 14,25 В, 0.1 = - 14,25 В, (1 =1 В, Ug = 
= — | В, не более: 

с В а НО ИИ 10-* 

при Tæ —10и +70° С... нения 1,78.10-“ 
Абсолютная погрешность преобразования АЦП 
в конечной точке шкалы при Uni =14,25 В, 
И = -14,25 В, U„=10 В, 10, =8 МА, T= 
иене СРО" SAAE AT T A +10% 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


С пинает 14,25 .., 15,75 В 

S PA E PERE EE ANE ENTITO T S —15$,75.., — 14,25 В 
Входное напряжение: 

НИЗКОГО УРОВНЯ soccorre _3... —0,9 В 

высокого УРОВНЯ .... зи еинеььнииизанинаниинния 0,9...3 B 
Выходное напряжение высокого Уровня soeren 
ИИА РОЯ РВВ И 2,4... 15,78 В 


Выходной ток низкого уровня по частотному 


выходу ......... А AORE ORE OE NA 2.. 8 МА 


Выходной ток по аналоговому выходу sirere: 
Фото оо пор ооо ооо оя ео оч боба ооо во оборо ео оо вооон оон зоо воз овоз 0... 0,5 МА 
Температура окружающей среды —10... +70° С 


Примечания: |. Допустимое значение ста- 
тического потенциала 100 В. | 

2. Абсолютная погрешность преобразования 
может быть уменьшена путем изменения сопро- 
тивления резистора RI. 

3. Согласование уровней компарирования в 
режиме ЦАП с различными логическими уров- 
нями может быть достигнуто путем подачи 
смещения на вход 9 или 10 микросхемы. 
Согласование выходных логических уровней с 
логическими уровнями нагрузки достигается 
выбором необходимого напряжения питания 
выходного транзистора (вывод 7) и ero Ha- 
грузки. 

4, Наличие схемы со свободным коллекто- 
ром и возможноеть блинкирования по входу 
(вывод 6) позволяют объединить несколько 
преобразователей, работающих в режиме АЦП, 
на одну нагрузку. Для этого на входы (вывод Ó ) 


Inori» (пота, MA 


АТ ЛРИНИ! || 


Ти, om1, НА 


99 50 
ИП 14,08 -20 0 20 


Зависимости токов потреб- 


ления от напряжений источ- 
НИКОВ ПИТАНИЯ 


| Ziv, on2l, HA 
knoenn, enosnmi) | 


20 
-20 0 


TH 
20 40 607 


N 1/09, РИМУ 


49 607,5 801 


Зависимость входного тока сме- 

щения нуля по неинвертирую- 

щему входу от температуры 
окружающей среды 


Зивисимость входного тока сме- 

щения нуля по инвертирующе- 

му входу от температуры окру- 
жающей среды | 


Зависимость нелинейнос- 


10 кГц от тока нагрузки 0:2 08-1 


всех микросхем, кроме одной, должен быть 
подан цифровой сигнал высокого уровня (И). 
Выходной каскад запирается при U, >2,4 Ви 
отпирается при Из <0,4 В. Предельные значе- 
ния напряжения бланкирования Unz < И», Uni 

5. Запрещается подключение к выводам мик- 
росхемы, не задействованным в схемах ‘включе- 
ния. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания. Порядок подачи питающих 
напряжений: Uaz, Unis Uss порядок CHA- 
тия напряжений — обратный. Допускается одно- 
временное включение и выключение напряже- 
НИЙ. 

6. Рекомендуется использовать микросхемы 
на частотах входных и выходных сигналов, не 


‚превышающих 500 кГц. 


7. При проверке целостности цепей РЭА с 
вмонтированными микросхемами напряжения, 
подаваемые на любые выводы, не должны 
превышать 0,5 В, ток—-| мА. 

8. Ультразвуковая очистка выводов не до- 
пусквется, 


| бесом НА 


| \МИОИИ, Kenoemi 


14 Urg Daas 8 


Зависимость входного тока CMC- 

щения нуля по инвертирующе- 

му входу от напряжений ис- 
точников питания 


в диапазоне 
1 21 
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A Мир ‚ % ee Зависимость абсолютной погреш- Ug, MB 

ности преобразования АЦП B ко- 

нечной точке шкалы от температу- 
ры окружающей среды 


-20 0 20 40 60r ay 
Зависимость выходного напряже- 


ния низкого уровня от темпера- 250 
туры окружающей среды =. 10. 20:9. T A: 


Схемы включения 


R1 40,2к c1 
RI 40,28 


Uy 1 
E 
2 
— +158 
X Unix $ S ` 12 t 
-156 > +176 -158 4 S S n 01 
С N y 
y z № Ui 55 
á 5 0 E En 
X Ui +58 
5 
> 7 
< ых 


Схема включения ‘Микросхем К1108ПП и 
КР! 108 ППП в режиме ›преобразования положи- 
тельного напряжения 0. в частоту в 

диапазоне (0... 10 кГц) 


Схема включения микросхем К1108ПП! и ! 
КР!108ПП1 в режиме преобразования частоты 2 
в напряжение (а) и эпю H входного напряже- E: 
ния (6): IAR 
150 IS 
0,2 MKC <T <7 — [мкс] S y 
Jarmar [к ц] 5 = S 
6 
7 


Схема включения микроехем К!1108 ПП! и 

КР!108ПП1 в режиме ее отрица- 

тельного напряжения (0 D, в частоту B 
диапазоне (0... 10 кГ 
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Схема включения микросхем К1108ПП1 и 
КР1108 ППП в режиме преобразования напряже- 
ния в частоту в диапазоне 100 и 500 кГц 


Дополнительная литература 


Дергачевский В. B., Кобзарь С. H., Cy- 
aban С. Л. Преобразователь напряжение — час- 
тота — напряжение КР1108ПП1 т онна 
промышленность.— 1984.— № 6 (134).—С. 23. 


2.24. Микросхемы серии К1109 


Микросхемы серии К1109 — комплект семи- 
и восьмиканальных ключей для управления 
приборами отображения информации. Выполне- 
ны по планарно-эпитаксиальной технологии на 
биполярных транзисторах. 


состав серии входят  КПОЭКТ2, 
К1109КТ21, К1109КТ22, К1109КТ23, 
К1109КТ24 — семиканальные КЛЮЧИ; 
K1109KT61; K1109KT62, K1109KT63, 
K1109KT64, K1109KT65— восьмиканальные 
КЛЮЧИ. 


K1109KT2 


Микросхема представляет собой семиканаль- 
ный ключ. Выполнена на основе биполярных 
транзисторов с изоляцией р-п переходом. Пред- 
назначена для управления светоизлучающими 
диодами, накальными индикаторами и другими 
мощными нагрузками. 

Корпус типа 238.16-3. Масса не более 1,3 г. 

Назначение выводов: |[— вход 1-го ключа; 
‚2— вход 2-го ключа; 3—вход 3-го ключа; 4— 


вход 4-го ключа; 5— вход S-ro ключа; б— вход. 


. 6-го ключа; 7— вход 7-го ключа; 8 — общий; 


9 — общий вывод диодов развязки; 10 — выход 
7-го ключа; 11 — выход 6-го ключа; 12 — выход 
5-го ключа; 13 — выход 4-го ключа; 14— выход 
3-го ключа; 15 — выход 2-го ключа; 16 —выход_ 
1-го ключа. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение низкого уровня при IS = 
=350 МА, [0 =500 мкА, T= +25° С, не более .... 
Е К О АЕ а 1,8 В 
Постоянное прямое напряжение защитного дио- 
да при Inp, защ, д=350 МА, T= +25° С, не более ... 
АНИ EEDE ERRBES EFTE TEE A бт. 
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Коэффициент усиления тока при И, =2,5 В, 
№, =350 мА, не менее: 
ПРИ 1-25. РС wannie 1000 
ВО iaa l EA CAE A a E 500 
Ток утечки высокого уровня при Uk. = 50 B, не 
более: 
при Т=-— 0... +25 Са... ленин 50 мкА 
т Е D TA 200 мкА 
Входной ток высокого уровня при /!„=0,5 МА, 


Pe ©. НЕ бл ие 35 мкА 


Ток утечки защитного диода при Ир = 50 В, не 
более ........... Я aae A ИВ СТР 50 мкА 
Время задержки распространения при включе- 
нии при 18, =350 МА, [0 = 500 мкА, Т= +25 .. 
в. ЕЕ НТ: E НЯ 1 мке 
Время задержки распространения при выключе- 
нии при Zsu =350 мА, T= +25” С, нс более uun. 


О PN AREEN NESE И ао 1 мке 
Предельная' частота коммутируемого сигнала ... 
р: РА то фу ПО ААА НИРС АЕ Ака 50 кГц 
Входная емкость при И =0, /=10 МГц: 

И АА АЗАРОВА 12 n® 
Ре anaa oiin 25 n® 
НОВОЕ E T T E O E 16 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Выходное напряжение ........ анны 50 В 
Коммутируемый TOK ... зу еааннниннннии 350 мА 
Импульсный коммутируемый ток при 
DOUME; OS O ununun 540 мА 
a нано OA N 25 МА 
Отрицательный входной TOK ..... лее 50 мА 
Прямой ток защитного диода reunus 500 мА 


-20 0 20 40 eor“ 


Зависимость тока утечки защит- 
ного диода от температуры ок- 
ружающей среды. Заштрихова- 
на область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
_повая зависимость 
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Рассеиваемая мощность при T= +25° С: 
А За М РЕ А 0,75 Вт 
MODON ВУ 1,5 Вт 


_ Примечания: 1. Максимально допустимая 
импульсная мощность одного ключа | Вт, всей 
микросхемы 2 Br. 

2. При использовании индуктивной нагрузки 
для защиты ключа от возникающих выбросов 
напряжения вывод 9 должен присоединяться к 
ключевому выводу коммутируемого источника, 
питающего нагрузку. 


_ Горзющ, д» МА 


ти T 


0. 4 („8 

Вольт-амперная характеристика 
защитных диодов, входящих в 
состав микросхемы. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 

повая зависимость 


I и , MKA 


ОЧ fi 


-20 0 20 +0 807° 


Зависимость входного. тока 
при высоком уровне входно- 
го напряжения от температу- 
ры окружающей среды. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 3A- 
BHCHMOCTb 


aS 
s SS 


Fa ` ASO 


100 200 300 If, мА 


Зависимость выходного Hä- 
пряжения низкого уровня 
OT выходного тока нагрузки, 
Заштриховани область pas- 
броса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типо- 


E oo 


= 100 200 300 I$, nA 


Зависимость коэффициента 
усиления по току УПТ мик- 
осхемы от выходного тока. 

аштрихована область раз- 
броси значений параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана тино- 


BUA ЗАВИСИМОСТЬ вая зависимость 


о Ри mas/ foao, таз (28°0) 
вы ГГ 


09 
0 20 49 м 915 


Зависимость максимальной рассеиваемой мик- 
росхемой мощности от температуры окружаю- 
щей среды 


K1109KT21, K1109KT22, 
K1109KT23, K1109KT24 


Mapam представляют собой семика- 
нальный ключ. Выполнены на биполярных 
транзисторах с изоляцией p-n переходом. Пред- 
назначены для управления мощными нагрузка- 
ми, Каждая микросхема обеспечивает сопряже- 
ние с определенными типами маломощных и 
биполярных ит ет Принципиальные 
схемы микросхем К1109КТ22, K1109KT23 и 
К1109КТ24 идентичны, и состоит в CO- 
противлении резистора А 

Корпус типа ве 16-3 ой KI 109KT2). Macca 
не более 1,5 r 


[Амина | | _ 
КА“ 
д 
\\\Х, 
В Ss 


LLI 


-20 0 20 4 607,5 


Зависимость тока утечки по 
входу при высоком уров- 
не напряжения на выходе 
от температуры окружаю- 
щей среды. Заштрихована 
область разброса значений 
параметра для 95% микро: 
схем. Сплошной линией по- 
казана типовая зависимость 


И!ОЯАТЗ! 
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Сопротивление 


Тип микросхемы резистора RI, кОм 


‚ К1109КТ22 
К1109КТ23 
K1109KT24 


Назначение выводов: l— вход 1-го ключа; 
2— вход 2-го ключа; 3— вход 3-го ключа; 
4— вход 4-го ключа: 5— вход 5-го ключа; б6— 
вход 6-го ключа; 7— вход 7-го ключа; 8—об- 
щий; 9— общий вывод диодов развязки; 10— 
выход 7-го ключа; [1 — выход 6-го ключа; 12— 
выход 5-го ключа; [3— выход 4-го ключа; 1[4— 
выход 3-го ключа; [5— выход 2-го ключа; 16 — 
выход 1|-го ключа. 


Электрические параметры 


Входное напряжение при 00.=2 В, 10= 


=300 мА, не более: 


при Т=+25° С: 
К АА оборо разно ров O 13 В 
Заир ИРИНА Те 3 B 
поныне 8 В 
КОК EOFT, Ei AA PEASE ERN 2 B 

при T= +70° C: 
AMan м ООН ИУС NE DTS 14 B 
O E E REINAR EEE PE E AN TOR 3,2 B 
ERE E A BECERA T TE 8,5 B 
К E AEE AE EET 2,2 B 

при T= -10° C: 
S T I р D OO ER E E 15,5 B 
RD a АИ ПИ A 3,5 B 
MHOIR 23 oriri ай 9,5 В 
AES ЗО ВОИ И 2,4 В 


Выходное напряжение низкого уровня при /0./= 


Вых ‚ 8 


Гр,защ, д» МА 


Woa 
XI 
AN 2 


15 208 0 


100 200 300 ЧА 5 


T T IE Е RAO IRE ERE 1,8 B 
я. прямое напряжение защитного дио- 
да при Inp=350 мА, не более ............. инь. 2 В 


Ток утечки выхода высокого уровня при И. = 
=50 В, не более: 


НОТ Ю.-.. +25 DEAE 50 мкА 

НИ PEF енг 200 мкА 
Входной ток при T= +25° С, не более: 

при 00 =17 В для К1109КТ?21 .............. 1,2 мА 

при И =3,8 В для К1109КТ22 ............. 1,3 мА 

при 02 =5 В для K1109KT23 ................ 0,5 мА 


при UL =3,0 В для К1109КТ24 ...:==... 2,4 мА 
Ток утечки защитного диода при 0, =50 В, не 
более: 

ПРИ: 2 м FI Синицы NES ER 50 мкА 

М р а ФС ИИС 100 мкА 
Входной ток высокого уровня управляющего 
напряжения при [1,=0,5 мА, T= +70° С, не 
ОЕ оны 50 мкА 
Время задержки распространения при включе- 
нии при 10 =0,5 МА, 10. =350 мА, Т=+25° С, 
ОБИ ор ATE T} 1 мкс 
Время задержки распространения при выключе- ` 
нии при 10 =0,5 МА, [0.,=350 МА, ‘T= +25° С, 
М АНИ о: OAE KS FNS 1 мкс 
Входная емкость при 0. =0, /=10 МГц ........... 
ИА Е А ИРИ 12...16... 25 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное выходное напряжение одного 


они 50 В 
Максимальный коммутируемый ток одного 
о ИЕ CARE Ме IN ERA o EN N 500 MA 
Ту , МА 
ő 
$ 
а 


N 
RS 


Юм 20 5 


Вольт-амперная характеристика за- 
щитных диодов, входящих в состав 
микросхем. Заштрихована область 
азброса значений параметра для 
5% микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 
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Зависимость выходного на- 
пряжения низкого уровня от 
тока нагрузки. Заштрихова- 
на область разброса значе- 
ний параметра для 95% 
микросхем. Сплошной JIM- 
нией показана типовая зави- 
симость 


Зависимость входного тока 
от входного напряжения. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 34- 
BHCHMOCTb 


ооо оо оо ооо ооо ооо соо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо соо сочое 


Максимальная рассеиваемая мощность при Т= 


=+25° С: 


ОДНОГО КЛЮЧа ...........зььнние geis 


lii; МА 


ние | N 
TIAN 
TRY 

S W 
TIR 


ARAN 
мет 


0 4 02,8 


Зависимость входного тока от 
входного напряжения. Заштри- 
хована область разброса значе- 
ний параметра для 95% микро- 


а 25 мА 


мя 0,75 Вт 


микросхемы ..... 


м DA a RE a БТ 
Температура окружающей среды —10... +70° C 


Примечание. Входной ток практически не 
зависит от температуры окружающей среды в 


диапазоне —10... +70° С. 


вх, МА 


Зависимость входного тока от 
входного напряжения. Заштри- 
хована область разброса зна- 
чений параметра для 95% мик- 


схем. Сплошной линией показа- 
на типовая зависимость _ 


т 
| чаи 


МА 
[1 РА 
СЕ eiai 


40 
-20 0 20 40 91° 


Зависимость тока утечки по выхо- 
ду при высоком уровне выходного 
напряжения от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована об- 
ласть разброса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая зависи- 
MOCTb 


росхем. 


плошной линией пока- 
зана типовая зависимость 


Е 
И 


А 


N WNW RRR 
N ANA N 


ao 


-20 0 20 40 607°C 


Зависимость тока утечки защит- 
ных диодов микросхем от тем- 
пературы окружающей среды. 
Заштрихована область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


[ох , MA 


AR 
т 


2 40,8 


Зависимость входного тока 
от входного напряжения. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая за- 
BHCHMOCTb 


Prao, mas / Fac, поз (25°60) 
KNUOIRT21-KMOIRT24 


0 20 4% 60 8015 


Зависимость максималь- 

но допустимой рассеивае- 

‘мой мощности от темпе- 

ратуры окружающей сре- 
ды 
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K1109KT61, K1109KT62, 
K1109KT63, K1109KT64, 
K1109KT65 


Микросхемы представляют собой восьмика- 
нальные ключи. Выполнены 
транзисторах с изоляцией p-n персходом. Пред- 
назначены для управления мощными нагрузка- 
ми. Каждая микросхема обеспечивает сопряже- 


ние с определенными типами маломощных 
биполярных и МОП-микросхем. 
Принципиальные схемы микросхем 


К1109КТ63, К1109КТ64 и К1109КТ65 идентич- 
т отличие состоит в сопротивлении резистора 


`Корпус типа_2104.18-4. Масса не более 2 г. 
КПОЗАТЕ! 


Сопротивление 


Тип микросхемы резистора RI, кОм 


K1109KT63 
K1109KT64 
K1109KT65 
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на биполярных. 


Назначение выводов: |[--вход l-ro ключа: 
2— вход 2-го ключа: 3— вход 3-го ключа; 4— 
вход 4-го ключа: 5-— вход 5-го ключа: б-—вход 
6-го ключа: 7 -— вход 7-го ключа; 8—- вход 8-го 
ключа: 9-— общий: /0— общий вывод диодов 

азвязки; //--выход 8-го ключа; /2— выход 
-TO ключа; /3— выход 6-го ключа; /4 — выход 
5-го ключа; [5 — выход 4-го ключа; /б— выход 
3-го ключа; /7— выход 2-го ключа; 18 — выход 
1-го ключа. 


Электрические параметры 
Входное напряжение при T= +25` С, не более: 


В нони ана 13 В 
К И Зее МИН 3 B 
Aora E a E IRINE A S IOTEN IDEON 8 B 
ERU D E о AE AAN PPAT AET 2 B 


KUOIKTEI, KUOIKTE, KNOIKTES 
w | 


| А! IVD! 


Входной ток при T= +25° C, не болес: 


В роны E E 1,2 мА 
|3 ::2. TOS О АННА 1,3 мА 
AE а С И 0,5 мА 
К а ро лань 2,4 мА 
Ток утечки защитного диода при T= +25° С, не 
о, ЕР р АИ 50 мкА 


Время задержки распространения при включе- 
нии и выключении при T= +25° С, не более ...... 


И ИИА" сора РАНА 1 мкс 
Коэффициент усиления по току при T= +25° С, 
20 МВ ни оп TORPA 1000 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное коммутируемое напряжение 50 B 
Максимельный коммутируемый ток ...... 500 мА 


Максимальный входной ТОК... ееениниииниия 25 МА 

Максимальная рассеиваемая мощность: 
ОДНОГО КЛЮЧА orcccroron о бирвцучевавлнь „s. i BT 
МИКРОСКЕМЫ: ned iA i i 1,75 Вт 


Температура окружающей среды —10... +70° С 


2.25. Микросхемы серий К1112 
и КР1112 | 


Микросхемы серий К1112 и КР!112 — комп- 
лект преобразователей, предназначенных для 
работы в устройствах экспонометрии и автома- 
тики современных моделей кино- и фотоаппара- 
туры. Выполнены по планарно-эпитаксиальной 
технологии на биполярных транзисторах с 
изоляцией элементов р-п переходом. 

В состав серий входят: 

К1112ПП1 — логарифмирующий преобразо- 
ватель с суммирующим усилителем, стабилиза- 
тором напряжения и источником опорного 
напряжения; 

Р1112ПП2 — устройство определения ба- 
ланса электрического моста с устройством 
индикации. 


К1112пП1 


Микросхема представляет собой логарифми- 
рующий преобразователь I/I с суммирующим 
усилителем /[, источником опорного напряже- 
ния / и стабилизатором напряжения IV., Выпол- 
нена на основе биполярных транзисторов с 
изоляцией р-п переходом. Предназначена для 
применения в устройствах экспонометрии и 
автоматики кино- и фотоаппаратуры. 

Корпус типа 4153.12-1. Масса не более 0,8 г. 


415312-1 
85 40 85 


12. п п #9 7 


Назначение выводов: 


]—инвертирующий 
вход логарифмирующего усилителя; 2— выход 
логарифмирующего усилителя термокомпенси-_ 
рованный; 3— выход логарифмирующего уси- 
лителя; 4 — неинвертирующий вход логарифми- 
рующего усилителя; 5— общий (—И„); б— yn- 
равление стабилизатором напряжения; 7— Bbi- 


ход стабилизатора напряжения; 8— питание 
(+U); 9—выход суммирующего усилителя; 
10 — инвертирующий вход суммирующего YCH- 
лителя; [|-—— выход источника опорного HANDA- 
жения; /2— компенсация входного тока инвер- 
тирующего входа логарифмирующего усили- 
теля. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 5 В 
Ток потребления при И,=5 В, T= +25° С, не 
болот ны Е 6 мА 

типовое значение ........ А 4,5 мА 
Напряжение стабилизации при U,=5 В, T= 
E D Е EE CEEE E 3,8 ... 4,05 В 
Опорное напряжение при Un=5 B, T= +25° С, 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ д... oibo onso rer ériinsos „ЕВ 


Изменение выходного напряжения при измене- 
нии сопротивления датчика на декаду (регули-, 
руется внешним элементом), ‘Un=5 В, А, = 
= 100 Ом, T= +25° С, не более ............... 700 мВ 
Относительное отклонение выходного напряже- 
ния от логарифмического закона преобразова- 
ния при И. =5 В, T= +25° С, не более ....... 10% 
Температурный коэффициент крутизны преоб- 
разования при И,=5 В, Т=-10... +55°С, не 


оз ВИНЕ ВТР 50 0,5% /°С 
(ут, 8 
9 
4 
Ra, дм 
5:107 


g0 10° 


Зависимость выходного напряжения стабилиза- 
тора микросхемы от сопротивления нагрузки 
при различных значениях напряжения питания 
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(ых, сум, В 
АОИ 


Зависимость опорного 
напряжения микросхемы 
от температуры окружа- 

ющей среды 


дачи 


Температурная нестабильность напряжения ста- 
билизации при И„=5 В, Т=-10... +55° С, не 
о А BIARN SVEN МН ООН 1 mB/°C 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания (кратковре- 
А НЫ ЧАИ Ве 6,5 В 
Сопротивление нагрузки суммирующего усили- 
ПО М EN ЗИ A 1 кОм 


РТТ ОРЗ ИК, ИИ, РОМАНО 100 Ом 


05 


0* 10’ 0% 108 ШВ, бн 


aa иСимости выходного напряжения логариф- 

противлени о раЗователя микросхемы от со- 

haath ия генератора при различных значе- 
температуры окружающей среды 

344 | а 


02 10° 10° 10° 10°R,, 0n 


Зависимости выходного напря-. 
жения суммирующего усилите- 
ля микросхемы от сопротивле- 
ния генератора при различных 
значениях коэффициента пере- 


10? 10° 10° 10° К, би 


Зависимости выходного напряже- 

ния суммирующего усилителя мик- 

росхемы от сопротивления генера- 

тора при К=р-—5 и различных 

значениях температуры окружаю- 
щей среды 


Схема включения 


Типовая схема включения микросхемы 
К1112ШИ 


КР1112ПП2 


Микросхема представляет собой устройство 
определения баланса электрического моста с 
индикацией, состоящей ‘из операционного уси- 
лителя l, компаратора I и источника опорного 
напряжения III. Выполнена‘ на биполярных 
транзисторах с изоляцией р-п переходом. Пред- 
назначена для применения в устройствах экспо- 


нометрии и автоматики фото- и киноаппара- 
туры. 
Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1, г. 


2101. 8-1 


Назначение выводов: 1— неинвертирующий 
вход; 2— выход; 3— источник опорного напря- 
жения; 4— питание (+U); 5— коллектор p-n-p 
транзистора; б— коллектор n-p-n транзистора; 
7—общий (—И,); 8— инвергирующий вход. 


Электрические параметры 


Напряжение смещения нуля при U,=3 В, не 
с. ПЕ РО E EA R E E 30 MB 
Ток потребления при U,=3 В: 


при T= +25° С, не более ......................... 9 МА. 
‘типовое значение ..............чььенниьькцозововевьва 2 мА 
при Т=-—10и +55° С, не более .............. 8 MA 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ „или ыыы 5 МА 


Напряжение источника опорного напряжения _ 


с РТО. ЗОО В САН 0,8...1,1... 1,2 В 
Входной ток при U.„=3 В, не более: 
ВОИ: Tet дыни нь 0,2 мкА 
при Tela +55 С нь 0,3 мкА 
Выходной ток операционного усилителя (вывод 
6) при Оз =3 В, не МЕНЕЕ ........ зоо ичиььььедьолевовисе 3 MA 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ... зерен львами 6 мА 
Выходной ток компаратора (вывод 5 ) при И, = 
В: о. И Ее 3 мА 
ТИПОВО6 ЗНАЧЕНИЕ ......., оз зььеевовивьй ссорвьскрорьвенаь 6 мА 
Температурный дрейф источника опорного Ha» 
пряжения, типовое значение ................ 0,3 MB/°C 
Предельные эксплуатационные данные | 
Синфазное входное напряжение ............ 0... 1,2 В 
Напряжение источника питания ............ 2,5...5 В 


Минимальное сопротивление нагрузки .. 100 Ом 
Температура окружающей среды —10... +55° С 


Un, B- 


Зависимость опорного напряжения микросхемы 
от напряжения питания 


Un, B 


Зависимость опорного напряжения микросхемы \ 
от температуры окружающей среды 
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Схема включения 


A1 
KPIRNN? 


Типовая схема включения микросхемы 
КР!1112ПП2 в системах экспонометрии 


2.26. Микросхемы серии К1113 


К1113ПВ1А, К1113ПВ1Б, 
К1113ПВ1В 


Микросхемы представляют собой функцио- 
нально законченные аналого-цифровые преобра- 
зователи на 10. двоичных разрядов. Выполняют 
функцию аналого-цифрового преобразования 
последовательного приближения. Выполнены на 
основе биполярной технологии И?Л, ИЛ и 
имеют выходные буферные каскады с тремя 
состояниями, что упрощает сопряжение с шина- 
ми данных. 

Корпус типа 238.18-1. Масса не более 2,5 г. 


во 2087 


aeaaee ннаный 


z 
PUURA 
ВАА 


u || В |1 
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Гешение u 
преобразодание 
о 16 H 20 


119161 (А-В) 


Иналогодый 
xod 


Е 


м нуля 


Цифровые бхойы 


Упрабление 


Е. 


| 


Функциональный состав; 1!--компаратор; 
ИП — схема npanui сдвигом нуля; 1/— 10- 
разрядный i П C TOKOBbIM выходом; IV -—TeM- 
пературно-компенсированный источник опорно- 
го напряжения; Г — схема гашения и преобразо- 
вания; И/— 10-разрядный регистр последова- 
тельного приближения; ИП —- схема формирова- 
ния тактовой частоты; ИШ— формирователь 
сигнала «Готовность данных», /Х— тактовый 
генератор: Х--выходное Tepos устройство. 
азначение выводов: [-—9-Йй разряд; 2— 8-Й 
разряд; 3—7-Й разряд; 4—6-Й разряд; 5— 5-й 
разряд; б —4-й разряд; 7—3-Й разряд; 8-— 2-Й 
разряд; 9— 1-Й разряд; 10— питание (+0,1); 
[]|-—гашение и преобразование; 12 — питание 
(—(,2); 13-—аналоговый вход; /4 — аналоговая 
общая шина; 15— управление сдвигом нуля; 
]6 — цифровая общая шина; /7— готовность 
данных; 18 — 10-й разряд. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания; 


ЕР НОЕ ОА —15 В 
Ток потребления в режиме «Гашение» при 
U, =+5B, 0.:=-158, U„i=11 В, U= 
=2,4 B, не более: 

от первого ИСТОЧНИКА .........езььнинанньниин 10 мА 

от второго ИСТОЧНИКА ...... иен ииьанниинан 20 мА 
Ток потребления в режиме «Преобразование» 
при Он: = +5 В, (на = —15 В, И = В, И: = 
= 2,4 В, U? =0,4 В, f=50 Гц, T= +25° С, типо- 
вое значение: 


Нелинейность при Up= +5 B, И .=-15 В, 
U„=10B, U! =2,2 В, U? =0,4 В: 


Ч т, paaa +1ед. МЗР 
RITI ronnie na t2 ед. M3P 
И +4 ед. МЗР 


Дифференциальная нелинейность при Up= 
= +58, (.=-15 В, Us„=10B, U} =2,4 В, 


U? =0,4 В: 
КИН нех +1 ед. МЗР 
КОВ ини +2 ед. МЗР 
КИРЫ: долина +4 ед. МЗР 


Абсолютная погрешность преобразования в ко- 
нечной точке шкалы в униполярном режиме при 
И: =+5В, 0О:=-158В, U„=11B, И = 
= 2,4 В; -US =0,4 В. инь +4 ед. МЗР 
Абсолютная погрешность преобразования в ко- 
нечной точке шкалы в униполярном режиме при 
О! =+5 В, И: = 15 В, О, 2=5,5 В, U! = 
2,4 B, UT ОВ оный +4 ед. МЗР 
Напряжение смещения нуля на входе в унипо- 
лярном режиме при И, =+5В, И. =-15 В, 
U, ı =9,766 39,1 В, U! =2,4 В, U? = 
mAB suiii aein +3 ед, M3P 
Напряжение смещения нуля на входе в бипо- 
лярном режиме при U = +5 B, ПИ. =-15 В, 
И :=5,5 В, U! =2,4 D, U? = 

И РН ео +3 ед. МЗР 
Время преобразования при И! =+5В, ПО. = 
=-15 8, ПО, =ИВ, U} =2,4 В, U? =0,4 В, 
азота, ме 00900: E E E T 30 мкс 
Ток утечки разомкнутых разрядных выходов 
при U. =+58, 0..=-15$ В, типовое 3Ha- 
ЧЕНИЕ: нина ео 10 мкА 
Входной ток высокого уровня по выводу // при 
напряжении высокого уровня типовое зна- 
T А РР +40 мкА 
Входной ток низкого уровня по выводу /1/ при 


~Un, MIP 


|| KMINBI(A-B) 


Uins 6 


Зависимость напряжения сме- Зависимость выходного нипря- 
жения низкого урозня от TEMNE- 
ратуры окружающей среды 


щения нуля микросхемы от тем- 
пературы окружающей среды 


018 
-20 0 20 40 915 


напряжении низкого уровня, типовое 3HAYE- 


Я А RE EA МЕ E A E ВН N E +40 мкА 
Входное сопротивление в цепи аналогового 
ВХОДА, ТИПОВОС 3HAYCHHC ....:..зеиньзаннинннь 10 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания, 


о Торо ды AEE 4,75... 5,25 В 

лоза — 15,75... 14,25 В 
Входное напряжение: 

биполярного режима ... иене —5,5... +5,5 В 


униполярного Режимы... ееенеенннюннние 
высокого уровня Hü выводе /1..... 2... 4,5 В 
низкого уровня на выводе ZI uens 0... 0,4 В 
Выходное напряжение на разрядных выходах: 
высокого уровня при токе 0,3 мА ... 2,4... 5 В 


низкого уровня при токе 2,5 мА ........ 0,4 В 
Температура окружающей 

ет Е — 10... 70° С 

Примечания: |. Допустимое значение 


статического потенциала не более 30 В 

2. В зависимости от необходимой точности 
номинала полной шкалы сопротивление резис- 
тора А выбирастся от 5 до 50Ом. При 
необходимости иметь шкалу 10,24 В сопротив- 
nenne выбирастся от 100 до 200 Ом. 

3. Рекомендуется подавать на микросхему 
напряжения в следующей последовательности: 
потенциал общей шины, напряжение питания 
Ол! = +5 В, И. = —15 В; напряжение на цифро- 
вые входы; входное напряжение. Порядок сжа- 
тия напряжений должен быть обратным. 

4. Для включения микросхемы в униполяр- 
ном режиме необходимо вывод 15 соединить 
с выводом /6; в биполярном режиме вывод 15 
должен быть свободен. 

5. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания. 


8 
-20 0 20 9 91%. 


Зависимость выходного Hå- 

пряжения высокого уровня 

от температуры окружаю- 
щей среды 
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0...11В _ 


Го , МА 


9 19,9 
-20 0 20 40 91° 


Зависимость тока потребле- 
ния от второго источника 
питания в режиме «Гаше- 
ние» от температуры окру- 
жающей ржет И п2 = 


режиме 


ды при 


| 


Rix, KON 
Kitt3nB1 (А-В) 


8 
sH 0. 20.49 


60 T,°C 


Зависимость входного сопротивления OT темпе- 
ратуры окружающей среды 


Вхой сигнала 
„Гашение- 
npeodpasoba- 
ние“ 


8х09 сигнала 
„ ПТОВИОСТЬ 
банных“ 


Разрявиые 
annile 


Временные ‘диаграммы 
работы микросхемы 
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-0 0 20 40. ura 


Зависимость тока потребления 
от второго источника питания в 
«Преобразование» от 
температуры окружающей сре- 
И. =-—15 В. ды при И! = 


преобразования 


Тот, МА 


J, 

-20 0 20 40 907Г5 
Зависимость тока потребления 
от первого источника питания в 


режиме «Преобразование» от 
температуры окружающей сре- 


Тот, MA 


^1119161 (А-В) 


0 0 9 915 


Зависимость тока потребления от первого ис- 
точника питания в режиме «Гашение» от 
температуры окружающей среды при И! =5 В 


Сорос 
46/х0028 


станов 
преодразодания 


Пик 


! дремя . t 
прербразобания 


Отеутетвие выходных уродней 


Наличие быхобдных уровней t 


Схемы включения 


> 
N 


z > 

1 = 

ре = Вход сигнала „To- 

N S подиость банных 

8 y> Kod сигнала „Лаше- 

$ = ние-преодразование“ 

р Вход аналогового 
cuenana 


Типовая схема включения микросхемы B YHH- 
полярном режиме 


R4 


10x 


КИЗИВТ (А-В) 


RI 4 7К 


Схема регулировки смещения нуля в пределах 

+3 МЗР (в биполярном режиме резистор R2 

исключается; все резисторы должны иметь ТКС 
не более 10° C7!) 


2.27. Микросхема серии К1114 


К1114ЕУЗ 


Многофункциональная микросхема представля- 

ет собой устройство управления импульсными 

источниками‘ вторичного электропитания. 
Корпус типа 1102.9-5. Масса не более 5 г. 


#1114 Е93 


Цифровые быхобы 
КИЗ ИВТ (А-В) 


Схема регулировки полной шкалы микросхемы 


KNIZNBI(A-8) 


Схема смещения нуля в пределах +1/2 МЗР 


Функциональный состав: Г— стабилизатор 
напряжения; //— формирователь опорного Ha- 
пряжения; /1/— усилитель обратной связи; IV — 
узел резервирования; Г — ограничитель перегру- 
зки; Г/— формирователь тактовых импульсов; 


1102.8-5 


“o E rT 
; h i i | | | | 
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УИ— триггер старт-стоп; /Ш—= вход управле- 
ния; IX — формирователь пилообразного напря- 
жения; Х—-тригге p блокировки; XI — усилитель 
выходного тока; XII— узел заряда конденсато- 
ра связи ХШ— выключатель базового тока. 
Назначение выводов; 1-—выход опорного 
напряжения; 2—вход для подключения внешне- 
го генератора; 3 — вход обратной связи; 4 — Bbl- 
ход генератора пилообразного напряжения; 5— 
вход триггера ‘защиты; б—общий; 7— вход 
выключателя выходного тока; 8 —выход усили- 
теля выходного тока; 9—вход напряжения 


питания, 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ........... 10 B 
Ток потребления: 
при =3 В, не более ..............узъьнььнь, 0,5 мА 
при U =5 E EAEE I EROT 1,5... 2 мА 
e U wO B ИЯ 2,4... 3,2 мА 
при. С =10 B, О. = 19 Во... 14...26 мА 
при m , „6s 7 

-21..23 ее ны 110...160 мА 
при Ч, = ов = 

р ее И 60...110 мА 


Опорное напряжение при И, = +0,5 В, f= 
=20 кГц, K, =1:1: 


т т 0,2 мА и И, =10 В, 1 
: п = ; “вы z% МАИ я s Чвых, оц = 
О рае АНИ AN 4... 4,4 В 
О. =10 В, L a0 Г ор R o a 4...45 В 
при T= + 10° | 
a= 12 В, Uais. „=2,2 В ЕВ 4... 4,4 В 


Нижний уровень пилообразного напряжения 
при И, =10 В, U= +0,5 В, /.=20 кГц, К, =1:1, 
не менее а о PREE BAN h 

Размах о напряжения при = 
=10 В, (, = 0,5 В Ош, „=2,18 В, f,=20 к 
К, =1:1, а 1,2 В 
Входное ее триггера защиты при (= 

и = + 0,5 В, /.=20 кГц, К,= ав тв 


=10 B, О. = +0,5 B, Upa ™= 2,6 B, f =20 кГц, 
Дин. кои 2 у 
Размах выходного напряжения: 

при T= +25° С: 
„= 10 В, U; = +0,5 B, {.т20 Ги, К, не 
О, =10 B, 0. = 0,5 В, Гы, =1 А, f=20 кГц, 
ке МИ о ео наь 4,5 В 

при Т= +70 и —10°C 

„= 12 В, И = 40,5 B, =20 кГц, К 


менее 


К, =1:1, не 
менее 6B 
Выходное напряжение микросхемы при сраба- 
тывании защиты при О, = 10 B, U= 0,5 В, 

fmi tin Am l nuumo nni uns #9 asa Ly 
ae абатывания при U =10 B, 

= +0,5 B, Л=20 кГц, K,=1:1, не более. ‚18 В 
Напряжение `отпускания при U, =10 B, Ü = 
= +0,5 В, f.=20 кГц, K,=1:1, не „27B 


i Температурный ПО а ono agi- Hanipa- 


жения z B 
=22. Ta =20 кГц, EE 
+70° i 2 О Рае 9 0,1% /° С 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение Питания ...... еее ниииньиииньь 7,5 ... 18 В 
Напряжение включения sorceress 11,3... 12,3 В 
Напряжение обратной связи ............ 1,9... 2,9 В 
Максимальный выходной 
схемы 
Максимальный выходной ток источника опор- 
НОГО - ВАПРИЖОНИЯ дзен ель фонарь ана $ МА 
Максимальная рассеиваемая мощ- 


РА 
ен y E 


боб оо во босс освоено д о боб соб ооо оо овоав ово вооосоъобососовоов 


се РТИ ОИ ар НСО ЧИНА 2,5 Вт 
Частота коммутации oinin 100 кГц 
Температура окружающей 
о тЫ Са —10.., +70° С 


Примечания: 1. Изгиб выводов допуска- 
ется не ближе 3 мм от корпуса, радиус изгиба _ 
не менее 0,8 мм. 

2. Пайка выводов осуществляется при TEM- _ 
пературе не более 235° С в течение не более 3 с. 
Перепайка микросхемы допускается 2 раза, 
демонтаж | раз. 


0 i 
DELI 22 29 2 ц, В 


Зависимость длительности импульса от напря- 
жения обратной связи 
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Схема включения 
^#208 


VDS КД226 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
E. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ba 


709 616 

n ТИ: КД225 220,0*63 : 

„|+ Ию 
100x 
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; 221 
И KN226 i 

+ 

gt R4 ai 


аи 3r 
L NR +128 
Г 


12 Ор 
2 Wn È 
ain B 7 А 
р. № 7/77. 


16 279 


ИИ, И? 
АД226 


t- emma ema ee neme meon кем. seuas name merne aem ame me ee e м > = 


Типовая схема импульсного блока электропитания на микросхеме K1114EY3 


2.28. Микросхемы серии К1118 
К1118 ПАЛ, КМ1118ПА1 


Микросхемы представляют собой сверхбыст- 
родействующие восьмиразрядные цифро-анало- 
говые преобразователи. Выполнены на биполяр- 
ных транзисторах с изоляцией р-п переходом. 

Корпус К1118ПА1 типа 201.16-8, КМ1118ПА1 
— типа 2103.16-4. Масса микросхем в корпусе 
.16-8 не более 1,7 г, в корпусе 2103.16-4 не более 

г, 


201. 16-8 


2103. 16-4 


SATAMA AMAA у 


Назначение выводов: |— вход 8-го разряда 
(младшего); 2— вход 7-го разряда; 3— вход 
6-го разряда; 4— вход 5-го разряда; 5— вход 
4-го разряда; б— вход 3-го разряда; 7— вход 
2-го разряда; 8 — вход 1-го разряда (старшего); 
9—питание (—5,2 В); 10—инвертирующий 
вход усилителя; 11 — коррекция Tae 12 
—onopHoe напряжение (+ 10,56 В); 13 — неис- 
пользуемый вывод; /4— выход; [5— выход до- 
полняющий; /6б — общий. 
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KIENAT, КМТВПАТ 
5 


8 6 7 4 


Е 
ы ие | | | 
ей 


ый | 


ИТИ?. |. 


п 10 í 
Электрические параметры 


Номинальное напряжение ................ лини —5,2 В 
Ток потребления при U =- 5,46 В, Un= 
= +10,56 В, U} = — 1,105, — 1,052, — 1,151 В для 
T=+25, +70, —10° C соответственно, не 
О D EATE АО ВО RRNA Y 130 MA 
Абсолютная погрешность преобразования B KO- 
нечной точке шкалы при И = — 5,2 В; U n= 


= + 10,56 В: 
E Tat C = —11058 44 +5% 
при Т=+70°С; Ui =-—1052В............. +5% 
при T= +10° С; Uks hIS В... +5% 

Нелинейность при („= — 5,2 В, U,n= + 10,56 В: 
При — T=+2 C, = -—11058 бы 
а № E МООИ + 1/2 МЗР (+0,195%) 
при Т= +70° С, U1, =1,052 В, U} = 
 —148 В олень +1/2 МЗР (+0,195%) 
при = °С. ПИ =—ФЫ5ЕВ, -Ugs 
ОО EES + 1/2 МЗР (+0,195%) 


Выходной ток смещения нуля при U, = — 5,2 В, 


И. „= +10,56 В, U%= —1,505, —1:48, —1,51 В 
для Т= +25, +70, —10° C соответственно, не 
ас банана 50 мкА 


Входной ток высокого уровня при И’ = — 5,2 В, 
И „= + 10,56 В, И = — 1,505, — 1,052, — 1,516 В: 
При =. 25. С. Не болван 180 мкА 
при Т= —10 и +70° С, не менее .......... 10 мкА 
Входной ток низкого уровня при U, „= -— 5,2 В, 


И „= + 10,56 В, U2% = -—1,105, — 1,48, —1,516 В: 
при T= + 25° С; не менее....::... ди 10 мкА 
при T= — 10 и +70° С; не более ........ 180 мкА 

Изменение выходного тока при U, =-5,2 В, 

== + 10,26 В, Uh =— 1,105, —1,052, —1,151 В, 

И =-—1,505, —1,48, —1,516В для Т=+25, 


+70, —10° С соответственно, не бо- 
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НЕ 


ити 


не 
И ELELEE 


=| 


VTIS) VTA) VT) V56) И 


ПОВ ине ИЕ 100 мкА 
Изменение выходного тока при изменении 
напряжения питания от —5,46 до —4,94 В, 
(„= + 10,56 В, U} = — 1,105, — 1,052, — 1,151 В, 
US = — 1,505, —1.48; —1.516 В для. Т= +25, 
+70, — 10° C соответственно ............. + 100 мкА 
Изменение выходного тока при изменении 
напряжения на выходе от —1,3 до +2,5 В, 


И = — 5,2 В, U „= + 10,56 В, 01 = — 1,105, 
— 1,052, — 1,151 В U} = — 1,505, — 1,48, 
— 1,516 В для T= +25, +70, —10° С соответст- 
т о ее ОКЕ Зи ООВ + 100 мкА 


Время задержки распространения сигнала при 
выключении при (= — 5,2 B, Ul =0,9 В, U9 = 
= 1,7 B, Ua= +10,56 В Т=+25°С, не 
POOE itas sean N N n N reli 6 нс 
Время задержки распространения сигнала при 
включении при U ,=-— 5.2 В, (И! =0,9 В, U} = 
ЕВЕ = 10568 ТЫ 25° С. T 
Боев ани. 6 нс 
Время установления выходного тока при И. = 


=—5,2 В, Иь=-0;9 В, И„= +10,56 В, И = 
= —1.7.В; T= +257. С, ве более .................. 20 нс 
Входные напряжения логических уровней: 
ОО КОПИ ИИ — 1,516... — 1,480 
В лю E S A — 1,151... — 1,052 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................ —5,46... —4,94 В 

Максимальные входные напряжения логических 
ОВО Антенный —5,2 ...0 

Опорное напряженис ...............нньььь+. 9,9... 10,6 В 

Максимальный опорный TOK .............. нь 5 МА. 

Температура окружающей 

СОЕД iiciin —10... 70° С 


п римечания: 1. Допустимое значение шине, на вывод 9 подать напряжение —5,2 В; 
статического потенциала 1000 В. подать опорное напряжение на вывод 12 через 
2. Порядок подачи питающих напряжений ао да R9, R13. 


следующий: вывод 16 подключить K общей 
Imor, МА | Тот, МА 


АТИВЛАТ, АМТИВГАТ 


49 5 51! 52 5508 -0 0 009 rT 


Зависимость тока потребле- Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания ния от температуры окру- 
жающей среды 


Tew см, MKA 


KINENA, KITIONAI 


0,4 
-0 0 20 9 515 


Зависимость выходного тока сме- 
щения нуля от температуры окру- 
жающей среды 


Itvs, сн» МКА | Ix» If, MKA 
056 
: kKitenAi 
АМЛИВЛАЙ 
054 
052 
05 0 
49 9 9! 92 90,8 -20 0 20 40 56015 
Зависимость }:) >) 49711; (97 60) тока Зависимости входного тока от тем- Зависимость относительной 
смещения нуля от напряже- пературы окружающей среды при разности выходных токов от 
ния питания различных уровнях входного на- напряжения питания 
пряжения 
Же 
Вых + boix (0) о o, 
I вых (0) Mr бых ? % Ni , % 


RR U e A 49 9 9! 92 931,8 


Зависимость относительной раз- Зависимость нелинейности 
ности выходных токов от вы- преобразования от напряже- 
ходного напряжения. ния питания 


12 Зак. 2586 


KINENA, KMMIONAT 


-20 0 20 Ч 60T 


Зависимость нелинейности пре- 
образования’ от температуры 
окружающей среды 
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_ туры. 


Схема включения а К1401УДЗ — четырехканальный — управляе- 
мый операционный усилитель. 
16. P ahi R1? 
50 (1 30 


т | К1401УД1 
| Rih р RIS 
14 90 91 50 Микросхема представляет собой четырехка- 
= нальный операционный усилитель. 
13 а Корпус типа 2101.14-2. Масса не более 2,5 г. 


| RII ‚ Функциональный состав: 1, II, Ши IV— one- 
|2 RI Эк =: 470 0и=+10 8 рационные усилители 1-го, 2-го, 3-го и. 4-го 
р-р каналов соответственно. 


ой от 
‚д RIO 39 | 2101. 14-2 15 


< 
5 
5 
S 
Z 
Xx 
mai 
5 
> 
= 
xXx 


K Выходам ICN-nunpocxen 


Jia ly T 
-2,0 8 LAO L+ 10016 


Типовая схема включения микросхем К1118ПА1 
и КМ1118ПА1 для работы на согласованный 
тракт с волновым сопротивлением 50 Ом 


2.29. Микросхемы серии К1401 


Микросхемы серии К1401 — четырехканаль- 
ные операционные усилители. Выполнены по 
планарно-эпитаксиальной технологии на бипо- 
лярных транзисторах с изоляцией элементов р-п 
переходом. Предназначены для работы в ус- 
тройствах автоматики, измерительной техники 
и других устройствах радиоэлектронной аппара- 


Зона ключа 


В состав серии входят: 
К1401УД1, К!1401УД2 — четырехканальные 
операционные усилители; 


Выход! Boixoð a K1401941 выд 9 Выход 2 


НЕЕ Aae E Pi 


et |. Я 
щи. 


Зы 


-Y a AT E E 
n RAES 
20 35 136 12 С 106 СТ. 56 E. 
-8xoð1 +Bxoð 1 -8х004 +8х094 ° +Bxoð 3 -85093 +8092 -8xoð 2 
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^14019Д1 

Вся aa 
ЗУ. 
AIR 
Е а E 


Назначение выводов: [, 7, 8, 14— выходы 
1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов соответственно; 2, 
6, 9, 13 — инвертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го каналов соответственно; 3, 5, 10, 12— неин- 
вертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го кана- 
лов соответственно; 4— питание (— U); 11— 
питание (+0,). 


Электрические параметры 


Максимальное выходное напряжение при U= 
=15 В, R, ,=2 кОм, не менее: 


ПРИ Tap E дла ь 12,5 В 
при Т=-—45 и +100°С......................... 10 B 
Ток потребления при U ,,=15 B, не более: 
при. T= +23 С оон 8,5 мА 
при Т=-—45: и. +100°С........................ 10 мА 


Входной ток при U, =15 В, К,=5 кОм, не 
более: 


ини" о 


ERSAN 


5 0 1 цв 01 


Зависимость коэффициента усиле- 
ния напряжения от напряжения 
питания. Заштрихована область 
разброса значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


Зависимость  коэффициен- 
та усиления напряжения 
от частоты 


АН И ОА: АЯ 150 нА 

ал И В 300 нА 
Коэффициент усиления по напряжению ‚при 
И. =15В, В,=5 кОм, не менее: 

при Т= 148 и P СЕ 

при РОС рые 1,5. 10° 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при U, =15В, К,=5 кОм, T= 


>= +25 СИЕ MEME 1... 0,5 В/мкс 
Входное сопротивление при И, =15 В: R, =, 
Te C НВ. МЕНЕЕ. 100 кОм 
Частота единичного усиления при U, ,=15 В, 
К„=5 кОм, T= +25° С, не менее .......... 2,5 МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


ОДНОНОЛЯРНО В ыы roA 4... 30 В 

ДВУПОЛЯРНОЕ. „ные +2... +1$ В 
Максимальный выходной TOK ................. 10 мА 
Максимальный ВХОДНОЙ ТОК ...........ленььие. 1 мА 
Максимальная рассеиваемая мощность': 

при .Т=-45... + 50° С +. мидии... 400. мВт 

при T= F IOOC iini 200 MBT 
Температура окружающей 
среды ETIN ETTE —45... +100° С 


1 При Т= +50... +100°С P 


рас, тах 


снижается линейно. 


Примечания: 1. Допустимое 
статического потенциала 500 В. 

2. Пайка выводов допускается не ближе 
1,5 мм от корпуса при температуре 235° C в 
течение не более 5c. 


значение 


ых, maz» Ê 
no | [_ 


13,0 
10 Wiru 02 4 6 -R KON 


Зависимость максимального Bbl- 
ходного напряжения от сопро- 
тивления нагрузки. Заштрихова- 
‘на область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
‘Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 
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5 20 250,8 


Зависимость максимального выходного напря- 
жения от напряжения питания 


К1401УД2А, К1401УД2Б, 
К1401УДЗ 


Микросхемы представляют собой четырехка- 
нальные операционные усилители. 

Корпус микросхем К1401УД2А, К1401УД2Б 
типа 2101.14-2 (см. К140УД1), К1401УДЗ — типа 
2103.16-3. Масса не более 2,5 г. 


K1401442(A, 5) 
доме фея 


356 


= 


Е TEE ALLL ELELE L 
Е Bj a 


М ВЕТ E. 


Зависимость тока потребления от напряжения 

питания. Заштрихована область разброса зна- 

чений параметра для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типовая зависимость 


[ДИ 


1 1 
> Выход Ke 
Цеть смещения 


TT 


КИНУ? (А, 5) 


Е 


ой” 


2103. 16-3 p 
ERONNEET V ES 


ое ета т р 
| JEHA HHH 
ginis du akn hn 


50 


0,48 (16 дыдоде8) 


Назначение`выводов: 

в корпусе 2101.14-2: [, 7, 8, '14— выходы 
1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов соответственно; 2, 
6, 9, 13 — инвертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го каналов соответственно; 3, 5, 10, 12 — nenn- 
вертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го кана- 
лов соответственно; 4— питание (—0,); 11— 
питание (+U, ); 


в корпусе 2103.16-3: 7, 7, 10, 16 выходы 
1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов соответственно; 2, 
6, 11, 15— инвертирующие входы 1-го, 2-го, 
3-го, 4-го каналов . соответственно: 3, 5, 12, 


14— неинвертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 


K1401943 


Brodi 
| Я а, TA 
ЕЕ 
ле 
-+0 
Вход 5 


- 
J 

АЕ 
ние Смещение 
евр 3-20 anana 
G W HA — e 

a >h prekes j 
! $ pEi 
B zik l 20 pram 
} В 


1 


e 


К1401УД9 
а a S a, 


Ю 9 
Я |. 
1 


в l 


4-го каналов соответственно; 8 — управлением; 
1-м, 2-м, 4-м каналами; 9 — управление 3-м кана- 
лом; 4— питание (+0,); — 13— питание 
(- О, ). 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


КМОУДОА, К1401УДЗ....... зы. +15 В 
_. КЧОТУД2Б, БМ р ьнаыьнье ND 
Ток потребления при И =И „„ R= 0, T= 
=.T nin =- Гав» He более: 

K1401 YIDA i a n a a 3 MA 

iE Bi E a NE SPEE AE EPEE SARR E . 2 MÀ 

KOLY IG rocais erar nae A 


Нормированное напряжение шума при U, ,= 


=О вм Л=1ЕГц, А =0, Т=+25°С для 
К1401УД?А, К!1401УД2Б, типовое — значе- 
ИВ EO EEA R „.... 50 uB/ /Tu 


Максимальное выходное напряжение, не менее: 
при: T= +25° С: 
К1401УД2А` (0. =+15В, U,„=0,1 B, В. = 
2 КОМ ай 


Выход 1 
Выход 7 
Выхой 16 
_j CXEMQ _ смещения 
к | *й 
O4 


=> Un 
о 13 
Выход 10 
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К1401УД2Б (0.=+15 В, U,„=0,1 B, R,= 


Pa S о, ар риа +3 В 
К1401УДЗ (И,= +15 В, Им=0,1 В, Znp= 
==10 мкА, . К.=10 кОм)......... ии +12 В 


при T= +100° С (+70°С для К1401УДЗ): 


К1401УД2А (U= +15 В, U „=0,1 В, В, = 
E EOM) ИО ЭРА ЧЕРИ +12 В 
К1401УД2Б (U =+58В, И„=0, В, R= 


а КО нае +3 В 
К1401УДЗ (И,= +15 B, О =0,1 В, [= 
= 10 мкА, R =10 кОм) да иныи, + 11,5 В 


при Т= —45° С (—10°С для K1401Y 3): 


К1401УД2А (U.= 15B, 0, =0,1 В, R,= 
L КОМ) ол, аравия +11,5 B 
К1401УД2Б (U= +5 B, U,=0,1 B, : R,= 


о 2. а ERAN E A A E T +3 B 

К1401УДЗ (U= +15 B, U„=0,1 В, Lmp= 

= 10 MKA, R =10 кОм) .................. .. И В 
Напряжение смещения, не более: 

при T= +25° С: 

К1401УД2А (U= +15 В, В,= 

eE 9: Е За ИР Ss +5 мВ 

К1401УД2Б (U = +5 В, R,= 

ERD a eaa aA +7,5 мВ 

К1401УДЗ (0, = +15 B, [„,=19 MKA, R= 

KOTOM НИРО ИИ +6 мВ 


при T= +100°С (+70°С для К1401УДЗ): 


К1401УД2А (U= +15 В, R,= 


В леч +7,5 мВ 
_ К4О1УД2Б (И. = EÈ В, В. = 

КО АЛЬ +10 мВ 

К1401УДЗ (U =+15 B, Inp=10 мкА, R,= 

О аа +7,5 мВ 


при Т=-—45°С (—10°С для К1401УДЗ): 


К1401УД2А (ПИ. = +15 В, В,= 


с Е ВОНА АИ +7,5 мВ 
К1401УД2Б (U= +5 В, В, = 

Вр S ЕО р Нан + 10 мВ 
К1401УДЗ (И,= +15 В, [„,=190 мкА, R,= 
ен цы +7,5 мВ 

Разность входных токов, не более: 
при Т= +25° С: 

К1401УД2А (U= +15 В, R,= 

SE EE A E EIE A аевьаь 30 нА 
К1401УД2Б (U= +5 B, R= 

М Ре АН a 60 нА 
К1401УДЗ (U= +15 В, [„›=10 мкА, R,= 
E 8, О р А СНЕ 100 нА 


при T= + 100°С (+70°С для К1401УДЗ): 


К1401УД2А (U, = +15 В, R= 


VER 8, | А ВАА ОЗ ТС И 60 нА 
К1401УД2Б (0,=+5 В, R,= 

Е В ее ‚ 100 нА 
К1401УДЗ (U„= +15 В, Г[.,=10 мкА, R,= 
WO ROMP АИ В а 100 нА 


при Т= —45°С (—10°С для K1401Y M3): 
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К1401УД2А (П.= +15 В, R,= 


В ис 100 нА 
К1401УД2Б (U ,=+5B, R= о 
mA NOM) nna A Ahi 100 нА 
К1401УДЗ (U= +15 В, [„„=19 мкА, R,= 
я, ОР Бр 100 нА 
Входной ток, не более: Pi 
при T= +25 С: 
K1401y IQA (U, ,=+15 B, R,= 
= 2 кОм) долина. ры 150 нА 
К1401УД2Б (U= +5 В, R,= 
aS Е ие В ...... 150 нА 
К1401УДЗ (И, = +15 В, Inp=10 мкА, R,= 
ЗЕЕ а даны 250 нА 


при T= +100°С (+70°С для К!401УД3З): 
К1401УД2А (U ,=+15 В, R,= 


RAR I PINEA EPE UE TEAR O ETE E 150 нА 
К1401УД2Б Ua +5 B, R” 

Ta ES S ор PIA A 300 нА 
К1401УДЗ (U= +15 В, Г„„=10 мкА, R,= 
а вто о АВ рН 250 нА 


при T=—45° C (—10°С для К1401УДЗ): 
К1401УД2А (0„= +15 В, В, = 


wA ен 300 нА 
К1401УД2Б (U = +5 В, В, = 

о, АЕ НКУ 300 нА 
К1401УДЗ (U= +15 B,’ [„„=19 мкА, R,= 
ин, оО К Е ИИ ИВА В 250 нА 


Коэффициент усиления напряжения, не менее: 


при T=+25 C: =. 
К1401УД2А (ПИ, =+15В, R,= 


т 36, РАСХ ЗЕ 50 . 103 
К1401УД2Б (И. =+5В, В, = 

E E T E Ща 25.103 
К1401УДЗ (U,=+15B, I„„=10 мкА, А, = 
Ти АЕ БИ дн мА 50 -10° 


при Т= +100°С (+70°С для K1401y M3): 
К1401УД2А (U= +15 В, А, = 


M a s E EE раны, 25 - 10° 
К1401УД2Б (U= +5 В, R= 

Re E ЕЕ ENEL CAAA 10 -10° 
К1401УДЗ (U ,=+15B, I„„=10 мкА, R,= 
SIHON о 25 -10° 


при T=—45° C (—10° C для K1401Y M3): 
K1401Y [2A (U, ,=+15 B, R= 


P O N E A A МЕ 50-103 
К1401УД2Б (U= FSB В. = 

E E | Е РЕ A 25.10? 
К1401УДЗ (И, = +15 В, Inp=10 мкА, R,= 
ат. ря наи о. 10° 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений, не менее: 


К1401УДЗА ` (U,=+15B,  О=+1ЮВ, 
В =ю, Т=-45.. +100° С)... 70 дБ 
К1401УД2Б (0,=+5 В, Иь=+2 В, В, =, 
46220) риа, 70 дБ 

E E 65 дБ 


Т= +100° С 


К1401УДЗ (И, = +15 В, U= +1 В, Lnp= 
=10 мкА, К„= 10 кОм, T= —10... 
ли E E ENEN, 70 дБ 
Температурный коэффициент напряжения CME- 
щения нуля при Т= —45... + 100° С, не более: 


К1401УД2А (U,=+15 В, В,= 


ша КОМЕ об она 30 mkB/° С 
К1401УД2Б (U, ,=+5 В, R,= | 
E КО eiai irii 30 mkB/° C 


Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при U ,=+5 B, ПО„=+3В, R,= 

=2 кОм, T=+25° C для K1401yY M25, не 
A р роки EEE т > ENET, 0,35 В/мкс 
Коэффициент разделения каналов при /=1 кГц, 
Т= +25° С, не менее: 


КЗОТ ДА DESE ae зованаы 120 дБ 
О ПЬЯН АНК, 110 дБ 
Входное сопротивление, среднее значе- 
ПИ ан 200 кОм 


Частота единичного усиления, не менее: 
KOIVA рояль 1 МГц 
К1401УД2Б 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 
К1401УД2А (Т=—45... 


EE LE IA Е +1,5... +16,5 B 

К1401УД2Б (T= —45... 

Ea t IE A И EL EE r E VN +3... +16,5 B 

К1401УДЗ (при Т=-10... 

POO ара $1.55... +165 В 
Максимальное входное дифференциальное на- 
пряжение: 

К1401УД2А при Т=-—45... 

о ИЕ ИСТ 2U,—3B 


о Й 


№ 200,6 SEEI 


Зависимости напряжения смещения 

нуля от напряжения питания при 

различной температуре окружаю- 
щей среды 


Ea 


Зависимости максимального 
выходного напряжения от 
сопротивления нагрузки 


К1401УД2Б при Т=— 45... 


Л A AA U,—3B 
К1401УДЗ при T= —10...+70°C .... 2U ,—3B 

Максимальное синфазное входное напряжение: 
К1401УД2А при T= —45... 


D at ULE EE A AE EE see (Un —2) B 

К1401УД2Б при T= —45... 

Е S E A EE E U,—1,5B 

К1401УДЗ при Т=-10... 

а Р-Я ОРТ В +(U,—2)B 
Максимальный выходной ток К1401УД2А, 
К1401УД2Б каждого канала при Т=-45... 
У АН боя ев ее ОЕ 5 МА 


Максимальная рассеиваемая мощность': 
К1401УД2А, К1401УД?Б: | 


при Т=-—45... +50°С ................... 600 мВт 

с Я ний O C 200 мВт 
К1401УДЗ 

при’ T= —10... +50°С..................... 500 мВт 

ПО ЕЕ о 200 мВт 


Температура окружающей среды: 
К1401УД2А, К1401УД?Б .... —45... +100° С 
КАТ ДЗ A EE E EEE —10... +70° С 


1 При T= +50...+100° C Po для К1401УД?А, К1401УД2 
и T= +50... 70°С для к140ГУДЗ изменяется линейно. 


Примечания: 1. Допускается при исполь- 
зовании однополярного питания подключение 
сопротивления нагрузки к положительному по- 
люсу источника питания. 

2. Допускается использование несимметрич- 
ного питания при условии 3В<|-+И,|+|- 
—(,|<33 В | 

3. Допускается двуполярное питание микро- 
схем К1401УД2Б при условии |+И,|+|0, |< 
< 16,5 В. 


U boix, тат 


Ry, KON 05 1- 19 Rý KON 


Зависимость максимального 
выходного напряжения от 
сопротивления нагрузки 


_ 359 


01 1 10 № 


Зависимость выходного на- 

пряжения от частоты при 

О, = +15 В, > мВ, К, = 
=l 


Куй 


и 1 10 10% 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от час- 
тоты 


0 4° 8 12 Ip, KA 


Зависимость тока потребле- 
‘ния от тока управления 
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T -mt 
Я 
510.8 Ив 52-0-5948 


Зависимость разности входных Зависимость тока потребления 

токов от напряжения питания OT напряжения питания при раз- 

при различной температуре ок- личной температуре окружаю- 
ружающей среды щей среды 


Кос,сф, A5 Кос, со, ДБ 


87 
96 80 
85 
84 76 
83 
70 lm 

+2 t4 t6 +9 Ug, B 01 1 10 1014 
Зависимость коэффициента ослаб- Зависимость коэффициента 
ления синфазного сигнала от уров- ослабления синфазного сиг- 


ня этого сигнала нала от частоты 


в, А, НА 


Зависимость напряжения сме- Зависимости входного тока и раз- 
щения нуля от Тока управ- ности входных токов микросхемы 
ления от тока управления 


8, 
4 8 2 ри 4 8 12 Igp MKA EDN Eea a E E 


Зависимость коэффициента Зависимость коэффициента Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от то- ослабления синфазного сиг- усиления напряжения от со- 
ка управления нала от тока управления | противления нагрузки 


Схемы включения 


Схемы включения одного из каналов микросхем К1401УД2 (А, B): 
а —однополярное питание; б— двуполярное питание; в-—-схема балансировки усилителя 


2.30. Микросхема серии 
КБ1402 


КБ1402УЕ1-1 


Микросхема представляет собой р-каналь-. 
ный малошумящий. истоковый повторитель. 
Предназначена для применения в кро 
предварительных усилителях, в электретных 
микрофонах, в устройствах регистрации и изме- 
рения слабых электрических сигналов от источ- 
ников с высоким внутренним сопротивлением, 
во входных каскадах операционных усилителей, 
в сенсорных системах управления, в высокоом- 


Типовые схемы включения микросхемы ’ных преобразователях переменных электриче- 
К1401УДЗ: A ских сигналов в постоянный TOK.  ž 
а— двуполярное питание; 6 — схема балансировки, К1=1 кОм, Бескорпусные, с защитным покрытием и 


К2= КЗ =100 кОм, К,р=|—0,|-0,6/1р; при подключении к 


положительному "полюсу" К=(+0"|+|-0,|--0,6)//„ © ГИбкими выводами. Масса не более 0,1 г. 
361 


Вход 


01 


Общий 1Выход \-Up 


Электрические параметры 


Напряжение шума на выходе при U, „= -— 1,5 В, 
С,=9,1 пФ, К,>1 МОм, не более ...... 2,5 мкВ 

ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ии льньь 1,9 мкВ 
Ток потребления при U, =-—1,2 В, не 6o- 
а 70 мкА 


AASS 


\D> 


2 
10° 10! 102 10° 10° 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от час- 
тоты 


ны 
ох 
А 
F 


Коэффициент усиления напряжения при (‚= 
=—1,2 B, ПО, =30 мВ, {=1 кГц, С.=9,1 пФ, ° 
R21 МОм, не менее 

ТИПОВОЕ ОЗОНЕ иран 0,5 
Входное сопротивление при И. = -—1,2 В, f= 
име. 38. №’. АЯ 30 МОм 
Выходное сопротивление при U ,=-— 1,2 В, f= 
Гири, Ме БОЛЬ Пина R 3,5 кОм 

ТИНОВОе Значение... А еньньельв нь. 2 кОм 
Коэффициент нелинейности амплитудной харак- 
теристики при U =-—1,2В, U =30 мВ, 


вх, тт 


Ох, mx = 80 мВ, /=1 кГц, С„=9,1 пФ, К,>1 МОм, 


_ Жо, АРА Ми PA Ель ОАО 0,02, 
Граничные частоты полосы пропускания по 
уровню: 0:95 5%... ионы 2...2 10? Гц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................... —0,3... —10 В 
Напряжение на входе при КА, =0 ....... + 0,4 В 
Минимальное сопротивление нагрузки ......... 0 


Температура окружающей среды '—45... +85° С 


-40 -20 0- 208 40 rT 107 A 


Зависимости тока потребления OT 
температуры окружающей среды. 
Заштрихована область. 


Зависимость коэффициента 
усиления от напряжения пи- 


разброса тания 


значений параметра для 95% мик- 
росхем 


Кг, % 


пин 


Kyu 
0,6 


O 100 200 300 Up, "B 


Зависимость коэффициента 
гармоник от выходного на- 
пряжения 
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=4 -1. 0 9 4 $0 7, °6 


Зависимость коэффициента 
усиления от температуры ок- 
ружающей среды 


(вх, В/У 


10° 10’ 10? 10% 0% 


Зависимость приведенного ко вхо- 
ду напряжения шумов микросхемы 
от частоты при U,„=0, Си=0 


Схема включения 


>42 8. 
#614024Е7-1 


CaF IInp 


Типовая схема включения микросхемы 
j КБ1402УЕ!-1 


2.31. Микросхемы серий 
К1407, КФ1407 и КР1407 


Микросхемы серий К1407, КФ1407 и КР1407— 
комплект малошумящих операционных усилите- 


лей. Выполнены ‚по планарно-эпитаксиальной . 


технологии с изоляцией элементов р-п перехо- 
дом (К1407УД2? и КР!1407УД2, К1407УДЗ и 
КР1407УДЗ, КФ!407УД4) и с изоляцией mm3- 
лектриком (К1407УДГ и KP1407Y 1). Предназ- 
начены для построения различных узлов радио- 
электронной аппаратуры. 

В состав серии входят: 

К1407УД1, КР1407УД1 — малошумящие mmn- 
окополосные операционные усилители; 

К1407УД2, КР1407УД?2 — программируемые 
малошумящие операционные усилители; 

К1407УДЗ, КР1407УДЗ — программируемые 
малошумящие широкополосные операционные 
усилители; 

КФ1407УД4 — четырехканальный операцион- 
ный усилитель с пониженным уровнем шума. 


К1407УД1, КР1407УД1 


Микросхемы представляют собой малошу- 
мящие широкополосные операционные усили- 
тели. Выполнены на биполярных транзисто- 
рах с изоляцией элементов диэлектриком. Пред- 
назначены для применения в качестве чув- 
ствительных предварительных усилителей для 


низкоомных фоторезисторов, головок воспроиз- _ 


ведения в видеомагнитофонах. Рассчитаны на 
работу с низкоомными генераторами сигна- 
лов от 100 Ом до 1кОм, обеспечивают. воз- 
можность регулировки тока управления от 
250 мкА до l MÀ, имеют широкую полосу 
пропускания (6 МГц, типовое значение) при 
К, и=80. 

Корпус микросхемы КР1407УД|1 типа 
2101.8-1, К1407УД1 — типа 301.8-2. Масса мик- 
° росхемы в корпусе 2101.8-1 не более 0,7 г, в 
корпусе 301.8-2— не более 1,5 г. 


2107.8-1 


кв, 


301. 8-2 
1+ 45°= 9/5 


Назначение выводов 

в корпусе 2101.8-1: / — коррекция 1 (баланс); 
2 — инвертирующий вход усилителя; 3 — HEHH- 
вертирующий вход усилителя; 4— питание 
(-0,); 5— коррекция 2. (баланс); б—выход 
усилителя; 7 — питание (+U); 8— ток управле- 
НИЯ; 
в корпусе 301.8-2: 1[—ток управления; 2— 
коррекция 1 (баланс); 3 — инвертирующий вход 
усилителя; 4— неинвертирующий вход усилите- 
ля; 5— питание (—(,); б—коррекция 2 (ба- 
ланс); 7— выход усилителя; 8 — питание (+U, ). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания + 
Ток потребления при И, = +5 В, Г[„„=0,9 мА: 


нра. Т=+2>С. ве более... 8 мА 
ИНОВОе ЗНаченые‘‚.... ии аеьноьеьыиь 5 МА 
при Т=-—45 и +70° С, не более .... 10 мА 
ТИПОВОЕ: Значение: д. день соавьчонев 5,5 мА 


Нормированное напряжение шума при И, = 


=+5 В, [,р=0,9 мА, /=10 кГц, T= +25° С: 
при К, = 500 Ом, не более ............... 5. нВ/. /Гц 
типовое значение ................... ленин. 3,5 нВ/ /Гц 
при К, =0, типовоё значение ........ 1,8 иВ/_/Гц 


Максимальное выходное напряжение при U= 


=+5 В, [,›=0,9 мА, К„=2 KOM, T= +25° С, 
В ЕВ ересь +3... —2 В 

типовое значение ......... ее +4... —3,4 В 
Напряжение смещения при U= +5 В, [= 
=0,9 мА, . Т= +25° С, не более. ............. 10 MB 

ОВО ЗНАЧЕНИЕ о... али въесьььа чье 1 мВ 
Входной ток при И, = +5 В, 1[„„=0,9 мА, T= 
25 ©. ве. бое... одне 10 мкА 
Гот, МА Дин, #B/VTu 


КОИ. РАД 


ЕЕ. 
ВН 
За 
РЕГ. 


E X- A Rynp: МОМ 


Зависимость тока потребле- 
ния от сопротивления уп- 
‘равляющего резистора 
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10 10? 10° 10* 10°F Tu 


Зависимости приведенного KO 

входу микросхемы напряжения 

шумов от частоты при /[„р= 
=0,9 мА _ 


ТИДОВОе. ЗНАЧЕНИЕ подол ыьеьыаць 2,5 мкА 
Разность входных токов при U = +5 В, [= 
=0,9 мА, T= +25° С, не более ............ 2 мкА 

типовое значение ....... И АИ 0,5 мкА 
Коэффициент усиления напряжения при U = 


=+5 В, 1„=0,9 МА: | 
при Т= +25° С, не менее ............. лилии 104 
ТИПОВОС Значение... ociriyrisocsissirsiss oures 5-10 
при T=—45 и +70° С, не менее ..... 8 10° 
ТИНОВОй. Значение ира aes 4.10“ 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при. („= +5 В, I np=0,9 мА, T= 
= +25°С, не менее 

ТИПОВОе  ЗНаЧение ...........;ь зн ььииозиеиньньния 90 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при („= +5 В, [„›=0,9 MA, К=-—100, T= 
а a мкФ 1’. И ЩИ 10 В/мкс 

типовое значение .................лнннинининие 25 В/мкс 
Температурный дрейф напряжения смещения 
при U= +5 В, [р=0,9 мА, T= —45... +70° С, 
не более 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...................... $3... +12 В 
Максимальное входное дифференциальное на- 
ПРАЖЕНИЕ: ине НЕА +2,5 В 
Максимальное входное синфазное напряже- 
МО I EN NOE Eie PANOH нь |U —1,5| B 
Максимальный ток нагрузки ..............нннии $ МА 


Максимальная емкость нагрузки ....... .... 25 пФ 
Температура окружающей среды —45... +70° С. 


мн, nbj Ум 
KOTINI ПРИ 


1 
+72 +4 +7 +8 


Зависимость приведенного ко 

входу микросхемы напряжения 

шумов от напряжения питания 
при К, =0, [„р=0,9 мА 


и 
Ни 
jup- 
AEE 
ры 
10° 10° 10° 10° 108 107£fu +2 +4 0,8 


Зависимость коэффициента 


Зависимость напряжения сме- 
усиления напряжения от час- 


Зависимости максимального. вы- 
щения нуля от напряжения 


ходного напряжения от напряже- 
тоты при [„р=0,9 мА питания при [„р=0,9 мА ния питания при Г[.р=0,9 MA, 
К, =2 кОм 
Схемы включения 
+, 
pd ди T +3...+128 


АУ! 
[в 24074! 


2 
J 
T74 


Типовая ‘схема включения микросхем Принципиальная схема  бестрансформаторно- 
К1407УД1, КР1407УД1 (В„>1 кОм, С.<25 пФ) го микрофонного усилителя на микросхемах 
К1407УД1, КР1407УД! 


Ky U, Ab 
# KJ 
48 


E 


Принципиальная схема широкополосного инвертирующего усилителя на микросхемах К1407УД1 и 
КР1407УД1 (0), таблица значений емкостей коррекции (6) и частотные ‘ характеристики усилите- 
‚ ля а (К„>1 кОм, C, <25 пФ) 
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К1407УД2, КР1407УД2_ 


Микросхемы представляют собой програм- 
’ мируемые малошумящие операционные усили- 
тели. Выполнены на биполярных транзисторах 
с изоляцией элементов р-п переходом. Предназ- 
начены для применения в видеоусилителях. 

Корпус микросхемы КР1407УД? типа 
2101.8-1, К1407УД2 — типа 301.8-2 (см. 
К1407УД1, КР!1407УД1). Масса микросхемы 
в корпусе 2101.8-1 не более 0,7 г, в корпусе 
301.8-2 — не более 1,5 г. 


K1407942, КРЧ074Д2 +y, 


Назначение выводов: 

в корпусе 2101.8-1: 7 — коррекция 1 (баланс); 
2 — инвертирукяций вход усилителя; 3 — HEHH- 
вертирующий вход усилителя; 4— питание 
(—0.); 5—коррекция 2 (баланс); б— выход 
усилителя; 7 — питание (+U); 8 — ток управле- 
ния; | 

в корпусе 301.8-2: | — ток управления; 2— 
коррекция 1 (баланс); 3 — инвертирующий вход 
усилителя; 4 — неинвертирующий вход усилите- 
ля; 5— питание (—0,); б-—коррекция 2 (ба- 
ланс); 7 — выход усилителя; 8 — питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... +12 В 
Ток потребления при И, = +12 В, [„„=4 мкА, 
35-2" С. не более... ние 100 мкА 

типовое значение ................... ERNEA 60 мкА 


Нормированное напряжение шума при U, ,= 
= +12 В, /„,=4 MKA, А, =0, /=100 Гц, T= 


икс ме более... дельи, 15 иВ/ /Гц 
типовое значение ..................зеьььннь 12 нВ/. /Гц 


Максимальное выходное напряжение при И, = 


=+ 12 B, [„„=4 мкА. T= — 60... +857 С, не Me- 
Ен ... +10 В 
PODOS ЗНОЧЕЛИС: ааа ыы +11 B 
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Напряжение смещения при U,=+12 B, Lnp= 
=4 мкА: 


при .1'= k2 C, че OO nuina 5 мВ 
типовое значение ....... ини ни. 0,5 мВ 
при T= —60 и +85” С, не более ............ 10 MB 
Ее о О ВИ 2 мВ 
Входной ток при U„= +12 В, /„„=4 мкА, T= 
2 P - ие БОЛЬ „ани, 150 нА 
ТИиВОНОЕ Значение ли леьньныь 110 нА 
Разность входных токов при И, = +12 В, [= 
=4 мкА, T= +257 ÇC, ue более ........ 4... 50 нА 
типовое значение ............. у... лиилинини, AA 25 HA 
Коэффициент усиления напряжения при U = 
= +12 В, [„=4 МКА: 
при T= +25° С, не менее .................. или. 5. 10* 
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ Да ratsa 7. 10* 
при Т= —60 и +85° С, не менее ............ 2.10“ 
ТИНОВОС ЗВАНИЕ S aisiari diain 5. 10° 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений ‘при И, = +12 В, [„„=4 мкА, T= 
не © В”. о. ПЕ Е Те 70 дБ 

тивовое значение 2. диареи: 100 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения‘ 
при И„= +12 В, Г[.,=4 мкА, Т=+25° С, не 


с АЕ A N БАКИ И ИН ды 0,5 В/мкс 
тИПОВОе Значение"... iniata 1 В/мкс 
Частота единичного усиления при U, = +12 В, 
[пр=4 MKA, T= +25° С, не менее ............ 3 МГи 
типовое Значение синь 5 МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... аи КУЛ и, 
Максимальное входное синфазное напряже- 
а о A EA E +10 B 
Максимальное входное дифференциальное на- 
ее, ри РЕЗОВ ПОЙ РАН 2,5 В 
ТО Ен 20... 5000 мкА 
Минимальное сопротивление на- 

EPEN $. BOREN IEA ES V GE он МЕРЕ РИН 2 кОм 
Температура окружающей 

среды 


10 10° 10 10° Typ, "KA 


Зависимость тока потребле- 
ния от тока управления. 


Uu, 4 nB / У 
K И AP140742 


№ 102 10° Lor, MKA 


Зависимость приведенного ко Зависимость напряжения сме- 
входу микросхемы напряжения щения нуля от тока потребле- 
шумов от частоты при К, =0, ния при О. = +12 В 
[р =4 мкА 
Unn, В/У 


10 


1 
SEEE N 1 A M SES ег A E 


2 91 2 и 
10 10 10° Io, MKA 10 10° 10° lno, “KA 
Зависимость приведенного ко вхо- Зависимость коэффициента Зависимость р 
ду микросхемы напряжения шумов усиления напряжения от TO- усиления напряжения от на- 
от тока потребления при К, =0, ка потребления пряжения питания 
}=1 кГц 


Схемы включения 


10/55 10/55 R2100 


Выход 


RS 100 
= Выход 


U=t458 


Схема включения микросхем К1407УД2 и 
КР1407УД2 в режиме повторителя напряжения 


Принципиальная схема низковольтного зву- 
кового генератора-пробника на микросхеме 
К1407УД2 (/=1 кГц) 


i > 
Схема подачи тока управления: Rynp=(| AU |— 


упр 


Диапазон | RI, | R2, 
покой, мкА | ком | ком 


300 
50 
J0 
6 
1 9 


1 

5 

10 

50 

00 
Принципиальная схема микроамперметра и таб- 
лица сопротивлений резисторов, определяющих 

пределы измерения тока 


К1407УДЗ, КР1407УДЗ 


Микросхемы представляют собой програм- 
мируемые малошумящие широкополосные опе- 
рационные усилители с регулируемыми токами 
управления. Выполнены на биполярных тран- 


зисторах с изоляцией элементов р-п переходом. . 


Рассчитаны на работу с низкоомными источни- 
ками сигналов (от 100 до 10 кОм). Предназначе- 
ны для применения в видеоусилителях. 

Корпус микросхемы К1407УДЗ типа 301.8-2, 
КР1407УДЗ —типа 2101.8-1 (см. К1407УД1, 
КР1407УД1). Масса микросхемы в корпусе 
301.8-2 не более 1,5 г, в корпусе 2101.8-1 — не 
более 0,7 г. 


К1407УДА, KPIOTIAI. +u, 


Bananc 

`Вхой Выхоб 
+вход 4 
Ток 

управления 


Назначение выводов: 

в корпусе 301.8-2: 1[—ток управления; 2— 
‘коррекция | (баланс); 3 — инвертирующий вход 
усилителя; 4— неинвертирующий вход’ усилите- 
ля; 5 питание (—0,); б—коррекция 2 (ба- 
ланс); 7— выход усилителя; 8 — питание (+U, ); 

в корпусе 2101.8-1: / —коррекция 1 (баланс); 
2— инвертирующий вход ‘усилителя; 3 — неин- 
вертирующий вход усилителя; 4— питание 
(-0,); 5— коррекция 2 (баланс); б— выход 
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усилителя; 7— питание (+0,); 8— ток управ- 
ления. _ 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... +6 В 
Ток потребления при И, = +6 В, [„„„=60 мкА, 
ТГ='.+25° С, не более ............ ео. И 2 мА 

типовое значение: isisisi вьенаьньы 0,8 мА 


Нормированное напряжение шума при U, ,= 
= +6В, [„„=125 мкА, К,„=10 кОм, Е, =0, f= 
=i ГИ: 


при T= +25° С, не более ...............:; 3 иВ/. /Гц 
при T= —60 и +85° С, не более ..... 4 нВ/. / Гц 
типовое значение ..................еллнининье, 2 uB/ /Гц 


Максимальное выходное напряжение при U ,= 
= +6В, [„„=60 мкА, R,=2 кОм, Т=+25° С, 


ПО: АВ, а оли EE A EA +3 B 
типовое значение... иск або +4 В 
Напряжение смещения нуля при U, = +6 В, 
[р=60 мкА, Т=+25° С, не более ......... 5 мВ 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ... дань 0,5 мВ 
Входной ток при U„= +6 В, Г„„=60 мкА, T= 
54-25 С. Ве БОЕ: иен: 5 мкА 
типовое’ значение ............ длины 1 мкА 
Разность входных токов при И, = +6 В, [= 
=60 мкА, Т=+25° С, не более ............. 1 мкА 
ТИПОВОС: ЗНАЧЕНИЕ... иены 0,05 мкА 


Коэффициент усиления напряжения при U, ,= 


= +6В, [„„=60 мкА: 
при Т=+25° С, не менее ..............шшениььниь 104 
типовое значение .................: s etioeesossseeses. 2.10* 
при Т=—60 и +85°С, не менее ... 0,8 -10* 
типовое Значение ....'.._... д еацьнаньь 1,5 -104 


° Коэффициент ослабления синфазных входных 


напряжений при И, = +6 В, [„„=60 мкА, T= 
жи -- 2956, 0; МОНО: A EN NAE 76 дБ 

ТИНОВОе Значение... вина косе зеворава 100 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при U„=+6 B, [„›=60 мкА, Т=+25° С, не 
МЕНЕ О: ооо ьвья 5 В/мке 

типовое значение .............. и иьиининьининь 10 В/мкс 
Температурный дрейф напряжения смещения 


нуля при U,=+6 B, Inp= +60 мкА, T= 
= —60... +85° С, не более ............... 20 mkB/° С 
тицовое Значение ............... „ие оееноньнье 5 мкВ/° С 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................... +2... +12 В 


‚Максимальное входное дифференциальное на- 
ИЕ аа +2,5 В 
Максимальное входное синфазное напря- 
с О В НЕ ЖИВ ЗВАНИЕ ХЕ ВИА |U, —1,5| В 
Максимальный ток нагрузки ................. 2,5 мА 
Ток. Управления... лье иманиччь 10... 150 мкА 
Температура окружающей 

ПЕ СННАН Я СВО РУ — 60... +85° С 


Uu,» n8 /УГи Тот, МА | 


2% 


Г KIOTIGI КРУ 
4 ЕЕ 15 
4 ~n j 
ja $ 
O 0 Ш 1000 О 0 
Зависимости приведенного ко вхо- Зависимости тока потреб- Зависимость напряжения сме- 
ду микросхемы напряжения шумов ления от напряжения пита- щения нуля от напряжения 
от частоты при различных значе- ния при различных значе- питания при [„„=60 мкА 
ниях тока управления ниях тока управления 


U boix, тах ? 5 
KIOTINI, ПРАОИДЯ 


0 +93 +6 +9 +#R2U,B -0 -2 ``20 60 01° - -60 -20 20 60 1075 
Зависимости коэффициента уси- Зависимость входного тока от Зависимости максимального 
ления напряжения от напряже- температуры окружающей сре- выходного напряжения от 
ния питания при различных зна- ды при [„р=60 мкА температуры окружающей 

чениях тока управления среды 


pE 


03° 10% 10 a A. № ПМ. М LNA 


Зависимость коэффициента усиления напряже- Амплитудно-частотные характеристики усилите- 
ния от частоты при [„р=60 мкА ля на микросхемах К1407УДЗ, КР1407УДЗ при 
| A различных значениях тока управления 
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Схемы включения 


Схема включения микросхем 
К1407УДЗ и КР!1407УДЗ с xom- 
пенсацией напряжения смещения 

(В, >3 кОм, К, и> 100, 
R3R, ./(КЗ+К,.)=К, где К,.— 
сопротивление цепи обратной свя- 
зи) 


упр (10.156 мкА) +U (+2,2..+128) 


Выход 


о a 
т U, (2.-128) 


Схема подачи регулирующего напряжения на 
микросхемы 
К1407УДЗ и КР1407УДЗ (1„„=(20,-—0,7) / Вир; 
К1<100 кОм; К, <10 кОм) 


R2 10x 


f2 
enoras 82-278 
9) 


Схемы включения микросхем К1407УДЗ и 
КР1407УДЗ при различных значениях K, v, 
обеспечивающие максимальную полосу пропус- 
кания при минимальной неравномерности АЧХ: 
а—К,и=10, [„р=100 мкА; б—К,и=100, [›=100 мкА 


КФ1407УД4 


Микросхема представляет собой четырехка- 


нальный операционный усилитель с понижен- 


ным уровнем шумов. Выполнена на биполяр- 


ных транзисторах с изоляцией элементов p-n 
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Схема включения начально- 

го источника тока микросхем 

К1407УДЗ и КР1407УДЗ при 
Кур = (2 =: 0,7) [I упр 


11407945 11407905 
KPIOTYNI 3 гой 
7 8 
8х0д 7 


Выхоб Вой 


Схема включения микросхем 

К1407УДЗ и КР!407УДЗ с 

генератором начального то- 
ка 


переходом. Обеспечивается возможность управ- 
ления статическими, динамическими и шумовы- 
ми характеристиками с помощью внешних 
элементов. Предназначена для применения в 
тракте воспроизведения и записи звука в мало- 
габаритной аппаратуре с автономным пита- 
нием. 

Корпус типа Ф08.16-130. Масса не более 1 г. 


08. 15-130 


К$14074Д4 


№014073Д4 


Функциональный состав: I, II, Ши IV— one- 
рационные усилители 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
каналов соответственно. — 

Назначение выводов: 1— неинвертирующий 
вход 1-го канала (+); 2— инвертирующий вход 
1-го канала (—); 3— выход 1-го канала; 4, 
5— питание (—0,); б—выход 2-го канала; 
7 — инвертирующий вход 2-го канала (—); 8— 
неинвертирующий вход 2-го канала (+); 9— ne- 
инвертирующий вход 3-го канала (+); 10— ин- 
вертирующий вход 3-го канала (—); 11 — выход 
3-го канала; 12— ток управления; 13 — питание 
(+U); 14— выход 4-го канала; 15 — инверти- 
рующий вход 4-го канала (—), 16 — неинверти- 
рующий вход 4-го канала (+). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... +1,5 В 
Ток потребления (общий) при И = +1,5 В, 


[р=20 мкА, К,„=2 кОм, U, =0: 
npa T= +25” С, ne. бое... 2 мА 
ТИПОВОС Значение... дели вессьнья 0,7 мА 


при Т=-—10 и +70° С, не более .... 2,5 мА 


Нормированное напряжение шума при U, = 


= 41,5 В, 1[Г,›=20 мкА, К,=0, /=10 кГц; 
при Т=+25° С, не более .......:.;.... 7,5 нВ//Гц 
типовое значение ..................ннинишни 5,0 uB/,/Tu 
при T=—10 и +70° C, не 6o- 
лее.......:... Ее" 10 нВ//Гц 
типовое значение .................... BERA 6,0 uB/,/Tu 


Максимальное выходное напряжение при U n” 


= +1,5 В, [„›=20 MKA, К,„=2 кОм, не менее: 
а TEF НИ АИТ n + 0,65 В. 
при Т=-10 и +70°С..................... +0,55 В 
Напряжение смещения нуля при И, = 1,5 В, 
[ир=20 мкА, Т=+25° С, не более ......... 5 мВ 
типовое значение ......... Ле. ильволаьье 1,5 мВ 
Входной ток при И, = +1,5 В, [„„=20 мкА: 
при Т=+25°С, не более .................... 2 мкА 
ТИНОВОЕ ЗНаЧеНИЕ „а аыыиниьо 0,5 мкА 


К другим 
каналам 


при Т=-10 и +70°С, не более ... 2,5 мкА 
Разность входных токов при U = + 1,5 В, [= 
= +20 мкА: 

при Т=+25°С, не более ................. 0,5 мкА 

типовое значение ..................неньнилици 0,06 мкА 

при T=—10 и +70° С, не более ...... 1 мкА 
Коэффициент усиления напряжения при И, = 


= a 1,5 B, I np = 20 МКА: 
-при Т=+25°С, не менее.....................;е. 3000 
ТИНОВОе Значение лью 4000 


при Т=-—10 и +70° С, не менее ........ 2000 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при 0О„= +1,5 В, Г„„=20 мкА, T= 
mt С. ие Ме... ке ыы 70 дБ 
Частота единичного усиления при U = + 1,5 В, 
[ир=20 мкА, T=+25° С, не менее ...... 1 МГц 

ТЫПОВОе ЗНаАченяе“....... ен aeea 3 МГи 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при („= +1,5 В, [›=20 мкА, К=-—10, T= 
=+25° С, не менее ................. Вы 1 В/мкс 

ТИПОВОС ‘Значение ...... 5: данные 3 В/мкс 


Коэффициент разделения каналов при И, = 
= +1,5 В, Г„›=20 мкА, Т=+25° С, типовое 
значение 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............... Е 15... +6 В 

Максимальное входное дифференциальное Ha- < 

PONOC: о аль + 2,5 В 

Максимальное входное синфазное напря- 
Тот, МА 


0 +0 t4 


Зависимости тока потребления 
от напряжения питания при раз- 
_ личных значениях тока управ- 
ления 


Uu, H? ив/УТи 


812220 
НЕЕ 


10° 0’ 10? 10° 0% 


Зависимости приведенного ко 

входу микросхемы напряжения 

шумов от частоты при раз- 

личных значениях тока управ- 
ления 


Зависимости коэффициента уси- 

ления напряжения от частоты 

при различных значениях тока 
управления 


e i r 


t6 t8U,B ETT 


Зависимость коэффициента уси- 

ления от напряжения питания 

при различных значениях тока 
управления 


от: о Л АРИЯ Ве ПОЗЕ Ве |U —1,5| В 
Максимальный ток нагрузки любого Ka- 
И о лома 2,5 мА 
Ток: управления r hieerirtian tisasari 5... 100 мкА 
Температура окружающей 

ОБН ры E ET ETS —10... +70° C 


Примечание. Допустимое значение стати- 
ческого потенциала 200 В. 


tE +60,8 0 20 40 60 Inap, мкА 

Зависимость тока потребле- 

ния от тока управления при 
(= + 1,5 В 


Зависимость коэффициента: 

ослабления напряжения син- 

фазного сигнала от напря- 
жения питания 


10! 10? 103 10% 107 0828 


Схемы включения 


КФ4074Д4 +0, 


Схема включения источника тока управления Принципиальная схема микромощного Mac- 
при однополярном питании штабного усилителя. 


1,47 


Принципиальная схема предварительного уси- | 
лителя для микрофона 


Принципиальная схема предварительного уси- 
лителя кассетного магнитофона 


Тип микросхемы 


К142ЕН1 
_ К142ЕН2 
К142ЕНб 
K142EH8A 
K142EH85 
K142EN8B 
K142EH9A 
K142EH9B5 
K142EH9B 
К174АФ1 
К174АФ5 
К174ГЛ1 
К174ГЛ1А 
К174ГЛ2 
К174КП1 


К174ПС1 
К174УК1 
К174УН7 


К174УН9 

К174УН10 
К174УНИ 
К174УН12 
К174УН13 


К174УН14 
К174УН15 
К174УП] 


К!74УР1 
К!74УР2 
У174УР4 


= К174УР5 


К174УР7 
К174ХА2 
К174ХАЗ 
К174ХАб 
К174ХА8 


К174ХА9 


К174ХА10 


К174ХА11 
К174ХА12 


К174ХА15 


К174ХА16 
К174ХА17 


К174ХА20 


К175УВ4 
КР1Э8НТ!1 
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Приложение 1 


Таблица П1 


Отечественные микросхемы и их зарубежные аналоги 


Функциональное назначение Зарубежный аналог 


Стабилизатор напряжения иА723С 
» цА723С 

Двуполярный стабилизатор напряжения $01501 

Стабилизатор напряжения (9 В) SG7808K 
Стабилизатор напряжения (12 B) 4 SG7812K 
Стабилизатор напряжения (15 B) SG7815K 
Стабилизатор напряжения (20 B) SG7818K 
Стабилизатор напряжения (24 B) 528} SG7824K 
Стабилизатор напряжения (27 B) LAS 1528 
Схема синхронизации генератора строчной развертки TBA920 


R-G-B-Marpuna цветовых сигналов с фиксацией уровней | TBA2530 


Генератор кадровой развертки | TDA1170 
To xe | ТРА1270 
) | «» ТЕА1120 
Аналоговый мультиплексор на четыре двухканальных 

входа и один выход-в каждом канале TDA1029 
Двойной балансный преобразователь частоты 5042 


Схема регулятора яркости, контрастности, насыщенности| ТСА660 
Усилитель мощности НЧ (4,5 Вт) 


| А210К 
Усилитель мощности НЧ (5 Вт) TCA940 
Электронный регулятор тембра ТСА740А 
Усилитель мощности НЧ (15 Вт) ТрА2020 
| Электронный регулятор громкости и баланса ТСА730А 


Универсальный усилитель для аппаратуры магнитной | ТРА1002 
записи 

Усилитель мощности НЧ (4,5 Вт) ТРА2003 
Двухканальный усилитель мощности НЧ (2х 6 Вт) TDA2004 
Усилитель яркостного сигнала и устройство электронной | TBA970, A270 
регулировки размаха выходного сигнала, привязки и ре- 

гулировки уровня черного 

УПЧ ЧМ, ЧМ-демодулятор, предварительный УНЧ ТВА1205 
УПЧ канала изображения TDA440 
УПЧ ЧМ, ЧМ-демодулятор, предварительный УНЧ 
УПЧ канала изображения, видеодетектор и устройство |ТОА2541 
обработки видеосигнала -| А241 
Экономичный тракт обработки ЧМ-сигнала с низкой my TCA770 
Многофункциональная микросхема призивотЬ АМ-тракта| ТСА440, A244 
Компандерный шумоподавитель МЕ545В 
Многофункциональная микросхема приемного ЧМ-тракта ТРА1047 
Сдвоенный синхронный демодулятор цветовой поднесущей 

для систем СЕКАМ и ПАЛ ТСАб650 
Предварительный усилитель-ограничитель сигналов цвет- 

ности для работы в системе СЕКАМ и в двухсистемных 

устройствах ПАЛ-СЕКАМ - ТСА640 
Многофункциональная микросхема радиоприемного AM- | ТРА1083 

ЧМ тракта 

БИС синхронизации цветного телевизионного приемника | ТОА2593, A255 
Универсальная ВЧ-система ФАПЧ с замкнутым контуром NE561 
обратной связи 

Многофункциональная микросхема для УКВ блоков радио-| TDA1062 


приемных устройств 
Декодер сигналов цветности системы CEKAM TDA3520 


Устройство обработки демодулированных цветоразност- ТРАЗ501 


ных и яркостных сигналов 
Многофункциональная микросхема МА для построения |ТРА2000А 
селекторов каналов телевизионных приемников 

ВЧ усилитель-преобразователь САЗ005 
Транзисторная сборка из пяти п-р-п транзисторов UGHH 


TBA810, TBA8105, 


К538УН1 
К548УН1] 
К572ПА1 
К572ПА2 


_ К5721В1 
К572ПВ2 


К574УД] 
К574УД2 
KP590KT1 
KP590KH1 
KP590KH2 
KP590KH3 
KP590KH4 
КР59ОКН5 


KP590KH6 
KP590KH7 


KP590KH8 
K10030111 
KM100301N2 
КР1005ПС! 
КР1005ПС2 
КР1005УЛ1 
KP1005XA1 
KP1005XA2 
KP1005XA4 
KP1005XA5 
KP1005XA6 

`КР1!005ХА7 
КР1005ХА8 
КР1006ВИ1 
К!100СК2 
К!107П0В1 
K1107IIB2 
K1107I1B3 
К!108ПА1 
К!108ПВ1 
К1108 ПП! 
K1109KT2 


K1113IIB1 
К1407УД2 


Продолжение таблицы ПП 


Тип микросхемы Функциональное назначение Зарубежный аналог 


Малошумящий предварительный УНЧ LM382 
Спаренный малошумящий предварительный УНЧ LM381 
10-разрядный умножающий ЦАП AD7520 
12-разрядный ЦАП с функцией записи и хранения циф-| AD7545 
ровой информации 

АЦП на 12 двоичных разрядов AD7570 
Интегрирующий АЦП на 3,5 десятичных разряда c BbIxo-|JC7101 
дом на семисегментный индикатор | 
Быстродействующий ОУ AD513 
Сдвоенный быстродействующий ОУ °’ |Т1083 
Четырехканальный МОП-коммутатор с устройством уп- | AD7519 
равления 

Восьмиканальный МОП-коммутатор с дешифратором 3708 
Четырехканальный МОП-ключ с устройством управления Н11800 


' | Восьмиканальный (4х2) аналоговый коммутатор с дешиф-! H1509 


ратором 

Четырехканальный аналоговый ключ с устройством уп- | Н15043 
равления 

Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | Н1201 
управления (однополюсное включение) 

Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифратором Н1508А 
Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | Н15046 
управления (двухполюсное включение) 

Четырехканальный аналоговый ключ с повышенным быст-| 5000 
родействием (однополюсное включение) 

Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания стол- ЧАА180 
бика на шкале из 12 светоизлучающих диодов ` |911980 
Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания од- | (АА170 
ного из 16 светоизлучающих диодов на шкале 011970 
Формирователь опорной частоты для преобразования сиг-| АМ6371 


.|нала цветности 


Формирователь опорной частоты кадров AN6342 
Предварительный усилитель видеосигналов AN6320 
Автоматический регулятор частоты вращения вала элек-| AN6341 
тродвигателя постоянного тока 

Автоматический регулятор средней частоты вращения вала! AN6350 
электродвигателя блока видеоголовок 

Усилитель яркостного сигнала в канале записи видео- |АМ6310 
магнитофона 

Устройство обработки яркостного сигнала B канале | AN6332 
воспроизведения видеомагнитофона 

Устройство обработки цветового сигнала и выделения |АМ6360 
сигнала цветовой синхронизации видеомагнитофона 
Формирователь строчных импульсов и генератор поднесу- АМ6362 
щей частоты 

Многофункциональная микросхема ФАПЧ с разомкнутой XR-S200 
цепью управления ГУН 


Времязадающее устройство (таймер) МЕ555, LM555 
Устройство выборки и хранения аналогового сигнала LF-398 
Сыстродействующий ALTI TDC1014 
Восьмиразрядный АЦП | TDC1007 
Шестиразрядный АЦП счастотой квантования 50... 100 МГц! SDA5020 
Быстродействующий прецизионный ЦАП H1562 

To xe TDC1013J 
Прецизионный преобразователь напряжение — частота — |VFC-32KP 
напряжение 

Коммутатор тока ULN2001A 
АЦП на 10 двоичных разрядов AD571KD 
Программируемый малошумящий ОУ LM4250 
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Приложение 2 | 


Таблица П2 
Указатель типов микросхем по функциональному назначению 


Функциональное назначение Тип микросхемы Страница 


Аналоговые ключи, переключатели 


Аналоговый переключатель K143KT1, КР14ЗКТ! г. | 
Последовательный прерыватель К162КТ1, KP162KT1 79 
Двухканальный аналоговый мультиплексор на четыре | К174КП1 | 94 
входа и один выход в каждом канале | 
Восьмиканальный МОП-коммутатор с дешифратором |К590КН1, KP590KH1 249 
Четырехканальный МОП-ключ с устройством управ-| К590КН2, КР59ОКН2 251 
ления 

Восьмиканальный (4х2) аналоговый коммутатор с де-|К590КНЗ, КР59ОКНЗ 233: 
_ шифратором 

Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | К590КН4, КР59ОКН4 256 
управления | 
Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | K590KH5, KP590KH5 258 
управления (однополюсное включение) 

Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифра- |K590KH6, KP590KH6 261 
тором 

Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | K590KH7, KP590KH7 263 
управления (двухполюсное переключение) 

Четырехканальный аналоговый ключ с повышенным | К590КН8А, KP590KH8A . 265 


быстродействием (однополюсное включение) для ком- 

мутации напряжения —10... +10 В 

Четырехканальный аналоговый ключ с повышенным | К590ОКН8Б, КР59ОКН8Б 265 
быстродействием (однополюсное включение) для управ- 

ления микросхемами К59ОКН8А, КР5ЭОКН8А 


Двухканальный аналоговый ключ с устройством управ-|К590КН9, KP590KH9 268 
ления (однополюсное включение) 

Четырехканальный МОП-коммутатор с устройством | KS590KT1, KP590KTI1 270 
‚ управления 

МОП-ключ КР1014КТТА —КР1014КТ1В 304 
Семиканальный ключ для управления приборами ото-|К1109КТ2 337 
бражения информации 

Семиканальный ключ для управления приборами ото- К1109КТ21 —К1109КТ24 339 
бражения информации 

Восьмиканальный ключ для управления приборами ото-К1109КТ61 —К1109КТ65 342 


бражения информации 
Операционные усилители 


Операционный усилитель средней мощности К157УД1 55 

Двухканальный операционный усилитель К157УД2 59 

Быстродействующий операционный усилитель К574УДТА —К574УД1В, 245 
КР574УД1А — КР574УД1В 

Двухканальный  быстродействующий = операционный | К574УД2А, К574УД?Б, 247 

усилитель КР574УД2А, КР574УД2Б 

Четырехканальный операционный усилитель = К1401УД1 354 

Четырехканальный операционный усилитель К1401УД?2 356 

Четырехканальный управляемый операционный ycam- | К1401УДЗ 356 

тель 

Малошумящий широкополосный операционный усили-К1407УД1, КР1407УД1 363 

тель 

Программируемый малошумящий операционный ycam- К1407УД2, КР1407УД2 366 

тель 

Программируемый малошумящий ` широкополосный К1407УДЗ, КР1407УДЗ 368 

операционный усилитель 

Четырехканальный операционный усилитель с пони- | КФ1407УД4 370 


женным уровнем шума 


Усилители низкой частоты 
Двухкаскадный усилитель постоянного тока К!18УН1А — К118УН1Д 24 
Каскодный усилитель К118УН2А — К118УН2В 27 
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Трехкаскадный предварительный усилителы К157УН1ТА, К157УН1Б 
низкой частоты 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН4А, К174УН4Б 
выходной мощностью 1 Вт 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН7 

выходной мощностью 4,5 Вт 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН9А, К174УНУБ 
выходной мощностью 5 Вт 

Электронный двухканальный регулятор тембра высших К174УН10А, К174УН10Б 
и низших звуковых частот 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН11 

выходной мощностью 15 Вт 

Электронный двухканальный регулятор громкости и|К174УН12 

баланса каналов 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН14 

выходной мощностью 4,5 Вт . 

Двухканальный усилитель мощности низкой частоты © К174УН15 

выходной мощностью 6 Вт в каждом канале 

Двухканальный усилитель низкой частоты для стерео-|К174УН17 

телефонов 

Двухканальный усилитель низкой частоты с номиналь-| К174УН18 

ной выходной мощностью 1 Вт 


Универсальный линейный усилитель КР198УН1А — КР198УН1В 

Малошумящий универсальный усилитель К538УН1 

Малошумящий низковольтный усилитель К538УН2, КР53З8УН2 

Сверхмалошумящий широкополосный усилитель К538УНЗА, К538УНЗБ, 
КР538УНЗА, КР5З8УНЗБ. 

Двухканальный малошумящий усилитель К548УН1А —К548УН1В 


Малошумящий усилитель низкой частоты для слухо- | К548УН2 
вых аппаратов 

Специализированная микросхема для высококачествен- | KP548Y H3 
ных слуховых аппаратов 


Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 


К572ПА1А —К572ПА1Г 
К572ПА2А —К572ПА2В 


Умножающий цифро-аналоговый преобразователь 
12-разрядный умножающий цифро-аналоговый преобра- 
зователь 
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь после- К 572 ПВА —К572ПВ1В 


довательных приближений 

Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь на| К572ПВ2А —К572ПВ2В, 
3,5 десятичных разряда с выходом на семисегментный КР572ПВ2А —КР572ПВ2В 
светодиодный индикатор 

Быстродействующий  шестиразрядный параллельный | К1107ПВ1, КР1107ПВ1 
аналого-цифровой преобразователь 

Восьмиразрядный параллельный аналого-цифровой пре-К1107ПВ2 

образователь 

Шестиразрядный параллельный р aporo npe- | К1107ПВЗА, КМ1107ПВЗА 
образователь с частотой` квантования 100 
Шестиразрядный параллельный ainor nopo npe- | К1107ПВЗБ, КМ1107ПВ3Б 
образователь с частотой квантования 50 МГц 

12-разрядный прецизионный быстродействующий циф- | К1108 ПАПА, К1108ПА1Б 
ро-аналоговый преобразователь 

10-разрядный прецизионный быстродействующий функ-|К1108 ПВА, К1108ПВ1Б 
ционально законченный аналого-цифровой преобразо- | 
ватель последовательного приближения 

Прецизионный преобразователь напряжение — частота 
напряжение 

10-разрядный функционально законченный аналого- 
цифровой преобразователь последовательного прибли- 
жения 

Сверхбыстродействующий восьмиразрядный цифро-ана- 
логовый преобразователь 


кот, КР!108 ПП! 
К1113ПВ1А — K1113IB1B 


К1118ПА1, КМ1118ПА1 


105 
106 
108 
110 
114 
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`Микросхемы для аппаратуры видеозаписи 


Формирователь опорной частоты для преобразования | КР1005ПС1 277 
сигнала цветности 

Делитель частоты с программируемым коэффициентом КР10051Ц1 279 
деления ` 

Формирователь опорной частоты кадров КР10051Ц2 281 
Предварительный усилитель видеосигналов КР1005УЛТА, КР1005УЛ1Б 282 
Автоматический регулятор частоты вращения вала | КР1005ХА1 285 
электродвигателя постоянного тока 

Автоматический регулятор средней частоты вращения | КР1005ХА2 286 
вала электродвигателя блока видеоголовок 

Усилитель яркостного сигнала в канале записи видео- | КР1005ХА4 288 
магнитофона 

Устройство обработки яркостного сигнала в канале | КР1005ХА5 290 
‘воспроизведения видеомагнитофона 

Устройство обработки цветового сигнала и выделения | КР1005ХА6 293 
сигнала цветовой синхронизации видеомагнитофона | 

Формирователь строчных импульсов и генератор под- | КР1005ХА7 295 


несущей частоты 
Микросхемы для телевизионных устройств 


К174АФ1 82 
К174АФ4 85 
К174АФ5 87 


К174ГЛ1, К174ГЛЛА 89 
К174ГЛ2 91 


К174УК1 102 
К174УП1 133 


Устройство синхронизации генератора строчной раз- 
вертки телевизионного приемника 

Е-(-В-матрица цветовых сигналов и регулятор HBe- 
товой насыщенности 

Е-С-В-матрица цветовых сигналов и устройство фик- 
сации уровня черного и баланса белого цветов 
Генератор кадровой развертки 

Генератор кадровой развертки для черно-белых и цвет- 
ных кинескопов 

Регулятор яркости, контрастности, насыщенности и фор- 
мирователь зеленого цветоразностного сигнала 
Усилитель яркостного сигнала и устройство электрон- 
ной регулировки выходного сигнала, привязки и регули 
ровки уровня черного 

Усилитель-ограничитель ЧМ-сигнала, демодулятор и 
предварительный усилитель низкой частоты 

‚УПЧ канала изображения. 

Усилитель-ограничитель ЧМ-демодулятора и предвари 
тельный УНЧ с АРУ 

УПЧ канала изображения с АРУ, видеодетектором и 
устройством обработки видеосигнала 
Широкополосный усилитель для компенсации потерь 
в пьезофильтрах УПЧ канала изображения 
Одноканальный синхронный демодулятор цветовой 
поднесущей для сигналов, кодированных по системе 
СЕКАМ 

Сдвоенный синхронный демодулятор цветовой подне- 
сущей для систем ПАЛ и СЕКАМ 

Предварительный усилитель и ограничитель сигналов | К174ХА9 166 
цветности для работы в системе СЕКАМ и двухсистем- 
ных телевизорах ПАЛ-СЕКАМ 

Устройство синхронизации генераторов строчной и кад- 
ровой разверток и канала цветного изображения 
Декодер сигналов цветности системы СЕКАМ 
Устройство обработки демодулированных цветоразност- 
ных и яркостных сигналов 

Многофункциональная микросхема для селекторов кана- 
лов телевизионных приемников 


378 


К174УР1 135 


К174УР2 . 137 
К174УР4 142 


К174УР5 1-5} 
К174УР10 149 
К174ХА1] ° 150 


K174XA8 j 163 


K174XA11 174 


K174XA16 186 
K174XA17 188 


K174XA20 191 
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Микросхемы для аппаратуры магнитной записи и воспроизведения звука 


Двухканальный двухполупериодный выпрямитель сред-|К157ДА1 

него значения сигналов для управления приборами 

индикации средних уровней записываемого сигнала 

Двухканальный предварительный усилитель воспроиз- | К157УЛ1А; К157УЛ1Б 
ведения 

Двухканальный микрофонный усилитель и двухканаль- | К157УППА, К157УП1Б 
ный предварительный усилитель записи 

Двухканальное пороговое устройство управления при- | К157ХП] 

борами индикации пиковых уровней записи с выпрями- 

телем для системы АРУЗ 

Стабилизатор напряжения с электронным управлением! К157ХП2 

и элементы генератора токов`стирания и подмагничи- 

вания 

Адаптивный противошумный процессор, действующий | К157ХПЗ 

по принципу динамической фильтрации 


Компандерный шумоподавитель К174ХАЗА, К174ХАЗБ о 


Универсальный усилитель | К174УН13 


Микросхемы для радиоприемников 


К174ПС1, КФ174ПС1 
К1741С4 


Двойной балансный преобразователь частоты 
Двойной балансный преобразователь частоты 


Усилитель-ограничитель, ИМ-демодулятор и предва- | К174УР3З 
рительный УНЧ 

Экономичный тракт обработки ЧМ-сигнала с низкой | К174УР7 
промежуточной частотой 

Многофункциональная микросхема приемного АМ-|К174ХА2 
тракта | 
Многофункциональная микросхема тракта ПМ-ЧМ | К174ХА6 
радиоприемного. устройства 

Многофункциональная микросхема — радиоприемного | К174ХА10 
АМ-ЧМ тракта 

Многофункциональная микросхема для УКВ блоков | К74ХА15 


радиоприемных устройств 

Универсальный высокочастотный усилитель-преобра- 
зователь 

УПЧ с АРУ и амплитудным детектором 

Детектор АМ-сигнала и детектор АРУ с УПТ 
Широкополосный усилитель ` 

Универсальный усилитель на основе дифференциаль- | К175УВ2А, К175УВ2Б 
ного усилителя 

Универсальный экономичный широкополосный усилитель К175УВЗА, К175УВЗБ 
Усилитель-преобразователь высокой частоты на основе К175УВ4 
дифференциального усилителя 


157ХА1А, К157ХА1Б 


К157ХА2 
К175ДА1 
К175УВ1А, К175УВ1Б 


Микросхемы для синтезаторов частот 


Высокочастотный делитель частоты с постоянным | КМ193ИЕ! 
коэффициентом деления 2 | 
Высокочастотный делитель частоты с программируемым КМ193ИЕ? 
коэффициентом деления 10/11 

Маломощный делитель частоты с программируемым | КМ193ИЕЗ, КР19ЗИЕЗ 
коэффициентом деления 
Маломощный делитель частоты с постоянным коэф-|КМ193ИЕ4, КР19ЗИЕ4 
фициентом деления 32 

Высокочастотный делитель частоты с постоянным коэф- КМ193ИЕб, КР19ЗИЕб 
фициентом деления 64 и 

Сверхвысокочастотный делитель частоты с коэффи- | К19ЗИЕ7 

циентом деления 4 


53 
62 
66 
71 
72 
74 


156 
120 


139 


203 
205 
208 


208 


209 
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оны для управления + ебыынвамаы индикации 


кодовый преобразователь для высвечивания | К1003З ПП 273 
столбика на шкале из 12 светоизлучающих диодов | 

Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания од- К1003ПП2 275 
ного из 16-светоизлучающих диодов на шкале 

Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания | К1003 ПЗ 276 


одного из 10 светоизлучающих диодов на шкале 


Микросхемы для кино- и фотоаппаратуры 


_Логарифмический преобразователь с суммирующим | К1112 ПП 343 
усилителем, стабилизатором напряжения и источнико 

опорного напряжения 
Устройство определения баланса электрического моста| К1112П12 344 
с устройством индикации 


Микросхемы различного назначения 


Однокаскадные дифференциальные усилители постоян- | К118УД1А —К118УД1В 22 
ного тока 
Сборка из двух n-p-n транзисторов (базовая схема | КР15ЭНТ1А — KP159HT1E 76 
дифференциального усилителя) 
Матрица из пяти n-p-n транзисторов KP198HT1A, KP198HTI1B, 211 
Матрица из четырех n-p-n транзисторов ‚ КР198НТ?Б, 

‚ КР198НТЗБ, 
Матрица из трех п-р-п транзисторов ‚ КР198НТ4Б 
Матрица из пяти p-n-p транзисторов i КР198НТ5Б, 213 
Матрица из четырех р-п-р транзисторов КР198НТ6бБ, 

КР198НТТБ, 

Матрица из трех р-п-р транзисторов ‚ КР19Э8НТ8Б 
Многофункциональный дифференциальный усилитель KP198YT1A, KP198YT1B 216 
Времязадающее устройство (таймер) КР1006ВИ1] 306 
Устройство выборки и хранения аналогового сигнала | К1100СК2, КР1100СК2 308 
Устройство управления импульсными источниками вто-К1114ЕУЗ 349 


ричного электропитания 
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Приложение 3 


УКВ-ЧМ приемный тракт 


блок обработки ЧМ-сигнала 


Хилитель-преобра 


Структурные схемы некоторых видов = 
радиоэлектронной аппаратуры 


т - eren DERRER AS 
3obamene частоты | 2b; тектор 


К/Т КАТ 
А174101 
К174 164 


K174YP3 
K174XA10 


KIOO3NN, KMIOOZNNZ, 
KI0O3NNZ 


ДВ-СВ-КВ приемный АМ-тракт 


484 u пердий преодразо-| | Блок обработки АМ-сигнала 
ПЕТЕЛЬ ЧАСТОТЕ na 
Второй npeoi АМ-бете 


А МЕ: 


KISIXA1I, K1754B4 [119742 


^17%ХА2, K174XA10 
Kirsan | ИТ 
Магнитофон 


@ 
INY 


Микрофонный| Npedbapu- | iljynonoĝða+0KONeYHboiù 
174415 | 
KISTYNT | КУ74ХАЗ | K157442 


1979 | KISIXNS | K5T4YA1 
kisiyi K1407942 


ИТЦ 
АУ4ВУИТ 
Kóð8yhí 


1598915 
K1579N2 


(#15741?) 
УД 

№0742 
#40745 
Ч 


Konnymamop Генератор |Tenepamop nol- 
49608 стирания | магничийания 


KITXN2 | 
© | 1/77 АТО 7ХИ2 
= EFIRU K1T4YNT 


Структурная схема 
магнитофона с указанием 


K174XA14 


; 


Ycunumeno 
мощности 
Блок электронных 


регулировок | | K1749H15 | 
громкости, 174118 
баланса 


20х11 749114 
17749112 АНИ 


РИЧИ { 
Д«АТИЧНТ | 

переключатель 

KIIRNI 


KIENS 
KI2ENB(A-T) 
KI2EHI(A-T) 


Структурная. схема радиоприемни- 
ка АМ- и ЧМ-сигналов с 
указанием типов микросхем, 
применяемых в каждом 
функциональном узле 


Cmabunusamop 
напряжения 


Уилитель воепроизёебения 


Прей?аритель) Шутотода-|днонечный 
усилитель | тель | усилитель 


- K1T4YATI K1749H17 


K15741 { 
KITY? 
d ^174ХАЗ | K157UH1 
BOINI | krsrynz | КУН = ( 
KS4BYIHI KEIYHIS 
KITY 


ypobna записи 

- КТДАТ 
Кети O 
АОЗТ! и 


#100812 
100919. 


‘типов микросхем, применяемых в каждом функциональном узле 
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Выходной вибро 
Усилитель Г 
(бискретные f 


Yny 
m He 
| приборе!) 
Селектор -Yny a i | ия ra ; 
4lemoðoŭ uðeo- 
TB каналой изображения unpopnayuu сигналов 


Гинхронизация Выходной 
"i Кадровая каскад . 
строчная развертка строчной 
раздертка разбертки 


1. Селектор Cun- 


Yceunumeli 


/ бпознавание |1, Yeunumena |1. Регулятор 1. Генератор 


1. 959 МВ 1 гилитель NY | 1 Чвилитель-0г- 


2. Смеситель МВ |2. Демодулятор | раничитель | и цветовая | мощности Hy | „ ЯРКОСТи xpounnynocol лилообразноге — мощности 
3 АРУ 2. ЧМ-бемодуля-| синхронизация | 2. Защита от | 2. enamp — |2. Tenepamop |. напряжения 
4 АРУ на селек-| mop 2. Декодер перегрузок 2. Усилитель 
mop ТВ kana- |д. Предварил. CEKAM защита om мощности 
ő. Amoy МВ-ДМВ| nob yhy J. Денодер ПАЛ | nepeepeĝa 


6. Смеситель 4. Регулятор 


4MB ный громкости `уробня черного |4 ANY u P 
7. Гетеродии |5. Адтоподетрой 5. Нерегулируе- 6. Ограничи- |5, Генератор 
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Структурная схема телевизионного приемника цветного изображения ç указанием функций, выполняемых каждым узлом. Под 
перечнем функций указаны типы микросхем, применяемых в каждом конкретном узле 
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